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Бо а Bemerkungen 
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Hersteller nach $.255 
Anmerkungen 


Strom|Spg. 
—— 


Grenzwerte 


Durchlaßbereich besche 
Anwendung s. S. 4 Abkürzungen 
außer E-Kopf) Strom |Spg. ‚Grenzfrequen: siehe unten 


Sperrbereich mu): 
gültiger Tabellenkopf B bei T G = GHz 
D = Dioden und Gleichrichter 
Е = Esaki-(Tunnel-)Dioden max. Verlustleistung| +) oder charakte- | тах. Temperatur 
T = Transistoren ђе 252 С; W = Walt ristische Zeiten [] = Lager- 
Z = Zener- und ähnliche Dioden (Verbindliche Angaben ins, тз, ns | = Sperrschichr 
ЕМ = Feldeflekt-Systeme nur in den Daten- oder ps temperatur 
kleine Buchstaben. blättern der Hersteller!) (außer Z-Kopf) 


Typ ist veraltet bzw. nicht für 


К = Kanaltemperalur 
Erstbestückung erhältlich 


fette Buchstaben: bevorzugter Тур für kommerzielle Geräte 


Abweichungen bei den besonderen Tabellenköpfen 
Genaue Erklärung auf den Seiten 2 bis 6 
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Die Kristalldioden- u. Transistoren-Taschentabelle (КТТ) 


enthält die kennzeichnenden Daten der wichtigsten in- und ausländischen 
Dioden und Transistoren und ihrer gängigen Sonderformen nach dem 
Stand von 1968/69. Die zunehmende Verbreitung überseeischer Halbleiter- 
typen im westeuropäischen Raum machte es erforderlich, die zum Typen- 
vergleich benötigten Daten aller Halbleiter aufzunehmen, von denen ver- 
bindliche Angaben zur Verfügung standen. Dabei konnte auf viele ältere 
Typen nicht verzichtet werden, weil sie auf lange Sicht noch in Geräten 
aller Art zu finden sein werden und weil ihre Schaltungen in der Literatur 
vielfach zu Standardschaltungen geworden sind. Auf diese Weise muß- 
ten knapp 14 000 Typen von rund 170 Herstellern, mit über 395 Gehäuse- 
formen, berücksichtigt werden. 


Um den Umfang nicht über den Rahmen eines Taschenbuches wachsen 
zu lassen, mußten bei der Neubearbeitung des Gesamtstoffes mit seinen 
fast 214 000 Einzeldaten verschiedene Konzessionen räumlicher Art де- 
macht werden. So wurden alle Typen alphanumerisch geordnet, um auf 
ein Gesamtregister verzichten zu können. Hieraus ergab sich die Not- 
wendigkeit, angesichts der Vielfalt der zu berücksichtigenden Halbleiter- 
eigenschaften mit verschiedenen Tabellenköpfen als Varianten einer 
gemeinsamen Kopfaufteilung zu arbeiten. Durch überlegte Aufteilung 
der Spaltenfolge konnte dabei die Übersichtlichkeit so weit gewahrt 
werden, daß auch der gelegentliche Benutzer die gesuchten Angaben 
schnell findet, wenn er sich einmal mit der Gliederung der Tabellenköpfe 
und mit den Schlüsseltabellen vertraut gemacht hat. 


Anmerkungen für den Typenvergleich sind auf Seite 7 zu finden. 


Die vorliegende Tabelle kann und soll die Datenblätter der Hersteller- 
firmen nicht ersetzen, deren jeweils neueste Ausgaben allein verbind- 
lich sind, jedoch gibt sie eine sehr weitgehende Übersicht über die vor- 
handenen Typen und ihre Hersteller und erleichtert so die Arbeit in Labor 
und Werkstatt oder beim Studium der Schaltungsliteratur. Für diese Auf- 
gaben dürfte sie derzeit die inhaltsreichste europäische Datensammlung 
in Buchform sein, die wegen ihres niedrigen Preises durch regelmäßige 
Neuauflagen auf dem neuesten Stand павел werden kann. 


Die 8. Auflage wurde wiederum erweitert und in allen Teilen überprüft. 
Trotz der Umfangserweiterung von 248 auf 264 Seiten mußten zur Auf- 
nahme von über 1800 Typen weitere 1060 ältere Datenzeilen gestrichen 
werden. Auch die Schlüsseltabellen und Hilfstexte wurden auf den пеџе- 
sten Stand gebracht. Für die 9. Auflage wurde ein Nachtrag angefügt, 
der im Interesse eines scharf kalkulierten Verkaufspreises in einer 
anderen За!гаг! hergestellt und daher dem Hauptteil nicht eingegliedert 


wurde. Herbert G. Mende 


Heben Sie die älteren KTT-Bücher von der 6. Auflage an auf, 


wenn Sie gelegentlich auch Daten älterer Typen suchen! 


Einleitung und Erläuterungen 


Gemeinsamer Tabellenkopf (als Gedächtnisstütze auf jeder Seite wiederholt; maß- 
gebend ist jeweils der Tabellenkopf, dessen Kurzzeichen 
in Spalte 1 dieses gemeinsamen Kopfes steht). 


Aufbau s.$. 3 | 


Еогт 5. 5. 242 (4. 


(außer E-Kopf) 


u 5р9. 
Калега еп 
Durchlaßbereich 
Strom |5 


Sperrbereich 


max Bemerkungen 
°С 


Hersteller nach 5.255 


(2 


Grenzwerte 


nach 5.5 


Abkürzungen 
siehe unten 


[MHz]*) 


k = kHz 
gültiger Tabellenkopf B bei T G = GHz 
D = Dioden und Gleichrichter 
Е = Esaki-(Tunnel-)Dioden max. Verlustleistung| *) oder charakte- | max. Temperatur 
T = Transistoren bei 259 С; W = Watt ristische Zeiten ПІ = Lager- 
Z = Zener- und ähnliche Dioden (Verbindliche Angaben їп us, ms, ns | = Sperrschichr 
ЕМ = Feldeffekt-Systeme nur in den Daten- oder ps temperatur 


kleine Buchstaben: 

Typ ist veraltet bzw. nicht für 
Erstbestückung erhältlich 

fette Buchstaben: 

bevorzugter Typ für kommerzielle 
Geräte 


Allgemeingültige Abkürzungen: 


A = Ampere Spalten 6 bis 14 

kV = Kilovolt fg = Grenzfrequenz 
Mv = Mischverlust I = Strom 

mA = Milliampere N = Verlustleistung*) 
nA = Nanoampere t = Temperatur 

pA = Picoampere U = Spannung 

pF = Picofarad B = Stromverstärkung 
Rz = Rauschzahl ~ = Мон. 

У Volt < = kleiner als od. max. 
mKf mit Kühlfläche > = größer als od. min. 
oKf = ohne КоћШасће < = maximal 

Index F = Flußrichtung = minimal 

Index Sp = Sperrichtung 

FET = Feldeffekt-Trs. 

р = intrinsic standoff ratio 


bei Unijunction-Systemen 


blättern der Hersteller!) 


(außer Z-Kopf) 
k = Kanaltemperatur 


Abkürzungen in Spalte 15: 
gleich, identisch 


2. = entspricht weitgehend 

# = (Ersatztyp) mit abweichenden Daten 
П = abweichende Form 

& = und andere 

Ers: = Егзатур:...... 

ers. = ersetzt . 

Kpl:= Komplementärtyp: .... 

kpl.:= komplementär zu .... 

Ы = blau, Ьп = braun, ge = gelb, дп = grün 
gr = grau,or = orange, rt = rot, rs = rosa 
sw = schwarz, vi = violett, ws = weiß 


si = silber, go = gold 
P = auch als Paare im Handel 
а = auch als Quartette im Handel 


•) Wegen Verwechslungsgefahr ти Р = Paar wurde N ман Р gewählt. 


Achtung: gleichlautende Buchstabenpaare haben іп den Spalten 3, 4, 5 und 15 unterschiedliche Bedeu- 
tungen! (vgl. die Schlüsseltabellen auf den Seiten 1, 3, 4, 242 und 255 ff.) 


1 КТТ 1 


Kurzhinweise für die Benutzung der KTT 


Auszüge aus den Schlo и і 
hinteren Umschlagklappe! ен 


Gemeinsamer Tabellenkopf (auf allen Seiten wiederholt) 


mA |У 
Strem|Spg. Hersteller nach 5.255 
Form з. 5. 242 ff. Betriebsdaten Grenzwerte Anmerküngen 
Durchlaßbereich nech 5.5 
Anwendung 2.5.4 Abkürzungen 


Grenzfr siehe unten 
[MHz]*) 
k = kHz 


G = СН: 


3 Sperrbereich 
gültiger Tabellenkopf 8 bei T 
D = Dioden und Gleichrichter 
Е = Esakı-(Tunnel-)Dioden 


max. Verlustleistung| +) oder charakte-| max. Temperatur 


T = Transistoren bei 25°C; W = Walt ristische Zeiten (1 = Lager- 

Z = Zener- und ähnliche Dioden (Verbindliche Angaben їп из, ms, ns | = Sperrschicht- 
ЕМ = Feldeflekt-Sysieme nur in den Оајеп- oder ps temperatur 

kleine Buchstaben: blättern der Hersteller!) (außer Z-Kopf) 
Typ ist veraltet bzw. nicht für k = Kanaltemperalur 


Erstbestückung erhältlich 
fette Buchstaben: bevorzugter Тур für kommerzielle Geräte 


Abweichungen bei den besonderen Tabellenköpfen 
Genaue Erklärung auf den Seiten 2 bis 6 
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ие Kristalldioden- u. Transistoren-Taschentabelle (КТТ) 


‚nnthält die kennzeichnenden Daten der wichtigsten in- und ausländischen 
> подеп und Transistoren und ihrer gängigen Sonderformen nach дет 
zttand von 1968/69. Die zunehmende Verbreitung überseeischer Halbleiter- 
‚pen іт westeuropäischen Raum machte es erforderlich, die zum Typen- 
“er gleich benötigten Daten aller Halbleiter aufzunehmen, von denen ver- 
iindliche Angaben zur Verfügung standen. Dabei konnte auf viele ältere 
“-ууреп nicht verzichtet werden, weil sie auf lange Sicht noch in Geräten 
тег Art zu finden sein werden und weil ihre Schaltungen т der Literatur 
äeelfach zu Standardschaltungen geworden sind. Auf diese Weise muß- 
= ап knapp 14 000 Typen von rund 170 Herstellern, mit über 395 Gehäuse- 
= "гтеп, berücksichtigt werden. 


Г ати den Umfang nicht über den Rahmen eines Taschenbuches wachsen 
_ lassen, mußten bei der Neubearbeitung des Gesamtstoffes mit seinen 
== 251 214 000 Einzeldaten verschiedene Konzessionen räumlicher Art ge- 
acht werden. So wurden alle Typen alphanumerisch geordnet, um auf 
am Gesamtregister verzichten zu können. Hieraus ergab sich die Not- 
«=endigkeit, angesichts der Vielfalt der zu berücksichtigenden Halbleiter- 
«Qjyenschaften mit verschiedenen Tabellenköpfen als Varianten einer 
=nmeinsamen Kopfaufteilung zu arbeiten. Durch überlegte Aufteilung 
к= гг Spaltenfolge konnte dabei die Übersichtlichkeit so weit gewahrt 
=:rden, daß auch der gelegentliche Benutzer die gesuchten Angaben 
Е ınell findet, wenn er sich einmal mit der Gliederung der Tabellenköpfe 
= са mit den Schlüsseltabellen vertraut gemacht hat. 


~a merkungen für den Typenvergleich sind auf Seite 7 zu finden. 


<>: vorliegende Tabelle kann und soll die Datenblätter der Hersteller- 
ш-гпеп nicht ersetzen, deren jeweils neueste Ausgaben allein verbind- 
Fa | sind, jedoch gibt sie eine sehr weitgehende Übersicht über die vor- 
ж) denen Typen und ihre Hersteller und erleichtert so die Arbeit in Labor 
«іі Werkstatt oder beim Studium der Schaltungsliteratur. Für diese Auf- 
Een dürfte sie derzeit die inhaltsreichste europäische Datensammlung 

3BB3uchform sein, die wegen ihres niedrigen Preises durch regelmäßige 
= wuauflagen auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. 


== 8. Auflage wurde wiederum erweitert und in allen Teilen überprüft. 
== Нах der Umfangserweiterung von 248 auf 264 Seiten mußten zur Auf- 
Е ime уоп über 1800 Typen weitere 1060 ältere Datenzeilen gestrichen 
æ— coden. Auch die Schlüsseltabellen und Hilfstexte wurden auf den neuve- 
ж | Stand gebracht. Für die 9. Auflage wurde ein Nachtrag angefügt, 
= іт Interesse eines scharf kalkulierten Verkaufspreises in einer 
== eeren Satzart hergestellt und daher dem Hauptteil nicht eingegliedert 


г— сале. НегБегі С. Мепде 


Heben Sie die älteren KTT-Bücher von der 6. Auflage ап auf, 
wenn Sie gelegentlich auch Daten älterer Typen suchen! 


Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenkopf D für Dioden und Gleichrichter 
Besonderheiten: 


Die Spalten 6 und 7 kennzeichnen in der Regel einen charakterislischen Kennlinienpunkt, 
der im Betrieb jedoch unerreichbar sein kann. 


Spalte 7: fette Zahlen bedeuten Sperrwiderstand in КО Spalte 10: fette Zahlen sind Spitzenwerte 
Spalte 11: Nenn- bzw. max. Richtstrom in mA; fette Zahlen sind Spitzenwerte 


Spalte 12: Nenn-Gleichspannung oder periodische Spitzenspannung bei Daverlast їл У; fette Zahlen 
sind Spitzenwerte. Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz 


Tabellenkopf E für Esaki- bzw. Tunneldioden 
Besonderheiten: 


Spalte 5: Höckerspannung in mV (Ун) Spalte 9: Talspannung in mV (UT) 
Spalte 6: Höckerstrom in mA (IH) Spalte 10: negativer Widerstand in 2 
Spalte 7: Flußspannung т У (UF) Spalte 11: Serienwiderstand in Q (R5) 
Spalte 8: Talstrom in mA (IT) Spalte 12: Sprungverhältnis ІҢ/ІТ 


Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz 


Tabellenkopf T für Transistoren 
onderheiten: 


alte 2: fette Typen = прп-5умете und n-Kanal-Typen; magere Typen = pnp-Systeme und p-Kanal-Typen 


‚alte 6: Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), Arbeitspunkt; 
іп () = Emitterstrom; іл [] = Basisstrom 
Spalte 7: Kollektorspannung ОСЕ im Arbeitspunkt; in () = Ucp. in [] = Ове, fett: ОСЕ sat. 
Spalte 8: Kollektorreststrom, typischer oder Grenz-Wert пу A (in mA oder nA, wenn angegeben) 
Fette Zahlen bedeuten Kollektorrestspannung іп V; іп (| = Emiltterreststirom in nA 
Spalte 9: magere Zahlen = Stromverstärkungsfaktor in Basısschaltung (а = ҺЫ) 
bzw. Leistungsverstärkung in dB; іп [] = Vorwärtssteilheit іп ms 
mageres <<“ hinter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung A іп Basisschaltung, 
fettes „=“ hinter fetter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung В = hfg 
in Emitterschaltung (Kollektor-/Basisstrom-Verhältnis) 
fette Тон! ohne = kennzeichnet die Stromverstärkung В = Бүс 
u ist der Spannungsverstärkungsfaktor älterer Typen; 
W- oder mW-Angaben beziehen sıch auf die erreichbare Ausgangsleistung 
я = intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen 


Spalte 10: Verlustleistung Мс g bei 25 °C in mW (УУ, wenn angegeben) 
іп () = Kollektorverlustleitung, in [] = Emilterverlustleistung 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte 


Spalte 11: maximaler Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), 
in () = max. Emitterstrom, in [] = max. Basisstrom; 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte 
Spalte 12: maximale Kollektorspannung Uce, in () = Усв, іп [] = Уве 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte 
Spalte 13: Alpha-Grenzfrequenz in Basisschaltung in MHz (auch kHz, GHz), 
fette Zahl ın Emitterschaltung; 
in DU = Meß- oder übliche Betriebsfrequenz 
in mageren () = Maximale Schwingfrequenz 
in fetten () = Grenzfrequenz für В = 1 (64) bzw. тип. Transitfrequenz (іт) 


Spalte 154 гЬ = innerer Basisbahnwiderstand гьь' 
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Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenkopf Z für Z-Dioden (Zener-, Referenz- und ähnliche Dioden) 
Besonderheiten: 


Spalte 6: fette Zahlen bedeuten max. Zenerstrom in mA 
Spalte 10: fette Zahlen bedeuten Verlustleistung in Watt (sonst mW) 


Spalte 11: nennt den Zenerstrom in mA für die Spalten 12 und 13 


Spalte 12: mittlere oder Nenn-Zenerspannung; die zugehörigen Toleranzangaben sind in Spalte 15 


bzw. in den Anmerkungen 50), 51), 58), 60) usw. zu finden 


Spalte 13: maximaler dynamischer Zenerwiderstand, dynamischer differentieller Widerstand in Q 


Spalte 14: Temperaturkoeffizient der Zenerspannung in SC" С bzw. in (| = mV/? С; 


Angaben ohne Vorzeichen = + TK 


Tabellenköpfe F,M für Feldeffekt-Systeme s. S. 4 


Abweichende Bedeutungen der Tabellenspalten, z. B. bei Vierschichtdioden, 
gesteuerten Gleichrichtern und anderen Sonderformen, sind in den zugehörigen 
Anmerkungen verzeichnet [z. B. 1), 18), 19), 24), 25), 81), 86)] 


Schlüsseltabelle zu Spalte 3 = Aufbau (Ab) 


$ <с“ мо э; пх- -о д ттап суше > 


111111111111111111 1111 


GaAs-System 

Legierungstypen aller Art (alloy und micro alloy junction) 
GaSb-System 

geschweißte Spitzentypen (z. B. gold bonded) 

nur bei Sc: SiC-System 

Diffusions- und Drift-Typen 

Aufbau in (MESA-)Epitaxialtechnik 

Feldeffekt-System, falls nicht in Spalten 1 und 15 angegeben (5. 5. 4) 
Germanium-System 

Systeme aus gezogenen Einkristallen (grown junction) 

System auf intermetallischer Grundlage, auch MOSFET- System 
Flächentyp (junction) 

Aufbau in kombinierter Ätz- und Legierungstechnik 

Aufbau in integrierter oder Laminartechnik 

Aufbau in Mesa-Technik 

Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik, Р' = passivierte Oberfläche 
Spitzentypen (point contact) 

Silizium-System 

Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy) 
Unijunction-System 

Vierschichten-Aufbau (pnpn) 

System mit geschweißten Elektroden (welded contact) 


Schlüsseltabellen zu Spalte 4 = Ausführungsform 5. 5. 242 ff. (Fo) 


Allgemeingültige Bezeichnungsschlüssel 5. 5. 8 


Schlüsseltabelle zu Spalte 15 = Hersteller- und Lieferfirmen 5. 5. 255 
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Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenköpfe F, M für Feldeffekt-Systeme 


Besonderheiten: 


Е = Sperrschichtsystem, auch allgemein Feldeffekt-System 
М = Metall/Oxyd-Oberflächen-Feldeffekt-Transistoren (MOS, MOSFET) mit isoliertem Gate (Tor, Gitter) 


Spalte 2: magere Typen = p-Kanal; fette Typen n-Kanal; in ( ) unbekannte Polarität 


Spalte 6: Gate-(Tor-, Gitter-)Strom Іс іп mA für Gatespannung nach Spalte 7; fett: IGma« in mA; 


in | ]JGate-Sperrstrom 1555 in pA; auch rgs іп Q 


Spalte 7: Gate-Source-Spannung іп V; fett: max. zul. Ucs; in ( ): Gate-Drain-Spannung т V; fett: тах, 


Оор; іп []: Gate-Source-Abschaltspannung UGStot = Abschnür- oder pinch-off-Spannung Әріп М 


Spalte 8: max. Drain-Reststrom Їрон in nA; fett: тах. Drain-Source-Widerstand rds on іп Q bei Іртох 
Spalte 9: Kurzschlußleitwert дн (= gm) in тб; fett: Vorwärtssteilheit узи oder Үн bzw. | 9215 | in mS 


Spalte 10: Gesamtverlustleistung in mW 


Spalte 11: Drain-Source-Strom 105 in mA; 


fett: Sättigungsstrom (bei C-Typen = Leckstrom) loss in mA: in |): бот in nA 


Spalte 12: Drain-Source-Spannung Uos; fett: max. zul, Durchbruchspannung Uoss (С-Туреп) bzw. 


Поза (B-Typen) in У; in (1 Drain-Gate-Durchbruchspannung Оро т V 


Spalte 15: A = Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor (JFET), JUGFET mit pn-Gate 


м<ха<с-"“ ороого 0"00- 


В = MOSFET Verarmungs- oder depletion-Typ, ohne Signal leitend (on-type) 

C = MOSFET Anreicherungs- oder enhancement-Typ, ohne Sıgnal gesperrt (off-type) 
Kapazitätsangaben beziehen sich auf die max. Eingangskapazität С; oder — пп []: — 
auf die Gate-Drain-Kapazıtät Сод 


„lüsseltabelle zu Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw) 


A-Verstärkung; AA = Differentialverstärker 

B-Verstärkung; b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-) 
Begrenzer-(Clipper-)Diode; С” = Triggerdiode; с = Schwarzpegeldiode (dc-restorer) 
Demodulator, Detektor, Meßdiode 

Esaki-(Tunnel-)Diode; е = exponentielle oder logarithmische Kennlinie 

= Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung 

= für geätzte bzw. gedruckte oder Hybrid-Schaltungen 

= Hochfrequenzanwendungen; Н' = Oberwellenerzeugung, Frequenzvervielfachung 

= Videoverstärker (sH = schneller Schalter); ћ = hochohmig 
= 
= 


wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional) 
Kopazitätsdiode, Магасог; К’ = Speichervaractor 

Leistungstyp 

für Mischstufen; М” = Modulator (т. В. PIN-Diode) 
Niederfrequenzanwendungen; n = niederohmig im Durchlaßbereich 

für Oszillatoren 

Paar, Angaben je Einzelsystem 

Quartett, О’ = Ringmodulator; Angaben je Einzelsystem 

Referenzdiode, Referenzelement; г = rauscharmer Тур 
Schalteranwendungen, Impulsbetrieb 

für Treiberstufen; t = für hohe Temperaturen; |” = für oder ти Temperaturkompensation 
Universaltyp, verschiedene Anwendungen 

VHf- und UHf-Anwendungen 

für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler 

für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen 

Thyristoren (steuerbare Gleichrichter, Thyratronschaltungen, Servostufen) 
Z-Dioden und nichtlineare Widerstände; 2' = Stabistoren, Stabilisatoren 


ЖЕКЕГЕ 


Anmerkungen 


Anmerkungen 


1) Bei Vierschichtdioden bedeuten Spalte 6 = max. Haltestrom [mA], Spalte 7 = mittlere 
Schaltspannung [У], Spalte 8 = тах. Sperrstrom [uA], Spalte 9 = max. Schaltstrom [uA] 

2) OC 615 V für UKW-Vorstufen; OC 615 M für UKW-Mischstufen 

3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500 mW Verlustleistung 

4) Typ wird nach Farbencode gekennzeichnet 

5) (auch als) USAF-Typ (United States Air Force) 

6) (auch als) JAN-Typ (Joint Агту-Мауу) 

7) (auch als) USN-Typ (United States Navy) 

8) (auch als) USA-Typ (United States Army und Signal Corps) 

9) Kollektor an Gehäuse oder Bolzen 

10) Basis an Gehäuse (bei FET: Substrat bzw. bulk an Gehäuse) 

11) Emitter an Gehäuse oder Bolzen 

12) Katode an Gehäuse oder Bolzen (bei FET: Source bzw. Quelle) 

13) Anode an Gehäuse oder Bolzen 

14) Gehäuse mit 8-Stift-Sockel 

15) Gehäuse mit 4- bis 7-Stift-Sockel 

16) Spezialgehäuse; auch Gleichrichtersäulen, Kombinationen in gemeinsamem Gehäuse und dgl. 

17) Feldeffekt-Transistor mit hohem Eingangswiderstand (z. В. 1..500 MQ); auch FE-Diode 

18) Bei Thyristoren bedeuten Spalte 8 = max. (Tor-)Steuerstrom [mA] und 
Spalte 9 = zugehörige oder max. Steuerspannung [V] 

19) Bei Thyristoren, Vierschichtdioden und ähnlichen Systemen bedeuten Spalte 6 = 
Fluß- oder Найейгот [mA], Spalte 7 = Flußspannung [У], Spalte 8 = Steuerstrom [mA], 
Spalte 9 = Steuerspannung [V], Spalte 10 іп |) = zulässige Steuerleistung [mW] 

20) Tetroden, besonders solche mit 2 Basisanschlüssen, oder Zwei-Basis-Trioden (mit Emitter) 

21) Zwei oder mehr Systeme іп einem Gehäuse 

22) Tetroden, besonders solche mit 2 Emittern, oder Trioden mit zwei Emittern bzw. Toren 

23) Engere Toleranzen der kennzeichnenden Daten als beim Grundtyp 

24) Bistabiles Bauelement, Binistor, Thyristor. Huer bedeuten Spalte 8 = Injektorstrom [mA] und 
Spalte 9 = Injektorspannung [V] 

25) Bistabiles Bauelement, Transwitch. Hier bedeuten Spalte 6 = Torstrom [mA] zum Einschalten, 
(ен: max. Haltestrom [mA]; Spalte 7 = zugehörige Zündspannung [У], fett: Flußspannung [У]; 
Spalte 8 = Torstrom [mA] zum Ausschalten, Spalte 9 = zugehörige Ausschaltspannung [V] 

26) Unistor, nichtlinearer Widerstand 

27) Für Radiogeräte ausgesuchte Transistorsätze 

28) für Wasserkühlung 

29) für Gebläsekühlung 

30) in Ölbad 

31) NR-(backward)Diode, inverser Gleichrichter, Uni-Tunneldiode 

32) Se-, С45-, РЬ5-, GaAs- und andere Fotobauelemente, hier nicht aufgenommen 

33) Silizium-Fotobauelemente-G r up pen, hier nicht aufgenommen 

34) Temperaturabhängige Widerstände, hier nicht aufgenommen 

35) Umgekehrte Polung gegenüber dem vorangehenden bzw. dem Grundtyp 

36) Ausgesuchtes Paar aus Grundtypen entgegengesetzter Polung 

37) Ausgesuchte Paare oder Sätze gleicher Polung 

38) (Umsteck-)Patrone für Steckanschluß 

39) siehe die entsprechenden 1 N...- oder 2N...-Typen 

40) Koaxiale, dreipolige Ausführung, z. B. nach Form Fr oder LO 

41) Komplementäre Transıstorpaare 

42) Ausführung mit Muttergewinde (z. В. 1/,”), meist To-13 (5 16,5 Сўх < 26,4 mm; 3 Lötfahnen) 

43) Transistorpackungen für aufeinanderfolgende Empfängerstufen; Transistorkombinationen, 
Darlington-Typen 

44) für Parametrische Verstärker 


Anmerkungen 
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45) Avalanche-Transistor mit Stromverstärkung über 1 nach Kollektordurchbruch 
46) Selengleichrichter, hier nicht aufgenommen 
47) Gehäuse vom System isoliert, evil. mit Schirmanschluß bzw. (bei FET:) Substrat oder bulk verbunden, 
bei Dioden: durch Überzug isoliertes Gehäuse 
48) Transistor- oder Kontakt-Schutzdiode 
49) Nichtlineare Widerstände, hier nicht aufgenommen 
50) Typen ohne Buchstaben: U, + 20%, A-Typen: + 10%, B-Typen: + 5% 
51) Typen ohne Buchstaben bzw. B-Typen: U, + 10%, A-Typen: + 5% 
52) Einphasen-Halbwellten-Netzgleichrichter 
53) Dreiphasen-Halbwellen-Gleichrichter 
54) 6-Phasen-Stern-Gleichrichter 
55) Einphasen-Halbwellen-Gleichrichter mit Mittelanzapf 
56) Einphasen-Brücken-Gleichrichter 
57) Dreiphasen-Brücken-Gleichrichter 
58) ЈЕ-Туреп mit Angabe Т 5 haben U, + 5%, Т 10 entsprechend + 10% 
59) Handelsbezeichnungen gängiger Typen für Bastlerbedarf 
60) Typen ohne Buchstaben: U, + 5%, A-Typen: + 2% 
61) B-Typen sind den A-Typen elektrisch ähnlich, haben aber 2 Drahtanschlüsse; 
F-Typen in Gehäuse Ft mit knapp halber Strombelastbarkeit 
62) Verbindliche Unterlagen fehlten bei Drucklegung 
63) A-Typen mit 25 A Flußstrom 
54) ausgesuchte Exemplare 
5) Referenz-Verstärker; Kombinationen aus Zenerdioden und Verstärkeriransisioren in gemein- 
samen Gehäusen, auch FET mit integrierter Schutz-Z-Diode 
5) Lichtgesteuerte pnpn-Schalter und -Thyristoren, з. a. Fotohalbleiter 
7) andere Bolzenform 
) Daten für 100 mW ст? Sonnenstrahlung 
69) für Lochkartenlesegeräte 
70) Betrieb nur in Durchlaßrichtung 
71) Fotoelement mit Sperrverhalten 
72) Gehäuse mit Rändelung zum Einpressen oder Einlöten; т. В. DO-21 
73) hierzu Unter-Typen unterschiedlicher Stromverstärkungen oder Sperrspannungen 
74) Bipolares System; Doppelanodentyp; doppelt begrenzend 
75) Speicher-Schaltdiode (snap-off-diode) bzw. Stufen-Speicherdiode (step recovery d.) 
76) geringe Rückwirkungskapazität durch 15-Тесһпік, 
(IS = Integrated Screening = Abschirmschicht) 
77) gegen Strahlungen widerstandsfähige Ausführung 
78) stoßspannungsfest; System ти definiertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche) 
79) zwei oder mehr Systeme in gemeinsamem Kühlblock 
80) veraltete bzw. nicht für Erstbestückungen geeignete Typen 
81) bei Unijunction-Systemen bedeuten: Spalte 6 = Emitter-Spitzenstrom [мА], Spalte 7 = тіп. Talstrom 
[mA], Spalte 8 = max. Emitter-Sperrstrom [uA] (zugehörige Spannung in Spalte 12), Spalte 9 = y (intrinsic 
standoff ratio), Spalte 10 = Zwischenbasiswiderstand [k9]. 
82) Aufbau in DHD-Technik (Double Heat-sink Diodes) 
83) Aufbau mit Vielfach-Emittern in Overlay-Technik bzw. integrierter Struktur 
84) Halbleiter-Metall-System (Hot Carrier Diodes о. а.) 
85) Schottky-Diode 
86) abschaltbarer Thyristor, TRIAC-System.Es bedeuten: Spalte 6 = Abschaltstrom [A], fett: Haltestrom [mA]; 
Spalte 7= Abschaltspannung [У], fett: Flußspannung (У); Spalte В = Zündstrom [mA]; Spalte 9 = Zünd- 
spannung [V] 
87) Bauelemente mit integrierter Schaltung, hier nicht aufgenommen 
88) für geregelte Stufen 
89) Transistorquartett für eisenlose Endstufen 
90) Drahtabstand 0,6 mm (vor 1967 = BFY 69 В; BFY 69 A mit 1,5 mm Drahtabstand wurde BFY 69. 
A-Typen sind seit 1967 rauscharme Ausführungen). 


Аптегкипдеп 


91) Thyristor mit eingebauter Triggerdiode, oder Quadrac 

92) Zwei oder mehr Dioden mit gemeinsamer Katode 

93) Zwei oder mehr Dioden mit gemeinsamer Anode 

94) System mit reversiblem Volumendurchbruch 

95) System auf Schraubfuß oder Gewindestift 

96) Anschlußreihenfolge beachten! (z. B. BEC oder BCE statt EBC) 

97) Daten für induktive Last 

98) unterschiedliche Polaritätsangaben (pnp : прп) bei verschiedenen Herstellern 


Anmerkungen zum Typenvergleich 

Für den Werkstattgebrauch erschien im gleichen Verlag die „Transistoren-Vergleichs- 
tabelle", in der zu jedem gegebenen Transistortyp eine Reihe möglicher Ersatztypen auf- 
geführt wird. 

Die hier vorliegende KTT enthält dagegen die kennzeichnenden elektrischen Daten von 
Transistoren und Dioden mit gelegentlichen Vergleichshinweisen (Spalte 15), weil es bei 
Halbleiterbauelementen im Gegensatz zu Röhren kaum Typen verschiedener Hersteller 
gibt, die in allen Daten wirklich übereinstimmen. Für annähernde Übereinstimmungen 
sind jedoch die Grenzen fließend, und selbst elektrisch identische Typen können in 
einer gegebenen Schaltung unterschiedliches Verhalten zeigen, wenn ihre Gehäuse 
und damit ihre Temperaturabhängigkeiten voneinander abweichen. 

Daher wurden in die vorliegende Tabelle alle Daten aufgenommen, die für Typenver- 
gleiche zu bestimmten Aufgabenstellungen benötigt werden. Die einfachste Methode zum 
Auffinden eines geeigneten Ersatztyps besteht darin, daß man zunächst einen Papierstreifen 
unter die Zeile des zu erseizenden Typs legt und die Daten, auf die es besonders an- 
kommt, auf den Papierstreifen überträgt. Man braucht dann nur noch mit dem Streifen 
Zeile für Zeile auf übereinstimmende Daten abzutasten, um die in Betracht kommenden 
Typen herauszufinden. Dabei läßt sich die Sucharbeit auf wenige Seiten beschränken, 
wenn man daran denkt, daß z. B.alle 1N-Typen amerikanische Dioden und Gleich- 
richter kennzeichnen, daß alle 2N-Typen amerikanische Transistoren und gesteuerte 
Gleichrichter bedeuten, daß deutsche Germaniumtypen seit 1960 mit A beginnen, während 
Siliziumtypen als ersten Buchstaben ein B haben, usw. Bei ungenormten Typenbezeich- 
nungen wird man von vornherein alle Typen übergehen können, die einen anderen 
Tabellenkopf als der Mustertyp verwenden (vgl. den Kennbuchstaben in der ersten Spalte). 
Der Tabellenkopf und die zugehörigen Hinweise auf den Seiten 1 bis 4 bestimmen jeweils 
die genaue Bedeutung der Spalten 3 bis 14. Die beiden wichtigsten Tabellenköpfe (D = 
Dioden und Gleichrichter, T = Transistoren) wird man nach einiger Übung bald aus- 
wendig kennen, zumal der auf jeder Seite wiederholte gemeinsame Tabellenkopf als 
Gedächtnisstütze dient. Auch die Buchstabengruppen der Spalten 3 (Aufbau; vgl. S. 3) 
und 5 (Anwendung; vgl. S. 4) sind so gewählt, daß sie sich leicht merken lassen. Die Spalten 
6 und 7 kennzeichnen einen Arbeitspunkt bei Transistoren bzw. einen charakteristischen 
Kennlinienpunkt der Flußrichtung bei Dioden und Gleichrichtern, die Spalten 8 und 9 die 
entsprechenden Sperrwerte bzw. — bei Transistoren — den Reststrom und die Verstär- 
kungsdaten. Die Spalten 10 bis 14 geben die zulässigen Grenzwerte (Verlustleistung, Richt- 
oder Kollektorstrom, Betriebsspannung, Grenzfrequenz und Temperatur) an. Abweichun- 
gen von dieser Regel ergeben sich bei den Tabellenköpfen Е, Е, М und Z sowie bei einigen 
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Gruppen (vor allem Thyristoren) aus den Anmerkungsziffern der Spalte 15, фе auf dem 
Seiten 5 bis 7 erläutert sind. 

Daraus ergeben sich folgende Prüfgänge у о г dem Lesen von Datenzeilen: 

1. Gültigen Tabellenkopf feststellen (Tabellenspalte 1), 

2. Anmerkungen prüfen. 

Bei Typen, für die mehrere Hersteller angegeben sind, können Aufbau, Gehäuseform, 
Sockelschema und elektrische Daten voneinander abweichen. Grundsätzlich wurden daher 
bei den Grenzdaten (besonders für Verlustleistung, Ströme und Spannungen) im Zweifels- 
fall die (niedrigeren) Werte angegeben, die der betreffende Typ in jedem Fall vertragen 
müßte. Verbindliche Angaben können jedoch nur die Druckschriften der Hersteller ent- 
halten. 


Typenbezeichnungsschlüssel 


Europa alt: bei einzelnen Firmen: 
OA... Dioden го... Flächendioden 
OAZ... Z-Dioden GD... Germaniumdioden 
ос... Transistoren GFT... Ge-Flächentrioden 
Ор... Endstufen-Transistoren GSD... Ge-Spitzendioden 
У... Gleichrichter MC... Si-Transistoren 
RL... Richtleiter 
у den USA: 6%. Si-Dioden 
ч... Dioden und Gleichrichter ТЕ... Flächentransistoren 
ч... Transıstoren und Thyristoren т... Spitzentransistoren 
эм... Тейгодеп, Binistoren о. а. 2... Z-Dioden 
“N... Vierschicht-Dioden u. ähnl. ZL... Leistungs-Z-Dioden 


Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern oder kennzeichnen (z. B. bei vielen Dioden und 
Gleichrichtern) elektrische Daten. 


Deutscher bzw. europäischer Schlüssel (seit 1960): 


1. Buchstabe: А... Germanıumbasis С..., О... Intermetallische (ІШ/У-)Вазіз 
В... Sıliziumbasis ІМ... Се-прп-Тгапу йог] 
К... Besondere Werkstoffe für Fotowiderstände und Hall-Generatoren 
2. Buchstabe: 
.А.. Diode, .В.. Abstimmdiode м. Hall-Generator іп geschl. magn. Kreis 
«с. Nf-Transistor (K> 15 grd/W) Р. Photo-Halbleiterbauelement 
‚О. Nf-Leistungstransistor (K< 15 grd/W) RB. steuerbarer Gleichrichter 
«Е. Esaki-(Tunnel-)Diode 5. Schalttransistor (К > 15 grd/W) 
«Е. Hf-Transistor T. Thyristor 
н. Hall-Feldsonde HU. Leistungs-Schalttransistor (К < 15 grd/W) 
.К. Hall-Generator in offenem magn. Kreis „У. Leistungsdiode, Leistungsgleichrichter 
4. Hf-Leistungstransistor ‚2. Z-(Zener-, Begrenzer-, Referenz-)Diode 
3. Buchstabe: Kennzeichen der kommerziellen Verwendung. 


Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern. 

Weitere Zeichen bei Z-Dioden kennzeichnen die Toleranz (C=+ 5%; D=+ 10%) und den mittleren Wert 
(г. B.6V8 - 6,8 У) der Zenerspannung. 

Ein P als Endbuchstabe hinter Ziffern kennzeichnet ausgesuchte Paare. 


Silizium-Gleichrichtersätze, die wegen des sehr reichhaltigen Angebots nicht in die KTT aufgenommen 
werden konnten, werden meist nach DIN 41 762 bezeichnet. 


Dioden und Transistoren АО...ААУ 13 
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Transistoren АС 132... AD 138 
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АС 175 35 Tí; Kpl: АС 117 
АС 176 10 SH; Кр!: АС 153 
АС 176К 10 SH: Кр!: АС 153K 
АС176Р Уа; kpl: AC 128 P 
AC 178 и 


АС 179 с Tf; 41) + АС 178 
АС 180,К Gi | Со47)73)|-. [KD] 
АС 181,K,L Сі Со 47) зк [Ks] 
AC 184 Gi Со 

АС 185 Gi Co 


АС186 G ТЕ; Kpl: АС 131 
АС 187,к Са SH 

АС188/К Са н) 4) Со, Va, Tf 
АСҮ16 Gi 
су 6 


АСҮ 18 . . 

ACY 19 і ‚ . 120 160 
ACY 23 70= 100 
АСУ 24 60 400 
АСУ 27 20-55 200 


АСУ 28 45-150 

АСУ 29 45-145 

АСУ 30 12 60-200 

АСУ 32 10 70= 

АСУ 33 10 90= | $Н;Р73) 


АСУ 38 і 1,2 75-250 | Со 47) 73) 
АС2 10 i 1741217 . рот 

AD 51.. А . . 2 ` e . 5к 

AD 103 0,5 ЗтА> 20- SH;Ers:AD133 
AD 104 0,5 ЗтА > 12,5 = 22,5W ХН ;Егз:АОҮ21 


АО 105 0,5 ЗтА> 12,5= 22,5W SH;Ers:AUY22 
AD 130 10,615тА» 20 = 30W 
AD 131 [0,6]5тА> 20 = 30W 
AD 132 1 10,6)5тА > 12,5= 30W 
АО 133 0,5 3mA>20= 30W 


AD 134 3mA>20= 30W 
AD 135 3mA > 12,5= 30W 
AD 136 04 >20= 9W 
AD 136 0,4 75- 9W 
АО 138 і і ЗтА >50- 12W 


----- 


вм 


ліл 


6 


-- 444 4----4 047444044447 
атам NOSON от ыо 


--а-а 44-14-41 44 434 444-4 


ООООО оо 


-- 444 ГРЕЕ 


AD 138...АЕ 102 


! 
Л: 
т 
т 
Т 
т 
Т 
т 
т 
т 
Т 
LE 
Т: 
т 
М; 
т 
р 
т 
т 
d 
т 
4 
d 
d 
d 
d 
d 
T 
T 
d 
d 
d 
d 
T 
Т; 
т 
T: 
т 
т 
т 
1 
т 
т 
е 
Е 
Е 
Е 
о 
о 
1 
t 


AD 138/50 
AD 139 
AD 148 
AD 149 
AD 150 


AD 152 
AD 153 
AD 155 
AD 156 
AD 159 


AD 160 
AD 161 
AD 161 P 
AD 162 P 
AD 162 


AD 163 
AD 164 
AD 165 
AD 166 
AD 167 


AD 169 
AD 251-254 
AD 501 

bis 
AD 1001 
AD 1002 
AD 1003 
AD 1004 
AD 1202 
AD 1203 


AD 1501 
bis 
AD 1504 
AD 2001 
bis 
AD 2004 


ADY 18 
ADY 22 
ADY 23 
ADY 24 


ADY 25 
ADY 26 
ADY 27 
ADY 28 
ADZ 11 


ADZ 12 
AE 100 
AE 101 
AEY 11 
AEY 12 


АҒ 1 М 645 
bis 

АРТ М 649 
АЕ 101 

АЕ 102 


я лә и реже и өөс 


оооо00 оооо00 оса 


мк 
Mk 


In Із 


Dioden und 


в |9 по [14 |15 
| 
2 шыр |М Тох ЖЕ [А (тох Ветегкипдеп 
| ЈУ шАУ/ туи 124 SECH 
HL 500 '1 3ЗтА>50- 12W 15А 50 '5К "ap "Tt 
NL 100 2 25 > 30= 13W 1A 16 10k 90) Ма: 9) ers. ОС 30; ТІ 
N 500 2 150 30-100= 11W 150032 12k 90) 5Н 9); ers. ТЕ 80/30 
N 500 2 150 30-100= ЗОУУ ЗА 30 12k 90) SH9), Уа; ТГ, Со; Р 
N 500 2 150 30-100= 30W ЗА 30 12k 90) 5Н9);егғз.ТҒ80/30:1/ 
МВ 300 1 30 50-150= 6УУ 1A 30 10k 90; ТГ 
МС ЈА 2 100 30-100= 33W ЗА 40 (0,5) 95) Со9) 73) 
NL 10 2 20 >40= 6W ТА (32) iik 90] Т'9);Р 
NL 300 2 5 >50- 6W 2A (32) 15к 90) 5Н9);Р 
sL 500 6 1тА48- 222 ВА (40) (0,3) 90} Т/9) 
sL 500 6 1тАй45- 9w 10A (40) (0,3) 90; Tf9) 
NL (5) (10) 25 75-190= 3w ТА (32) (3) 90) 5Н541)73), Уа, ТГ 
NL (500) 0 50-190= ТА (32) 10к 90) Ма; Кр: AD 162 Р 
NL (500) O .  50-190= ТА (32) 10k 90) Va;kpl: AD 161 Р 
HL 50 1 7 50-250= 6, SW 2А (32) (1,5) 90 SH 73), ТҮ; Р, Ма 
sL 1А 1 150 12,5-60= 30W ЗА (100) (0,35) 90) SH 73) 
NL 300 1 <20110= 6УУ 2А (25) iik 90 | 4) 
NL 300 1 15 110= 5,3W 2А (25) 20k 90) ТГ 
NL 1A 2 1тА 40-250= 27,5W 5A 40 (3) 100] SH 9) 
NL 1A 2  1таА100-250= 27,5W5A 50 (4) 100j SH 9) 
NL 500 1 30 354160- 6W 2А (45) ИК 90) Т(9) 
LG . . 5 5 25А 100-400 5к 
16. 50А 100 5к 
bis 
LG . 100A 100 Sk 
га. 100А 200 Sk 
LG . 100A 300 Sk 
LG . . e 100A 400. e 5к 
Мз (30) 14 20 0 1,5А (45) 0,2 75{ Тт9)Р 
Ns (30) 14 20 40 1,5А (60) 0,2 751 Tm9)P 
16 . 150А 100 5к 
bis 
ге. 150А 400 Sk 
іс. 200А 100 Sk 
bis 

LG 200A 400 Sk 


100 15-50= 30W 
100 20-60= 30W 
100 50-100-- 30W 


100 20-60= 30W 
200 40-120= 100W 
150 30-100= 30W 
. 5 45УУ 
200 <25= 45W 


200 <25- 45W 

0,15 300 1000 
. 0,5300 1000. 
0,480,7 300 25 
0,491,8 310 20 


10А (30) 0,25 
10А (80) 0,25 
10А (80) 0,25 


7,5А (100)0,25 
25А (80) 0,1 
ЗА (32) 12К 
6А (80) . 
15А (50) 0,08 


15А (80) 0,1 
10 6,5 1,66 
10 65 1,66 


85) 
851 
85] 


85) 
90 
90; 
90) 
90; 


100; 
100; 


1 7 (310) 75) 
04 8 (200) 75) 


14 


79 


(180) 75] 


АЕ 62) 

SA, SC, In 
SA, SC, Jn 
SA, SC, Jn 


SA, SC, Jn 
Va 9) 
SH 9); P, 73) 


SA 30pF, Jn 
SA 90 pF 


PS 39) 
PS 39) 


Tí 4) 
Va ,Tf 


Transistoren 


10 іп 


Tsp Шыр м 
ImW mA 


2 13 
ьс Тез ГА 
У мн ес 


АҒ 105...АҒҮ 10 


АЕ 105, а 
АЕ 106 
АЕ 107 
АЕ 108 
АЕ 109 


АР 109 
АҒ 111 
АҒ 112 
АҒ 113 
AF 114 


АЕ 115 
АЕ 116 
AF 117 
AF 118 
AF 121 


АЕ 121 
AF 121 
АР 122 
АЕ 124 
АЕ 125 


АЕ 126 
АР 127 
АЕ 128 
АҒ 129 
АЕ 130 


АЕ 131 
АЕ 132 
АЕ 133 
АР 134 
АЕ 135 


АЕ 136 
АҒ136Т 
АҒ137 
АҒ 137Т 
АЕ 138 


АЕ 139 
АЕ 178 
АЕ 180 
АЕ 181 
АЕ 185 


AF 187 
AF 188 
AF 189 
AF 190 
AF 193 


AF 200 
AF 201 
AF 202 
АҒ2025 
АЕ 239 


АЕ 239 5 
АР 240 
АЕ 279 
АР 280 
АЕҮ 10 


----4 +4--4- 


-4--- 


--- 44 44444 


Ж 
т 
т 
dt 
т 
т 
18 
т 
т 
Т: 
Т 
T 
T 
T 
Ж 
d 
AR 
T 
T 
' 


- 4444 ча 


Lb H 2 
Lm НУ 2 


Lm” УМ 1,5 


Lm”VM (1) 
Lm”HA (1) 


Ст HM 1 
Lm’H (1) 
Lm’ HA 1 
Lm’H (1) 
Ст" НА 1 


Стену 1,5 


РА ~~~ - 
= ёоо “5555 ве 


соо сосос genge соо 


о ошоо 
ми 


ооо окько 


роби» 


омы мм 


о 


о 


= zuwuWw шмммм HH Annan ол 
їл 


530. 
3010 
180 70 
70 
12 


10 


(63-1001 105 
>60 30 

150 37,5 
150 37,5 


150 37,5 
150 37,5 
>25 12 
50 30 
60 30 


75 30 
75 30 
35 30 
110 
100 


25-60 
50-150 
25-60 
50-150 


150 
150 
150 
150 


712 1 (22) 775) 


(25) (220) 75 
(30) (330) 90; 
(30) (330) 90; 
(25) (200) 75 


(20) (200) 90) 
(20) 75| 
(20) 75| 
(20) 751 
(20) 75 


(20) 75] 
(20) 751 
(20) 751 
70 751 
25 75) 


25 75] 
32 90; 
(20) 79 
(20) 751 
751 
751 
751 


(650) 90 


(780) 90) 
(650) 90) 
(780) 90) 
(550) 90) 
(330) 90) 


(30) 


14 |15 


1тах | Bemerkungen 


Тү; Ers: АЕ 137 
SH, Tf, Уа 

SH 9) 

SH 9) 

SH, Va 


Tf, SH 47), Va 


SH,Va; Ers: АЕ 124 


SH,Va; Ers: AF 125 
SH,Va; Ers: AF 126 
SH,Va; Ers: AF 127 
Va, SH 

SH; Ers: AF 200, 201 


Tf; ers. ОС 615 У 
ТІ; ers. ОС 615 М 


Tf; ers. OC 614; Tm 
Tm 

Tf; ers. AF 105; Tm 
T 


m 
Tf; ers. АЕ 105а 88) 


SH, ТҮ, Ма, # Со 
Уа,Т/ 


Уа 
Уа; Tf 0,4pF 


SH 
Tí, SH 47), Va 
SH, # Ма 47) 


13 


АЕҮ 11...А$Ү 57 Dioden und 


4 |5 |е Sr 
Fo (Aw Ip A Isp шыр 
[ma |у | НА У/- 
Сети Т Т t ї Ta 1 

AFY 11 GM Е Н 10 102 52 500 70 (30) (400) 901 5Н9) 
AFY 12 ОМ тън 1 (122 ао 30 10 (25) (220) 75 ЗН, ТҮ; ers. АЕ 106 
AFY 13 Gd Leni 6 20 10 60 50 (25) (50) 85 Tí 
АҒҮ 14 сент 6 2 во 150 250 20 (40) 75) Tí 
АҒҮ 15 бі Le H 0,5 6: 15 30-250 65 50 12 (13) 85; 7173) 4); ers. АЕ 101y 
АЕҮ 16 GM Lm HV 1,5 12 0, 50= 35 7 (20) (480) 75) 5Н,Уа,Т/ 
АҒҮ 18 GE D НМ10 101 = 180 100 (30) (500) 90) 5Н 9) 73) 
АҒҮ 19 G Lo sH 100 (2) 10 >30- 800 150 32 (350) 901 Уа9) 
AFY 25 Эр Ч ЖЫ: Е Е Ser те 62) 
АРУ 26 зъб ж 59 2,44 3 Ы СА . nei 
AFY 29 са Leni 6 20 во во 50 (25) (35) 85) ТЇ 
АҒҮ 34 GM 40) УО2 12. 510= . 20 (40) (3,56)90j SH: ers. ТУ 44 
АРУ 37 GM Lm VA 2 112 20 (32) (600) 901 SH 


AFY 39 GM Lm VA 3 100 30 (32) (500) 90) SH 
AFY4O-R GE Lmh (5) (15) 8 >10- 140 20 20 (700) 90) Уа; -К: 15У. 
t АРУ Ai СМ іт НУ 5 5 04 90= 75 10 (30) (650) 90) Ма0,17 pF 
Т АҒҮ 42 бі іт мо? 10 0,5 = 160 10 25 (650) 901 5Н 47) 
t АҒ210 б) Ке НО10 62277 150 100 30 .(35) 75) ТҮ; Ers: АРУ 14 
T AFZ 11 ба и НУ (1) 6 6 70 . 10 20 (140) 75] Мо1,1рҒ 
Т АҒ212 Gd ImH (1) 6 1 70 50 10 20 (180) 75) “а, Мо 
АС 0512 5 . LG 25А 15. . А 10А 50 . 150 GJ 
АС 1012 5 - LG 25А 1,25. . . 10А 100 150 с! 
bis bis 
AG 6012 5 © КОЗА. 125: ~ e 10А 600 . 150 С) 
t А1710 Gi мг HOA 6 2 90 500 ТА (60) (40) 75) ТГ 
О АМ 005 5 Сп 200 0,9 20пА 50 . 250 50 . 150 Py 
О АМ 015 5 Сп 200 0,9 50nA 150 . 250 150 150 Ру 
. APY 10 . . . . - e А . . . s. Fotohalbl. 
АРҮ 11 . . . 5 5 ә . 4 e , . s. Fotohalbl. 


АК 16 . 300 50 л 
Би 

АВ 24 e - 300 1000 . л 
ARA 25 Р . 15000= 10УУ . АА 


АВА 46 Р А . AA 
А$Ү 12 (12)20 75} 1073) 
А$Ү 13 (12) 20 75) 1873) 
А$Ү 14-1/-3 (10) 10 = 110 751 1073) 
А$Ү 24,В 0,552 100 85) ТГ 


А5Ү 26 125 794 Уа 10), Tf, SH, Со 
АЅҮ 27 125 75) Уа 10), Tí, SH, Со 
АЅҮ 28 = 125 75) Уа; kpl: ASY 26, ТҰ 
А5Ү 29 50-150- 125 794 Уа; kpl: ASY 27, ТГ 
А5Ү 30 100 150 794 Tí 


А5Ү 31 >30- 125 ) 751 Уа 

А5Ү 32 >50= 125 75) Уа 

А5Ү 48 (>30) 600 б 75) 5Н;73) егз.ТҒ66/60 
А5Ү 49 30-125 = 150 . 75) SA 

А$Ү 50 15-80 200 751 ЅА, п 


А5У 52 >30= 4 75] 5А 

ASY 53 75} ЗА; kpl: ASY 50 
ASY 54 75) 

А5Ү 55 751 

ASY 56 я 79 

ASY 57 30-80- 200 . (3,7) 79 


===> о O 


==444 
°з 
о дооли Vun 
annwu мож 
ч 


Su №. 


о т а а tal bai а ei bi ei ii 
GK ч 


344444 77777 
сс с ссс ооо 


SANND- 


14 


T’ransistoren ASY 58...AYY 10 
7 в |9 по n h2 h3 Па 115 


Ur | Isp Us,/B N Imax [Umos Іһох| Bemerkungen 
v |нА|/- mW jma У (с 


40-100= 200 '. (7) 79 
у (12) 75) 
я 75] 
20-100= 100. у 75} SA; kpl: ASY 54 
>25= 10 . 8 75} SA: kpl: ASY 55 


30-150= 800 (1,5) 85) SH 73) 
115 (>4) 85) Va. ОС 139 
(>6) 85] Уа =. ОС 140 
(> 10)85] Va ОС 141 
(0,3) 85) Va 10) 


(0,3) 85) Va 10) 

(0,7) Va 10) 

2 85) Со 10) = SFT 243 
Tí; Ers: ASY 30 
Va;Ers:ASY31 


Va;Ers:ASY32 

Ма ~ ОС28, Ат, Со 
Уа ~ ОС29, Со 

Уа ~ ОС35, Со 

Уа = ОСЗ6, Со 


-- 444 4444 


474 44447 


ТҮ; Ers: ASY 24 


ASZ 1015 20тА 20-55 2077 | Тт9) 
А52 1016 і 20тА 45-130 2077 d 

А$7 1017 і 20тА 25-75 20W 

А52 1018 і 20тА 30-110 2077 60 

АТ /5 11 А 5 57 ТЭМ 120 100 24 


АТ/5 12 А 5. ~ 120 100 18 

ATZ 10 (2 50 2,1 15 25 (35) 4из 

АЦ 101 10mA 14-50= . 10A (120) (0,4) 
AU 102 ' 10тА >8 10А (40) (0,4) 
AU 103 1 10тА >16 OW 10А 155 (20) 


АЧ 105 і і 500 50-200 = 27,5УУ 10А (130) (5) 

АЧҮ 10 2тА > 40= 6УУ 700 60 (120) 75) 

AUY 17 . 5 . 3 

АЧҮ 18 150 20-100= 11\/ ВА 45 (0,35) 100) 

АЧҮ 19 150 20-100=30W ЗА (64) 11к 90) 5Н9)73)Р 


АЧҮ 20 150 20-100=30W ЗА (80) 11к 90; 5Н9) 73) Р 
AUY 21 3mA12,5-600=30W 10А (65) 02 100; SH 9) 73) P 
AUY 22 3mA12, 5-60= 30W ВА (80) 02 100] SH 9)73) Р 
AUY 27 , ` e А қ Ё . . А 62) 

AUY 28 i 50 33= 30w 6A (90) 10us 90; Т/9) 


АЧҮ 29 | 1mA20-100= 30W 15A (50) (0,3) 100) SH 9) 73; P 
AUY 30 г : қ 4sw 10 (100). dk. SC 
AUY 31 і Së: 45 6 (60) 

AUY 32 і e, A 45W ЗА (80) 

AUY 33 i ; : 4SW ЗА (60) 


AUY 34 i 150 12,5-60=30W ЗА 80 (0,35) 90) 
AUZ 11,0 Gd 20 60- éW 1А (50) (23) 75] 
AYY 10/120 G 57 120 5 ЗВА 9502. 75 


T 
T 
T 
Т 
т 
Т 
T 
! 

! 

т 
т 
T 
T 
T 
d 
14 
1и 
T 
T 
т 
Р 
' 

! 

! 

! 


ЕЕ] 


В 10А...ВА 163 Dioden und 


з (14 |15 


У мн: | 
B 10 A-A са Зу ‚ 28450. e ЧАЈ 
Би bis 
B 34 B-B À А ЧЕ: Е AAA 1200 . A 
В40С... : 2 34 : 2 : 411856) 62) 
В 80 С... Е 5 28 R : = > 421056) 62) 


B-177 і e - 150 . | Bx 
В-178 | ' = 5 Вх 
В-179 і . . і Вх 
B-1013 5 

В-1013 А 


В-1013 В 

В-1017 4212» 

В-1274 і . . 50-120 = 60W 
B-1274 А і . .  50-120= 60W 
В-1274 В i . .  50-120= 60W 


В 5000 e 30-250 = 25W | Вх 4) 73) 

ВА 100 Ма 

ВА 101 | А Tf 10. .35рЕ 
ВА 102 1 . . 9 Va 20..45рЕ 
ВА 103 . SH<260pF 


BA 104 . | 5Н <20рҒ 

ВА 105 . SH<10pF 

BA 108 . | SH<35pF 

BA 109 1 e А . 8 Va 20..45рЕ 

ВА 110,-С A . 10,8/12рЕ, -G: 23) 


ВА 111 . У )п,Вг45. .65рЕ 
ВА 112 JIn,Br80/120pF 
BA 113 e А Jn, 1300-1500 рғ 
ВА 117 1 SH: auch 70) 

ВА 119 SH 45...65 pF 


BA 120 А SH 8...12 pF 
BA 121 . T18...12 pF 
BA 123 : 5 ў Jn 1,6-2,4 nF 
BA 124 қ TI 45-65 pF 
BA 125 : | Те 30-50 pF 


ВА 127 . SH 

BA 131 SH bn 

BA 132 SH rt 

BA 133 SH 10 pF 

BA 136 | SH 0,9 pF, Va 


BA 137 
BA 138 
BA 139 


| 
| 
KS Оло Ир |х Bemerkungen 


чооОоОч 54444 4аччч ооо о 


| $Н2... 12,5 pF 
ВА 140 | SH 2...19,5 pF 
ВА 141 10:37) 2,2...12pF 


BA 142 . . Jn 37) 2,2 ... 20 pF 
ВА 143U,V . . Jn < 2рЕ 

ВА 145 . Е Уа 4 pF 

ВА 147, J.. . . | Tf,-/50:50V usw. 
BA 148 . Va 4 pF 


BA 149 0,550 50 [500] 150) Т/4,5-6,5 pF 
BA 150 0,250 25 [100] 150) Т/45-65 pF; Уа 
BA 161 2 . e 0,50 30 145С. Jn 2...12 pF 
BA 162 . . . 10 30 1,456 In 2,2...16 pF 
BA 163 А . 1,50 14. . Jn 10...260 pF 


лоооо ou-a- 


1 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Trransistoren ВА 170... ВАХ 66 
(5 |4 514 |у в Io 


| | 
шы А к (Че Бр из |В ім fo ок Bemerkungen 
|v IuAalV/- ти MHz |9С 
Ss ‚еМ 

О ВА170 КТ в0 er? (300 150 20 “250пз 150j Іп; ers. 5 587 
О ВА173 с: sH 100 Н 0,25 300 250 100 300 500пз 150} Т(2,5 pF 
р ВА 174-177 54 51 e . 7 г А Tí 62). 1 N 5154 
О. ВА 182 5Р 5ї Vs 100 1,2 0,1 20 . 100 35 60 Уа 0,ВрЕ 
d ВА 410 5] ск K . e 1пА 20 . . 30 [220] 75 ТК1ОрҒ--С10 
р, BAW 21 5 Су 48) 150 1 0,1 70 200 100 75 . 150) Jn 
О» ВАМ 28 SP СЕ зт 50 0,9 0,2 30 500 400 50 éns 150] Е4 2,5 pF 
Di ВАМ 29 SP Со ГМ 10 0,55 0,05 1 100 В . [890] 125j Fd 84) 0,85 pF 
бо ВАХ 11 БЭЛ В а: ЈЕ. 24. „ TAY 
00 ВАХ 12 Sd ВА Us 200 1 01 90 500 400 90 600: 200) Ма 78) 35 pF 
Со ВАХ 13 Sd Сі sX 10 1 0,0525 Р 75 25 Ans 200 Va < ЗрЕ 
СО ВАХ 16 Sd Сі U 200 1,9 0,1 100 . 200 150 7005 200) Ма < 10 pF 
СО ВАХ20 SP BAU 100 1 100 35 440 200 25 100ns 200; Tf6pF 

СО ВАХ 21 SP BAU 100 1 100 75 440 200 50 100ns 200; ТГ6рЕ 

D ВАХ 22 SP BA U 100 1 100 125 440 200 100 100ns 200] Tf&pF 

D ВАХ 25 5 Ср sV >20 1 <5ПА 3 120 50 15 Dënn 100} Т(85)0,6рЕ 
ГО ВАХ 26 5 Ср sV >50 1 10nA 3 120 100 40 Dënn 100) ТГ85) 1рЕ 

[О ВАХ 27 5 Ср av 2300 1 40nA 10 120 500 40 ins 100) Tf85)4pF 

ФО ВАХ 28 SP ітз 200 1 01 25 250 75 25 áns 175} SH 12) 21)92) <4р 
0D ВАХ 30 SP Lms 200 1 0,1 25 250 75 25 6п: 175) SH 13) 21)93)<4р 
[О ВАХ 32 5Р Суз . e 5 3 В 5А 400 . . Еа 77) 62) 
ID BAX 33 SP 16) DP 10 1 01 20 150 115 20 205 150 Е42рЕ 

ID BAX 34 SP 16) DP 10 1 0,1 20 250 115 20 206 150 Е42рЕ23) 
ID ВАХ 35 SP 16) ОР 10 1 0,1 20 250 115 20 jn 150 #82 рЕ 23) 
ID ВАХ 36 5Р 16) ОР 50 1 0,1 50 250 150 50 5005 150 Е4 5рЕ 

!О ВАХ 37 5Р 16) ОР 50 4" 01 50 250 150 50 50ns 150 Е4 5 рЕ 23) 

О ВАХ 38 5Р 16) ОР 50 1 0,1 50 250 150 50 5005 150 Е4 5 рЕ 23) 

О ВАХ 39 SP 16) DQ 10 1 0,1 20 250 115 20 25 150 [92 рғ 

О ВАХ 40 SP 16) Оа 10 1 01 20 250 115 20 1205 150 Е42рЕ23) 

О ВАХ 41 SP 16) Па 10 1 0,1 20 250 115 20 208 150 Fd2pF23) 

О ВАХ 42 SP 16) Пе 50 1 01 50 250 150 50 50ns 150 Е4 5рЕ 

О ВАХ 43 5Р 16) ра 50 1 0,1 50 250 150 50 5005 150 Е4 5 рЕ 23) 

О ВАХ 44 SP 16) DQ 50 1 0450 250 150 50 $0пз 150 29 5 рЕ23) 

О ВАХ 45 sp Ц ХР 100 1 04. - . 60 1008 . Fd 21) 

D BAX 46 SP Lm PX 10 1 01. . . 60 10" . Fd 21) 

О ВАХ 47 SP и QX100 1 0,1 60 1008 . Ед 21) 
"ID ВАХ 48 SP іт ОХ100 1 0,1 60 1008 . Fd 21) 

О ВАХ 49 SP Li’? НХ 10 1 01 60 10°; . Fd 21) 

О ВАХ 50 SP Li’ НХ 100 1 0,1 60 10 . ға21) 

О ВАХ51 SP 1” HX 100 1 0,1 60 10 . Ед 21) 

О ВАХ 52 SP Li за 100 1 0, 60 1003 . ға 

О ВАХ53 SP Lm sQ 100 1 0,1 . . 60 1005 . Е4 

О ВАХ 54 SP Li X@100 1 01 . . 60 1005 . Fd 3 pF 

D ВАХ 55 SP іт хе'/100 1 01 . . 60 1008 . Fd 3 pF 

О ВАХ 56 SP Ы HS 100 1 0, . . 60 205 . Fd 92) 3 pF 

О ВАХ57 SP Li НХ 100 1 0,1 60 Ins . Е4 93) 3 pF 

О ВАХ 58 SP Ы НХ 100 1:04 60 2п5 . Ед 92) ЗрЕ 

Ор ВАХ59 SP U НХ 100 1 0,1 60 Ins г Fd 93) 3 pF 

О ВАХ 60 SP Li нх 100 1 0,1 60 2п3 . Fd 92) 3 pF 

О ВАХ 61 SP Li HX 100 1 04. . . 60 Ins . Fd 93) 3 pF 

О ВАХ 62 5Р іт НХ 100 1 04. e ә 60 25 Я Ед 92) ЗрЕ 

О ВАХ 63 SP Lm HX 100 1 0,1 А 60 203 . Fd 93) 3 pF 

D BAX 64 SP Li’? НХ 100 1 01 60 Ins . Fd 93) 3 pF 

D BAX 65 SP Li? НХ 100 1 0,1 60 205 . Fd 92) ЗрЕ 

О ВАХ 66 Яна Өл 203 Fd 93) 3 pF 


ВАХ 67...ВАҮ 77 Dioden und 


112 з 14 Is [6 | по 
К Тур Ab Fo Ах [+ шыр м 
| | | ima МОвА МА ту 
D 'ВАХ 67 sp "Ur HN 100 
ВАХ 68 Li HX 100 
BAX 69 Li’ HX 100 
BAX 70 Li HX 100 
ВАХ 71 Li” HX 100 


BAX 72 Li’ HX 100 
BAX 73 Li’ HX 100 . 
ВАХ 74 5: 10пз 1251 SH < 4 pF 
ВАХ 78 . 20ns 190] Ма < 1,6 рЕ 
ВАХ 81 . . . . Ins . Тх 62) 


ВАХ 82 ы. ове D SE - 3 . Тх62) 

ВАУ 14 1 . 150] ТЕЗ) 

ВАҮ 15 і . 150} ТЕЗ) 

BAY 16 . . 150} Tf 3) 

BAY 17 150j Jn, Co 1,2 pF 


BAY 18 1 150) іп, Со 1,2 рЕ 

ВАҮ 19 150) In, Со 1,2 pF 

ВАТ 20 И 150) In, Со 1,2 pF #5431 
BAY 21 4 1501 іп, Со 1,2 рЕ 

ВАУ 23 150) іп 


ВАҮ 24 Е 150j Ја 

BAY 25 . 150) In 

ВА\ 26 . 150) In 

ВАҮ 31 305 135) SA > 6рР,)п 
BAY 32 . 2,55 190 Уа; Era: ВАХ 16 


ВАҮ 33 - 250ns 190) Уа<15рҒ- ВАХ16 
BAY 34 A/P 5 4 e Jn 80...120 pF 

BAY 35 e қ я 100 In 100 pF; 44 рЕ/У:Р 
BAY 36 Ins 100 SA < 6рЕ 

ВАҮ 37 . Gem Ee: ai . . БА 62) 


ВАҮ 38 éns 1901 ТҮ, Ма 2рЕ, Jn 
ВАУ 39 1 . 16005 190, Уа = 7,5 pF 
ВАҮ 40 . e . . . . . . SA 62) 

BAY 41 50nA 20 = 15ns 150 SH < 5 рЕ 
BAY 42 50пА 30 . 15ns 150 SH < 5 рЕ 


ВАҮ 43 50пА 40 15ns 150 SH < БрЕ 
ВАХ 44 [1] 150, SH 10pF # Со 
ВАҮ 45 [1] 150] SH 5 pF # Со 
ВАТ 46 [1] 150, SH 4 pF # Со 
BAY 52 15ns 165) SA, п 


ВАХ 57 25. SH < 10рҒ75) 
ВАҮ 58 2008 5Н 75) < 20 рЕ 
ВАҮ 60 Ans 125 SH,Tf.^ 1144009, У 
ВАҮ 63 Ans 200) SH 

BAY 64 50: 150j Va 21) 2,5 pF 


BAY 66 30G 150) Va=M35BYY < 25р 
BAY 67 e 175) ТЕ< 1рь 

BAY 68 408 1751 ТГ < 10 рЕ 

ВАТ 69 ins 175) ТЕ < 10 pF 

BAY 70 . 1751 ТІ5рҒ 

BAY 71 . ins Fd 2 pF # Со 

BAY 72 0,7 0,1 125 2505 . Fd 5 pF 

BAY 73 0,75 5пА 125 . . Fd 8 pF 

BAY 74 07 0,1 50 205 . Fd 3 pF 

BAY 77 1 01 30 243 175) Tf12 pF 


| 2 з pa jis 
EPRA 
Imox |Umax| fo | Bemerkungen 
| | ЇтА У мн °С 
SAS $ Г. 760 "ans |. Fd 92)3 pF 
~ 2 2053 . 2993) ЗрЕ 
Е Ins Fd 92) 3 pF 
205  Р493)3 pF 
2: №492) ЗрЕ 


203 . Ға 93) 3 pF 
203 Ға 92) 3 рғ 


‚йэй: айй ый өйы 


ОЗЕ aan er 
зсоооо 


моосооо 
дэээ 
» 
> 
5 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
2 
› 
› 
, 
ә 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
d 
d 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


Transistoren BAY 78...BC 128 


1 [2 з а 5 6 7 |в 9 ho [п h2 Is [14 |5 
| ] ! | | 1 | 
К [ТУР АБ Бо Ам Ч: ‚sp Uecht м ‚max Про fa tmox | Bemerkungen 
| | | ima М |А МА aw та М МНЕ |°С 


bech -- | 1388 „4. += 
D "BAY 78 ФР Че a 50 1 500450 _ 200 100 50 "408 180 ТИ 


ВАХ79/СЗЕ SP ВЕКУ. и 5-16 750 . =9 (»68С|175)Т(0,22-0,47 pF 
BAY79/F4F SP ВЕКУ. УГ: 750 . 224 [> 686] 175} Tf 0,47-1 pF 
ВАҮ79/Ғ46 SP ВЕКУ. әу 6 755 . 224 [> 1000] 1751 Tf > 0,47-1 pF 

ВАУ 82 SP Ме ns 10 0,9 0,1 15 e 50 15 Обпз . Р41,3рЕ 

ВАҮ 86 Sd Су 06100 1 0,430 250 100 30 Aus 175] ТҮ; егз. ОА 127/8 
ВАҮ 87 54 Су ОС 100 1 04 100 250 100 100 Aus 175} ТІ; ers. ОА 129/30 
ВАҮ 88 Sd Су UG 100 1 04 300 250 100 300 Aus 175} ТҮ; ers. ОА 131/32 
BAY 89 Sd Су ОС 100 1 0,1 500 250 100 500 jus 150; Tf; ers. BAY 14 
BAY 90 Sd Су 06100 1 0,1 800 250 100 800 jus 150] ТГ1,2 pF 

BAY 91 Sd Су 06100 1 0,1 1500 250 100 1500 148 150] ТГ1,2 pF 

BAY 92 Sd Су sH 100 1 1 600 230 100 600 350пз 150) Tf2,5 pF 

ВАҮ 93 SP Cz sH 10 1 0,1 10 370 75 20 10пз 175) Tf5pF 

ВАУ 94 SP BA sX 30 1 012 440 150 25 205 200 Т/82)- 1 N4154 
BAY 95 SP ВА sX 50 1 0,0550 440 150 50 403 200} 7182) = 1 N 4151 
BAY 96 58-61 КН IAO 9 5-3: 10W - 120 25G 175j Va 

BAY 97 SP: “Пу:ах 30” 1. Өл 25 200 100 25 Ans 1251 SH < 4рЕ 

ВАҮ 98 SP Су sU 150 1 0,2 150 250 115 150 50пз 2001 SH < 4рЕ 

ВАҮ 99 SP Су sU 50 1 0,0830 250 50 40 50ғ: 200) SH < 6рЕ 
BB11A,B SU Li" 50 2A 2 12 09 0,8-3,210 20 (10) 125 Со 10) 81) 

ВВ 103 5р су МК 0301. . - 4 100 30 |100) 125 ЗН 4) 27/33 pF # Co 
ВВ 104 SP: 8: КР 039. ams: i ў 100 30 [100] 100 SH, Ма 4) 21) 34/42 РЕ 
ВВ 105А SP Su К <10 . 01 28 0,60 28 [790] 60} SH, Уа; 2,3/11 pF, Tf 
ВВ 1058 SP Su К ei. 0,1 28 : 0,70 28 [860] 60| SH, Va; 2/11,5 рЕ, ТГ 
ВВ 1056 SP Su К «10. 0128 5 0,90 28 [470] 60} 5Н,Уа;1,8/11 et" 
ВВ 107 $ а Кра 28-22 44 ? . 28 М] . 5Н21)14-300 pF 62 
ВВ 109 S Cv КР И да * 28 [10] . 5Н21)0,3-32 рғ 62) 
вву 10 SP Сок. . 0,0525 400 250 30 [1] 150 Е4 6,8 рЕ + 20% 
ыз ыз 

ВВҮ 15 Sp сок. . 0,0525 400 250 30 [1] 150 Ед 47 рЕ + 20% 


BC 107 Sp U гм (2) ( 
ВС 107 А SP U гм 2 
BC17B SP U гм 2 
BC 108 Sp U N 001 0 
ВС108А SP U N2 5 


5 
5 
5 
ВС 108 в SP U N2 5 О,2пА 240-500 300 100 20 (300) 175; In, SH 
BC 108 C ӨР: ШЫ ты? 5 0,2пА 450-900 300 100 20 (300) 175) 1п,5Н 
вс 109 SP U’ ты (2) 5 ТпА 240-900 260 100 (20) (300) 1751 SH, Va 73), Tf9), Со 
5 
5 


) 10пА 100-600 300 30 32 (150) 175; ТІ, Уа 9), 5Н, Со 
0,2nA 125-260 300 100 45 (300) 175) In, SH 
0,2лА 240-500 300 100 45 (300) 175) In, SH 

5 0,01 100= 260 100 20 (50) 175; SH, Ма, Tf9), Со 
0,2пА 125-260 300 100 20 (300) 175; In, SH 


ВС 109 В SPP U N2 Dina 240-500 300 100 20 (300) 175j Jn, SH 
ВС 109 с SP U rN 2 0,2nA 450-900 300 100 20 (300) 175; In, SH 


14444 44444 заза 34444 44444 о 000 00000 0000 00000 00000 0000 


вс 110 5Р 11 мио? 0,68 0,1 90= 300 50 80 (100) 175; SH 9), ТГ 
ВС 112 5Р 5: тМ 2 1 0,275 100-280= 50 50 20 (150) 125) Va 4) 73) Кх < 2 4В 
ВС 113 SP іт МО 1 10 0,2 350= 20 . 25 . 125j Fd 

BC 114 SP Lm’rN 1 10 0,2 350 20 . 235 . 125) Fd 

BC 115 SP Ци NT 10 10 0,5 200= 300 . 30 . 125; Fd 

BC 116 SP Li NT 10 10 0,1 100- 300 . 40 . 1251 Fd 

BC 117 SP Li’ NT 10 10 1nA50= 300 . 120 . 1251 Ға 

BC 118 SP т“ МО 10 10 0,5 80= 20 . 45 . 125] ға 

BC 121 SP Sy rN 0,25 0,5 0,01 50-400 90 50 5 (30) 125) SH 73) 
ВС 122 SP бу ПМ 0,25 0,5 0,01 50-400 90 50 20 (30) 1251 5Н 73) 
ВС 123 SP Sy ПМ 0,25 0,5 0,01 50-250 90 50 30 (30) 125; SH 73) 
ВС 125 SP Li’ NT 10 10 0,05 > 25= 30 . 30 . 1251 Fd 41) 
BC 126 5Р Li’ NT 10 10 0,05 > 25= 300 600 30 . 125) ға) 
ВС127 SP Sy гм 1 1 0,02> 125= 75 . 20 . 125] Fd 

BC 128 0,1 300- 4 
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ВС 129...ВС 252А Dioden und 
| з ја js le 7 в 9 | 


m 12 13 


(АБ |Fo |AwIr (е шыр In Ba Hans) нөх Bemerkungen 
| [| | ima |v |нАУ/- ту та У Мн: 9С 
Bl == = 
Cem sp 0 мз 5 тад 125500 135 100 45 (300) 129) 1(73) 47) = ВС 107 
Т BC130 SP U N2 5 nA 125-500 135 100 20 (300) 125) 1/73) 47) = ВС 108 
т BC131 SP U oi 5 ТпА 240-900 135 100 20 (300) 125j T173)47) ВС1 
Т BC140,C,D SP Le NA 150 1 100 40-300= 3W ЛА (80) (60) 200] ( 
т вс! SP (о Ns 150 1 0,01 40-300= 2500 1000 60 (60) 175) SH 73) P 
т вс 146 SP <5м Ма 02 0,75. 220 50 50 20 (150) 125] Уа 
т ВС 147 SP Sz NT2 5 0,2 125-500 220 100 45 (300) 125) SH 73), Tf, Ма 
т вс 148 SP Sz NT2 5 02 125.900 220 100 20 (300) 125) SH 73), ТІ, Ма 
т ВС 149 SP Sz NT2 5 02 140.900 220 100 20 (300) 125] SH 73), ТІ, Ма 
Т ВС 153 SP L? МАТ 5 O5nA130= 50 . 40 (120) 125) Fd 
Т ВС 154 SP Li 5 О,5пА 330= 500 . 40 (120) 125] Fd 
Т вс 155 SP Sx NAOS 1 0,1 85-900 50 50 5 (50) 125) Т/4) 
Т ВС 156 SP Sx NAOS 1 0,1 85-900 50 50 5 (50) 125 "A 
Т ВС 157 SP Sz NT2 5 2 50-500 220 100 45 (200) 125) 5Н73), ТІ, Уа 
Т ВС 158 SP Sz NT2 5 2 50500 220 100 20 (200) 125) SH 73). ТІ, Уа 
т ВС159 SP Sz NT2 5 2 200-500 220 100 20 (200) 125] SH 73), ТІ, Уа 
т вс 167 SP Sw NT2 5 0,2 125-500 180 100 45 (300) 125) SH 73), ТГ96) 
т BC168 SP Sw NT2 5 02 125-900 180 100 20 (300) 125) SH 73), Tf 96) 
Т вс 169 SP Sw NT2 5 0,2 240-900 180 100 20 (300) 125) SH 73), Ti 96) 
T ВСПОА SP Sw МИТО 1 0,1 35-100 200 100 20 . 125] Jn 
BC170B SP Sw МО1 1 0,1 80-250- 200 100 20 . 125j In 
ВСПОС SP Sw NU1 1 0,1 200-600 200 100 20 . 125] In 
BC171A SP Sw rN 2 5 02nA125-260 300 100 45 (300) 175j Ја ~ BC 107 A 
BC171B SP Sw rN 2 5 Ginn 240-500 300 100 45 (300) 175j т- ВС 107 В 
ВС 172А SP Sw rN 2 5 02пА 125-260 300 100 20 (300) 1751 Јп ~ BC 108 А 
ВС1728 SP Sw rN 2 5 0,2nA 240-500 300 100 20 (300) 1751 ов B 
ВС172С SP Sw rN 2 5 02пА 450-900 300 100 20 (300) 175] 08 С 
ВС 173В SP Sw гч 2 5 020А 240-500 300 100 20 (300) 175) 09 В 
ВС 1730 SP Sw г 2 5 Gina 450-900 300 100 20 (300) 175) 09 С 
ВС174А SP Sw U 2 5 02пА 125-260 200 100 64 (200) 125) 
ВС174В SP Sw U 2 5 0,2пА240-500 200 100 64 (200) 125] In 
ВС 177 SP U мт2 5 2 50-500 300 100 45 (200) 175) SH 73), ТІ, Уа # С 
ВС 178 SP Ш NT2 5 2 50500 300 100 20 (200) 175) 5Н 73), ТІ, Уа # СФ 
ВС 179 SP U NT2 5 2 240-500 300 100 20 (200) 1751 SH 73), ТІ, Ма Ce 


J444 4144444 44444 44444 44444 ч. 


вс 181 $ Sw ОА. 120. 260= . 100 25 (150). Тх 

ВС181 А 5 Sw ОА. . >100- . 100 25 (150) Tx 

BC 182 SP Sw rNT2 5 15пА ‚125-500 300 100 50 (150) (150) Тх 

BC 183 SP Sw ГМТ? 5 15пА 125-900 300 100 30 (150) [150] Tx 

ВС 184 SP Sw rNT2 5 15пА 240-900 300 100 30 (150) [150] Tx 

ВС 192 SP Sw NU 50 5 0,1 60-180= 200 500 25 (100) 125] In; Кр: ВЕ1708 
ВС201 SP Sz ГМ 0,25 0,5 2пА 40-630 260 50 5 (100) 125] SH оп 73) 4) 

ВС 202 SP Sz rN 0,25 0,5 2пА 40-630 260 50 20 (100) 1251 $НЫ 73) 4) 

BC 203 SP Sz ПМ 0,25 0,5 2пА 40-400 260 50 30 (100) 125) SH gr 73) 4) 

BC 212 5 Sw ПМ 2 5 >60- . 100 30 (200). Тх 

BC 213 5 Sw М2 5 >80= . 100 30 (200). Тх 

ВС 214 5 Sw rN 2 5 2140- . 100 50 (200) Тх 

BC 237 SP Sei МТ 2 5 125-500 220 100 45 (300) 125] ТІ # ВС 167 96) 
ВС 238 SP Se МТ 2 5 125-900 220 100 20 (300) 125) Te ВС 168 96) 
ВС 239 SP бо МТ 2 5 240-900 220 100 20 (300) 125) ТІ # ВС 169 96) 
BC 250 A SP Se О 1 1 ол 35-100= 200 100 20 . 125; Jn 

ВС 250 В SP Se 0 1 1 0,1 80-250- 200 100 20 . 125) іп 

ВС 250 С SP ~ 0 1 1 0,1 200-600- 200 100 20 . 125; іп 

ВС251А SP 50 2 5 0,05 125-260 200 100 45 . 125] Jn 

BC251B U 2 5 0,05 240-500 200 . 

ВС 252 А 9:2. 5 0,05 125-260 200 
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Transistoren 


BC 252 В...ВСҮ 580 


|7 ів | 10 15 
Ur |Isp шыр ім Bemerkungen 
| |тА |У |нАУ/- _ (ew 

Т ЇВС252В ep 54 О 2 75 10,05 240-500 200 4 j Ја 
Т BC253 A SP Sw гм 2 5 0,05 125-260 200 100 20 . 1251 Ја 
Т ВС 253 в SP Sw N2 5 0,05 240-500 200 100 20 + 125) Јп 
т вС 257 SP Sw МТ 2 5 2пА 75-260- 220 100 45 (130) 125] SH 73) Kpl: ВС 167 
т ВС 258 SP Sw МТ 2 5 2пА 75-500 220 100 25 (130) 125) 5Н 73) Кр!: ВС 168 
т ВС 259 SP Sw МТ 2 5 2пА 125-500- 220 100 20 (130) 125) SH 73) Kpl: ВС 169 
T ВС 261 A P LUH 2 5 0,05 125-260 300 100 45 4 1751 Jn 9) 
T BC261B Р Lu 2 5 0,05 240-500 300 100 45 e 175) Jn 9) 
T ВС262А 5. М U2 5 0,05 125-260 300 100 20 4 175) 109) 
Т 8С2628 ӨР Ц 92 5 0,05 240-500 300 100 20 . 175) 119) 
Т 8С263А SP LU N2 5 „05 125-260 300 100 20 . 175) 189) 
Т BC263B Sp U гм 2 5 0,05 240-500 300 100 20 . 175) 189) 
Т ВС 1073 са М N 5A a 4 20-60= 60W 10А 40 4 110) Вх 
Т ВС103А Gd Мі N A . . 10А 80 . 110) Вх 
T 8С10738 Gd Mi N БА 10A 120 . 1191 Bx 
Т ВС 1274 Са Mi N 5A & .  50-120= 60Х/ 10А 40 . 110) Вж 
Т ВС1274А Са Mi N 5А е Р 50-120= 60W 10А 80 . 110} Вх 
Т 8С12748 Gd Mi N 5A . . 50-120= 60% 10А 120 . 110) Вх 
t ВСҮ10 5 Кр №! 10 6 0,0240 260 250 32 (1,5) 150; Уа 
Юю ВСҮ11 5 Кр Nt 10 6 0,0240 260 250 60 (1,5) 150; Ма 
t ВСУ 12 5 Кр № 10 6 0,0240 260 250 32 (2) 1501 Ма 
t ВСҮ 13 Sd Lb s 10 1 10 >10= 450 200 60 0,4 150) 5Н9)Егз:ВҒҮ12 
t ВСУ 14 Sd Lb st 10 1 10 > 10 450 200 100 0,4 150) 5Н9)Егз:ВҒҮ13 
' ВСУ 15 Sd Lb st 10 1 10 >10= 450 300 60 0,4 1501 5Н9)Егз:ВҒҮ14 
t ВСУ 16 Sd Lb st 10 1 10 >10- 450 300: 100 0,4 150) 5Н9)Егъ: В5У18 
Т ВСҮ 17 5 Lr Nt 1 6 0,1 20-50 300 50 30 12 1501 SH, Та 
Т ВСҮ18 5 Lr Nt 1 é 0,1 40-100 300 50 30 2 150) SH 
T BCY19 5 іг Ni 1 é 0,1 20-50 300 50 50 08 150; SH 
T BCY20 5 Lr Ni t 6 01 10-25 300 50 100 0,5 150, 5Н 
Т 8СҮ27 5 іг Hi" 6 ТпА 15-60 230 50 (30) 1 150) SH 
Т ВСҮ 28 5 Lr Nt 1 6 ТпА 25-80 230 50 (30) 1,5 150) SH 
Т всу29 5 Lr Ni 1 6 18А 10-40 230 50 60 0,5 150} SH, Та 
t ВСУ 30 5 U N 1 6 ТПА 15-35 225 50 64 (1,2) 150 Va 
t BCY31 5 Li Nt 1 6 ТпА 25-60 225 50 64 (1,7) 159) Уа 
} ВСУ 32 5 Li ма 6 ТпА 35-80 225 50 64 (2,5) 150; Уа 
t ВСУ 33 5 Li N 1 6 1пА 15-35 225 50 32 (1,8) 150] Уа 
1 ВСУ 34 5 Li ма 6 ТпА 25-60 225 50 32 (2,4 150; Уа 
t BCY38 5 и м зо 2 01 20= 350 250 32 (1,5) 150) Va 10) 
t ВСУ 39 5 и м 30 2 01 30= 350 250 64 (1,5) 150; Ма 10) 
t ВСУ 40 5 и м 30 2 01 45 350 250 32 (2,5) 150| Ма10) 
Т всу 50 SP атм 1 5 бпА 60-300= 260 100 (4) . 175) SA 9), In 80) 
Т ВСУ 501 SP тм 1 5 БпА 60-300-- 217 100 (4) . 1751 ЗА 47) 
Т ВСУ 50r SP (т ПМ 0,1 1,5 БпА 60-300 100 (4) e 175) SA 9) 
Т всу 51 SP тм 1 5 0,05 60-300= 100 (25) . 175] ЅА 9), Јп 
Т ВСУ 511 SP тм 1 5 0,05 60-300= 217 100 (25) . 1751 SA 47) 
Т ВСУ 51г SP іт ПМ 0,1 1,5 0,05 60-300-- 260 100 (25) . 175) 5А 9) 
t ВСУ 54 ба и М 10 6 2,5 20-120 350 250 50 (2) 150} Уа 
Т ВСУ 55 SP Lm АА 1 5 0,01 150-600 300 30 45 (50) 175) Va 37) 47) 79) 
Т ВСУ 56 SP U N2 5 0,1 100-450= 300 100 45 (85) 175) Ма; Rz: 1,5 dB 
Т всу 57 SP и N2 5 0,1 200-800-- 300 100 20 (100) 175) Уа; Вх: 1,5 dB 
T ВСУ58 ЭР Ш rN2 5 0,01125-700 1W 200 32 (300) 200] 5Н 73), Уа 
Т ВСУ5ВА SP Ш N2 5 0,2пА 125-250 390 200 32 (300) 200; In 
Т ВСҮ58В SP U гм 2 5 0,2nA 175-350 390 200 32 (300) 200] Jn 
Т ВСҮ58С SP U гм 2 5 О,2пА 250-500 390 32 (300) 200) 
Т всу 580 LI H 5 0,2пА 350-700 390 (300) 200; 
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ВСҮ 59...BDY 38 
12 
K |Р 


із | 


4 


15 


Lat |Fo re 


тА 


|7 je 10 


12 
U; | [шы | м 


n 


Inox |Чтох 


эз | 
[fo 
[MHz 


Bees бр” 
ВСҮ59 А SP 
ВСҮ59В SP 
ВСҮ59 С Sp 
ВСҮ590 Sp 


ВСҮ 65.. 5Р 
ВСҮ 66 sp 
BCY 70 
ВСУ 71 
ВСУ 72 


ВСУ 78 
ВСУ 79 
ВСУ 87 
ВСУ 88 
ВСУ 89 


ВСУ 90 
ВСУ 91 
ВСУ 92 
ВСУ 93 
ВСУ 94 


ВСУ 95 
ВСУ 96 
ВСУ 97 
BCZ 10 
BCZ 11 


BCZ 12 

BCZ 13,14 5 
ВО 106 А SP 
ВО 106 В SP 
ВО 107 А SP 


ВО 107 В SP 
ВО 109 
BD 111 
BD 112 
BD 113 


BD 115 
BD 129 
BD 130 
BD 710 
BDY 10 


BDY 11 

BDY 12,В,С SP 
BDY 13,B,C SP 
BDY 15А SP 
BDY 15B SP 


BDY 15 С SP 
BDY 16 А SP 
BDY 16B SP 
BDY 17 
BDY 18 


BDY 19 
BOY 20 
BDY 23... 
BDY 34 
BDY 38 


ачаа 44444 494494 54444 


! 
! 
Л 
Т 
Т 
T 
T 
T 
Т 
T 
T 
T 
D 
T 
T 
т 
d 
т 
т 
ТЕ 
1 
E 
т 
т 
T 
T 
T 
т 
т. 


22 


ты? 


54 NL 2A 


Mi 


А. 2А 


У |ЏАЈМ/- mw 
le 

75 70,01 125-7001 1УУ 
0,2nA 125-250 390 
0,2пА 175-350 390 
0,2пА 250-500 390 
0,2пА 350-700 390 


0,7) 0,2nA 225-540 1W 
0,2пА 290= 1W 
0,01 >50= 1W 
0,01 > 100 = 1W 
0,01 >50= 1W 


2пА 125-500 300 
2пА 125-500 300 
(10) 5nA 100-450 = 150 
(10) 0,02 100-450= 150 
(10) 0,01 100-450= 150 


15 10-35 250 
15 25-60 250 
15 40-100 250 
15 10-35 250 
15 25-60 250 


15 40-100 250 
15 10-35 250 
15 25-60 250 
1nA 25 210 
0,4 35= 210 


0,01 15 210 

10 15-40 

0,5 50-150= 11,5W 2,5A 36 
0,5 100-300= 11,5W 2,5А 36 
0,5 50-150= 11,5W 2,5A 64 


0,5 100-300= 11,5W 2,5A 64 
0,01 30-300= 18,5W ЗА (60) 
10УУ 10А 60 

20УУ 60 

10W 10А 60 
220 


6УУ 150 
16УУ 150 350 
100W 15А 60 


77100145 
00 45 


5 ununu 


ии ===> 


мм ююмре потом ооо оо 


“а 
oo 


500 20-70= 
5тА . 
10 10-50= 75УУ 


4,5 10-50= 75W 
10nA 30-150 = 15W 2А 40 
10nA 30-150 = 15W ЗА 60 
0,1 50-150= 11,5W 2,5A 36 

100-300= 11,5W 2,5A 36 


и 

1 200-600= 11,5W 2,5А 36 
1 50-150 11,5УУ 2,5А 64 
1 100-300= 11,5W 2,5А 64 
115УУ 10А 60 
115W 10А 70 


115W 10А 80 
117W 6А 100 
85ү . . 
30-300= 16W ЗА 45 
>30= 117W 6А 40 


~. WR л 


ЗА (50) 


ЗА 


(4) 
(4) 


(4) 
4 


10= 
10= 
10= 
> 40 


2 


0, 
0, 
0, 
2 
2 
2 
3 
0,1 
4 3 


Г (300) 200; 


(300) 
(300) 
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t 


mox 
о 


С 


200) 
200) 


(300) 200; 


(300) 


(300) 
(300) 
(250) 
(300) 
(200) 


(200) 
(200) 
(10) 
(10) 
(10) 


(25) 
(32) 
(40) 
(25) 
(32) 


(40) 
(25) 
(32) 
1 
1,5 


1 
(0,5) 
(100) 
(100) 
(100) 


(100) 
(50) 


(145) 
(10) 
(0,7) 


(1) 


(100) (1) 
(30) 


200) 


200; 
2001 
175) 
175} 
175) 


179) 
175] 
1751 
1751 
175] 


150; 
150) 
150) 
150) 
1751 
1751 
1751 


175) 
175) 
150) 
150] 
150) 


200; 
1751 
200, 


Dioden und 
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Bemerkungen 


"SH 73) Tf, Va | 


In 
Jn 
Jn 
Jn 


SH 9) 73)#2N2483 
SH 9) 
Ма 9) 
Ма 9) Кр!: ВСУ 56 
Ма 9) Кр!: ВСУ 66 


SH 73) 

SH 73), ТЕ 
Ма21)37) 
Ма21)37) 
Ма21)37) 


Та 9) 
Та 9) 
Тө 9) 


1100) СЕ 31) 62) 


1751 


1751 
1751 
1751 
175} 
1751 


1751 
1751 
1751 
2001 
200} 
200) 
200, 


125) 
200) 


Va9) 


Va9) 
SH 9) 73) 
SH 9) 73) 
10 9)Р 
In 9)Р 


18 9)Р 
In 9) Р 
In9)P 
Va 9) 
Ма 9) 


Уа 9) 
Уа 9) ~. 2 N 3055 


Transistoren BDY 39...BFW 30 


2 з ја |5 8 7 Юю іп h2 13 |4 15 
К Тур ‚Ab [Ро Aw КА IN ЈЕ [Umas fo таг | Bemerkungen 


ША У/- ТА МУ Ms fe 
wit er нау 


Т ВЕ 109 SM Li Hs (10) (10001 >20= (1,2W) 40 135 (80) 175) Уа9) 

Т ВЕ110 SM Li Hs 10 10 20пА>20= 600 30 90 (200) 175) 5Н 9), Tf 

Т ВЕ111 SP Lo Hs 60 20 200 >20= 3W 80 (200) (120) 175; 5Н 9) 

t BF114 SP Li sA 10 10 0,1 20= 565 40 135 (80) 175) Т/9)5Н 

T BF115 SP іт HM(1) (10)5 80 145 30 32 (190) 175j SH, Уа 47) # ТҮ, Со 
T BF117 SP Li sH 30 10 0,01 >25= 1270 100 140 (80) 1751 Jn9) 

T BF118 SP Li Hs 30 10 0,05>25= 2100 100 240 (120) 175] Jn9) 

Т ВЕ121 SP 5: HA 4 10 330 25 30 (350) 125) Jn 0,14 рЕ76) 

Т ВЕ 123 SP SSH 5 10. 2648 330 25 25 (550) 1251 Jn 0,23 рЕ 76) 

T BF125 SP 5: НА7 10. + > 330 25 25 (450) 125] 1п 0,23 рЕ76) 

Т BF127 SP Sz H 4 10 . 2648 330 25 30 (350) 125] In 0,14 pF 88) 76) 

t ВЕЗЗЇ SP U H 10 10. 100-400=300 100 25 (150) 1751 5А 73 =. ВРУ 39 

t BF133 SP LmH 10 10. >35= 300 100 20 (270) 175) SA, Ers: ВРУ 37 

t BF134 SP (тен 10 10 50050- 200 20 12 (900) 125} SA SE 3001 

T BF140,D SP Li Hs 10 10 2nA50 800 50 135 (100) 200) Со; -D: 150 V 

Т BF161 SP (т УМ 1,5 24 50nA70= 260 20 50 [800] 1751 Р49)0,27рЕ 

Т BF167 SP (т Н (4) (10). 55 130 25 (40) (330) 1751 Va 76), Tf, SH 47), In 
t ВЕ 168 SP іт H (7) 00). 240 25 (20) (550) 1751 Уа 76), Tf 

Т ВЕ173 SE іт He 7 10 90 200 25 (40) (550) 175) ТІ # SH 47), Ма, Jn 
Т ВЕ 174 SP Li Нол 10 Оля 62= ЗМ . 150 (40) 200; Ғ49)2,6 pF 

Т ВЕ 176 SP Sz Hs 10 10 65= 250 “2040: 2 1251 Fd 

Т ВЕ177 SP Li Hs 15 10 >20= 600 40 (75) (80) 1751 Уа, SH 1,5 рғ, ТГ 
Т ВЕ 178 SP Li Hs 30 20 . >20= 1700 50 (145) (80) 175) Уа, ЅН 1,3 рЕ, ТІ, Со 
Т ВЕ 179,А-С SP Li Hs 15 10. >20- 1700 50 (200) (120) 1751 Ма, SH 1,3 Ре, ТЕ, Со 
Т ВЕ 184 SP т’ НА 1 10 . 70-750 145 30 (30) (280) 175] ТҮ, ЅН 47), Va # Со 
Т ВЕ 185 SP Lm’rH 1 10 33-140 145 30 (30) (230) 175; ТҮ, ЅН 47), Va # Со 
Т BF186 SP Lo Hs 40 20 50 >20- 2750 60 190 (120) 200) Va 9) 

Т ВЕ 189 Sp Lm НА 1 10 0,5 65-330 167 30 30 (270) 175; Со 47) ~. ВЕ 115 

Т ВЕ 194 SP 5: Но (1) (10). 115= 160 30 (30) (300) 125) Уа 0,95 Ре; 5Н,Т/ 

Т ВЕ 195 SP 5: rHg(1) (10) 67= 160 30 (30) (220) 125) Ма 0,95 рЕ; 5Н,Т/ 
Т ВЕ 196 SP Sz H (4) (10) 80- 250 25 (40) (400) 125) Уа,Т!88) > ВЕ 167;96) 
T ВЕ 197 SP 5: Hs (7) (10). 90 200 25 (40) (550) 125) Уа, ТИ! ~. ВЕ 173; 96) 
Т ВЕ 198 SP Ser H (4) (10) [55] 130 (25) (40) (330) 125) Tf- ВЕ 167; 96) 

Т ВЕ 199 SP Sw Hs 7 10 90 200 25 (40) (550) 125) Tf ВЕ 173; 96) 

Т ВЕ 200 SP Lm’VA. . [56] 150 20 20 (650) 1751 Tf88), Уа 

Т ВЕ223 SE 5: Hs 5 10. 350 40 25 (850) 140; Tf 

Т ВЕ 224 SP Sw HU 7 10 10 88= 360 . 30 (850) [150] Tx 

Т ВЕ 225 SP Sw НУ 4 10 10 75- 30 . 40 (700) [150] Tx 88) 

т ВЕ232 SP Lm НА7 10 . >30- 270 30 25 (600) 175j SH 47) 

Т ВЕ 240 5 ен 1 10 10 255 25 40 (400) 125) Т(88)18--4,5-154 А 
Т ВЕ201 5 5%” НТ 10%:20: 7- 255 25 40 (400) 1251 Т'1)=8-28 А 

Е ВЕ 244 SP Se H 10 30. 5,5 360 7-11 (30) . [150] Tx 17) 73) А 

Е ВЕ 245 SP Sw 10 30. 5,5 360 7-11 [30] . [150] Tx 17) 73) А 

Е ВЕ246 SP Sw iH 10 25 2 %0 ч, [25] - [150] Тх 17) 73) A 

Е ВЕ 247 SP бә іН 10 25 . 25 360 . [25] . [150] Тх 17) 73) А 

Т ВЕ 254 SP 5 УИ. 17,14 133] 220 30 20 (260) 125] Уа, ТГ.^. ВЕ 184 

Т ВЕ 255 SP Sw VU 56 а», 1361 220 30 20 (200) 125) Ма, ТЕ. ВЕ 185 

Е ВЕУМ 10 Fi Lm’VM10 30 4-6,5 300 20 30 (200) 2001 Уа; А 47) 

Е ВЕУМ 11 Fi Lm”rA 10 30 3,5-6,5 300 20 30 (200) 200; Ма: А 47) 

F BFW12 Fj (теџ de BEE 7 : i Е . Ма; А 62) 

Т ВРУ 16 SP Lo МИ 150 5 1 >25- 1,5УУ 150 40 (1200)200) Уа 9) 83) 

Т ВЕУУ17 SP Lo HT 150 5 1 >25= 1,5УУ 150 40 (1200)200j Уа 9) 83) 

М ВЕУУ27 5  Lm”hs . +40 500 0,7 200 25 30 1501 ТҮ; С 

Т ВЕМ 30 SP іт” Ну 50 5 0,05 > 25= 250 50 20 (1600). Ма 47) 83) 
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BFW 53... ВЕХ 79 Dioden und 


|9 мо h2 h3 


14 |15 


7 ІР 
Ам u Ыы 


BA ЖИТ Unox А Їлах | Bemerkungen 
ША|М/- (МАЗ! у МН к= | 
ЫР "Адуу '10 150. да Ға, Кр!: ВЕХ 98 
Т BFW 44 SP Li HU. š 25W 10 150 . . Ед, Kpl: ВЕХ 98 
Т ВЕМ 46 SP [о ОН 250 5 100 10-150=7W 500 (36) (250) 200) Уа 9) 83) = 2 N 3924 
T ВЕМ 47 SP Lo HL 125 5 100 15-200=7W 350 40 (500) 200) Уа 9) 83) = 2 N 3553 
Е ВЕМ 61 Fi м“ 10 25 2-6,5 300 20 25 [10] 200) Уа; А 47) 
Т ВЕМ 63 SP Lm”’rH 4 10 15А70- 150 . 30 [60] 175] Fd 88) 
Т ВЕМ 64 SP Lm”rV 4 10 18А70- 150 . 30 [200] 175j Ед 88) 
Т ВР 66 SP Lm U 150 1 0,1100- 80 . 60 (400) 200) Fd 
Т ВЕМ 68 SP Lm НО 1 5 0,1пА 40-200 3600 . 40 30пз 200) Ға 
Т ВЕМ 69 SP Lo VL 250 5 1mA10-100=7W 1А 40 (500) 200) ЕФ 10 pF 
Т BFW7I SP Lo U 150 1 0,01100- 500 . 60 (400) 200) Fd 
Т ВЕМ 73, А SP LM VO 10 5 05 40= 300 250 30 (1,16) 175) Fd < 6рЕ 
Т ВР 7%» SP IM УО 10 5 05 W= 300 250 30 (1,16) 175) Fd < 6рЕ 
Т ВЕУМ75 SP ВВ'УО 10 5 0,5 40= 300 250 30 (1,16) 175) Ға < 6 pF 
Т ВЕМ 76 SP LM VUOS 5 «0540- 300 80 30 (1,36) 175) ЕФ 1 pF 
Т ВЕМ76 А SP LM VUOS 5 <0,570= 300 80 30 (1,56) 175) Fd 0,85 pF 
T ВЕУИ 77 SP 1т”УО05 5 <0,540= 250 80 30 (1,36) 175) Е9 1 pF 
Т ВЕМ77 А SP Lm"VU05 5 <0,570- 250 80 30 (1,56) 175) Fd 0,85 pF 
` ВР 78 SP 59 Фу 05 5 <0,570= 200 80 30 1751 Fd 1,2 pF 
ВЕУ 79 SP ВВ’УЦ 0,5 5 <0,555- 1,5УУ 80 (30) (1,56) 175j Fd 40) 1 pF 
BFX 11 SP Li’ ГААО,1 . 170= . 50 45 (130) . Fd&pF,20uV/°C 
ВЕХ 12 SP Ш sA 10 0,351пА 20-60= 1,2УУ 100 (20) (210) 1751 Уа 9) 
ВЕХ 13 SP U ЗА 10 0,351лАҮ 50-250= 1,2W 100 (20) (230) 175) Уа 9) 
2 ВЕХ 15 ӨРУ ШЕР АА. а ; 10 60 (80) .  Fd13 pF,2,5 uV/°C 
Т ВЕХ 16 SP Li’ AA 04 1 45 (60) .  Fd,0,51V/°C 
Т ВЕХ 17 SP и нуло 1 800 1A (60) (250) 200j Fd 9) 
Т ВЕХ 18 SP {т Н 25 12 : . 30 (60) . Ғ488)0,27 pF 
Т ВЕХ 19 SP тн 25 12 30 [200] . Ғ488)0,27 pF 
Т ВЕХ 20 SP {ту 25 12 : 30 [450] . Е488)0,27рЕ 
Т ВЕХ 21 SP (то У 1,5 12 ОЛпА70- . . 30 [800] Fd 88) 0,27 рғ 
Т ВЕХ 29 SP Li ЗА 10 10 75nA 50-200=500 600 60 (100) 175) Уа9) 
Т ВЕХ 30 SP Li ЗА 10 0,4 75nA >50 500 600 65 250ns 175] Ма 9) 
Т ВЕХ 31 SP Lm rH 25 0,1пА 75= . 30 (60) . Fd 88) 0,27 рЕ 
Т BFX 33 SP (о МА 80 (15) 04 >25- 2850 400 30 (800) 200; ТҮ 
Т ВЕХ 34 SP Li sH 2А 0,150,0280= қ ЗА 60 60008. ға 
Т ВЕХ 36 SP Li’ гААОЛ : 50 60 (100). Fd, 5 pF; 10 цУ/”С 
Т ВЕХ 37 SP U гу 01 0,6). 1 60 (60) Fd, Kpl: ВРУ 77 
Т ВЕХ 38 SP Li sN 100 5 0,82130= 800 ЛА 55 33ns 200; Е4 9) 
Т ВЕХ 39 SP Li sN 10 5 0,8265= 800 1А 55 33ns 200) #89) 
Т ВЕХ 40 SP Li sN 100 5 0,82130= 800 ЛА 75 160п 200} Fd 9) 
Т ВЕХ 41 SP Li sN 100 5 0,8265= 800 1А 75 160пз 200] 249) 
Т ВЕ 42 SP: 2588 134327) 22 ам. : В А я Fd 62) 
Т ВЕХ 43 SP . НУ. . >1148 100 (30) (500) . Ма 62) 
Т ВЕХ 45 SP Sz U 10 (0) <1 100-400 125 200 20 (175) 1251 Ма 
Т ВЕХ 47 Sp . НУ ‚ | 1548, « 40 (30) [750] - “Ма 62) 
Т BFX48 SP Ш U 10 [о7л01пА160=. 50 30 (550). Ға 88) Крі: ВҒҮ 75 
Т ВЕЖ 55 SP Lo VL 50 2 0,0540-160= 3700 400 40 (500) 1751 SH 9) 
Т ВЕХ 59 SP іт МА 10 20 0,3пА 120 . 100 20 (800) 1751 SH 47) 
Т ВЕХ 60 SP т НА 7 10 . >50- 230 25 25 (550) 175) SH 47) 
Т ВЕХ 62 SP ту 2 10. = 150 12 (30) (650) 200; SH 47) 
М ВЕХ 63 J 10А0 +50 —301 25 255 2 +30 [1] 125k Уа10) 
Т ВРХ 66 SP LmrA 10 . . 8000- . 100 60. : ға 43) 21) 
Т ВЕХ67 SP LmrA 10 . . 70000= . 100 60. . 2943) 21) 
М ВЕХ 78 SP Lm’rH . 255 19 : 16 . Ра; В4,9 pF 
Т ВЕХ 79 і 229352 14255 2 Fd 36) 41) 21 
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Transistoren BFX 80...BFY 67C 


14 lis 


з 4 js je |7 ja |? 10 
Ab Ро Амр % шыр N; Диме! ро Шайывкбаядап 
! | тА ЈУ "HAN ImW (тА V Mhz (°С 

Т ВЕХ 80 "sp Мел "ОА P, "Рош |. 11 60 (40) . Fd 36) 41) 21) 
Т ВЕХ 81 ии „> = н 100 20 (350). Fd 36) 41) 21) 
М ВЕХ 82 SP Ur oui 25 1806 : 17 28 . . Fd;B 
М ВЕХ 83 SP Ur гит 25 180 3,5 Е 6,8 25 Р; В 
Т ВЕХ 87 SP ЗА 10 10 0,05 >40= 600 600 50 (100) 2001 Уа 9) 
Т ВЕХ 88 SP Li ЗА 10 10 0,05 >40= 600 600 40 (100) 200] Уа9) 
Т ВЕХ 89 SP Lm”VA2 0,01 25-100= 200 25 30 (16) 200) Ма 47), ТГ 
Т ВЕХ 98 58 Li 25 [0.771 0.01 1005 4 50 150 (80) . Fd2,6pF 
Т ВРУ 10 SM Li’ H 10 . 25-50= 300 50 (45) (60) 175] Mu 47) ЗрЕ; Va 
T ВЕҮ!! SM L H 10 5 .  40-125= 300 50 (45) (60) 175) Mu 47) ЗрЕ; Уа 
t ВРУ 12 Sd Li sH 10 10 1 >20- 550 100 40 (200) 150} $Н:егз.ВСҮ1З 
t ВРУ 13 Sd Li TL 10 12 1 >20= 550 30 80 (150) 150) 5Н;егз.ВСҮ14 
t ВРУ 14 Sd Li TL 10 121 >12- 550 30 110 (> 80) 150) SH;ers.BCY15 
Т ВЕУ 15 SP Li HL20 9 1 >8 600 . (40) (50) 150j SA, 5С = ТК 250 
Т ВРУ 16 SP Li HL20 9 1 >20 600 . (40) (100) 150) SA, SC = ТК 251 
Т ВРУ 17 5 Li H 10 9 0,01 >35 600 . (40) (200) 175; 5А,1п,5С = ТК 254 
Т ВРУ 18 SE тън 10 9 001>35 235 150 (40) (400) 175) 5А,5Н,1п,5С | 
t ВЕҮ19 SP {т НУ 10 4,5 25пА >25 300 100 (30) (300) 1751 SA, Јп, 5С = ТК 257 
Т ВРУ 20 SP Ш HN10 9 001> 10 600 100 (40) (245) 1751 SA 20), 10 
Т ВРУ 22 SP Sx U 0,2 0,5 15пА 30-90 50 50 5 (20) 125] Јп4) де 
Т ВРУ 23 SP 5х U 0,2 0,5 15nA 70-220 50 50 5 (20) 125 114) 
Т ВРУ 23а SP Sx U 0.2 0,5 15nA >200 50 50 5 (20) 125) Jn 4) gold 
Т ВРУ 24 SP Sx rU 0,2 0,5 15лА 45-130 50 50 5 (20) 125 In4)bl 
Т ВЕҮ 27 SP Lm Hs 10 5 0,01 40-160= 320 . (70) (250) 200; TIL 24915 
t ВРУ 28 SP іт Н 10 9 0,025 > 35 300 . 30 (300) 175 т 
Т ВЕҮ 29 SP 5х О 02 0,5 15пА 30-90 50 50 (45) (20) 1251 104) ог 
Т ВРУ 30 SP 5х О 02 0,5 15nA 70-220 50 50 (45) (20) 125] 114) өз 
T ВРУ 33 Рош 05 10 ТпА 40-120- 2,6W 500 (50) (80) 200] SH # 2 № 1613 
Т ВРУ 34 58 u О 5 10 1пА 40-120= 2,6W 500 (75) (80) 200) 5Н > 2 М 1613 
1 BFY37 SP Lm H 10 10 0,1 > 35= 260 100 (20) [10,7] 1751 5А9), іп 
Т ВЕҮЗ7 SP Lm. H 10 10 0,1 > 35= 130 100 (20) [10,7] 1751 5А 47) 
t ВРУ 39-1/-3 SP Lm Н 10 10 0,0535-180- 870 100 (30) (150) 175] SA 9) 73), In,# Ма, Со 
Т ВРУ 39; SP Lm Н 10 10 0,0535-180— 520 100 (30) (150) 175) SA 47) 73) 
t ВРУ 40 SP Li Н 50 10 01 > 50= 710 800 (30) (60) 2001 SA, т 9) 
| ВРУ 41 SP Li H 50 10 0,1 > 35= 710 600 (90) (60) 200; SA, Јп 9) 
} ВРУ 43 SP Li H 10 10 04 > 25 100 (90) (60) 1751 SA, In 9) 
+ ВРУ 44 SP Lo HL (150) (10) 0,5 20- ТА 60 (210) 200) Уа 
Т ВЕУ 45 SM Li TN 10 10 01 >30= 600 30 90 (200) 175) 5Н 9) 
t ВРУ 46 SM Li UH 10 10 04 >75= 700 500 50 (100) 200) SH9) > 2 № 1711 
t ВРУ 47 SP Sx О 10 0,5 15пА 180 75 50 5 (80) 125; 5Н 73) 
1 ВРУ 48 SP Sx U 10 0,5 15пА 180ж 75 50 20 (80) 125 SH 73) 
t ВРУ 49 SP Sx U 10 0,5 15пА 180= 75 50 30 (80) 125] 5Н73) 
Т ВРУ 50 SP Li H 5 6 1000 (80) (60) 200) Ма, Jn 
Т ВРУ 51 SP Li H 50 6 1000 (60) (50) 200) Ма, Jn 
Т ВЕҮ52 SP Li H 50 6 0,05 > 60- 4У/ 1000 (40) (50) 200) Уа, Ја 
Т ВЕҮ55 SP и H 50 | 1000 (80) (60) 200; Уа 
Т ВРУ 56 SP Li sW 150 0,160,5nA70= . 500 45 350ns . Ға, Kpl: BFX 40/1 
Т ВЕҮ56А SP Lo sW. e É e fe = . 2462) 
Т ВЕХ 57 SP Li U 30 1075101 60= . 50 125 (50) . | ЕФ 6рЕ 
Т ВРУ 64 SP Li 50 50 0,92. 150= `. 300 40 (250). Ға, Kpl: BFY 72 
Т ВРУ 65 SP ua 10 (50) 1751 ТГ 
Т ВРУ 66 SP Lm vu 3 1 (600) 200] Тї 2 N 918 
1 ВРУ 67 SP Li H 10 10 (60) 200] Va 9). 2N 1613 
Т ВЕҮ67А SP Li sO 150 10 (60) 2001 Уа9) 
t ВРУ 67 С Li sO 150 10 (60) 200) Уа 9) 
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ВЕҮ 68...ВР 100 Dioden und 


Lë 2 | 6 7 9 | jo jn h2 | 14 115 

"Тур АБ te (Ам І и И ОВ м БЛ ШЕ A 

| ғ |15 | Usp mox |Umox [fmax 

| | |та |у (АМА ту Л 17 и [MHz | SCH ER 


BFY 68 "ІР "Li зн 10 11010,01 >75= 1700 ТА | 30 | (70) ! 200] Мао) 
ВЕҮ 68А SP Li sO 150 10 7554 > 100= 1700 500 40 (70) 200) Ма9) 


ВРУ 69, А SP Sx МН 0,5 1 0,05 40-200 60 . (30) (20) 150| w e 4) 90) 

ВЕҮ 70 SP [о Н (150) (24) 0,5 20= 2850 1А 40 (210) 200) У 

ВРУ 72 SP Li sU 150 0,150,ЗпА 100= . 300 28 805 . Fd, Kpl: BFY 64 

BFY 75 SP U 50 10 0,79. 50 30 (360). Ға, Крі: ВЕХ 48 

BFY 77 SP U rU 0,1 (0571. А 1 45 (60) Ға, Кр!: ВЕХ 37 

ВҒҮ 80 5 ШЫ Хт2 10 0,1 260 50 90 (50) 175) ТЕ 

ВҒҮ 81 SP Li’ АА 0,1 . 1 45 (60) . Fd 3,3 pF; 25 uV/° 
SP Li АА 1 10 45 (350). Fd 3,5 pF; 25 иУ/? 

ВҒҮ 83 SP Li’ AA 0,1 . 20 60 (70) . Ра 11 pF; 25 u уре 

ВЕҮ 84 SP Li’ АА 55= 5 12 (900). Fd 3 pF; 25 иУ/°С 


ТОпА 50= 130 100 45 (30) 125) 7115) 21) 
10nA 50 = 130 100 45 (30) 125) ТЕ15)21) 23) 
0,1 40-520 50 (25) (50) 125) 7:90) 


0,1 55-520 50 . (25) (50) 125, Т/ 
50пА >30= 175 25 (40) (900) 175) ТГ 
10nA 25-125-- 200 50 (30) (1,36)200) Уа 83), Tf 


3 
ВҒҮ 85 SP Li’ АА 0,1 
BFY 86 SP Li’ AA 0,1 
ВРУ 87 5 5х U 0, 


ВРУ 87 А 5 Sx rU 0, 
BFY 88 SP іт НУ 5 
BFY 90 SP LmrV 2 


EE GEES EE EE 54444 ----- 
3 
© 
~ 


ооо. p лимета anu, . 


ВЕҮ 91 SP Li’ РА 0,01 2пА 60-240= . . 45 (60) 2001 Јп21)37) ~ 242915 
ВҒҮ 92 SP Li’ РА 0,01 2пА 60-240= . . 45 (60) 200) Јп21)37) <.2М2917 
ВҒҮ 99 SP Li HL 100 100 БУМ 44W 1A 40 (500) 200) SH 9) 83) » 2N 3553 
BFZ 10 5 LES В 5 Š а Мо, 5С 
BLY 10 SP Мі sH 20 1 >8 том. (40) (50) 150} SA, SC 
г BLY11 SP Mi sH 20 1 >20 10W (40) (100) 1501 SA, SC 
T BLY12 SP Mi HL 100 100 > 30= 10А (50) (60) 150; 5А, Јп 
! SP Мо Ні 500 (10) 500 10- 3W ТА (80) (200) 175) Уа 
t „A SE Мі HL 500 10 100 >20= 11,5W 2А (90) (200) 175) Jn < ЗОрЕ, ~ 2 N3553 
т SE Ма HL 1A 10 10 >10- 11W 150064 (250) 1751 119) 
T SP Мс HL (1,5А) (10) 10тА > be 30W 1,5А (40) (50) 175) Va 
т SP Nu HL (500) (10) 1 > 5= 14,5W ЗА 45 (200) 200] Уа 47) 
T SP Nu HL (500) (10) 1 > 5= 14,5W 2А 70 (200) 200) Va 47) 
1 SP Nu HL 150 28 1007,5УУ 11,6УУ 1,5А 40 (500) 200) SH 47) 83) #2 N 3375 
т 5 . УІ . 13,5УУ ЗА 40 (400) SH 83) ~ 2 N 3632 
Т: SP He 2А 5 10 >40 ЗОУУ 5A 80 50 200) Ға 47) 
Т; SP мо ЦИ 2А 5 10 >40 30w 5A 60 50 200) Ғ4 47) 
т SP No’UL 2А 0,3501 50= . ТА 80 (46) . Ра 47) 40 РЕ 
т SP Мо UL 2А 0,3501 75- . ТА 80 (50) . Fd 47) 40 р 
Т 5 58 VL. . . Уа 62) 
т $ Si’ у. . . . . . . Ма 62) 
т ҮГ... сини 9 5 . . Уа 62) 
dr Мо OL 550 5 100 5-150= 11,6W 1А (36) (250) 200) Уа 47) 83) = 2 М 3926 
т Мо OL ТА 5 250 5-150= 23W 1,5А (36) (200) 200] Ма 47) 83) = 2 N 3927 
т OL 250 5 100 10-100= 23W 500 (65) (500) 200) Ма 47) 83) = 2 N 3375 
т OL 250 5 250 10-150= 23W АА (65) (400) 200] Уа 47) 83) = 2 N 3632 
т Мо UL 5A .0. 50ш 50%, 60 (60) ға 47) 83) 41) 
T UL 5A · 50ш 50%. 60 (60) . Ра 47) 83) 
T UL 1A 20. 702 30w |. 60 (50) . Fd 47) 83) 
Т UL 1A . . 70= 12,5% . 80 (50) . ға 83) 
Т UL БА . 60 33W . во (50) . Ра 83) 
т VL 250 5 1mA 10-100=11,6W 1,5А 40 (500) 200) Ед 47) 10 pF 
о У 6 1272 1 [100] 5A 50 . 105; Bn 19) 
о С 6 452229; 4 [100] БА 20. 105) Вп 19) 
о Y 6 12:24 [100] 5A 400 . 105; Вл 19) 
D У 6 122 4 [100] 5А 600 . 105j Bn 19) 
i š 5 2 2 . . Е s.Fotohalbl. 
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Transistoren BPX 26...BSV 01 


'9 ho In 12 ha 


la | le 17 ја | 


Ab Fo Ам |0; |Isp|Usp|B IN рог Про fg 
| |М |нА|У/- | ЇтА у |мн: 


ВРХ 26-27 KE 209 и је 5 и Ке 4 
BPY 11 4 5 5 4 5 4 è $ > p è s.Fotohalbl. 
ВРУ 43...45, 61,70-72 3 SECH ED ` з. Fotohalbl. 
BR 100 5“ Со ic’ 10 : 3244. Va 


BRY 10 ` A : e e . . e 4 4 АЕ 62) 


bis 
BRY 18 Е 9 4 e АЕ 62) 
BRY 20 SVP Li 100ns 125j SH 13) 19) 86) 
BRY 23 SN Li Зиѕ 150) Ед 19) 
150) Ед 19) 


BRY 24 SN D 
150} Ға 19) 


ВВҮ 25 SV Li 

BRY 26 Sv Li 150] Fd 19) 

BRY 28 мор 150; Ед 19) 

BRY 29 sv Li 150) Fd 19) 

ВВҮ 30 Ssv Li 150; Ед 19) 
150] Fd 19) 


BRY 31 SV Li Е 
ВВҮ 32 5У LM 1,5из 125) Ра 19) 
BRY 33 5У LM 1,5us 125j Fd 19) 
BRY 34 sv 1,5us 125) Ед 19) 

Зиз 150) Ра 19) 


BRY 35 SV 

BRY 36 5У jus 150] Ед 19) 

BRY 37 SV 3us 150} Ед 19) 

BRY 39 SV Виз 150) Va 19) 21) ~ 13) 

BSA 01 $ 4 . М04)2,5рҒ 
Ans М MD 4) 1,8рЕ 


BSA 02 $ 

В$А 11 $ 03 . МО 4) 7,5рЕ 
ВЅА 12 5 0,305 . MD 4) 7,5pF 
BSA 21 Sp : - МО 4) 0,6рЕ 
ВЅА 21А 5р 


ВЅА 31 5 


В5С 01 
В5С 02 
BSC 03 
В5С 04 
В5С 05 


BSC 11 
BSC 12 
В5С 13 
BSC 14 


BSC 21 
bis 

BSC 26 
BSG 01 
BSG 02 


BSG 03 
BSM 01 
BSM 02 
BSM 11 
BSM 12 


BSM 21,R 
BSM 31 
BSM 41 
BSM 51 
BSM 61 
BSV 01 


м 
- 
ER 


ын мм» 


N NNNNN NN 


гъъъ 


2ооос ооооо оо 
An An An 


коо 

оозоо 

рр 22022 
ме 


88 


š 4 МО 4) 35) 
4п5 > МО 4) 2рЕ 


305 . М02.. 4рҒ 
506 .  МО1...2рЕ 
606 
806 
906 


236 
286 
336 
366 


106 . МО 6..12pF 
bis bis 

“ЖЕ . « NG . MD 0,2. .0,4рЕ 
25пА 20 “ 4п5 ý MD 1,5pF 
25пА 40 . uns . MD 1,5pF 


0,05 75 š Ans . MD 2pF 

oe 6 . Е [36] - MD;Mv:5dB 
[36] . MD ;Mv:4,2dB 
[96] . MD;Mv:6dB 
[96] . МО;Му:5,248 


(1661. МО ;Mv:6,4dB 
[24С]. МО;Му:8,248 
[356] . мО;Му:84В 
[96] . MD ;Mv:6dB 
[136] . MD;Mv:5,5dB 
[96] . мо 


Ақысы са. сыра йай ойық 


оороо 


90909000 00000 ооо о 0000 00000 00000 00000 00000 00000 ОООО о о! 


ооо өөрөөр vun п nnna полом 


BSV 11...В5Х 40 Dioden und 
a Ja Is le | 14 |15 
К |Тур ‚Ab |Fo Ам Ip 


ах | Bemerkungen 
| 


5 ? MD ;Mv:28dB 4) 
(60) 5005 . SH 62) 

65 (200) 175j Т(9) 10 pF 

15 (400) 125) ТЇЗрЕ 

20 (200) 125) ТГ; В5Ү19.:.2М708 


б; 2%» . 15 40 . SH 62) 
0,05 >40= 215 (200) 175] 719) 6 РЕ 
0,13. 60- . 205 . Ға 4,5 рЕ 62) 
(0) 0,05 60-180= 125 (300) 125) Уа 
(0) 0,05 60-300- 125 (300) 125) Уа 


(0) 0,05 50-200= 125 (300) 125) Уа 

10 0,5 >30- 1W (250) 200) Уа9) 

10 0,01 >40= 800 (250) 175] Уа9) = 2 N 2218 
10 0,01 >100= 800 (250) 175) Уа9) = 2 М 2219 
10 0,01 >40= 800 (250) 175) Уа9) = 2 М 2218 А 


10 >100- 800 (250) 175) Уа9) = 2 N 2219 A 
1 >40ш 125 (400) 125] 
1 >60= 125 (500) 125] 
10 ) 175j 
10 1751 


10 175] 
10 175] 


тала чаааа 33334 44440 
оо ооооо 
оз за» > с 


AAA 
х... 


0 #2 
0,1 100-300=200 #2 
0.01 40-120= 200 #2 
0,01 100-300=200 2 #2 
0,1 40-120= 200 #2 
0,1 100-300=200 #2 
0,01 40-120= 200 #2 
0,01 100-300=200 #2 
. 100-750-:230 (200) 150) 7/96) # BSX 81 


100-750=230 (200) 150; ТГ # BSX 81 
>25ш 1УУ 50ns 2001 Ға 

50- 13": . ға 

20-60= 125 12п 200] Ма ~. 2N 2368 
40-120 = 125 1208 200} Ма 2. 2 N 2369 


> 20= 265 (60) 175] Уа9) 
> 35= 695 (100) 175) SA, In 
> 35= 695 (100) 175} SA, In 
|05 > 35= 260 (200) 175) SA, In 
0,05 > 30= 360. (50) 200] Тот. 857 91 


80- . Ins Fd 
. 70ш А 6,505 . ға 
0,05 30-120 = 360 35ns 200] Fd 
· 60ш . 408 . Ра 
0,5лА 70= . 300ns . ға 


17"; . ға 
5 . 1305. Ед 
10 260 (350) 175) Va, Tf 
10 01 » 20- 260 (350) 175] Ма, Ра 
NU 10 0 251А>40= 600 (100) 175) )п 9) Крі: В5Ү 53 


2222 2222 


т 
т 
т 
т 
т 
Т 
Л: 
А 
т 
15 
Де 
Т 
E 
14 
Т: 
T 
T 
T 
T 
ЯГ 
т 
т 
т 
Л: 
т 
Т; 
E 
21: 
Hu 
E 
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Transistoren 


ан -4---- ----- 


35555 44444 55444 44444 HATT IE #38 44444 о --зз- 


4 15 (6 
Fo Aw І; 
| 


| 


|ТА 


|7 в |9 10 


De Ир Usel м 
ЈУ |нА|М/- тм 


In 12 


Шы, [так] Го 


mA У 


BSX 41...BSY 41 


пз |14 


IMHz (°С 


В5Х 41 
BSX 45 
BSX 46 
BSX 48 
В5Х 49 


BSX 51,A 
BSX 52,A 
BSX 53 
BSX 54 
BSX 59 


BSX 60 
BSK 61 
ВЅХ 62.. 
BSX 63.. 
BSX 66 


BSX 67 
BSX 68 
BSX 69 
BSX 70 
BSX 71 


BSX 72 
BSX 73 
BSX 74 
BSX 75 
BSX 79 


BSX 80 
BSX 81 
BSX 82 
BSX 83 
BSX 84 


BSX 85 
BSX 86 
BSX 95 
BSX 96 
BSY 10 


BSY 11 
BSY 17 
BSY 18 
BSY 19 
BSY 20 


BSY 20 
BSY 21 
BSY 22 
BSY 23 
BSY 24 


BSY 25 
BSY 26 
BSY 27 
BSY 28 
BSY 29 


BSY 34 
BSY 38 
BSY 39 
BSY 40 
BSY 41 


NU 10 
150 
150 
100 
100 


2 

2 
10 
10 
500 


500 
500 
1А 


710 25лА > 100 600 
10 40-120- ЗУУ 
10 40-120= ЗУМ 
0,12 >17= 1У/ 
0,07 > 25= 1W 


1пА 30-90= 300 
1пА 75-225 = 300 
5ОлА > 65- 130 
50пА > 65= 130 
0,5 >30= 800 


0,5 >30= 800 
0,5 >30= 800 
10 60-100 = 4,3W 
10 60-100- 4,3УУ 
0,01 40-90 260 


An An 


TTC REENEN 


5 


0,01 60-350= 260 
0,2 30-300= 125 
0,2 60-180- 125 


0,01 40-120= 500 
0,01 100-300 = 500 


0,1 40-25 - 500 
10nA 40-120= 700 
10nA 100-300= 700 
50 40-250= 430 
50пА > 65= 230 


50пА 80 = 230 
50пА > 65= 230 


50-200 700 
45-80= 300 


60-125= 300 
1пА 20-60= 300 
0,5 >20= 235 
0,03 30-120 = 320 
0,03 30-120= 320 
0, 


„5 20-60= 300 
0,05 30-120= 360 
0,01 40-200 360 
0,5 > 25= 300 
0,05 > 10 600 


0,05 > 20 600 
0,35 25пА > 20 
0,35 25пА > 40 
(0) 0,05 >20= 
(0) 0,05 >40= 


10 0,07 >10- 

1 30-60- 300 
1 40-120= 300 

0,01 20-60= 300 

0,01 50-200 = 300 


0, 
0, 


500 30 
1А 40 
ЛА 60 
600 25 
600 40 


200 25 
200 25 
100 (35) 
100 (50) 
ТА 55 


ЛА 30 
ЛА 45 
ЗА 40 
2A 60 
100 20 


100 


0,5nA 30 
АлА 30 


' (150) 175) 
(60) 200) 
(60) 200 
(400) 200) 
(400) 200) 


(150) 175] 
(150) 175] 
(200) 175; 
(200) 175; 
6005 200) 


7005 200) 
100ns 200) 
(50) 175 
(50) 175) 
(200) 175) 


(200) 1751 
10005 125) 
100ns 1251 
(100) 200; 
(100) 200) 


(250) 179 
(250) 2001 
(250) 200 
(250) 175 
(200) 200; 


(300) 150; 
(200) 150; 
DI 

90п5 
90пз 


18ns 175) 
18ns 175] 
(100) 2001 
(100) 200 
(60) 1751 


(60) 179 
(300) 200; 
(400) 1751 
(300) 200; 
(300) 200; 


(300) 1751 
(300) 200) 
(300) 200) 
(300) 1751 
(50) 150) 


(100) 150) 
(200) 175) 
(200) 175] 
(300) 175) 
(300) 175) 


40пз 175) 
(200) 175 
(200) 1751 
(150) 175] 
(150) 1751 


1751 
175) 


125к 


так Bemerkungen 


In 9) Крі: BSY 54 
SH 9) 
SH 9) 
SH 9) 
SH 9) 


Со, -А: 50 V 
Со, -А: 50 У 
1747) 
Tf47) 
Уа 9) 


Уа 9) 
Уа 9) 
SH 9) 73) 
SH 9) 73) 
Va 9), Со 


ға; С21) 

Ед; С21) 

Уа 9) 

Ма 9) 

Мо 47) 5рЕ; Va 


Ми 47) Бре; Уа 

SH 9) # 2 N 743 
$Н9)егз.ВСҮ16 

ТІ, In;=2N708 # V 
и 


In=2N706B, МО 
In=2N914, + МО; Tf 
In, # МО 2.2 №916 
1214834, «МО 
SA, Jn, SC = TK252 


SA, Jn, SC = TK253 
SA, Jn, SC = TK255 
SA, Jn, SC = TK256 
SA, Jn, SC = TK258 
SA, Jn, SC = TK259 


SH 

Va 9) 
Va 9) 
Va 9) 
Ха 9) 
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В5Ү 44...ВТХ 19 Dioden und 


! | | | | 
в ја |5 % |z ю ји h2 ha þa fhis 


8 |9 
ГАБ Fo Awl Ur ыр |N Deech 


(нөх Bemerkungen 


| | мА ЈУ naiv: пм тА М [MHz "с 


Т en 5778 рд Т Т 1 | == — 
Т ВЅҮ 44 SP Li Hs 5 10 0,01 30-150 700 . (75) (60) 200) ТЕ. 2N 1613 
Т В$Ү 45 5 G Rei 5 0,0130-100 700 ` 80 (50) 200) TI 2 М 1893 
Т В5Ү46 SP Li Hs 10 10 0,0140-120- 700 1А (80) (50) 200; TI. 2 № 2193 
Т ВЅҮ 47 . . . . . . . . . . . . $А 62) 
Т BSY48 Ў т: са аен ! : Е b . 5А62) 
Т В5Ү49 . . ЗА 62 
Т Ber 50 . Үс 187213 яг. We 28 8 . ` . d SA 62) 
Т ВЅҮ 51 58 ши 10 10 ЗпА 75= 800 750 (60) (150) 200) Jn, # 2 М 697, Со 
Т ВЅҮ 52 SP и U 10 10 ЗпА 135= 800 750 (60) (150) 200) In, # 2 М 1420, Со 
Т Beran 5Р иц U 10 10 1пА65= 800 750 (75) (175) 200] In, # 2 N 1613, Со 
Т ВЅҮ 54 Se U U 10 10 1пА135- 800 750 (75) (175) 200; In, # 2 М 1711, Со 
Т ВЅҮ 55 sp U U 10 10 10лА > 35= 800 750 (120) (150) 200) Jn, + 2 М 1893, ТГ 
Т В5У 56 5 D U 10 10 10лА > 75 750 (120) (150) 200) In, ТГ Со 
Т ВЅҮ 58 SP Li st 30 10 0,12>10= 2,6УУ 600 (40) (400) 175) SH 
Т BSY59 SP Sz U 100 07. >50= 280 800 30 . . SH 62) 
Т BSY61 SP Sw sX 10 1 0,5 30-300- 200 200 15 (200) 125; 5Н 
Т В5Ү62 SM іт ЗХ 10 10 0,570= 235 200 15 (400) 1751 5Н 9) #2 N706A 
Т ВЅҮ 63 SM Ст ЗХ 10 10 05 70= 235 200 15 (400) 175) 5Н 9) e 2 N 708 
` ВЅҮ 68 SM Li TX 4 3 <20>20= . 50 80 150) Уа9) 
BSY 70 SP Le sH 10 1 05 >20= 30 . 20 (200) 175) Tf9) 2 N 706 
ВЅҮ 71 SE U зН 5 10 10nA 70-300 800 50 (70) 2001 169) = 2 М 1711 
BSY72 SP U’ гы 10 10 01 >70= 150 30 18 (100) 200) Jn 47) 
BSY 73 SP U’ зм 10 10 01 >30- 150 100 18 (100) 200) Jn 47) 
7 В5Ү 74 SP U’ sN 10 10 01 >70- 150 100 18 (100) 200] Jn 47) 
Т В5Ү 75 SP U’ sN 10 10 0,05 >45- 150 250 32 (100) 200; In 47) 
Т В5Ү76 SP U’ sN 10 10 0,05 >90= 150 250 32 (100) 200) Јп 47) 
Т В5Ү77 SP U’ sN 10 10 0,05 >45= 150 250 64 (100) 200) Jn 47) 
T BSY78 5Р U’ sN 10 10 0,05 >90= 150 250 64 (100) 200; Jn 47) 
T BSY79 Sp Er Та 10 10 0,05 >30= 150 30 (120) (100) 200) Jn 47) 
Т BSY80 SP U’ sN 10 10 0,1 >120= 150 100 18 (100) 200) 1047) 
Т В5Ү8! SP ш sN 10 10 0,1 ТА 18 (100) 200) 109) 
Т ВЅҮ 82 SP D ЗМ 10 10 0,1 ТА 18 (120) 200) In 9) 
Т ВЅҮ 83 SP Li sN 10 10 10nA ТА 35 (100) 200; Jn gie В5Ү40 
Т 85Ү84 SP Li sN 10 10 10nA ТА 35 (120) 200] In 9) [242297] 
Т В5ЅҮ 85 SP Ы sN 10 10 10nA 1A 64 (110) 200) 119) # 2 № 2193 А 
T ву 86 SP Li sN 10 10 10nA ТА 64 (130) 200) 119) 
T BSY87 SP Li sH 10 10 10nA >35 500 (100) (100) 200] 119) # 2 N 1889 
Т Ber 88 SP Li sH 10 10 10nA >75= 800 500 (100) (120) 200] 109) e 2N 1890 
Т ВЅҮ 89 SP U м1 5 0,01 2-150= 300 718. . Jn 
Т ВЅҮ 90 SP Li sH 10 10 10nA > 140=800 500 (60) (150) 200) 109) 
t В5У 91 SP Li sH 5 10 50nA >30= 800 300 (40) (50) 200) Tí 
1 ВЅҮ 92 SP Li sH 10 2 20пА >50- 800 300 (60) (50) 200; ТГ 
Т ВЅҮ 93 SP іт sH 10 2 20пА >50- 360 300 (60) (180) 200) Tf 
Т В5Ү95А SP U 10 0,35 50пА > 50 150 100 (20) (200) 140] Јп 
О ВТ 101/5008 SY Сп Y 20А 2,3 10 2 . 10А 400 . 125] Va 18) 13) 
О ВТ102/30085У Сп Y 20А 2, 50 2,5 . 10А 200 . 125] Уа18) 13) 
О ВТ102/500К5У Сп Y 20А 2,3 50 2,5 . 10А 400 . 125) Ма 18) 13) 
D BT103 SV МҮ »2 >16>200 >3 5W 2,5А 1кУ . . іп 86) 400 У/из 
О ВТХ13/2008 SV Gs Y 40 53,550 3 . 30A 100 448 125] Уа13)19) 
Би ыз 
О BTX13/500R SV СУ Y 40 53,5 50 3 . 30A 400 4из 125] Ма 13) 19) 
О BTX 18 5У Li ХҮ 25 <2 250 10 . 3,5A 150 105 100 Уа1)13) 
4 BTX 19 SN Џ У 10 <2 250 10 . 2A 200 104s 100 Уа1)13) 
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Transistoren BTX 35...BTZ 15 


js 6 |7 в 9 ю іп h2 пз [4 |15 


2 H 4 


Тур ab Fo АУ Ur 10548 IN |ы Usel 2 Bemerkungen 
125і 


| 1 | ima ЈУ [uA У/- туу mA У MHz 
BTX35/..R SV Су Тэ 16516. е “1545 Уа78)19) # ВТҮ87/.8) 
29из 1251 Ма78) 19) BTY99/.R 
Зиз 1501 Fd 19) 
Зи 150; Ед 19) 


Зи 150] Ед 19) 
Зиз 150) Fd 19) 
15из 150) Ға 19) 
15из 150} Ра 19) 
15из 150; Ра 19) 


1525 150) Ра 19) 
4 . АЕ 62) 


ыз 

BTX38/..R SV 16) 
BTX 52 SV Mi 
BTX 53 SV м 


BTX 54 SV Mi 
BTX 55 SV Мі 
BTX 57 SV Mi 
BTX 58 SV Mi 
BTX 59 SV Mi 


BTX 60 SV Mi 
BTY 10 16) 
bis 

BTY 25 16) 
BTY 20 Gn 


BTY 23 Gn 
BTY 27 Gn 
BTY 28 Gn 
BTY 29 Gn 


BTY 33 Gn 
bis 
BTY 39 Gn 
BTY 41 Gy 
bis 
BTY 47 Gy 


Y 

Л 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

5 4 

Т. 

Y 

% 

У: 

Y 

У 

T 

Y 

Y 

Y 

T 

Y 

BTY 50 Ү 
bis 

BTY 54 Y 

y 

Y 

y 

Y 

Y 

Y 

Y 

30 

Y 

Ж 

w 

Ж 

Y 

Y: 

ү 

Y 

Y 

Y 

я 

т 

ү 


м 
о 
~ 


U ъъььь чьи 


e e ааа ЗАСАН 
· с ошооо оо 


. АЕ 62) 
125 Мо 19)# АЕ 


125 Ми19) АЕ 
125 Ми 19) 
125 Mu 19) 
125 Ми 19) 


150 Ми 19) 


150 Mu 19) 
125 Мо 19) 


шы N NNNN м. 


vu 


125 Mu 19) 
Mu 19) 


Mu 19) 
Mu 19) 


ww w w 


BTY 57 
bis 
BTY 62 


BTY 64 

bis 

BTY 70 
ВТУ 79/..К 
ВТУ 79А 


вту во 
ВТҮ 81 

Вту 84 

ыз 

ВТҮ 87/700 


ВТҮ 88 

bis 

BTY 91/700 
ВТҮ 92 

bis 

BTY 95/700 
BTY 96 

bis 

BTY 99/700 
BTZ 10 
BTZ 11 


BTZ 12 
BTZ 13 
BTZ 15 


Mu 19) 
Mu 19) 


Mu 19) 
Va 13) 19) 73) 
Va 13) 19) 


Ма 13) 19) 
Уа 13) 19) 
{ Ма 19) 13) 


ыыы ымы ш ш 


мъ 


Va 19) 13) 
Ма 19) 13) 


ww 


Va 19) 13) 
Va 19) 13) 


Уа 19) 13) 73) 
Va 19) 13) 


ош ы ww 


Уа 19) 13)73) 
АЕ 19) 
АЕ 19) 


АЕ 19) 
АЕ 19) 
АЕ 19) 


ооо ООО со ОО О О 000 ооо со оо O O оо о 0000 ОО оо 09090900 ооо О 
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BTZ 16...BY 126 Т 


-4444 440 оо оо оо 90 


о 004 соевое оо 0000000 00000 о0-4444 > 


Dioden und 


зч KE, | ho Im 12 ha ја hs 
| | 

Тур АБ ‚Fo Ам Ip |015 Us,/B IN Тох [Шла а ох) Bemerkungen 
| | | [ma |v |ЏАЈУ/- пм |та У умна |°С 
'BTZ 16 SN Fm Y 5 л <ТА «6 Ы 15А ' 600 '. 125] 'АЕ 19) 
ele: 18 SV Gn Y 10А 1,6 15 2 4,7A 200 125 Mu,MD 19) 

13 bis 

BTZ21 SV Gy Y 10А 1.4540 3 16A 500 125 Mu,MD 19) 
ВТ2 23 АЕ 62) 
bis 
ВТ2 34 2 Ғы Е : : Та . _ АЕб2) 
БТА 35 SN СВУ 10 1,5 40 3 mKf: 3,5А 50 100 АЕ 13) 19) 

їз bis 
BTZ 39 SN ОВЮҮ 10 1,5 40 3 mKf: 3,5A 450 100 AE 13) 19) 
BTZ 40 AE 62) 
bis 
ВТ2 45 “ЕЛРЭ ХЕ я SR . _ AEen 
BU 100 SP Mi Hs 500 10 0,02 100= 10W 10А 60 350пз 150) Ға 
BU 104 5 фа > % . . (500) 600п5 . 55 62) 
BU 105 5 Mi Hs ЗА 5 50 750 8w 2,5А 1500 245 1151 Ма) 
BUY 10 SE Mi sH 20 9 0,05>10 10УУ (40) (50) 150) SA, 5С,Јп 
BUY 11 SE Mi sH 20 9 0,05 >20 10W (40) (100) 150) SA, SC, Jn 
BUY 12 SM Mp Ls 500 10 200 20= 50W 10А (210) (11) 150) SH 9) 
BUY 13 SM Mp Ls 500 10 200 20= 50W ВА (120) (11) 150; SH 9) 
BUY 14 SM Ма sl 2А <1,21тА30= 35W 8A 60 (11) 150) 589) 
BUY 16 SP Мо 2А 0,6 10 85= 10A 80 600% . ға 
BUY 17 SP Мо зі 2А 0,6 10 210- 10А 60 6005. ға 
BUY 18 5Р sL . . . . 62! 7А (300) (50) ға 62) 
BUY 19 SP Мо sW 20W 40 (50) Fd 62) 
BUY 24 SP Mi sW . 10W . 60 (50) Ра 62) 
BUY 26 5 sL . 100W 10A 150 . SH 62) 
BUY 27 $ sL Е 100W 10А 200 . SH 62) 
BUY 28 5 . "Wa . . . 100W 10А 300 . . 5Н 62) 
BXY 10C 5 54 K'H'100 1 0,0530 1500 0,60 50 10G 1751 SH 2,5 pF 
BXY 10D 5 54 кн 100 1 0,0530 2500 0,60 50 106 175] SH 4,5 pF 
BXY 11 E 5 Sd КН 100 1 0,0530 3000 0,50 65 3G 175] SH 7 pF 
BXY 11 F $ Sd КН 100 1 0,0530 5000 0,50 65 2С 175] SH 15 р 
BXY13C 5 95) К'Н'100 1 0,0530 1000 0,60 50 106 175] SH 2,5 pF 
ВХҮ130 5 95) КН 100 1 0,0530 2500 0,60 50 106 175) SH 4,5 pF 
ВХУ 14 Е 5 95) КН 100 1 0,0530 3000 0,50 65 3G 175; 547 pF 
ВХҮ 14Р $ 95) КН! 100 1 0,0530 5000 0,59 65 2С 175] SH 15 рЕ 
ВХҮ 19 Е 5 95) КН”. 10 80 вм 0,50 80 (2,56) SH 8 pF 
BXY 19 F $ 95) КН”. . 10 90 15W 0,5190 [2,5С] SH 15 рЕ 
ВХУ 22 G-J 5 Ве КМ 200 1 0,0530 1200 <2030 1С 150) SH 10-14,5 рЕ 
ВХҮ 23 Si Sd км”. 0,05 30 . 0,90 30 [2,56] 5Н 12 рЕ 
Ву 88 Sd Gx LG 750 095 100 ок: 1A 100 [ik] 150) Jn 
Би bis 
ВУ 92 Sd Gx LG 750 095 1000 ок: 1A 1000 ПК) 150; т 
ВҮ 100 5 Ғе 1С 5А 1,5 10 1250 Ё 450 800 70 Уа, Мо, Тт 
ВҮ 102 5 Gb LG 600 1,1 1тА 750 А 400 240— 150} Jn, Мо 
BY 103 $ Ру LG 400 1,1 1mA 800 . 600 240-- 150) Jn, Mu 
BY 104 Sd EA’ LG 1,5А 1,3 10 800 . 5,5А 800 130] SA, Jn 
BY 112 $ 16) С 5А 1 220 В 500 800 140) АЕ 
Ву 113 5 16) С 5A 1 125 . 500 400 140) АЕ 
BY 115 Sd EA’ LG 1,5А 1,3 10 400 . 5,5A 400 . 130] SA, Jn 
BY 118 54 Ма” Сс 12A 1,2 100 300 DA 14A 300 143 150; Уа 12) 
ВУ 120Т 5 GG’LG 12А 1,252тА50 mKf: 12А 50 . 1401 Тт 
bis bis 
BY 126Т Sj GG’ LG 12А 1,25 1400 600 mKf: 12A 600 . 140] Тт 


Transistoren 


2 


1 
К Тур 


14 
|Ео 
| 


5 је 
Aw 1 


7 


| 


10 


ВҮ 122...ВҮҮ 20 
115 


In 12 [13 
Inox ‚Umox fg | Bemerkungen 


14 


О ВҮ122 
BY 123 
BY 127 
ВҮ131Т 
bis 

BY 136 T 


BY 133 
BY 134 
BY 135 
ВУ 140 
ВУ 144 


BY 145 
BY 147 
BY 237 
BY 238 
ВУ 242 


ВҮХ 10 
ВУХ 11 $ 
BYX13/400,R 5 
ВҮХ13/800,8 $ 
ВҮХ13/1200,8 5 


ВҮХ14/400,8 5 
BYX14/800,R 5 
BYX14/1200,R 5 
BYX 21/100 5 
BYX 21/200,8 5 


BYX 23 5 
ВҮХ25/600,85 
ВҮХ25/800,8 5 
ВҮХ25/1000,85 
ВҮХ28/200,8 5 


ВҮХ28/400,8 5 
ВҮХ30/200,8 $ 
bis 

BYX30/500,R $ 


BYX32/200,RS 
bis 
BYX32/1600,R 5 
ВҮХ34/200 5 
bis 

BYX34/500 


BYX36/150 
ВҮХ36/300 
ВҮХ36/600 
BYX38/300,R 5 
bis 
BYX38/1200,R S 


ВҮХ39/600 5 
BYX39/800 S 
ВҮХ39/1000 5 
ВҮҮ 10 
ВҮҮ 15 


ВҮҮ 16 
ВҮҮ 19 
ВҮҮ 20 


5 
54 


р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 

D 


$ 
$ 
$ 
5 
5 


3 KIT 


1 


52 
се 


Gv’ 


би 


Еа” 
Еа” 
Еа’ 
16) 
52 


Sz 
Sz 


16) 


Co 
Co 
Gt 
Gt 
Gt 


16) 
16) 
16) 


ме 
му! 


16) 
Gr 
с! 
с! 
72) 


72) 
Gr 


си 
Gs’ 


бу 
Gr 


Gr 


Ef 
Ef 
ЕГ 
Gr 


Gr 
си 
с! 
Gr 
Sm 
Gs 


Gs 
Gb 
72 


Sz 


с 
с 
с 
LG 


LG 


G 
G 
G 
G 
sG 


sG 
sG 


G 


Gh 
G 

LG 
LG 
LG 


LG 
LG 
LG 
LG 
LG 


G 

LG 
LG 
LG 
LG 


LG 
LG 


LG 
LG 


LG 
LG 


LG 


G 
G 
G 
LG 


LG 


LG 
LG 
LG 
LG 
LG 


LG 
LG 
с 


5А 
5А 
5А 
15А 


15А 


20А 
20А 
20А 
500 
1А 


1А 
1А 
12А 


8 9 
Ur Tsp Us,jB 
У вА М 
Mn 
м 980 
1,5 10 1250 


15тА 200 
15тА 400 
15тА 600 


1,8 

1,8 

1,8 

1,453тА 90 
1,451,5тА 180 
3,2 4тА 200 


3,2 3,5тА 500 
1,7 20тА 200 
1,7 8тА 1200 
1,8525тА 200 
‚85 10mA 500 


1 100 
1 200 
1 400 
10 200 

bis 
10 800 
150 600 


N 
mW 
ааа 


тА V МН: Јес 
600 42 (50Н:1150| Уа 56) 
280~. 125) 


520 
750 800 125 
140) 


140; 


150 
150) 
95] 


2.137; 
: 13) 
Ма 12), -R: 13) 


| Уа 12), -В: 13) 

Ма 12), -В: 13) 
| Ма 12), -В: 13) 
| Ма 12), -в:1 


Уа 78) 62) 

Ма 78) 12) -В: 13) 
і Уа 78) 12) -К: 13) 
| Ма 78) 12) -В: 13) 

Ма 12), -В: 13) 


Уа 12), -R: 13) 
Ма 78) 12) -В: 13) 


600— 0,4к 
60— ik 


125— 1k 
200 350пз 
bis 

500 350ns 


75— 1k 
bis 
600--1к 
200 600ns 
bis 

500 600ns 


Va 78) 12) -К: 13) 
Ма 12), -В: 13) 


| Va 12), -К: 13) 
Ма 12) 


Ма 12) 
і Уа 
Уа 
Уа 
) Ма 12), -К: 13) 


Ма 12), -В: 13) 


Ма 78) 12) -К: 13) 
Уа 78) 12) -К: 13) 
| Va 78) 12) -В: 13) 


) 
| Jn, Mu 2. OY 5061 ff. 
| Va 13) 
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ВҮҮ 20...В7 102 Dioden und 


1 ho Im 12 з [14 | 


К |Тур | | | # d шыр | IN Imox Отох fg Lee: | Bemerkungen 
| ЈУ |вА У/- ту |тА ЈУ MHz (°С | 

ВҮҮ20/200 Ч8А 1,052mA 75 Ын "ena 75 Ik '150 ' Ма Ы 13) 

ВҮҮ20/400 1ВА 1,05500 200 “ 60А . 150 Уа 

ВҮҮ 21 12А 1,25250075 ё 12А 175) Уа12) 

BYY21/200 18А 1,05 2mA 75 e 60А ik 150 Va г! 12) 

BYY21/400 ‚05 500 200 . 60А . 150 Уа 


ВҮҮ 22 2тА 200 . 10А 5 150) Va,Mu 12) 
BYY 23 2mA 200 . 10А . 150) Va,Mu 13) 
ВҮҮ 24 2тА 400 . 10А . 150} Уа,Ми 12) 
ВҮҮ 25 2тА 400 ч 10А e 150) Уа,Мо 13) 
BYY 31 10 100 . 600 ПК) 150; Jn, Ми 


ВҮҮ 32 10 200 . 600 [1k] 150) In, Mu 
BYY 33 10 300 . 600 [1к] 150) 
ВҮҮ 34 10 . 600 DU 150] 
BYY 35 10 . 600 Ик] 150) 
ВҮҮ 36 10 . 600 [1k] 150) 


ВҮҮ 37 10 7 700 DK 150) 
ВҮҮ 53 3 z 200 . 140) 
ВҮҮ 54 400 . 140] 
ВҮҮ 55 600 . 140) 
ВҮҮ 56 800 . 140) 


ВҮҮ 57 75. 125 АЕ 13) 72) 
ВҮҮ 58 15:28 125 АЕ12)72) 
ВҮҮ 59 200 . 140] АЕ 
ВҮҮ 60 400 . 140} АЕ 
BYY 61 600 . 1401 АЕ 


ВҮҮ 62 800 . 140) АЕ 

ВҮҮ 67 300 . 150] Ма 12) 
ВҮҮ 68 300 . 150) Ма 13) 
ВҮҮ 69 . 150; Va 12) 
ВҮҮ 70 150) Ма 13) 


ВҮҮ 71 150) Ма 12) 
ВҮҮ 72 150) Ма 13) 
ВҮҮ 73 150} Va 12) 
ВҮҮ 74 150} Ма 13) 
ВҮҮ 75 150; Ма 12) 


BYY 76 150) Va 13) 
ВҮҮ 77 150) Ма 12) 
ВҮҮ 78 150} Ма 13) 
ВҮҮ 88 150) іп 

bis 

ВҮҮ 92 
ВҮ210 
BYZ 11 
BYZ 12 
ву2 13 


ву2 14 
BYZ 15 
ВҮ2 16 
BYZ 17 
BYZ 18 


BYZ 19 5 150) 

BZ 100 <60 0,8210003,9 . . 175] 

В2 102/0У7 $ Е . 1 -0,25 Tf +0,05 У 
Би i 

BZ 102/3V4 $ : : Ё -0,25 Tf +0,25 У 


7 77777 7 


29000 00000 00000 99990 


шыны 


оооог гг: 
38 Бодом ТАЗАЛА 


ооо ооооо оо 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ОООО 00000 00000 U., 
‚ооо ооооо 


а 


о. 


150) In 

150) Ма 12) 
150; Ма 12) 
150) Va,Mu 12) 
150] Уа,Мо 12) 


150) Va,Mu 12) 
150; 
150) 
150) 
150) 


ол моии опити 


м ммо 00000 00000 
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Transistoren 


BZX 10...BZY 84 


8 9 10 


а ДЕГІ | 
[Aw] I | Иво 105,8 IN tmox| Bemerkungen 
|тА |У ВА У/- !ту/ Ка 


|5 


2 
2 
7 
7 
2. 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
2 
74 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


мыынн 


H NNN NNN ымымы ммм ымын 


3* 


BZX 10 

bis 

BZX 27 sp 
В2Х29/СЗУЗ SP 


is 
BZX29/C100 SP 
BZX 46 5 


BZX 48 
BZX 49 
82Х 50 
BZX 51 
В2Х 52 


В2Х 53 

В2Х 54 

В2Х 55 C.. SP 
bis 

В2Х 55 D 105Р 
В2Х 61/С 335 
bis 

BZX 61/C 755 
BZX 67/С 125 
bis 

BZX 67/С 2005 


BZX 68/С 365 
В2Х 68/С 395 
BZX 68/С 625 


В2Ү14 
В2Ү 15 
BZY 16 
В2Ү 17 
В2Ү 18 


В2Ү 19 
В2Ү 20 
В2Ү 21 
В2Ү 22 
В2Ү 23 


BZY 24 
В2Ү 25 
BZY 29 
bis 

В2Ү47 


В2Ү 70 
В2Ү71 
В2Ү 78 
В2Ү 83/С 4 5 
ыз 

827 83/C 245 
В2Ү 83/01 5 
В2Ү 83/0 4 $ 
ыз 

BZY 83/0 225 
BZY 84/01 5 


В2Ү 84/0 5 5 


“nun я nnn лили өөө 


bis 
BZY 84/D 12$ 


CA 


Es 
Es 
Es 
Су 
Су 


Су 
Су 
Су 


Су 


Ge’ 28 


Ef 
Er 
Er 
Er 
Er 
Er 
Gq 
Gq 


Са 


Ee en Ээ 
УЛ e о 7400 ) 72700 (0,8) Fd + 5% 


ER . 01 25,1 1000 [28] Fd + 5% 
827200 1,5 10 1 3 10 -0,075 Va +0,2 V 
RZ’ 200 155 66 
Si SC ин 


о 


10 
10 
10 


‚001 Ма 65) 12) +5% 
‚002 Ма 65) 12) +594 


о 


Е ин 
ОО ооо 


110 


255 [60] Уа 
4 150; ТЕ + 5% 


150 150; ТЕ + 5% 


ТІ 62) 
mei 
т( 62) 


150) ТЕ + 10% 
150) ТЕ = 10% 
150) ТЕ + 10% | Ers: 
150) ТЕ + 10% 5 
150) Tf + 10% р В2Ү 


150) TE + 10% | 22/С- 
150) ТЕ + 10% 

150; ТЕ + 10% 

5001 Та+04М 
20,005 In +0,4V 


+0,002 In +0,4V 
=0,001 In+0,4V 
Mu +5% 


- 
о 


mm ЗА ЧА ЗА ai ЗА 


Беа 


e ДАА Ааа А 
“ooo ооооо 


59 сэ 
А ве 


20 


Ми +5% 


+0,002 In +0,4 У 
+0,00111+0,2 У 

18 [-0,21]Va + 0,3 V 

90 +0,055Н + ОЗУ # Va 


Ээ 


R 41 
ZR 100 


Anwo осооо 


юс 
KE 
~ 


200 0,09 SH + 1,4 У 


8 
90 


ZR 100 


ZR 100 
ZR 100 


ке 
чч 


м 
D 


ZR 100 1 200 
LZ’ 500 70) 12) 


LZ’ 500 +0,05 SH 12) + 0,6 У 


E 
D 


LZ’ 500 0,08 SH 12) + 14 У 
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BZY 85...BZZ 13 Dioden und 


1 [2 з ја 10 n h2 ha 114 5 
IN ах \Umax| А нөх |Bemerkungen 
ји ma У (мне °С 


2 Eric 5 0471 250 5 (36 70 -0,05 SH+ 5%: # ТҮ 
is bis 
2 В2Ү85/0225 Е 2 100 1 0,011 250 5 72 - 01 SH+ 10%; # ТГ 
О В2Ү 87 5 Ср #210 1 1 2 200 150 2 . 150; Т/70) 
2 BZY88/C3V3S ЕГ 82710 09 09 2 400 5 33 82 [-1,6] Ма +0,3У; 290 pF 
bis bis 
2 В2Ү88/С9У1 5 Ef #2'10 0,9 0,35 5 400 5 91 4,75 [+6] Va +0,5М; 140 pF 
.|Z В2Ү91/С 105 Со 27 10А 1,5 1mA 6,8 75W 2A 10 0, [5] Уа 12), -К: 13 +0,6М 
bis bis 
2 В2Ү91/С75 5 бо 27 10А 1,5 1тА 50 75W 500 75 26 (71) Va 12), -В: 13) +4 V 
2 87Ү92/С3У95 Ру 12 1A 3-4 (1,5) „1 100 39 3,5 -0,03 Т/ 
bis bis 
2 BZYN/C36S Ру 12 1A 1-21 12 1,1 10 36 21 +0,075 Tf 
Z В2Ү93|/С6ҮВ5 Go 12' 5А 1,5 100 2 20 ЗА 6,8 0,04 [2,5] Ма + 0,4 У 12), В: 13) 
bis bis 
2 В2Ү 93/С 75 5 Са LZ БА 1,5 50 51 20 200 75 2 [70] Ма + 4 У 12), В: 13) 
т В2Ү94/С105 Е В. ОР 400 5 10 20 DI Уа + 5% 
bis bis 
BZY 94/С 75 5 ER . . Е . 400 2 75 245 [60] Ма + 5% 
BZY 95/С 105 Ре В 1А 1,5 10 68 1,3 50 10 0,75 [7] Va12) + 06У 
bis bis 
BZY 95/C 755 Fe В 1A 1,5 10 45 1,3 10 75 20 [70] Уа 12) + 6У 
- В2Ү96/С4У75 Ре R ЛА 1,5 20 1 1,3 100 47 2,5 [0,6] Va 12) + 0,3 У 
bis bis 
Z В2Ү96/С9У1 5 Ғе В 1А 1,5 20 62 1,3 50 91 18 І:-6,41Уа12) + 0,5У 
2 82210 5 ЕЦ 27:10 0,76 4пА 1 у 1 6,0 250 . Ми Ма + 0,6У 
2 827211 5 ЕЁ. 27 40 0,764nA 1 5 1 6,5 140 Мо, Ма + 0,7“ 
2 87212 5 Е :27 10 0,76&пА 1 % 1 72- 17 e Mu,Va +0,7М 
2 82213 $ EZ 10 0,764пА1 : 1 80 6 я Ми Ма + 0,77 


Transistoren сон син? 


по In h2 пз ha [15 


Ро (Ам Ip ‘Ur Г р. [nax Umox| fg (en Bemerkungen 
| ! |v ва |v- іт | ПА ІМ MHz "с 
i +" eme Е 
5 2. 0,5% . at 
1500 100 "Aus [150] СЕ 18) 
1500 200 "Aus [150] СЕ 18) 
1500 300 "Aus [150] СЕ 18) 
1500 200 1,45 [150] СЕ 18) 
1500 50 1,45 [150] СЕ 18) 


1500 150 1,445 [150] СЕ 18) 
1500 250 1,45 [150] СЕ 18) 
1500 25 14 1150] СЕ 18) 
. 30 [220] 7 

30 (2201 % 


47А 25 . 150 
bis 
4,7А 400 150 


о 


ырымы 
ъънъьъ 


о сто Ton»>- 
NNN 
21:19) 


я = очи nunnu 
> 


сес ооооо оооооо 


о 

>> 
ао 
S С 


30 


СЕ 19) 62) 
СЕ 19) 62) 


Amz#1N60 
Am#1N67 


é= 
10= 
15= 
40 
<0,20,5 


С 106 Е1 8 <0,20,5 
С 116 . 100 50 . . Ат 3 13116 
С 117 . 100 50 . Ат #1N117 


о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
а 
а 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
4 
р 
о 
о 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
т 
т 
т 
т 
т 
T 
d 
d 


С 118...СОТ 1349 А Dioden und 


38 


2 3 |4 15 је |z [в | По 14 |15 
Тур Ab Ve (Ам I Ur | Isp из В N 1тох | Bemerkungen 
1 Л У |ЦА|У/- mw 9 
т c118 Sa Ы 1 70617. '. '10-20='250 |. 1 
T C119 Sa Li і 0,01 15-45= 250 . 6 1 су 
т C201 т - >5= 250 . 40 0% Су 
T С202 Sa Li si >10= 250 . 12 08 Су 
T C30 Sa Li si >3= 250 . 70 04 Су 
Т сз ба Ця. Р >8= 250 8 0,8 Су 
T C40 Sa ШАР; : > 1,8 250 40 04 су 
T C402 а ша. . . >10ш 250 10:08: „ Су 
т сш 5 U Hu? 5 1nA80= 300 50 (350) 175j Ед 9) 3 pF 
T C610 5 Li NH. x gm=250 250 40 б) = бут) 
Т Ce 5 Li NH gm=400 250 40 (5) Су 17) 
T C612 б Li NH gm=650 250 40 (5) Су 17) 
Т C613 5 Li NH ams 1000 250 40 (5) Су 17) 
T C614 5 Li NH gm=250 250 40 (5) Cy 17) 
T C65 я Li NH gm=750 250 40 (5) Су 17) 
Т C650 Sr, Мах EM 255 . 45 Су 17) 
T С651 5 Li sX 5 7% 20 . 35 Су 17) 
Т C652 5 а. хяр 3507. 14 Су 17) 
т C653 Sa "0 e. а 20 . 145 Су 17) 
“ стог ба пя. . 5 588 255 . 30 
С 703 ба До 2 га. Ше 250 -.. 20 
› СА 20 6 южна = Ра 12А 200 . У! 
» СА 30 5 46746. : ы 2 12А 300 мі 
2 СА 40 $ кс. 3 12А 400 уі 
D СА50 5, а са. 2 12А 500 . vi 
D СА 60 SL сета: = за E e 12А 600 . e Wi 
2 СО508 54 16) 1С . 5 10W 50 82 4 0,03 Lu/Bd10% 
2 С0510 54 16 ІС. 2 10W 50 10 4 0,04 Lu/Bd10%, 
2 СО512 Sd 16) LC. ЖҰЗ 10W 50 12 4 0,05 10/84100(, 
2 С0 515 54 %у1С Е 10W 50 15 4 0,06 Lu/Bd10%, 
2 СО518 Sd 16) LC . Den 1077 50 18 7 0,07 Lu/Bd10%, 
2 с0522 Sd 16) LC : и 10 50 22 7 0,08 Lu/Bd10%, 
2 СО527 Sd 16) LC . SZ 10W 50 27 7 0,08 10/8410%; 
2 СО533 54 16) 1С . ; К 10% 50 33 7 0,08 Lu/Bd10%, 
2 СО 539 54 16) 1С . тие 138. ЕТТІ! 
2 СО547 Sd 16) LC. 5 ы 10W . 4 . Lu/Bd 
2 СО556 54 16) 1С . па ZE ER 10W . 56 . Lu/Bd 
2 СО 568 Sd 16) LC . г 10% . 68 . Lu/Bd 
2 СО 582 Sd 16) LC. se Ka АЙ ом . 82. Lu/Bd 
2.565113) 5 . 6 250271 (ЗайлЗ0» `, 250 130~. со 
D С0114 S . С 250 1 5пА180— 250 180~. со 
О 60145 $ . С 250 1 58А2235- 250 225~. со 
р со1116 5: . © 20 1 70030» . 250 300~. со 
2/ сом00.. 54 че) IC. H Zwé 10 . 100. 0,16 Lu/Bd 
Т CDT1300 Са Mi NL 15. a жк. Су 
Т сот1310 Са Мі пз 2А . 15 40420-. БА (40) к . Су 
t СОТ1311 Са Мі sW 2А 2 БтА 80= 33W 5A (60) 5k 95] )п, Су 
Т сот 1312 Са Мі пз ЗА . 15 40-120=. БА (80) 3k . Су 
t С0Т1313 Са Mi sW 2А 2 ВтА В0= 33W 5A (100)5к 95] In, Су 
Т сот1319 Са Min A . 15 2040- БА (40) к . Су 
Т сот 1320 Ga Мі ns ЗА 15 20-60= БА (60) к . СУ 
Т СОТ1321 Са М ns 2A 15 20-60= ЗА (80) 3k . СУ 
Т CDT1322 Ga Мі ns 2А 15 20-60= БА (100)3k . Су 
Т СОТ 1349 Са Mi Ns 2A . >10= ЗА (40). . © 
Т СОТ1349А Са 2А >20- (40) . Су 


Transistoren CDT 1350...CK 26 A 


| 15 
‚Ab Bemerkungen 


T'CDT1350 'Ga T FF (80)'. СУ 
Т СОТ 1350А Са Ж” Е Су 
СЕТ ВТО 5 15 25 1500. Е ЈА = 11133 
bis 
О СЕ1816М 5 24 25 : : IR=1N1749 
о сстс 
О СС2-Е 
О Сб 5-Е 
О CG EE 
D СОВЕ 


CG 10-E 
CG 12-E 
CG 41-H 
CG 42-H 
CG 44-H 


CG 46-H 
CG 50-H 
CG 60-H 
CG 61-H 
CG 62-H 


CG 63-H 
CG 64-H 
CG 80-H 
CG 81-H 
CG 82-H 


CG 83-H 
CG 84-H 
CG 85-H 
CG 90-H 
CG 91H 


CG 92H 
CG 94H 
CH 109 A 
bis 

CH 109 Z 1,3 30тА 500 


CH 116 A 1,1 20тА 50 
ыз 

CH 1162 
СК 4 
СК AA 


Ск 13 
СК1ЗА 
СК 14 
СК 14 A 
СК 16 


СК16А 
СК 17 
СК 17А 
СК 22 
СК 22 А 


СК 22 В,С 
СК 25 

СК 25 А 
СК 26 

СК 26 А 
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8 
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KK 


Ry 22413 
Ку 
Ву 224414 
Ку 
Ву #2N416 


Ву 
Ву #2N417 


у 
Ву-2.2М426 
Ку 


+++ ----- ----- 4-р 
аласы оран. скоча тати (Ық 


СК 27...СК 722 Dioden und 


WE Б | 8 9 ho In h2 ha ја fis 
K Тур Ab |Fo Ами Ur шыр м Ты [Umox] fg | пах Bemerkungen 
| | | тА |У DANI mW |тА МУ МН: DC 
T СК27 ‘ба Чеха |. Г. "ва 160 22170 1 85 'Вул2М427 
T СК2ТА Са Ку sk 1 11 55= 80 1 20 1 85 Бу 
т CK28 Ga 1х sX 1 10: 80-902 15 17 85 Ву 2ма2в 
Т СКВА Са Кузх 1 7 во= 80 < 15 17 85 Ry 
т сквя ба 1х NH. 203 225= 80 29 08 85 Ну/2М464 
Т CK64A Ga Ку NH. . 2 225= 80 . 29 08 85 Юу 
T Сквв Ga іх МН. . . 225= 80 . 79 08 85 Ry 
т Ск 65 ба 1х МН. 2 #5 8022 24 1 85 224465 
Т СК65А Ga Ку МН. „ 2 45 60175 24.1 85 Ву 
T CK65B ба Lx NH. e, "e 5 80), > дя 85 Ву 
т СК66 ба 1х МН. 2 9 80 . 20 12 85 Вуг2М466 
Т CK6A Ga Ку NH. 2 90 8021 20 12 85 Ву 
T CK6B Ga іх NH. ж 790 во: 20 12 85 Ку 
т Ск67 ба 1х МН. 203 180 80 2 15 15 85 Ву.г.2/467 
т СКА Ga Ку МН. : 2 180 80 . 15 15 85 № 
T СК67В Ga іх МН. 20210380 80. 15 15 85 Ву 
Т СК 256 с мм. | | »25: 20W A 30. 85 Ву # СК 411-415 
т СК 258 в Мем. 2-1 а 209 ЗА 60 . 85 Ву 
T СК 261 G іх мо. 2 0 5587, 2 . 20. 85 Ву 
"ска с 40) мо. моз 5 2 50 7: 85 Бу 

ски9 54 D №5 0,5 51А9-22= 300 Ap 10 160 Ry 

CK420 58 D Ns 5 05 БпА 1844- 300 . 35 10 160 Ву 

СК 421 54 D №5 05 SnA36-88= 300 . 30 10 160 Ву 
„Ска? 54 Ш s 3 0,5 5А9-4- . | 35 30 160 Ру 
T скаю 54 Li мна 6 5пА9-22 30 . 40 10 160 Ry 
T ски 54 Li NH1 6 5пА1844 30 . 35 10 160 Ву 
T скав 54 1 NH1 6 5пА36-88 30 . 30 10 160 Ву 
Т скат 586 ш NHI 6 5пА944 30 . 35 10 160 Ry 
4 СК705 бр С О 5 №1 750 40 Е 50 5 . . Вул1М466 
8 CKI0SA, Gp e 1 fe О? К Se - 1 Ву21м294 
4 СК705Р бр. US 1 50 10 : 55 60 . . Вузв) 
а СК205АР бр . . a гащи : ағым Ву 38) 
d СК706 Ср С Ри. : 200 10 ; 35 40 [54] Ву 
4 СКЛОА, (бр i - - A: 4 зам: 1 ул 14295 
d СК70-Р Gp . DU. 1 200 10 Е 35 40 154 | ву38) 
d CK 707 бр сі 6 35 1 10050 5 35: 80, . Ву 219297 
d СК?0-Р Gp . 0635 1 10050 : 35 80 . №38) 
d Ск708 бр (С1:С 3 117628. 100, + 35 100. ‚ ВуАЛМ6В 
4 СК7ОВ-Р. бр . рез 1 6510 . 35 100 . ‚ Ry 38) 
4 СК709 бр уа. Sr рр е 50 60. 100 Ry24x1N66 
4 ск710 бр. 0 3-05 200.6 e Ше 2 . Ry 
а СК711 бр 2) е. . 30 50 e 35 во . 100 Ry4x 1467 
а CK 712 бр 5252-54 9020: = 42 1200: + ‚Ву 1М39А 
4 СК713 бр. 921 1 25040 Е ама : Ву 
gr AGP 22 БИ "250 40 : 5, 40. % 222 Ry#1N298 
4 СКТІЗР бр. Ц 1 25040 г e E . №38) 
4 СК713-АР бр. . 21 1 25040 : Ж 270576 №38) 
4 СК715 Ср EN DV. кај : 35 4 . 100 Ву 
ФЕСКЛЕРУ e DIN ЧУ: 5 35 40 . 100 Ву 38) 
4 Ск716 срива d E 1007 же 5708 
d ск? Ср а Ву 41466 
а СК718 бр. N Ry 
4 СК719 Ор” СОГ» РЕ 9: Е St ` Ry24x1N67 
t ска Gi jo U 2 6 10 0,975 (3) 10 22 08 70) Ry 
ı СК722 бб jeu 2 в 300 (33) 10 22 06 70 Ry 
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ТГгапвізіогеп СК 723...СК 860 


2 пз |м his 


1077 IN TE o f tmox! Bemerkungen 
вл |v/- ти |тА у 


ын | тА г MHz (°С 

ЖАНЕ А. В se 9 
г ск 723 Сі мө ш 2 16 110 22 ' (33) 10 22 08 70) Ру 
t. СК 725 бі Јо О (1) 6 6 9 (33) 140 22 12 70 Ry 
! СК 727 Сі Јо О 0,5 156 Aë (30) 10 6 08 70; Ву 
d CK 731 G 0,8 0,5 800 0,5 2 #5 1900172. ВУЗАМ 
d СК 735 ЖУ у а У Ё 
4 СК736 .  Ry21N30 
4 СК737 5 2 4 R 
d CK 738 $ 22%; Мета В А А 5 : . R 
d СК 739 А Ss". oke са 2 А Я Е иа 
d ск 740 К ты М 3 ? қ 5 22 RyZ1N306 
$ СК 741 2 “ЖЕКИ аль a г Е қ e у Ку ~ 1М308 
d ск742 Gb Ei U 100 1 20 100 50 10 . 70  Ry..1N307 
4 CK 745 А В 5 ни тар 2 И Е .  №21м310 
О CK 746 5 ЕО 2 082 10 100 15 60. a ВУ 
а СК 747 e 82-19 №. жак” и e : ` . Ву.2.11309 
d ск748 Е вы в аа” 5 А 4 : 22 Вуглм312 
4 СК749 5 ще Sr ege 5 ы $ Е . Ву. 1313 
t СК 751 : “үд МЕР : 3 : 5 . Вуй2М109 
t СК 754 ба . wN. KT OT 100. 104 = АДУ 
t СК759 5 м? жы ЈЕЛ Ё 3 Ў ` . Вуд2м111 
t СК759А . и а nal We > $ š ” . Вуд2М111А 
t СК 760 я ы Ре дек е У Ч я 4 .  Ry2&2N112 
t CK760A . TA пу CH 2 қ й У . Ву--2М112А 
t CK 761 5 БЫС Жы ЗҮС б Ё * 2 . Вудлм113 
t СК 762 Е у: Marder S У S А 22 Ву .2М114 
t СК766 4 Ka ка би 5 3 Л у 22 Ву 2.24271 
t СК7А . ж. Ке А қ « . Вуд.2М271А 
4 СК774 $ Се LG 5А 1,5 25тА 25 Е Ee 2%. 2 150 Ву 
d СК775 $ Се (С 5А 1,5 25тА 60 mKf: 50А 60 0,1 175 Ву 
$ СК7754 5 Се LG 5А 1,5 25тА 125 mKf: 50А 125 0,1 175 Ву 
4 СК776 5 Се LG 5А 1,5 25тА200 mKf: 50А 200 01 175 Ву 
d CK 777 $ Се LG 5А 1,5 25тА200 mKf: 50А 230 01 175 Ву 
t СК 790 ën -18 Ui. в 50 Е Е x . КугЕгз:2М327 
t СК 791 5 J U К 50 : 5 22-2 Ry;Ers:2N328 
t СК 793 $ жи : 50 : S Ву;Егз:24330 
Т CK 798 SE ER 58А 30 << 80 02 
Т СК 799 5 UN 5пА 15= 125 0,2 
т ск 800 SUN 5пА 30: 125 0,2 
d CK 801 Ср ЕМ. 5 1 50 50 50 60 
d CK 802 Ср ЕМИ 75 1 100 50 50 80 
d ск 840 5 с 200 70 100 
d СК 841 5 с 200 140 200 
d ск в«2 5 С; қ 200 210 300 у. 
4 ск 843 5 а . 200 280 К 27 400 па 150 Ry..iN540 
4 СК 844 5 Gun . 200 350 У 250 50 . 150 Ву 
d СК 845 5 ие 
О СК 846 54 Gn С 
D CK 847 Sd Сп С 
D ск 848 Sd Gn G 
D CK 849 Sd Gn G 
D ск 850 54 Gn С 
D СК 851 Sd Gn G 
4 СК 852 5 Е С 
9 СК 856 U 
d ск 860 U 
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со оо 00000 00000 00000 00000 99-009 99 со 99 о 9 оо] 


СК 861...CS 311. 


CR 5.301 A 


CR 10.021 A 
bis 

CR 10.301 A 
CR 80-21 

bis 

CR 80-301 
CR 100-21 


с о>> 


000 20000 08886 
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о 
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| тох |Ветегкипдеп 
тА у "MHz (с | 


Dioden und 


15 


EI 
Sur 


"RR: SR 


<< << <<< х. 
> 


$ 


A 
N 


<4,71-60 . 
(65) 4 
(105) 1 
40 0,5из 


ФА 25 
ЗА 25 
bis 
5A 300 
10А 25 . 
bis 
10A 300 
80A 25 
bis 
80A 300 . 
100A 25 
bis 
100A 300 
ЛА 50/400. 


ЗА 50/400. 
25A 50/400 . 
35A (80) 
ТА“. 

2А 


ФА 100-500. 
5А 


АЕ m 
сура 9556 


300 * 

ЛАФ . 
15А 100-900. 
ЗА > . 
16А . 

16А * 

10A • 

20А 400 . 
30A 100-700. 


26A 25 245 
26А 50 "us 


150 
150 
150 
150 
160 


100 


70 


100) Wh 19) 
100) УУҺ 19) 


100; Wh 19) 
100} 


Ву 2.1434 


Ку 
Ку 


Ку 
Кул 2141623 


58 17) 
а 


8819) 62) 
BB 19) 62) 


А!,Му:848 
А);Му:84В 


А) 
вв 18) 62) 
АЈ 


ВВ 19) 62) 

АЈ ~. С5ЗВ 
ВВ 19) 62) 

АЈ 

АЈ; 2. СУ2154 


АЈ; ~ СМ2155 
WB 19)“ 25. .400 
WB 19) 25. .400 
ВВ 62) 

WB 19)" 25. .400 


ВВ 19) 62) 

WB 19)" 25. .400 
WB 19)• 25. .400 
WB 19) 

ВВ 62) 


Wh 19 


Transistoren С5 31 М...СТР 1104 


14 15 


| |9 п 12 13 
Тур АБ |Ғо Lk Ur Tsp шыр N Inox |Umox fg |х (Bemerkungen 
| | ma |v шАМ/- |т\/ |тА Мо [mHz |9С 

D'CS31M isv "GC 80А 168 09 |. 26А |350 2из 1001! Wh 19) 
D С51М SV СС Y 80A 168 09 2 26А 400 из 100} Wh 19) 
О С532 В SY GC Y 80А 1820 12 16А 25 Zus 100} Wh 19) 

bis bis wie С531.. 
D CS32N SV GC Y вол 1,8 20 12 ч 16А 400 Зиз 100] Wh 19) 
р Сѕ 40 Буу.» Ya 426, 425 3 ДА + : . вв19)62) 
О CS41B..N SY . Y 60 . 1002,5 Е ТА > . WB 19)" 25. .400 
р С546 я Е пъ ER Е ЛЭЭ 22 Hi49) 
О С$50 sv Y SÉ 45А 120720. . BB) 
D С$56 : чи e : ара ИМ? 
D С565 sv Y 125. . : e "ы . вв19)62) 
р С566 Н Б e = я Шек 22 Ні49) 
р С575 sv у : : 75А 120-720. . 8862) 
D С5100 547... Vie ЕЕ Ра М 60А 100-500. . ВВ 62) 
р < 120A $ 16) С 25А 0,55 5mA 50 у 25A 50 . 150 TS 

is bis 

D С51202 5 16) С 25А 0,55 5mA 600 у 25A 600 . 150 TS 
р С5130 5У М Уа 425» “2 1З0А 1. - ВВ19)62) 
Б С5 195 SN РҮ 1,25 УБА то 22 ВВ19)62) 
О С5 249 ER тоа 125. 2 250А < 505 88 19) 62) 
Е CTD-10 . 5: 80 0,5 0,830,17 490 қ 3 . [8] . Hf100pF 
Е СТО200 . 5: 80 1 0,84 0,35 500 Е 2 . 19 . НЕБОРЕ 
Е СТО-300 . 5: 85 46 0,8517 520 2 1 . 1 . 1250 рЕ 
Е СТО-400 . 5: 85 10 0,8535 530 3 1220184. Hf400pF 
4 СТРЗУ 6 : п 300 1 206 4 500 20 . 90 ТР 
d СТРЗ1 G h 4 1 80 80 : 500 100 . 90 ТР 
d СТР313 Ср hn 100 1 20 100 У 450 100 . 90 TP#1N307 
4 СТР315 С п 200 1 100 50 : 500 50 . 90 ТР 
d СТРЗ6 С п 100 1 20 50 ; 450 60. 90 ТР 
d СТРЗВ С 17450: уа С 400 60 . 90 ТР 
d СТРИФЗ G т” 4: 2 5 я 450 90 90 ТР 
d 6178320 б 1 5 1 50 50 2 300 80 . 90 ТР 
d СТРЭЗА С 1616. адын Е 350А 35 . 75 т29) 
d СТРЗ2ЗВ С 1616. Se а у 3504 75. 75 1п79) 
4 СТР 351 ©з» ах Dee 1200380 қ 25А 270 55 ТР 
4 СТР394 G na од я 25А 125 55 ТР 
4 СТР397 5 ћ 25 1 0,0320 25 36 150 ТР 
d СТР398 5 h 25 1 00110 254524; 150 ТР 
4 СТР400 5 nh 100 1 0,0110 100 18 150 ТР 
4 СТР (01 5 nh 100 1 0,0110 100 22 150 ТР 
d СТР402 s nh 100 1 0,0110 100 27 150 TP 
4 СТР403 5 nh 100 1 0,0110 100 33 150 ТР 
4 СТР404 5 nh 75 1 00110 75 39 150 ТР 
4 СТР405 5 nh 75 1 0,0110 3 75 4 150 ТР 
4 СТР406 5 nh 75 1 0,0110 75 56 150 ТР 
4 СТР407 5 nh 50 1 0,0510 50 68 150 ТР 
d СТРф08 5 nh 50 1 0,0510 50 82 150 ТР 
4 СТР409 5 в 40 1 0,0510 40 100 150 ТР 
d СТР410 S . h 40 1 00510 40 100 150 ТР 
# СТРЛОС 2 : ИМЕ е: d Н сұсты ‚ТР 
t СТР 1003 Сі Mb/Ns . . 2тА>2348 15W 4A 36 Ak 75} "Ein 
1 СТР 1004 Сі МЬМз. : 2тА>2348 15W 4A 25 ак (75) ТР Дп..Х-125 
t СТР 1005 Сі МЬ МВ. 1 2тА>2748 15W 4A 25 5k 75і ТРУп 
t СТР 1006 Сі MEI м5 : 2тА>3048 15W 4А 25 7к 75 ТРЈп 
Т СТР 1104 14 (2тА)25 40W ЗА (40) Ak 851 Јп,Ег5: 2 N 2062 А 
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СТР 1108... СУ 253 Dioden und 


1 2 в ја |5 le 7 |8 9 10 и 12 113 14 15 
K ТУР ‚Ab ‚Fo Aw 1; |U |Isp | Usp/B IN AC | тах! а | лох Bemerkungen 
| | | | ima |У |шА|/- Je | тА У МНЕ °С 


ї z Т Is ae Es Џ T лө еа аре 
СТР 1108 Ga Mi LN 500 7 (2тА)25 40W ЗА (20) Ak 851 Јп,Су,Ег5:2М2061А 
СТР 1109 Ga Mi LN 500 7 (2тА)60 32W 4А (20) ék 90] Jn,Cv, Ers: 2 N2061 A 
CTP 1111 Ga Mi LN 500 14 (5тА)25 32W ЗА (80) úk 90j Jn,Cv, Ers: 2 N 2065 A 


СТР 1112 Ga Mi Ls . 2тА>20= У. 75 03 . с 
СТР1117 с Mi LN. - 2тА100- 42W . 40 5k .  ТРСУ 

1 СТР1133 G мам. 2тА40= 42 . 35 к. Mu 

t СТР1137 G Mi LN. ‚ 2тА 75= 42W . 40 5 © Mu 

T CTP1265 G Mi Ns. : 2» 40 в + < 

Т СТР 1266 с Mi Ns. : л 0 5 о © 

T СТР 1296 С Mi Ns. 22 2ОтА 30-75= . . 50 5k . СМ 

Т СТР 1297 G М №. 22 20тА 60-150 = 17775507 Зе. СУ 

Т СТР1306 G Mi Ns. . 20тА 30-75= . 25 5 . Су 

T СТР1307 с Mi Ns. - 20тА 60-15 25 Sk ‚ с 

Т СТР1314 G мом. 20тА 30-75= . . 60 5k . Су 

Т СТР145 с Mi Ns. 20тА 60-150=. . 60 5 . Су 

t СТР1500 Ga Мі sW 5A 2 ВтА 50= 50W 15А (100)2к ant а, Су 

| СТР1503 Ga Мі sW 5А 2 8mA50= 50W 15А (80) 2k 95 Оп, Су 

t СТР1504 Ga Mi sW 5A 2 ВтА 50= 50W 15А (60) 2к 95 іп, Су 

| СТР1508 Са Мі sW БА 2 ВтА 50= 50W 15А (40) 2k 95) In, Сә 

У CTP1509 С Mi LN 5A 15-45 65W 13А (60) 5k 90) In 
СТР 1511 e MiLNSA . . 60-120 65W 13А (100046 90; In 
СТР 1512 С Мі LN БА . 60-120 65W 13А (80) Ak 90] In 

2 СТР 1514 С Мі ШМ 5А . . 60-120 65W 13А (40) к 90] In 

1 СТР 1544 Са Мі sW 25А 2 15тА75- 50W 25А (60) 3k 95) Су, 9 

t СТР 1545 Са Мі sW 25А 2 15тА75- 50W 25А (80) 3k 95] Су, Јп 

Т СТР 1550 Са Мі ns 5А . 2 30200-. 12А (40) . по DER 

Т СТР 1551 Са Мі ns 5А 30-200= . 12А (80) . · Су 

t СТР1552 Са Мі sW 25А 2 15тА75= 50W 25А (40) 3k 95) In, Су 

t СТР 1553 Са Мі sW 25А 2 15тА75- 50W 25А (100)3k 95) 10, Су 

Т СТР 1554 Са Мі пу 25А . . 25-125= 25А (60) ЗК Су 

Т СТР1555 Ga Мі ns 25А . . 25-125. 25А (80) 3k . СУ 

1 СТР1592 С Мі зҮ 5А. . >12= 35А (80) . 95) т 

т CTP1728 С Ms sN 50 . . 30-75= 30W (40) 20k . СУ 

Т СТР1729 G Ms sN 50 . . 30-75= 30W . (80) 20k . СУ 

Т СТР1730 G Ms sN 500 . . 30-15= 30W . (100) 20k Су 

Т СІР174 С Ms зм 500 22 60-150= З0М . (40) 15k . Су 

Т СТР1732 С Ms sN 500 . . 60-150=30 . 55 9к . СУ 

Т СТР1733 С Ms sN 500 . . 60450- ЗУ. 65 9% . с 

Т СТР175 С Ms sN 50 . . 30-75= 30W . 40 20k . С 

Т СТР176 С Ms sN 50 . . 60-150=30 . 35 15 . Су 

1 СТР1737 G Ми 50 . . 60450-. . _ (во) 15k су 

Т СТРЗ5ОО ба Min 5А . . 15A (100) e Су 

Т СТР 3503 Ga Mi ns БА 15А (80) Су 

Т CTP3504 ба Мі ns БА 15А (60) . „С 

Т СТР3508 Ga Мі ns БА e 15А (40) . . © 

Т СТР354 G Mils. . 2575= 75 . 30 5 Ce 

Т СТР 3545 С Mils . . 25-75= 75W . 40 5 . Су 

Т СТР 3550 Са Mi ns 5А . . 30-200 12А (40) . - с 

Т СТР 3551] Ga Мі ns 5А . . 30-200 12А (80) . СУ 

Т CTP3552 Ga Мі пз 25А . . 25-125= 75W 25А (40) 3k . Су 

T СТР3553 Са Мі ns 25А 25А (100)3к . СУ 

Т СТРЗ55 Са Мі пз ФА . . 3 25А (60) к . Су 

Т СТР3555 Са Mi ns 25А . | 25-125=. 25А (80) 3k Су 

D СУ103 27-25 : ЭЭЖ : 

О СУ253 
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Transistoren 


T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
D 
D 
D 
D 

[D 
D 
D 
D 
D 
d 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 

D 
D 


D 13T1...DD 2068 


7 в |? |9 Іп |2 p3 |М 15 
| 
Fo |Ам1+ 0+ |1,|05,/В IN |... Usel |!һах|Ветегкипдеп 
|ТА |V |ua v/- |тМ/ mA М MHz ES | 
ШЕ сэнс 5 = | и | ч сып 

р13Т1 Ree aal дар | ы. 65062) 
02944 SP . H 300 07. : 25 (30). 562) 
D 5030 SP: У, d e 16W > . 5у62) 
D 5047 Ma Vo КР : . 6 3006 . 5у62) 
ОА 000 54 Ce ив. 1 ep 30W 500 80 . 100 Lu 78) 
DA 001 Sd су UG. 1 100 зом 500 120 100 10 78) 
DA 002 Sd Су UG. 1 150 30W 500 200 . 100 Lu 78) 
DA 006 Sd су UG. 1 400 700W 500 500 100 Lu 78) 
DA 058 54 су ОС 1 400 700W 500 1250 100 1078) 
ОА 05 $ са LG Рада Р 18А 50 к. МІ 
ОАЗЕЗ G м Le 20тА >25= 100W . 35 мн 
ОА 10 5 боб 227% : 18А 100 У 
bıs bis 
DA 60 $ 6916 N 18A 600 бИ 
DA 711 54 в б 15 140 35A 100 150 Lu 
bis bis bis 
DA 778 54 с e 1500 35А 800 100 Lu 
DA2026 54 Fo UG. 1 400 700W ЛА 400 100 Lu 78) 
ОА 2068 54 Fo UG 1 400 700% 1А 800 100 Lu 78) 
DB 711 54 в 6 15 140 35А 100 150 Lu 
bis bis bis 
DB 778 54 в с 1500 35А 800 100 Lu 
DDooo 54 Су С 250 0,5 0,5 50 250 50 100 Lu 
DDoo 1 54 Ge С 250 0,5 0,5 100 250 100 100 Lu Ers: DD 003 
DDoo 3 54 Су С 250 0,5 0,5 200 250 200 100 Lu 
DDoo 6 Sd Су G 250 0,5 0,5 400 250 400 100 Lu 
DDoo 7 Sd De G 250 0,5 0,5 600 250 600 100 Lu Ers: DD 056 
DDoo 8 Sd De G 250 0,5 0,5 800 250 800 100 Lu Ers: DD 058 
DD 056 54 Суб . . 1 400 500 400 100 Lu 
DD 058 54 Суб 224 800 500 800 100 Lu 
DD 216 54 Ғ- С 750 0,6 0,5 400 750 400 100 Lu Егз: DD 236 
DD 226 54 Е С 750 06 0,2 400 750 400 100 Го Ers: DD 2026 
DD 236 Sd Ро G 1 400 750 400 100 Lu 
DD 266 Sd Ро С 1 400 750 400 100 Lu 
DD 268 Sd Ро G . 1 800 450 800 100 Lu 
DD320,A 54 16) С 1А 0,6 0,5 50 ТА 50 150 LuErs: DD 3020,A 
DD321,A 54 16) С 1А 0,6 0,5 100 ТА 100 150 LuErs: DD 3021,A 
DD 323, д 54 16) С 1A 0,6 0,5 200 1A 200 150 LuErs: DD 3023,A 
00326, А 54 16) С 1А 0,6 0,5 400 : ТА 400 150 Го Ers: DD 3026,A 
DD510,A Sd 16) LG 10A 0,555 50 mKf: 10А 50 100 Lu Ers: DD 4520,A 
DDS11,A 54 16) LG 10А 0,555 100 mKf: 10А 100 100 Lu Егз: DD 4521,А 
DD513,A Sd 16) LG 10A 0,555 200 mKf: 10A 200 100 Lu Ers: DD 4523, А 
00516, А 54 16) LG 10А 0,555 400 mKf: 10А 400 100 Lu Ers: DD 4526,A 
00520, А Sd 16) LG 10А 0,555 50 mKf: 10А 50 150 Lu Ers: DD 4530,A 
00521), А Sd 16) LG 10А 0,555 100 mKf: 10А 100 150 Lu Ers: DD 4521,А 
DD523,A Sd 16) LG 10А 0,555 200 mKf: 10A 200 150 Lu Ers: DD 4523,A 
00526, А 54 16) LG 10A 0,555 400 mKf: 10А 400 150 Lu Ers: DD 4526,A 
DD710,A Sd G_LG 35А 0,6 15 50 mKf: 35A 50 150 Lu 
0071, А 54 С LG 35А 06 15 100 mKf: 35А 100 150 Lu 
DD713,A 54 С LG 35А 0,6 15 200 mKf: 35A 200 150 Lu 
00716,А Sd GL (С 35А 0,6 15 400 тК{: 35А 400 150 Lu 
00200 54 Fo С 1 80 ТА 50 150 Lu 
bis bis bis 
DD2068 Sd Fo G 4 1500 1A 800 100 Lu 


DD 2320...DR 126 Dioden und 


1 |2 з ја |5 је |7 ja | ho т 2 h3 
K Тур Ab Fo Aw (0+ Г» МВ МО Ten Meel 
| | [ma |v |uajv/- mW |тА N Мн: 


BEE 50 '. Lu 


DD 2320 
bis 

DD 2326 
DD 3020 
bis 

DD 3078 
DD 4020 
bis 

DD 4068 
DD 4520 
bis 

DD 4526 
DD 5620 
bis 

DD 5626 
DD 6120 
bis 

DD 6126 
DF1A6 
bis 
DF1D18 
bis 
DF1D40M 
DF 450 
DF 451 


DF452 
DF 453 
ОР 454 
DG 13 
DG 14 


DK 10 
DK 11 
ОК 12 
DK 13 
ОК 14 


ОК 15 
ОМ 34а 


12А . Lu 
2,5А 5 . ш 


2,5А . Lu 
Lu 
Lu 
Lu 


Lu 
Lu 


Lu 
Lu 


Lu 
JR 


оо оо оо со со ооо 
сс пя со бо бо 000 


IR=1N1139 


JIR=1N1759 
SA 
SA 


SA 

SA 

. 5А 

5 10тА 140 . . 5а 
65 10тА 270 . . 5а 


10 25 . . SC;0,5pF 
35 60 А . SC;0,5pF 
60 100 4 5 SC;1pF 
55 50 . 5 sc 

80 80 5 % 5С 


100 100 Е 5 5с 

30 10 [25] Но 4) 
ОМ 38а 5 3 [25] Но 4) 
рм 56 300 30 125) Но 4) 
DN 60 2 . 30 1,5 . [25] Но 4) 


ОМ 95 500 50 1251 Но 4) 
DN 96 : ж,” : BE eege et He 4) 
DNLQA Е . >44,548. 0,5-1,2 60-240. . ГК17)73) 
омсев 5 22 245548.  0,15-1,2 60-240. . 0к17)73) 
DNLQC : 22 440548. (01542 60240. . Ок17)73) 


DNLQD я . 535,548. 0,5-1,2 60240. Ок 17) 73) 
DP2...5 Ери. таг : A 201832) 
РРОЗЕ ИЗАЋИ ЕС 72 т. ot E SR EE 22 (Ғоюһа!ы.) 
DR 100 А 4725 10 Е 745 

DR 101 SE 2545 25 TS 


DR 102 1 3 . 30 10 з TS 
DR 108 і 15 10 . TS 
DR 109 і . 30 10 3 TS 
DR 110 . 100 25 . TS 
DR 126 ө ти TS . % . 5 TS 


ооо ооо о 
оооо 225 


,5 
„5 
„5 
,5 
,5 
,6: 


web eh cb ТТТ © 


D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
T 
T 
T 
Т: 


46 


Transistoren 
и |2 з 4 5 в 78 по ји h2 Из 
| | | 
КК Тур | АБ Ро Ар |; Бр Usp/B IN ЕТЕНЕ 
| [ma |У (вА У/- санг № 12 

ва DR 403 бр се nX 20 ПК, De ln Т у 
24 DR 404 СЬ Сг пх 20 5 . . 52716070 
00 050,5 52787 3972 иа 700 300-1200. 

bis bis 
со 05 150 5 (6. : 150А 300-1500. 
10 0510 sv . зү 100 100 Р р 
ID 051Е SV Ез sY 100 2 10 100 122-100 
00 051Е SV Ез sY 100 10 100 10:22. 1008. 
(0 0516 SV Ез sY 100 25 100 10 . . 100%. 
cd 0510 SS У HM. ы” д 5 қ e 
со 05-13 Sd Sz LG ЗА 1,1 50 500 1500 350 
ID 05-15 54 ЕС С 200 12 10 500 200 350 
cd 05 30 5 Н 24 2 „ре 
ed 0535 5 нм. 2224 ; ста: 
ed 05 60 с Рау 5 1 200 20 10тУ/з20 40 500 
«4 DS 60а с ра пн 10 1 50 20 10mWs 20 40 500 
ed 0561 с бау 3 1 50 20 10mWs. 80 500 
«4 05 615 с Оа һб 2,5 1 60 40 10тУУ:20 80 500 
48 0562 с бас 3 1 50 20 10mWs 20 120 500 
«8 0570 с Da as 1 20020 10mWs 20 40 500 
44 057060 G 16) бА5 1 200 20 10mWs 20 40 500 
4 0570ат G 16) 005 1 200 20 10mWs 20 40 500 
44 0580 G Ба ОР 5 1 200 20 10mWs 20 40 500 
44 05 801 С Ба ОР 5 1 200 20 10гаууз 20 40 500 
44 05159 бр Се Hs 10 1 75 10 Е 90 20 200п5 
td 05160 бр Се 5 1 100 10 90 40 50008 
44 05160а Ср Се hn 10 1 10 10 90 40 500пз 
td 05 161 бр Се U 3 1 20 10 90 80 Aus 
44 05 1615 бр Се ОХ 3 1 10 10 90 80 1ш 
d 05 162 Gp Се ОХ 3 1 10 10 90 120 Aus 
14 05170 бр Се а 5 1 20 10 : 90 : 
vd 05 170а Ср 16) 5 1 20 10 90 . 
14 05 170ат Ср 16) 005 1 20 10 90 қ 
14 0517049 Ср 16) бА5 1 20 10 обиђе E 
'4 05179 бр Се НР 10 1 75 10 20 20 (3001 
id 05180 Ср Се UP 5 1 20 10 20 40 . 
"4 05180; Ср Сер 5 1 20 10 20 40 . 
id 051809 Ср Се ОР 3 1 100 10 2 90 40 [10,7] 
id 05180у Ср Се ОР 3 1 100 10 90 40 [5,5] 
d 05181: Ср Се ОР 2,5 1 20 10 е 90 80 . 
р 05 203АА $ Сд’ С 20А 1, 5тА50 20А 50 

13 13 
D 05203 АА 5 Сд’ С 20А 1,1 5тА 800 20А 800 
р 05 ЗОЗАА $ 69716 30А 1,1 5тА 50 30А 50 

13 bis 
О 053038А $ Go’LG 30A 1,1 5тА 800 30А 800 
4 05332 бр Оһ Нз 10 1 75 10 30 20 . 
4 05 334 бр рун 5 1 100 10 : 30 40. 
4 05 336 бр Dh’H 3 1 20'10 Ё 30 80 . 
4 05338 бр Dh’H 3 1 10 10 2 30 100. 
4 05601 б раи з 1 50 5 10mWs30 40 500 
9 05 602 G рау 3 1 505 10туув 30 40 500 
4 05603 G Dau 1,5 1 20 15 10mWs 30 40 500 
4 05 604 со DaD 15 1 50 15 10mWs30 25 500 
4 05 606 с DaD. EIER: 10т\\з 30 25 500 


(с 
RR 
75 ВА 
BB 62) 
ВВ 62) 
? Fi 19) 
5 Fi 19) 
Fi 19) 
Fi 19) 
SA 
110) 5а 
110 За 
SA 
SA 
SA ;Ers:DS160 
60 5А;Егз:О5160а 
60 5А;Егз:О5161 
60 5А;Егз:О51615 
60 5А;Егз:О5162 
60 5А;Егз:05170 
60  SA;Ers:DS170ag 
60 5А;Егз:О5170ат 
60 5А;Егз:05180 
50 SA;Ers:DS180i 
70 5А 
70 5А 
70 5А 
70 5А 
70 5А 
70 5А 
70 5А-.4х05160 
70 5А24х05160 
70 5А24х05160 
70 SA=4xDS160 
70 5А=2х 05159 
70 5SA37) 22x 05160 
70 SA lx 05160 
70 5А=2 х 05160 
70 5А=2 х 05160 
70 5А 
175 ЈТ12).= 132466 
175 1Т12).:.1М2457 


DR 403... DS 606 
14 (5 


tmax| Bemerkungen 


1712).2.1М2458 


JT12).21N2469 
5А,2.005159:38) 


БА ~ 05162:38) 


SA ;Ers:DS1601 
SA ;Ers:DS1602 
SA ;Ers:DS1603 
SA ;Ers:DS1604 
SA ;Ers:DS1606 


DS 611...DT 4110 Dioden und 


1 |2 в 14 | 7 во ho [м h2 Is fha hs 
[ | | | | | 
К Тур |Ab (Бо äech | Isp 105/8 шааг107272 
| | Ge ТА |V шА/У/- mW тА У МН: |°С | 
ЈЕ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


' DS 611 
DS 621 
DS 1601 
DS 1602 
DS 1603 


DS 1604 
DS 1606 
DS 1607 


"200 20 тоту/; 30 80 500 "SA :Ers:DS1611 
100 20 10mWs 30 120 500 :Егз:051621 
100 10 Е 9040. 

50 5 10mws 90 40. SA ;Ers:DS1601 
20 15 10mWs90 40 | SA:Ers:DS160% 


400 10 Е 90 25 5А 
200 10 . 90 20 ЗА 


. e . 4 SA ;Ers:DS1601 
DS 1611 50 10 2 90 80 . 5А 
05 1621 100 20 10mWs 90 5 SA ;Ег5:051611 


DSK.... 2 . А e „ . Е . Sk 
оти 10 30= à Lu;Ers:DT1110 
DT 110 . 10 30= 5 Lu ;Ers:DT1111 
DT 111 . 710 30: Lu ;Ers:DT1112 
DT 112 . а . . . Lu 


DT 203 AA и 5тА 50 2 è JT13) 2 1424468 
bis 
DT 203 RA 1 5таА 800 2 7 1713).2-.11424578 
DT 303 AA 5тА 50 . 5 JT13).^1N2458R 
bis 
DT 303 RA 5тА 800 4 А 1713) ~ 1424698 


DT 410 è А 5 Lu 
DT 411 5 Б . Lu 
ОТ 412 р Е А Lu 
DT 1003 і 600 . Lu 
DT 1013 А 600 Lu 


DT 1110 1УУ Lu 
DT 1111 і 1УУ 
DT 1112 1w 
DT 1120 40-120-< 1УУ 
DT 1121 40-120= 1W 


DT 1122 40-120= 1W 
DT 1311 »  20-60= bw 
DT 1312 i А 20-60= БУМ 
DT 1321 і -  60-120= 5УУ 
от 1322 .  40-120= 5УУ 


ОТ 1510 15-60 = 800 
ОТ 1511 15-60= 800 
ОТ 1512 15-60= 800 
ОТ 1520 50-200 = 800 
ОТ 1521 50-200 = 800 


ОТ 1522 1 50-200= 800 
ОТ 1602 . > 5: 100 
ОТ 1603 . >5= 100 
DT 1610 1,75 > 10= 600 
DT 1612 - > 20= 100 


ОТ 1613 і e > 20= 100 
ОТ 1621 .  50-250= 277 
DT 3200 1,5 15-45- 15W 
DT 3201 1,5 15-45= 15W 
DT 3301 . 25-100- 15W 


DT 3302 ·  25-100= 15W 
DT 4011 . 20-70- 30W 
DT 4110 2,25 15-40= 30W 


шш ко во 


N Ено 
Ss 


ч 
ым wa 
м 


охооо бозгс 


2 

E 
~ 
ж 
о 


9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
о 
! 
1 
! 
т 
D 
D 
D 
D 
Т 
т 
іт 
IT 
T 
14 
т 
т 
НЕ 
т 
Т, 
T 
T 
т 
т 
т 
d 
Т: 
2 
ТН 
T 
T 
T 
T 
Т. 
T 
эй 
ER 
T 
Т 
үй 
ЈЕ 
Т: 


"тапвізіогеп DT 4111... ED 119 


[т ја 9 Ч, м haha 14 115 


: | A 
К: Тур [АБ Fo Ам |Ur Isp из В IN Џао Ола нь Bemerkungen 
ЩЕ | | jma ЈУ ДРА |У/- [mw |тА у |МН: |9С 
234 et Т Ta tz Т Т 


ТІ рта Sd Mi UL 1500 6 Ta 25 15- w= 30W 5А 60 (0,5) 150 Lu 
ТІ DT4112 Sd Mi UL 1500 6 2,25 15-40= 30W 5А 100 (0,5) 150 Lu 
тт от 4120 Sd Mi UL 1500 6 2,25 30-90= 30W 5А 30 (0,5) 150 Lu 
ТТ DT4121 Sd Mi UL 1500 6 2,2530-90= 30W 5А 60 (0,5) 150 Lu 
ТТ DT 4305 Sd Ме UL ЗА 5 1,5 10-50= 30W 5A 265 . 100 Lu 
ТГ DT 4306 Sd Ме UL ЗА 5 1,5 10-50- 30У 5А 325 . 100 Lu 
ТТ ОТ 6105 Sd № UL ЗА 5 3 10-50= 50W 10А 265 . 100 Lu 
ТТ DT 6106 59 м! UL ЗА 5 3 10-50- 50W 10А 325 . 100 Lu 
ТТ DTS-400 5 М LU 5A 5 . 10-50= . 10 49. 150) De = 2 N 2580 
ТТ DTS 410 5 Mi LU 2,5А 5 10= . 3,5A 200 . . ре 
ТТ отз4и 5 Mi LU 25А 5 . 10= . 3,5А 300 . . Ое 
e ЖЇР < к ч 5 у . . қ Е У « . s.Fotohalbl. 
00 ЕЛ 58 С! С 1250 1,2 200 100 1УУ ЛА 100. 175) Со 
Би ыз bis 
DD Е101 54 С! С 1250 1,2 200 1000 1УУ ЛА 60. 175] Со 
17 Е-84 5 Бє Z 400 5 10 50 è Tx 
bis bis 
22 Е-89 5 Ее 2 . А 400 10 4,5 55 . Tx 
IF Е100 SP 5: U (5001 30 . 0,5 250 <20. . А Sd; A 8 pF 
IF E101 SP 5: U [500] 30 . 0,5 250 0,2-1 . . . Sd; A 8 pF 
IF E102 SP Sz U [500] 30 1 250 <45. . . Sd; A 8 pF 
IF Ein SP Sz U [500] 30 1,5 250 <20. . . Sd; АВрҒ 
12 Е-140 5 Ес 2 . . у 400 10 9,5 15 5 Тх 
Z Е-141 5 Ес 2 400 10 8,5 15 б Тх 
2612 5 Ес 2 400 10 7,5 8 Тх 
2 Е-143 5 єє = . 400 10:77 8 Тх 
2 Е-144 5 Ее 2 e 400 10 65 8 Тх 
7 Е-145 5 Ес.2 . gie Je 400 10 5,5 20 . Тх 
Е Е200 SP Sz UH [500] 30 . . 250 . . (200) . Sd; А, Ах: 3 dB 62) 
2 Е-261 5 Ёс 2. . 400 5 11 50 2 Тх 
2 Е-262 $ Ес Z № 523018 400 5 12 70 2 Тх 
О Е450С150 5 16) С 2А 42. 450 e 150 1400. 100 АЕ 
О Е750 С 100 $ 16) С 2А 675 750 5 100 2350. 100 АЕ 
О Е750С110 5 16) (6 450 6 150 2350 . 150 2350. 120 АЕ 
О Е1500С80 5 16) С 2A 11 . 1500 è 80 4700. 100 AE 
О E1500C110 5 16) LG 450 6 150 4700 . 150 4700. 120 АЕ 
О ЕА05 5 Gg’ LG . “ж. . ЗА 50 . . Vi 
bis bis 
D EA60 5 Ga LG . e d е . 35A 600 . Е Vi 
| ЕС44 8 в 5 è : S 4 к 5 2 4 4 5к ~ ОС44Гуа) 
t ЕС 2007 А e 598 БАХ . . 20 . . Sk #GFT2006/30 
t ЕС 2008 e s и e ЖОСА è . 30 . . 5к # СЕТ2006/30 
t ЕС 4012 я до Seit 70 . . 4 . и Sk.2.GFT4012/30 
t ЕС 4013 : 5 SE SCHT чив . . 20: да 4 Sk #GFT4012/30 
р ECO... . Be 59-73% 4% 92 % . р Е . . ЕЬ,8їсл.... 
Е ЕО 110 с Ео 50 3 e 2-15 0,05 75 5А 
Е ED 111 G Eo’ 50 15 . 2-15 0,5 75 5А 
Е ЕЮ 112 с Ео” 50 50 . 5-15 0,05 75 $А 
Е ED 113 G Eo’ 50 50 . 2-5 0,05 75 5А 
Е ЕО 114 с Ео 50 100 . 5-15 0,05 75 $А 
Е ЕО115 С Eo 50 100 , . 2-5 0,05 75 5А 
Е ЕО 116 с 0.50. . . . 0,25 75 SA 
E ED 117 G Du 50 . . . 05 75 5А 
Е ЕО 118 с Du 50 . . 0,75 75 5А 
Е ЕО 119 с Du 50. . 1 75 5А 1 


М KIT 49 


ЕО 200... ЕСТ 1135 Dioden und 


Imox |Bemerkungen 


те 62) 


. Тг 62) 
10-50 0,01 5А 
10-50 0,05 5А 


10-50 0,5 5А 
1500. 1Е--1М1134 
bis 
. 12ку . 1Е--1М1760 
200 . 200 . . Jn = 1 М 4003 


400 . 400 . . Jn = 1 N 4004 

600 . 600 . . Іп = 1 М 4005 

800 . 800 . . Jn = 1 N 4006 

1000 . 1000 . e Jn = 1 М 4007 
800 . Tr 


9-16 (30) ES 
13-24 (30) 
20-36 (30) 
30-51 (30) 
43-75 (30) 


62-110 (30) 
91-160 (30 
9-16 (30) 
13-24 (30) 
20-36 (30) 


30-51 (30) 
43-75 (30) 
62-110 (30) 
91-160 (30) 


ES 3110 
ES 3111 
ES 3112 
ES 3113 
ES 3114 


ES 3115 
ES 3116 
ES 3120 
ES 3121 
ES 3122 


ES 3123 
ES 3124 
ES 3125 
ES 3126 
ES 3501 s.Fotohalbl. 


ESi 10/50-K 9 1,15 1mA 50 e . | Eb 
bis i 

ESi 60/600-.. 1,15 5тА 600 : . ЕЬ 

ЕУУ 97/1 і . Е 5 15 . . . . СС 35) 

ЕУУ 98/1 1 . . e 75 45 . . GC 

0,4 20 15 e СС0,9рЕ 

8 Е e . . . 5Т.2.1142069 


лғ 00000 со от mmg 


= +0000 
про ~ бо 


u 


саса ооо00 оооодб “ғғее vun б> >>: 


Холл vu um un nunn + 
= соса gege 2 о 


мазо ооом 
м о его 


2.142070 
ST 1142071 
ЗА 1,2 200 100 
bis 
2A 1,2 200 1000 


1250 1,2 200 400 . Со 12) 78) 
1250 1,2 200 600 : Со 12) 78) 
1250 1,2 200 800 Со 12) 78) 
10 1 01 20 . . ға 

10 1 0,1 20 . . . . ға 
5 А ON Ра 


6,65 750 0,005 Ра +5% 
bis 
: 4 e сау ера 26,6 2500 0,005 Ға +5% 
ЕСТ 1021 >» 4 045 67 . +0,001 ЕФ +5% 
bis bis 
FCT 1135 » . 015 2 . 67 . +0,0005 ЕФ + 5% 


т 
т 
т 
т 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 

2 
2 
2 
£ 


Transistoren FD 100...С-8 HZ 


Е4 2рЕ 
Fd 5pF 
Fd бре 
Fd 5рҒ 
Fd 2pF 


Fd 0,75 pF 
. . . ` Ра 
25 14ку а . 1В-2.1М1148 


FF1D40M $ 166 2 60 25 deky . 2 я 150 IRA1NI762 


ЕНЕ 5 . ж 42 ai в : у Е : .  41М2376 
FFIH 10 : GË Г 
ЕРЇТ 15 

FFIT 25 Е САЛИ gka Sch. 

ЕР 4339 (ЗпА] 40 . <24 


ЕР 4340 [ЗпА] 40 . <3 г - р 
FR 501 1A 1,3 200 50~ 50 2501$ 
bis bis bis 

FR 6001 1A 1,3 600 250ns 
FST 1/0 а 5 2 50) =; 


100 
400 


те со ОО от тороу о ооо 04000 


100 
50 
28 
150 


56 . 
33A 84 . 
. 5 . 5 : 30А 113 
10A 1,1 3mA 400 12,5А 400. 
. « . . 25А 142 


[2] 

лл uanun N 
отооо 
Nuuu 
о ооо 


ол 
zr хатто 


вк’ Ом. 226» 5 у 25 15 Е 

GI С 10А 1,1 3mA 600 12,5А 600 . | Co 78) 12), -К: 13) 
Вт УМ . У“ Рај 4 5 2 GE21N72 

вк ум. 

Вт ОМ . 

в ОМ. үз Ж 

Bm’MU 0,8 0,5 800 0,5 


Вк” MU 0,8 0,5 800 0,5 
Вт DM . . 5 А 

Bk’ ом. . В . 

ВКР 4 1 833 50 . 5 СЕ2.2 х1м48 

С! С 10А 1, ЗтА 800 12,5А 800 . 125; Со 78) 12), -К: 13) 


~ 
тъ 
м 


зач 


отт оде> 


EEN 


d 
D 
D 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
р 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
р 


ссссс ооо00 О0000 ООООО ООООО 
спам 


© 
т 
м 


s 51 


С-8 А...СО 6 Dioden und 


в ја Is [6 17 [в Io 09 In |2 ha |М 15 

la | МЕРЕ а ARA 

‚Fo (Ам [Ur | Isp | Usp/B үн Imox [Umax] fg [fmax Bemerkungen 

| | ima |v |БАЈУ/- |mw ma У ups "С 

71 1150 50 ЈЕ "50 770 . 75 СЕЛ 2х 1152 

1 50 50 я USCH GE 2 х 1463 

1 50 50 100. СЕЛ 2 х 1475 
50 10 4 See СЕ 173 
50 10 7574: БЕ ~ 1474 


400 0,05 СЕ 

100 0,05 СЕ 

150 0,05 СЕ 
. . 200 0,05 СЕ 
172148. . . . GE.2.2N30 
172148. . . . GE^2N31 
30 . . . А ЈЕ 
10 5 . Ат #1348 
50 . . Ат»1Мм63 
2 . . . - 18 


50 А Р Ат 2.1467 
100 Е SE ra Ат 1468 
10 Е 3 қ JR 
60 5 Zog а 2% IR 
so 4 : Am 11м89 


SEL 
> 0u> 


сс с сс 
a ebe са ebe 2% 


-аааа а.а. ао. а. 
8 


op соо 
= 20000 
> оо» 
соосс о2с92 


ч оу оу ~ ~ 
587316 50585 
тээ. 


А 


G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 


ссмм: 


4) ~ AAZ 17 
4) ~ AAZ 15 


4) ~ АА213 
Со 12), -R: 13) 


Со 12), -R: 13) 
Со 12), -R: 13) 


Со 12), -R: 13) 


Со 12), -К: 13) 
bis 

3mA 1200~ 14W . Со 12), -R: 13) 
а Жа . . . . Ers:2N528 
. Berkshire 
10 
10 
10 


соос о. о па сос а с“““ 


SH=2xGD2E 


SH=4xGDIE 
sc 

SH 1рЕ 
SH=2 x GD6E 


5 
о 
D 
(4 
4 
d 
d 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
+ 
8 
о 
D 
D 
D 
4 
4 
а 
р 
4 
4 
4 
4 
4 
р 
8 


Transistoren СО 6Е...СЕТ 8 


11 13 
ты [ба| 


mA V |МНт |°С 


1 
о 40 150) 
4 40 . 
р 85 
р x 
D : [50] 
р 6010 в с! ‚5 40 50 a 40 150 [40] 75 SC 1,8pF 
р 6011 G с 5 85 20 = 60 50 [40] 75 SC ier 
$ СОМЕ Ad’ Е 60 SH 
D [40] 
d 
о 
4 
D > 
о 1 1 
о 5 1 4 
4 сО071Е Gp Ab H 2 1 1тА40 20 40 . 60 5н4) 
d С072Е/3 G Ас НУ? 1 100 10 ү 20 400 60 SH 
$ 6072Е4 С Ас НУ 2 1 20 10 қ 20 400 60 SH 
4 СО72Е5 С Ас НУ? 37441730 2 20 400 60 SH 
4 6073ЕЗ G Ас НУ? 1 10010 а 40 400 60 SH 
$ 6073Е4 С Ас НУ? 1 20 10 40 400 60 SH 
d С073Е/5 С Ас НУ? 4 711 10 5 . 40 400 60 SH 
$ СО ЕЗ С АсНУ2 1 100 10 . 60 400 60 5Н 
d 6074Е4 С Ас НУ? 1 20 10 5 60 400 60 SH 
d 5074Е/5 С Ас НУ? 1 11 10 e 60 400 60 SH 
d 60101 5 2 «лен од ёл Ё 2 3 2 У = 
d 60102 4 = рај ~ ыт s ` 2 : Е 
а 60103 5 208 ог 5 са. 2 d Е 3 . 5к2.5/6:М34а 
d 60104 А у; 202502 5 5 Е . 56.2 4/10;М38а 
d 60105 Е E a E Se E чу А : Е . 9524,2 
4 60106 5 ee попа с 5 3 5 > 5215720 
а со 108 gem 2 а > ап 5 2 2 2 e Ska 
4 СО 109 а ОЧ ЭЭГ: за и 2 : Ё 4 22. Sia 
d со 110 г Er ови A 5 Б 5 5 - 5% 
4 60111 2 аЙ ~ 5 5 Ё я Ў 5 . 525/161 
4 60120 4 ЛЖ I Ae, 5 5 5 d . бк. ОА41 
4 со 121 = S 5 4 9 . 5юд,ОҮ! 
D бе1008 С 1616 d mKf: 100А 35~ . = ДЕ 
ыз ыз 
О Се100Е G 16) LG mKf: 100A 160~ . . AE 
4 СЕМ1 с ум S . сс 
4 СЕМ? с ум. 2 d : с та СС 
р СЕМЗ С Do УМ 0,8 А ~ 3 [126] 100 СС 13) 
О GEMA в: роумов 52. 5 2 5 [126] 100 GC 12) 
О сЕМ5 G Do Mi ол... А 5 x [166] 100 СС 13) 
О GEM& С Do УМ1 018: 3 2 3 8 [166] 100 СС 12) 
О сЕМ8 ©: 18) УМО5 e г. 1 А í [35G] 100 СС 13) 
О GEM9 СІ 16) УМО Е 1 3 к [356] 100 СС 12) 
О СЕЅ 25 Gi Eu 62 300 0,9 50 25 135 en ср 75і JInimKf:330mW 
О СЕ5 50 Gi Eu GZ 300 0,9 50 50 135 А 507 № 75] JInimKf:330mW 
О СЕ$80 Gi Eu 62 300 0,9 50 80 135 4 80: - 75] InimKf:330r-W 
D GES 120 Gi Eu GZ 300 0,9 50 120 135 и 120. 75] In;mKf:330mW 
! СЕТ! Ср Рс N 2 0-2 2548 100 ЧЕ 50: ~ 35 СС 
Т СЕТ7 5 я 
Т_СЕТ8 
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GET 9... СР 45017 


Dioden und 


9 по 


п 2 p3 |4 |15 


Ur Lë Ив В IN [Inox |Мтоя| |х | Bemerkungen 
У (А |У/- |mw |тА М |MHz IC 

Т "СЕТ9 1,57. 1>75= 20W ТВА 164 1025 |. ee 

Т СЕТ 102 Та 2 25 60-160 200 1A 30 . 85) СС 

Т СЕТ103 Са Ка МВТ 2 25 3080 200 ЛА 30 . 85) GC 

Т GET104 Са Ка МВТ 2 25 3080 200 ЛА 30 1 85] СС 

Т СЕТ105 Са Ка МВ50 4 18 40-90= 800 ЛА 40 09 85 СС 

Т СЕТ106 Са Кагм1 2 25 3040 10. 15 . 85) СС 

Т СЕТ110 Са Каз 250 0,5 40 >30- 200 1А 60 1 85) СС 

Т СЕТ 11 Ga . s 250 05. >30= 200 1А 60 1 85) СС 

Т СЕГІІЗ ба Ка NUI 2 25 200 ТА 15 . 85) СС 

Т GEM Са Ка МО 1 2 25 200 1А 15 . 85) СС 

Т СЕТ115 Са Ка МИ 50 5 25 800 1А 15 . 85) СС 

Т СЕТ116 ба Ка NU . < 800 1А 30 . 85) СС 

Т СЕТ120 Ga Каз 500 0,5 25 800 ТА 30 14 85 СС 

ТУ GERSTL. са.) МЕЧА 1,5 20W 12А 16 025 . СС 

Т. СЕТ572 ба . ЏОА 15. 20W 12А 32 025 вс 

ПО сет u Gu. Е ЧОХ. DE 2097 12А 64 025 . СС 

та сега ба ~ нож е) 5 10 0 0 СС 

Т СЕТ 871 Са Ка зх 25 1 5 75 150 10 6 89 СС 

“СЕТ 82 Са КазХ 25 1 5 75 150 10 15 85 СС 
СЕТ 873 Ga Кан 1 6 5 75 10 (15) [0,5] 85 СС 
СЕТ 874 Са Ка HMI 6 5 25: 40 (15). 85 GC 
СЕТ 875 ба Kq sX 25 1 75 150 (15) [1] 85 СС 

. СЕТ 880 Ga la rH (1) (6) 5 10 . (15) 7,5 85 СС 

Т СЕТВН Са la Ш 25 1 5 100 . (15) 35 85 СС 

T СЕТ 882 Са La Us 25 1 5 100. (15) 75 85 СС 

Т СЕТ ВЗ ба. Н . а ; РЕТ . 6С27) 

Т СЕТ 884 Ga. Мм. оц оти : ev. в +) 36:27) 

Т СЕТ 885 Са la Us 25 1 5 90= 10 . (15) 15 85 СС 

Т СЕТ 887 Са La ОН(1) (6) 10 50400 100 . (15) 35 85 GC 

Т GET888 Са La ОН(1) (6) 10 100-200 10 . (15) 35 85 СС 

Т СЕТ 889 Са La ОН (1) (6) 10 50400 100 . (15) 75 85 GC 

Т GET890 Ga La ОН (1) (6) 10 100-200 100 . (15) 75 85 СС 

Т. СЕТВІ Ga la Оз 25 1 5 45= 10 . (20) 35 85 СС 

T GEBR Ga La Us 25 1 5 65= 10 . (20) 75 85 СС 

D GEX 13 Ср Cu D 10 1 12050 : 30 T . 75 ССД) 0,5рЕ 

р СЕХ 23 Gp Cu UD10 1 50 50 : 30 50 . 75 GC4)0,5pF 

О СЕХА бр. рт 1 25050 ; 30 5 . „лес 

О СЕХ 35 Ср D 1 1 10010 : 30: 30! . e, се 

D СЕХЗ Gr D 5 1 10010 Е 30 730 . “г ве 

О СЕХ 37 бр DHI 1 10010 3030. · ве 

О GEX39 ср Hs 15 1 10010 қ зо зо . J 066 

О СЕХ 45/1 бр U 4 1 1тА50 30 75 . . 66 

О СЕХА e Х 3 1 10050 30 100 сс 

О GEX 58 бр“ ли 903 1 2270 400 30 120 сс 

О GEX64 бр D 5 02 1601 30 сс 

D СЕХ66 бр №3 0,5501 : 305 #5. “бе 

D СЕХ 71 Ж) Бат 271150) : 30 10 208 . СС 

О СЕХ 541 б 16) С 10А 05 я тк 6A 80 . GC 

О СЕХ 542 С 166 10А 05. . тк 6A 100 . GE 

О СЕХ 941 СЬ Er U 100 0655 10 . 115 100 . 75 GC1pF 

О СЕХ 942 СЬ Dq U 100 0655 10 ž . 115 100 . 75 СС 1рҒ 

О СЕХ 951 СЬ Er s 30 0,551,5 25 : 115 25 . 75 GC1,3pF 

D GEX952 Gb Das 30 0,5515 25 5 115 25 . 75 СС 1,3pF 

г СЕ 500 сі 0 05 15 зодв (30) 5 20. 70 Ко 

+ 6245017 . : : 2 : Serge Ё 


Ers:2N528 


Transistoren GFIS 2...GP 10 


7 |8 9 10 11 |2 13 
| 


6 

Аж Ur | [р 058 N Wee Што 5 | ах Bemerkungen 
[ma У |вА|У/- ImW [тА У [MHz je] 
т SE Ц 2 1142374 


! 400% 22% Е ҮР 2003 22 ЖОСЕТ20;0С70 
t СЕТ-3У4 УИ er К Se? : #СЕТ20;ОС604 
| СЕТ20 с ки 1 3 10 >25 (50) 10 10 08 45 ТК 

t GFT21 с: Ко 3 з 10 44488 (50) 10 10 11 45 ТК 

t СЕТ25 Gi ким 1 2 10 35-75- (50) 20 15 09 75 ТК 

t СЕТ 32 Gi Kw миз 3 5 30-0 (150) 40 15 07 45 ТК 

% СЕТ 34 с Км. ‚ 50-100 10 400 15 09 45 ТК 

t СЕТ42А Gd 14 НУ и 30: 10 45-60. 2 ТК 

| СЕТ42В Gd 14 УМ : 30 10 15 60 . ТК 

1 СЕТАЗ Gd H 1 6 2 50 30. 10,45: 40) 75] ТК 

t СЕТАЗА Gd (лун. . 10 25= 50 10 15 10 . ТК 

t GFT43B Са Lm’MO. 2210 = 50 10 15 30 тк 

t СЕТ 44 Gd Le H 05 6 1,5 100 25 2715 65) ТК 

t СЕТ4415Е Gd Ld HM. нк ~ 30. 10. 45 7 тк 

t GFT45 бр Le H 05 6 1,5 40 (25) 15 6 69 ТК 

t GFT2006 Gi Nb NL 500 6 25 (6М) 2А 10 03 45 ТК 

| 2006/30 Gi Nb NL 500 6 25 (6М) 2А 30 03 45 ТК 

р 2006/60 Gi Nb NL 500 6 25 (6М) ЗА 60 03 45 ТК 

р 2006/90 Gi Nb NL 500 6 . 25 (6\) ЗА 90 03 45 ТК 

t GFT308 Сі Mh NL [16] 7 . 40 8W 3A 6,5к 75) ТК 

t 3008/40 Gi Mh NL [16] 7 . 40 ВУ ЗА 40 65k 75 TK 

! 3008/60 Gi Mh NL [16] 7 40 8 ЗА 60 65к 75] ТК 

t 3008/80 Gi Mh NL [16] 7 40 Ву ЗА 80 65к 75) ТК 

t сет зов Gj Mh NL [16] 7 20 Bw ЗА 65k 75] ТК 

р 3108/40 Gi Mh NL [16] 7 20 ВУ ЗА 40 65k 751 ТК 

t 3108/60 Gi Mh NL [16] 7 20 Ву ЗА 60 65к 75) ТК 

t 3108/80 Gi Mh NL [16] 7 20 Ву ЗА 80 65k 75 ТК 

t GFT3408 Сі Mh NL [16] 7 60 Bw ЗА 65к 75) ТК 

t 3408/40 Gi Mh NL [16] 7 60 ВУ ЗА 40 65к 75) ТК 

t 3408/60 Сі Mh NL [16] 7 60 ВҮУ ЗА 60 6,5к 75 ТК 

р 3408/80 Gi Mh NL [16] 7 60 вүү ЗА 80 65к 75 ТК 

t бет 3708 Gj Mh NL [16] 7 80 Bw ЗА 65k 75 ТК 

р 3708/40 Gi Mh NL [16] 7 80 Ву ЗА 40 65k 75 ТК 

t СЕТ 3708/60 Gi Mh NL [16] 7 80 Bw ЗА 60 65к 75) ТК 

' 3708/80 Gi Mh NL [16] 7 80 sw ЗА 80 65k 75) ТК 

t сет 402 С) Mh NL 250 2 10 50 (12W) “А 30 . 79 ТК 

р снто бр Од УМ. маза 200 50 30 6500 90 HEI 
О G13-M Gi Bs С 900 0,7 750 100 2 ЛА 200. 70) АЈ/ВТ 
О сам Gi Bs С 900 0,7 2тА 60 ЧА 75 90{ А/ВТ 
D с/5-м Gi В С 900 0,7 750 230 ? ТА 300 70] АМВТ 
р GJ 6-M Gi Bs С 900 0,7 1,5тА 140 ТА 150 90 АЈ/ВТ 
т см290 СЕ ту 3 12 5 > 20= 55 so 15 150) Тх 

Т СМ 378 СЕ (ту 3 12 5 > 20= 55 50 15 150) Тх 

Т СМ 656 СЕ тм 3 12 5 > 20= 55 50 15 150) Тх 

. 6Р2 EL: ee А SEN 22 s.Fotohalbl. 
D GP2B5 Ga 1616. SL сы, : ef 100; + РАЈ 

О GP-2B10 Ga 16) LG Ste ZE : + #0200: ~ Ки „ЈАТ 

О СР-2820 Ga 16) LG | 400 . ғы ЖА) 

D СР-2830 Са 16) LG Х 600 . АЈ 

О БР-6С5 Са. Lë, ов № е „ 105 = А 

О СР-6С10 ба . LG. аи : „200: = 27 АЈ 

О СР-6С20 ба . LG. ме : 2 „4001ж = ҒА) 

О GP-6C30 Са їс. Бэр, 600 


. . . . . . А) 
СР10 . . . . . . e . . . . . 5. Fotohalbl. 


СР 16...СТ-81Н 
1 |2 
К Тур 


|3 


|а |5 
АБ Ео 


Ам 


16 
II 
|ТА 


по 
IN 


7 18 |9 
(Пе вр Us,/B 


Dioden und 
113 115 


әх Bemerkungen 
MHz [°С 


и 12 
[Тох |Umax 


14 


СР16 


СРТ 
СРМ1.. 
GPM2.. 


GR 506 
bis 

GR 4006 
GR 510 
bis 

GR 4010 
ОЗВТА 
6581 В, С 
6582 
GSB3A 
65838 


GSB3C 
GSB 100 
GSD 1,5/20 
GSD 2,5/9 
GSD 2.5/15 


GSD 4/10 
GSD 4/12 
GSD 5/2 
GSD 5/4 
GSD 5/6 


GSD 5/40 
650 5/61 
GSD 5/103 
GSD 5/104 
GSD 5/105 


GSD 5/106 
GSD 5/161 
GSD 15/4 
GSD 50/2 


= а ава ааааа aaaaa aaago 00000 о ОО о об: 


GSN 1 


GSN2 
GSN 4 
GSN5 
GSN 6 
GST 01 


GST 02 
GT 31 
GT 32 
GT 33 
GT 41 


GT 42 
GT 43 
GT 45 
GT 46 
GT 47 


GT-66 
GT-74 
GT-75 
GT-81 
GT-81 H 


44444 ----- 


- 4-4: 


56 


М Два |М 


туу 


1 100 10 
0,363 1,5 
1,4 2тА 50 


14 


~ 


168426 А-А zé ek БА ААТА. «А<А-А-А-А эй 


ше в «а 
о 


Anaan мл 
Am nm Ap An An їлїлїлїл 


|та N 
} ! ' 5. Fotohalbl. 
5. Fotohalbl. 
МЕ 


МЕ 
Со 12), -R: 


>15 30 

15 30 
50 
bis 
300 
50 


13) 


Со 12), -R 
Со 12), -R 


Со 12), -R 


МЕ 0,3 РЕ ! 
МЕ 0,25 рҒ;-С: 140 С 
МЕ 0,3 РЕ 

МЕ 

МЕ 


МЕ 
МЕ 
тк 
тк 
тк 


тк 


оо 


оогоо ғ-оо- 


5. Fotohalbl. 
сист 

ст 

GJIGT ~ 2 № 65 
ст 


Transistoren GT-81 HS...GTS 
1 |2 в |4 Is 6 7 ја 19 | м jis 
К Тур |АБ Ро Ам | Is, Us,/B | | | ток Bemerkungen 
| | | im ЈУ lma vw- | oc 
© 


ст-81 Н5 
GT-82 
GT-83 
GT-87 
GT-88 


GT 100 
GT-109 
GT-122 
GT-123 
GT-132 


GT-153 
GT-167 
Ст-210 H 
СТ-222 
ст-229 


GT-269 
СТ 422 
СТ 424 
СТ 425 
СТ 426 


СТ-758 
СТ-759 
СТ-759 R 
GT-760 
СТ-760 R 


GT-761 
СТ-761 8 
GT-762 
GT-762 R 
GT-763 


GT-764 
GT-792 
СТ-792 R 
GT-903 
GT-904 


GT-904 B 
GT-905 
GT-947 >40= 
СТ-948 М 5 >30= 
СТ-948 R і . . 25dB 


GT-949 . >30= 
СТ-1200 Ме . . »ж a 
СТ-1201 

СТ-1202 

СТА 


СТА1 
СТА 2 
СТА 3 
СТЕ 1 
GTE 2 


GTL 1 
GTL 3 : 
ст ? ў : o 
с“ . 3 5 $ . . 5 Е СТ = 2 х СТ -81 
GTS Ro 


10 
10 
10 


ова AASAD 
мууу Үлїлїлїлїл, 


им 


бк ов он 
м 


оста 2 №113 

ст 

ст: 2 М 114 
Т 


120 


200 
37-160= 
3048 
35-70= 
>30= 


м Aan An An an An An An An An An 


+ © (л алд сл .. 


! 

т 
т 
T 
T 
Т 
т 
Т 
Т. 
T 
т 
T 
т 
Т 
Т 
E 
T 
T 
T 
т 
T 
Ж 
T. 
Т 
Ч 
Т 
! 

! 

! 

! 


op: их вввюв Ft, 


ым 


20-40 = 


woo. 
udn 


Вол. ОС 45 
Ко > ОС 44 
Ко 

Ко # ОС71 


geg namnww ш, + 


w 
о 


СТҮ...нр 1870 Dioden und 


15 


Ab |Fo |Aw (е Bemerkungen 
| с 


t сту бр 16) N . 1,5. 20 100 50 6 : F Ко # ОС 602 

О СИ1А100 С 16) LG 50A 0,5. . 4УУ 150А 28 751 Wh 

О GU2A100 С 16) LG 50А 025. . AN 150A 56 . 75] Wh 

D GU3A100 G 16) LG 50A 0,25. . Буу 150А 85 . 75) Wh 

О GU4A100 С 16) LG 50A 0,25. . AN 150A 113 . 75] Wh 

О с05А100 С 16) LG 50А 0,25 Aw 150A 141 . 75{ Wh 

d GV1 с се. . . 5 20 А Но 

d GV2 с се, т. 50 Но 

8 Суз с: САС: 5. Ж 100 Но 

4 Gw20 Ср ср 2 1 903 40 25 70 Ко 

d су: бр СІ U 2 1 80050 40 60 70 Во 

d Gw 60 Gp с: С 3 1 100 50 40 80 70 Ко 

d суво Ср С! MG2 1 500 100 20 100 70 Ко 

d см 100 бр ан 1 1 500 120 5 e 150 . 70 Во 

9 см 101 бр а D 2 4: юз З 257 10 М 70 “Ко 

d см 102 Ср Сі HD2 1430 3 . 40!) 14 70 Во 

d GW 103 Ср СІ HD2 175:10:53 « 40 15 16 70 Ко 

4 GW 120 Gp CIM 1 1 800150 30 150 70 Ro 

4 GW 203 Ср CI hD 2 1 103 5 40 35. 70 Во 

t на NL. ЭР" сэг 20w . в 5 мн 

t HA . . NL. e . . 20W . . . . мн 

E НЗ = NU 404% 5w А 5 . . мн 

t HA 5 бе „МЦ. . e sw . . a 5 мн 

. `H-11 . нъ е . . . . . . 5 . . 5. Fotohalbl. 
н-35 3 Уа 7» кв" e 4 5 5 5. Fotohalbl. 
H-38 5 А è А e 5. Fotohalbl. 

t Н200 Е са м № . . 3 20-40= 63W 60 0,75 

t HA 5001 Gi ЮУ: . . 0,975 (500) 100 30 2,5 5 Hu 

t HA 5002 Gi U 0,950 (500) 100 15 1 2 Ни 

t НА 5003 Gi U 0,975 (500) 100 20 1,5 А Ни 

Т НА 9500 SM Li X 10 22. 15:46: 750 5 30 (100). Но 

Т НА 9501 SM Li X 10 22. 30-90- 750 5 30 (100). Ни 

Т НА 9502 SM Li X 10 222. 25-100- 750 50 (100). Ни 

t НА-ЕС e . Н (0,5) 4,5 5 2588 (30) 3 12: 5 55 НА 

О HAR-10 5 С: С 1А 1 01 100 ЛА 100 e HI 78) 

р HAR-15 $ Ст С 1А 1 0,1 150 ЛА 150 Hf 78) 

О НАЯ-20 5 Сб 1A 1 01200 ЛА 200. . HI 78) 

D HB-1 $ Eo UG 17 1 БпА 3,5 56 68 . . Hf 

D нв-2 $ Ео 065 1 5пА10 . 33 18 . . Hf 

D HB-3 $ Eo 0627 1 108А20 . 19 36 . HI 

D HC 7001 $ Са К я 7139 . 130 150 Hu 6-8ВрЕ 

р HC 7002 5 Са К 1 80 - Ё 80 . 150 Hu 12-120рЕ 

р HC 7004 $ Сак 1 60 e . 60 150 Hu 20-170pF 

р HC 7005 5 Сак 1225 % 25 5 150 Hu 46-240рЕ 

D HC 7006 $ Са К 1 25 . . as 150 Hu 14-88pF 

D HC 7007 $ Сак 4: 225 . . 25 . 150 Но 22-120рЕ 

О HC 7008 $ Са К... 1 25 = А 25:23 150 Hu 32-170pF 

D HCD-4 sp ХТ 100 0,890,1 50 500 15 75 бп 175] НГ2рЕ 

D HD 1810 G x 10 0,455 10 e 50 éns 90 Ню 1,5рЕ 

D HD 1811 G Х 100 0,7510 10 80 70 30 9ns 90 Huipf 

D HD 1812 G x 10 1 205 80 60 10 9ns 90 Hu1pF;ers. НО 2968 

D HD 1840 G x 10 0,4510 10 С я 30 605 90 Hu 1,5рЕ | 

D HD 1841 G x 10 0,4520 10 А . 20 6ns 90 Hu 1,5рЕ.2. НО 2967 

р HD 1842 G x 3 80 60 Но 1,5 рЕ 

р НГ 1870 с х 10 5 Е Hu 1,5pF 
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Transistoren 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


7 |8 |9 


ЧЕ | Isp Us,/B 
ША У/- 


10 
N 
mW 


"HD 1871 5 


HD 1872 
НО 2963 
НО 2964 
НО 2967 


НО 2968 
HD 5000 
HD 5001 
HD 5002 
HD 5003 


HD 5004 
HD 6001 
HD 6002 
HD 6003 
HD 6005 


HD 6006 
HD 6007 
HD 6008 
HD 6009 
HD 6011 


HD 6132 
HD 6133 
HD 6134 
HD 6135 
HD 6136 


HD 6635 
HD 6641 
HD 6651 
HD 6652 
HD 6751 


НОМР 4, А 
bis 

HDMP 10, A 
HFR-5 
HFR-10 


HFR-15 
HFR-20 
HG 1001 
HG 1002 
HG 1003 


HG 1004 
HG 1005 
HG 1006 
HG 1007 
HG 1008 


HG 1009 
HG 1010 
HG 1011 
HG 1012 
HG 5001 


HG 5002 
HG 5003 
HG 5004 
HG 5005 
HG 5006 


vn um AE нито 
ии 


кқәл-м Pyan 
м 


оо 


25пА 125 
25пА 175 
0,5 125 


БАРА ДР РЕЈ 
33333 3555Х ХХХХ 


- шымчы 


25пА 30 
25пА 60 
25пА 125 
25пА 175 


“аваа 88888 


O ТХХХХ зэзээ 


ВОСАК сАХЬ-АША-А ae лок 


ооооо 
vovo с 


HD 1871...HG 5006 
15 


Bemerkungen 


Re РЕЖ 
aan 
бол 
DON 


Hu 0,2рЕ 


Hu 0,2pF 
Hu CV 7041 
Hu CV 7130 
Hu 0,2рҒ 
Hu 0,2pF 
Hu 0,2pF 
Hu 0,2рЕ 
Hu 0,2pF 


HG 5007...HS 45-400 Dioden und 


ho In h2 из а [15 


| 
| 
| ‚Imax Чун! fo Leen Bemerkungen 
| У тА |V мн: |°С | 
HG 5007 "Gb Са зх 1001 80 1 500 пі 90 
HG 5008 СЬ Са sX 100 500 ns 90 
HG 509 СЬ Са sX 100 500 ns 90 
HG 5085 СЬ Са 48) 100 : Е Е 
нс 5901 G . 10 Таз 90 


НС 5902 5 10 Ins 90 
НС 5903 10 In 90 
HG 5904 10 Ins 90 
HGR-5 1A . 4 Ч 
Би 

HGR-40 


HJ 15 We ét ус. a, e ; ЭР . Јр 2 М 215 
HJ 17 D Е Krah a Dë ; в в . 2р2 2 №217 
HJ 22 D SE зрее 3 ДР 1 2р2 2 м218 
HJ 23 D d KS И e у ЕТ а 5 

HI 32 и. ЯМ” 5 мэл е . 2р2. 2 М 370 
HJ 34 Къ, <> К ie ep Se , јр 2 М 270 
HLS... : Е қ Ў ЖАТЫ Hf 66) 

HMP 1 ES 2 NS, Hf 
НМРТА NS, не 


НМР 2 NS, Hf 
HMP 2A NS, Hf 
HMP 3 NS, Hf 
HMP 3 A NS, Hf 
HMP 4 NS, Hf 


HMP 4 A NS, Hf 
HMP 5 NS, Hf 
HMP 5 A NS, Hf 
Ho 1 Ho 
Ho2 Ho 


Но 3 Но 

Һра 2301 НР 84) 1 pF 
Һра 2302 НР 84) 1 pF 
Һра 2303 . HP 84) 1,2 pF 
hpa 2350 . “Ка. Ж e А қ НР 84) 62) 
bis 

ћра 2374 . . A S 5 . . НР 84) 62) 


НР5 1670 Е Е . . . «20 0,808 . Ни 62) 
НР5 1672 . В . . «20 0,805 . Но 62) 
НЕ 2.3 . 2,3 60 Hf + 5% 
bis bis 

HR 11.0 : 7 11 30 . нє+5% 


Н5-6 4 . 0,74 3 0,25 НЕ + 5% 
bis bis 

Н5-14 . 3,10 12 0,20 НГ + 5% 
HS 10-400 Й : 1к 140 Hr 

HS 10-600 . : 1к 140 нг 


Н5 10-800 . : ik 140 Hr 
HS 20-400 . : ik 140 Hr 
HS 20-600 . : ik 140 Hr 
HS 20-800 В Цэ 140 Hr 


Н5 30 SV [3k] 150 Fi 
HS 31 у 7,5кУ(3к) 150 Fi 


HS 32 А току [3k] 150 Fi 
HS 45-400 : 400 1к 140 Hr 


E a Алала an 


оооо 


Тағапвізіогеп HS 45-600...HW 91 
в ja Is 6 |7 ja је 
Ж Тур (АБ Ро Ам Ip Іш | бр о, |В 
| | | | | му 
| | _|тА ЈУ |ЏА У/- 
HS 45-600 15 53А 0,83. 
HS 45-800 5 53A 0,83. 800 
Н$ 150-600 5 125А . 800 


Н$ 150-800 5 110A . . 600 : 2110A 800 1k 
Н$ 150-1000 $ 85А . . 1000 : 85А 1000 1k 


HS 200 Н : ЕР № 2783. 
Н5 700 : : 

HS 1001 j 100 
HS 1002 100 
HS 1003 і 100 


Н5 1004 і 100 
Н5 1005 і 

Н5 1006 

Н5 1007 

Н5 1008 


Hs 1009 
Н5 1010 
Н5 1011 
Н5 1012 
Н5 1020 


Н5 1093 
Н5 1101 
Н5 1102 
Н5 1103 
Н5 1104 


Н5 1105 
Н5 1106 
Н5 1107 
Н5 1108 
Н5 1109 


Н5 3103 


0,05 150 
0,1 150 
0,2 150 


0,05 50 
0,1 50 


e А дол == 


300 пз 150 
300 пз 150 
300 пз 150 
300 пз 150 


300 пз 150 
300 пз 150 
300 пз 150 
300 пз 150 
300 ns 150 


E. 13. ТАТАТАТАСА АБА ЛА 


>з даља 
о о ообоо ооосочо 


\лїлїлїлїл іліліліліл 


: . Hu 
0,3 . 4 ЭХЭ .  Нив2) 


оз. ; 4 ёс .  Нов2) 
15. і р % . Но # 2N 1889/90 
ЖТ . H 


30 5 
38 5 


0,25 1mA 0,8 
0,25 1mA 0,8 


а 


НТ5 10-А 


HU-5 
HU-5 А 
HU-10, A 
HU-25, A 
НО-50, А 


НО-75, А 
HU-100, А 
нут 200 
bis 

НУТ 1000 с 5 
НУТ 2006 3 4 + 2 . М5 62) 

HW 6.8 с d. 58 А 0,03 НЕ50) ~ 1 0152016 
bis is 
HW 91 5 Gre 5 0,095 НГ 50) =. 1 N 3043 


м bu 


м van лмаоо 
in 


D 
D 
D 
D 
D 
2 
2 
р 
р 
о 
о 
о 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
10 
| о 
р 
18° 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
т 
Т 
T. 
E 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
2 
2 


IB 000...JK 10 A Dioden und 


a ја Is [6 |7 в |ә у u 12 ha ја |5 
АБ Ро Маг 
МЕРЕ °c 


| Bemerkungen 
|ТА |У v/- |mw | тА УМ (мна 
Sa 


РВ 000 552 Өне и Г. 500507. 170! цијва 
із bis 
D 18516 С 5 196. ER A 20А 400 . 55 Lu/Bd 
р ICS $ 166 75 15 20 5кУ М 75 5КУ . 100 ЈЕ 
D 1Сс10 5 16) с 60 30 20 10ку . 60 10кУ. 100 ЈЕ 
D 102-050 b. Сі sX 10 1 1002 150. 3 0187 іс 
О 102-501 b Cz sX% 30 1 1002 150. з 0168. Je 
О 10 10-050 b С: sX 100 1 10010 450: + + 12 0,568. с 
О 15 2,5-100 Sa 16) LG 7,8А 1,3 . 150-- mKf: 2,5А 100 [ik] 140} In 
bis bis bis 

О 15 45-800 Sa 16) LG 140A 1,05. 1200— mKf: 45А 800 ПК) 140j In 
D ITT60DPD SP Су U 200 1 0,1 50 500 200 75 An 150) Jn 
О ITT601DPD SP Су U 400 1 01 30 500 200 50 éns 150) Jn 
D ITT700 SP Су U 50 1,1 0,0515 250 50 30 0,7п5 150) In 1 М 5220 
D їтт777 5Р си 20 7 018 250 50 15 75005150) Jn 
Т 1460 Sg le s 20 3= 0:2 20. . Жж 
T 1461 59 |е 5 . 20 7= 150... 20. S St 
Т 1462 50 le s . 20 (ëss 150 2 20. % > Тх 
Т 1463 Sg le s së, 20 20= 150 - 20. « = ОЛЖ 
Г 1464 Sg le s 20 30- 150 . 20. . T 
T 1465 Sg les 20) Ш- 7150. 20 . 

T 1466 Sg le 5 20 50= 150 . 20. 

T J503 55 је U 1 9-27 4500 8 45 4 

Т 1504 Sg је U 1 9-27 150 . 30 4 

Т 3505 Sg le U 1 9-27 155 ep 4 

Т 2506 Sg је U 1 2575 150 . 150 6 
| T 3507 55 је U 1 25-75 150 . 30 6 г 

Т 3508 Sg је U 1 25-75 150 5 60 6 

Т 3509 Sg le U 1 70-210 150 15 7 

T J510 Sg le U 1 70-210 150 . 30 7 Тх >. 2 М 1593 
Т 251 Sg № U 1 70-10 10 . 60 7 . Тх.2.2М1594 
Т 1581 59 16) U 12 1030 675 . 30 - ‚ Те 
Т 1582 50 109. . 12 1030 675 . 60. . Тх 
Т 1583 Sg 16) 9. . 12 1030 675 > 100 . e IR 
T 3584 55 16) U 12 20-60 675 И 307.» e. 0 
Т 1585 59 16) U 12 2040 675 . 60 . a 
T J586 Sg 16) U 12 20-60 675 . 100. e" ТЕ 
T 1587 Sg 16) U 12 40-150 675 . 30 12 „ тх 
Т 1588 59 16) U 12 40450 675 . 60 . . Tx 
Т 1589 59 16) U 12 40450 675 . 100. a ТЕ 
Т 1594 Sg 16) U 12. ig 1675 . 30: « “Яг: 
Т 1595 59 16) U 42 546 85, 60 - GE CH 
Т 1596 Sg 16) U 12 >40 4675. х. 100 . ә Тк 
Т 1623 56 Du 1 9-27 150, 15 4 Тх 
Т 1624 59 Lu 1 9-27 150 -: 30 4 Тх 
Т 2625 Sg Lu 14927. 450 «+ 60: 74 Тх 
Т 16% SH U 1. 22575 10 -. 156 Тх 
Т 1627 56 L’ U 1 2505 (150 . 30 6 Tx 
т 1628 56 Lu 1 2575 150 . 60 6 . T 
Т 1629 Se 12210 1 70-10 150 . 15 7 Кы МХ 
Т 2630 56 Шу 1 7046 150 . 30 7 Тх 
Т 2631 54 L’ U 221 70-210 150. 60 7 

Е ЈК9А С БА 45 1 0,33. 170 111 1,2 2..5 0,54 

Е JK9B с Шъ“ 4822 Ж Е : & 10/56 

Е JK10A С ЕА 50 5 0,38. 150 25 0,6 2.55 0,81 
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Transistoren 


JK 10 B...LT 5032 


In h2 з [14 
Ur | бр Us,/B Inox |Umox|fg тах ВетегКопдеп 
У ид У/- mW mA |V MHz |°C 
B G З ЕЕ Е 5 по 1081, 
Е )К11А с ЕА 55 15 0,46. 270 77 0,3 2..5081 . 
Е )К11В с Lm % 15 . . » р . 4 081 . 
Е ЈК19А с БА 551 0,46. 290 111 1,5 6 1,2 9 
Е ІК19В Ф Ст 55 1 0,17 290 110 115, 6 . 
Е ІК20А с ЕА 55 5 0,48. 300 25 08 6 088 . 
Е IK20B В (т 55 5 . 0,71 300 25 10 7 . . 
Е IKMA с ЕА 55 15 0,49. 310 9,7 0,4 6 11 . 
Е КВ 5 Lm 55 15 1,88 310 e? 04 8 . . 
Е ІКЗОА Lm’60 5 0,71 320 25 09 7 . 
Е JK60A . Lm’60 5 0,71 320 25 09 7 . . ЅА =2 х ЈКЗОА, Jn 
О ЈК 100 A с ЕА 31) 10 02 10 02 . 732, 2 5 85 5С1,19; ЭОрҒ жіп 
d К.../. қ $ 6505.57: EE . а . . тк 
р K 1030 54 У 25 Аж». 10 ЛА 200 . Hf 1) 
D К 1038 з шуз <2,7 100 0,57 ТА 50 2015 но) 
О K 1039 sv Шу 3 <2,7 100 0,57 . ТА 100 20; на) 
р К1040 Sv Ц у 2 <2,7 1000,57 ТА 200 205 Hf 1) 
D K 1097 $ и у 25 > 0,25. 5 . 200 50 . на 
Z КК 50, К 54 64/2 . . .  тке 8w 50 15 2 Fi 13), В: 12) 10% 
2 KRS1,R Sa 64/2 mKf: 8w 50 . . Ғі 13), В: 12) 10% 
2 КВ 52, В Sa 64/2 mKf: 8w Ge än E 0,09 Fi 13), R: 12) 10% 
bis bis 
2 KR60,R Sa 64/2 mKf: 8w 50 100 30 0,12 Е! 13), R: 12) 10% 
Z К5ЗОА,В ба Еп R . 150 5 33 110 -0,08 Fi 51) 
bis bis 
Z К544А,8 Sa Еп R . d а 150 5 12 405 +0,09 Ғі 51) 
О К5602АА 5 Сп’ 1С 6A 1,2 1тА. . 6А 50. 175 Т 
bis bis 
О К5 602 RA $ Gn’LG 6A 1,2 1mA ФА 800. 475: Ју 
о 10-47 . су” D . . . Я св 
D 10-70 Gb Cv 100 1 А 15 Св 
р 10-71 Gb Ce HU 2 0,4 . 15 св 
D 10-123 Gb Cv U 100 1 . 35 св 
О 10-125 Gb Cv U 10 1 . 75 св 
о 10-141 Gb Cv U 20 1 . 80 св 
D 10-143 Gb Ce U 40 1 . e e 75 св 
О 10-145 Gb сур 5 1 . . . 60 св 
— LDR—... 5 5 Е 5 Ё Ё . . 2 М В Fotohalbleiter 32) 
Z LM103 Sd LM’Z’U10 082 02 250 20 2,4-5,6 5-15 [-3,3] МС 65) 
D K46HZ Sd Gs LG 60А 1,2 100 400 120W 60А 400 . 150) Со 78) 
р Кв НЕ 54 Су LG 60А 1,2 100 600 120W 60А 600 150) Со 78) 
D K86 HZ 58 Су LG 60A 1,2 100 800 120W 60A 800 150j Co 78) 
О KS 560 $ Gs’ LG 190A 1,2 5тА 50 65W 50А 25 150 Со 12), -К: 13) 
bis bis bis 
О к 1260 5 Су LG 1904 1,2 5mA 1200 65УУ 50А 600 150 Со 12), -В: 13) 
EL Boss . Ge LG ` 20-40W . . ё А св 
тии Са 42) Мз 20= 20УУ 80 8 св ~ 2М158,СК 311 
bis bis 
T 1115 Ga 42) Ns . 20= 20W 200 СВ #2N158,CK315 
T 12-55 . . . . . . ` СВ #2м 1041 
Т 175021 + . . . . . . СВ # 2N 1041 
Т 175026 Са 42) 1 А e 20W (30) . CB 
Т 175027 Са Мо і. . 20W (30) . CB 
Т LT5028 Ga МЕ . è . 20W (30) CB 
T 17 5032 42) L 
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LT 5033... МА-18 А Dioden und 


|7 | | 9 |! h2 Р ha lis 


| 
| нь Isp Из N Inox |U, mox | | max Bemerkungen 
| 1553 Më [mW |тА М |мн: |9С 
трева Ga NoE 7.7... 20% '. (60). '. "cB 
т LT 5034 Ga ML . А 5 4 20W а (60) . 4 св 
T 17 5045 Ga Mi | . . 4 я 20УУ . (120). « св 
T 175091 ба 42) 1 . У 5 У 40W Р (30) . . св 
Т 175092 Са Мо, . 5 2 5 40% . (30) . . св 
T 175100 Ga ML . и юу . (60. . св 
Т 175101 Са мо . “ $ % 40W 5 (60) . ` св 
Т LT5108 Ga МЕ. 5 Е : 40W = (80) . 4 св 
T LT 5153 Са 42) 1 e . 20W Ё (60) . « св 
d M1 Se С 10К0 5 1695 . 68 5 SC 22рЕ 
ЗИМИ МИ 2" а 25% Д . e 5 5 4 š TP#1N 
d M3 Se С 1,2К05 45МО 5 e e 68 0,1 SC 65pF 
D M4HZ 54 Су С 400 1 200 400 . 400 400 . 150) Со 78) 
р M6HZ 54 Су С 400 1 200 600 400 600 150; Со78) 
о мвн2 54 Суб 400 1 200 800 400 800 150) Со 78) 
р M10HZ 5 Су С 150 2 2001000 150 1000 125 Co78) 
bis bis bis 
2 M30HZ $ Су С 100 3 100 3000 . 150 3000. 125 Co 78) 
"Mi 54 СУ С 200 1 150 100 500 200 100 . 150 Co 
bis bis bis 
M102 Sd Су С 200 1 150 1000 500 200 600 . 150 Со 
M14 54 Суб 400 1 15 100 1000 400 100 . 150 Со;М24 ~. 1 М 645 
bis bis bis bis | 
р M1% Sd Су С 400 1 50 1000 1000 400 600 . 150 Со; М 64.^ 1 М 64 
- М 35 ВУУ з. BAY 66 
D M15K e 5 e e ~ 9 . e Я . А . Со + 1 М 3283 
м M 100 $ Lm U 1090 [5] 1 >1 . «4,520 . S 58; В 7,5 pF 
М M101 5 Lm’ U 1050 [8] 1 >1,5 4-12 20 . 4 Sd; В 7,5 pF 
м M103 SL Lm”sU [100] [6] 02. у 30/ =, : 58: С?РЕ 
М М104 SL Lm”sU [100] [6] 01. . 30 . . Sd; С0,5 pF 
M M106 SL Lv+ UP [100] [6] 02. . . 30 > . Sd =2 х М 103 
р M150 $ 16) С. . . В A 150 . А . 5Т 
р M500 5 16) С. a 5 . . 500 . è « 5Т 
M M511 SL ` Gezai [Ina] [6] 10 . : э» әбес; ‚ Sd;C2,5pF 
Т MA1 Са KB МОТ 5 . 404500. 25 6 20 . 5р 
Т мА2 ба KB’MO1 У . 40-1450 . 20 3 20 5 5р 
Т МА 393 Ga КВЗН (0,5) 3 10 155 25 50 6 . 85) 5е 
Т МАЗУЗА Са КВ зН (0,5) 3 10 155 25 so 10. 85) Se^ 2 М 1122 
Т МА 393 В Са КВ зН (0,5) 3 10 155 25 50 14 * 85; 5е.^ 2 М 1122 А 
8 МА-400 5 с” Ум. 2 e . . . 10G . МА; Му = 6 dB 
d МА-401 5 . УМ. . . . . . . ` а 
4 МА-402 5 . УМ. . Ё . . . А [166] . МА, My5 6,588 
9 МА-407 5 УМ. A 3 Е . . . 106. МА; Му 5 6,588 
Би 
d МА-409, А . . УМ. . . А . . ы [36] . МА; Му < 5,548 
d МА-409АМ . „ча УМ 5 3 5 . . . (36) . МАЗ7)= 2 х МА409 
4 МА-409 АМЕ . “ Ум. . . . . . . [36] . МА; ^ МА409АМ,35) 
3 МА-409 АК . - УМ. < . . . . e [36] . МА 35) 
d МА409М 20) УМ. ЕЕ: 5 1: BG] | МАЗ7) ~ 2ХМА409 
d МА-409 МЕ . . УМ. . . . . . . [36] . МА; 2-МА-409М,35) 
3 МА-409 R 5 5 УМ. . . . . . . [36] . МА 35) 
3 МА-414 Sp Dh УМ. . . 5 . . d [106] . МАЗВ)21М4149,К 
4 МА-417 Sp Dh YD. 2 S А ж = 5 e [36] . МА 38).2.11М32, К 
4 МА-418 e . УО + . . . . . . 96 . ма ~ MA -408; 38) 
4 МА-418 А . se RÉI e . . . . . эс 5) 2. 408 A, AR 38) 


Transistoren 


МА-418 В 

МА-419 

МАЛУ А 

МА 4303 

МА 4304 25пА 40 


МА 4305 25пА 20 
МА 4306 25пА 20 
МА 4307 
МА 4308 
МА-4441 


МА-4442. 
МА-4443 
МА-4444 
МА-4445 
МА-4446 


МА-4534 
МА-4535 
МА-4536 
МА5 20 


мв 200 
ыз 

MB 213 
MB 228 
bis 

MB 277 
MC. 


MC 001 

MC 002 

МС 151 . . 1кУ 
bis 

MC 162 Е 3 4ку 


МС 459 A 25пА 175 
МС 488 A 0,1 380 
MC 500 ие уз 
bis 

MC 519 


MC 629 
MC 643 
MC 658 


MC 659 
MC 662 
MC 663 
МС 914 
MC 916 


MD 4 

MD 6 

мов 

мо 10 ч Ж ае Е Қ 
MD 100 Gë. 10mWs 30 
MD 110 „^а 10mWs . 
MD 120 4 A 10mWs 30 
MD 499 Е 30 50 
МО 501 : 25 50 
МО 502 S 25 50 


4 

d 

d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 

D 
D 
D 
D 


"inn 20000 00000 ооо о 000 о ООО 


MA-418 B...MD 502 


МА 2. 408 В, BR 38) 
МА 38) ~ 1 N 160, 8 
МА 38) ~ 1 N 150, R 


200) 
200} 


200; 
200; 
2001 
200) 


м 
м 


МА 1,5рҒ 
МА 1,5рҒ 


МА 1,5рҒ 
МА 1,5рҒ 
МА 2рЕ 
МА ?рҒ 
МА 2рЕ 


МА 2рЕ 
МА 2рЕ 
МА 2рЕ 
МА 2рЕ 
МА ВрЕ 


МА 
МА 
МА 
5е 


М5 62) 


М5 62) 
М5 62) 


MS 62) 
Мо 87) 

5 ~ ЕО 100; 2рЕ 
5 ~ FD 200; БрЕ 
MS 21) 45) 62) 


MS 21) 45) 62) 


М5 ~ 1 N 459 А 
MS = 1 N 488 А 
М5 1,8 рЕ 62) 


М5 0,3 рЕ 62) 
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МО 503... МА 322 Dioden und 


ў | 5 6 | в | ю ји |2 LV ШЕ 

АЬ |Ео [Ам А Ы | шыр IN ж.ш Umaxlfg lees Bemerkungen 
| jm u - | туи [ma v MHz | °c | 
Ч ! "oe 42 '25 50 '20 140). 


2 
91 (3). + 30 50 
4 10 . . 


о. 


+ 'O JR 58) 


H 

2 

74 

2 0,03 JR 58) 

2. 0,05 ЈЕ 58) 

2 . . Е 0,06 ЈА 58) 

ER е а - А 0,07 ЈА 58) 

ds . . . 0,075 JR 58) 

2 0,08 ЈЕ 58) 

2 0,085 ЈЕ 58) 

2. 0,09 ЈЕ 58) 

2. 0,095 ЈЕ 58) 
Jn 87) 


175} Мо 

150 Мо ВрЕ 
150 Мо ВрЕ 
150 Мо ВрЕ 
150 Мо ВрЕ 


Мо ВрЕ 
Мо ВрЕ 


мо | 9) 


МӘ |а) 


INNNN NNNNN мма 
мл опити ши! 


. . . Мо 
ММ 2614 Е : ме}? 
MM 2711 . 5 é Mo 41) 
MM 2712 . . , мо 

Mn 34a 5 я , 8 Іп. М 34a 
MN 61 A 5 e А . D . . в . . = 2 М 627, Мо 


ММ 62 А « ето . . . . қ 5 = 2 N 628, Мо 
MN 63 A я а ‚ RA PER . . 5 e . = 2 N 629, Мо 
MN 64А e 4 Lo а CC, . . . . . = 2 М 630, Мо 
Мп 69 e 

Мп 81 


Мп 95 
МР-1 
МР-2 
МР-13 
ыз. 
МР-18 


МР 500, А 


t 
t 
1 
! 
4 
! 


- 2 


ч 


150 GE = 1 4306 
150 СЕ 
[175] UL 


о о-о- 
о № 


1175) UL 
30-60= 170W 5 3,6к 110] Мо 


~ 


50-100 = 170W 3,6k 110] Мо 
0,05 50 . . . 150 GE = 1 М 4307 


0,1 30 . . . 150 СЕ 

200 100 5 20008 150] Co 78) 
bis i 

1 200500 . 200% 150} Со 78) 


0,71 600 2 . 3 10. А) +0,2У 


== оо о 
KK 


0,7110 2 . . АЈ +0,6V 
15 2 50 мо 


ом мо оо оч Яс 00056 аа--- 


Transistoren MR 323... МЕ 5 А...12 В 
з 14 Is 6 | u 2 h3 | 115 
Ab Ро Ам Ir Inox Ото а (Jess Bemerkungen 
| |тА |v mA V МНЕ |°С 
t de т H 
5 72) СИ 40А . 18А 100 . 175 Mo 
5 72) GU 40А 18А 200 . 175 Мо 
5 72) СО 40А . 18А 300 . 175 Мо 
5 72) СО 40А 18А 400 . 175 Mo 
А . . , . . è . . . . 3, Fotohalbl. 
и 200 250.60 . 150) АЈ Ьп; Set 
. . 4 а . e . . « 5. Fotohalbl. 
о 200 1 250 150 АЈ гі; Set 
о 200 250 4 150 А) ог; БрЕ 
. 5 e . . 5. Fotohalbl. 
250 4 150 А] ge; 5рЕ 
. А . В з. Fotohalbl. 
150 Alan: БрЕ 
e 5. Fotohalbl. 
А) 


=> 
~ 
9 


| 


ES 


10000 


100'0 
өйгә, А; 5 


= 


о ооооо о. 


> ммм 


[100] 30 40 ` $ АЕ 3 С [10рЕ]65)62) 
Я БАГ: * . : у 14 1507-1517 
Жы 1 М 708-744А 


о 
5 
D 
р 
о 
о 
о 
о 
о 
d 
2 
2 


- 444 о се са аа аа-4 


55454 49444 44 4- 44444 ----- ----- ----- 


|2 
K "Тур 


N 400 A...NKT 225 


3 
ЈАЊ Ро 


в 
| | 
Sech (МО век тоя № ток Bemerkungen 


|9 


Dioden und 


о Im 12 ha |м |15 


(ВА У/- _ |ТУ тА У _ мн: |°С | 
МЮА 9 Ls т !100-300- 2w Г. зо 10 |. ТЕ, а, Rh 
N 893 5 ы . 17.588 (110) . 40 . we 
М5051А 5 с 20 50 : 500 50 . 180 УУҺ 
№505 В 5 с 20 100 500 100 ` 180 Wh 
is bis 
Hoen 5 с 20 400 500 400 . 180 Wh 
М5082А 5 с 40 50 200 50 . 180 Wh 
bis bis 
Hamen 5 © 40 40 200 400 180 Wh 
М5091А 5 с 10 50 200 50 180 Wh 
bis bis 
NS501H 5 с 10 400 200 400 180 Wh 
МСА 025Е SV Y 15 0,3..3 16А 25 NA 19) 
bis bis 
МСА 400 Е SV 15 03..3 16А 400 „МА 19) 
мкт 101 ба 1 4,5 (5) 450 125 500 20 18 75 Мт 
NKT102 ба 1 4.5 (5) 100 125 500 20 10 75) Мт 
NKT103 Са 1 45 (5) 75 125 500 20 5 75 Мт 
МКТ 104 Са 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75 Nm 
NKT105 Ga 1 4.5 (5) 100 125 500 20 10 75 Мт 
МКТ106 Са 1 4,5 (5) 75 125 
МКТ107 Са 1 45 (5) 155 125 
NKT108 Са 1 4,5 (5) 100 125 
МКТ109 Са 1 4,5 (5) 75) 125 
NKT121 Ga 1 4,5 (5) 150 125 
мкт 122 Ga 1 4,5 (5) 10 125 
NKT123 Ga 1 45 (5) 75 125 
МКТ 124 Ga 1 4,5 (5) 150 125 
МКТ 125 Са 1 45 (5) 100 125 
МКТ 126 Са 1 45 (5) 75 125 
МКТ 127 Ga 1 4,5 (5) 150 125 
МКТ128 Са 1 4,5 (5) 100 125 
МКТ129 Са 1 4,5 (5) 75 125 
МКТ131 ба 1 Se 550 425 
МКТ132 Са 1 12540 125 
МКТ133 Са 1 . >30 125 
NKT134 Са 1 . >%0 125 
NKT141 Са 1 >50 125 
NKT142 Go 1 >40 125 
NKT143 ба 1 >30 125 
МКТ 144 Са 1 >30 125 
МКТ 149 A-N. я 3 
МКТ201- Ge >30= 600 
NKT202 Ga >50= 360 
NKT203 ба S50 360 
мкт 204 Са >30 360 
МКТ205 Са >15 360 
МКТ206 Са >50 360 
МКТ207 Са >50- 360 
МКТ208 Са >50- 600 
NKT21 ба >30- 600 
мкт222 ба >50- 360 
мкт223 ба >50 360 
МКТ224 ба >30 360 
МКТ 225 Са >15 360 


Transistoren МКТ 226...ОА 85 


ю In 


Тур м Imox {тах Bemerkungen 
| mW mA °С 


мкт226 "са г тт, 360 125 
МКТ 227 : 360 125 
МКТ 228 Ї «Же 600 500 
NKT 401 а: 1300 «А 
МКТ 402 SE 1300 6A 


NKT 403 i 5 5 1300 6А 
NKT 404 5 5 1300 6А 
NPN-3 5 (50) 10 
NS 200 5 ER: SI 600 . 
NS 300 a а; "00 600 


NS 345 e .  80-200= 500 . 

М5Р-1 1 А 5тА 60 90W 40А 
М5Р-1 R 5тА 60 90W 40А 
NSP-2 5mA 60 Я 40А 
М5Р-2 R 5тА 60 è 40A 


М5Р-3 5тА 60 4 %0А 
NSP-3 R 5тА 60 . 

NU 34 10 

NU 38 3 

NU 39 100 


NU 58 
080 C u.a. 
О 4А 653 
O 4 A 654 
OAS 


ОА 6 
OA7 
ОА 9 
ОА 10 
ОА 21 


ОА 30/30 
ОА 31 

ОА 40/100 
ОА 41 

ОА 47 


ОА 50 
ОА 50/50 
ОА 51 
ОА 52 
ОА 53 


ОА 55 
ОА 56 
ОА 60 
ОА 60/5 
ОА 61 


ОА 70 
ОА 71 
ОА 72 
ОА 73 
ОА 74 


ОА 79 
ОА 80/5 
ОА 80/10 
ОА В1 
ОА 85 


оо ооо 


а ===00 оооо 


== өөөөө О-оо- 00000 о--. 
їл 


Gaga аска 


Т. 
Т 
T 
Т 
т 
T 
T 
! 
т 
т 
т 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
р 
4 
4 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
D 
D 
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ОА 86...ОА 359 Dioden und 


з ја js је |7 [в |9 | ha |15 
ЈА |ғ Ам и, [>| шыр 
| | ma |v мА/У/- 

“ЭЕ (7-77 en Т ——— - - 
"ОА86 10 1122,5 10 3 e? Ма, Мо 
ОА 87 10 1,122,5 10 3 = Ма 

ОА 90 10 1020 10 и Уа, Мо 
ОА 91 10 124 10 Е қ Ма, Мо 
ОА 92 8 2,5 10 я 5 уа 


1 
ОА 95 10 1,052,5 10 . . Va, Mu 
OA 100/30 3 055 5 и . AE vi 
OA 126/5 100 1 10nA1 e ТІ +0,6У 
1 
1 
1 


ах | Bemerkungen 
96 


ОА 126/6 100 10пА 1 ТЕ +0,6У 
ОА 126/7 100 ТОПА 1 Tf +0,6У 


ОА 126/8 100 ТОПА 1 ТІ <0,6У 
ОА 126/9 . TI +0,6V 
OA 126/10 6,5 . TI +0,6V 
OA 126/11 10 . ТІ +0,6V 
ОА 126/12 12 > TI +0,6V 


OA 126/14 10nA 1 14,25 38 . Tf +1,85У 
OA 126/18 10nA 1 18 60 » ТІ +2,1V 


10 1 
1 
1 
1 
1 
1 
ОА 127 Л а 0,84 1пА 10 . . ТІ15рҒ 
1 0 
0, 
0 


10nA 1 
ТОПА 1 
10nA 1 


ТОПА 1 


NN NNNNN мммсс “с 


анн NNNNN нынао aggaa 
ww шшш А wuu 


ОА 128 ,84 3nA 30 . . ТОРЕ 
ОА 129 ,84 6nA 65 e . Tf10pF 


OA 130 „84 15nA 120 5 . | Tf 5pF 
OA 131 
OA 132 
OA 150 
OA 150/5 


0,84 40nA 200 . . ТІ SpF 
0 . . 
1 
0, 
ОА 150/10 Ё 0 
1 
1 
1 
0, 
0 
1 


84 50пА 280 
8 10 
5 30 


5 30 
10 
15 


ОА 154 Q 
ОА 159 
ОА 160 
ОА 161 


ОА 172 
ОА 173 
ОА 174 
ОА 179 
ОА 180 


ОА 181 
ОА 182 
ОА 1820 
ОА 182 В, R 
OA 186, A ТҮ: —А: [Cd] 


OA 200 і . . Ма, Mu, Ат 

ОА 202 . . Va,Mu, Ers: ВАХ 16 
ОА 210 а 

ОА214 

OA 252 


ОА 257 . . ; ers. DS 1606 
OA 258 . ; ers. DS 159/1 
ОА259 . . . ; ers. DS 159 

ОА 261 . . . e ; ers. DS 160 & 


1 


1 
1 
1 
1 
1 
0, 
0, 


Ол 262 


ОА 265 с . . . , ; ers. DS 161 & 
OA 266 5 Е ; ers. DS 160a 
ОА 357 но 10 
ОА 358 Hs 12 
ОА 359 Уз 12 


D 
d 
4 
4 
р 
р 
р 
р 
4 
р 
4 
4 
4 
р 
р 
р 
о 
4 
4 
D 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
D 
D 
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Transistoren OA 361... OAZ 222 


8 9 ho In 12 
1,1058 |М 1. Unox 


1тсх Bemerkungen 
вА|У/-- Imw | тА Мо (мна |9С 
+ 514007, 3. ESA 


з ја |5 је |) 
‚Ab ЇЕо А Ip "Ur 
| | | ima |М 


Im 14 |15 


Das Gp Ef 'U 7 '1 14 140 Р 

О ОА 365 Ср ЕГ U 8 17/22: 40 у “125: 4 . SA 

D ОА 366 Ср ЕГ Us 12 1 3 10 е DE . ЅА 

4 ОА 500 Sp рум 1 0,5 200 0,5 15 2 [3С] 60 ЯҒ 

4 ОА 501 Sp ОБО 1 0,5 1000,5 15 2 (361 60 ВЕ 

4 ОА 502 ӛр Dh’D 05 0,5 20 0,5 4 3 1361 60 RE 

4 ОА503 Sp Dh’ D 025 0,57 05 1 3 [3G] 60 ВЕ 

d ОА 513 Sp омм 2 0,5 200 0,5 3 2 [9С] 60 АЕ; Муз 1048 
d ОА 516 ӛр ОКО 1 0,5 100 0,5 15 2 [96] 60 RF 

4 ОА 600 бр Ch М 02 0,3 1тА10 407 10. 5 60 ВЕ 

d ОА 610 Ср Ch М 0,02 0,1 1тА10 10 10 60 ВЕ 

9 ОА 620 бр ChM 1 0,3 1тА 5 10:5,5: 2 60 ВЕ 

4 ОА 623 Ср Ва НО 5 1 50 10 30 20 60 RF 

4 ОА 624 Ср Ва НО 10 1 10010 30 20 60 ВЕ 

4 ОА 625 бр Ch U 10 1 20 10 10 20 60 ВЕ 

d ОА 642 Ср ва HD2 1 14 10 30 40 60 ВЕ 

4 ОА 643 Ср Ва НО 5 1 20 10 30 40 60 RF 

4 ОА 644 Ср Ва НО10 1 20 10 30 40 60 ВЕ 

3 ОА 645 бр Ch 0 5 1 15 10 10 40 60 ВЕ 

d ОА 646 бр Ch НР 5 1 15 10 10 40 60 RF=2 x ОА 645 
d OA647 Ср Ва НР 5 1 20 10 30 40 60 ВЕ = 2 х ОА 643 
4 ОА 665 Ср Ch U 5 1 10 10 20 60 60 RF 

8 ОА 682 Ср Ва HD2 1 10 10 30 80 60 ВЕ 

4 ОА 683 Ср Ва НО 5 1 10 10 А 30 80 . 60 RF 

4 ОА 685 бр Ch U 4 1 8-10 Ў 20 80 . 60 ВЕ 

4 ОА687 бр Ва UP 4 1 10 10 з 30 80 . 60 ВЕ = ОА 685 

4 ОА702 Ср Ва HD2 1 10 10 4 30 100. 60 RF 

4 ОА 801 ср ОО 5 та 205; 60 ВЕ 

4 ОА 802 бр DND 5 1 20 а 60 RF 

4 ОА 803 бр ОМО 5 1 20.10 г. 60 ВЕ 

d ОА 804 бр ВО 5 1 20:10 » 60 ВЕ 

4 ОА 805 ср DhD 5 1 20; #20. -—% 60 ВЕ 

D ОА 1150 с спи 6 1 в 10 : 20 100 . 75) Тт 0,5 pF 

О ОА 11549 Ср СН Оа 6 1 10 10 я 20 50 [01] 75) Тт0,5 рЕ 

О ОА 1160 Ср СМО 6 1-25: 10 4 5 15 [50] 75) Тт0,5 рЕ 

D ОА1161 в сми 55 1 15 30 A 201 7130,4 75] Тт 0,5 pF 

D ОА1172 Ср Ch’hD 85 1 10 5 1,5 30 (107) 75) Тт 0,5 рЕ 

D ОА 1180 Gb Сюз 100 063 10 ї 120 20 . 75| Тт 2,7 pF 

D ОА 1182 Gb Ch’sG 100 063 10 . 150 во . 75} Тт < 4,5 рЕ 

. ОАР 12 а : . s. Fotohalbl. 

z ОА2200 S Е 2 10 0,730,182 420 1 57 350 [2] Уа +0,3У, Мо 
z ОА221 S Е Z 10 0,730,042 420 1 54 330 (4,8) Уа +0,3V, Ми 
1 04222 5 DZ 10 0,730,022 420 1 56 275 (4) Уа +0,3V, Мо 
 ОА223 5 Er 2 10 0,730,043 420 1 6,2 215 1+0,5) Ма +0,4V, Mu 
= ОА2204 5 м 2 10 0,730,023 420 1 68 40 [+2,5] Ма +0,4У, Мо 
 ОА2205 5 Е 2 10 0,735nA3 1 7,5 8,6 [+&]Уа +0,4М, Мо 
= ОА226 5 Е 2 10 0,730,025 1 82 7,6 (51 Уа +0,5V, Mu 
z ОА2207 5 Е Z 10 0,7315пА 1 91 96 (621Уа +0,5V, Mu 
= ОА2208 5 Е 2 10 0,730, 1,5 1 4,3 350 (2) Ма, Мо + 15% 
z ОА2209 5 м Z 10 0,730,042 1 51 330 [-1,8] а, Мо + 15% 
z OAZ210 5 Е Z 10 0,730,023 1 62 215 [0,5] Уа, Мо + 15% 
= OAZ 211 $ Е 2 10 0,730,023 1 7,5 86 [4] Ма, Мо + 15% 
х ОА2212 5 е 2 10 0,7315пА5 1 9 9.6 (6,2) Ма, Мо + 15% 
= ОА2213 5 Е 2 10 0,73100А 5 1 12 35 [9,2] Ма, Мо + 15% 
Z 0422 5 Сг ZL 100 0,820,032 50 5,7 19 [0,8] Mu + 5% 
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ОА? 223...ОС 38 Dioden und 


1 |2 з ја Is {6 


К Тур |АБ Ро Ан 

| ТА 
100 
100 
100 


100 
100 


100 


|15 


тох | Bemerkungen 
ес 

[2,1] Мо + 

[3,3] Ми + 

[4.5] Mu + 

[5,4] Мо + 

[6.4] Мо 


сч 


| 


OAZ 223 ; 


ОА2 224 
ОА2 225 
OAZ 226 
ОА7 227 


OAZ 228 
bis 

OAZ 237 
OAZ 240 
bis 

OAZ 247 
OAZ 268 
bis 

OAZ 273 
OAZ 290 


OAZ 291 


л 
ооооо | < 


о 
w 
N 


100 


ос vn по nn n nnna 
at о 


>20 
>25 
>20 80 


20= 50 
>40 120 
>40 180 
>40 80 
30= 50 


17-150 120 
>70 180 
17-150 80 


---мм NN мм NN N NNNNN 


4---4 


1 
t 
t 
T 
t 


17 


17 
30 


Жы жљесе дссс2 ссе 


65 
БОР” 130, 5. 
25003048 . 2А 
600 35 дүү ЗА 
4 20У/: "Ee Se 
. >44 24W ЗА 32 
20 180 16W ТА (36) 
20 180 16W 1A (36) 


20 180 16W 1A (36) 
15 35= (12,5УУ)3,5А 40 
0,4 20-75 (22W) 3,5А 40 
100 50-85 (12,5УУ)3,5А 16 
100 >20- (30W) 6А (80) 


100 45-130= (30W) 6А (60) 
12 36= 3,6W 1,4А 30:60 
6 9-46 50 50 
6 16-32 50 50 
6 32 50 50 


100 >25= 6A 
100 >30= 6A 
100 30-110 6A 
15 » 
10 


----- -44-- 
ker о зөө» | 
~ ~ wu 


Tu им 


Ат,Ма; гЬ = 1000 
Ат, Ма; гь = 809 


Ат, Ма; гр = 709 
Ма, Ми 
| Тт 9) 


> 


зам DOSE ~ со > 
~ 


OASEN 


рим 
хх 


Уа 
Ма ~ ASZ 15, Mu 
Ма ~ ASZ 16, Мо 


а 


a 


ососо 
оче 


Ма ~. ASZ 17, Мо 
Ма ~. ASZ 18, Mu 


ыы 
пм 


---44 ----4 4-4-- 
· · оо 


ЛОВА алаҹа 
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Transistoren ОС 41...0C 170 


7 в | ho In |р ha |м 15 


(Бо Ам Ч 12, Оз, ЈВ м ЇГ [Мох | be ак | Bemerkungen 
| | | ТА LN [mW (тА ЈУ |MHz |°с 

Кр 50 5 н ' (16) 4 75 Ми 

Кр $ 50 4 (16) 7 75) Mu 

Кр s 50 S 75} Ми 

ЕР О (1) 150 In 

ЕР, U (1) 10-20 200 150 Jn 


Ка мо (1) 100 80 751 Vo, Мо 

100 80 75j Am CV 7003 
>10 200 150 In 

50 80 751 Va, Mu 

75 80 . . Ат 


> 20 200 150 Jn 

20-80= . % 751 Уа; Ers: ASY 26 & 
> 20 200 150 Jn 

50-200=. = 75) Уа; Ers: ASY 27 & 
2,1 (75) . 35 “а, # Ат 


2,5 09. Ма, # Ат 
35 10 : . Am 
35 10 Е 1 Ат 
80 10 - : Ат 
во= 10 5 e : Ат 


35 20 Ма, Ми, Ат 
55 20 Ма, Mu, Ат 
80 20 | Ха, Mu, Ат 
85 20 è | Ма, Мо, Am 
30 25 j Ма, Мо 


47 25 Уа, Мо 

30 125 Va, Ми, Am 

47 125 1 Va, Мо, Am 

70= 125 | Va,Mu;P:20C72 


----- 
о 


- 0000 со 


----- 44-44 


wwowu 


= 4444 44447 


44-47 - 


H 


40 (50) 
65= 550 
100- . 
90 . 
45= 165 


>45= 165 


-44-- 
= 
о 


5 
м 
м 
м 
м 
м 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
N 
N 
U 
N 
N 
N 
5 


u An Ae 


б Pan: Ai: қыла зала шшш, 


---4- 


----- 


100 
100 
100 


=---- 


ОС 171...ОС 450К Біодеп опа 


1 12 |3 |4 |5 le |7 ја | о å m 5 13 ha fis 
Кур ` ab Ро АХ Ur 2, ИВ |М mer Wiel нө Bemerkungen 
| | | |тА IN |шА|М/- ту [ma М [мна с 
ı "oc 171 са м HM (1) 6 15'100 _ (50) 110 (20) (80) 75) Уа 
т ости са м HM(1) 6 13 10 85 10 20 (70) 75} Мо 
т ОС200 Sa Кр МО (10) 0,1 15-0 250 50 25 1 150) Мо, Am 
т ОС201 ба Кр МО (10) 01 20-80 250 50 25 4 150) Мо, Ат 
т 96202 ба Кр МО (10) 0.1 30 295 50 (15) 0,75 150} Мо 
т ОС203 ба Кр N (10) 0,1 298 50 60 . 150} Мо 
т ОС20 Sa Кр U (6) 01 400 2302 . 150] Mu 
т ОС205 Sa Кр U (6) 04 400 250 60 . 150) Mu 
T 0C206 Sa Кр U (6) 0. 400 250 32 . 150) Мо 
t oC 302 с Le N 15 946 675 50 15 06 75 In#0C32 
т ос зоз с LAN (1) 10 20-35 67 50 15 25k 75 Jn 
t ОС 30% СІ ам. 15 32420 675 50 15 09 75 Ins ОС34 
т ОС 304/1 Gi LAN (1) 10 30-50 67 50 15 09 75) In, Вг 
T ОС3М0 Сі LAN (1) 10 50-0 67 50 15 09 75] Ја, Вг 
т 0С304/3 Gi LAN (1) 10 80-120 67 50 15 09 75) jn, Вг 
ОС 305 Gj le U (1) 10 >120 67,5 50 8 02 75 Jn 
ОС 305/1 Сі LAN (1) 10 120-200 67 50 8 75) In, Ве 
ОС 3052 Сі [А м (1) 10 >20 67 50 8 75) Ја, Br 
ОС 306 rN 


ОС 306/1 Gi LA rN (1) 


OC30/2 Сі LA rN (1) 
ОС 306/3 Сі LA rN (1) 
ОС 307-1/-3 Сі Kp зм 20 
OC 308 Gi Kp sN 20 
OC 309-1/-3 б) Kp sN 20 


OC 318 Gi Кр sN 50 
OC 320 Gi Кто Di 
OC 330 с Ком (1) 
ОС 331 G Lx NU (0,5) 
OC 340 Gi Ku N (1) 


. . . . . 9 . 

10 30-50 67 50 15 9 751 Jn, Вг 

10 50-80 67 50 15 9 75 Je Вг 

10 80-120 67 50 15 09 75) 1п, Вг 

15 20-100 100 250 32 12k 75) фм, Вг 73) 
10 50= 100 250 32 12к 75] Јп,ВгР 
10 20-100= 100 250 60 12k 75) In, Вг 73) 


20 65= 330 300 20 15k 75) Јп,Вг 
10 9-16 45 35 15 06 75 In 

10 20-30 45 35 15 25к 75) їл 

100 20-35 30 30 7 12 75; дтн, Вг 
10 30-120 45 35 15 15к 75] Jn 


а 


mu E ол РЈ О И ОРО ИО ЈОЈ diir mr ми mm п 
о 


' осз4 Gi Lx МИ (0,5) 100 30-50 30 30 7 12 75] In, ge, Br 
' 0с342 Gi Ge NU (0,5) 100 50-80 30 30 7 12 75 топ, Вг 
: осзаз бі Lx МО (0,5) 100 80-120 30 30 7 12 751 Јам, Вг 
1 ОС 350 с Ком (1) >120 45 35 8 10k 75 Jn 

1 ОС351 бі Lx NU (0,5) 100 >120 30 30. в 2 75) пп, Br 
: ОС 360 бі Ком Di 10 >20 45 35 15 15k 75 Jn 

t ОС361 б) Lx МИ (0,5) 100 30-50 30 30 7 12 75 тог, Вг 

t ОС 362 Gi Lx МИ (0,5) 100 50-80 30 30 7 12 75 За, Ве 

: ОС 363 бі іх МИ (0,5) 100 80-120 30 30 7 12 75; пог, Вг 

1 ОС 364 Gi 1х rN (0,5) 100 50-100 30 30 7 25 75] In se 

t ос 390 Gi LA H (0,5) 10 40 65 40 (15) 45 75 Jn 

1 ОС 100 бі (А H (05) 10 75 65 40 (15) 7 75) т 

t ОС410 Gi LA Н (05) 10 110 65 40 (15) 12 75) Jn 

т 0C430 5 то (1) 0,4 15 200 50 10 06 150] іп, Вг 47) 
т OC40K 5) кро (1) 0,4 15 370 50 10 0,6 150; 1047) 

т осо Я Im. (1) 0,4 15 200 50 30 06 150] т, Be Ai) 
т осщок Si Кр. (1) 0,4 15 370 50 30 06 150] Jn, Вг 47) 
т 0C43 Sj (та 1 0,1 25 200 50 25 1 150) In 47) 

т ОС43К 5 Кра 1 0,1 25 370 50 25 1 150) Ја 47) 

Т ос 445 Я шт. (1) 0,4 15 200 50 50 0,6 150; Jn, Be 47) 
Т ОС45К 5 Кр: (1) 0,4 15 370 50 50 0,6 1501 іп, Be 47) 
Т 0C449 Si (та 1 0,1 15 200 50 60 1 150) 10:47) 

Т осщок 5) Kpt 1 01 15 370 50 60 1 150) Јп 47) 

Т ОС 450 Я іт. (1) 0,4 20 200 50 75 0,8 1501 іп, Be 47) 
т ОС450К 5) Кр. (1) 0,4 20 370 50 75 08 150) In, Вг 47) 
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Transistoren ОС 460...ОС 831 


|7 во ho т ла ha (м his 
Ur | Isp Us,/B IN Inox Umos fa Imax | Bemerkungen 
У |ЏА М/- mw |тА у |мн: °С 


150) 'Jn, Br 47) 
1501 Јп 47) 

150) In, Br 47) 
150) Jn, Вг 47) 
150) Jn, Вг 47) 


150} In 47) 
150) Jn, Вг; Rz = 8 dB 
150] Jn, Br; Rz = 8 dB 
150j Jn 47) 
150) Jn 47) 


150j Jn, Br 47) 
150j Jn, Br 47) 
150] In, Br 47) 
150j Jn, Br 47) 
150} Jn, Br 47) 


150j Jn, Br 47) 
150j Jn, Br 47) 
Jn, Br 47) 


| 
осмо сі 
ОС460К 5 
ОС 463 j 
OC 463 K 
OC 465 


OC 465 K 
OC 466 
OC 466 K 
OC 467 
OC 467 K 


OC 468 
OC 468 K 
OC 469 
OC 469 K 
OC 470 


ОС 470 К 
ОС 480 
ОС 480 К 
ОС 601 
ОС 602 


ОС 602 spez Сі 
ОС 603 Сі 
ОС 604 Gi 
ОС 604 spez С} 
ОС 612 с 


OC 613 сі 
ОС 614 Gi 
ОС 615.У,М Сі 
ОС 622 
ОС 623 


ОС 624 
ОС 700 
ОС 701 
ОС 702 
ОС 703 


ОС 704 
ОС 800 
OC 810 
OC 811 
ОС 812 


OC 813 
ОС 814 
ОС 815 
ОС 816 
ос 820 


OC 821 
ОС 822 
ОС 823 
ОС 824 
ОС 825 


ОС 826 
ОС 827 
ОС 828 


ОС 829 ( VH 
ОС 831 > : К У | VH; Р:2 ОС 831 


ъъ 


nu Л 
ААА за 


ооюмо омьс 
~ 


nn 


ооо- ===> 
рет» ~ 


-- 444 ---4-4- 44444 ----- 


D эн 
27 22 
й 
х 


мъ 


Т; Ers: АЕ 101 

ТЕ; Ers: АЕ 136 
Tf2) 2. АЕ 134, 135 
714) 

1112) 


j ТІ4) 
| Вг; тК/ 
Вг; mKf 
Вг; okt 
Вг; mKf 


Вг; mKf 
4117) - 
УН; Егз: ОС 824 
УН; Егз: ОС 825 
МН; Егз: ОС 826 


ун 

УН; Егз: ОС 827 
ҮН, Егз: ОС 824 
УН; Егз: 

ҰН; Егз: ОС 824 


ҰН; P:2 ОС 821 
УН; Ers: ОС 828 
УН; Егз: ОС 829 


УН 
УН; Р: 2 ОС 825 
ун 


ун 
УН 


її 
= ===> ююооо оююн- N> 
hinin An 


о 


' 
' 
! 
! 
+ 


24 гета виа 


с 
29900 лш шю кола UANNO омююю 


--- 44 44447 
2252 222 


2 
ооооч оюззо + 
еш 


юююю юмюмд ююююю ммм. 


> 99992 


VLLL ` bei мо о bei бо LULU 


с ооо nanan сссти лил. N geg о о соло ром ОО Gë mun Vu л un Wi 


оооо ооооо 


ааа ча--- 


ОС 832...ОҮ 2 


1 2 
K Тур 


| 


К) 


|4 |5 |6 
|Ab Ро ! ы 


7 |8 9 


| 
па | Изв | 
У lua У/- 


ы 
Imw 


|Imox Ш | [5 


12 


Ч 
% 


а---- ---і-- ча 


а---- 


! 
! 

о 
о 


ннно со со ааса. . 


мн 


а. а. 
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ОС 832 
ОС 833 
ОС 871 
ОС 872 
ОС 1016 


ОС 1044 
ОС 1045 
ОС 1070 
ОС 1071 
ОС 1072 


ОС 1074 
ОС 1075 
ОС 1076 
ОС 1077 
ОС 1079 


ОСР 70 
ОСР71 
OD 603 
OD 603/50 
OD 604 


OD 605 
OD 650 
OD 651 
OD 651a 
OD 652 


ОО 750 
OD 751 
ОМ 200 
ОРЕ 54 
ОРЕ 56 


ОВР 10 


| | | ПА | 


А У ү 


Dioden und 


15 


тох |Bemerkungen 


ме 
мг NL. 


Mk’ Ns (300) 
Lm’ НО (1) 
Lm’ H 

Kg N 

Kg U 

Ко’ NB (10) 


Ку” NB (50) 
Lm’ NU 3 

Lm’s (10) 
Lm’s (10) 
Kv’ NT (50) 


ме 
ме 
Ма 


мк 


ОАР 11, 12, 30 


ОКР 50 
ОКР 60 
ОВР 61 


ОВР 90 
0532 


OSH 2503 


OSK 2500 
bis 
OSK 4500 


NL. цан 


530 
30 


` 400 
400 


20 35 

2 45-225 
2 25-125 
110 20-40 
150 30-75 
125 45-120 


10 100 
350 65-130 
200 > 45 
200 > 45 
10 35-110 


ммм И 


(30). 
ТА (60) 


1500 (32) 20ms 


5 15 
5 
10 
10 
50 


300 
10 

125 
125 
300 


тетігін 


оом-з 0000- 
8”: 


БЭ" 
23 
аа 


9) weitere 


775 
75) 


ун 
ун 


Тт 9) 


тт 
тт 
тт 
тт 
Тт;Р 


Тт; Р 
Тт 
Тт 
Тт 
Тт 


5. Fotohalbl. 
5. Fotohalbl. 
и 
и 
и 


и 

АЕ 
АЕ 
АЕ 
АЕ 


АЕ 
АЕ 
Ма 87) 
Ма 85) 
Ма 85) 


5. Fotohalbl. 


ОС1...-Туреп = 59) 


Transistoren OY 3...PADT-50 


ја 5 |6 ја | In 5 | ла his 
(Ёо Ам Ir [Umax] 


oY 3 
OY 4 
ОҮ5 
ОҮ 100 
ОҮ 101 


ОҮ 101 
OY 102 
ОҮ 102 
ОҮ 103 
ОҮ 104 
ОҮ 110 


ОҮ 111 
ОҮ 112 
ОҮ 113 
OY 114 
ОҮ 252 


ОҮ 253 
ОҮ 256 
ОҮ 257 
ОҮ 312 
OY 313 


OY 316 
ОҮ 317 
ОҮ 5061 
ОҮ 5062 
ОҮ 5063 


ОҮ 5064 
ОҮ 5065 
ОҮ 5066 
ОҮ 5067 
ОҮ 6041 


ОҮ 6042 
ОҮ 6043 
OY 6044 
bis 

OY 6047 


Р13 
Р1ЗА 
P138 ( тт 
P14 Іво (1 Tm 
P15 і (ве U 8) 1,6 Тт 


Р-100 Е Ee е У . 734) 

Р 346 Ù sH 1 (600) 175] Fd 9)2,7 pF 
PADT-20 Un" : : (10) . Ат 
РАОТ-21 и“ мол Be =, (10) . Ат 
PADT-22 ибн 22% ; (10) . Ат 


1 
РАОТ-23 н | (0) . Ат 
РАОТ-24 мнт . . (70) Ат 
РАОТ-25 шина е A . (70) Ат 
1 . . . 
1 
1 


оо. о- 
vu u 


Ara зээ а 


u An An An An An An 


H 


залаа аала 


Тт 
Тт 


4 
4 
4 
р 
р 
р 
р 
р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
Т 
Т 
Т: 
Т 
т 


SFr м vun блл лл л па а 


РАОТ-26 ибн (70) . Ат 
РАОТ-27 LI уу (70) . Ат 


РАОТ-28 н . . . (220) . Ат 
PADT-30 LU ун. . . . (200) . Ат 
PADT-31 и” MO 1 . . (70) . Ат 
РАРТ-40 іт 5Х 30 . . . 300 . Ат 
PADT-50 Mi 5х. : . И : В Р Ат 


55554 73773737 4444 


РАОТ-51...РМТ 118 Біодеп опа 
| 4 |5 |6 | іп h2 јаз ha |15 


(H | | | | 
‚Ab Fo (Ам | Шох (ШІ Итох Bemerkungen 
| | | [ma А | | [°С 

' PADT-51 ск и зх. , а . Ат 45) 
РАОТ-60 СУ Kh’sY . Е « а . Ат 

РС 21 . e . . . . . 32) 

Е5С:25 . = А . В . 32) 

РС 103 . . . . . . ЈЕ 32) 


РС-112-10 150) PS 10pF 
РС-113-22 [50] . Р522рҒ 
РС-114-47 [50] . Р547рЕ 
РС-115-10 [50] . Р5 10рЕ 
PC-116-22 [50] . РЅ22рЕ 


PC-117-47 (50) . Р5 47рЕ 
РС-122-47 [50] . Р5 47рЕ 
РС-132-10 [50] . Р5 10рЕ 
РС-133-22 [50] . PS 22рҒ 
РС-134-47 [50] . Р5 47рЕ 


РС-135-10 [50] . Р$10рЕ 
PC-136-22 [50] . РЅ22рЕ 
РС-137-47 [50] . Р547рҒ 


РОЗ. .12 A Fotohalbl. 80) 
PD 101 $ 


РО 102 
РО 103 
РО 104 
РО 105 
РО 106 


РО 107 
РО 108 
РО 109 
РО 301 
РО 302 


РО 303 
РО 304 
РО 305 
РО 306 
РО 307 


РО 308 
РО 309 
РО 310 
РО 311 
РО 400 


иг 


Aa An An An 


BAR У ЗОРЕ КОГ . 
ооо ооооо ооооо 


Am An An An Aan a An An ми 


“л лж АААХА х л АЛС. 


dus 150 
300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 


300 ns 150 
300 ns 150 


300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 


ААА А А -А-А-А-А-А СА СА СА са А ee ей» 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


моо ооооо ~: 


Р5 ~ 1 М 906 


PS. 1 N 907 
Р5 1 N 908 
2 : Е ‚ PSZIN94 
25пА 20 Э 5 ; . Р52РЕ 
01 20 · Е : Р5 ~ 1 N 905 


0,1 30 
0,1 40 
25пА 20 
0,1 50 


РЕТ... “ А А . . “ А . г Ph#2N.... 
РС 40 В, РС . 7 “Ур & . У 5 . e s. Fotohalbl. 
РНС 1,2 . МА. . . ; 5 N s. Fotohalbl. 
РМТ 011 >15= 2 [20] 150] PS. 2 N 1409 
РМТ 012 > 30= а [20] 150; PS 2 М 1410 


РМТ 013 >20= A [20] 150 
РМТ 01% >40= Е [20] 150 
РМТ 016 . >20- 60 пз 

РМТ 018 >10= 3 [20] 150 
РМТ 019 >30= : [20] 150 


РМТ 111 >15= [20] 150; 
РМТ 112 >30= 5 [20] 150 
РМТ 113 >20= у [20] 150} 
РМТ 114 >40= [20] 150 
РМТ 118 >10= : (20) 150; 


55454 44444 44114 Ф0000 00000 00000 әуууо о! ооо 00900 00000 
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"Transistoren PMT 119...PS 622 


9 wm іп h2 рз hs hs 


8 
| | | | 
Isp | Џојв м Inox Оле! нэх Bemerkungen 
ША У/- _ |тУ may (МН: "С 
Е | = 2-8 
РМТ II SM j 1 '>30= 100 |. 30 [20] 1507 
PS 005 5 10 50 5 250: 50: 200 
bis bis 
PS 060 30 600 А 250 
Р$ 105 50 35— 
bis 
PS 160 500 420 
PS 200 50 50 


PS 201 20 10 

PS 202 20 20 Е . ж 13273 
Р5 203 100 20 Е . #1М 309 
Р5 205 100 50 . . 

Р5 206 100 50 


Р5 207 50 50 г 5 22 Р5%1М100Үл 
Р5 208 20 10 s PS 

PS 210 100 100 а 2 5 PS #1N 310 
PS 211 so 50 б 2 PS#1N 312 
PS 214 10 5 2 ы 38-72 PS #1 М 116 


Р5 405 5" 150 
bis 

PS 460 
PS 500 
PS 501 
PS 502 


PS 503 
PS 530 
PS 531 
PS 542 
PS 543 
PS 550 


PS 551 
PS 552 
PS 553 
PS 554 
PS 560 


PS 561 
PS 562 
PS 563 
PS 564 


PS 594 
bis 

PS 595 G 
PS 603 
PS 604 
PS 605 


PS 606 
PS 609 
PS 610 
PS 611 
PS 615 


PS 616 
PS 617 
PS 618 
PS 621 
PS 622 


15 600 
10nA 150 
10nA 75 
10nA 30 


T 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 


3333 33333 333330 сссо о ссссс ссэээ 


nunn оо пољем 


25пА 125 


0,25 30 
25nA 30 
25пА 30 


0,25 60 

25пА 60 
25пА 60 
0,25 125 


25пА 125 
25пА 125 
0,25 175 

25пА 175 


anana aaaaa ааа 
ил ЈУ ЈОЈ nnu: 
ou: оо ошооо опо- 


Р5 623...РТ-25 


В ја |5 је | в 9 10 г із |м fis 
АБ Ро äech шік пАМЛЛ ЭЭ” 
| ТА |У шА/У/- mW MHz |9С 
500 71 15 "soo | 
пА 175 |500 я 
20 1 025225 500 
20 1 (005225 500 
200 1 0,05225 500 


Dioden und 
| 


Р5 623 
Р5 627 
Р5 628 
Р5 629 
Р5 630 


Р5 632 
Р5 633 
Р5 634 
Р5 636 
Р5 637 


Р5 700 
Р5 701 
Р5 702 
Р5 703 
Р5 704 


Р5 705 
Р5 720 
Р5 721 
PS 722 
Р5 723 


Р5 724 

PS 1171, A 
PS 1172, A 
PS 1173, A 
PS 1174, A 


PS 1175, A 
PS 1176, A 
PS 1177, A 
PS 1421 
bis 

PS 1426 A 


PS 1441 
PS 1445 
PS 1450 
PS 1455 


PS 1460 
PS 1501 
bis 

PS 1510 A 
PS 2411 
bis 

PS 2430 
PS 6313 
PS 6314 


PS 6315 
bis 

PS 6327 
PS 6465 
PS 6466 
PS 6467 


PS 6468 
PS 6469 
PS 6470 
РТ-2 А 
РТ-2 $ 


200 
200 
200 
200 


- 


0,25300 500 
01 300 500 
0,25380 500 

500 


- 


м wb wë séi ab ef ЈА <А са А А «А-а! 


А Р5 
0,002 PS + 0,4 У 


0,001 PS + 4 У 
150 Р5 


150 Р5 
220 Р5.51М1313 
FS 1 № 1314 


PS 1 № 1315 


D 
< 
“хммм NNNN N мно ом мо ооао м NNNN NNNNX ххххх ххххх 22222 ЈЕ 


а 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
d 
7 
3 
r 
2. 
2. 
2 
2 
2 
о 
о 
о 
о 
о 
2 
2 
о 
о 
Д 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2. 
2 
2 
t 
t 


Doum unnn о өөө nu 


ош ww 
ББЕР?Т 2999 
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"Transistoren PX 1i1...RD 2122 


| 9? 10 


3 4 |5 
Ab |Fo А 


6 7 D 

м1, Ur | Бр | Из В |N 
"mé |Y [ША |М/- [mW 
T SE gt 


тг 
: : GAS SH 27) 36) 41) 89) 
Са 2 100 15. . қ ЈЕ 4) 5 oder 10% 


Са 7 1.5 ` JR 4) 5 oder 10% 
ме iY Е 2 ЕС 19) 47), -T: 91) 
Nr vr . . 125) ЕС 19) 47),-Т:91) 


ме и e . 125] ЕС 19) 47), -Т: 91) 
ме iY . . 125) ЕС 19) 47), -T: 91) 
ме vr . . 125) ЕС 19) 47), -Т: 91) 
А . ка 

. ка 


150} Со 78) 

150] Со 78) 

222 150} Со78) 
RAS 310 АЕ : 140] SA, Jn 94) 
RAS 508 АЕ Е қ 222 150] Ја 13) 98) 


КА5 508 ВЕ 2 р . 150) In 12) 94) 
RAS 508 CF М 5 960 . 150) 10:13) 94) 
ВА5 508 ОР . А 960 . 150] In 12) 94) 
КОДА 1 5 . АШ? 3/4,5 60 -0,055 МЕ 

bis bis 

ВО 35 A і 2 =" а ње 30/42 300 701 NE 


КО5В і 4 за E Ж 4,3/5,415 0 МЕ 
bis bis 
КО 35 В | . et = 30/4035 +01 NE 
ROSC і = 2 5 į 4,3/5,410 0 NE 
bis bis 
КО 35 С j й ” ei : 30/4020 70,1 МЕ 


8050 | d Ep: 4,3/5,41,8 0 МЕ 

bis bis 

RD 35 D і 2 МӨР : 30/40 7 0,08 МЕ 

RD7H 2 Бот 0,03 МЕ + 10%, < ВрЕ 
RD8H Д Жал 0,045 МЕ = 0,75 У 


ко 10 : * а S ` SH 48) 62), Јп 

RD 10H “ В а 0,065 ЧЕ + 1У < ВрЕ 

КО 316 2 e 4 С б Bg 

RD 500 3 200 Ву; Егз: 1 N 3729 

КО 750 200 Rh/Ry = 1 М 3730 


КО 800 й 200 ву 
КО 1358 . 150 Rh 
RD 2121 200 Ry 
RD 2122 ) 7 200 Ку 


КО 2123...RL 207 Dioden und 


1 2 в ја |5 je л в |9 ю т |2 h3 Па |5 
К Тур |Ab (Бо Амр Ur вр ИВ |N П. Usel ba ees Bemerkungen 
| ТА |V шАУ/- mW тА У МН: [°C 
О #0212 5 Can 50 1 05150 . leo 17s . |7200 Ry 
D RD2124 5 С, X 50 1 30 200 : . 225 200 пз 150 АҺ, Ву 
Б 802266 5 Суз 10 151 6 : . 20 Ans 150 Rh 
а АЗ Ср BI hU2 1 10 10 Е 50 40 . 70 SH 
d RL2 бр BU2 1 20 10 В 50 40 . 70 $н 
d 8:326 бр Cf hH 10 1,4 4,5 10 А 35 30 . 60 SH; Ers: AA 119 
d RL34 Gp BUS я 30 10 2 50 60 . 70 SH 
d 8340 бр Cf U 10 1,155 10 5 50 60 . 75 SH; Ers: AA 117, 118 
d BL Ai бр ВО. SE 2 30 20 - 70 SH 
d 8:416 бр Cf Hn 10 1 3010 5 50) 45. 5 60 SH; Ers: АА 116 
d RL42 Ср Ас НМ 2,5 0,5 100 2 2 SH 
d А43 Gp BI G 2 1 1010 . 50 80 . 70 SH 
4 В! 439 бр СІ cU 10 144 10 : 50 90 . 75 Н; Ers: АА 117 
d 8044 бр воз я 1010 у 50 10 . 70 SH 
d RL44g бр СГ U 10 1152,5 10 : 50 90 . 75 SH; Ers: АА 118 
О 152 бр Cu H 10 1,4 4,5 10 5 20 30 (50) 60 SH 
d А101 бр Abu 3 1 555 i 50: 256 + 60 SH 
d 1102 Ср ИО 3 1 1105 50 25 60 SH 
d RL103 бр Ab U 2 1 2805 50 25 60 SH 
d 80104 бр Abu 3 1 55 10 50 4 60 SH 
RL 105 бр AbU 2 1 11010 50 40 . 60 SH 
RL 106 Ср Ab U 2 1 28010 : 50 40 60 SH 
RL 107 Gp Ab U 2 1 55010 50 40 60 SH 
RL 108 Ср Ab U 5 1 55010 50 40 60 SH 
RL 109 бр Ab 2 1 90010 50 40 60 SH 
d А110 бр Ab U 3 1 55 10 50 6 60 SH 
d в 111 Gp Ab U 2 1 11010 50 63 60 SH 
9 RL112 Gp Ab U 2 4 28010 50 63 60 SH 
4 RL113 Gp Ab U 2 4 55010 50 63 60 SH 
d RL114 Gp Ab U 2 1 90010 50 63 60 SH 
4 RL115 Gp Ab U 3 1 55 10 so во 60 SH 
9 RL116 Gp Ab U 2 1 11010 50 80 60 SH 
9 RL117 Gp Ab U 2 1 28010 50 80 60 SH 
9 RL118 бр Ab U 2 1 55010 50 80 60 SH 
d RL119 Gp Ab U 2 1 90010 50 80 60 SH 
4 RL120 Gp Ab U 5 1 90010 50 80 60 SH 
d RL121 Gp Ab U 2 1 11010 50 100 60 SH 
d RL122 Gp Ab U 2 4 55010 50 100 60 SH 
d RL123 бр Ab U 2 1 90010 50 100 60 SH 
9 RL131 Gp Ab hU 2 1 90010 40 40 70 SH 
d RL132 Gp Ab U 2 1 50010 40 40 70 SH 
d в! 133 Ср Ab nU3 1 1005 40 25 70 $н 
d 80134 Ср Ab nU2 1 10010 40 40 70 SH 
d RL141 Ср ААО 3 1 505 40 25 70 SH 
4 RL142 Ср AbM . М Е SH 
9 RL143 Ср Ab G 2 1 900100 so 80 70 SH 
d 81144 Ср АВ. . Е SH 
d RL145 Ср AbG 2 150 10 40 40 70 SH 
4 3 
4 3 
d 2 
d 3 
4 2 
а 2 
4 2 
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Transistoren RL 208...RT 696 AM 


1 |2 a ја js je | je 9 по [п 12 пз [14 fis 
К Тур АБ Fo äech Ше Т шырВ |N ЦЭ Шъ [fmon] Bemerkungen 
| | | [мА М |.А|М/-- то тА У [mHz |9С 
d 'RL 208 бр. АБ UPS м, d 50 40 |. SH -2х RL 108 
d #1209 бр Ab UP2 1 50 40 . 60 SH =2х ВЕ 109 
d 81210 Ср Ab UP 3 1 50 63 . 60 SH=2x RL110 
4 RL211 Ср Ab 2 1 50 63 . 60 5Н = 2х RL111 
d АС 212 Ср АБ UP2 1 50 63 . 60 SH=2x 8.112 
d RL213 Ср АБ UP2 1 50 63 . 60 $Н=2х 6.113 
d RL214 Ср Ab UP2 1 50 63 . 60 5Н -2х RL114 
d К 215 Ср Ab ОР 3 1 50 80 . 60 SH=2x RL115 
4 RL216 Ср АБ UP2 1 50 80 . 60 SH=2x АС 116 
d #1217 Ср АБ UP2 1 50 80 . 60 5Н-12Х81117 
а RL218 Ср Ab UP 2 1 50 80 . 60 SH=2x RL118 
d RL219 Ср Ab UP2 1 50 80 . 60 5Н=2х RL119 
d RL220 Ср Ab UPS 1 50 80 . 60 5Н=2% #1120 
d 81221 Ср АБ ОР2 1 50 100 . 60 5Н-2х81121 
d 81222 Ср Ab UP2 1 50 100 . 60 5Н = 2х RL122 
4 81223 Ср Ab UP 2 4284 ~ so 10 . 60 SH=2x RL123 
d #1231 бр Ab UP 2 1 90010 ; 40 40 . 70 5Н=2 х ВЕ 131 
d #1232 Ср BI DP2 1 500 40 30 50 60 SH 
d 81228 Ср ВІ ОР2 1 20 10 М 30 50 . 60 SH 
4 А2329 Ср Cf ОР 10 1,4 4,5 10 | 35 30 (107|60 5; Егз: АА 119 P 
d RL233 Ср Ab DP 3 1 1005 : 40 60 . 70 SH 
4 RL234 Gp Ab DP2 1 10010 А 40: 407 > 70 SH 
d 81246 Gp ВІ ОР2 1 20 10 5 50 40 . 70 SH 
d 81247 Gp ВІ DP2 1 10 10 : 50 во . 70 SH 
d 812470 бр Cf ОР 10 1,152,5 10 : 50 90 75 ӚН; Ers: АА 118 P 
О 81252 бр Cu ОР 10 1,4 4,5 10 : 20 30 1107] 60 SH 
О АМ 515 $ С LG 50А 12 зтА 50 24ҮҮ 12,5А 50 150 Со 12), -R: 13) 
bis bis bis 
D RN1115 5 Gg LG 50А 1,2 ЗтА 1000 24W 12,5А 600 . 150 Со12),-8:13) 
+ RR Gd Im N (1) 4,5 40 19 Мао 27:25) с 85) RR 
+ RR34 Gd тм (1) 4515 3248 120 . 25. 85] RR 
1 RR34YD бр Іт гм (1) 45 15 3248 120.. 25 . 85) RR 
1 88342 сі N (1) 4515. | BE Y ARR 
ЖЕЕ Gd Јт N (0 45. mm 5. 85) ВА 
- RR66, A 9 5 ` Ч e Ч: Е, R Е Fotohalbl. 80) 
2 85-6 5: «Бо (02 > е я 10 6 15 0,05 НЕТУ 
2 RT-6 82 "ЗЕН: SES 45 3 10 6 20 003 HIN 
D 8520АР” Asa С: Хае > 500 50 . е Sc. 
bis К р 5 Е $ Е $ 5 bis . % 
О RS84AF Sa . 16. 276 mKf: 100А 300 . 2. е 
D 85210АЕ 5 G 500 1210 100 650 500 100 . [150] 5С СУ 7021-5 
bis bis 
О 85280АР S oe 500 1,2 10 800 650 500 800 . [150] SC 
О RS 600 5 16) LG 25А 151 1,5пА100/600 gn 25А 100/600 125 5С12)13) 
Е RT10 St Ken s 751. 10: 7% 630. Sd; A 
м вт 20 Sr, ~ 27) [10]. «5 10-30 в . 5а:в 
т ВТ 409 SE 16) U 150 . 40- 350 . (60) (120). Аһ 
Т АТ 482 54 Li U 10 . 2 >20= 2W . 20 (40) 175 КН, Ку 
Т АТ 483 54 Li U 150 . 2 2040- 23W . 20 (40) 175 КВ, Ву 
Т АТ 484 SM Li U 150 2 40-120=2% . 20 (40) 175 ВВ, Ку 
TRTWIM Я . №. ә Ди ЗИД «2.92 . 8ид 2М497 
T птавм Si | Ns. AF IW 2. 6 e 1 Rh 2 N 498 
TRTS6M 9 Ha. НЕ зүү кы: 10 Rh2 2 М 656 
T RT657M Si Rh 2N 
Т Вт 696 АМ 5М въз 2N 
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ВТ 696 М...5 3 BR 8 


ООООО о0000 ООООО 00000 00000 ООООО с 


ы 0555 33454 54554 34444 


КТ 1420 М 
RT 1613 M 
RT 5001 
RT 5002 
RT 5003 


RT 5004 
RT 5151 
RT 5152 
RT 5203 
RT 5204 


RT 5212 
RT 5230 
RT 7007 
RV 8-8 PCA 


o 
л 
~ 
о 
т 


>>>>> > 


2357, 
~ 
8 


= парео мшш 


әсоо» >>>>> (шошо 
ў 


ИАА 
эль >? ~ 


wwwww WWWWN мммюм NNNNN ann та тА тА А-а a 


ово>» >» >>> > (у 


Dioden und 


| 1 
ра < |5 је |7 в |ә ho In |2 p3 
| 
‚Ab Fo ш- V 1044 м e [Umox|fg так | Bemerkungen 
|ТА |Y ЈА V/- mW mA У MHz 128 

sÊ '. “л. ; ; ЗГЕ Музы 96 
SM. UL. ТƏР бү 5 4222 e 97А 
SM ім UL 150 10 i 40420-3Уу ep (20) 175 97 
SM LM UL10 5 2 >15= 3W (120) 180 175 98, Ку 
и SÉ зүү Ke . 99 
SM LM UL 50 10 1 >25- 3W . (60) 250 175 420, Ву 
SM . UL. уже ми A 955723 А 613 
SM Li ns 350 0,0140- 3W 1А 60 100 пз 200 Rh 

SM Li № 350 0,0175= ЗУУ 1А 60 80 200 Rh 

SM Li ns 350 001%0= 3W 1А 100 100ns200 Rh 

SM Li ns 350 0,0175= 3W 1А 100 80ns 200 Rh 

SM Li U 150 вж 28020020 . . Еһ, Ву 

SM Li U 150 é= 2уу 20. АУ 

SM Li то. 2 29: (40) 150 175 АҺ, Ву 

SM Li U 10 1 40-120= 2W (30) (80) 175 АҺ, Ау 

SM Li U 10 1 40-120= 2W (60) (80) 175 ВВ, Ву 

SM Li rN 0,05 22 >20- 2W (30) . . Rh 

SE Lm U 150 40= 450 (60) (120). Rh 

<р 16152 я : 28 . 125 ЈА (ти 1 N 430) 
5 бы 20 390 10 1,3 0,05 Со + 10% 

bis 

5 бы 20 33 120 >56 0,094 Со + 10% 

à = 5 В > 2 5. Fotohalbl. 

5 5 + А s. Fotohalbl. 
Sa LG 900 100 140 WB 

Sa ни бе mKf: 15А 100 125 WB 

54:12) пей ог ba mKf: ЗЗА 100 125 WB 

Sa 16) LG 80А 0,5 30mA100 mKf: 120A 100 [165] Wh 

5 Р LG 1А 11 2тА80 mKf: 10А 100 125 Wh, WB 

Sa 16) 16. : ; mKf: 120A 100 125 WB 

ба 250167, 900 100 140 чув 

$ 16) LG 200A 0,56. 200А 100 100 Wh, WB 

$ 16) LG 18А 0,6 10mA100 18A 100 140 Wh, WB 

$ 16) LG 35А 06 20mA100 35A 100 140 Wh. WB 

за те 1 : 500 100 . WB 

Sa LG Р 900 200 140 WB 

5а LG mKf: 15A 200 125 WB 

Sa ЁС: STM тК{: ЗЗА 200 125 WB 

Sa 16) LG ВОА 0,5 30тА 200 тКІ: 120A 200 (1651 Wh 

5 re LG ТА 14 2mA 160 mKf: 10А 200 125 Wh, WB 

Sa 16) LG mKf: 120A 200 125 Wh 

Sa СА Е : 900 200 140 WB 

$ 16) LG 200A 0,56. 200А 200 100 Wh, WB 

$ 16) LG 18A 0,6 10mA 200 ТВА 200 140 Wh, WB 

$ 16) LG 35А 0,6 20mA 200 35A 200 140 Wh, WB 

са 16 500 200 . WB 

СЭР (ГС ў 900 300 140 WB 

за Ate mKf: 15А 300 125 WB 

са Е ICH, BR mKf: 33A 300 125 WB 

Sa 16) LG 80А 0,5 ЗОтА 300 mKf: 120A 300 [165] Wh 

5, Fø LGIA 11 тамо тїї: 10А 300 125 Wh, WB 

Sa 16) LG . Е mKf: 120A 300 125 WB 

ба . 16. е 900 300 140 WB 

5 16) LG 200A 0,56. 200А 300 100 Wh, WB 

$ 16) LG 18А 0,6 10mA 300 18А 300 140 Wh, WB 


Transistoren 53 ВА 25...5 8 AR 125 


Итох| Bemerkungen 
зе 


"6 "63 ЗБА 0,6 20mA 300 


E) 
ю 
л 


в 


ОтА 400 
А 400 


80А 0,5 
ТА 11 


А 
НА 


Е 
2т 


200А 0,56. . 
18А 0,6 10тА 400 
35А 0,6 20тА 400 
1 i 10 10 

1 1 0410 


~ 
8 


5227 уз) on H 
ро 


QOV wpy>>> >> от! 


м 


80А 0,5 ЗОтА 500 : 1204 500 . [165] Wh 


1A 1,1 2тА 400 : 10А 500 . Wh, WB 
. Е . Я 120А 500 


253 
~ 
а 


200А 0,56. . 
18A 0,6 10mA 500 
35A 0,6 20тА 500 


NZ 22000 гюою 
в о 


on» ооош»» >>> > 


1 10 10 
1 055 


. 125 
. e е са : 125 
ВОА 0,5 : [165] УУЋ 
1А 1,1 : 4 Wh, WB 


>>>>> > 
>>7оо ~ 


120А 600 


. АЛА; 900 600 
200A 0,56. . 

1ВА 0,6 10тА 600 

35А 0,6 20mA 600 


5 15710 5 
2 42747 10 


80А 0,5 30mA 700 mKf: 2 11651 Wh 
Е 28.7 : 1204 700 125 WB 


ЗА 
Ўр 


. . . . 900 700 . 140 WB 
200A 0,56. . 200А 700 . 100 Wh, WB 
18A 0,6 10mA 700 Е 18А 700 . 140 Wh, WB 
35A 0,6 20mA 700 35А 700 . 140 Wh, WB 
. 500 700 . WB 


1 1 А 10 Те 

. . . . . 900 800 140 WB 

80А 0,5 30тА 800 : 120A 800 . (165) Wh 
1,1 2тА 640 : 10А 800 125 Wh, WB 
. Sc : 120A 800 125 WB 


мо 
Ki 
8 


осссс >>> 
ъ227ю 27» 


поо оо плоти MUNN Ол л п NNUNU NUNNU л лол ооо Фото поют 
өоооо 44-444 NNNNA оосо ссосо солим лилии ли Бвггв ггггг ZF air 


р 
р 
! 
р 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
4 
4 
р 
р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
с 
4 
4 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
4 
4 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
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S 8 B 2...S 555 С Dioden und 
Т 


| |7 в |? 9 п о |з ја hs 
| | 
К |Тур АБ Ро än kb Ur ЫЫ |М [Imox Шох |һак | Bemerkungen 
11 ПА |V шАУ/- |mWw тА М _ мн: °С | 

Ellen Dee In ie бы Г. Торо 800". 140 WB 
О 58ВМ200 $ 16) LG 2004 056. . у 2004 800 . 100 Wh, WB 
О $8888 5 16) LG 18А 0,6 10mA800 . 18А 800 . 140 Wh, WB 
D $88825 5 16) LG 35А 0,6 20тА 800 . 35A 800 . 140 Wh, WB 
D S8C2 Sd LG 282552 500 800 . WB 
D S9A2 Sa, за. LGs К 10: : 900 900 . 140 WB 
О $9АМ125 ба 16) (С 80А 0,5 ЗотА 900 тК(: 120A 900 . 11651 УУЋ 
О 59АК 125 Sa 16) 1С . GE mKf: 120А 900 . 125 WB 
О 5982 58: 27. EG Georg, ` e 900 900 . 140 WB 
D 59вм 200 $ 16) LG 2004 056. . > 200A 900 . 100 Wh, WB 
D S9BR8 5 16) LG 18А 0,6 10тА900 . 18А 900 . 140 Wh, WB 
D $98825 5 16) LG 35A 0,6 20mA900 . 35A 900 . 140 Wh, WB 
D S9C2 54' ~ LGe г. Е 500 900 . . WB 
d 596 S 1202 1 10 20 5 100 40 . 150 Tr 

О 51042 ба б. “Жш Б : 900 ку. 140 WB 

О $10АМ 125 Sa 16) LG 80A 0,5 30тА1КУ mKf: 120А 1КУ . 11651 Wh 

О 510АК2 $ Ер LG ТА 11 2тА800 тКі: 10А 1kV . 125 Wh, WB 
D S10AR125 Sa 16) LG . за mKf: 1204 1КУ . 125 WB 

D S10B2 Sa ГС: : 900 1kV . 140 WB 

D $10 BN200 $ 16) LG 2004 0,56. 200А 1kV 100 Wh, WB 
2 510888 5 16) LG 18А 0,6 10тАЧКУ . 18А 1КУ . 140 Wh, WB 

У 5108825 $ 16) LG 35А 0,6 20тА1КУ . 35А 1КУ . 140 Wh, WB 

' 510С2 54 еди Ку я 500 1КУ . . WB 

5106 5 nt 100 1,7 10 5 : 150 15. 150 Tr 

) 512 АК2 5 Ер LG 1A 1/1 2тА960 тКї: 10А 1200. 125 Wh, WB 
О 512 ВАВ 5 16) LG 18А 0,6 30mA 1200 . ТВА 1200. 140 Wh, WB 
О 5128825 $ 16) LG 35А 0,6 20тА 1200 ЗА 1200. 140 Wh, WB 
D 515АК2 5 Ер LG ТА 1/1 2тА 1200 тК(: 10А 1500. 125 Wh, WB 
О SISBRB 5 16) LG 18А 0,6 10тА1500 . 18А 1500 . 140 Wh, WB 
О 515 ВЕВ25:5 16) LG 35А 0,6 20тА1500 . 35A 1500 140 Wh, WB 
4 521 Sir Aert 1 0110 ; аа: 150 іп rt/bn 

4 52 5) Ад 1 1 0,0110 : a: Cf 150 Ја пут 

4 523 Я Agt 1 1 ou 10 e ы. 1506 5 150 Jn ier 

4 524 $ Ag t 1 1 101! 10 5 100 . 150 Inrt/ge 
О 532 5 Eo 62100 1 0,0312 250 70 45 . 1501 Jn, Вг 10pF 
D $33 Я Eo 62100 1 0,0350 250 50 60 150] In, Br 10pF 
D 534 $ Ёо 62100 1 003100 250 40 50. 150} Jn, Br 10pF 
О 535 Я Ёо 62100 1 00310 250 30 160 . 150) In, Br 10pF 
D 536 Si Ёо 62100 1 0,330 250 20 350 . 150) In, Br 10pF 
4 591 5 Ра LG Ада: я 200 100 . , AINN 
d Sain 5 ва LG 250 100 
4 592 5 Ра Lë 200 200 ~ 1м92 
4 Sain 5 Ра Lë 250 200 
4 593 5 Ра LG 200 300 SAN 
4 593 Н S Ра Lë 250 300 . : 
р $26С 55 Сп 5 » А „а А » 208 uns Tr 
4 53206 ӨЗ п 100: 1115 2 2 500.46... 85 Tr 
4 54% SP Су sH 10 0,8 10 50 250 200 50 20п: 150) ЅА, Јп < БрЕ 
D 5407 SP Суз 10 1 50 10 250 50 40 15пу 150} ЗА, п e 1 914 
О $431 SP Cv U 100 1 01 110 : 200 150 . 150 SA <10 pF, In 
Т 5500 55 Hm: . 10А18 155 . 25 (15) . SR 
О $-550 смт) С. „кәе 45 : 5,5А 27= и ST 

bis bis bis 

О 5-557 Е $ 16) 1с 2002-0360 я 65А 216= . sa SÉ 
О 55556 С Са: 10 05106 а 95» би: 75. Ar 


со 
о 


"Transistoren S 570 G...SCH-51 


la |4 Is |7 n 12 Is (4 


8 9 10 
E | | | | | 
Ab Ро Ам Ir E Isp |Usp/B м Imox Vren fo Илех Bemerkungen 
| | тА У |ЏАЈМ/- |тУ [mA МУ MHz [С E 
В ! gd 2 (е 
Чен Мо м о п ЈЕ 2278 аз 75 Tr 
Су 10 0,851 20 240 100 . 150 5А, п 
: 100 1 152 3 500 2 85 Tr 
. . . р Е А г А 2 з, Fotohalbl. 
ST 16) 


о 


15) 
14) 
14) 
14) 
14) 
16) 


14) 
15) 
14) 
16) 


16) 


5-5011А 


5-5017 
5-5018 
5-5019 
5-5033 
5-5130 


5-5162 
5-5207 
5-5251 
5-5343 


5-5462 
bis 

5-5467 
5-5507 
5-5518 
5-5521 


5-5529 
5-5531 16) 
5-5535 16) қ TOET . 
SA 5-М . ‚© Ka ПЕ АСА Т . 5 Ь А Р 5. Fotohalbl. 
БА 5-PL . . . . . . . 4 . А 5 . 5. Fotohalbl. 


SA 5 A-M . . . . . . . . г А . . 5. Fotohalbl. 
SA 5 A-PL Я e 5 я 2 Е 5. Fotohalbl. 
БА 495 кв 
БА 496 кв 
БАС 44 кв 


БАС 44 М 
SB 240 
58 344 
58 345 
58 346 


SB 5122 BR ) ) . бр; Егз: 2 N 240 
SBASL 5 e А ТН > 1N 1133 
bis bis 

SBA2OL ТН > 1N 1143 A 


58А 6) тн 
ыз 

SBA 18 L 
5С-1 
5С-5 
5С-15 


5С-15 
SC-20 


ST 16) 
ST 16) 
ST 16) 
Sr 
ST 
ST 16) 


ST 16) 


16) 
16) 
16) 
16) 


16) 


nunun өөө n оо ооо n: Qu 
сас AOOO о оодо оодоо 0: 


11 ооо 0000 о 0000 ООООО о: “70 
444 4444 4 44 
~ 


т 
Т: 
т 
т 
т 
1) 
! 

! 


тн 
Тг4,4-24рЕ 
Tr 25-120рЕ 
Tr 120-360pF 


è . 0115 + ЗрЕ 
207 , 01 20 + 4 pF 
>50 1,5џ5 Fd 19) 
>50 1,505 Fd 19 
>50 1,505 Fd 19) 


=50 Dës Ед 19) 
50 . TH 
bis 

16,8 60тА . 4200. 2 тн 

НОМ СЕ и . 10 [56] . Тг0,35-2рҒ 


со со 00000 0000 оо or: 
жа AX XAA жжжо 00 


87 


SCH-52...SD-91 А 


ОООО 00000 00 DO 


оо 00 


ogag- 


& 00040 00200 05000 00600 сеопсо 


SCH-52 
SCR 51 
bis 
SCR 58 
SCR 71 


SCR 91 

SCR 111 
SCR 961 
SCR 962 
SCR 963 


SCR 964 
SCR 965 


SD 0,5/...М 


50-05 
bis 
50-8 
50-07 
bis 
50-07 С 
50-1 
bis 
50-1 C 
505 
507 
508 


50 10 
5011 Е 
50 12 
50 12 В 
50 12 м 


SD 12 Е, У 
50 13 
50 14 
50 14 
50 15 


50 15 
50 16 
50 16 
50 17 
50 18 


SD 20/...M 
50 21 
5021А 

50 30 

50 34 


50 38 
50 46 
50 50 
50 54 
50 56 


50 60 
50 80 
50 82 А 
50-91 
50-91 А 


Dioden und 


7 [в |9 по In һә із hs |5 
(ЧЕ Бр шыр N Inox |Umox| fg 1тох (Bemerkungen 
| |у НА |У/- mW (тА У мн; "С 
KK s Fe т . 17 Твер. 1 Те 0,6-ФрЕ 
г. 2000 10 104 25 . 100 СС 19) 
Би 
Y 2000 10 10A 400 100 GC19) 
Ў а" 16А . .  6С19) 
а б 2 í 50A СС 19) 
ха Ba RR қ 70А . 4. 16619) 
Ү 20 1,25200010 10А 25 100 СС 19) 
У 20 1,252000 10 10А 50 100 GC 19) 
У 20 1,252000 10 10А 100 100 СС 19) 
Y 20 1,25200010 10А 150 100 СС 19) 
У 20 1,25 200010 10A 200 100 СС 19) 
А ЭГ ) : s 22 Ма62) 
1) 1-5 50 ЛА 50 205 125 0445)4):і 
ыз 
0% 1 5 800 ТА 800 205 125 Оа 45) 4) ог 
С 18А 1 10 400 600 400 [100] UL 
bis 
G 18А 1 10 1000 600 1000 [100] UL 
С 1,5А 1 10 400 500 400 [120] UL 
bis 
С 15A 1 10 100 . 500 1000 [120] UL 
В. 407--3 То 150 75 5 a SI 
U: 80 1. 04,7 150 65 7 SH 
ш 65 1012 106 . 2 150 SH 
Ш 35 1 04136 100 36 - 150 SH 
ОР 5 1 30 10 e 15 60 [100] [90] МЕ 
ш 2 1 0258 100 - 587. 150 5Н 
се. . 0250,3 z 25 ©. [90] МЕ 
ра. 8 43 15 30 [90] МЕ 
ра. 1,2 0,46 15 30 [90] МЕ 
nD 15 1 20030 60 40 [90] МЕ 
nD 25 1 200 40 у 60 40 [90] МЕ 
tU 1 1 0,2 90 00. 96 150 SH 
ws" 21 501745 150 55 15 or SH 
nD 55 1 20030 60 30 [90] МЕ 
nD 100 1 20020 Е 60 20 [90] МЕ 
tU 0,5 1 0,4 145 100. 145 150 SH 
nD 200 1 30050 у 100 50 [90] МЕ 
nD 200 1 100 50 100 80 [90] NE 
а g 5 4 Уа 62) 
С 100 0,5 200 80 200 80 [90] МЕ 
G 60 0,4 10 30 : 100 30 190) МЕ 
и 7 1 01 30 150 45 30 ЗИ 
чо 5 1 30 10 5 30 60 [90] МЕ 
һо 4 1. 27! 30 19. [90] NE 
UD 3 1 1500 50 e 30 50 [90] МЕ 
93 1 0,1 80 150 38 80 SH 
hD 5 1 100 50 р 30 50 [90] МЕ 
nD 15 1 30030 40: 407: [90] МЕ 
Hs Дада ту d 30 40 [40] (90) МЕ 62) 
О 2 1 01420 7150 30 120: es SH 
vu 10 0,5 500 3 5 30 3 [855] [90] NE 
LG 1А 1.35200 100 500 100 50к 125 ЈЕ 
12 10 100 750 100 50k 165 


Transistoren SD-92...SFD 480 
ha 14 [15 


ја |5 je |7 ja | po п рг 


A ы Амр |% |5 и; „|В IN ох |Umox A ох! Bemerkungen 
|ту/ MHz "с 
521 
50k 
zur 
50 
50k 
50k 


50k 
50k 


[150] NE 


[150] NE 


[150] NE 8-12 pF 
1100] NE 

SH 

Ss 

GE 2pF 


SH 
. . А . . Tr 14)-16) 
БЕС 115, А 9 . . ВУ. . . 5Е2 2 М 1015, A 
SEC 116 і . 5 . 85үү А 
ЅЕС 116 А 5 . М” 85УУ 


SEC 440 і = 85УУ 
БЕС 483 4 ? 29 85УУ 
5ЕС 484 1 . e = № 85w 
SEC 485 . . 85УУ 
БЕС 486 і . . . 20. 85W 


БЕС 487 e . . 85w 
SEC 488 | 5 5 - 5 85УУ 
5ЕС 490 і è e . . 85w 
SF 121-123 i <1 75= 600 20-66 (130) 175] УН 9) Rz=5,5 dB 
SF 126-128 1пА 92= 600 20-60 (100) 175; УН 9) Rz=4,5 dB 


SF 131; 132 1nA60=;40= 300 12;15(>270) 175] УН 9) < 3,7 РЕ 
SF 136; 137 0,1пА >260= 1W 12:20 (> 780) 175j УН 9) 

SFD 021 10 S 15 2001$ 85 Со 

5ҒО 037 10 А 10 А 85 Cows/ge 

SFD 104 10 . 25. 85 Со 2. АА 114 ог 


5ҒО 105 10 . 20у: = ё 
SF-D 108 10 . . 85 
SFD 118 10 . А . 
SFD 119 
SFD 121 


SFD 122 
SFD 125 
SF-D 127 
SFD 129 A, BGd 
SFD 130 Gd 


SFD 135 Gb 
SFD 180 5Р 
SFD 181 sp 
SFD 401 $Е 
bis 

SFD 464 SE > 106. Со 20-50 рЕ 


5ЕО 2-471 5Е - . Dën [175] Со 75) 1 pF 
SFD 2-472 SE . . Din [175] Со 75) 1 pF 
SFD 2-473 SE . . ins [175] Со 75) 1рЕ 
SFD 480 с . 5 . >56 . Со 


оо-- ым 


16005 85 Со ws/gn 

. . Со 
Со 
Со, -В: > AAY 49 
Со 


[10] 85 Co де/де, ЗрЕ 
5 125 Co vijor 

. 125 Covi/gn 

> 106. Co 0,2-0,5 РЕ 


8 


CEC сэ 
эз 


аоок Алон А 
м 


- 
ж 
с aooo 000-0 о-о-- a 


о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
9 
о 
о 
а 
о 
be 
Т: 
№ 
т 
Т 
T 
T 
т 
т 
т 
т 
т 
Т 
T 
T 
D 
D 
D 
d 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
E 


SFD 481...56 3600 Dioden und 


| T 
1 |2 | je |5 је И в 9 ho In h2 ha fs fis 
K Тур ab (Ро |Ам [Up | Бр Оз В IN То, Umox|fo нь нон 
| | | | |тА |У шАУ/- mw |а IN [MHz °С 
вяра св жк №". ; Т 19 555% Тео >: 
озмј с 5 с. 20220 45~ 10 45~ 85 Со55) 
О 5ҒМ102,136 Sz G. - 24 20 ~ . 85 Со92), -103:93) 
D ЅЕМ 104,166 Sz СО. 222 >35~ >15 >48~ 85 Со56) 
t SFT28 Ga li зн . 566 в 150 250 (15) (12) . Со 
Т SFT211 Ga Mi NL2A 2 50= 45W бА (80) . . Со ADY28 
Т ЅЕТ213 С М NWA . Di GOW) ЗА (40) 025 . Со 
Т 5ЕТ214 ба М МУЗА 2 40 (30W) ЗА (60) 0,25 . Con. AUY33 
1 БЕТ 221 Са Li Ns 100 1 30- 225 250 24 13 . Со 
t $21222 ба Li № 100 1 50= 225 250 24 2 Со 
T $77223 Сі Li №8100 1 5 60-160 150 250 24 4 85) Со73) 
Т 5ЕТ226 ба Li sH 10 0,5 >25= 150 250 (40) (55) . Со 
bis bis 
Т ЅЕТ 229 Са Li зн 10 0,5 2 75-180= 200 250 (18) (20) 85) Со73) 
Т 5ЕТ232 Ga Lv sN ТА 05. 4= 450 1A (40) 03 . Со 
bis bis 
Т 5ЕТ235 Са Lv sN ше 3 450 ЛА (100) 0,3 Со 
Т $27237 Са Li N1 6 . 100 150 100 (53 . Сол АСУ 38 
Т 5Е-т 238 G Mg NW5A . 30 (BSW) 6A (40) 03 . Со 
Т 5ЕТ239 Са Mg МУЗА 2 30 BSW) 6A (60) 03 Со ~ AUY 31 
SF-T240 Са Mg МУУБА 2 30 (35УУ) 6A (80 03 . Con. AUY30 
SFT 241 ба и М 100 1 KE 225 500 (45) 1,6 Со 
ЅЕТ 2420 ба Li N 10 1 70= 225 500 (45) 25 . Со 
SFT243 Са Li sN 100 1 60- 225 500 (60) 2 Со ~ ASY 81 
881250 ба Mg МУЗА 2 50 (BOW) ЗА (80) 025 . Con. AUY 32 
г $ЕТ251 Ga и N1 6 30 225 150 (30) 13 со 
Т 587252 Ga l Nogo 6 50 225 150 (30) 2 Со 
Т 5ЕТ253 ба и мт 6 . 80 225 150 (30) 3 Со 
Т SF-T265 Са He NW12A 20 (70W) 15А (40) 0,25 Со 
Т 58Т266 Са Ме NW12A . . 20 (70УУ) 15А (60) 025 Со 
Т $ЕТ267 ба He NW12A 20 (70W) 15А (80) 0,25 Со 
Т 5ЕГ268 Са NTNLSA 2 45= 87W 15А (100) 0,3 Со 
t 5ЕТ288 Са Li sH 400 0,35 >40- 150 500 (24) 7 Со 
| 5ЕТ298 Са Li s 350 045. >35= 150 500 (30) (15) Со 
Т $27315 Са (ЕН 1 9 80 120 10 (40) (30) - Со 
Т ЅЕТ 321 Gi LA N 100 1 5 7040- 200 500 (32) 13 85) Со47) 73) 
Т 5873220 Сі (А М 100 1 5 40-60- 200 500 (32) 16 85 Со47) 73) 
Т $2733 Сі LAN 100 1 5 60-150= 200 500 (32) 26 85 Со 47) 73) 
Т SEI 337 м Kr гм . 150 100 (15) 3 Со 
Т SFT351 Сі LA NT1 6 5 2040 200 150 (32) 12 851 Со 47)73) 
Т 5ЕГ352 Сі (А МТ! 6 5 (040 200 150 (32) 16 85) Со47)73) 
Т 5ЕТ353 Са (А МТ 6 5 60450 200 150 (32) 24 85] Со47)73) 
1 5ЕГ357Р ба ДЕН 1 9 180 120 10 (30) (80) Со 
D SG 005 Sd ЕС С 500 1,1 50 50 я 500 35 110} Sa 
О 56-1 5 Nv’LG 10А 1,051тА 100 mKf: 10А 100 . [150] UL 
D 5622 $ Су nh 100 1 042 : 500 6 . 150 Tr 
О 56105 54 ECG 500 11 50 100. 500 70 . 150 Sa 
О 56 205 54 ЕСС 500 11 50 200 . 500 140 . 150) Sa 
О 5621 $ Ges 5 1,5 02560 200 12 80 300200 Tr 
О 56213 $ Cvs 5 1,5 0,25475 200 12 700 300 п5200 Tr 
О $6221 $ Суз 30 1,5 0,2560 200 80 500 пз 200 Tr 
О 56223 $ Суз 30 1,5 0,25175 200 200 500 п 200 Tr 
О 56226 $ Су ns 100 1,5 0,2560 200 35 80 1; 200 Tr 
О 56228 $ С = 1,5 025175 200 35 200 jus 200 Tr 
О SG 3600 $ eD 0,69 6,01 10 - 125 Тг 


90 


Transistoren SG-5000...SiD 01 К 


12 Ё la 15 6 7 [в |9 ho In 12 ha ha [15 
| 
К Тур Ца |Р Ам ЇЕ О (lech UE ПЕ ар 
(тА Le? М/- ` Let |тА ју MHz |°С 
Џ Тыр бл, Џ Џ 
р 56-5000 1 5 200 | SE О, ав Ire ef 
О SH-1 A Rd G 300 1 10 600- `: 120 600~ . [100] UL 4) ws 
bis bis 
О SH-1E S Rd G 300 1 10 1400~ . 120 1400~. [100] UL 4) rs 
D $Н-17 5 ка о 300 1 10 200~ 5 120 200~ . [100] UL 
О 5Н5А Sp Dg УМ . : 50 50 7 46 90 МЕ 
О SH-6K 5 16) с 04 10 10 буун. 30 6ку~ . [100] UL 
bis bis 
D SH-12K S 166 ол 10 10 12у . 30 12ку—. [100] UL 
D SH1A2 Sa Ға LG. ЖТ : 900 100 . 140 WB 
bis bis 
D SH1A2 Sa Ев. SES | 900 1кУ. 140 WB 
D 5Н182 Sa . LG. раг : 900 100. 140 WB 
bis bis 
О SH10B2 Sa = LG . ~ = У г, 900 1кУ . 140 WB 
О Si о1Е S Е ЗА 1 . 125 тКї: 1750200 . 140} АЕ 
bis bis 
О Sen 5- Б 5 9 500 okt 1750 800 . _ 140} АЕ 
D 901 Е 5 16) [6 Е & Е 4 600 160--. а АЕ 
bis bis 
D Son в. а не. . 600 500~ . АЕ 
О 903 Е за С. LG 20А 1,551,5тА 200 mKf: 6A 200 . 140 АЕ 13) 
D 903 Е е ТЕЕ У А mKf: 2,5А 160~. s- "AE 
О $136 $ с 16 15A 13 220 тКБ 2500400 . 140) АЕ 
D 5:03К Sa © LG 204 1,551,5mA600 mKf: 6A 600 . 140 АЕ13) 
D 51031 54 © LG 20А 1,551,5mA400 mKf: 6A 400 . 140 AE13) 
D SION 54 С LG 20А 1,551,5тА 800 mKf: 6A 800 . 140 АЕ13) 
D 5111Е Sa GV LG 40А 14 3mA 200 mKf: 13A 200 . 140 АЕ13) 
О $!11Е 5 16) LG 5 2 4 mKf: 10A 160--. Е АЕ 
D 51116 5 С. LG 80А 1,5 220 mKf: 10А 400 . 140: АЕ 
о чик ба бу LG 40А 1,4 ЗтА 600 тКї: 13А 600 140 АЕ 13) 
D sil Sa Gv LG 40A 1,4 3mA 400 mKf: 13A 400 . 140 АЕ13) 
D 5і11М Sa Gv LG 40A 1,4 3mA 800 mKf: 13A 800 . 140 АЕ 13) 
О 51 20/50 $ 16) (С 20А 1 1тА 50 = 20А 50 іп 
О 5120105 16) LG 20А 1 1тА100 20А 100 In 
О Si 20/200 $ 16) LG 20А 1 1тА 200 20A 200 In 
D 5120/3580 5 16) LG 20A 1 1тА350 . 20А 350 . . In 
О Si20/600 5 16) LG 20А 1 1mA 600 20А 600 In 
О 921 Е ба Су LG 63А 1,2 бтА200 тК/: 30A 200 . 140 АЕ 13) 
О 5121 Е S че) Ve mKf: 20А 160~ ж. ЧАЕ 
О 51216 $ Ga LG: 175А. 1,5... 220 mKf: 20А 400 140} АЕ 
Dank ба Су LG 63А 1,2 6тА600 mKf: 30A 600 . 140 АЕ 13) 
D 5211. 5а Gs’ LG 63А 1,2 6mA 400 mKf: 30А 400 . 140 АЕ13) 
О 921 м ба Су LG 63А 1,2 бтА800 тК/: 30A 800 140 АЕ 13) 
О ant SC" ча LG 1 mKí: 45A 160~ AE 
D як $ че) пе“. : 2 mKf: 45A 380~ 1 „AE 
О 5142 Sa 16) LG 300A 1,2 15тА 200 тК/: 50А 200 . 140 AE13) 
О 51426 $ 16) LG 300A 13. 220 тКЇ: 45А 400 140] АЕ 
О 5:42К Sa 16) LG 300A 12 15mA 600 mKf: SOA 600 . 140 AE13) 
О 51421 Sa 16) LG 300A 1,2 15тА 400 mKf: 50А 400 . 140 АЕ13) 
D 5142 № ба 16) LG 300A 1,2 15тА 800 mKf: 50А 800 . 140 AE13) 
О 991Е. М Е » e . А АЕ 62) 
D 51001Е 54 Ғо б 6А 1,25500 200 ок: 750 200 . 140 АЕ 
D 5100010 54 Fo G 6A 125500400 ОКС 750 400 . 140 АЕ 
О SDOK 54 For G 6A 125500600 оК: 750 600 . 140 АЕ 
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Si 001 N...SR 500 В Dioden und 


E ја |5 је |z [в Io ho In h2 m 
‚Ab (Бо АЕ Ur % О, „|В ім шэн Umax fg | то» | Bemerkungen 
| | | |тА |У |ВА|У/- mW тА У | |MHz |°С 
"Fe G 6А 71255 800 Ток: 1750 800. 1140 A | 
Fei G . oKf: 850 200 . 
кв . ч oKf: , 850 400 
Fe G . SC oKf: 850 600 
FG . А . ок: 850 800 


“ 16. . š è . А 

Bb’ С 750 . . 250 1200. 
bis bis 
SiG15/600 16) LG 50A . . 15А . БА # Јп 80 
SIL 1 Eo Z 250 . « 1 $ 2 „02 Jn + 0,1 У logar. 
DI 2...6 Оо УМ 1 . . а № 1 . СС 13),-5,6:12) 
SIM 8,5ІМ 9 16) УМ 0,5 . . . 1 5 . ] СС 12) СУ 2391 
эт... 5 мита Е . . : 0,8/80А 50/600 . | In, SA 


$1 051-A,F { САС 1A 1,7 500 50 : 15450 . АЈ 61) 
bis bis 
5) 402-А,Е САС ЛА 1,7 1500 300 : 23А 400 . А) 61) 
bis bis 
$) 601-A,F | САС ЛА 1,7 500 600 : 1,5А 600 . АЈ 61) 
Universal-Ersatztypen $ 5 Ж 
Ер” 400 


400 


~ 


SK 0,4/16 
SK 0,420 
SK 0,4/24 
SK 0,5/02 
SK 0,5/06 


SK 0,5/10 


KKK) 


тт 
оо 


OO ~ 


10пА 370 


5пА 750 
1nA 850 
0,2 125 
0,1 370 


о оооо 
~ ооо о 


SK K 100/10 


SKa 0,5 
SKa 1 
SKa 2,5 
SKa 5 


Ska 12 А 
SL 101 А | 16 
SL 201 А 16) 
SL 301 A | 16) 
SL 401 А 16) 


SL 708 Ре 
51 710 Ғе 
SL 712 Ее 200 1200 . . = 

51715 Ре 200 1500 . . Тг.2.1М2508 
5м 72 . 25 2 . . тг 


SNX 100 . SH № . 9% . . . б Tx Fotohalbl. 
50 1 KB’ МО 0,5 & >10 . 

502 KB’ МО 0,5 2», AL 

50 3 KB’ МО 0,5 . > 10= 

5Р 100 Ср; 10 0, 1 50 


5Р 101 Сря 100 25пА 20 
$Р 106 Cp’s 100 

SPR-5... 3 è 5 5 

58 2008 Eb С 200 

SR 5008 Eb С 500 


700 


750 
750 
750 
750 


о 
w 


ooo 
дом 


„45 ЗтА 100 
4 
4 
45 3mA 400 


200 800 
200 1000 


о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
Zz 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 


20000 оодоо 0900 5 саса оодоо A 


оо! оо оззз| 


Transistoren SR 1692 ...SU 512 
Із ја | |7 [в је 10 
(АБ "Fe Ам |0» Бр Usclë М 
|__|_| [мА Iv |ША У/- ти 


"600 0,5 100 
600 0,5 200 
600 0,5 300 
600 0,5 400 


5 
5 
5 
5 
SR 2201-А 5 e 5 
bis 
SR 4501-А 5 . . . 
5ВА/1 5 
$ВА/2 $ 
55-.. 
5110 U 
ST 15 $ 10-100 200 Tr 


ST20...23 U 101- - 50 Во 100пз 
ST28C . e Se 3 = 1% 2 e Е . . . 

ST 35 5 4 . 10-100 200 

57370 . . > . . . А 

5750 - 200 

ST 162 . . . . . 

5Т 163 . . . А 

$Т 173 . S e = за - 

ST 721 0,94 250 

ST 722 0,97 250 


ST 723 0,986 250 

STC 101 . 5, 74 25пА 35 250 

bis 

STC 108 . 0,74 25пА 180 250 

STC 1035 і >10= 75W 


ЅТС 1035 А 5) i • > 10 75W 
5ТС 1036 | è >10= 75W 
STC 1036 A Sj . . >10= 75УУ 
STC 1101 . . 10- = 85УУ 
5ТС 1102 . 5 10-50= 85W 


5ТС 1103 : 25-75= 85УУ 
5ТС 1104 4 25-75 85үү 
5ТС 1105 і . 

STC 1105 A . 

STC 1106 . »10- 


5ТС 1106 А 5) . . >10= 
ТС 1311 | . .  12-36= 
5ТС 1312 і .  12-36= 
5ТС 1313 і S ,  30-90= 
STC 1314 30-90= 40W 


STC 1331 і . 75-150-- 40W 
5ТС 1332 і , 75-150-- 40W 
5ТС 5080 i . .  10-30= 75W 
bis 

STC 5085 10-30= 75W 


STC 5550 . 220. 10-30= 85W 

bis 

STC 5555 220. 10-30= 85W . ЕП 
STX-20 5 15-80= . 150) АЈ 
50 012 1,2 0,02 50 5 . 175] Sa 
bis 

SU 512 1,2 0,01 500 - . 175| 5а 


Ру 
. . . В В В В So Fotohalbl. 
10 20 Ro 


м мыч 


‚++ O 000-4. 5-4 


р! 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
т 
т 
т 
т 
Т 
Т 
T 
Я 
18 
T 
U 
T 
т 
D 
D 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
Я 
т 
т 
її 
т 
T 
T 
T 
T 
Т 
T 
T 
F 
T 
т 
т 
т 
о 
о 
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5У1...5Х 782 Dioden und 


1 |2 з ја Is le рїї Io ho þm h2 із pa 5 
| | | 
(АБ Ро Ач Ш Бр шыВ м (Laax |Unaslfo Иесз|Ветегкипреп 
| | | ima |V шА|У/- ImW |тА М (uns °С 
D 5У1 5 СГ е2" 100 09. '. "750 750 0,8 35 п 1425 5г 21) 36) 
D 5У148 5 Се е7'100 0,9. 5 750 750 0,8 35ns 125 5г21) 36) 
О 5У55А 5Р 38) КН”. 10 48 1УУ . 48 6С (175) МЕ 0,4-0,8 рҒ 
bis bis 
О 5У560 SP 38) КН”. . 10 60 1w . 60 . [175] NE 4-8 pF 
D 5770 SP 38) КН'3,50 . 10 90 sw 500 90 (50) (150) NE 10 pF 
bis bis bis 
D SY77 H SP Gn’ КН 20 Е 10 90 5\ 500 90 (50) [150] МЕ 47 рЕ 
О 5У87А SP GI’ КНЗа e 10 90 20W . 90 [20] [175] NE 5-10 pF 
О 5У878 SP си кн'ї5п. 10 90 20% . 90 (600) [175] МЕ 10-20 pF 
р 5у87 С SP Gi’ КН 10 . 10 90 20W . 90 [210] [175] NE 20-40 pF 
О 5у870 SP GI KH’O08N . 10 90 20W . 90 [270] [175] МЕ 40-80 рЕ 
О 5У88А SP GI’ КН’4@ . 10 140 20УУ . 140 [26] [175] NE 5-10 рЕ 
О 5У88В SP Gr КН 2,300 10 140 20W . 140 (600) [175] NE 10-20 pF 
О $у88С SP Gi КН 1,502 . 10 140 20. 140 [210] [175] NE 20-40 рЕ 
D 5У880 SP Gi КН 1 . 10 140 том . 140 KC? [175] МЕ 40-80 рЕ 
2 SV 3170 5 сыя . . А 5 e 10 7,05 +0,02 Tr +0,35 У 
bis bis 
2. 5У3176 $ св . = 2 . . 10 84 15 +0,001 Тг +0,4 У 
2 5326 5 СР. . . . Е . 168 30 +0,002Tr +0,8V 
275ү3207 S Оо а 8 : 10 168 30 *+0,001 Tr +0,8V 
› SNCH Sj В К 100 1,510 20 e 200 20 . . СС 6,5рЕ +10% 
» 5УС?2 Sj 5 К 100 1,5 10 20 e 200 20 . è GC 6,5pF +20% 
» SVC3 Sj - к 100 1,5 10 20 А 200 20 e . СС 6,5рЕ +30% 
A SNCI $1 От К 0,5 0,1 15 300 200 15 30G [55] GC ЗрЕ 
О sven Я Отк 0,5 01 15 300 200 15 406 [55] GC2,5pF 
р 5УС13 5) Отк . 0,5 01 15 300 200 15 506 [55] GC 2,25pF 
D 5УС14 Si DmK . 0,5 0,1 15 300 200 15 60G [55] GC 2,0pF 
О 5УС15 ЕЛ DmK . 0,5 0,1 15 300 200 15 75G [55] GC 1,75pF 
р 5УС21 5) DmK . 0,5 0,1 15 300 200 15 30G (55) GC 4pF 
D 5УС22 Я DmK . 0501 15 300 200 15 426 [55] GC 3,2pF 
р 5УУ-30 SN: im Ү: 15 5 . 30 30 . e Тг 25) 
О $х11 5 Со Ц 100 1,55 60 e 100 60 . 160 GC 
О SX 13 Su Cu U 100 1,55 180 e 100 180 . 140 СС 
2 5Х47 5 Em Z 100 155 2 300 5 47 80 — 0,04 GC 
2 5Х56 $ Em 1004515 2 300 5 5,6 40 +0,02 GC 
2 SX68 5 Ет 2 100 1,55 2 300 5 68 20 +0,05 GC 
2 5Х75 5 Em 2 100 155 2 300 5 7,5 20 0,05 GC 
2 5х 82 5 Ет 2“ 100: 1,958 2 300 5 82 30 0,06 СС 
2 SX 561 5 Ет 2 100 1 0,152 300 5 5,6 80 +0,04 GC 15% 
D sx 631 Sa GDG 1A 1,25 0,04 100 mKf: 750 100 [5k] 55 GC СУ 7021 
is bis 
D SX 638 Sa GDG 1A 1,15. . . 500 800 . [125] GC 
D SX 640 5а Ет 2 100 1,5. Е 500 30 . 5 (200) СС 
D SX 641 Sa Ет ОС 100 1,55 60 e 290 60 01 [175] СС СУ 2384 
ыз ыз 
О SX 645 Sa Ет ОС 100 1,5 15 400 . 190 400 0,1 [175] GC 5рЕ 
О $Х751 54 16) LG 10А 1 200100 mKf: ВА 100 2,5к (150) СС 
О $Х752 54 16) LG ЛЛА 1 200200 тК ВА 200 2,5к (150) СС 
О $Х753 Sd 16) LG 10А 1 200300 mKf: 8A 300 2,5к [150]СС 
О 5х 754 Sd 16) LG 10А 1 200 400 mKf: ВА 400 2,5к (150) СС 
О $Х 761 5 Ет Z 100 1,5 10 . 300 200 25 Sns [150] СС 48) 
О SX 780 5 Ет зН 10 1,1 50 25 150 50 25 Е [100] СС 
D SX 781 Si Em sH 10 1,1 50 60 150 50 60 20ns [100] СС 
D 5х 782 10 1,1 50 120 150 50 120 20065 [100] СС 
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Transistoren Sx AN 125...52Т 2 


14 Is 6 [7 [в io т | 15 


Fo Ам и вр В IN | вете шай 
| та |у [вл У/- тм | 
Е | | вд | 
Ж Ава А : siehe 
x АК 2. e à 5 4 . 
Sx ВМ 200 5 А SON BREITE 


Е ans (х апе 
18,2 


5х ВАВ : : : ; 100. ..1800V 
Sx BR 25 
Syl 4224 
Syl 4225 
Syl 4312 


522,4 = òo a Sr 51) 62) 
bis 

SZ 16 р 29-42: 9 а . $51) 62) 
$75 5Н +0,6У 
$76 . 5Н 50,6 
$77 . 5Н +0,6V 
52-7 қ 2 5а 


5а 
SH +0,6у 


“им N #4400 00000 


чом мм 


SH +0,6V 
с 


own 
2222 оо. 


88889 Ss 


ИА 
N NNNNN 
or 


Er END 
>>> 00000 оо 


DI 
ч 


ооо ооооо оо 
РОЗРВ 


3 SH 12) +0,6V 
1 SH 12) +0,6У 


7 SH 12) +0,6У 
05Н 12) +0,6V 
055 SH 12) +0,6V 
0.060 SH 12) 50,6У 
0,063 SH 12) +0,6У 


0,04 5а 


т 

Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
т 

1 


? 


е 


ме ооо иооо пои n 
со 


0,09 5а 
+0,01 СС 15% 
30,001 GC 5% 


ммм N “ммм 
ou 
а a 


Т 0031...Т 19 С Dioden und 


13 ім 115 


| tmox| Bemerkungen 


Ке 


"Ph # 2 N 207 
АЕ Ы 13) 19) 


15us 125 АЕ ws 13) 19) 
Jn 13) 19) 


1п 13) 19) 
Тг #1 М 139 
Тг ж 1 М 140 


с Те 
Теж1 м141 

с . . тг 
N 0,5 РОВ 5 . . . Jn 19) 50 У/из 
In 19) 50 V/us 


30:13) 19) 


20 А In 13) 19) 
100 . Tr#1N142 
100 . . Тг 


1,2520 : АЕЫ 13) 19) 


е 
и 
ы 
о 


АЕ ws 13) 19) 
Tr 11143 
тг 


Та 1М 144 
Tr #1 М 270 
Тг 
тг 
Тг 


оо чм 


[2] 


тг 
Tr #1N 273 


4 44444 ---- 
о с 


«Ас Адай ААД 


г 
АЕ 13) 19) 
АЕ 13) 19) 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


АЕ 13) 19) 


АЕ 13) 19) 


Tr 1 М 278 
Tr 
Te 


Transistoren 


T 20...T-2030 


з ја |5 в по m h2 h3 ја 15 
‚Ab VS А” UD Isp шыр \м ‚Imax sel tmox| Bemerkungen 
| | ТА У ША У/- mW |ma у (мна °C 
57720 ep" 720 71 | 50050 130 | 200° 50 . 775 Тим 
D т20с Gb Cnt 20 1 30 10 о . 50 . 75 Tr 
р Т21 Gb . 20 1 50 20 Е 200 25 . 75 Tr 
Е ТЛА бр . : me e БОЈ Ч . Tr 
4 T1G Gb Сп. 20 1 50 20 : і 25 2 90 те 
о т22 Gb . 44 1 20 10 а 250 15 2 75 Tr 
D 1226 Gb Спа 40 1 20 10 во 3015. 75 Tr 
D T23 бы. . 20 1 20050 4 . 50 . 60 Tr#1N455 
О TAG Gb Cn! 20 1 20050 8077 Са 
4 т24 Gb . . 20 1 300 30 : 300 35 . 60 Tr 
о TAG Gb Сп. 20 1 300 30 8085 „а уа - 90 ТЕ 
4 Т25 Gb п 200 1 20 10 : 750 20 . .  Tr&1N283 
D 125с Gb Cn n 200 1 20 10 80: ЖЫ» р 90 Tr 1 №283 
О т30/50 SN 16) Y 20 1,5 1003 mKf: 20А 50 20из 125 АЕ 13) 19) 
bis bis 
D T3070 SV 16) Y 20 1,5 1003 mKf: 20А 700 20из 125 AE13)19) 
t тз4о Gi SZ 45. 6 5507 42727 , ‚ом 
! Т36Е сі 1 45 21 Бем 42 37:22 С NR 
t ТЕ Gi . 1 &5 . 20 5642 27: 7 ЯМ! 
р Т 50/50 SN 16) У 20 15 1003 mKf: 50А 50 25us 125 АЕ 13) 19) 
bis bis 
D 750700 5У 16) 20 1,5 1003 тК{: 50А 700 25из 125 АЕ 13) 19) 
Е Т101 0,8 = 8 SR 
bis 
Е Т105 Re: er н г SR 
г T1166 Са Кв HN. зе: : 501876 че. 2 РЬ 9 2 393 
Т 71282 Gs Lw’ Hs 0,1 30 100 2 6 (18) . Ph 
T T1304 Ga Шах. . 0,5 20-75= 25 2. 5 (09) Ph 
t 11392 ба Nr U (1) 6 30 >40 1УУ 150 (40) 04 85] РҺ; Егз:2 N 1126 
+ T1396 Ga LG U (10) 6 30 >40 300 150 (40) 04 85 РҺһ; Егз:2 N 1124 
t T1397 ба LG U 500 1 25 50-150 300 150 (40) т 85] Ph;Ers:2 N 1125 
t T1398 Ga LG U 500 1 25 50450 1W 150 (40) 1 85] Ph;Ers:2N 1127 
T T1474 Gd KB'sX . . 100 50= 50 . 12 (120). Ph 
т T1480 54 Lv N 5 . 9-36 60 . (50) 1 г те 
T T1481 Sg Lv N 5 9-36 60 . (80) 1 . 7% 
т T1482 SM Li Ns 150 >20= 2W (20) 0 . тх 
Т T1483 SM Li Ns 150 .  20-60= 2W (40) 60 тх 
Т Т 1484 SM Li Ns 150 22 40-120= 2W (40) 60 Tx 
Т T1485 SM Lm U 10 15-60 300 . (20) 750 Tx 
Т T1492 Sg Li Ns 1 :  15-45= 150 (40) 8 тх 
Т T1493 Sg Li № 10 1454 = 125 . (40) 20 . Tx 
Т Т 1494 Sg Li №10 . . 40425-125 (40) 20 . Tx 
T T1495 Sg Li №10 | . 120-250= 125 (40) 20 . Tx 
T T1496 Sg Li Ns 3 s'o Siom 1255 . (40) . х. "ТЕ 
t T1546 Са LG U 10 6 25 190 150 150 (25) 0,75 85) Ph;Ers:2N 1129 
T T15% Ga КЫз . 7 20 = 250 2 20, дн 
T T1740 ба Шз. o |5” 129, 25 2 16. (фу; 52 ER 
Т T1756 Са LR мт. 5 7 7849 20.: 1810695 РН 
Т T1778 Gd квзх . | 10035: 25 SÉ, Ce Ph 
+ T179% б s 35 >20= 150 . 40 0,5 РҺ 
Т T182 бі КВЗХ . 1 0,535= 10 . 25 (140) РҺ 
Т т-1930 іт sX 2 02 = 35 2 043 (175) 1100) Ph 
Т Т.2028 . VH. 22. В. SE, e St ТҮРА 
Т Т-2029 ум. : >16dB . 58 87 РЬ 
т : . »1648 РЬ 
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Т 2038... ТСЕ 205 С Dioden und 


7 {з |9 wm In 12 пз [һм 115 


dh Ip Us,/B IN Inox Umox|fo _ |1тох Bemerkungen 
У вАУ/- aw |тА У |мна °С | 


Т T2038 ба КВЗХ 10.7. 20.250450 |. Tg (280). "Ek 
Т 72039 Са (а sX 10 . . 20-250- 50 . 8 (280) . РЬ 
Т 72040 ба іт sX 10 . . 20-250 50 К 8 (280). РЋ 
Т T2092 Ga La ns 200 . . Зйж 200 . 30 (220). РҺ 
Т 72351 ч 10 мо. . e »888 . . . [26] . РЬ 40) 
т Т2352 = . мн. е.м. 2040. + я . (300) . РЬ 
Т T2357 5 іт sW . ИПА e . 30 . 85 Ph=2x 7236337) 
Т T2363 5 Lm sW . . ТА. 4 » 30 . 85 РҺ 
Т ТА-1882 см. “и. даа Е . “ А А АС 
Т ТА 2090 А сулжээг ы 57 а ч e « 5 è RC = 2 N 2938 
Т ТА2110 Sd Nm’UL 5A 10 1тА40-120- 150W 10А 300 (10) 200 RC 
Т ТА 2235 А . SH E Л ` % . a А e АС = 2 М 2405 
Т ТА 2307 5 маны. .’ 500. 2УУ . 40 400 175) RC=2N 3375 
Т ТА 2314 Sd Nm’UL5A 10 5mA35-130=150W 10А 250 (10) 200 RC 
Т ТА 2358 А . e "e s 7.3 . . Е . . RC = 2 N 3600 
Т ТА 2388 5 Nm’. . 22 7047: . . 60 . . ЕС = 2 М 3229 
Т ТА 2401 SP т УО5 (8) 0,02 100 200 . (35) (900) 200 RC2 pF 
Т ТА 2404 . 47442 а Si ` ed . А 4 ә Ў RC = 2 N 2953 
Т ТА 2416 5 з 200 4 500 > 35. БА 20. . ВС 
Т ТА 2417 5 s 20 4 500 > 35. 5А 300. . RC 
Т ТА 2422 $ e з 200 4 500 > 35= . ЗА 35. . вс 
` ТА 2458 5 He 5 4 20 > 25= 5W 500 350 . . RC = 2 N 3439 
ТА 2468 А . Ke р S & ж . » г А . RC = 2 N 3442 
ТА 2469 А . . e E . . . АС = 2 N 3441 
ТА 2470 5 ses 5 4 20 > 25- 5W 500 250 . . АС = 2 N 3440 
ТА 2480 ЭР U- H 450 2 022 800 . (60) (200) 2 RC 6 pF; гЬ = 100 
ТА 2492 SE 1 s 15А 3 4тА25-75=. 20А 90 (20) . АС = 2 N 3263 
Т ТА 2493 SE J. s 15А 3 20тА20-80= . 20А 60 (20) . RC = 2 N 3264 
Т ТА 2494 SE Мт’з 15А 3 4mA25-75=. 20А 90 (20) . RC = 2 N 3265 
Т ТА 2495 SE Мт'з 15А 3 20mA20-80= . 20А 60 (20) . КС = 2 М 3266 
Т ТА 2501 5 L. s 50 4 01 > 40= e 80 40. RC = 2 N 3262 
Т ТА 2510 5 М s 200 4 SA 200. . RC = 2 М 3583 
Т ТА 2511 5 M. s 200 4 5A 30. e АС = 214 3584 
т ТА 2512 5 Ms 20 4 SA 375 . . ВС = 2 М 3585 
(Т ТА 2513 5 1-2, ЗА. 4 БА 60 (40) . АС 43) = 2 N 2330 
т ТА 2514 5 J. 2A 4 . БА 80 (40) . АС 43) = 2 N 2331 
Т ТА 2551 . ә "e wë . . . . . . RC = 2 N 3553 
Т ТА 2598 e Sie AE ЭТТ . . . . . АС = 2 N 3669 
Т ТА 2601 ӨР” ШЕ. 00. о ... Е . . (400) . ВС 62) 
Т ТА 2606 . «27206 ЭЛГЭН . e e А . RC = 2 N 3478 
Т ТА 2616 . re >» о: . . . . . АС = 2 N 3632 
Т ТА 2618 . ав а ра b e e . . . . . АС = 2 N 3670 
Т ТА 2621 . өзу; ж, Шъ важи . . . e . RC = 2 М 3668 
Т ТА 2624 . ВУ “в” е е. а . . . . . АС = 3 М 98 
Т ТА 2625 . “ЭГ” 48 82 % . . . . . АС = 3М 99 
т ТА 6200 SP Li aw 50 . 1пА80 Aw 4 (60) (60) 200 Fd 
Т ТАА... . . е) дата . . . К . SH, Va & 87) 
~ TAG». Е й А . . . . . . Тд-Наойуреп 
р TCR23 У жу. er 5073 . ЗА 200 . . Тг 18) 
О тсвз5 с SP. ЕТ то 2534 . А 390. 125 Тг19) 
D ТСА65С SP Ц Y 10 253 1 Е ЛА 60. 125 Тг19) 
О ТСК 102 5У у а. ғғ . 10A 100 . . Tr 
О TCR105C SP Li Y 10 253 1 Е ЛА 10 . 125 Tr 19) 
D TCR 202 SV Ya 9 . . 10А 200 . . тг 
О TCR205C SP Li Y 10 25:34 . 1A 20 . 125 Tr 19) 
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Transistoren TER 250...TD 107 


5 је 7 8 9 ю mm пз [14 [5 


| | | 
К |Тур Ab Ро А” |U; шыр IN ` Leen нх нэх Bemerkungen 


| | | 
4 1-1 тА |v |шАМ/- (пм тА МУ _ мн: a 


г Џ 


4 ТСА250 бу и у = 02. "2 МА #25". 22 Те18) 

4 ТСЕ251 их Мн ; ЖА жо. 5 48 In 

О ТСК З05С 5У и Y 10 253 1 Е 10А 300 . . Тғ19) 

О ТСК405С 5У ЦТ 10 253 1 3 10А 400 . . Tr19) 

9 тск5оз 5У СҮ. x БА 50 . . Te 

D TCR505 SV Gn Y 25 1,2520 3 2 5А 50 . 150 Тг 19) 

О TCR510 SV Gr 25 11503 Е 10А 50 . 150 Тг 19) 

О ТСЕ 520 SV Gy Y 25 082503 20А 50 . 150 Тг 19) 

d TCR550 SV Gk Y e" БВ я 50А 50 . г ПР 

d ТСК1001 SV Li Y e > К ЗА 100. sn ТЕ 

d ТСК1003 SV er, 247 БА 100 те 

О ТСЕ 1005 SV Сп Y 25 1,2520 3 БА 100 Tr 19) 

О ТСЕ 1010 SV Су Y 25 11 503 3 10А 100 Tr 19) 

О ТСЕ 1020 SV Су 25 0,8250 3 я 20А 100 Tr 19) 

4 ТСК 1050 SV ску . 585 50А 100 тг 

О ТСК1505 SV GI 25 1,2520 3 БА 150 . Tr 19) 

О ТСЕ 1510 SV Gy Y 25 1,150 3 2 10А 150 Тг 19) 

О ТСК 1520 SV Су Y 25 0,8250 3 20А 150 . Tr 19) 

d ТСК 2003 SV GI Y . ie БА 200 ЭЛС 

О ТСК2005 SV Gn Y 25 1,2520 3 5А 200. Tr 19) 

D TCR2010 SV Су Y 25 11503 10А 200 . Tr 19) 

D ТСЕ 2020 SV Су Y 25 0,8250 3 20А 200 Tr 19) 

d ТСК 2050 SV ску . а 50А 200 тг 

D TCR2505 SV GI Y 25 1,2520 3 БА 250 - Tr19) 

О TCR2510 SV Су Y 25 1,1 50 3 10А 250 22 тғ19) 

D ТСК 2520 SV бу Y 25 0,8250 3 20А 250 Tr 19) 

а ТСЕ 3003 SV GI Y . Ee БА 300 тг 

О ТСЕ 3005 SV Сп у 25 1,2520 3 5А 300 Тг 19) 

р ТСЕ 3010 SV Gy Y 50 11503 10А 300 - Tr19) 

О ТСЕ 3020 SV Gr 50 0,8250 3 20А 300 тг 19) 

4 тск 3050 SV Gk Y ЖОКИ : 50А 300 . тг 

О TCR3505 SY СІ Y 25 1,2520 3 ЗА 350 Те 19) 

О ТСК3510 SV Су Y 50 11503 10А 350 22 те19) 

D тск 3520 SV Gy Y 50 0,8250 3 20А 350 - Tr19) 

4 тсв 4001 SV Li Y E A ТА 400 Tr 

4 тск 4003 SV СІ Y ЭЭС БА 400. „' “Тр 

D ТСЯ 4005 SV Gn Y 25 1,2520 3 5А 400 ‚ Tr19) 

О ТСЕ 4010 SV Gy Y 50 11503 10А 400 ям) 

О тск 4020 SV Су Y 50 0,8250 3 20А 400 -  Тг19) 

d ТСЕ 4050 SV GkY . re 50А 400 . г Те 

4 ТС$5 Se Fg С 100 4 50050 100 50 . 500 Tr 

d ТС$10 5: Ға G 100 6 500100 100 100 500 Tr 

2 T02 $ EDR 025 <30. . қ “Элс. 0,002 In 65) +0,8V 
2 тоз $ EDR 025 230. . 5 9 0,003 In 65) + 0,87 
7 то5 $ EDR 025 23... 5 2,9 0,005 In 65) +0,8V 
2 TD12 SP EDR 025 <30. . Е 5 ДОМ” 0,002 In 65) + 0,8 У 
Z TD13 SP ЕЮ К 025 «30. . Sei, 97. 0,003 Јп 65) + 0,8 У 
Z ТО15 SP ЕЮ К 025 230. . 5744191 2% 0,005 Jn 65) + 0,8 У 
Е ТО 101 ам В 50, 210: 7200 3 255 БТ ЗА 

Е ТО 102 = "er 50 230; 200 s” 2..55К ЗА 

Е ТО 103 . . В 50 5130. 250 5-15 5к SA 

Е ТО 104 22. Е 504 130. 250 e+ 5.45 5К SA 

Е ТО 105 : Е 50 700. 250 515 5k . SA 

Е ТО 106 я Е 50 5700. 250 Е 1..5 5k ЗА 

Е ТО 107 5 Е. 50 ЕО 2, 1250 К $А 


7° 99 


ТО 108...ТНР 35 Dioden und 


з |4 |5 |6 |7 [в |ә 10 3 а fis 


| идэн [Ur | Isp |Uso/B ім | 


IS E 
тА |v шАМ/- тм 
50“. я 1250 Е . ауу 


750 1,2 1005 600 300 sc уге dummm 


750 1,2 1005 600 100 Со 13) 18) 
750 1,2 100 5 . с 100 Со13)18) 


750 1,2 1005 . 
0,5 0,500,06 350 4т5 
>0,9 0,500,12350 8т5 


1 0,51 0,095 355 8,5т5 
>2 0,500,29 350 18т5 
22 0,510,21 355 19т5 
>4,2 0,500,6 350 

65 4,7 0,510,45 355 


>9 0,501,3 350 
10 0,510,95 355 
(53 >20= 


8 


100 Со13)18) 
[100] СЕ 
[100] СЕ 


1100) GE 
[100] СЕ 
[100] СЕ 
[100] СЕ 
1100) СЕ 


[100] СЕ 

[100] СЕ 
SH 
SH 4) 
SH 4) 


SH; Ers: AC 152 
SH; Ers: ASY 48 


Сей да 


со оо--- 
шш мизоч ми 


4434 тт ттттт mmo ОО от 
е 


ТЕ 65/30 


ТЕ 66/30 
ТЕ 66/60 
ТЕ 70 
ТЕ?! 


ТЕ72 
ТЕ 75 

ТЕ 77 

ТЕ 77/30 
ТЕ 78/30 
ТЕ 78/60 
ТЕ 80/30 і [0,52] 10 >20- 
ТЕ 80/60 [0,52] 10 > 20= 


ТЕ 80/80 j (0,52) 10 > 12,5 = 6УУ 
ТЕ 85 Го » (4УУ) 
ТЕ 90/30 і 0,5 . 23УУ 
ТЕ 90/60 Ё 23УУ 
ТЕ 251 і . ... . 


ТЕ 252 г. А 22: Р 

ТЕ 260 і 600 
TG 17 i К Ж» BOW) 
TG 18 я Bow) 


TH 083 15mA 250— mKf: . [175] UL 12) 
bis 
TH 088 5mA 700~ mKf: . [175] UL 12) 
20mA 250~ mKf: 17А . [175] UL 12) 
bis i 
10тА 700~ тК/: 17А . 1175) UL 12) 


15mA , . 50А . 175 Тг 

30mA 250~ тК/: 100A 250~ . 1175) UL 12) 
bis 

15mA 700~ mKf: 100A 700~ . 1175) UL 12) 


2erg b ” 4 TH21N?21BR 


ооз == · 


van 


ге 


лл кок 
го 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


SH 73); P 
SH 73); P 
SH: Ers: AD 130 
SH; Ers: AD 131 


SH; Ers: AD 132 


--44-- 


Ki 


ооо. о оооо.. 


тн 81230 
ТНР 31 . АТ а: 04 . 
ТНР 35 1 . 0,2 0,90 (150) 


190 со DOG OGO OTHE 


100 


Transistoren ТНР 36... T1-140 A 4 
2 з 14 |5 je |7 ja | по т |2 | 115 


| ІІ | 

К |Тур АБ |Ео Ам Ur 1 5 IN man Мөн вана поел 
т ЈУ pA Y- ту тА м 

ei Kaes Т е кесене 1-2 Т 

0,2 0,94 (150) 25 

15тА 50 mKf: 15А 

10тА 100 тК(: 15A 

10тА 150 mKf: 15А 

10mA 200 mKf: 15А 


(12W) ЗА 
(12W) ЗА 
(12W) ЗА 
(SW) 2,5А 
(SW) 2,5А 


(sw) 2,5А 


Г 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ТНР 36 
ТНР 39 
ТНР 40 
ТНР 41 
ТНР 42 


ТНР 45 
ТНР 46 
ТНР 47 
ТНР 50 
ТНР 51 


ТНР 52 
ТНР 55 
ТНР 60 . . . . 
ТНР 61 1 . Я (150) 
ТНР 62 і š 4 (150) 


ТНР 64 
THP 79 
ТНР 80 
ТНР 81 
ТНР 921 


ТНР 922 
ТНР 923 
ТНР 924 
ТНР 925 
ТНР 926 


ТНР 927 
ТНР 928 
ТНР 929 
ТНР 930 
ТІ-010 


ТІ-025 
ТІ-050 
ТІ-2 

ТІ-6 
ТІ-40А 0 


TI-40 A 1 
TI-40 А 2 
TI-40 A 3 
TI-40 A 4 
TI-42 


TI-43 

HMD 
ТІ-117 
TI-118 


TI-130 
bis 

ТІ-134 
ТІ-136 
ТІ-137 


TI-138 
ПАДАО 5 
bis 
ТІ-14044 5 


nunnu 
es 


зо в ююююю 


30 
50 
50 


че 22 
g еве" 


„no 


ъъ + 


м2 
юр роъгъ 


ПИ ТИЧУ 


> 85852 омљо 
u 


8 


Tx Ы 10 pF 
Тх 18) 


Тх 18) 
Тх 18) 
Тх 18) 
Тх 18) 
Тх 18) 


тх 18) 74) 
тх 18) 
Тх 18) 
Тх 18) 


Тх 18) 


Тх 18) 
Тх 18) 
Тх 18) 


тх 18) 
Тх 18) 


Тх 18) 


о Hunn Naa.. 


nunun nunnan 
< < 


ГД 
< 


oo 
<< 


о 
< 


T 
D 
D 
D 
D 
T 
Т; 
10; 
2: 
т 
ЧИ 
р 
т 
17 
т 
т 
її 
Я; 
т 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 


ГА 
< 
ы юм NNN N ыыы 
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ТІ-480... ТІХ 435 Dioden und 


| в 9 о ји h2 рз |а [15 


Іш ред 0548 м Шык | IIe (Ж Ветегкипдеп 
ІМ | А|У/- [тм та |v мн» [°С 


40-120= 277 


15-60= 1W 
20-80= 10W 
20-80= 10W 


15-45= 150 
15-45= 125 


дэл “мими и. ши 


о 


iona 90-450= 600 
>10 125 


30-120= 5W 
30-120= 3W 
15-60= 3W 
30-120= 3W 
15-60= ЗУУ 


30-120= 3W 
15-60= 3W 
20-80= 3W 
10-44 = 
20-80 = 


10-44 = 
>1 
>1 
20-80 = 
10-40 = 


100 20-80 = ЗУУ 
100 10-40 = ЗУУ 
ТІ 1155 100 >1 зуу 
Т1 1156 100 >1 3w 


TI 3027 і АтА 40: 90УУ 
bis j 


м2 


„4 IA 03454 444444444 
о 


© 


ТІ 1132 
ТІ 1133 
ТІ 1134 


ТІ 1135 
ТІ 1136 
ТІ 1141 
ТІ 1142 
ТІ 1143 


ТІ 1144 
ТІ 1145 
ТІ 1146 
ТІ 1151 
ТІ 1152 


ТІ 1153 
ТІ 1154 


ғккккоккккәк КЕРАК AAAA 


ТІ 3031 22 1тА 0ш і 

ТІ5 05 227512 45 я 1200) Тх 17) А 
TIS 14 ЭЙС: 15 S [200] Тх 17) А 
т15 22 10 80- 50 4 [150] Тх 


Т15 23 10 700- 50 e (150) Тх 

т15 24 10 250- 50 e [150] Тх 

TIS 25 і 500 6 2х300 8 я 1200) Tx 21) 23) А 
TIS 26 500 6 2x300 В 4 [200] Тх 21) 23) А 
TIS 27 і 500 6 2x300 8 : [200] Тх 21) А 


TIS 41 С 0,5. 360 50 e [200] Тх 17) А 

TIS 51 0,35 0,5 30-120= 250 200 (150) Тх # 2 N 3011 
TIX 120 Ao 18 50 . я ч 125 Тх18) 

ТІХ 120 А1 1850. Е қ 125 Тх18) 

ТІХ 435 05 . 15: ТУ я „МХ 


“0037 тлл3 4 Anna 3 4444 44444 444 


Transistoren 


| 9 По 
dE Géi м 


ТІХ 624 
ТІХ 880 
ТІХ 881 
ТІХ 882 
ТІХ 883 


TIX 890 
ТІХ 891 
ТІХ 2000 
ТІХ 3015 
ТІХ 3016 


ТІХ 3023 
ТІХ 3024 
TIXD 746/59 
ТІХ5 11 
ТІХ5 35 


ТІХ5 36 
ТІХ5 39 
ТІХ5 67 

TIXS 78 
т1х5 79 


ТІХ5 80 
ТІХ5 81 
та 
ШЕ) 

TJ 60A 


TK 05 
bis 
TK8 
TK 20 
TK 20 в 


TK20C 
TK 21 
TK 21 
TK21B 
TK21C 


TK23 A 
TK23B 
TK23C 
TK 24 

TK 248 


ТК 24 с 
ТК 25 

TK 25 В 
ТК 25 с 
ТК 26 В 


ТК 28 
ТК 28 в 
ТК 28 с 
TK 30 
ткзос 


TK 31 

ткз с 
ткзз с 
ткз4 с 
ТК 35 С 


М 
T 
d 
d 
T 
T 
T 
T 
d 
т 
т 
т 
2. 
м 
Е 
Е 
т 
м 
Е 
Е 
Е 
Е 
т 
т 
р 
о 
D 
d 
т 
Т 
о 
T 
T 
Y 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
d 
Т 
2. 
Е 
T 
т 
Т: 
№ 
Т: 
т 
Т 
ЈЕ 
T 
T 


[+3] 


у сус Imw 
0,01 101102. 


2 >10- 
0,01 20-2 
0,01 20-200-- 200 


6 35-350- 150 
7 30-300 75 
e . . 145 
6 10000,8 300 


[10пА][-1]. 20 500 
[10пА] [-3] 50 20 500 


50 


Lm” МН. 
Lm” МН. 
мы. 
«ме NB . 


100пА 1,7 


50 


ашаа а ааш + 


10 0,5 20-200= 720 


-5/+10 30W 


-5/+10 30W 
1 38 200 
4,5 40 200 


4,5 40 200 


18-35 200 
25= 140 
22 200 


60 200 
60 200 
60 200 
18-100 200 
18-100 200 


40 200 
20-150 200 
20-150 200 


BS 
ю 


ооо wweww 


ооо. 
осог= · 
ччъее мыч 


оғғғғ- 
aaoo 
ооч 


(15) 36 
(15) 16 


UHeiz=24V . 


un ос = = 
55 ї 


ЕЕ 


ТІХ 624...TK 35 С 
15 


Bemerkungen 


200 
200 
100 
100; ЗрЕ 

Тх = 1 М 746-759 


175] Тх47) С 
1200) Тх 22) А 
(200) Тх 22) А 
12091 Tx 9) 
Тх; С 62) 
Тх 15 рЕ 62) 
Тх 15 рЕ 62) 


Со 13) 18) 
Со 13) 18) 
5С 


(а 
SA; Кр!: ТК 33 С 


5с 
SA; Kpl: ТК 


SA, SC ТЗрЕ 


ТК 36 C..TL-12 Dioden und 


в |4 |5 6 |7 [в | ho m |2 ha | hs 
| || | | | 

к |Тур ‚Ab Бо (Амь Ur | Isp Us,/B IN Imox (ТЕН fa [tsss Ваен 

| | | ТА М ША У/- ImW |тА У IMHz |9С 

Т ткзвс “ба 1в Hs 10 ' 200 5: У (ву (3,7) 75] SA, 5С 13pF 
T ТКЗС ба LB Hs 10 200 з (16) (7) 75) БА, 5С 13pF 
Т ткзвс Са LB Hs 10 200 5 (16) (12) 75) 5А,5С13рЕ 
T TK40 Ga Ку МВ1 200 = (40) 1,8 75] 5С 
Т TK40A Са Ki №81 200 5 (40) 1,8 75) 5С 

T TK40C Са 18081 200 Ж (40) 1,8 75] SA, 5С 

D ТК 41 5 те. z 500 400 . 175 Te 

T тка ба Kv № 1 320 . (40) 11 75 SC 

т ткис Ga LB Ns 1 200 < (40) 1,1 75) SA, SC 

T тка Са Ку Ns 1 200 < (40) 12 75] 5С 

T TKA2C ба LB Ns 1 200 (40) 1,2 75] SA, 5С 

T ткас ` e . . e А - 

Т TK45C Ga LB rU 1 (40) 1,4 751 SA, 5С 

Т TK46C ба LB № 5 (20) 0,5 75; ЗА; Кр!: ТК 49 С 

T ке Се Вз 5 (0) 05 75) ЗА, 5С 

Т ткавс Са LBs 80 (60) 0,5 751 SA, SC 

т ткос ај вв. 1 (20) 0,7 751 БА; Крі: ТК 46 С 

T ТК50С Gj LB Ns 1 (40) 1,8 75) SA 

Т. КТС Gj LB Ns 1 (40) 1,8 751 SA 

Т TK52C Gj LB 80 (100) 0,7 75] SA 

D TK 61 5 Fh G 500 600 . 175 Тг 

7 тко За КРЕЗ 5 20 4 e SC 
TK70C 54 К/ 65 3 (20) 4 150) SC 
ТК 71 С Sa ЦК 5: 3 (25) 1 150) 5С 
ТК 71 Sa Ки a 25 1 5 5с 
ТК 72 А 5 а а а . 5С 

Т ТК72С 5а U 3 9 > 10 325 9 (12) 075 . sc 

D TK 105 SV Су Y 200A 1,5 А —5/--10 70W 50А 50 4045 125 Со 13) 18) 

bis bis 
| О ТК 190 SY Су Y 2004 1,5 2A —5/+10 70W 50А 900 40из 125 Со 13) 18) 

Т ТК 200А SP М НМ 20 Әсе >8 10УУ . (40) (50) 150) 5А,5С = BLY 10 
ІТ ТК201А SP Mi НМ 20 9-1 » 20 10УУ (40) (100) 150) SA,SC = BLY 11 
ІТ ТК22А SP Mi sT 20 Э | > 10 10УУ (40) (50) 150; 5А,5С ~ 2 М2234 
Т TK203 А SP Mi sT 20 2 | >20 10W 500 (40) (100) 150; SA,SC >. 2 N 2235 
јт ТК 250 A SP Li ат 20 т >8 600 А (40) (50) 150) SA, 5С[Ш]9)= вЕҮЗ) 
ІТ ТК254А SP Li зт 20 9 1 >20 600 . (40) (100) 150} SA, 5СП.П9)-- BET 

Т ТК252А SP Li sH 20 9 1 >10 600 . (40) (50) 1501 SA, SC=BSY24 

Т ТК 253А SP Li sH 20 221 >20 600 (40) (100) 150) SA, 5С= 85725 

Т ТК254А SP Li НО 10 9 100А >20- 600 e (40) (200) 150; 5А, 5С--ВҒҮ17 

Т ТК255А SP LmsH 10 9 25пА >20- 300 З (20) (200) 150) SA, 5С = В5Ү26 

Т ТК 256А SP іт ЗН . 25пА 300 (200) 150] SA, 5С--85Ү27 

Т ТК255А SP іт Н 10 45 10пА >20= 30 . (30) (300) 150) SA, 5С-- ВЕУ19 

Т ТК258А SP LmsH 10 5ОлА 20= 300 қ (15) (300) SA, SC=BSY28 

Т ТК 259 А SP LmsH 10 50nA 40 = 300 40) (300) SA, 5С-- 85729 

Т ТК264А SP тн 10 e" 25 300 (40) (300) 5С = ВҒҮ 18 

Т TK351A GM Li 10 4,5 >20= 120 . (20) (450) 75) 5А,5С 

T ТКЗФА GE U. 10 03 >20= 120 . (20) (300) 75) ЗА, 5С 

Т ТК 400 А Ga Mi Ns ТА 1,5 100 >1 24W (30) 0,25 85) $А,$С 

Т TK401 A Ga М Ns ТА 1,5 100 >20= 24W e (80) 0,25 85) SA, SC 

Т TK402 A Ga Mi Ns 1A 1,5 100 >50- 24W (80) 0,25 85; SA,SC 

Т TK403 A Ga Mi Ns 1A 1,5 100 >20= 24W . (100) 0,25 85; 5А,5С 

Т TK100C Ga . н А . 8398 70 . (9) 7 . 5С 43) 

Т ТК1001С ба . NB . 500mW 200 e (20) . ` SC 43) 

Т ТК 1002 С ба . NB. г 1WNf 200 а (20) . . SC 43) 

р Т+-12 5 Ре С 800 100. d 350 70 тг 


ақ 
о 
ғ 


Transistoren TL-22..TM 124 


пр 3 |4 5 |6 |7 [в | w "numm |М |5 
К Тур АБ Ро Ам 1, Ur Бр Ш |В |м әх Иво во (ene) Bemerkungen 
| | ma |v ША МА ту 2 у [MHz |С 

D'TL.22 7776 800 | 16 100. Да 350 140. e ЕТЕ 
D 142 5 Fe с 800 16100. e 350 280 . 2 m 
D TL-61 5 Fe G 400 2 300. З 200 420 . 8 (Тп 
D TM1 5 С! (624 2 300. e #35 . 105 ТС 
о ТМ1/.. эйе ER 2 о жЕ ra 
о тм? 5 СІ пб 800 2 300. 3 „=з „ 125212 
о тмз 5 СІ nG 200 2 300. : 35 . 125 Tr 
D TM4 $ elei 2 5035 Ў бА 35 . 175 Tr 
р тм5 5 Сї nG 800 2 50035 б 10А 35 2 175 Tr 
о тм7 $ Сі пб 6A 1,5 500 35 Е 20А 351 175 Tr 
о тмв 5 СІ (С 64 1,1 2m. Е 6A 50 . „ те 
D TM9 $ СІ LG 12A 12 2тА. у 12A 50. т 
D тми $ СІ пс 2А 2 300. у 25010 EE, 
D тм12 5 СІ пб 800 2 300. : 20101 Бан 
D TM13 5 с пб 800 2 300. 5 ‚ бо. 425 Те 
р тм17 5 GI nG 6А 1,5 500 70 Е 20А 70 . 175 Tr 
D тм1в 5 СЇ 1С 6А 1150. : éA 100 . и Л: 
D TM19 $ GI LG 12А 1250. 5 12А 100. ТЕ 
D тм21 $ БІС 2A, 2742002: Е а 4100. 125 Те 
р тм22 5 с пб 80 2 30. ; 22 401%) 405 Тг 
D тм2з 5 GI nG 200 2 300. 4 2, 10122 106 ТГ 
D тм24 $ СІ пб2А 2 50040 . ФА 140 . 175 Tr 
D тм27 5 С С 6A 1,5 5010 . 20А 140 . 175 Tr 
О тм2в 5 GI LG 6А 11 2тА. : eN 0б у. Se 
D тм29 5 GI LG 1А 1224. Е 12А 200 . б те 
р тмз1 5 Сі oG 2А 2 300. А 210 äs Tr 
D TM32 5 GI nG 800 2 300. р 22220220 125 Tr 
D TM33 $ Gi пб 20 2 200. : 210. 125 Tr 
б тмз4 5 Сі аб2А 2 5020 . ФА 210 1 175 Tr 
D тм37 $ Сі nG 6А 1,5 50020. 20А 210 . 175 Tr 
о тмзв 5 сі (6 6А 11 mA. 5 6А 300 . 97 21: 
о ТМ 39 5 GI LG ПА 122тА. А 12А 300 ` И ЫТ 
D тм © О ТОСА 2 300. : Хово) 01258270 
D ТМ 42 5 GI пб 80 2 300. я 22-280: 125 Те 
D тмаз $ СІ nG 200 2 300. d „ 20. 12 те 
р тм44 5: | бох 2 (5000080 2 ФА 2800. 175 Tr 
D TM47 5 GI nG 6A 1,5 5002800. 20А 280 . 175 Tr 
D тм 48 5 СІ LG бА. ЧА. е 6A 400 . т 
о ТМ 49 5 GI LG 12А 12 12тА. А 12А 400. ает: 
отмя 5 ei 823 2 300. | 25435442 sit 
D тм 52 5 с! nG 800 2 300 я 22-30. 126 Tr 
D ТМ 53 $ СІ пб 20 2 300. : М 350246 + 7125 Тг 
D тм5& 5 Gi nG2A 2 5030 . ФА 350. 175 Tr 
О тм55 5 © nG 80 2 50030. 10A 350 . 175 Tr 
D ТМ56 S Сі nG 400 2 500350. БА: 350 . 175 Tr 
D ТМ 58 5 GI LG 6A 1,1 2mA. ; 6A 500. ү 
О тм59 5 СІ LG 12A 122тА. р 12А 500 . т 
отме 5 Сі пб2А 2’ 300 ы “097420 4 “9125216 
О ТМ 67 5 СІ LG 6A 1,5 500 600 : ЗА 600 . 150 Tr 
о тм 68 5 1864 4132А: : 6A 600 . е 
D ТМ 69 $ СІ LG 12А 12 2тА . М 12А 600. те 
р тм 84 5 oe aA 2 5008000. ТА 800 . 175 Tr 1 3566 
D ТМ 104 5 GIG 2А 2 500100 . ТА 1000. 150 Tr 
D тм 106 5 GI G 400 2 5001000 . 200 1000. 175 TrA 1 N2372 
[2 тм 124 5 GI G 2А 2 50120 . ДА 1200. 150 Tr 
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ТМ 155...Т5 14 Dioden und 


4 6 9 по | h2 | ha |15 


Po Anl тэ, N 25 Ма айн 
тА |V ЏАМ/- | | |с 


"ei = 7800 12 1500 1500 
ПОЕ 3 

L’ H 

Li’ 

Li? 


Mi Я Со 13) 18) 


Mi 2,7A 800 Co 13) 18) 
. . . . . . . . . . 5. Fotohalbl. 
«та . . . . . . . 5. Fotohalbl. 
60 100 . 4 ТР.>. 1 М 63 
11А 50 Со 13) 18) 
bis 
11A 900 Co 13) 18) 
. 25 . 18 


WA 105 . Те 
60А 105 . Тг 
100A 150 . . TP,Tr 
. WA 175 . ER 
5тА 175 60A 175 . Tr 


5mA 210 А WA 210 . Tr 

5тА 210 . 60А 210 . тг 

5тА 300 . 100A 300 . . ТР, Тг 
34 20 19 
50= . 16 - 14 


80- . 16 . 14 
50- А 16 . Ја 
75= . 12 . 19 
95- . 16 . 14 
5тА 245 . 40А 245 . тг 


5тА 245 . 60А 245 . тг 
25 72= , 15 . 19 
5тА 280 . 40А 280 . Тг 
5тА 280 20A 280 . Тг 
5тА 400 . 100A 400 . . ТР, Тг 


. 20 . 10 . ја 
16 125= . 12 . 14 
-5/+10 . . 50 Со 13) 18) 
ыз 
ТЕ 80155 -5/410 . . 700 Со 13) 18) 
ТЕ 650 1 - 25-90 . 25 . 19 
i 25-90 . 15 . 14 
. 22 . 14 
22 . 14 


50 08 45) 4) si 
b 

800 04 45) 4) gr 
(20) e с 

(20) 

12 


110 044440 


‘ооо 00000 40 со. 


34744 4499 о 44440 044 00030 о---. 


Transistoren TS 17...V 6/8 R... 


з ja js je 7 в Io ю In |2 13 Iw 

| | | 
К Тур Ab Б [Aw Ir ША шарил” 

| тА |v |шА|М/- пм |тА М Мн: ос 

Т 15 17 ба ты. 1. 7. Габи 1430 Г. 148 106 Г. 19 
d 15-21 Ср Ra M . 57505 3 5 3 16 60 TSRz:16dB 
t 7533 бр Каз (1) 2 2 >15 (10) 15 100 1 45 SH 
Т 15601 ба 1 №10 o у %-0- 20 . 9 . = 15 
Т 75602 ба Ш Ne le. 2 SUS 20 9 г > iTS 
Т 15603 ба Li №10 . . 1540- 20 . 1 . „1 
Т 15604 ба Li № 10.) >60= 20 . 1. 22715 
D 7515/50 5У Gv Y 20 2,5 1А 5 тКІ: 5A 50 2048 100 ЕЬ 19) 

bis bis 
О Т5:5/00 SV Gv Y 20 2514 5 mKf: 5А 400 20из 100 БЬ19) 
О TSW-30 SV Li зх 1 1 100 10 3 50 30 . . 125) 2241686 
D TSW30C SV ImsY 5 2,5 04 1 : 200 30 . ` Те19) 
D Т5УУ 31 SV LmsY 1 17 ОТА i 200 30 . 125 Tr25) 
О TSW31A SV (ту . 5 10,02: у 200 30. 125 Tr18)25) 

bis bis 
О Т5УУ2015 SV шу . . 0,0. e 200 200 . . те18) 
D TSW-60 S и ai 1 100 10 . 50 60 . 22 Тғ15)5.2М1607 
О Т5УУ6ОС SV (ту 5 2504 1 . 200 60 . ` reg 
D TSW 61 5У Imst 1 1 Тота 4 . 200 60 . 125 Tr25) 
О Т5УУ100 SV Li sY 1 1 50mA 10: 1000 100 . . те25) = 2 М 1688 
О TSW100C SV іт зу 5 2504 1 . 200 100 . 875 57619) 
О ТЅУУ 101 SV LmsY 1 1 10тА 4 . 200 100 . 125 Тг25) 
О TSW200 SV Li sY 1 1 50mA 10. 1000 200 . . Тє25) 2.241689 
О твми 200 SY ту 5 2504 1 . 200 200 . res 
О TSW20 SV Lmsy 1 1 10тА 4. 200 200 . 125 Тг25) 
D TU1B G Я nH3 0,1 300 0,5 5 05 . 100 $Н31)дп1..3рЕ 
E TU2 G Br 55 1,0 250 1450 157 . 100 5Н5)9е 
e TU3 G Br 55 05 1 230 10 2 7 . 100 5Н4)п 
е то, б Br 55 16 250 60 157 100 SH 4) bl 
е TUS б Br 55 13 250 90 2 7 . 100 SH Al wn 
е т06 G Br 55 08 20 130 3 7 . 100 SH4)vi 
е ти7 б Br 55 10 20 130 2 7 . 100 5Н4)зм 
е ТОВ с Я 55 08 250) 430 кз 7%: 100 SH 4) Ша 
е ТОЭ С 764 5577 250 200. 277 . 100 SH 4) зм 
Е ТО 10/1 G Br 55 1 250 110 2 7 За 100 $Н4)2рЕ 

ыз bis 
Е Tun с я 55 20 255 10 1 7 Ans 100 5Н4)30рЁ 
Е TU 101 с 51 55 1 250." НЛО“ 61: 1100) SH 5 РЕ 
Е ТО 105 с 51.55 5 250 30 2 6 ins [100] 5Н8РЕ 
Е Т0 110 G a 510 . . 250 10 51,56 jn [10] 5Н 25 pF 
T туйе SP Li Hs 60 20 02 >20- 2,7W 80 200 (120) 175; SH 
Т ТУ44 GM 40) ғУ5 20. 15488 >20 20 (40) (250) 75) SH \ 
Е 1)89,,.235,244 . . . Les o a : ты ки . $417) 62) 
м UC1700 '. т" о 10а: . . : әл 5% 229862) 
О 06123АА $ Саб. . 3тА. 3 12А 50”. M175 T 

bis bis 
О USIBRA 5 6746. . ЗтА. Я 12А 80 . 175 ПТ 
Жо ТТТ ром е; ; МЕСЕ , 
„О АК 5415) луке ак с ER : Е" 5 
T Уа тј ПЕ Е SÉ Ж : SA Е 
i V6RR... ба Ir Н 1 45. 25 15 jo é 3 | Мт: Егз: МКТ 149 
T У6/48... Ga ИОН 1 25° 1:50 125 30 6 55 . Nm e 
T уввв... Ga № инт 45 80 125 30 6 10 . Nm 
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V64..WT 24 Dioden und 


|4 5 |6 | 9 ho In 12 Р [14 |15 


Ре Aw I; % 110/8 IN Про U Ше Гр e 
| (тА тээр [ma М МН: үс 


Bemerkungen 


D'V 64 5 Баг Er RE "750 750 ов! 3505 |125 5г21) 36) 
Т У405 SP U sX 10 0,5 01 35- 300 . 10 (500) 1751 Fd 9) ЗрЕ 
Т У410 SP {іо О . S "Is . . 20 . . Ед 62) 
T УМОА ЭР”. U. . . 5 e . 35 e 4 ға 62) 
Т У 435 5Р $ U. мост. = . . 20 . . ға 62) 
Т У435А ЗР . у. . . . . 35 . . Fd 62) 
О УА 7100 с LG 160A 06. . Е 1604 100 . . ЕУ 
О УА710Е с LG 160A 0,6. . 160A 80. 4 ЕУ 
О VATIOF с LG 160A 0,6 . . e 160A 60. . ЕУ 
О УА710С с LG 160A 06 . . . 160A 40. А ЕУ 
О УАТТЗА с ССІС 13А 05. . . 13А 160 . (70) ЕУ 
bis bis 
О УА7136 с GCLG 13А 05 А 13A 40 . [70] ЕУ 
О УА719А С GC LG 20А 0,5 20А 160 . (70) ЕУ 
bis bis 
О УА7196 G GC LG 20A 05 20A 40 . [70] ЕУ 
- VER.N,P . . . . . . . 54 17) 49) 
р Ур Са Еп Е!" 25 0, 19300 10 . 20 10 . [90] МЕ 
D Ур 12 Са Еп В” 2,5 0,18 300 10 . 20 10 . [90] NE 
2 VR6& 5 cz . sg e са 1УУ 25 6 4 5 ST 
bis bis 
2 VR105 $ Су 2 1УУ 105 400 . 5Т 
7 УК7 5 47,2 . 20 7 15 я А! 
Ыз bis 
1 УЕ10 $ E % “ак в . 20 10 2,5 . Al 
С УВ 35 5 2 20 3,5 172. АЈ 
Ыз bis 
Z УК 625 5 . Ж Мощ 20 6,25 1,8 . Al 
2 VR7-A $ GA RZ 20 7 1,5 e ВТ/А) +0,6М 
bis bis 17,2 
2 УК 625-В 5 в RZ. бк, a . 20 42 7 ВТЈАЈ +0,6У 
t М5 200 Gp Pb NO12 20 . 17dB (120) 8 30 2 45 $А 
|! У5220 Gp Pb © 05 20. . (100) 12 50 2 45 SA 
{t \$ 221 Ср Pb sO 1,5 20 1,5тА. (100) 12 50 2 45 SA 
| D УХ 4184 $ Бо ЦУ 20 18... 10w 20 1,5 [9G] . АЈ 
IM (WC 3357) J Lv NO. 1с БОКО . . 30 [30k] 60 WB Reson.+Tor 
|4 WE 400 СО. 087227 ко өз e . В e . . A 1м45,1М46 
О WG4A Ср . HD2 1 . 50 20 . 7 WB 
D WG4B Gp п 10 1 50 20 . . уув 
р WG5A Gp D 1 1 50 40 . и УВ 
О УУС5В Ср D 5 1 50 60 . . WB 
D WG6A Gp Urai 1 50 60 . . WB 
D WG7B Gp G 5 1 50 40 . . WB 
D WG7C Gp U $ 1 50 100 . р WB 
р WG7D Gp U 3 4 50 100 . К WB 
T WTio $ Na UL 2A 4 150W 7,5А 30 0,3 150} Wh 9) 
т WII 5 Ма UL 2A 4 150W 7,5А 60 0,3 150; Wh 9) 
Т WT12 $ Na UL 2A 4 150W 7,5A 100 0,3 150; Wh 9) 
Т WT 5 Na UL 2А 4 150W 7,5A 150 0,3 150; Wh 9) 
Т WTi4 $ Ма UL 2A 4 150W 7,5А 200 0,3 150; Wh 9) 
т WT20 5 Ма UL 5А 4 150W 7,5А 30 0,32 150; Wh 9) 
т мл 5 Ма UL 5А 4 150W 7,5А 60 0,32 150; Wh 9) 
т мт22 5 Ма UL 5А 4 150W 7,5А 100 0,32 150) Wh 9) 
т WTB 5 Na UL 5А 4 150W 7,5A 150 0,32 150; Wh 9) 
Т WT24 5 Ма UL 5А 4 150W 7,5А 200 0,32 150; Wh 9) 
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Тгапвізіогеп ҮҮХ 115...ХС 703 


14 Is | 114 115 


Imox | Bemerkungen 
| z [°C 
К КЕ 


0/20017к . Wh 

. 150 Wh 
УУХ 118-УУ 5 4 3 ы . « 150 Wh 
WX 118-X 5 5 > 400 . В 150 УУҺ 
WX 118-ХС 5 = 7 » 1000 5 , 150 Wh 


Wh 18) 


. кита 
ҮҮХ 118-0 мн) А. 


Wh 18) 
IR 19) 


IR 19) 


0,8 : я JR 19) 
0,8 Е я IR 19) 
0,8 ; IR 19) 
0,8 : 2 1819) 


1,1 . . IR 


1, 50 * IR 
10A 1,2585 . . 1819) 


Х108С20 5 


Х168С2 5 
bis 

X16RC20 $ Ү 16А 0,9 50 ` . JR 19) 
Х-25А,В . . . В . . . . . Fotohalbl. 80) 
ХА 101 LE Hs 1 і 


ХА 102 LE Owi 
ХА 111 к! Hs 1 
ХА 112 Kr Owi 
ХА 121 . на 
ХА 122 . ОУУ1 


ХА 123 м нма 
ХА 124 LI мол 
ХА 126 ин 4 
ХА 131 М НО1,5 
ХА 151 e 50 


ХА 152 e 50 
ХА 161 5 10 
ХА 162 , 10 
ХА-650 Ce АЙ 
ХА-651 . 10 
ХА-652 Ge 45 


ХА-653 > 53 
ХА 701 


10А 1,2585 . . ЈА 19) 
16А 0,9 50 А 0 ЈЕ 19) 


< < <0 о <<< ~ 


XB 102 
хв 103 
XB 104 
ХВ 112 
ХВ 113 


ХВ 121 
XC 101 
ХС 121 
ХС 131 
ХС 703 


EE CLCC EE dE 3444044434 


а-а-а 99494 з--тт ттаза 34444 44444 ч: о оо 00 О 0000 о оо о 3444 


юды Соло = ~ * * + 
Fango имами ' 
ê 5 


ХС 713...2 20K Dioden опа 


|7 [в 9 ho {п h2 ha [4 hs 


Ir | | | | 

K Isp 05/8 м Inox Umox|fg |!тах Bemerkungen 
У ША |У/= mW |тА М [MHz °С 

Т 


үрээ T Т 
(60) 1,25 175] А) 


тт-і-і-і 


Jn +0,5V 
Jn +0,5V 


~ 
Ki 


“uw 


Эс 
ч 


SC 4) 5. .30% 


+0,5V 
+0,5V 
+0,5V 
+0,5V 


лы HE HSN 
LTE 
a An An An An 


NNNN NNNNN N NNNN 


~ 
ме 


Jn +0,5V 
SC 5..20% 


м ммм Hnnnn N ммен 
ем ММММ NNNNN NENNNN 


мо” и ввЬ 
ч 
» 
2 
w 


ЕЈ 
че 
Е 


SC 5..20% 


ил 


ZS 
8 


‚0. 
,05 Jn, Тг +0,5V 
,05 Jn, Tr +0,5V 


о 0000 


о о 


осим 
ом мама = мл 


Ok нн" 


98 83333 2222 


чочо о попил 


Jn +0,5V 


In #0,5М 
In +0,5V 
Br 

Br 

In, Br + 1V 


In, + 1У 


ъъх 
KAS мис 


аосооо чэооо 


‚ооо ооооо ооо 
о 
> 


РА R 


-ama -А-А-А-А-А .А-А-А-А-А А со 02 СО 00 
я ж 


мены меемм кемм" NNNNN ниммм ынны, 
Фо салїлш ююззо о 


х 
NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN МАМАМА NNNNN ммм 


2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 


mu ue моим лили www: + 
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Transistoren 7.22... ZF33 


із |4 5 |6 |7 во 10 m ла m (м | 
Ab Ро Aw х |u; БА IN ы. ші | Bemerkungen 
с 


| У/- mW mA [MHz 
222 : et, A 20 1 250 Ce , ` Jn, Вг +2,4V 


SET? Eu Z 150 1 20 1 350 5 22 Jn, Br %24У 
7 3433 Вх’ : йа в 10 +0,01 НЕ +10% 
2 3434 Вх Е e те e 10 +0,01 Hf +10% 


ТАВ . 5 18 219, « . . . Hf +1,25 У 
ыз d 


ТА 125 . 5 5 89.22 5 5 A . Hf +17,5 V 
ZC 008 їтА 8,2 600 0,037 Lu %0,5У. 
bis 

2С 033 


2С10А 
20108 
2С 20 
2С 21 
2С 22 


3 
> 
5: 


600 0,084 Lu +2 У 


150 Fi 27-33 pF 
150 Fi 24-36 pF 
(55) Fi 13) 44) 10 pF 
[55] Fi 13) et 
[55] Fi 13) 1 pF 


723 [55] Fi 13) 1 pF 
2024 : А [55] Р 13) 1 pF 
2С 30 А 5 S 5 3 А e 4 . Fi 0,5-1,5 pF 
2С 50 5 e = с 5 5 Б “ а Fi 1-8 pF 
2С 70 . А . . А . . . . Я 1-8 рЕ 


2с 90 . . e . . : Fi 2-16 pF 
2С 708 1,05 2тА 5 Р 0,084 Lu +0,5 У 
bis i 

2С 799 G 1,05 250mA 0,094 Lu +6У 


ZC 2008 1 1тА А А 0,037 Lu +0,5 М 
Ыз 

2С 2033 1 1тА А 0,084 Lu +2У 
2с 4008 |! . . 0,037 Lu +5% 
bis ' 

2С 4099 1 5 Р 0,089 Lu +5% 


2С 5008 1 Е Е 0,037 +0,5 М 
bis 

2С 5099 1 0,089 +6V 
20 008 0,037 +10% 
bis 

20 033 0,084 +10% 


20 3,9 519 -0,07 %5% 
bis 

ZD 200 А +0,11 +5% 
20 2008 0,037 +10% 
bis i 

ZD 2033 А 0,084 + 10% 


20 4008 Р 3 0,037 %10% 
bis i 

ZD 4099 Sd . 0,089 Lu +10% 
ZD 5008 54 . 1 02А 82 0,037 Lu +10% 
bis bis i 

ZD 5099 54 . 20тА 100 0,089 Lu +10% 
ZDT-10...11 SP i 10лА > 40= . Fi 21) 37) 


ZDT-20...21 SP и. P . . А . . - 5 б Fi 21) 37) 62) 
Jn 204 У, де 


ым 


оо ооооо - 
ео Toona 
оо ооооо + 
кым юююлїл 


т 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
2 
2 
2 
2 
2 
Zz 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
т 
т 
2 
2. 
= 
7 
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7С 1...75 25 Dioden und 


112 


1 |2 з ја js | Р 9 по | 12 ha һа fis 
elt (АБ [Ро Амь Ur | 15 оз, В М П [Umax| fo Jee | Bemerkungen 
| | [ma |У VE mw |тА М [мн |°C 
т ЕН 1 Цор Т 5 w- — 
7 7С1 $ ста ча. 250 200 1 d <8 RE Jn ZG 1:70) 
bis bis ers. 2..., -К.. 
2 2633 5 С МО ч 1 эъ 250 55 33 <100 150} Јп + 3,5 У 
О 21218 5 G. GZ . 12А 1200. . СЕ 62) 
2 211 5 СЬ LZ 15А 1 - - 107 УУ 100 7,75 1 -0,4 Іп +0,75У 
2 213,9 5 СЬ LZ 15А 1 . . . 100 39 38 +0,02 Ја +10% 
7 2147 5 Gb 12 15А 1 - - 10,7W 100 4,65 5 +0,06 Јп + 0,557 
2 215 5 СЬ LZ 15А 1 0,41 10,7Ұ/ 100 5.5 1 +0,05 1п +0,5V 
2 715,6 5 СЬ 12 1,5А 1 1 1,5 10,7w 100 5,6 1 +0,05 In +0,6V 
2 216 5 СЬ LZ 15А 1 011 10,7 100 6,5 1 0,05 Jn +0,5V 
7 2168 5 СЬ 12 15А 1 1 2 10,7W 100 6,75 1 0,07 In +0,75У 
2 217 5 СЬ LZ 15А 1 011 10,7У/ 100 7,5 1 0,07 In +0,5V 
2 218 5 СЬ LZ 15А 1 0,1 1 10,7 ҮҮ 100 8,5 1 0,07 іп +0,5V 
2 2182 5 СЬ 12 154 1 1 35 10,7 100 8,2 1 0,07 In +0,9V 
2 7110 5 СЬ 12 1,5А 1 1 5 10,7W 50 99 2 0,08 In +1,1V 
2 2112 5 (51 2015А.1 1 7 10,7W 50 12 4 0,08 In +1,3V 
2 71.15 5 СЬ LZ 15А 1 1 10 10,7W 50 147 6 0,09 In +1,7V 
2 27118 5 СЬ 12 1,5А 1 1 10 10,7W 25 18 6 0,09 In +2М 
2 2122 $ 165 12455451) 1 12 10,7М 25 22 6 0,09 In +2,4М 
2 2127 5 Gb 12 15А 1 1 14 10,7М 25 27 7 0,09 In +2,9V 
7 2133 5 СЬ LZ 1,5А 1 1 17 10,7 № 25 33 8 0,09 Јп +3,4М 
2 7139 5 СЬ 12 15А 1 1 20 10,7W 10 39 21 0,1 Jn + 4,5V 
2 2147 $ GEEZ (БА 1 1 2 107W 10 47 24 01 т+5У 
2 7156 5 Сь1ї215А 1 1 28 10,7W 10 56 25 04 іп +6М 
2 2168 5 СЬ LZ 1,5А 1 1 34 10,7 10 67,5 25 01 іп +7,5V 
7 2182 5 СЬ LZ 1,5А 1 1 4 10,7W 10 82,5 30 01 Jn %9,5У 
2 21100 5 Gb 12 15А 1 1 50 10,7W 5 99 60 01 Іп +11У 
2 21120 5 СЬ LZ 15А 1 1 60 10,7 УУ 5 120 80 0,11 In +13У 
2 ZL150 $ СЬ LZ 15A 1 1 75 10,7W 5 147 110 0,11 іп %17У 
2 21180 5 СЬ LZ 15А 1 1 90 10,7 УМ 5 180 150 0,11 іп +20М 
7 ZM3,9 5 Бу Z ЧА 1071 . 1,1w 100 3,9 3,8 -0,07 Jn 10% 
bis bis 
Z ZM180 $ Бу 2 1A 1 4 % тим 5 180 150 0,11 In 10% 
2 2Р27 S Су 2 100 1 3 400 5 27 70 -007 іп %02У 
ыз bis 
2 2Р33 SP Си 10 1 1 >17 330 5 32,9 40 +0,09 Jn +1,6 У 
D 2810,Т Sd Fe UG. . 50 50 . 1,5A 50 140 А 
| bis bis 
О 2815,Т 54 Fe UG. 50 500 750 500 140 Fi 
О 7820 Sd Gq’ LG 50 50 mKf: ВА 50 100 Fi 
bis bis 
р 2824 Sd ба 16. 50 400 mKf: 8A 400 100 Fi 
D ZR30,C 54 LG . 500 50 mKf: 30А 50 100 Fi13); В: 12 
bis bis 
О 2835,С Sd LG . . 500 500 mKf: 30А 500 100 Ғі13); В: 12) 
D zR 40 Sd 16) LG 100A 1,2 5mA 50 тК!: 100A 50 140 Fi 13); В: 12) 
is bis 
D 2844 54 16) LG 100A 1,2 5mA 400 mKf: 100A 400 140 Ғі13); В: 12) 
О 252 54 . 2 100 1,3 0,5 10 100 10 125 Fi 
О 257 58 и 100 1,5 01 30 100 30 125 Fi 
О 258 Sd . з 100 1,5 5тА30 . 100 30 150 Ғі 
О 2510 Sa. Ға Hs . « 5 60 150 100 60 150 А 
О 2510А Sa En Hs 100 1,5 0,05 60 150 100 60 25 150 Fı2pF 
bis bis 
О 2525 Sa En Hs 5 500 150 100 500 150 Fi 


Transistoren 
1 2 
K № 


|АЬ Fo 


4 


|5 |6 
Ам І; 
тА 


7 
"Oe 
У 


в 9 


'ZS30 A 
25 30 В 
bis 

ZS 34 A 
ZS 34 В 


25 40 
25 41 
25 42 
25 50 
25 51 


2552 
25 53 
2570 
2572 
2574 


2578 
тт 20 
ZT 21 
ZT 22 
ZT 23 


ZT 42 
ZT аз 
ZT 44 
ZT 60 
2761 


2162 
2763 
ZT 64 
ZT 66 
2167 


ZT 80 
ZT 81 
ZT 82 
2183 
ZT 84 


ZT 86 
2187 
27110 
ZT 111 
ZT 112 


ZT 113 
ZT 114 
ZT 116 
ZT 117 


ZTK 33 
ZTX 303 
ZTX 304 
ZX 40 
2х 50 


ZX 3,9 
bis 

2Х 200 
.25 Т5,6 
bis 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
T 
т 
т 
F 
T 
Т 
di 
d 
T 
T 
T 
т 
Т. 
de 
т 
1 
т 
Т 
т 
T 
T 
T 
(D 
Їй 
т 
2 
т 
T 
D 
D 
2 
га 
> 
2 .25Т 100 


54 


Т 


СІ 


"500 
500 


500 
500 


10 


1,1 
1,1 


PEN 
nabu mu 


H мм 


осо © ОООО © ОООО MANDA оосос сока пала зээх 


м 


по 


Isp из В м 
|ЏА МЕ | туи 


0250 i 


650 
50 650 
650 
650 


5 
0, 
5 
0. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 


0, 
5 
5 
5 
5 
0, 
0 
0, 
0, 
0, 
78-162 300 


0, 
1 
0,5 38-162- 350 
0,5 38-162- 350 


0, 
0, 
0, 
0, 
0,5 78-250-- 350 


0 

0,5 38-162- 
0,5 78-250-- 300 
0,05 25-85= 300 
0,05 75-170 = 300 
0,05 35-85= A 
0,5 78-250-- 300 
0,5 38-162= 300 
0,5 38-162- 300 
0,5 78-250- 300 


0,05 25-85-- 300 
0,5 75-170- 300 
0,05 35-85= 300 
0,5 78-250-- 300 


0,2 50-300= 250 
02 50-300= 250 


<1,5 
90 


in 12 13 


129728 2 
тА М [MHz 


29 


2530А...25Т 100 


15 
Bemerkungen 


500150 Г. 


500 50 
Ыз 
400 
400 


15 ns 


(80) 


160” Ғі15рҒ 
160 Ғі15рҒ 


160 Ғі15рҒ 
160 Ғі15рҒ 


[125] Fi 3pF 

[125] Fi 2,5pF 

[125] Fi 2,5pF 
Fi БРЕ 
Fi Set 
Fi Set 


Fi 5pF 
ы 


150; 


(110) 150; 
(110) 150; 
50у: 150 


30-3612 

45 
500 70 
100А . . 
20А 


100 39 38 
Біз 
5 200 150 


(150) 125) 
(150) 125) 


Ғі Су 7371 
Fi Су 7372 


Fi Су 7373 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 


Fi 
Fi 
Fi 
. Fi 
--0,002 In 12) 21) 
Fi 6 pF 
Fi é pF 
* Fi 62) 
Fi 62) 


—0,07 In + 5% 


>0,11 іп + 5% 
ST CL 708 


БЭЭ N 738 


080 С...0304 Dioden und 


із 14 |5 р [п h2 ha fhas fis 


ЇЕ | Ро äech | | Їл: шин А en, | Bemerkungen 
| | jma zl 


Ат # ОС70(Ат) 
Қ Ат # ОС71 (Ат) 
150) Eb 
150) ЕЬ 
150) Eb 


150) Eb 
150] Eb 
150} Eb 
$ HP 75) 3 pF 
0,05 30 : ; © НР75) 10 pF 


0,05 30 б В - НР 75) 10 рЕ 
10 400 150) Eb 

0,05 30 Е | “НР 75) ЗрЕ 
0,05 30 e : . НР 75) 10 pF 
0,05 30 > 4 5 НР 75) 10 pF 


0,0110 . - НР75)1,6рҒ 
0,01 10 с i . НР 75) 2,1 рЕ 
0,0110 х | . НР75)1, pF 
0,01 10 5 . - НР 75) 1,1 pF 
0,01 30 : : . НР75) 8 pF 


0,01 30 : . НР75) 8 pF 
0.0110 М . . НР75) 2 РЕ 
0:01 10 . НР75)2рЕ 
50 : 150) Eb 
100 : . 1501 Eb 


200 В . 150; ЕБ 
350 : . 150] ЕЬ 
400 : 150] ЕЬ 
500 : . 150) ЕЬ 
700 : . 150) ЕЬ 


50 : . 150) ЕЬ 


тас. 


Аааа -....АО- 24000 ===> ~ 
= 


м mn An An An ми 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


150] Eb 
1501 Eb 


>> 


150] Eb 
(150) Eb 13), -R: 12) 


[150] ЕЬ 13), -В: 12) 
. НР75)ВРЕ 


НР 75) ВрЕ 

НР 75) 2 pF 

НР 75) 2 pF 

НР 75) 1,6 РЕ 
НР 75) 2,1 рЕ 
НР 75) 1,1 рЕ 
НР 75) 1,1 pF 
НР 75) < 6,5 pF 


ES Sc 
м їл An ми 


мын 


1250 50 


600 100 
1250 100 
600 200 
1250 200 
600 400 


00000 00000 00000 оо о = aa а ааа, 
ымы 


АА ebe А ЗАЛАА... ee seh 


ъъ 
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Transistoren 0304-K 3...1 A 16 


la js |е |7 в jo [о [n h2 ha j jis 

| | | | 
заг ke шыр Н Ышы ЕРЕ 
| Ima У ВАУ/- ти тА МО |мна [°С | 


~ 
ғ 

5 
тъ 


| K/ ТА V 

О 0304-K 3 5 116) G 1500 71,271 1400 “тК(: "1250 400 "10из 150) Eb 

D 0307 5 Bn С 500 121 700 а 600 700 10из 150) Eb 

О 0307-K 3 5 16) С 500 121 700 mKf: 1250 700 10из 150; Eb 

D 0310 $ Вп С 500 1,2 10 50 Е 600 50 10и5 150) Eb 

D 0310-K 3 $ 16) С 500 1,2 10 50 mKf: 1250 50 10и; 1507 Eb 

о 031 $ Вп С 500 1,2 10 100 . 600 100 10us 1501 Eb 

D 0311-K 3 5 16) С 500 1,2 10 100 mKf: 1250 100 10из 150) Eb 

D 0312 5 Bn С 500 1,2 10 200 - 600 200 104% 150} Eb 

О 0312-K 3 $ 16) С 500 1,2 10 200 mKf: 1250 200 10из 1501 Eb 

D 0314 $ Bn С 500 1,2 10 400 . 600 400 10из 150] Eb 

О 0314-К 3 5 16) С 500 1,2 10 400 mKf: 1250 400 10из 150} Eb 

D 0317 5 Вл С 500 1,2 10 700 . 600 700 10us 1501 Eb 

D 0317-K 3 5 16) С 500 1,2 10 700 mKf: 1250 700 10д5 150; ER 

D 0320 $ Ва С 500 1,2 0,1 50 . 600 50 1025 150) Eb 

D 0320 SE 38) H . . 10 20 2УУ . . [106] . HP 75) < 1,3 рЕ 

О 0320-К 3 5 16) С 500 1,2 0,1 50 mKf: 1250 50 10,45 150; Eb 

D 0321 5 Вп С 500 1,2 0,1 100 600 100 10и5 1501 Eb 

D 0321-кз 5 16) С 500 1,2 01 100 mKf: 1250 100 1045 1501 Eb 

D 0322 5 Вп С 500 1,2 01 200 . 600 200 10и5 150; Eb 

О 0322-K 3 $ 16) С 500 1,201 200 mKf: 1250 200 1045 150) ЕЬ 

D 0324 5 Вп С 500 1,2 01 400 5 600 400 10us 1501 Eb 

О 0324-К3 5 16) С 500 1,2 0,1 400 mKf: 1250 400 10д5 150] Eb 

D 0327 5 Вп С 500 1,2 0,1 700 . 600 700 10и5 1501 Eb 

О 0327-К 3 5 16) С 500 1,201 700 mKf: 1250 700 10џ5 150; Eb 

О 0400 Sd Ср U 250 121 50 400 250 50 150) ЕЬ 

р 0401 54 Ср Ч 250 121 100 400 250 100 150) БЬ 

р 0402 54 Ср U 250 121 200 400 250 200 150) Eb 

О 0403 54 Ср 250 121 400 400 250 400 150) ЕБ 

D 0410 Sd Ср U 250 1,2 10 50 400 250 50 150) Eb 

D 0411 54 Ср О 250 1,2 10 100 400 250 100 150; ЕБ 

D 0412 54 Ср 0 250 1,2 10 700 400 250 200 150) Eb 

D 0414 54 Ср 0 250 1,210 400 400 250 400 150) Eb 

О 0450 54 Ср 250 121 20 400 250 20 150) Eb 

О 0460 54 Ср О 250 1,210 20 400 250 20 . 150; Eb 

О 0601, К 5 Сх' С 30А 1,4 100 75 mKf: 10А 100 . [150] Eb 13), -R: 12) 
bis bis bis 

О 0608, К 5 Сх'С 30А 1,4 100 700 mKf: 10А 800 [150] ЕБ 13), -К: 12) 

О 0750 5 ПІ y 15 2 1003 oKf: 300 50 20из 100 Eb 19) 

О 0751 5 што 15 2 1003 ок: 300 100 2045 100 Eb 19) 

О 0752 5 ШҰ 15 2 1003 oKf: 300 150 20us 100 Eb 19) 

D 0753 5 ну 15 2 1003 ок: 300 200 20из 100 Eb 19) 

d 0912 5 16) С 500 Зя 1000 . 100 1000. 150) Eb 
bis bis 

d 0918 $ 16) С 500 12 1 4000 А 100 4000 . 150) ЕЬ 

О 0952 5 16) С 500 241 1000 . 500 1000 . 150] Eb 

D 0953 $ 16) С 500 361 1500 . 500 1500. 150) ЕЬ 

О 0954 5 16) С 500 481 2000 . 500 2000. 150] Eb 

О 0955 $ 16) С 500 6,0 1 2500 . 500 2500. 150) ЕЬ 

О 0956 5 16) С 500 721 3000 . 500 3000. 150) ЕЬ 

О 0957 5 16) С 500 841 3500 . 500 3500. 150; ER 

О 0958 5 16) С 500 961 4000 . 500 4000. 150} ER 

4 1А13 5 GH LG . . . 250 105 . 150 ЕМ 

4 1А14 5 GH LG ` 250 140 . 150 FM 

d 1A15 $ сн LG 250 175. 150 ЕМ 

9 1А16 5 сн LG 250 210 . 150 


ч 
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1B...1M4 Dioden und 


15 
| 


1тох Bemerkungen 
z e 


ТР 
1Ң ~ 1 N 537/40 
ТР 
IR 
IR 


ТР 
ТР 
0,03 ЈЕ 58) 


0,095 ЈЕ 58) 


ТР. 
. 5. Fotohalbl. 
125 Ру“ 
e ТР 
150 Ру = СМ 7026 


SG Р:2 х 1620 


anna» 


о 


тетт 
а 
~ 


ттт 
on N N 
H ю 
. ч 
“ссзз ооссс осо: он мо 
жый Oo 


о хоо vun Ол бл л л л WWNNDN © 
8 82880 868647 409076 “ohne 
æ ЗА БТА сас 


эз. Аса: 


ААА -А.А-А-А-А -А.А-А-А.А .А.А-.А«А-А -А-А-А-А-А -А-А-А-А-А bh che ЗАЛГА АЧАА 
- 
о 


4 
D 
d 
D 
D 
d 
d 
2 
2 
а 
р 
4 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
ә 
> 
2 
2 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
D 
D 
D 
D 
4 
о 
9 
о 


х-тто ооо00 ососо пспоппоп опоппо оо 


ғ 
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Transistoren IN 21...1 М 28 


| 5 6 7 |8 [7 14 |15 
b (ғо Ам | БВ |N Іһох| Bemerkungen 
| |та |У [вл М/- Imw јес 
1—7 t =. 
ум 0,4 $ А 0,Зегаз 30 Sy; My < 8,588, NE 
0,4 2 а 0,Зегаз 30 Sy 2; Му < 7,548 
0,4 « Ж 0,Зегдз . e Зай» $у 35) 
0,4 8 4 2ergs 30 5у, Во, МА 6), МЕ 


0,4 4 5 2ergs . + . $у, Во, МА 35) 
. ә = . . . =2х 1N21B37) 


Т 


0,4 1... 25 2егоз 
0,4 5 5 2егоз 


2 5 с ? ) 

2егдз . 9 Ы Sy &; Му < 548 
2егоз . 4 3 35) 
$ 4 è = 2x 1 N21 D37) 


A 
=2x 1 №21 E37) 
35) 
35) 


Sergs . е МА, Sy, Ру, КЕ 
. . b 35) 


zen 
m 


0,Зегоз 30 3 90] Sy, NE 
0,Зегаз 30 [106] 94 Sy; Му< 1048, МЕ 


Тегдз 30 [106] [90] Sy 8; Му < 848 

А А . [106] . 35 

0,Зегаз 30 [106] [90] Sy, Во, МА 6), МЕ 

5 . [106] . =2х 1 №23 В 37) 
[1061 . 


[106] . 
[106] [90] 
[106] . 
[106] . 
106] . 


[106] . Во; Му < 548 
[106] . 35) 

[106] . 5у, МА 

[106] . =2x 1М23Е37) 
[106] . 35) 


Р, А . 11061 . 35) 
16г08 . н Е 4 МА, КЕ, 5у 
2 e 3 35) 


A . . è с 6) 

2егоз . « 19,461. Во, КЕ, МА, Sy 

5 - Š В А 5у 

65W . . псі. Sy 6) Му: 848 
65% о Dei .  SyMv:7dB 

65W . 2 e 5у 

0,1егоз . . 246 . $у, МА 6) Му < 94 


0,3ergs . d [246] . 5у, КЕ, МА, Рћ 
0,3ergs . 2 Ва Е Ph, Sy; Му: 7,588 
. 5у 


0,Зегдз . 
я - е Eé Ers: 1 N 32 
Serg 50 7 Всі 190) 5у, МЕ; Му < 748 


ос 25532625 пала ад АП дада 


со 
со 
& 


т ттт 
5 SS пор 


gun 
m 


о> 


727724 27277 2227272 727727 22222 525252 2272: ТЕРЕН 22227 27222 л> Ар ду А 
Оо» 


МО ко КО МУ КО ОКО ВО КО ВО КО ОКО ВО КО ВО КО ОКО ВО ВО ВО КО NNNNN DDNNN СО ВО ВО ВО ВО NNNNN HHHHH NNNNN NNNN 


4 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
а 

а 

р 
р 
р 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
4 

4 


осоо AVUNA шошо шш ki Lei el bei tél во 
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1N29...1N60C 


в ја |5 је |7 [в је ю т 


| 


Тур | [Ur 15, (Ulf IN mer) 


12 


Оох | 


Dioden und 


1з [14 [15 


ох Bemerkungen 
о, 


Т 


4 1м29 $ “Оһ Ур. о Е 
d 1N30 $ РУ. der Ge , 4 
DINN Sp Dp VD. ee 20 
О 1М31А Sp Ор УР . ЖЫ ще 5 
D 1м32 Sp Dh VD 360 
D 1N32R Sp ОВ МО. т А 
d 1N33 Em: Е Е 
D 1мза Ср Аа U 5 1 50 10 130 50 
D 1N34A Gp Су О 5 1 500 50 К 30 
D 1М34А Ср АКС 5 1 500 50 130 50 
D 1м35 бр СЦ 7,5 1 10 10 Ё 22,5 
D 1м 36 бр Cru 4 1 100 25 130 
D 1 мзв Ср Ed G 3 1 6З 130 50 
О 1МЗВА Gp Cv U 4 E | ! 50 
О 1N38A С АКС 4 зна 3 130 50 
D 1N38B с АКО 4 1 500 50 130 . 
D 1N39 Gp Dh G 3 1 200 100 : 50 
D 1М39А Gp Bf 3 1 200 100 50 
D 1м39в Ср АКИ 4 1_ 100 100 
р 1N40 Ср 14) DQ 12,75 1,5 40 10 k 22,5 
о 1N41 Gp 16) DQ 12,75 1,5 40 10 22,5 
D 1N42 Gp 14) DQ 12,75 1,56 3 Е 11,5 
D 1м43 бр Ос U 5 1 205 x 40 
о 1м бр De U 3 1 1тА50 130 35 
2 1М45 бр Осо 3 1 41050 130 35 
2 1м 46 бр D'e U 3 1 1,5тА 50 130 40 
D 1N4 бр De U 3 1 41050 e 30 
D 1N48 Gp Bk U 4 1 83350 >90 50 
О 1М48А Ср ВКО 4 4 СУ я я 
D 1м49 бр Еа U 4 1 20020 130 50 
|D 1м50 Ср Ға U 4 1 во 20 130 25 
| р 1м№51 бр Вк U 25 1 166750 >90 25 
|О 14М А Ср Bau 25 1 . . Е А 
|D 1м52 бр Вк U 4 1 150 50 130 50 
О 1М52А Gp ВеО 4 d'Ae E 130 -. 
10 1м53 $ Dh DM. 2002) Му8,548 O,lergs . 
О 1м53А $ Dh DM. 2 . Му:6,54В ОЛегоз . 
D 1М538 5 Ве УМ. 2002 Мм:8,548. 
рамас 5 ве УМ 4: К 5 
D 1м530 5 Ве ум Е Me 5 
D мм 5 ве ум. e e 
D 1м54 Ср Аа ҺО 5 1 10 10 130 50 
О 1М54А Ср Су ҺО 5 17 30 130 50 
О 1М55 Ср Аа С 3 1 300 100 5 50 
О 1М5А Ср Су О A 1 500 150 50 
О 1м558 Gp СУУ 5 1 500 150 « 50 
D 1М56 Ср Aen 15 1 30030 130 60 
О 1М5А Ср АК nU 15 1 300 30 130 60 
О 1м57 Ср Аа О 4 1 500 75 130 40 
О 1М57А Ср АКО 4 1 500 75 130 40 
D 1м 58 бр Е U 4 1 800 100 130 50 
О 1М5А Gp Су U 4 1 600 100 130 50 
О 1м59 Ср Aa U 3 1 800 250 50 
D 1N60 Gp Aa D 0,05 0,2530 1,5 80 50 
О IN60A Аа DU 5 1 60 10 80 
р 1м60С Aa D . 67 10 50 


тА |У У/- (пм |тА У 


... 


70 


118 


бу; Ers: 1 N 21 В 


МА 


Во, ЕТ, КЕ, Sy, ТР 
6) Но, Ат, Во, КС 


АС, Tr (МЕ, уй 


СВ, > 2 х 1N34] 
KE, OM, Sm, Tr 
ЕТ, КЕ, Ну, КВ 4 
Но, Ат, МЕ, Sy & 
ВС 1рЕ, Тг 


Sy 6), СВ, ОМ 

Ат, ЕТ, КЕ, 5у 6) 
Ну, PS, СВ, ЕВ 4 
Sy, СВ, ЕВ, КЕ, ОМ 
Во, Sy, КЕ, ОМ, Sm 


5у, КЕ, ОМ 

Sy, КЕ, ОМ 

ҮЕ &; # 1М 69 
WE, КЕ, Ру, Sm 6) 
WE, КЕ, Бу, ОМ, Sm 


УМЕ, КЕ, Ру, 5т 6) 
WE, КЕ, ОМ, Sm 
СЕ, ВВ. Tr, Sy & 
ЕТ 


ОМ, Tr 
СЕ, ТР, Тг, Су & 
ЕТ 


СЕ, СВ, Су, Тг & 
FT, Sy, ОМ, Sm, Tr 


Sy, MA 6), KE 


МА; «2х1М53;37) 
Sy, Ат, СВ, Су 8 
Со, КС [АК], КК & 
ЕТ, Но, КЕ, 5у, ТР 
Но, NR, КС, ТР 6) 


Но, Ву, Р5, Тг 6) 
ЕТ, Ну, КЕ, бу, ТР 
Ву, RC, бу, СВ & 
КЕ, Ph, Sy. Tr 

КЕ, Ph, Sy, Tr 


ЕТ, Ну, КЕ, RR 4 
Но, RC, Ат, Sy & 
Sy 

Во, Sy, ТР, ТТ & 
Sy Ат, СВ, ЕК A 
СЕ 


Transistoren IN 61...14 95 


7 8 9 о іп 12 из 14 


Ur | Is, | Usp] М Inox [Unax fg |fma«| Bemerkungen 
У |шАУ/- mw ЇтА у МН: ° | 


ЕЈ 
> 


= Џ Т Т 
р 1м61 Ср СГУ 5 1 "300° 100 “Тао 1 2 130. КЕ, Sy, OM,Tr 
D 1N62 бр СУ 5 4 300100 80 Ё 110 . 2 ОМ, Tr 
р 1мез Ср Вк ҺО 4 1 50 50 >90 50 100 [100] 75 GE,PS,RR,Tr 6) 
О 1М6ЗА Gp Cv U A 1 50 50 80 30 100 . 90 Ву, ЕТ, Tr 
D 1N64 Gp Ed D 01 1 25 13 = . 20 [50] 75 GE,RR,TH,TP, 
D 1М64Ү Ср ВКО 0,1 1 80050 z . 25 . 75 ЕТ, СЕ, СВ, СМ, ER 
D 1М65 Ср Ed ҺС25 1 200 50 80 о 7. 75 СЕ, ВВ, ТН, ТР, Тг 
О 1М65А Ср ВК НС. Ce А : . * 75 ЕТ 
D 1N66 Gp Cv U 5 1 50 10 80 50 60 . 100 Hu, Ry, [Ec], TP, Tr 
D 1N66A Gp Cv U 5 1 50 10 80 30 60 . 90 Ву, Су, ER, Ру, Ни,Т 
D 1М67 Ср Ес hU 4 1 50 50 80 35 80 . 100 Ву, 5у, ТР, СЕ, Tr 
О 1м 67 А Ср СУ U 4 и & © 80 30 80 . 90 5у6) Но, Ву & 
3 1М67Р Ср 4 1 50 50 . . 80 . Й Ву 
О 1мев Ср Ес ҺОЗ 1 625 100 во 35 10. 100 Ву, ТР, Тг 
D 1МЕВА бр Су U 3 1 625 100 80 30 130 . 90 Но, Ку, ВВ, ТР, GE 
D 1М69 Ср Вк 0 5 1 50 10 >90 40 60 . 70 6) Во, СЕ, КЕ 4 
О 1М69А Ср Cv U 5 1 500 50 80 40: 2557 e Hu & 6) 1 N 126 
D 1м70 Ср 8к 3 1 25 10 >90 о 100.. 70 6), GE,RRZ1N1? 
О 1м70А Ср Cv U 3 1 300 50 130 20, 125» 5 Hu, СЕ, Sy 6) & 
р 1м71 Ср 14) па 15 1 300 30 4 60 о. 75 =4x1N56 
О 1м 72 Ср Вк ОМ 0,8 0,5 800 0,5 5 25 5 2 75 СЕ, ВВ, ТР 
р 1м 73 Ср 14) Оа 12,75 1 50 10 5 22575: ; 75 СЕ, КЕ, ОМ 
О 1374 Ср 14) Оа 12,75 1 50 10 А 22,5 75 . 75 КЕ, ОМ 
D 1м75 Ср Bkh 25 1 50 50 130 50 19. 75 СЕ, ВВ, ТР, ТЬ, Тг 
4 1М75А Ср Већ 25 1 . . . . . as A 
D 1М76 $ Ор VD. г . пос 5у, КЕ 
О 1М76А 5 Сп Ур 5 1 50 50 80 (106) Тг, Sy 
= 1М77,А,8. . . . - . . И . з. Fotohalbl. 
D 1м78 $ Оћ УМ Му <7,588 0,Зегдз. . (1661. МА, 5у, КЕ, РЋ 6) 
О 1М7ВА 5 Ор УМ Му <74В 0,3егоз . У [166] . МА, 5у, КЕ, РҺ 
О 1М78АМ 5 Ор УР. а ае 0,3ergs . . [166] . =2x 1 №78А 37) 
D 1м7вв 5 Ор ОМ. 7 2 “ЁС 0,3ergs . $ [166] . Ph, МА, Sy 6) 
D 1М78С 5 Ор УМ. 2 5 я 0,6ergs . а [166] . Ph, Sy 
D 1N78D $ Ор ум. а . . 0,6ergs . e [166] . РЋ 
D INTER 5 Ор ум . . . 0,6ergs . . [166] . 35) 
D 1м79 5 Dh’ СО 0,25 0,25. 250 2 . р 106 . 5у, КЕ 
D 1Мм81 Ор Вк ҺОЗ 1 10 10 130 30 40 . 70 6), СЕ, КК, 5у, Со 
О 1МВА Ср Cv U 3 1 10 10 130 30. 40, А Но &; Ers: 1 N 128 
D 1м82 5 Ak M . MAT > 50 5 [1G] 100 Во, Ну, Sy, СВ, Fy 
D 1N82 Sp Cu УМ 5 0,5 50 0,5 . 20 3 16 (85) ба; Му:6,5 dB 
О 1МВ2А 5Р Ве Мг ME . 50. 5 [1С] 100 Ву, 5у, СВ, Ру 6) Со 
D 1м83 G ве 5 1 30 60 Š . 300 . e OM 
D 1м84 с Cr U 60 1 750 15 80 Е 15 5 А ОМ, Tr 
= 11485 e . б « . . . . . . . з. Fotohalbl. 
р 1м 86 Ср Bg U 4 1 830 50 80 50 702. 60 КЕ, Ат, ТР & 
D 1м87 Ср 89 О 5 dr = 13079115 80 . 25 30 60 Ат,ТР, ЕН, КЕ, Мо 
О 1М87А Ср 80 D 5 1 80050 х . 25 30 60 Ат, ТР, ЕВ, КЕ, Nu 
4 1N87G ор, CD = ко аг . 5 e А = Ат # OA 73 
D 1м88 Ср Су 6925 1 10050 80 30 10 . 60 Но, Ат, ТР & 
D 1м 89 Ср Су О 3,5 1 100 50 80 30 10. 90 Hu, Ву, Ат, Су, КЕ 
р 1м90 Ср Су О 5 1 500 50 80 30. 175: .: 90 Hu, Ку, ВВ, Су 8 
р 1м91 Сі Ға" GU 150 0,25 950 100 4 150 100 . 95 СЕ, Ру, IR, Sy, Мо 
D 1м92 Gi Ға” СО 100 0,19 1350 200 . 100 200 . 95 СЕ, Ру, ЈЕ, Sy, Мо |. 
D 1м93 Gi Ға” GU 75 0,18 600 300 . 75 300. 95 СЕ), Ру, JR, Sy, Мо 
d 1М94 Gj 16) LG 1570 0,7 800 380-- . 1570 380-- 0,05 85 СЕ 
р 1М95 Ср Су О 10 1 50050 80 46% 75,4 90 Но, Ву, ВВ, ТР & 
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Dioden und 
5 6 по ји һә аз |м hs 


‚Fo л da IN ТЕЗЕ (КНР ін Bemerkungen 
| тА IN jua | У/- Imw РАЈУ | Мн: 4 | 


500' 50 'в0 


Но, ВВ, ТР & 
Нов 

Но, Ву, ТР, Тг 
RR, Tr & 
НОТР & 


Но, ВК, Тг & 
Но, Ву, ТР & 
Ну, Ат, СВ, Су & 
Ну, ТР, Ат, Су & 
Ну, Ат, СВ, Су & 


32 о о о хо 

ж о соччоо= 

их: > 
> се 


> 


Sy. ТР, КЕ 


ык 

КЕ, СВ, Су, ОМ, Тг 
КЕ, СВ, Су, ОМ, Ву 
$у, КЕ 

ВВ, ТР, GJ 


Ну, RR, Sy, ТР, Tr 
Ну, RR, Sy, ТР, Тг 
Ну, ВВ, 5у, ТР, Тг 
Ну, ВВ, 5у, ТР, Тг 
Ну, ВВ, бу, ТР, Tr 


Но, Ву, ТР & 

Но, Ат, СВ, Су & 
Но, Ву, Ат, Тг 8 
Но, Ат, СВ, Су 8 
Но, Ат, СВ, Су 8 


Но, Ат, СВ, Су & 


9832 22888 88 
za осссс сссс> 


ША КАСА са САСА “А 
mauna о 


~ 


Ну, ТР # 1 N64 
6) Hu, Ry, RR, Tr 
Hu 6), # Tr [Cn] 
6) Hu, Co, Ry, Tr 
Hu 6), Ву, # Tr& 


Но 6), Ву, # Tr& 
R 


y 
Sy, TP, KE, OM 
Hu, Hy, TP 
K 


„ Oaa Ао OOA 2 2а ааа а а а ad а 
м 


Ну, ТР, # 1м 69 
5у 
e : NS, RR, бу, Tr & 
150 . М NS, RR, Sy, Tr, Hf & 
5 Tr, НІ, AS, DS 8 


. . NS, ВВ, Sy, Tr & 
150 Е . NS, RR, Sy, Tr, Hf & 


>80 5 [100] 80 
300 50 130 [100] 80 СЕ, Нод 


1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
1м 
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2 
о 
о 
о 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


дърт“ Бом. wm: 
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Transistoren 1 N 141...1 N 208 


1 р 8 1% 5 6 |7 | 9 һо In h2 ja [м 115 
| | | 
IK Тур Ab [Fo | Ам ик 11105,8 |N ок ‚Umax 9 | тоя|Ветегкупдеп 
| | ПА ЈУ ША У/- mW [тА | М мн: |°С 
о1м14 сь Cv hn 20 1 | 50 50 130 70 70 |100) 80 “Но, СЕ & 
D 1м 142 бр Cv hn 5 1 10010. 60 10. Но, GE & 
D 1м143 Gb Cv U 40 1 1010 . 85 100. 80 Но, СЕ, Р5 & 
D 1м 144 б Сеп 100 1 20020 вю . зо . в Тг&,#1М 
D 1М145 G Сип 40 1 20010 80 . 30 1 70 Tr6j&#1N144 
D 1м 147 бр Ch УМ 10 075. . Я 25 2 [900] 75 ТР, Ру 
О 1М147А Gp Be’ УМ. му > 27100, №5 . Fy 
D 11 148 G . D 026 0,25350 10 : 2 ж 15%; Ну 
О 1М149 $ Dh ум. 2 ч 5 Чего . Е [106] . МА, Sy, КЕ 7) 
О 1м149м 5 Dh МР. чая 1егз . [0б]. МА-2х1М149 
D 1м 149 МА $ Dh УР . Zeg — 5 Чега. (06). МА36) 
D 1N149R $ Dh УМ. ГӨЗ ters 22 000). МА35) 
О 1М150 5 Оһ ум. аа ~ 1668 . . [76] . МА,5у,КЕ 
D мом $ Dh VP. ҖЫ: 28:08 . . [б]. =2х1М15037) 
О 1М150МА 5 Dh УР. Не zb 26808 . 06] | МАЗ6) 
О 1М150Ю $ он мм. Be 2еға . . [Сб]. МАЗ5) 
О 1N151 Gi 16) LG 1570 0,7 240010 . 12А 100 0,05 95 СЕ, ВЕ 
О 1м 152 Gi 16) LG 1570 07 1900200 . ТА 200 005 95 СЕ, ВВ 
О 1м153 Gi 16) LG 1570 07 12030 . 750 300 0.05 95 СЕ, ВВ 
4 1м 155 5 рамо. да 27%; Му <6,58В 1,2. [96] . ус 1м23 ВК 
d 1М15А S DM. . . Му<64В1еғөб . . 1106]. $у35)21М423СЕ 
d 114156 Sem МР, ТЕ. а ee: | =2x 1N 155 36) 
d 1N157 Sb же, см ёо : р ia > Z1N21 BR 
[D ın 158 Gi 16) LG 1570 1,4 800 30 . ТА 400 005 95 Сея 
D 1М160 5 Оћ ум. Е 4 . 2егдз . 9 [7С] А, 5у, КЕ 
КІСЕ З" ГА Е „Эм. лак Е м 
DANOM муч a йг у : ег | ш2х1М16035) 
а 11416087 505 ~ Ger) 5 : Ер | МАЗ5) 
[о 1м172 с. ка М : 57% + 8% 
d INIBA G ВМ. қ 2 nei. Р 
Ip 1м17 Gp =>. пй а бика. Ра : кеј ~ же. . ТР, Ое 
Io 1м175 СЬ Ёь. 20 1 50 50 807 ж 2001. ` Ма, ОМ, Tr 
| = 1М 188 А г) 5 a » = . . . . 4 К 5. Fotohalbl. 
||- 1м 189 е 1-0 л, Pr : ch Kaaf | s Fotohalbl. 
4 1м 190 б. м. МЕН” : МЭ зө? АА ТЕ 
D 1м191 бр Су хо5 1 12550 80 30 60 500ns90 Ни, Ву, Тг, Со, СЕ 
D 1м 192 бр Су XU5 1 10050 80 30 70 500ns90 Ни, Ку, Тг, Co, СЕ 
D 1м 193 Sp . 1 2 50 40 2 20% 150 бу 
D 1М194 ӛр 2 1U 15 2 6040 : 228401 32 150 Sy, WS, DS 
O. INIA 9 21. а : и 3042 . Sy. WS, DS 
D 1м 195 р . М2 2 во 40 ; Kl 04052 150 Sy, WS, DS 
D 1м 196 Se М1 2 40 40 я © 10) = 150 Sy, WS, DS 
4 1м 197 Сре ТМ, DR А Уж . &2x1N21B 
D 1м 198 бр & iU 5 1 25050 во 30 во. 90 Но, Ву 6), # Тг, Co & 
О 1М198А Ср Су UX5 1 25050 80 30 10. . Hu Ау, ER, ОМА 
О 1м 1988 Ср Су UX4 1 25050 80 30 100 300 пз 
D 1N 200 $ ЕО 50 1 0568 150 260 6,8 150 
D 1N 201 5 ЕО 35 1 0582 150 230 82 . 150 
О 1м 202 S Ч 30 1 0510 150 210 10 . 
D 1м203 $ Seu 23 1 0512 150 190 12 . 150 506032 Sy, WS 
D 1м 204 $ EU 17 1 0,5 15 150 170 15 . 150 [ DS, ER, МА, 5), Sm 
D 1м 205 5) СЕО 320671 7 18 150 150 18 . 150 
D 1м 206 $ ЕЦ 97.24 4 22 150 135 22 . 150 
О 1N 207 5 EU 72.1 4 0 150 120 27 . 150 
D 1 N 208 $ ЕО 55 1 1 33 150 105 33 . 150 
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1 N 209...1 М 285 Dioden und 


1 2 3 |4 5 G |7 ів ? по 2 hs |м |15 
| | | 

K |Typ ` ab Ire Ам |0. 1 ИВ IN |, Heel тэ Bemerkungen 
| | | | ima ЈУ |пА/У/- пм [mA М |мна |9 
"1 М 209 5 “ЕБ О 4 4 39 150 #95: 39. 150° 
1440 5 ЕО 35 1 1 7 150 85 47 . 150 
IN 211 $ EU 27 1 1 56 150 72 56 ` 150 
14212 5 Eu 2 1 1 e 150 60 68 . 150 
1N 213 S ЖЕШ М5 1 m 150 50 82. 150 
14245 Eu 12 11 10 150 40 100. 150 м 
1845 5 во 09 1 1 120 150 35 120; 150 | ГОР ЭЭ WS. 
19216 5 ЕЦ 07 1 5 150 150 30 150. 150 Í DS, ЕВ ЧА, SJ, Sm 
14217 5 ЕЦ 65 4 5 180 150 28 180 . 150 вена SAE 
41448 5 Sue 4 5 20 150 26 220. 150 
41449 5 ЕИЗ 4 5 270 50 24 270. 150 
14220) 5 ЕМЧ 22 45 30 150 22 330. 150 
IN 221 5 EU? 45 390 150 20 390 150 
14222 5 ЕО 15 4 5 520 150 18 470 150 
1425 5 Б CZ. . 0,5 6,8 150 02 7,510. . Н, NS, МА, 5), WS 
Би ыз 
1м239 5 с>. Е: : .  110-145. . №, МА, 5), WS 
1м248 5 Gy LG 10А 1,5 5тА50 : 10A 50 . 175 СЕ, Тг, СЕ & 
14248 А,В$ Су LG 20А 1,5 5тА 50 Е >10А 50 . 165 Ву, СЕ, ВЕ, СЕ, Tr & 
1N248C 5 Gy LG 20А 0,6 4тА 55 2 20А 55 . 175 GJ, ВС, Ву, GE 
1м249 S Gy LG 10А 1,5 5тА 100. 20А 100 . 175 СЕ, Tr, ВЕ, Оп & 
14249 А 54 Со LG 20А 1,5 5mA 100 20А 100 . 175 ОЁВ), Tr, Ву, Wh 
182498 54 Су LG 50А 1,5 5тА 100. 204 100 . 175 Оп, Ем 6), Wh, RC 
1м249С 5 Су” LG 20А 0,6 4тА110 . 20А 110 . 175 GJ, RC, Ву, СЕ, Мо 
1N250 S Су LG 10А 1,5 5тА200 . 10A 200. 175 СЕ, Тг, GJ, ЈА & 
1 №250А 54 Gg LG 20А 15 5тА200 . 20А 200 . 175 СЕ 8), Tr, Ву ёс 
1М2508 5 Суб. SEL 3 20А 200 . 175 Оп, ЕМ 6), Ву, Wh 
1М250С $ Gy LG 203 0,6 3,4mA220 . 20А 220 . 175 GJ, RC, Ву, СЕ, Мо 
IN 251 Sb Ес 3 5 1 0110 155 30 30 150 3200 Тх 6), Те, ВВ, GE 
ММА $ сах 5 10% : 75 125 . 200 Tr, DS, ER, WS, Ву 
1N252 55 CnsX 10 1 015 150 40 20 150ns200j Tr, Rh [Cv] & 
41422А 5 Сах 10 1 0110 3 100 125 . 200 DS, WS, Ву 
1М253,8 5 Ср МОЛА 1,5 10 10 . “А 100. 150 Тх& 6), В: 13), Tr 
1м254 В 5 Ср ОС 500 1,5 10 200 1,5А 200 . 150 Tx, СЕ & 6), В: 13) 
14255,8 $ Ср ОС 500 1,5 10 400. 1,5А 400. 150 Тх, СЕ& 6) А: 13) 
182568 5 Ср ОС 500 2 10 60 . 15А 600 . 150 Tx, GE & 6) А: 13) 
1N258 S$ тай. ХОС Е . 2.1 М32:23) 
1м259 5 қ = 2х1М238 
1 м261 E не 2 5 SÉ 405 : 
14263 бр Ве УМ. пада: : 50 1 1126190 РҺһ6); Му< 688, МЕ 
ET 52 29 2 Ge, A 4 ж» № . &2x1N21B 
1425 С Веи 4 1 10тА10 . ` 100. 100 ЈЕ, КЕ, ОМ 
1426 С 8640 5 1 300тА60 . e ни 100 ЈЕ, КЕ, Ом 
1м267 S Ben 4 1 0,04 10 : 54 20 7 100 ЈЕ, КЕ, ОМ 
14268 Ср Суи 6 1 25 10 2 3030. „Но, Бу, КЕ, ОМ, Sm 
1N270 СЬ Су Ха 200 1: 100 50 во во 100. 90 Нов), Ry, Tr & 
1 № 273 СЬ Су пи 100 1 20 20 80) For 95. 90 Ни, Ву, Tr, СВ & 
1М276 СЬ Су п 40 1 10050 80 40 60 300п:90 Нобућу, # Tr& 
1М277 СЬ Су nX 100 1 75 10 80 75 100 3001590 Но7). Ву, Тг, Со& 
14278 СЬ Су 0Х20 1 125 50 80 35 50 75 Но, Те [Сп] & 
14279 СЬ Су Ха 100 1 20020 80 во 30. 90 Ны, Те, Су, Fy, Sy 
1N 281 Gb Су nX 100 1 500 50 80 75 60 . 90 Нов), Ry, # Tr & 
194282”: GE EVU KEE 8) 2 45 тг 
1м 1 20 10 80 во 20. 90 Ни, Ву, Tr [Сп] & 
1м Е. » 75) . е 75 GE;Rz < 12,5 dB 


Transistoren 1 N 286...1 М 336, R 


|7 le 9 0 п 12 VW (м 115 


м 


Ё 


4 |5 16 
| (ЕСІР 
К Тур ‚Ab de? ‚Aw IF Ur 1 шыр м Т ЈИ тох Kä Bemerkungen 
| | mä |У AV ImW _ |ТА У | 
р'тм286 5р рр Ур. IM ш т. 1. "mel. ПВ 
О 1М286А Sp Ор VD. 2 5 В + e R2G] . 
D 1N 287 55 СУ U 20 1 500 60 80 75 50 Е 90 нА СВ, Су, ER & 
D 1N 288 Sb Су U 40 1 350 50 80 75. 70. « 90 Hu, CB, Cy, ER & 
D 1N289 585: Су U 20 1 50 50 80 70 70 . 90 Hu, CB, Fy, OM & 
D 1м 290 ӛр С“ Џ 5 1 100 100 80 30 10 . 90 Hu, CB, Cy, ER & 
D 1м291 Sb Cv U 40 1 100 100 80 85 100. 90 Ни, OM, Sm A 
р 1м292 Sb Су U 100 1 20050 2 85 70 . 90 Ни, СВ, Су, Ми & 
р 1м294 Sp СУ U 5 1 800 50 80 50 60 . 100 Но, Ву [Ес] #1N66 
О 1М294А Sp СУ 09 5 1 10 10 80 30 60. 90 Ву, 5т, Тг 
О 1м 295 Sp Ес UV. . 20010 80 35: 40% ~ 100 Ву, СВ, ЕК 4 
О 1М295А Sp Су UN? 1 20010 80 30, ре Е 90 Ву, СЕ 
D 1м 297 Sp Су U 3,5 1 100 50 во 29: 801,. 100 Но, Ку [Ес], Су & 
О 1М292А бр Су U 3,5 1 100 50 80 з0 80 _ 90 Ку, OM, Sm 
О 1м 298 Sp Су М 3 2 25040 80 507 70°. 100 Ни, Ву [Ес], СВ & 
D 1м 298 А Sp Су U 30 2 250 40 80 30 70 . 90 Ку, ЕК, ОМ, СЕ, Тг 
О 1м299 с су 9 3 0,5 200 6 5 . 50 . я КЕ 
D 1 м 300 Sb Ei М) 15 1 1пА 10 150 65 42. 150 Ву, УУ5 
О 1М300А Sb Ei hU 30 1 1nA 10 150 80: 12. 150 Ву, WS 
D 1N 300 в Sb Ei ВИ 50 1 1пА 10 150 100: 127 в. 150 Ry, WS 
D 1N 301 Sb Е hU5 1 0,05 50 150 45 65 4 150 Ву, DS, WS 
О 1N 301 А Sb Ei hU 18 1 0,05 50 150 65: 65 . 150 Ку, DS, WS 
D 1N 301 В Sb Ei hU 50 1 0,05 50 5 75: 65 » 150 Ву, DS, WS 
р 1м 302 Sb Е hU 1 1 0,2 200 150 30 215. 150 Ку, DS, WS, Sm 
О 1М302А Sb Е hU5 1 0,2 200 150 40 215 , 150 Ву, DS, WS 
О 1м302 в Sb Ei hU 20 1 0,2 200 150 35 215. 150 Ву, DS, WS 
р 1N 303 Sb Е ВИЗ 1 01 100 150 40 115 . 150 Ву, DS, WS 
D 1N 303 A Sb Ei hU 12 1 0,1 100 150 55" 115. 150 Ву, DS, WS 
D 1мзоз в Sb Ei ВО 50 1 01 100 150 65:75 ~ 150 Ву, DS, WS 
D 1м 304 G Су hU 5 1 50 50 80 . 70 . . Ву, ОМ, 5т, Тг 
D 1м 305 Gb Ei Но 100 082 10 150 245: 507 4 90 Бу, Ру, OM, Sm 
D 1N 306 Gb Ei nU 100 082 10 150 150 12 а 90 Бу, Ру, ОМ & 
D 1N 307 СЬ Е № 100 1 5 10 70 50 100. 90 Бу, ЕВ, ОМ, SM, Тг 
D 1N 308 Gb ЕЬ nU 300 1 500 8 150 100 10: ; 90 Бу, Су, ЕК, ОМ, Tr 
D 1N 309 Gb Eb’ sX 100 1 100 20 150 100 40 90 Ry,Cv,ER,Nu& 
О 1м 310 Gb ЕР hU 15 1 20 20 150 40 125 , 90 Ку, Су, ER, ОМ, Sm 
D а 311 57 ~ У SENG | >  . 956 . Маоде Lid. 
D 1м 312 Gb ER sX 30 1 50 50 150 70 50 . 90 Ву, Су, ЕН, ОМ, Sm 
D 1м 313 СЬ ER hX 15 1 10 20 150 40 100. 90 Ву, Су, ER, ОМ, Sm 
D 1м 314 5 Gr IX 15 1 5 10 80 15 75. 125 ЦО, ОМ, Тг 
О 1М 315 Gi Fb! 100 0,48 55 107 75 300 0,05 85 СЕ5) 
О 1М315А Gi Fb’ С 100 0,48160 150 100 200 005 95 СЕ 
О 1N316,A $ Ра: G 200. 2.1 50 100 50 200 Воё 
ыз bis 
О 1м 322 А $ С] С 250 1,5 2 1КУ е e 1kV . ` Во, Bd, Tr 
О 1М323,А 5 бј G 400 151 50 4 400 50 . . _ Bd, 0$, 61, МА, Sm 
ыз bis 
D 1М329,А 5 Gi G 400 1,5 2 1kV С 400 1КУ . А Bg, Bd, Sm, Тг 
О 1м 330 5 . US 1 0,0320 « . 32 . 100 0584 1М 137 
D 1м 331 5 0 5 1 0,0110 « 2 16 5 100 DS &: 1 N 138 
О 1м 332 в 5 Ср UG 800 2 200 280 . 1,2А 280 . 170 Тх; В: 13), GE & 
D 1N333,R 5 Gp UG 400 2 200 280 А 600 280 . 170 Тх; 8:13), СЕ & 
р 1м334,8 $ Ср UG 800 2 200210 5 1,2А 210 . 170 Тх; В: 13), СЕ & 
D 1м 335, в 5 Ср UG 40 2 200210 5 600 210 . 170 Тх; В: 13), СЕ & 
D 1м336, В 5 Ср 06800 2 Тх; В: 13), СЕ & 
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әле өөө 


mon ш> тоб Фо >» 


љо |0000 00000 00000 00000 оен 
фичи өрө u: 


~ 


UG 400 2 


UG ЗА 
ус 800 
ос 400 
ос 800 


UG 800 


nen арымы ююююкю ыыы 


"100 140 


200 70 
100 70 
100 70 
500 280 


500 280 
500 280 
500 210 
500 210 
500 140 


500 140 
500 70 
500 70 
500 70 
0,03 60 


0,03 100 
0,05 150 
0,1 200 
0,1 300 
50 25 


i 50 
1 50 


2 1КУ 


25 10 
300 200 


5тА 50 
15тА 50 
5тА 100 
15тА 100 
5тА 200 
15тА 200 


35 

100 
150 
150 


100 


г 170 


170 
170 
170 
170 


170 
170 
170 
170 
170 


170 
170 
170 
170 
150 


150 
150 
150 
150 


[12,46] 70 


[106] . 
[106] . 
[10б]. 
[10б]. 


(36) 
BG] 
Dei 
(361 
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Тх; В: 13), GE & 
Тх; В: 13), Tr & 
Тх; К: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), СЕ & 


Тх; В: 13), СЕ & 
Tx; К: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), СЕ & 


Тх; В: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), Тг & 
Tx; В: 13), СЕ & 
Тх; В: 13), СЕ & 
Тг, 05, МА, УУ5 


Тг, DS, МА, WS 
Tr, DS, МА, WS 
Tr, DS, NA, WS 
Tr, DS, NA, WS 
ОМ, Sm, Sy 


Sy, МА 

Sy 

Bg, Bd, С) & 
Bg, Bd # Tr 


Bg, Bd # Tr 
КЕ, ОМ 
СЕ, РТ, Ва 


5у 
Sy, auch WS, DS 


r 
Tr, Оп, ЈЕ, ЈТ 
Тг 


Тг 
Тг, Оп, ЈЕ, JT 
Тг 


Тг 
Тг, Оп, JR, JT 


Во, МА 2. 1 N 238,BR 


Bo, МА ~. 1N23C, CR 
Во, МА = 1N23D, DR 
MA 
IN 21A, AR 
Во & ~ 1N21B, BR 


Во # ~ 1М21С, CR 
Во & =>. 1N21D, DR 
МА, Sy 2 1N21E, ER 
Sy, Бу, ОМ, Tr 


Transistoren 1 N 418...1 N 460 


4 56 |7 le |9 по 


Ро |AwiIr (0, Isp Оз [В ім тох tmox Bemerkungen 
| |та |v Iualvy- mw мн: |9С 


RE WE I 
D'IN G ТАКХ 8 '1 11200 ' 80 175 607 1701 5у, Ee, ЕЕ, ОМ,Тг 
О 1N419 С АК Х 150 1 19090 80 150 80. 70 бу, Fy, ОМ, Tr 
2 1М 429 5 ЕВ . и 62 200 1 62 20 +0,1Ј8, МА 6) 5%; Hf 
2 1М 430 Ө ОРЕН m а aA 250 10 84 11 0,00218, НЕ ж 143156 
21М40А $ Ер Е . Katie: 250 10 84 11 0001108, НГ 1М3157 
Z 1МАЗОВ 5 Ев . а 250 10 84 11 0,001 18, Hf #1 М 3157 А 
D м 431 5 Бо 2610 . 0115 155 10 468 . 150 НІ, DS, Ру, WS 
БАТМАНОВ Я 2: >. за. * 2 76 2 : 
D 1N432 Sb Ei hU 10 1 5пА10 150 55 35 . 150 Ry, Fy, WS 
D 1N432A Sb Ei hU 20 1 5nA10 150 70 35 . 150 Ву, Бу, WS 
D 1М4328 Sb Ei hU 50 1 БпА10 150 85 35 . 150 Ву, WS 
D 1м433 Sb Ei ВОЗ 1 0,0110 150 40 135. 150 Ву, DS, WS 
О 1МАЗЗА Sb Ei hU 10 1 00110 150 50 135 . 150 Ву, DS, WS 
D 1м 4338 Sb Ei hU 50 1 0,0110 150 60 135 150 Ву, 05 
D 1м 434 Sb Ei һо 2 1 00110 150 35 170 150 Ву, DS, Sm, WS 
D 1М434А Sb Ei Wu? 1 0,0110 155 45 170. 150 Ву, DS, WS 
О1м434в Sb Ei һо 20 1 00110 155 60 170 150 Ву, DS, WS 
О 1м 435 С Сг UR 225 0,5300 30 80 60 40 . ОМ,5у 
20114436 Sb ER . SO Ар М 150 Ву 
т 1N437 Sb Е В 100 12011 5 150 Ву 
z ТМАЗА Sb Е R 100 1 011 5 150 Ry 
2 1N438 Sb Ei В 100 12011 7 150 Ву 
z 1М4ЗВА Sb Ei R 100 1 011 КСА 150 Ву 
z 14439 sp ER . SR 100 10 . 150 Ву 
D 1м 440 $ [К М6300 1,5 03 100 қ 300 100 . 150 СЕ, Тг & 
D 1N440B $ Fk 6750 1,5 0,3 100 н 750 100 , 165 Tx, Тг, ВС & 
D 1N 441 $ [К ОС 300 15 0,75200 2 300 200 . 150 GE,Tr& 
D 1м 441в $ Fk 06750 1,5 0,75200 : 750 200 . 165 Тх, Тг, RC& 
О 1м 442 $ Fk ОС 300 151 300 5 300 300 . 150 СЕ, Тг & 
D 1 442в $ Fk 06750 151 300 Р 750 300 . 165 Тх, Тг, RC & 
D 1м 443 $ ГК 96300 1,5 1,5 400 2 300 400 . 150 СЕ, Тг & 
D 1М4438 $ Fk 06750 15 1,5 400 ч 750 400 . 165 Тх, Тг, ВС & 
D 1м 444 $ ЕК ОС 300 1,5 175 500 : 300 500 . 150 СЕ ТЕ . 
D 1N444B 5 ЕК 06650 15 1,75500 : 650 500 . 150 Tx, Тг, RC & 
О 1м 445 $ Fk 06300 152 600 Е 300 600 . 150 СЕ, Тг & 
D 1м4458 $ Fk UG 650 1,5 2 600 : 650 600 . 150 Tx, Те, ВС & 
D тм 446,8 5 оп уо., Ri Es а 27 42 ‘бет бухте 
D 1м 447 G ACH 25 1 20 10 во 60 30 . 75 у, СВ, Су & 
D 1м 448 С MUS 1 30 30 во 60 100 . 75 5 
О 1м 449 G А” по 50 1 30 30 80 60 30. 75 бу, СВ, Су & 
D 1м 450 б Ай по 50 1 30 30 во 60 10. 75 5у, СВ, Су& 
О 1м 451 С А” nU 50 1 150150 80 60 150. 75 Sy, ЕВ, ОМ, Tr 
D 1м 452 С А nU 100 1 30 30 130 80 30 . 75 Sy, СВ, Су, Ми & 
О 1м 453 G Al nU 100 1 30 30 4307 10. 75 Sy, СВ, Су, ER & 
D 1м 454 G А nU 200 1 50 50 130 100 50 . 75 бу, СВ, Су, ER & 
О 1м 455 G А nU 300 1 30 30 133 100 30 . 75 Су, ЕВ, ОМ, Sm, Т 
О 1м 456 Sd Ес Us 40 1 254425 500 90 25 . 150 Тх, Hu [Су] СВ, PS 
D 1N456A 5 Ес U 100 1 25пА25 500 200 25 . 150] Tx, PS & | 
D 1М457 Sd Ес Us 20 1 251460 500 75 60 . 150} Тх, Hu 6), Rh, СВ, Со 
О 1М457А 5 Ес U 100 1 25nA60 500 200 60. 150} Tx, PS & 
D 1м 458 54 Ес Us 7 1 25пА 125 500 55 125. 150; Tx 6), Но, Rh, СВ 
О 1N458A 5 Ес U 100 1 25nA125 500 200 125 . 150) Tx, PS & 
О 1м 459 54 Ёс Us 3 1 25пА 175 500 40 175 . 150; Tx, Но 6), Rh & 
О 1МАУА 5 Ес U 100 1 25nA175 500 700 175 . 150} Tx, Rh [Су], PS, Ry 
D 1м 460 Sb Ei һу 5 1 0,0110 : 12.590: . 150 Ву, DS, WS 
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1М 460 А...1 М 510 О1ойеп опа 


в ја Is le |7 Ів | в ји рг из ја fhs 


| | 
Ab Ро Ам (Ur Бр ИВ |М [Inox Unoxlfo 1 
| | ima |v |шА|У/- ем | тА Мо мн: (°С 


| Bemerkungen 


О 1N460A 156 DW 4 0,01 10 55 Br ЛЫГ 7150! Ву, DS, WS 

D 1м4608 Sb Е hU 50 1 0,0110 . з 30:. 150 Ву, DS, WS 

D 1м461 5 Ес U 15 1 0,5 25 200 60 25 . 150) Тх, Hu [Су] & 

D 1М4 А 5 Bf U 100 1 0,5 25 250 200 25 . 150 Р5, СО, ЕК & 

D 1м 462 5 Ёс US 1 0,5 60 200 50 6. 150) Tx, Но [Су] & 

О 1N462A 5 Bf U 100 1 0560 250 200 60 . 150 PS, СО, DS, ЕК A 

D 1м 463 5 Ес U 1 1 0,5 175 200 30 175 . 150; Тх, Но [Су] & 

О 1М463А 5 Bf О 100 1 0,5 175 250 200 175 . 150) PS, CD, DS, ЕК & 

D 1м464 5 Ёс О 3 1 0,5 125 200 40 125 . 150) Тх, Но [Су] & 

О 1М44А 5 BI и 100 1 0,5 125 250 200 125 . 150) PS, DS, СО, ЕК & 

= un 465А 5а Ev 7 75 1 250 10 2,6 60 . Но +0, 6 У; А: 23) 
15 ыз 

Z 1М470,А Sa Е Z 5 35 250 10 11. 10 . Ну +0,9 V; А: 23) 

2 1м471 ба Е С 5 1 250 10 3,45 65 Е Но, Hf +0,45 У 

2 1м472 ба ЖС 5 1 250 10 41 60 . Но, Hf +0,4 V 

Z 1м473 Sa ЕС. өс 3 "Mei 250 10 48 50 . Но, Hf +0,5 У 

Z 1м 474 за ЕУ С. “ 5 15 250 10 58 40 . Hu +0, 6 У; НЕ 

2 1М475 Se № С. e 5 95 250 10 71 25 . Ни +0,9У; Hf 

D 1м 476 с сему 3 1 180 75 80 . 115 . . Ат, МО, ОМ, 5т 
Ор 1м477 в Се уз 1 180 75 во . 115 . . Ат, МО, ОМ, Sm 
D 1м 478 с С” 5 1 155 75 во . 185. . Ат, ОМ, 5т,Тг 
> 1м 479 с сем 5 1 155 75 80 e 115 , . Ат, ОМ, 5т, Тг 

) ъм 480 Ср СУ О 5 1 125 50 80 35 60 5006. Но, Ат, ОМ 

1м 481 G . 300 0,5 650 65 . . 5 . . 

2 11м 482 54 Ес U 100 1,1 0,2530 500 100 30 . 150 Tx, Hu, CB, PS, Sy 
D 1N482A S Ес U 100 1 25һА 30 500 200 30 . 150 Тх, Ни (Су) PS, Sy 
D 1м4828 S Ес U 100 1 25nA30 500 200 30 . 150 Tx, Но, Rh (Су), Tr 
D 1м 483 54 Ес О 100 1,1 0,2560 500 100 60 . 150 Tx, Hu, СВ, PS, Тг 
D 1МАВЗА 5 Ес О 100 1 25пА 60 500 200 60 . 150 Tx, Hu, PS, JR, Тг 
D 1М4838 5 Ес U 100 1 25пА 60 500 200 60 . 150 Тх7)Но, PS, Sy, Tr 
р 1м 484 54 Ес О 100 1,1 0,25 125 500 100 125 . 150 Tx, Hu, СВ, Р5,Тг 
D 1М484А 5 Ёс О 100 1  25пА 125 500 200 125 . 150 Tx, Ни, ЈЕ, PS, Tr 
D 1м484в 5 Ес О 100 1 25nA 125 500 200 125 . 150 Tx, Hu, PS, Rh,Tr 
D 1М485 54 Ес U 100 1,1 0,25175 500 100 175 . 150 Tx, Но, Rh, CB, PS, Tr 
О 1N485A 5 Ес U 100 1  25пА 175 500 200 175 . 150 Тх, Но (СУ), Р5, Tr, 
D 1м4858 5 Ес U 100 1 25пА175 500 200 175 . 150 Тх 7), Hu (Су) PS, Tr 
D 1м 486 5 Ес U 100 1,1 0,25225 500 100 225 . 150 Tx, Ни (СУ), PS, Tr 
D 1м486А 5 Ёс О 100 1 25nA 225 500 200 225 . 150 Tx, Но, Rh, Sy & 

D 1м4868 $ Ес О 100 1 25пА 225 500 200 275. 150 Tx 7), Р5,Тг 
D 1м 487 5 Ес О 100 1,1 0,25 300 500 100 300 . 150 Tx, Hu [Су], PS, Tr 
О 1М487А $ Ес О 100 1  25пА 300 500 200 300 . 150 Tx, Но (Су), PS, Tr 
D 1М487В 5 ЕГ nU 100 1 0,1 300 250 200 300 . 200 5у 
D 1N488 5 Ёс О 100 1,1 0,25380 500 100 380 . 150 Tx, Hu, JR, PS, Tr 
О 1М488А 5 Ес О 100 1 25nA380 > 500 200 380 . 150 Tx, Но, PS, Rh, Tr 
D 1м4888 9 Е пу 100 1 0,1 380 250 200 380 . 200 5у 
р 1м 490 G с” 5 1 250 50 . . 60 . . Ат, Су, ЕВ, ОМ 
D 1М 497 С Cv nU 100 1 20 20 75 60 20. Е СВ, Су, ЕК, ОМ, Sm 
D 1м 498 G СЦ 100 1 25 40 75 . 40 . . СВ, Су, ЕВ, ОМ, 5т! 
р 1м499 с Си о 100 1 30 50 75 . 50 . . СВ, Су, ЕН, ОМ, 5т 
D 1м 500 G Cv’ nU 100 1 40 60 75 . 60 . . СВ, Су, Ну, ОМ & 
р 1м 501 с по 100 1 40 80 75 . 80 . . СВ, Су, ЕВ, ОМ & 
D 1м 502 с - пу 100 1 50 100 75 . 100 . Р СВ, Су, ЕК, ОМ & 
d 114503 5 . LG 500 1,2 0,5 25 + 330 60 . 150 Ну 

ыз bis 
d 1N510 5 . LG 500 1,2 0,5500 .. 330 1200. 150 Ну 


126 


Transistoren 1 М 511...1 N 597 


з ја |5 [6 78 ho [п |2 з (14 15 
Ab |Ро | [Ам Ir Ur déi Us,/B IN (or Umax! fg fmax Bemerkungen 
| Sai ТА У НА | М/- mW |m Ar мн: |°С 
471884005 "ee, 120525 |. E 67. 1150 Ну 
bis bis 
d 1N518 5 LG 500 1,2 0,25 500 : 1У/ 1200. 150 Ну 
8 1М519 5 LG 500 1,2 0,2525 : 12W60 . 150 Ну 
bis bis 
d 1М526 5 LG 500 1,2 0,25 500 ; 1,2W 1200 . 150 Ну 
D 1М 527 в сут 0,3 50 10 во 27 1202 а . ОМ,Тє 
О 1м 530 $ Fk UG 3002 3 100 Р 300 100 . 22 Тх,б),848 
О 1м5з1 $ РК 06300 2 7,5 200 | 300 200 . 22 Tx, G), Bd & 
D 1N532 $ Fk UG300 2 10 300 5 300 300 . | Tx, 848 
D 1м 533 5 кк UG 300 2 15 400 : 300 400 . .  Тх, 6). Ва & 
D 1м 534 $ [К 06300 2 17,5500 ; 300 500 . 22 Тж. С, 84 & 
О 1м 535 $ Fk 06300 2 20 600 у 300 600 . 1 Тх,С/,848 
D 1м536 Sd Fk UG 500 1 10 50 р 750 50 | 165 Тх,Ву[Ра]СЕ& 
О 1м537 Sd Fk ОС 500 1 10 100 Е 750 100 . 165 Tx, Ву, СЕ, JR & 
D 1м 538 Sd Fk ОС 500 1 10 200 : 750 200 . 165 Tx 6), Тг, Ву, СЕ, RC 
D 1м 539 54 ЕК UG 500 1 10 300 ї 750 300 . 165 Тх, Ву (Ға), СЕ & | 
D 1м 540 Sd Fk 96500 1 10 200 қ 750 400 . 165 Tx6),Tr, Ку, СЕ, ЕС 
О 1М5405 Si Fk’ ОС 250 0,5 300 400 < 750 400 . 150 Ss 
d 1N541 бр Ср ҺО 10 1,5 18 10 80 35 45 . . Am, ЕВ, МА, Мо, Со 
d 1м542 Ср Ср ОР 10 1,5 18 10 ; ТОЛ 20 =2х1М541 
d 1М 543 Sege EIER, ч 47 4250: 
d 1№543А 5 в 50 1250 2 
d 114544 se G, 100 1250 
d 1М54А $ | С 500 e , 600. 5 
D 1м 547 Sd Fk UG 500 В 750 600 . 165 Tx 6), Tr [Fe], Ry, RC 
D 1М5475 5) Fk’ UG 250 5 750 600 . 150 
О 13550,8 5 Ср UG 500 500 100 . 150 Te; В: 13), СЕ & 
bis bis 
О 1N555,R $ Ср UG 500 500 600 . 150 Tx; R: 13), GE & 
D 1м 558 5 Ғе с 10 15 1500. и ТЕ 
О 1М 560 $ кк G 600 600 800 . 150 СЕ, GJ, Bd, Tx, Tr 
D 1м 561 $ ек G 600 600 1КУ . 150 СЕ, G), Bd, Tx, Тг 
D 1м 562 5 Срб 400 400 800 . 150 СЕ, КЕ, Мо, МА, 5 
О 114563 $ бр б 400 e 400 1kV . 150 СЕ, КЕ, Мо, МА, 55 
D 114566 с сех 20 во 152157 . ом 
О 1М567 G С” X 150 во. 125. 2 ом 
D 1М 568 G Crx 5 во ~ 80. : ом 
О 1м 569 G Cr U 250 ЭРЛЭГ њи : OM 
D 1м 570 $ 156 50 р 2х 38 1500. - тх JR, LT, Мо 
D 1м571 G Cr’ Un 200 807 44272858 2 . ОМ, Sy, Tr 
d 1М 573 8 . 6 250 : 250 340 . : 
4 1м 574 с G 300 : 300 380 . 
d 1М575,А С G 300 Я 350 380 . : 
d 1М576А С G 400 А 400 380 . Ы 
d 1581 б. © 250 250 340 . . GE 
d 1м 582 с с 300 300 380 . 1 AGE 
d 114583 с... с 39 350 380 . 22 Gg 
d 14584 с . с 400 400 380 . 2% 
D 1м588 $ Ер 9610 15 1500. 22 Тх, Ва, Оп, Tr, МА 
D 1м 589 S р 06 50 so 1500. . Тж, Bd, Оп, Tr, МА 
d 1N 590 S р 0610 100 1500 . 22 Tx; Ers:1 N 1130 
d 1N591 $ Fp ОС 10 125 1500 . Tx; Ers: 1 N 1131 
D 1м 596 $ 16) G 100 150 600 . 150 Ни, ЈЕ, Bd, Sm 
О 1М 597 5 166 100 150 800 . 150 Но, JR, Bd 
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1 N 598...1 М 662 А 


m 


12 


Біодеп опа 


з |М [15 


| | | | | | | 
К Тур Wb |Fo (Ам) Ur | 15 шыр IN Inox |Umox|fo |1тох Bemerkungen 
| | |__ ТА |У А У/- mW [ma У MHz ес 
О 1м 598 5 16) С 100 3 10 ЗКУ а 1 150° IkV . 150 Hu, ЈК, Bd 
О 1М599 $ Ек UG 200 1,5 25 50 . 400 50 150 Tx, СЕ &, Тг [Реј 
о 1 N 599 A $ Fk UG 400 1,5 1 50 . 400 50 150 Тх, СЕ &, Тг [Ее] 
13 ыз 

D 1м 606 5 Fk UG 200 1,5 25 600 400 600 150 Tx, СЕ &, Тг [Ре] 
О 1N606 A $ кк UG 400 1,5 2,5 600 400 600 150 Тх,СЕ% 
D 1м607,8 5 Ср UG 200 1,5 25 50 1А 50 150 Tx; В: 13), СЕ & 
О 1м 607 А, в $ Ср ЧС 200 1,5 1 50 1А 50 :13), СЕ & 

ыз ыз 
D 1м64, в $ Ср ОС 200 1,5 25 600 ТА 600 :13), GE & 
D 1N614A,RS Gp UG 200 1,5 2,5 600 . ТА 600 : 13), СЕ & 
d 1м 615 с сео » . . к А 75 100 
о 1м6в 6 сеџ 8 1 30150 вю . 0 Ат, ЕВ, Бу, Ми & 
олме7 6 Соз 1 11 10 80 115 Ат, ОМ, $т, Тг 
D 1метв Gau 5 477 10 80 115 Am, Sm, Tr 
D 1м 619 $ Сг ш 3 4" в 710 “ 30 . DS, ЕК, Ед, WS 
р 1м 622 5 Сг” 65 4 0,2 150 А . 180 . . DS, ЕК, Ра 
р 1м625 Sd Ес ВХ 4 151 20 200 20 20 jus 200 Тх, Hu, СВ, PS, СЕ 
О 1М625А Sd Са hX 10 1,5 01 20 e 50 20 . 200 05, УУ5, Ку 
D 1м626 Sd Ес hX 4 151 835 200 20 35 jus 200 Тк, Но, СВ, Р5, СЕ 
О 1М№ 626 А А А . . А . . А e . А 05, УУ5 
Ор 1м627 54 Ес ҺХ 4 1.5715 43 200 20 75 Aus 200 Тх, Но, АҺ, СВ, Р5 
О 1м627А а а “ . . А А А А . e DS, WS 
О 1м 628 Sd Ес hX 4 15 1. 125 200 20 125 jus 200 Tx, Но, СВ, Р5, Тг 
О 1м 628 А Sd Са hX 10 1,5 0,1 125 e 50 125 а 200 DS, УУ5, Ку 
р 1м629 Sd Ес hX 4 45.4: 175 200 20 175 jus 200 Тх, Но, СВ, Р5, Тг 
О 1М629А 5 З e « . . . . А А . . DS, WS 
D 1м 630 с 40) VD . Е . . . В MA; ers. 1 N 358 
р 1м631 с Су” ХО 50 1 50020 80 75 Sy, СВ, ОМ, Tr 
D 1м 632 с сех 7 1 120 60 80 75 Sy, СВ, ЕН, ОМ, Тг 
D 1М633 с Су X 150 1 18090 80 . 125 Sy, СВ, ОМ, Tr 
D 1м634 Сь Су пх 50 1 115 100 80 50 115 . Hu, Sy, СВ, ОМ & 
р 1м635 с Су nU 50 1 175 150 e 50 165 . 5у, Су, ЕВ, ОМ 
р 1м636 Ср Су hU 2,5 1 10 10 80 30 60 90 Но, СВ, ЕК, Sy 4 
D 1м 643 53 ех 10 1 1 100 200 40 110 3003200 Тх 8), Но, Tr & 
О 1м 643 А 5 Су X 100 1 25пА10 . 40 200 30005200 Ну, Р5, Ср, Fd 8 
D 1м645 Sd Ес nU 400 1 0,2 225 600 400 225 175 Тх 5), Но, GE, Tr & 
О 1М645А, В 5 Ес п 400 1 0,2 225 600 А 225 175 Tx 5), DS, СЕ, ER & 
р 1м 646 Sd Ес пи 400 1 0,2 300 600 400 300 150 Tx 5), СЕ, Ну, Со 4 
р 1м647 Sd Ес nU 400 1 0,2 400 600 400 400 150 Тх 5), СЕ, Но, Со & 
D 1м 648 Sd Ес nU 400 1 0,2 500 600 400 500 150 Тх 5), СЕ, Но, Со & 
D 1м 64 Sd Ес nU 400 1 0,2 600 600 400 600 175 Тх 5), СЕ, Но, Со & 
Е 1м Е 10 В e а . . 15 . Тх 
E 1N Е 10 . . 4 10 Тх 
Е 1м Е $ А Е 5 = Тх 
Е 1N Е 5 . 2 . . 5 . Тх 
D 1N X 100 1 0,0550 200 200 50 300ns200 Ни, Тг, Rh, Су 8), Tx 
D 1N х 6 37 52:50 250 100 50 300 пз 200 Р5, Кн, Tx, Ни, Тг 
D 1N x 10 1 25пА 50 250 г 60. 200 Fd, WS, Ву, GE 
D 1N 177 5 100 250 100 100 300ns200 Тх, Тг, Rh, PS, Ку 
D 1N о 10 1 25лА200 . e 200 . 200 Rh, Ку 
D 1N Ж. 6 1 10 200 250 100 200 300 пз 200 Тх, Тг, Rh, PS 8 
D 1N x 10 1 25пА 200 А . 224 3 200 DS, Rh, WS, Ву 
D 1N x 10 1 20 50 250 40 80 500ns200 Tx 8), Но, Tr & 
D 1N x 1 10 è 100 100 500ns200 Ну, PS, Тг, Ку 
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Transistoren 


IN 663...1 М 772 А 


9 KTT 


1 |2 з ја |s [6 |7 [в Io о {m h2 ыг ha |15 
К Тур ГАВ |е Ip |U; 1, 105,8 | IN Шок 7282 ои Bemerkungen 
Е. | тА У Jua |v/- Imw |тА м” "ин ес 
О 1М 663 64 Ex 100 1 5 75 "250 60 80 500ғ:200 Тх 8), Но, Tr & 
О 1N663A 5 Су Х 100 1 0175 4 100 100 300 пз200 Ни, PS, Ву 
D 1м 664 5 - 7-2 а ае y 250 8,2 WE, WS 
bis bis 
D 1м672 $ Eb Z 250 0,8210 450 25 . 150 - МЕ, М5 
D 1м 673 $ ЕС 400 1 2 320 400 400 350 200 WE 
D 1м 674 5 ЕМ zZ. EEE 250 3 KÉ ~ . WE, WS 
D 1м 675 S Za 4 : 250 - 42. . WE 
О 1м 676 $ С” с 200 1 1 100 400 . 10 . _ Тг, Су, DS, ВВ & 
О 1м677 5 Ес G 400 1 1 100 400 400 100 175 СЕ, Те, ЕК, Rh & 
D 1N 678 5 сва 200 7 1 200 400 75 200 175 Те, DS, ЕК, Fd & 
О 1м 679 $ Сс 400 1 1 200 400 150 200 175 Тг, DS, ER, СЕ & 
D 1м 681 S Cha G'20 11 30 400 700 300 175 Тг, Су, ЕВ, СЕ & 
D 1м682 S Cn G 400 1 200360 40 40 300 . 175 СЕ 
D 1м.683 $ Са G 200 1 200 480 400 75 40 . 175 Тг, Ву, GE 
D 1м 684 $ Cn G 400 1 200480 40 400 400 175 Тг, АҺ [Cv], GE 
D 1м 685 5 Са с 200 1 1 500 «00 200 500 175 Ву, СЕ 
D 1м 686 $ Со G 400 1 200 600 400 400 500 175 Tx, GE 
D 1м 687 $ Cn G 200 1 1 600 400 200 600 175 Тг, Rh [СУ] ER & 
D 1м 689 $ Cn G 400 1 1 600 400 150 600 175 Тг, Су &,.2. 1 №649) 
D 1м 690 5 Сг х 400 1 0,2530 250 250 40 800пз200 58, 5р, 0$, Tr & 
D 1М 691 Sd Cn X 400 1 0,2560 250 200 70 800ns200 Тг, 58, Ср, О5 & 
D 1М 692 $ СХ 400 1 0,25120 250 250 150 500ns150 Rh,Tr,SR,Cp& 
D 1м 693 Sd Сп: 400 1 0,25160 250 200 180 800ns200 Тг, ВВ, SR, Ср & 
D 1м 695 Gb СУ Ө: 100 1 2 10 80 (00120 300ns90 Ни, Тг [Сп], Ву & 
О 1М695А Gb Сп U 100 1 10 20 100 100 20 . 90 Тг, Ву 
D 1м 696 5 16) х 10 088 20 100 . 30 5m WE, DS, WS, Tr 
О 1М 697 $ Eb’ nX 250 0,8 10 214 250 120 100ns. МЕ, DS, WS, Ті 
D 1М 698 5 се хит 0217 1,5 80 20 =. 5 Ат, ЕК, ОМ 
О 1м 699 G С” 100 1 25075 80 100 . CB, ER, OM, WS & 
D 1N701 5 Eb’ Z А 250 5 18: WE, WS 
2 1М70фА ба Са Z 75 1 250 10 26 60 Но, PS; А: 23), Тх 
Би bis 
2 1N707,A 5а Са 2 5 3,5 250 10 71 10 Но, Р5; А: 23), Тх 
2 1М708А Sa Са Z e 250 25 5,6 3,6 Hu, GJ, ST; А: 23) 
bis bis 
2 1М725,А ба С 2 20 4 30 42 .  Р5,5Т; А: 23), WS 
Z 14726 5 Со? 250 4 33 50 . StHLCofr 
ыз bis 
Z 14745 5 Со 7 “ее 250 1 200 1400 .  GJ10%,Hf 
2 1М746А $ Со 2 6 0,9 10 1 40 20 3,3 28 -0,062 Тх, Tr, Мо 51), WS 
bis bis 
2 1М75,А $ Со2 6 0,9 0,1 1 40 20 12 30 +0,06 Тх, Тг7) 51), WS & 
z 104761 5 Ес 2 кыды 250 10 48 55 . Тх,Ни,Тг#С)51 
bis bis 
т 1М766 5 Ес 2 м 255 5 12870 Tx, Но ж GJ 51), Тг 
т 1N767 5 ку? EMA 250 5 15,8 120 Hu, Tr 6) 51), M 
z 1М768 5 СУ? М 250 5 19 200 . Hu 6151), Tr, M 
z 13769 S 62. ХЭМЭЭН" 250 5 23,5 300 Но, Tr # GJ 51), М 
О 1м 770 СЬ Су пх 15 0,5 15 10 80 40 30° 35008. Ни, СВ, ЕВ, Sy & 
D 1м771 с 9 100 1 25 25 80 30 100 90 ОМ, ЕВ, СІ, Ву, Тг 
Ò INTIA. G 0 200 1 25 50 80 30 100 . 90 ОМ, Ку, Tr 
D 1м71в с U 40 1 25 50 80 30 100 90 ОМ, Ву, Тг 
D 1м772 G U 100 1 50 50 80 . 85 . ER, ОМ, Tr 
О 1М772А С о 200 1 50 50 80 55. . ` OM fr 
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1М 773...1 М 837 Dioden und 


#тох | Bemerkungen 
56 


w 


GJ, OM, Sm, Tr 
OM, Sm, Tr 

ER, CB, OM, Sm, GE 
ER, OM, Sm, Tr 
ER, OM, Sm, Tr 


ER, OM, Sm, GE 
А ЕК, СЕ, Тг 
e 150 ТР, Су, Ср, СО & 
300 ns 150 Rh, DS, Ра, WS 8 
. . тг 
500 ns 200 PS, Су, DS, Fd 8 


250 ns 200 PS, Су, DS, Ра 8 
500 ns 200 PS, Су, DS, Fd & 
500 ns 200 PS, Су, DS, Fd 8 
500 ns 200 PS, Су, DS, Fd & 
250 ns 200 PS, Су, DS, Fd 8 


500 ns 150 Rh, PS, DS, Fd & 
500 ns 200 PS, Су, DS, Fd & 
500 ns 200 PS, Су, ER, ОС & 
250 ns 200 PS, ОС & 
500 пз 200 Р5, Су, ЕК, ОС & 


500 ns 200 PS, Су, Fd, Rh & 
500 пз 200 PS, Су, Ра, Rh & 


ЗН ЗЫ 
> > 


їх 3233 


> 
м 


Sun 
annan nann nannu чи 


Уууу yy 
8 33333 333 
оче л 


Ki 


500 ns 200 
500 пз 150 
500 пз 200 


. 90 бу, DS, Nu, Rh & 
300 ns 200 Тг, Су, DS, ЕК & 
300 ns 200 Тг, Су, DS, ЕК 8 
300 ns 200 Тг, Су, DS, ЕВ & 
300 ns 200 Тг, Rh, Су, ЕВ & 


WE, DS, WS 
DS, Ед, Rh, WS, СЕ 
R 


8 9 


8388 #88 


з 


ооо-- --оо- 
РФ о 


gu ла 


DS, Ра, Rh, WS, СЕ 


сс о) ооооо о 


8888 8 88251 21252 
> 


ade Зла аса са а са у и а С) А А са А bb ch cé А |] С 


бого 
ў 


150 5у 

. Су, DS, Ра, Rh & 
+0,1 Tr 5%, Мо, НІ, Tr 
0,01 Мо 5%, НЕ, Tr 

bis 

0,001 Tr 5%, Мо, Hf, Tr 
0,001 Мо 5%, НІ, Tr 
0,001 . 62) 

+0,0005 НГ + 5% 
+0,0005 НГ + 5% 


N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


SSoeauı зоюзо 


> 


г д> ду Ду йш» ELEL бу чу су АШУ АШ 


> 


www 
“рә 
>> 


от 
от 
от 
D 1 
2:14 
р 1 
от 
от 
от 
от 
D1 
от 
D 1 
Di 
D1 
от 
D 1 
Di 
D 1 
D 1 
D 1 
01 
зи 
уч 
21 
UN 
от 
D 1 
D 1 
Di 
от 
от 
D 1 
Di 
от 
D 1 
от 
21 
от 
2-1 
21 
bi 
250 
2714 
z 1 
241 
21 
D 1 
D 1 
D 1 
D 1 
D1 
D 1 
D1 
D 1 


w W w w 
ч олш 


Hu 
Ну, DS, ЕК, Fd 8 


Transistoren 114 837 A...1 N 915 
в | | | 15 


| 
Бр) Us,/B | Bemerkungen 
ША У/- 


' Hu, DS, Fd, Rh & 
Hu, DS, ER, Fd ёс 
Hu, Rh, DS, Fd & 
Hu, Ср, CD, DS & 
Ни, Ср, DS, Fd & 


Hu, Cp, DS, Fd & 

Hu, Cp, Fd, Rh & 

З Но, Ср, Ра, ВВ & 

500 ns 150 Но, Rh, DS, ER A 


Но, СО, DS, GJ а 


Но, СО, 05, СЈ & 
Но, СО, С), Rh & 


оооо ооооо 
mann. а 


~ 
о 


ым 
со 


Ну, СО, GJ, Rh а 
но, СО, 05, С) & 


Ни, СО, 05, С) & 
Ну, СО, DS, GJ 8 


nv 
oo 


юк 
оо 


20 . . Hu, CD, 05, С) & 
25nA 60 


А » Су, DS, ER, Ға, WS 
300 пз . С), Ср, СР, Ра & 


300 пз 150 Rh, GJ, DS, Ра & 
А Е GJ, DS, Fd, АҺ & 


ius 150 

300 ns 150 PS, DS, MS 
300 пз 150 PS, DS, MS 
300 ns 150 PS, DS, MS 
300 пз 150 Р5, 05, М5 


300 ns 150 PS, DS, MS, WS 
Ans 200 МА, DS, Ед, Sy & 


4. Ед, Р5, СЕ, Тг 
Ans МА, DS, Ед, Sy 8 
4п5 Ед, Р5, СЕ, Тг 
405 МА, DS, Ед,5у & 
4. Ға, Р5, СЕ, Тг 


405 05, Ға, МА, $у & 
&оз Ра, PS, СЕ, Tr 
Ann Rh, МА, Ра, Sy & 
405 Fd, PS, СЕ, Тг 
Rh, МА, Ед, Sy & 


Ед, PS, СЕ, Тг 
С) 


GJ 
ER, GJ, Sy, Tr 
Hf, PS 


` . Hf, PS 

[100] | In, Tx 7), Ға # Tf, Va 
& оз Tx, Fd, Jn, ТЕ, Ма 8 
25пА 20 An 175 Тх, СЕ, Јп, Со, ТГ, Ма 
25пА 10 10 пъ 175 Тх, СЕ 


2909-29: =.» 
ла їл 


ата А 


оооо ооооо o- 
La an ei 


оле 


ооо 


N 912, A 


N 913, A 
N 914 
М 914 А 
М 914 В 
М 915 


00000 00000 00000 00000 00000 00000 ОООО О оо со оо О оосу 00000 
Ga сасыса са Өз 


5 
5 
5 
5 
с 
с 
с 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
с 
с 
с 
5 
5 
SM 
$ 
$ 
$ 
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1 N 916...1 N 997 Dioden und 


CR a |4 (5 6 |7 [в |ә 10 и h2 113 % 115 
| | ! Ін | | | 
К |Тур АБ Ро Ам; |Up | Бь| 0548 IN 1.10 х Ветегкипдел 
| | ТА У |ЏАЈУ/-— ImW тА У мн: |°С | 
D 1М916 $ EX 30 1 5 75 1250 110 75 4а 200 Тх, Су, 05, Ед 5, ТІ 
О 1М916А S Ес XU20 1 25nA 20 250 110 75 An 200 Тх, Рад, Со, 5у, ТЇ 
D 1м96В 5 Ес X 30 1 25пА 20 250 110 75 Am 175 Тх, СЕ, Те 
р 1М97 5 Ес X 10 1 0,0510 250 50 30 3пз 175 Тх, СЕ, 05 
D 1м918 с Cr ум. Е 5 e И [166]5у, Му: 7,5 dB 
D 1м919 $ Cru 100 1 0,5 150 200 . 150 3008. Tr 
О 1М920 $ Cv sX 500 1 0,2530 Е 25036 + 200 SR, DS, Rh, WS, Ву 
D 1м921 $ Cvs 50 1 0,2560 : 250 70 200 SR, DS, Rh, WS, Ву 
D 1м922 $ СУ Х 500 1 0,259 $ 250 100 300 пъ 150 АҺ, 58, DS, WS, Ву 
О 1м 923 S Су зх 500 1 0,25120 Е 250 130 . 200 SR, DS, Rh, WS, Ву 
D 1м924 6767 4 4908 1.725 60 e . 60 23 . 0$, №5 
О 1м925 $ ©4205 11 10 500 120 25 508 200 Р5, Су, 0$, Ға & 
D 1м 926 S "Су 5 1 ол 10 500 120 25 5ns 200 Р5, Су, 0$, ЕФ & 
D 1м 927 $ Cs 1 0110 500 120 50 5пз 200 Р5, С», О5,Ғ4% 
D 1м928 5 Geo 0 10110 Ё 120 100 5ns 200 PS,Cv,DS,Fd& 
О 1м929 $ Су nZ 100 20 0,1 20 Е 25020 . 175 Hu, GJ, DS 
D 1N 930 $ Су nZ 100 20 0,1 50 4 250 50 . 175 Но, с), DS 
D 13931 $ Су nZ 100 20 0,1 100 : 250 100 . 175 Но, С), DS 
D 1м932 $ Су nZ 100 20 0,1 200 p 250 200 . 175 Ни, 6), DS 
D 1N 933 Ср СҮХ >4 1 25050 : 20: 50 2 90 СВ,5у 
D 1м934 $ СХ 30 1 25nA60 3 4. 180 д . Әс, DS, Fd, ВВ & 
Z 1М935 5 с, SC E 50 75 9 20 +0,01 Н/5% +0,45V 
bis bis 1 
Z 1М493998 $ COR. г. т 50 75 9 20 +0,0005 Н(5%, +0,45 У 
Z 114940,А,В5 ER . 52228 50 7,5 9 20 0,0002 Мо + 0,45 V 
|Z 1N941 6% H у ТУ» 500 7,5 12 30 0,01 Мо, WS + 0,6У,Н/ 
bis bis 
Z 1м946 В $ Е ZR. а. т 500 7,5 12 30 0,0002 Мо, Мз + 0,6 У 
D 1м 947 S ЕС 400 1 10 600 400 . 60. 200 МЕ, 05 
D 1м948 5Р Су U 100 1,5 0,2530 250 . 40 Aus те 
р 1м949 G Су пх 10 0,4 100 50 80 30 50 . 90 СУ, ЕВ, бу, Ку, Тг 
D 1N 950 5 сек 130 [50] 150 Hu 6-88 pF 
D 1М951 5 СЄ К 80 150) 150 Hu 12-120 pF 
О 1М952 5 СК 27 Ё . 60 [50] 150 Hu 20-170 РЕ 
D 1м953 $ ск е сай я . 25 [50] 150 Hu 46-240 pF 
D 1м954 $ Ск EK 4 . 25 [50] 150 Но14-88 Ре» СІ 
D 1м955 $ ск А : . 25 (501 150 Hu 22-120 pF # С) 
D 1м956 6 СУК Дре г . 25 [50] 150 Hu 32-170 pF 
Z 1м957 5 су 7 200 Ча. > 400 18,5 68 45 . Р5,Мо,Со% 
Ыз bis 
SACHER $ В 7. 2015. . 500 11,5 11 9,5 PS, Мо 4 50), Со, Tx 
bis bis 
Z 1М969,8 $ 8/2 20 15. . 50 56 22 29 . PS,Mo& 50), Со. Tx 
ZIAN970.B 75% Buzz: 200 15. . 500 52 24 33 . Р5,Мо8 50), Со,Тх 
bis bis 
Z 1м94 в 5 Bu? 20 15. . 500 14 91 400 . Р, Мо & 50),Co 
24 М98:8 5 BVZ . SE НЕ 400 1,3 100 500 . Мо & 50), Со 
bis bis 
71М928 $ BZ . м в 400 0,65 200 2500 . | Мо 8 50) 
D 1м 993 55 Сум 10 151 6 50 20 8 An . Te, 05 
О 1м994 с Сиз 100 12. 30 80 20 8 2ns 75 Тг, Ву 
О 1М995 G Сз 10 05. 10 80 30 15 éns 75 Те, Ву, бу 
D 1N 996 С Саз 40 0,8 15 15 80 . 25 0,3. Hu 
D 1М997 Sb Cr X 10 1 25пА 12 150 50 35 150ns150 бу, 05, WS, СЕ 
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Transistoren 1 N 1005...1 N 1110 


3 4 5 |7 [в је ло т 12 m 115 
ГАВ. fe äech Up 115.105/В IN _ Imax (Оһ (те Bemerkungen 
т. 


ГА МА |ту/ ` aa, Мо (мна |°С 
| ар вэ ЦЭ эг ЦЭН 


< 


| 
| 


T 


ә wm и о өө и AAAA осоаая 


ОООО 00000 


аа oo а ссса оаааа! 


о 
= 


сс 
23, 
де 


IN 1051 


1 N 1052 
bis 
1 N 1057 
1 N 1058 
bis 
1 N 1063 


1 N 1064 
bis 
1 N 1069 
1 N 1070 
bis 
1 М 1075 


1 N 1076 
bis 
1 N 1080 
1 N 1081 
bis 
1 N 1084 


1 N 1085 
bis 
N 1088 
N 1093 
N 1095 


ST, Sm #1N4002 


ST, Sm #1 N 4004 
5Т 


5Т 
5у, ОМ, Тг 
Тх, Ку [Fa], СЕ & 


Tx, СЕ, JR, Tr & 
Tx, СЕ, Ва, ЈА 8 
Tx, СЕ, Ва, ЈА & 
Tx, СЕ, Ва, JR & 
Tx, СЕ, Ва, JR & 


a 
т 
хо 


М 1096 
N 1100 
м 1101 
N 1102 
М 1103 


Tx, С), Ва, IR 8 
Tx, GJ, Ва, IR 4 
5Т, 5т, Тг 

ST, Sm 

ST, Sm 


N 1104 
N 1105 
N 1108 
N 1109 
N 1110 


“Ann nnmnnn 
Zëss ххххх 


4 

4 

а 

4 

d 

d 

d 

d 

d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 

d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


ununun өөөөө өөө и и mum по әл wm и ии а 
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1 N 1111...1 М 1189 А, RA 
в ја Is [6 |7 le |9 по ЇГ 12 ha fa jis 
| 


Dioden und 


АБ Ро |А: |U; шыр ы 
{ | | ima У |шАМ/- |т\/ 
У 


Inox | тож Го max | Bemerkungen 
тА У ask с 


375 "2000. 
. А . . . 350 2400. 
250 2 325 2800. 
1500 Е 1500 100 . E& 
1500 . 1500 200 . Тх; В: 13), СЕ & 
EA 


1500 . 1500 300 . Тх; В: 13), С 
1500 e 1500 400 . Тх; В: 13), СЕ & 
1500 - 1500 500 . РВ: 

1500 0, . 1500 600 . 
ЗА + ЗА 200. 1 Тх; В: 13), Но 8 


ТА . 3,3A 200 . . Тх 7), Ку, СЕ, Wh 
1А 4 ЗА 300 . А Tx; В: 13), Ну & 

" ыз 
ЛА А 3,3A 600 . . Тх 7), Ку, СЕ, Wh 
300 1 1500. 300 1500. Тх 7) 12), ЈК & 8) Tr 


300 1500 . 1500 . Tx 7) 13), JR & 8) 

3 и 5 $ 5 128: ; 5у 100...2000 

75 25лА 1500 . 1500 . ЈЕ, Bd, ЕО, PS 8 
bis 

45 25пА 16кУ . 16KV . JR, Bd, PS 8 8), Тг 

? e . . 1600 . 


6тА 50 4 г 50 . а = 1 N 1171 ST 35) 
bis 

6тА 300 e e 300 . . - 1 N 1174 ST 35) 

11mA 50 4 г 50 . e 1 N 1175 ST 35) 
bis 

11mA 300 . . 300 . é 1 N 1178 ST 35) 

1 N 1179 ST 35) 


777 22522 72222 22277 


27 72247 ZZZ ZZ“ 


= 1 N 1182 ST 35) 
Wh, Bd, Mo, Sm 4 
Bd, “Сі, Sm, Tr 


11mA 50 


11mA 300 
37mA 50 


2222 22222 2 22752 2“ 


37тА 300 


1 ё . 

0,6 10тА 50 5 Е Wh, РМ, 18, Т5, Со 8 
5тА 50 e De, RC, Tr 

0, 6 10тА 100 5 e TS, Wh, ВС, СЕ, Со 

1,1 5тА 100 . | Ое, КС, Тг 

0, 6 10тА 150 Ё . TS, Wh, RC, GE 

1, 5mA 150 . | Ое,Тг 

0,6 10тА 200 А . TS, Wh, RC, СЕ, Со 

1,1 5тА 200 . | Ое, ЕС,Тг 

0,6 

0,6 


сез 
ААА а АСА А а Ди А А а а -А о 


2 


10тА 300 . . TS, Wh, RC, СЕ, Со 
52,5mA 30 . . . RC, Tr 


0,6 10тА 400 . . TS, Wh, ВС, СЕ, Со 
1N1188A,RA Sd 0,65 2,2тА 400 . . . ЕС, Тг 
1N 1189 5 0,6 10тА 500 . . TS, Wh, ЕС, СЕ, Со 
1N1189A,RA 54 0,652тА 500 . . ВС, Тг 


Transistoren 1 М 1190...1 N 1277 
15 


Bemerkungen 


0,6 10тА 600 . 5 Wh, РМ, JR, TS, Со & 
0,65 1,8тА 600 . . . RC, Tr 

0,55 10mA 50 . . Wh, СЕ, JR, Ву & 

.  5тА 50 . | Ву, # De, СЕ, Тг 
0,55 10тА 100 . Wh, СЕ, JR, Ву & 


. 5тА 100 ё Ву, De, СЕ, Тг 
0,55 10тА 150 . Wh, СЕ, ЈЕ, Ву & 
. 5тА 150 3 Ву, De, СЕ, Tr 
0,55 10тА 200 e А Wh, СЕ, ЈЕ, Ву & 
5тА 200 Ж” Ку, # De, СЕ, Тг 


Ву, Wh, СЕ, GJ & 
ЯС, СЕ, С), Мо, Тг 
Ву, Wh, СЕ, С) & 
ЕС, СЕ, С), Мо, Тг 
Ву, Wh, СЕ, С) 8 


5 e 4 4 3 ВС, СЕ, С), Мо, Тг 
54 x я Ву, Wh, СЕ, С) & 
$ 5 4 4 RC, СЕ, С), Мо, Tr 
5 и 4 МА 5), Но, Wh 4 
1199 А,85 қ 4 СЕ, Bd, RC, Wh, Тг 


1200 $ e . - МА 5), УУҺ, СЕ & 
1200 А,В5 00 . СЕ, Bd, RC, Тг 


Ма 5), УУҺ, СЕ & 
СЕ, Ва, RC, Wh, Tr 


į Wh, Bd, СЕ, Мо 8 
Mo, Bd, NA, Wh & 


ZZ 22222 ZIZZZ 72222 Е 


Wh, 83, СЕ, Мо & 
Мо, Bd, МА & 


Wh, Bd, СЕ, Т5 & 
Wh, Bd, NA, Si, Sn 


ji Wh, Bd, СЕ, Т5 & 
Bd, NA, Si, Sn, Тг 


ST 
ST 


Pah ак eeh ab ee «А-А«А-АсА ep ob of et eh ee 


522 228727 72% 


ST 
05, С), МА, 5т, УУ5) 


DS, С), МА, Sm, WS 


ST, LT 
2.1 N 1267 ST 35) 


509 о AAAA сс сос сс по 


r 
о 


60тА 50 
55тА 50 


re 
аа 


60тА 300 


55тА 300 
40mA 50 


- 
о 


pr 
оа 


25722 25227 27222 287222 zz 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


agaa А ДА-А ara aaa заза 


г 
о 


40mA 500 
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1 М 1281...1 N 1433 


2 
a 
о 
о 
2 


1306 
1313, A 


1319, A 
N 1313 


ZU" zz" zz" 


1327 


1329 
1330 


1336 
1341 


ом оом NN мо О 0000 00 О 


22%22 


WE ZU EEE ада Z АЕ" Ж 


1348 


1351 
1352 


1357 
1358 
1359 
1360 


1361 
1362 
1363 


va засгаа а Ат те ~ ~ 


1М 1415 


IN 1416 
bis 
1М 1424 
1М 1425 
bis 
1 N 1433 


м NN N ооо со оо O N NNN NNNN N NOL 


1341 А,В $ 


5 


1348 А,В5 


5 


ә помо u 


и ол n пољ по лә поч 


|4 |s [6 
Ро Ам Ir 


тА 
50А 


50А 
150А 


150А 
150А 
150А 
50А 


17,5А 
17,5 А 


90А 
90А 
10А 
6A 


10A 
6A 


90А 


90А 
150А 


150А 
100 
100 


10А 
1А 


|7 ie |9 
(Ur | Isp ШЫР 


v цд м/- 


| 
[mw 


по 
м 


1 40тА50 . 


1 40тА 500 
1,3 ЗОтА 50 


1,3 30тА 100 
1,3 30тА 200 
1,3 30mA 400 
1 40тА500 


0,6315тА 


0,63 5тА. 
e 055 


0,5 10 
0,5 6,8 


1 100 
1 50mA 50 


1 50mA 500 
1,2 2,5тА50 


0,64 ЗтА 50 


1,2 2,5тА 600 
0,64 1тА 600 


1 50mA 50 
50mA 500 
15mA 50 


15mA 600 


250 
250 
150 


150 


10w 
10W 


10УУ 
10УУ 
10УУ 
10УУ 


10УУ 
10УУ 
10УУ 


10УУ 


iow 
түү 
10w 


10W 
1УУ 


1W 


Dioden und 


Ш 12 13 14 |15 
E ры | max Bemerkungen 
mA |V MHz |°С | 
E Ce NW 
bis 
. 500 . Wh 
80A 50 150 TS, Wh 
80A 100 150 TS 
80A 200 150 TS 
80A 400 150 TS 
. 500 . Wh 
17,5А 50 200 СЕ, 5п, Тз, Ку 
ыз 
17,5А 300 200 СЕ, 5п, Тз, Ку 
02 8,75 . Hu +1, 25У; А: 23 
ыз 
02 285. Но +3,5 У; А: 23) 
02 7510. Hf 51), Мо 
ыз 
0,2 110/145. Hf 51), Мо 
1500 . Tx 
50 JR, Wh 
bis 
. 500 18, Wh 
6А 50 . Но, Ва, РМ, МА & 
6A 50 200 СЕ, Bd, Wh, Тг, RC 
bis 
ФА 600 . г Hu, Ва, FM,NA Е 
ФА 600 . 200 GE, Bd, Wh, Tr, ЕС 
500 10 2 е ; 
LH 
500 11 2 зт.) 
bis Mo 
150 18 3 
150 20 3 ST, С), Мо, Hf 
150 22 3 GJ, ST, НГ 
150 24 3 ST, GJ, Hf 
150 27 3 ST, ОЈ Мо, Hf 
150 30 4 ST, GJ, НЕ 
150 33 4 ST, Hf 
bis 
50 100 40 ST, 55, НІ, Tr 51) 
50 Wh, JR 
bis 
. 500 Wh, ЈЕ 
70А 50 150 FM, Sn, TS, Wh 
bis 
70A 600 150 FM, Sn, TS, Wh 
125 600 150 Hu, ЈЕ, Bd, Sm, Тг 
bis 
125 2400 150 Hu, ЈК, Bd, Sm 
. 350 . WE 
350 200 WE 
8,15 WE, Dn +0,85 V 
bis 
150. . WE, Оп +15 V 
8.15 ҮУЕ, Ок +0,85 У 
bis 
150 WE, Ок +15 У 


Тгап$їзїогеп 1 М 1434...1 М 1555 


в 14 Is је [7 9 E mm ha |М 115 


| | | | 
[25 [Fo Ам ЖУ |. шыр |N так Umax Lk |fmox Bemerkungen 
| | | та |v АМА ти нээрээ 
т 
Ge LG 60A '12'5тА 50 `. с заета 
Се’ LG 60А 1,2 5тА 600 : г Палагея 
ГЕЛЬ з ча : 00 . Ес; 


500 1,2 1,5тА 1000 . ә Wh, Bd, СЕ, Мо 4 
Я 1,5тА 1000 . . Wh, Bd, МА, SJ 4 
4тА 360 š e 5 
2тА 100 г , St 


2тА 400 . ОР 
5тА я с ЭГ: 


| 


5mA e . . St 
25тА 2 . 5! 


25тА 5 . S 5 
25тА 5 с - . St 


25тА . e 5 
50тА . + St 


1 N1465 


1 М 1466 
bis 
1 N1469 
1 N1470 
bis 
1 М 1473 


1 М 1474 
ыз 
1М 1477 
1 N 1478 
ыз 
IN 1481 


IN 1483 
1N 1485 
IN 1486 
1 N 1487 
bis 

1 N1492 


1 М 1507, А 
Би 
1 М 1517, А 
1 М 1518, А 
ыз 
1 N 1528, A 


1 М 1530 

1 М 15304 
1 N 1537 

bis 

1М 1544 


1 N 1551 
bis 
1М 1555 


50mA . > 3 St 
50тА . . - St 
50тА . 2 3 5! 
100тА . ( . 5 5 
100тА . . А St 


100тА . 150А 100 4 ЕП 
bis 
100mA . 150A 400 . 5 ЕП 
100тА . 200A 100 . e 5! 
100тА . х = 5! 
WE 
Ё 5 ž “ + e WE 
1,1 3,5тА - я GE, Ва, SJ, Sm, Tr 
0,55 300 . с А 140 Тх, GE, Bd, МА & 
0,55 300 e . 120 Тх, СЕ, Bd, МА 4 
-0,04 ЈЕ 51), Мо 
0,095 ЈЕ 51), Мо 
-0,04 ЈЕ, С) 51), Мо 
0,095 ЈЕ, С) 51), Мо 
+ 0,002 НҮ, СО, Мо 
? Ф +0,001 НІ, СО, Мо 
1,5 50 . . . Wh, Bd, GJ, Мо & 
Gn’LG 2,5А 1,5 50 . . . Wh, Bd, С), Мо & 


Сп G 750 1,4 1тА 4 0 St, Bd, Ts 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


Сп С 750 1,4 1тА в St, Bd, Ts 
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1 М 1556...1 М 1676 Dioden und 


KE је | 

| | 

АБ (Ро | Аж 19615, tmox| Bemerkungen 
| | [mA ІМ | | °С 


D 1м 1556 5 Е С 600 1,4 1тА 100 500 100 St, Bd, 5), Tr 
bis bis 
О 1N 1560 $ ЕМ С 600 1,4 1тА 500 . 500 500 . . St, Ва, 5), Tr 
О 1м 1563 5 Ес С А 153 100 . 500 100 . . мо 
О 1М1563А 5 іу С 500 123 100 . . 100 Мо, 05 
D 1М 1564 5 Еа С 1А 153 200 500 200 Мо 
О 1М1564А 5 Lv G 500 123 20 < 200 Мо, 05 
О 1М1565 5 ЕФ” G 1A 153 300 500 300 Мо 
О 1М1565А 5 Le С 500 123 300 А 300 Мо, 05 
О 1N 1566 5 Е4 С 1А 153 400 500 400 Мо 
О 1М156,А 5 Lv С 500 1,2 з 400 . 400 . Мо, 05 
О 1М1567,А 5 Ед’ G 1А 1,2 5 500 500 500 Мо 
О 1 М 1568, А S Ед G 1А 1,2 5 600 500 600 Мо 
О 1N 1569 54 16) С 1А 1,5 5 100 1А 100 Мо 
ыз bis 
D 1м1572 54 16) С 1А 15 5 400 . 1A 0. . Мо 
О 1N 1575 Sd Gn’LG 1A 1,2 5 125 . 3,5A 100 . . Мо, С), Ts 
bis bis 
О 1N 1578 Sd Gn’LG 1А 125 400 . 3,5A 400 . . Мо, С), Ts 
D 1N 1581 5 Ср UG 6A 1,5 300 50 . 10А 50 . . Тх, Bd, Ол, МА & 
bis bis 
Э 1N 1587 5 Ср UG 6A 1,5 300 600 „ 10А 600 . . Тх, 84, Ол, МА & 
1 М 1588 5 а! 12. У“ a 3,5W 150 3,95 2,6 . С) + 0,35 У, Мо 
ыз bis 
1 М 1598 5 сі 12. gi ge 35W 25 27 13 . С) + ЗУ, Мо 
5 1М159,А S Ср 12. ЕС. 10W 500 3,95 0,84 -0,04 JR 51) + 0,35 У 
bis bis 
z 1N1609,A 5 Ср 12. Some, % 10W 70 27 4,5 0,095/8 51) 53У,Н/ 
р 1м1610 а рер. а dEr А . . . . 5у, МА 
D IN 1611 G рь VD . . . . . . . . . 5у 
О 1N1611A,BG Оһ VD. жк к . . . e А 5у, МА 
D 1м 1612 5 Ср ОС 10А 1,5 300 50 . 15А 50 . 190 Tx, Bx, RC, GE & 
D 1 N1613 5 Ср UG 10А 1,5 300 100 . 15A 100 . 190 Тх; В: 13), Вх, ВС, СЕ 
D 1м1614 5 Ср ИС 10А 1,5 300 200 . 15А 200 . 190 Tx; В: 13), Вх, RC, GE 
D 1м 1615 5 Ср UG 10А 1,5 300 400 . 15A 400 . 190 Тх; В: 13), Вх, АС, СЕ 
D IN 1616 $ Ср UG 10А 1,5 300 600 . 15А 600 . 190 Тх; В: 13), Вх, ВС, СЕ 
D 1м 1617 5 16) LG 1,5A 0,7 3,8тА 100 . . 100 . . ST 
D 1М1618 5 16) LG 1,5А 0,7 38тА200 . . 200 . . ST 
D 1N 1619 5 16) LG 1,5А 0,7 3,8тА300 . . 300 . . ЕЦ 
D 1м 1620 $ 16) (С 1,5А 0,7 3,ВтА 400 . . 400 . . ST 
D IN 1621 $ 16) LG 10А 1 3,8тА100 . . 100. . ST, Sn 
D 1м 1622 5 16) LG 10А 1 38тА200 . . 200 . e ST, Sn 
О 1м1623 5 16) LG 10А 1 3,8тА 300 . . 30 . . ST, Sn 
р 1м 1624 $ 16) LG 10А 1 38тА400 . . 400 . . 5Т, 50 
О 1М165,А . десни ës иж + . . . . . ЈА 46) 
bis 
О 1м1642 e. = | б . . . . IR 46) 
D 1N 1644 5 Fh С 250 0,5 400 50 . 750 50 . . DS, GJ, 5), Sm, Tr 
bis bis 
D 1N 1653 $ Ем С 250 0,5 300 600 . 750 600 . . 05, С), 5), $т, Тг 
D 1м 1660 5 16) LG 50А 1 Д40тА 50 5 160A 50. 125 Wh, ЈЕ, Sn 
bis bis 
р 1N 1666 5 16) LG 50А 1 40тА 500 . 160A 500 . 125 Wh, ЈЕ, Sn 
D 1м 1670 $ 16) LG 90А 1 50тА50 . 240A 50 . 125 wh, 51 
ыз bis 
D 1N 1676 $ 16) LG 90А 1 50тА500 . 240А 500 . 125 Wh, 5! 
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Transistoren 1 N 1680...1 М 1904 


456 |7 [в |ә ho In 12 Из 


| | | | 
[Ab [Ро Aw Ip Up 132271 м ‚Imax (Umas! fg | | балаг 00067 
| | | мА М jua |у/-__|т/ тА У (ups ес 
Т Ми EEE 4 
D Ї М 1680 5 С 35А 0,5 40тА 150 e 35А 150 . 125} FM, ЈА 
в bis 
D 1М 1687 5 С 35А 0,5 40тА600 . 35А 600 . 125] FM, JR 
D үн 1692 5 Fk ОС 250 0,55 300 100 . 750 100 . 115 Tx, СЕ, Мо, Ку & 
із bis 
D 1N 1697 $ Ек ОС 250 0,55300 600 . 750 600 . 115 Тх, СЕ, Мо, Ву & 
D 1N 1698 $ LG 62 3. - è 62 6,6Ку . IR 
D 1М 1699 $ LG 58 За 3 Ё 58 10кУ. . IR 
D 1N 1700 $ LG 50 45 . . e 50 12kV. . JR 
D In 1701 $ Fk ҺО 1A 1,7 400 50 . 300 50 . . 18, 05, С1, МА, 5т 
15 Би 
D 1м 1706 5 Fk ҺО 1A 1,7 300 500 . 300 500 . . JR, DS, GJ, NA, Sm 
D 1N 1707 $ Fk ҺО 1A 1,3 400 50 e 500 50 . 18, DS, б), МА, Тг 
D $ Ек hU 1A 1,3 300 500 . 500 500 . e ЈА, DS, GJ, NA, Тг 
D 1N 1730 $ Сб 100 5 10 1КУ * 200 4кУ . 150 Hu, PS, Bd, ЈЕ 4 
D 1N 1731 5 С 100 5 10 15У . 200 1,5кУ 150 Ну, PS, Ва, ЈЕ 8) 
D 1М1732 5 . 6 100 9 10 2КУ а 200 2kV . 150 Hu, PS, Bd, JR & 
О 1N 1733 $ . С 100 12 10 ЗКУ Ё 150 ЗКУ . 150 Но, PS, Bd, / 8) 
D 1м 1734 5 . С 100 18 10 БКУ А 100 5kV . 150 Но, Р5, Ва, ЈЕ 8) 
2 1М 1735 $ «Сь 28. © э жа 200 75 62 20 +0,01 НІ, Ок, МА, WS, а) 
bis bis 
Z 1М1742А 5 16) 28 1,6W 7,5 49,6 160 +0,005 Hf, Ок, МА, WS, Мо 
2 1N 1743 $ 16) 7 10W . 10, А WE # 1N 2974A 
2 1N 1744 $ Lët а Бе в 1w А 10». + а WE # 1М 4740 
О 1м 1745 5 16) С 380 15 25 1,5кУ . 380 1,5кУ 150 ЈЕ 30), Bd, МА 
bis bis 
D 1N 1749 5 16) С 320 24 25 24V . 320 2,4КУ 150 1830), Bd, МА 
D 1М1750 5 16) С 380 12 25 24V . 380 2,4КУ 150 1830), Bd, МА 
ыз bis 
О 1м 1762 5 16) С 250 60 25 16кУ e 250 16кУ. 150 1830) 
D 1М1763,А 5 ғ” со. 1,2 100 400 г. 500 400 . А АС, ВЕ, Но, Ву & 
О 1М1764,А 5 ғ” си. 1,2 100 500 . 500 500 . . A:[Fe] 
z 1N 1765 5 въ 28160 . . « 1w 100 56 7 0,013 Hf, AS, GE, NA, Tr 
bis bis 
z 1 N1802 $ РМ 2 . а e 1УУ 200 . . НІ, А5, СЕ, МА, Тг 
z 1N 1803 $ Ср LZ кы 10W 1А 5,6 1 . ST, Hf, Tr 51),-К: 12) 
bis bis 
z 1N 1815 $ Ср LZ Ч Жу 10W 50 200 140 . $Т, СІ, EE 
z 1N 1816 $ Ср 12. 25 5 10W 500 13 2 0,07 Тх7) ZS 
ыз bis 
z 1N 1836 5 Ср LZ . 10 10 10У 50 91 35 0,12 Тх 7) 51), В: 12), 
D 1м 1838 с DhVM. ка . . 4 146 . РЋ 
D 1М1839 5 С 85 4 ти. : 130 68 . в $) 
ыз bis 
D 1м 1850 5 G 6 . 5 470 . 10 470 . . 5) 
D 1М1863 5 С 85 228 5782 . 130 68 . e 5) 
ыз bis 
D 1м 1874 $ с 6 ‚ 5 470 . 10 00. . $) 
2 1N 1875 5 2 1w . 8,2 5), СС, Ок 
bis bis 
Z 1N 1888 $ Z i 2 к Ma . 82 . . 5), СС, Ок 
2 1м 1891 5 EZ. gës E 10W . 82 5. + 5) 
ыз bis 
2 1N 1904 $ 12 51 


139 


1 N 1907...1 N 2089 Dioden und 


|а |5 je |7 [в lo о |п 2 ha |М |15 


Fo Awlp Ur |15, В IN Inos Umax нэ Bemerkungen 
| |та |v Jualv- |mw та Мо Мн: [°c | 
1 N 1907 ТА 1 10 50 у у ЭО » ЕС 
bis bis 
IN 1914 1A 10 700 « ша ‘700. 5 SCO 
1N 1917 2A 1,2 10 50 3 г. F 2225,6) 
ыз bis 
1N 1926 ДА 1 900 : 27900: = SGi 
1 N1927 Е er к 49%. 5), WS 
1 М 1928 Ж аа 2 оди ай - 5], УУ5 
1N 1929 Е 1,5 5,65 . Но +0,55 V 
bis bis 
1 N 1937 k : 20 27 Hu +3V 


1 N1938 3 . e 5), УУ5 

Би ыз 

1 М 1953 575 . . 5), WS 

1 М 1981 39 . $ 5), СС, WS 
ыз bis 

1М 1999 120 . . 5), СС, WS 


1 N 2008 10 100 Тх & 51); В: 12), Н 
+ М 2009 10 110 Tx 4 51); В: 12), НІ 
1 N 2010 10 120 Tx & 51); В: 12), НІ 
1 N 2011 10 130 Tx & 51): В: 12), Н 
1 N 2012 10 150 0,12 Tx & 51), НЕ, Мо 


1 N 2013 50 . . 50 . Е 05, МА, Тг 
bis bis 

1N 2020 

1 N 2021 
bis 

1 N 2025 

1 N2026 
bis 

1 N2031 

1 N2032.. 
bis 

1 N2040.. 


1 N2041.. 
bis 

1 N 2049 . 
1 N2054 
bis 

1 N 2064 


1 N 2069 
1N 2069 A 
1N 2070 
1М 2070 A 
1N 2071 


1N 2071 А 
1 N2072 
bis 

1 N2079 


1 N 2080 
bis 

1 N2086 
1 N 2088 
1 N 2089 


1 400 я 400 . . DS, МА, Tr 
5тА 150 . 150 ў Е km 
5тА 400. 400 . . Оп, МА, 5п, Те 


0,5 50 А 58 . e 89, Оп, 5), 5п, Те 
bis 

0,5 600 . 600 . ы ва, Оп, 5), Sn, Tr 

«с 4,85 Tr, Dk, NA +0,55 
bis 
23,5 . Tr, Ок, МА +3,5 V 


4,85 . Тг, 6) 8 +0,55 У 
bis 
. А 23,5 Тг, С1 8 33,5У;Н/ 
55тА 50 А ЈЕ, 5п 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


че 


55тА 500 . ЈЕ 

10 . Tx 16), DS, GJ & 

5 . Sy, DS, GJ, JT, Tr 
10 . Tx 16), DS, ЕК 4 

5 А Sy, DS, GJ, JT, Tr 
10 . Тх 16), О5, ЕВ & 


Sy, DS, б), JT, Tr 
TS, DS, ER, GJ, Sm 


TS, DS, ER, GJ, Sm 
Bd, DS, GJ, Sm 8 

Bd, DS, GJ, Sm & 

ST 

ST 


ООО О О ОО 00000 О DN 


әле и о ло өл 
саса а а ос дадоа 
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Transistoren 1 N 2090...1 N 2265 


із |4 | |7 "Ло [п h2 ha [4 115 


= 
в 

м 

9 


"Ab Ёо Ам lp Up 121177 м [Inox ла» fo ток Bemerkungen 
ma |V шАУ/-_ ту mA V [МН °С 


- == 


D 1N 2090 $ 5 С 500 0,5 250 600 . Це 50 . 4 Му, DS, Sm 
bis bis 

D 1 N 2096 $ Si G 500 0,5 250 600 4 . 600 . . Му, 05, 5т 

О 1М2103 5 16) С 750 1,2 300 50 4 750 50 . . $), DS, Sm, Te 
bis bis 

D 1N 2108 $ 16) С 750 1,2 300 500 d 750 500 . . $}, DS, 5т,Тг 

р 1М2109 16) С 2А 1,2 300 50 г ЗА 50 . 200 5), СЈ, Тз, Ву 
bis bis 

D 1м 2114 5 16) С 2A 1,2 300 500 4 ЗА 500 . 200 SJ, GJ, Ts, Ry 

О 1м 2115 5 Ғе С 750 1,3 250 365 š 300 365 . . Му, Sm, Tr 

D 1М2116 $ Fk С 500 1,3 700 400 ? e 400. e IR 

D IN 2117 5 Ек UG 750 091 720 2 750 720 . . Tx, Bd, Tr 

D 1N 2127 $ 4. NDS азай. э. e Е . 12,46 5у, МА 

О 1м 2128 5 Gg LG 30А 0,8 10mA 50 50 30А 50 ik 140; JR, Sn, Тг 

D 1М2128А 5 Gg LG 30A 0,8 10mA 50 50W 60А 50 . 1901 ЈА; ВА: 13), Tr, RC 
bis bis 

D 1 N2137 $ Gg LG 30А 0,8 10тА 500 50W 30А 500 ik 140} ЈЕ, 5п, ЕС 

О 1м2137А 5 Gg LG 30А 0,8 10тА 500 50W . 500 . 190] JR; ВА: 13) 

D 1м 2139 5 Gp’ LG 6A 60 250 20кУ 4 А зоку. . ЈЕ, ва 

D 1М2146 5 Е” UX 500 1,1 10 120 1УУ 5 120 . . УУЕ, 05 

D 1м 2147 5 GG . „ 4 5 . 6А 50 . 4 ва 
bis bis 

D 1N2153A $ Срб . 4:7 600 5 6А 600 . . ва 

D 1М2154 5 Се 1С 25А 0,6 5тА 50 5 25A 50 . 200 СЕ, GJ, МА, St & 
bis bis 

D 1 N2160 5 Ge LG 25А 0,6 2mA 600 А 25А 600 . 200 СЕ, С), МА, “4 

2 1М2163,А 5 Ез RZ . КЕР e 750 > сте 0,005 5), Ок, Мо 
bis 

Z 1м2171А $ Ед 82. “на 750 5 94 . 0,00055), Dk, Мо 

- 1М 2175 < . » 4 4 3 e 5 = è > 2 5. Fotohalbl. 

D 1м2194 5 Gp’ LG 5A 1 10 50 . . 50 . . Ср 
bis bis 

D 1м2201 $ Ср' 1С 5А 1 10 600 . . 600 . . Ср 

D 1м2204 5 Gp’ LG БА 1 10 50 . . 30 . . Ср 
ыз 15 

О 1м 2211 5 Gp’LG БА 1 10 600 . . 600 . . Ср 

Z 1М2214 5 " e ыы. 1УУ А 56; . 5 JR + 1N 3827A 

4 1М2215 G . во 4% . . . . ЈЕ 

4 1М2216 5 Со’ LG 20А 0,6 500 50 e 400 50 . . Bd, Tr 

D 1N 2217 5 Ср' 1С 1,5А 1,2 500 50 . 400 50 . - СЕ, ва, 5) 

4 1м 2218 5 Gn’ LG 1,5А 123 500 3 400 500 . 5 СЕ, Bd, ВЕ, DS, 5) 
bis bis 

D 1м2222 5 Сп LG 1,5A 123 800 N 300 800 . Е СЕ, Bd, ВЕ, DS, 5) 

91М2222А 5 Gn’G ТА 123 800 : 300 800 . А СЕ, Bd, ВЕ, DS, 51 
ыз bis 

О1М2226А 5 Gn’G 1А 1,2 3 1200 > 309 1200. - СЕ, Bd, ВЕ, DS, 5) 

D 1м2227 5 GIG 2А 1,2 750 1200 d 1A 1200. ? Bd, ВЕ, 5),Тг 

D 1м 2227А 5 G G 2А 1,2 350 1200 A ЛА 1200. В Bd, ВЕ, 5), Tr 

d 1м2228 5 Сп" LG 5A 123 50 . 1,5А (507: 200 CE, Bd, ВЕ, Sn, Ts 

8 1М2228А 5 Сп LG 5A 123 50 e 1,5А 50 200 СЕ, Bd, ВЕ, Ку, Тг 
bis bis 

D 1м 2245 5 Gn’ LG БА 1,2 3 1200 . 3 1200 . 5 СЕ, Bd, ВЕ, Sn, Ts 

О 1М2245А 5 Сп’ LG БА 123 1200 . . 1200 . 4 СЕ, Bd, ВЕ 

8 1М2246 5 Ср LG 104 125 50 $ 10А 50 . 200 Hu, Bd, ВЕ, Sn & 

d 1М2246А 5 Ср LG 0А 123 50 Б 10А 50 . 200 CE, Bd, ВЕ, Ку 
bis bis 

D 1м 2265 5 Ср LG 10А 125 1200 В ` 1200 . . Bd, ВЕ, CE, Sn, Ts 
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1 N 2265А...1 М 2386 


o 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
9 
> 
H 
> 


19 © 


1 м 2310 
ыз 
142325 


1 N2326 
1 N2327 
1 N 2328 
1М 2357 
bis 

1 N 2361 


~ |ОООООО 0 ОООО о aaa с 0000 0 ОО 


- 
м 


и ha ha | 


Dioden und 


15 


Inox |Umax| fg 9 |Bemerkungen 


mA У _ |мнх |°C 
H 


"бр LG `10А 


Gn’G 
Срб 
Ст G 
Gp’ G 
Gn’ G 
Ср G 


1A 
1A 
1A 
1A 


1A 
1A 


Ge’ LG 20A 


LG 20A 
LG 35A 


оса ссосооо СС 


LG 35А 


55 55 


. aà 


сым N NNN N N} 


~ K 


"1200 . 
50 
50 
500 
500 


600 
600 

50 

ыз 
1200 . 


300 
bis 
1200 . 


ww wwwww ww: 


10тА 50 


10mA 400 
10mA 50 


10mA 400 
20mA 50 


20mA 400 


"СЕ, Bd, ВЕ, Tr 


CE, Bd, BE, DS, Sn 
СЕ, Bd, 5) & 47), Tr 
CE, Bd, BE, DS, Tr 
СЕ, Bd, 5) 8 47), Tr 


CE, Bd, BE, DS, Tr 
CE, Bd, $) & 47), Tr 
СЕ, Bd, ВЕ, Тз, Tr 


CE, Ва, ВЕ, Ts 
CE, BE, Sn, Ts, Ry 
CE, BE, Sn, Ts 


Z 1 N 348 CE & 
339 CE 


“747 ZZZZZ 2 


Bd, ED, JR, Sm & 


JR, Bd, ED, Sm &, 


JR 
Hu, PS, Bd, CE & 
Hu, PS, Bd, CE & 
Hu, PS, Bd, CE & 
Hu, PS, Bd, CE & 
Hu 


Transistoren 


| 


1 N2416 
1 N2417 
bis 

1 N2425 
1 N 2426 
bis 

1М 2435 
1 № 2436 


1 N 2457 
1 N 2458 


о ООО ооо 00000 о onn чо ооо ооо оо aa ав aa со оо оо оо оде 


и h2 


Inox Umox 


mA |V 


з 
ЈЕ 
[MHz 


1 N 2387...1 N 2523 


15 


Bemerkungen 


SJ, Ers: 1 М 4751 А 
ST 
JT 
JT 
JT 
JT 
IT 
т 
JT 
JT 
IT 
т 
л 


л 
Л 12); В: 13), Tr 


Л 12); В: 13), Tr 

JT 12); R: 13) 

JT 12); R: 13) 

ST, Sy, Tr £ 1 N 4003 


ST, Sy, Тг =. 1 М 4004 
ST. Sy, Tr 2 1 М 4005 
ST, Tr ~ 1 4003 


ST, Тг 2. 1 N 4005 


ST 
Bd, Оп, МА, Sn, Tr 


Bd, Dn, NA, Sn, Tr 
Tx 51); В: 12), Hf & 


Tx 51); В: 12), Hf & 
Tx 51); В: 12), Hf & 
Bd, Оп, DS, МА & 


Bd, Оп, DS, МА & 


Bd, Dn, DS, NA & 
Tr, Bd, Оп, 05 & 
Tr, Bd, Оп, DS & 
Tr, Bd, Dn, DS & 
MA 


Sy 
Ry 12), Bd, GJ & 
Ry 13) 


Ry 12), Bd, GJ & 


Ry 13) 
Ry, Bd, SJ 


Ry, Bd, SJ 
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1 N 2524...1 М 2724 Dioden und 


із 4 5 је |z |в Io По 


| [8 | | |: я В ha 115 
[4 Тур АБ Fo Аз] О Isp |Usp/B IN: ТЕС ДЕ, | пох | Bemerkungen 
| ТА У шАУ/- mw |тА |У i Ка 
D 1м2524 5 Ср”16 2,5А 1,54 50 5 2,5А 50 . - Тва, 5) 
ыз bis 
D 1N 2534 $ Gp’ LG 2,5А 1,5 4 1000 . 2,5А 1000 . . ва, 5) 
О 1N 2535 5 Gp’ LG 25А 1 1 50 - 2,5А 50 . . ва, 5) 
bis bis 
D 1N 2545 $ Gp’ LG 2,5А 1 1 1000 . 2,5А 1000. . ва, 5) 
D 1N 2546 $ Gp’LG 2,5А 1,5 10 50 . 2,5А 50 . ва, 5) 
ыз ыз 
D 1М255 5 Ср”16 25А 1,5 10 1000 . 2,5А 1000. и" BAS] 
D 1N 2557 $ Ср' 1С 6А 1,2 500 700 . ФА 700. . ва 
bis bis 
D 1N 2560 $ Ср' 1С 6А 1,2 500 1000 . 6А 1000. . ва 
D 1м 2561 5 Ср’ LG 6A 1 100700 . 6А 700. . ва 
bis ыз 
О 142564 5 Ср ОС ФА 1 100 1000 . 6A 1000 . . Bd 
D 1 М 2565 5 Gp’ LG 6A 1,5 1тА 50 . 6А 50 . Ни, ва 
bis bis 
D 1N2575 $ Gp’ LG 6A 1,5 1mA 1000 . 6A 1000. . Ни, Ва 
О 1N2576 5 Gp’ LG 12А 1,2 1тА 50 . 12А 50 . . Ни, ва 
bis bis 
О 1м2586 5  Gp’LG 12А 1,2 1тА 1000 . 12А 1000. . Hu, Bd 
D 1N 2587 $ Ср LG А 1 200 50 . 12A 50 . . ва 
bis bis 
D 1 N2597 $ Gp’ LG 12А 1 200 1000 . 12А 1000. . ва 
О 1N 2598 $ Ср'1С 12А 1,5 2тА 50 . 12А 50 . . ва 
bis bis 
D 1N 2608 $ Gp’ LG 12А 1,5 2тА 1000 . 12А 1000. . ва 
D 1N 2609 $ с 25001 65 30 . 750 50. 150 жу Tr 
| D 1м 2610 5 Ед С 500 1,1 10 100 5 750 100 . 175 Мо, 51, Sm, Tx, GE 
bis bis 
D 1N 2617 $ Eg’ С 500 1,1 10 1000 5 750 1000. 175 Мо, 51, Sm, Tx, Tr 
2 1N2620 $ Ед" 28. А А . 750 10 9,3 15 0,01 Мо, Ок; 50 од. 51) 
bis 
Z 1N2624B 5 Eg ZR. Мс 750 10 9з 15 0,0005 Мо, Ок: 50 о8. 51 
О 1N 2627 G Dh’ 44) . . . . . . 5 16] . Но 2,75 рЕ 
D 1N 2628 с Dh’ 44) . Е . . . 5 [16] . Hu 2,5 РЕ 
D 1N 2629 G Dh’ 44) . e . . . . . 8 А Hu 
D 1N 2630 $ 14) С 85 225. e . . 1500 . . GJ, JR, LT 
D 1 N2631 5 14) С 60 3 . . . . 1600 . . GJ, JR, LT 
D 1м 2632 5 14) G 20 6 . . . . 2800. . GJ, JR, LT 
D 1 N2633 5 14) С 60 3 . . . . 1600 . . С), ЈК, LT 
р 1м 2635 5 14) С 85 225. . . . 1500 . 2 JR, LT 
D 1 N2636 5 14) с 85 2,25. . . . 1500 . . GJ, JR, LT 
D 1 N2638 5 16) 52) 1,5А 1,3 300 100 - 1,5А 70 . . IR 
bis bis 
D 1N 2668 5 16) 52) 1,5А 15,6800 4800 . 1,5А 3360 . . ЈЕ 
О 1М 2669 5 16) 53) 3,6A 1,3 300 100 . 3,6А 70 . . JR 
bis bis 
D 1м 2691 5 16) 53) 3,6А 5,6 800 1600 . ЗА 110 . . IR 
р 1м 2692 5 16) 54) 72А 1,3 300 100 . 72А 70 . . ЈЕ 
bis bis 
р 1м 2701 $ 16) 54) 72А 2,6 300 800 . 72А 560 . . 38 
р 1м 2702 5 16) 55) ЗА 1,2 200 100 . ЗА 70 . . IR 
bis bis 
р 1м2724 5 16) 55) ЗА 7,8 800 2400 - ЗА 1680. . 18 


"ransistoren 


2 з ја |5 6 |z [в 9 ho In h2 ha [4 |15 
| | | 
Х |Тур (АБ |Fo Ач De 1 шыр N Inos | Унах ||) (ох Bemerkungen 
| тА |У шАУ/- _ ту |тА У МН: јес 
о 12725 $ 16) 56) ЗА 1,3 300 100 г 776 2 . 718, # 1N4720 
bis bis 
2 1м2739 5 16) 56) ЗА 72,6 300 1200 840. PTR 
D 1 N2740 $ 16) 57) 3,6A 1,3 300 100 e 70. a- ЈА 
13 bis 
D 1М279 5 16) 57) 36А 2,6 300 800 : . 560 . R 
D 142750 5 16) 56) ЗА 1,3 300 100 по. . д 
bis bis 
D 1М274 S 16) 56) ЗА 3,9 800 1200 . 80 . “JR 
Z 1м2765 5 CrRZ. бел. УУ, 7,5 68 20 0,005 PS, ОК, WS, Мо 
bis bis 
Z 1М2704 $ Cr RZ ге 7,5 40,8 120 0,0025 PS, Ок, WS, Мо 
2 142774 с ом, a ы... 5 a АТ МА 
D 1м272 5 Соб 500 1,8 100 700 2 750 700 20084 
bis bis 
© 1м278 S сыс 500 1,8 100 1600 750 1600 Bd 
514272 5... оли а BE 62) 
Z 1м2783 5 та мата и. о. . 5 109%. # 1 № 300 
D 1м 2784 $ С 8А 1,5 5тА 200 30A 200 . 2% 558 
bis bis 
1М2789 5 С 12,5А 1,3 5тА 400 30A 400 . 2 Ма 
1м2790 $ 16) 2 . ЭМ: 1 8,5 „е ЂЕ 
1N27 $ 16) U 10 0,48 12пА 200 10 . 350 : МЕ, DS, WS 
1м2792 G МУ да о Е 22 Ту TG МЫРЫК 
1М2793 5 Се LG 1,5А 1,255тА 50 5А 50 . 200 GJ, Ry, Tr; -R: 13) 
bis bis 
1N2800 5 Се LG 15А 1,255тА 400 БА 400 200 GJ, Ry, Tr; -R: 13) 
1N28 5 16) U 5 0,3610 20 у ИК erg WE 
1N2804,B $ Mi LZ. СЕ 50УУ 1850 6,8 0,2 Мо, ні, Tr 
ыз ыз 
1М284685 Mi 12. ТЕСЕ” Sow 65 200 10 . Мә, НЪТг 
1М2847 5 Gp’LG 1,5А 0,65 400 100 1,5А 100. 150 СЕ, Bd, Tr 
bis bis d 
1м2852 5 Ср LG 1,5А 0,65300 600 1,5А 600 150 СЕ, Bd, Tr 
1М2858, А $ Е” СИ 750 1,2 400 50 750 50 . RC, Bd, Ву, Sl, Tr 
bis 
$ Е GU750 1,2 300 600 Я 750 600 . RC, Ва, Ву, 5), Tr 
5 Ба LG 1A 1 10 100 . . 100. ССР, 
$ | Ед LG 1А 1 10 150 . 1500 . „Ж „СС 05,3) 
S Eg LG 500 2,5 50 1000 . . 1000. ы «5,51 
$ Ед LG 500 2,5 50 1500: . ЭЛСЭЖ ; 55) 
$ 166 250 2 05. 2 250 700 . 150 Тх, С) 
bis 
5 166 250 13 0,5 250 6500. 150 Тх, с! 
5 Оо’ VD . e . e . 5у 
с Оо’ VD . 4 4 ? 5 K 5 А 5у 
$ 11 75 01 0,8 ЗѕпА 475 10 2,8 [5] .  Hf40pF 
bis 
$ ш 85 100 0,8 30 500 0,5 3,3 [5] Hf 1200 pF 
G Lm55 1 0,1 350 40 1 10 23 . “СЕ 
С 16755 1 0,15350 1545 17421 ИВ СЕ 
С №55 47 0,6 350 33 05 8 1,3 GE 
5 ЕШ” > 5 50%. 8:42; А 5) 
bis 
52712 š Е 50 . 10. ge: (Si 


1М 2725...1 М 2968 
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1 N 2969...1 М 3125 Dioden und 


2 a ја |5 |6 |7 [в | E u h2 fha м fis 
| | 
К Тур Ab Ро |Ам Е [Ur Isp из В м Imox Отох А Imox Bemerkungen 
| | ma |У |ua|v/- |mw |тА У Мн: | 
Е 1209 7-6 С (65 2: 1. м, ще a Tee |. | GE25 pF 
Е 1М2969А С . 65 22 . 0,48. у 318 2- 22 СЕ15рЕ 
Z 1М2970,8 Sd Ср LZ 2A 145. . том 370 68 12 . Mo,NAB8)# Тх, Со 
bis bis 
Z 1N3004,B Sd Ср LZ 2A 15. . 10W 28 91 35 .__Mo,NAB8),SS# Tx 
2 IN3005,B 54 Ср 12 2А 15. . 10W 25 100 40 . Мо,55 # Tx, НЕ, Со 
bis bis 
Z 133015,8 Sd Ср LZ 2A 1,5 10W 12 200 300 . Мо, 55 # Тх, НЕ, Tr 
Z 1330168 5 ве’ LZ : у 37 68 3,5 Мо, NA 8) # Tx, Co 
Z 1430178 5 Be 12 e 1 34 7,5 4 . ` Mes Tx, НІ, Со 
Z 1М430088 5 Be iZ. 5 1 мом 82 45 . | Mes Тх, НЕ, Со 
2 1430198 5 2 М: ива 1% 28 91 5 Мо # Тх, НЕ, Со,Тг 
Z 1М3020В $ Be LZ 190225 10 7 Мо, AS 7) # Tx, Hf 
bis bis 
Z 1М330518 $ ве 12. Же а 1W 1,2 200 1500 . Мо, А57) # Тх, НЕ 
D 1м3052 5 16) LG 100 70 200 12кУ 100 12kV . 175 Ни, Р5, Bd 
ыз ыз 
D 1N3061 5 16) LG 100 125 200 30kV . 100 30кУ . 175 Hu,Ps, Bd 
D 1м3062 SP Ct sX 20 1 01 50 250 ~ 75 Ans Fd 1 pF, СЕ, Со, Tr 
О 1м 3063 SP Ct sX 10 0,8504 50 250 75 50 205 200 Ёф,СЕ2рЕ,А), GE 
О 133064 5 Ес ХУ10 1 01 50 250 50 10 Aus 200 Тх7), Ед, СО, Ву, Tr 
О 1N3065 SP Cu sX 20 1 0150 250 75 50 1208 200 Е 1,5 рЕ, Ву, GE 
> 1м 3066 SP Е sx 10 1 0,1 50 250 . 75 2ns Fd 1 pF, СЕ, Tr 
21м 3067 SP Cu U 5 1 oi 20 250 50 20 205 200 Е4 4 рЕ, Ку, Ну, 
> 1м 3068 SP Cu U 5 1 0120 250 75 20 508 200 Edert, Ву, СЕ, СЕ 
> 1М 3069 SP Cu U 50 1 01 50 250 75 50 50. 200 Е 6рЕ, Ку, Тг, DS 
О 1м 3070 SP Су nU 100 1 0,1 150 250 . 100 5008 . _ 245 pF, Со, Tr,DS 
D 1м 3071 SP Су nU 100 1 0,1 150 255 . 200 75ns . Ғ45рғ,Тг, DS 
|0 133072 $ Fh G 500 1,5 1 50 e 200 50 . sp. ТЕ 
| bis bis 
[D 1М301 $ ғ G 500 1,5 1 600 200 600 . зе Чи 
D 1м3082 5 Е 750 1 5 200 Е 500 200 . . Те 
D 1м 3083 S Fh G 750 1 5 400 500 400 те 
D 1м308% 5 Fh G 70 1 5 600 3 500 600 Тг 
О 1м 3085 5 СКС 100A 0,65 40тА 100 . . 100 1к 200 JR 
bis bis 
D $ скас 20А 0,62 40тА 800 . . 800 1к 200 JR 
р СЬ Ef nU 1,5 0,5 250 40 5 33 40 ~ 100 Sy 
2 5 =. ЕГЕС мм. 100. . СС, Ок, 5) 
bis 
2 5 12 СС, Dk, SJ 
2 5 12 
Ё 5 12 
о Su. еј ЛА 1 
о 59. 16). ТА: 4 
о 5 16) С 50 1 
о S 166 500 2 
о G суши 5 о 
Е А Шт 16010 0 
D С Ср о 150 0, 
D с Са 9 10 0 
р в. № 9 
D SP Ef U 20 1 
D бы Cru 5 0 


"Transistoren 


| т 7 | 
| |7 в |9 По 


| | | | | тээн 
т ЕР М EE mw Jon. 


и 12 13 


1 М 3128...1 М 3245 


Па 


15 


Таах | Оран пох | Bemerkungen 
Н z с 


"RC < 15 pF 
ВС < 20 pF 
АС < 25 pF 
RC < 30рЕ 


| Wh 
| Wh 


Sy 35): 1 N 3778 
05 
СЕ 90 рЕ; -А: 50 РЕ 


СЕ 150 рЕ 


ҮУЕ 35) 
Мо, НЕ, Со, Tr 


0,001 Мо, НЕ, Со, Тг 


125 
125 


Wh, -В: 35) 
Wh, -В: 35) 
Wh 

Wh 

Am 33 pF 
GE 

Tx, Mo, Tr 


Tx, Mo, Tr, GE, GJ 
Tx, Мо, GJ, GE [Е9'] 


RC, 51, Тг 


+0,005Tr+0,4 М.2.5У317 


bis 


+0,001 Tr +0,4V ~ 5М3176 


D ТА У мн 
+ 
е 1м328 e 65 5 18 1. 
е 1м3129 G 90 20 es 3 
е 1М3130 с 120 50 . . 8 
е 1М3138 А . 260 50 . . . . 13 
р Н 3139 $ . С 70А 1,5530тА 50 70А 50 
15 bis 
D 1N 3142 $ С 70А 1,5530тА 200 70А 200 
D 1N 3143 $ Dh DV. 2 . А 5 . . 106 
D 1N 3147 $ Ес О 100 1 20 10 во . 60 . 
Е 1М 3149, А С . 65 10 ә. ДАУА . 1,5 8 
E 1N 3150 G 65 22 . 48. . 1 8 . 
О 1N 3151 5 . С 100 27 250mA . + . 7200. 
D 1м3152 54 16) 44) 100 1,1 10 2 250 5,5 366 
D 1м3153 Sd 16) 44) 100) 111 2 250 . 5,5 366 
2 нэ 3154,А 5 ск 2 > . . В 400 10 84 15 
15 
Z 1М3157,А $ Се Zr 400 10 84 15 
D ЫН 3161, В $ GN’LG 240А 1,3 50mA 50 240А 50 
is bis 
О 1N3174, RAS СМС 2404 1,9 50mA . 240A 1000 . 
D TE 3171A Sa 16) LG 240A 1,9 16mA 700 240A 600 
is bis 
D 1N3174A Sa 16) LG 240A 1,9 16mA 1000 240A 1000 
D 1м 3182 о сек — . 8 . 163 20 50 
D 1N 3189 5 Ед G 750 1 50020 . ТА 200 
О 1N 3189 $ Be G 750 1 5 200 1А 200 
О 1м 3190 5 Ве С 750 1 5 400 ЛА 400 
р 1м3191 5 Ве С 750 1 5 600 ТА 600 
D 1м3192 с . 48) 100 1 10 200 5,8A 200 
О 1м 3193 5 ER GU 1A 1,2 10 200 750 200 
bis bis 
О 1N 3196 5 Eb’ СО 1A 12 10 800 500 800 
2 1N 3199 5 Cb’ R . 10 8,4 15 
bis 
2 1N 3202 5 Ch’ R 10 84 15 
D 1м 3203 с Су sX 35 0,5 50 25 20 40 3008. 
4 1N 3205 $ Е ум. . В . . . . 
D 1м 3206 SP Е 10 1 5 80 150 100 405 
D 1N 3207 $ Sx ns 150 1 100 60 250 50 éns 
О 1М43208,8 $ Се’ LG 40А 1,5 1 50 . 15А 50 
ыз bis 
D 1м3212,# 5 Ge’ LG 40А 1,5 1 400 15A 400 
D 1N 3213 $ Ge’ LG 15А 1,5 1mA 500 15А 500 
D 1м 3214 5 Ge’ LG 15А 1,5 1тА 600 15А 600 
Е 1М3218,А С ВВ 60 1 . 0,130,35 . 8 
bis 
E 1N 3221 G BB 60 10 . 1,5 . 8 
О 1N 3227 $ Су” 1С 12,5А 3,3 500 100 . 19 
ыз is 
D 1N 3236 $ Су” LG 12,5А 3,3 500 2000 2000 
О 1м3237 5 Су” LG 15А 2,2 500 50 - 59 
ыз 15 
D 1N 3245 5 Су” LG 15А 2,2 500 1500 1500 


Мо, Wh, -К: 35), Tr 


Мо, Wh, -R: 35), Tr 


GE, Tr, Mo 
GE, Tr, Mo 
СЕ? рЕ; -А: 4 pF 


GE 0,3 nH 
Bd 
Bd 
Bd 


Bd 


10° 


147 


1М 3246...1 N 3543 A Dioden und 


ја |5 le |7 ja |ә vumm м |15 


"Fo Ам | ІШ |Б, ис В IN |а Usel НЕ. 
| [ma И |ua Ra тч НА v MHz ес ылымы сы 
T 


Cv’'LG'20A '1,1' 500 50 ' 50 Bd 
bis 

Су LG 20А 500 1000 . . 1000 . . ва 

Ев С 1А 5 200 . 750 . . . Tr, RC 

Е С 1А 5 400 . 750 . . . Тг, КС 


Ев С 1А 5 600 . 750 . . . Tr, RC 
FhG 1A 5 800 750 . . . Тг, RC 
Cvs 30 25пА 20 . 100 Ins . PS, Tr, DS 
cv’ S 100 25nA 20 . 100 405 . Р5, Тг, 05 
С . . 40тА . . 160A >50/4600 125 Wh, -К: 35) 


cv’ U . 200 . . Dd 
bis 
Су U . 1000 . Dd 
1N 3282 Ес LG 100 1000 . Мо, Со 
bis bis 
1 N 3286 Ес LG . 100 3000 . Мо, Со 


1 N 3287 Саз 3 5 6 
1 N 3288, В $1 за . 100А 100 
bis bis 
1N3295,R Sj = а . 100A 1000 . 200 GE, Wh, -В: 35) 
Es Е . 70 120005. 057 pF 
Fu s А 5 400 200 80ns 175 УУЕ1) 
Fu $ . А 400 20 . 70п5 175 WEI) 
Fu s . . 400 200 . 6005 175 МЕ 1) 
Fu $ за 400 200 . 60пз 175 УУЕ1) 


Fu s . . 400 200 5004 175 WEI) 
бо ZL . . . . 50W 185068 0,2 . Мо 50), Со, Tr 


Ins Hu 
GE, Wh, -R: 35) 


Ga 71. . - . 65 100. Мо 50), Со, Тг 
су U 45 50 . [9] 


Cv U 30 . С}, Tr 

Са s 10 . Зпз . Ну, GJ, Tr 
Са 5 10 « Ins . Но, С), Тг 
С U 20 . 4 . Tr. 

Cv U 20 . Tr 


Sc sX 0,02 20 2ns (2501 WE 3 pF, DS 
Ee Z . фара 60 . 6151) 

ЕГ s 10 4 Е DS 1,2 рЕ 

Су К 22982016 Н А 175 С] 50,4-61, брЕ 
72) LG : p 150 De 12); -В: 13) 


72) LG . 150 
72) 16 
72) LG 
Cv R 


Су R 5 > 
Cy R . . e . +0,001 Tr + 0,15 V 


ыз 
ы 
їз 
м 
м 
м 
ы 
ы 
ы 
ы 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
is 
N 
N 
s 


сек. А . А + 0,0005 Tr 
су ч ё» Жы R Tr + 5% 


о . . 0,0138 . Tr + 5% 
1 N 3539 U 31) 47nA0,6 0,47 0,2 - . д . . Hf20 pF 
bis 
1N 3543 A U 31) 1 07 10 02 . . . Hf 100 pF 


Transistoren 1 М 3544...1 N 3731 


1 |2 | ja |5 je |7 в | 15 
K Ш іш | Aw Iy Ur 118105,8 |N Bemerkungen 
ma |v |нА|У/- Imw 
(Est 1 : т Џ 

о IN 3544 $ Сп G 60 1 75 100 7 

% 
О 1N 3549 5 Сп С 600 1 75 600 
О 1М353 SP Kr’ G 300 1,2 200 1000 
D 1м3566 5 с С . 
D 193567 54 Sx nX 100 1 0,0550 150 PS 2 pF, DS 
D 1N3569 5 LG 3,5A 0,5 400 100 GE 

bis 
D 1N3574 5 . 1б 3,5А 0,5 400 600 : СЕ 
D 1 №3575 S Ес О 100 1 0,755 60 250 Тх, 05 

15 
О 1N 3579 $ Ес и 100: 1 0,75пА 275 250 . Тх, 05 
Z 13580 5 вс 750 0,01 Мо 

ыз 
Z 1М358285 BYR . ei, D 750 7,5 117 25 0,002Мо 
D 1м3592 СЬ ЕГ sX 2 0,354 3 : 50 25 (7008 (100) Co,# Hu+ 0,58 У, б) 
О 1м3593 5 Се х 10 1 25пА 10 . . 40 108 . Тх, 05 
О 1м 3595 5Р ns 200 1 1пА 125 500 150 125 Au 200) Ces Е 7) ВрЕ 
О 1 3600 SP Е ns 200 1 0,1 50 500 . 50 Ans . Ғ47)2,5рҒ, СЕ, Со 
О 1м 3604 SP Е sX 50 1 0,0550 250 115 75 24. GETE 
D 1N3604 5 Су sH 50 «10,550 500 150 50 205 150 Ss + 0,58 У, In, ТЕ 
О 1м3605 SP Сиз 10 0,8 50 30 250 50 40 An 200 СЕ,5у<2рР,Тг 
О 1м3606 SP Е s 10 0,8 0,0550 250 115 75 2ns 150 СЕ? РЕ, Тг 
О 1м 3607 SP Е U 50 1 0,0550 150 115 75 Ans . | СЕ? рЕ,5О 
D 1м 3608 SP Е s 10 0,8 0,0530 150 115 40 Ans 150 СЕ2рЕ,50 
О 13609 SP Ef s 10 0,8 0,0550 150 115 75 ла 150 СЕ2РЕ 
D 1N3628 5 СУК . худал A За 28 e 175 6147-53 рЕ 62) 
D 1М369 5 Ед G 750 0,6 10 200 : 750 200 . 100 СЕ, Тг 
О 1м3640 $ Eg С 750 0,6 10 400 : 750 400 . 100 СЕ, Тг 
О 1м364 5 Ед С 750 0,6 10 600 : 750 600 . 100 СЕ, Тг 
О 1м 3642 5 Ед С 500 0,6 10 800 : 500 800 . 100 СЕ, Тг 
О 1м 3649 $ © СТА 115 800 2 ТА 800 . 150 Wh, Tx 
о 1N3650 5 С С 1А 115 100. ТА 1000. 150 Wh, Tx 
D 1N3653 SP Су U 400 1 25пА75 250. 100 An . Те, 05 = ОМ 120 
О 1м 3654 SP Cvs 50 1 25пА 75 5 222100 óns . 05 = DW130 
О 1N3659 $ 16) LG 5тА. 4 30А 50 . 175 75 

ыз bis 
D 1М365 5 1616. . та. 3 30A 600 . 175 TS 
D 1м3666 G Су sX 200 0,5 25 50 во 50 80 300ns [100] GJ, Tr 7) 
О 1М3670А 5 LG 12А 0,55 900 700 Е 12А 700 . 200 СЕ 
О 1м3671А 5 LG 12А 0,55800 800 . 12А 800 . 200 СЕ 
D 1М 3672 А 5 LG 12А 0,55700 900 . 12А 900 . 200 СЕ 
О 1М3673А 5 LG 12A 0,55 600 1000. 12А 1000. 200 СЕ 
2018403675 р с 14001 u 2212 750 18,5 68 4,5 4,9 Мо 50) 

bis bis 
2 1N3703 S” Ст 7 6 медна 750 1,3 100 500 72 > Мо 50) 
Е 1М372 6 . 651 4 0418. , E © · __БЕТОрЕ; >. ТО-1 

ыз bis bis bis 
E 1143724 с > 6522 . 3,10. D 1 7 . . GE 100 pF; ~. ТО-5 A 
О 1м3728 S Са 10 0,755пА20 250 200 400 . 200 Ry, ВВ ~ КО 250 
D 133729 5 Саз 5 1 0,1 500 ; 100 600 . 200 Ву, ~ КО 500 
О 1N 3730 SM Со пз 750 1 0,1 60 . 500 80 1505 200 Ку, ~ Rh: КО 750 
D 1N3731 5Р ЕГ sH 100 1 55050 400 200 100 Ins 175 Saint 
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1 N 3736...1 N 4009 Dioden und 


з |4 Is је в |» по п h2 аз fa jis 
АБ |Fo ЦЭНЭГ |, Bemerkungen 
| [ma |У |нА|У//- (пм |тА Мо |МН: |9С 


1250A 0,4716тА 200 Г. 72504 200 Г. _ 700 СЕ 


2504 0,4 8mA 1000 . 
150. 1 75 10 80 
125 1 300 100 . 


125 1 300 200 

125 1 300 400 

15А 0,6 10тА 700 
0,65 10тА 
0,65 10тА 


0,04 Мо 50) 


1 N 3820 . - . 0,1 Мо 50) 

1 N 3821 . . . --0,075 Мо 51) 
bis 

1 N 3830 . . 4-0,045 Мо 51) 


1 М 3873, HR SP 0,85 0,1 . СЕ 4 pF 
1 N 3874 5 1,4 3тА . . тг 
ыз 
1 N 3878 


1 N 3879 
bis 
1 N 3883 
1 N 3884 
bis 
1 N 3888 


1 N 3889 
bis 

1 N 3893 
1 М 3899 
bis 

1 N 3903 
1 N 3909 
bis 

1 N3913 
1 N 3938 
bis 

1 N 3942 1,1 . Со 12) 78) 

1 М 3945 5 55252» . . . С) 18-22 рЕ 62) 

1 N 3946 . + Ра А . . . С) 63-80 рЕ 62) 

1 N 3947 . . . . GJ 56-84 pF 62) 

1 М 3993 . Мо 51) 

bis 

1 N 4000 . Мо 51) 

1 N 4001 e 4 175 Мо 

bis 

1 N 4007 . 175 Мо # Јп 

1 N 4008 [100] GJ 

1 N 4009 A GE 4 pF # Jn, Tf, У 


1,4 3тА . . Тг 


ІК Ее (УУҺ, WB # Hf, Со 
|Тг, Мо, Ss 


ГД 


14. ~ 
1,4 БтА . . тг 


1,4 БтА . . Тг 


1,123тА \Wh, WB # НГ, Со 
| Tr, Мо, Ss 

1,12 3mA . 

122. Wh, WB, Тг, Ss 

1.22. Wh, WB, Тг, Ss 


34 Wh, WB, Тг 


12». Wh, WB, Тг 
1,1 . Со 12) 78) 


vn по ос по wn п 


150 


Transistoren 


1 N 4043 Р 
1 N 4044 $ 
bis 
1 N 4056 5 
1М 4087 5Р 
1 N 4090 G 
1 N 4092 Sa 
1 N 4099 $ 
bis 
1М 4135 $ 
1М 4139 5 
bis 
1м 4143 5 
1м 4148 5Р 
1 N4149 5Р 
1М 4150 5Р 
1 N4151 5Р 
ID 1N 4152 sp 
ID 1N 4153 sp 
ID 1 N4154 SP 
ID 1N 4156 5Р 
ID 1М4157 5Р 
7 1М 4158,А,В Sd 
bis 
Z 1N4193,A,BSd 
ID 1 N 4250 $ 
bis 
10 1N 4257 $ 
D 1N4305 5Р 
О 1N 4306 5Р 
О 1N 4307 5Р 
D 1N 4308 5Р 
р 1м 4309 5Р 
D 1м 4310 5Р 
D 1м 4311 5Р 
D 1N4312 5Р 
2 1N 4370 $ 
2 1N4371 $ 
2 1М4372 $ 
D 1N4374 
D 1N 4383 5 
D 1N4384 5 
D 1N 4385 $ 
Е 1N4393 
bis 
Е 1М 4399 В 
D 1м 4446 5Р 
D 1м 4447 5Р 
D 1N4448 sp 
D 1N4449 $ 
2 1N4460 54 
bis 
Z 1N44% 54 
2 1N4501 $ 
DIN 


Ре 
с! 
СІ 
СІ 


Ом 75 


Ом 75 
<CzsH 


OOOO NNNCC CCC 


0,1 


10 
20 


<CzsH 20 


<CzsH 


<СізН 
ВА 7 


ВА 2 
Са’ В 
Су U 


5 
30 


3 


wi ET KEE 
1,35 15тА 50 


1,35 15mA 1000 
0,975 0,09 50 


01 02 05 
1 1 10 
1 10 5,17 


1 0,01 
1,2 25 


1,2 25 600 
25пА 20 
25пА 20 


0,1 50 
5 75 
0,05 30 
0,05 50 
0,1 25 


0,5 20 
0,5 20 
150 


76 
50 


Е) 
з< 


aus соха == 
~ yy 
Kb 


5 
10тА 800 


Anoe 


о 
w 
bi 
о 
Gë 


NN 


м hui 


10mA 400 
10тА 600 


35пА 475 


28 500 
5 75 
25пА 10 
5 75 


25пА 20 
20 3,72 


© ааһа 55555 а...аоо 


v о 


2а озәзо 
ч 


0,05 160 
10 e 


"150 


250 


250 
250 


115: 35 
275А 50 
bis 
275A 1000 . 
Ё 50 
4 50 
0,25 6,8 
bis 
0,25 100 
3A 50 
bis 
ЗА 600 
75 9 
110 100 
200 50 
150 60 
150 30 
150 50 
25 20 
. 30 
. 30 
37 68 
bis 
1,2 200 
500 800 
bis 
250 3000 
5 75 
75 
75 
100 
50 
75 
Ё 100 
h 150 
20 24 
20 27 
20 30 
750 1500 
1A 200 
1A 400 
1A 600 
10 28 
1 3,6 
150 90 
150 75 
150 90 
150 75 
40 62 
bis 
1,2 200 
10: КА 


1м 


50 

175 
175 
175 


1751 
200) 
175 
175 
0,02. 


0,1 


+0,2Tr + 0,4 V 
[110] с) 


4043...1 М 4502 


Мо + 5%, Тг 


Мо + 5%, Те 

50 

50 

СЕ + IN 914; In, Tf 

СЕ 2.1 N 916; ТІ, ‚Tr 

СЕ  1N 3600, fré Со 
1 N 3604; In, ТЕ 
1 N 3605; Tf & 
1 N 3606; ТЕ & 

СЕ = 1 N 4009; In, Т, 

GE 

GE 


Tx 50), Co 50) 


Tx 50), Co 50) 
с 


с! 
СЕ? pF = 


СЕ = МР-1 
СЕ = MQ-1 
Тг2рҒ 
Тг 4 рЕ 
Тг 4 рЕ 


Tr 2 рЕ 

Tr 2 рЕ 

Hf 50), Тг, Мо 
НҒ 50), Tr, Мо 
Hf 50) ‚Tr 7), Мо 
Tx 

GJ,Tr 


С}, Тг 
С), Тг 


Hf 40 pF 


1 N 3063 


Hf 200 pF 
Іп &1N914A, # ТЕ 
Tr | 

In 2-1М9148, # ТЕ 


НЕ + 5% 
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1 N 4585...1 М 5220 Dioden und 


з ја Is је |z |в |9 w іп h2 h3 Па hs 
Ab |Fo [Awi Jp Ur | Isp из В N Inox |Ипох | fa Imox| Bemerkungen 

| | мА шА|У/- ту (та у мн: (ос 
8 с с 1A 1 10тА 800 600 800". 1175 ei Tr 
5 а G 1А 1 10тА 1000. 600 1000. 175 GJ, Tr 
5 F? С ЗА 1 1500 50 . ЗА 50 . ер 

ыз 

5 Fd LG ЗА 1 1500 1000. 1000 . ши "ER 
с 
$ 
5 


1 М 4785 
1 м 4816 
bis 

1 М 4822 15A . . 600 . 600 . 50 62) 
1 N 4831... . “ . 91 8 0,068 Тх 50) 
bis bis 

1 N 4860... . e . . 150 1000 0,11 Тх 50) 
1 М 4890 . . . . 6,35 10 

bis 

1 N 4895А . . 3 . . 6,35 10 

1 N 5054 . . e . 1000 . 

1 N 5055 . 100 . 

1 М 5056 - 200 

1 М 5057 . 400 

1 М 5058 . 600 


1 N 5063 . % а Е . 68 . . МТ + 5% 62) 
bis bis 
1 N 5117 e . 400 . . МТ + 5% 62) 


1N 5135 100 . 15 . б Hf 2 pF 

1 М 5211 1A . 140~ . RC 12) 97) 

bis i bis 

1 N 5214 1A 5 . 280~ . ВС 12) 97) 

1 М 5215 1А : 420~ . КС 12) 47) 97) 
bis bis 

1 N 5218 1A . 560~ КС 12) 47) 97) 
1М 5220 Су UD 50 30 0,75 In 


d Mi sC 7А 0,77150 10 . 20. 85, RC 
USA у. e 50 . 50 . . 50 62) 


ыз 


ei 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
2 
2 
2. 
р 
р 
р 
р 
р 
1 
2 
р 
р 
р 
р 
р 
о 
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Transistoren 1$ 001...1 $ 363 


в |9 |9 | 
Ur |Isp|Usp/B |N 
У |ЦАЈМ/- | 


толо nannan ооо 
я 


BERNER 5588 8 


мал хо 


Hi 0,7 рЕ 
ні 

[150] Hi 14-26 pF 

100 Тх 


= 2 9 0 
иго 


оо am nunnan op ou nā 


Тх 


Tx 4) 9 р 
МЕ 


er 
о 
ч 


МЕ 
Tx 4) 9 pF 


оо u ло 


vo 


ou: 
чл па 


о 


р 
р 
р 
р 
р 
р 
р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
о 
[>] 
р 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 


P ohne, deeg, орко. agree, СААМДА ТА А 
ла сто 


МЕ 
Е [70] Sa 0,8 pF 
[40] [70] Sa 0,8 pF 


125 SG 


А 125 56 
300ns 150 Tx 4) 2,7 pF 
30005 150 Тх4)2,7рҒ 


300ns 150 Tx 4) 2,7 pF 
Ans [175] МЕ 4 РЕ 
2,5пз [90] МЕ 

Е [91] Hi 


1150) Hi 


. 1150) Hi 
306 150] МЕ 38) 


О ОО 0 0000 000 ОООО 00 ОО 


150{ МЕ 38) 
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15 401...15 1120 Dioden und 


із KR 415168. Г | R | h2 hs fs 
| 

ISS CH Ам Ur % ӨР | Inox [Umox| fg Imox Bemerkungen 
| тА |У цА|М/- Imw [ma | 12 IMHz с 

“ба С ТА ЖЕ да ' 200 ЗА "200. 1150 Тх 12); В: 13) 

bis 

Сп С 1А 1,1 10 600 “ ЗА 60 . 150 Tx 12); R: 13) 

Cu DH 2 1 100 6 . 20 10 (40) [70] Sa 0,8 pF 

GM’LG 500A 1,6 27тА 100 . МЕ 


GM’LG 500A 1,6 6тА 1000 
Ек” nG ,5 400 50 


300 400 
1400 800 
1300 1000 


4тА 800 
3,5тА 1000 


гоо... 
ma зА 


= озо-- 
лол ма 


e . 5. Fotohalbl 
а 1 z [175] NE 4 pF 


1,45 60тА : = (Е 

1,45 30mA : МЕ 

0,5 50 [120] Hi < 1 pF; -5: [Bf] 
[—2,5]ні + 0,6 V 


[34,5] Hi + 4,5 V 
: | МЕ 


МЕ 


150 Тх 4 рЕ 
150 Тх2рЕ 
1150) Тх 3,5 рЕ 


[150] Тх 3,5 РЕ 


< Сузс 30 . [200] МЕ 4 РЕ 
< СузС 100 е [200] МЕ 3,5 рҒ 
< СузС 100 . [200] МЕ 3 РЕ 
Fk’ nG 375 . 150 $С 

Fk’ nG 425 А 150 56 


e в. 0,65 400 . . 170 56 


2 
2 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
2 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


вс. 0,65 300 В В 155 56 


- 
іл 
~ 


Transistoren 15 1121...1,5/20 
15 


Bemerkungen 


D 15 ? В 
О 151122 5 . с В В - В 
Е 151198 Са $х 65 2,2 350 70 25 75. [100] МЕ 20рҒ 
Е 151199 Са 5х 65 2, 350 70 2 75 . [100] МЕ 15 РЕ 
Е 151200 ба 5х 65 205 . - 350 70 2 75 = (100) МЕ 10 рЕ 
О 151207 5 Сх’ С 50А 1,6 20 1000 2kW 10А 1000. 175] МЕ 78) 
О 15 1210 54 Sk’ Z’ 1,5 0,58. . 15 20 . . (75) МЕ 
О 151211 54 5 27 1,5 0,62. А 15 20 . . (75) МЕ 
О 151212 54 Sk’ 2° 1,5 0,64. . 15 20 . . [75] МЕ 
О 151219 SP Ск УН 10 <0,81 20 . 100 30 . [200] Hi 0,75 pF 
О 151230 Sd Fs LG 1A 1,1 10 400 . 500 400 . 100 Hi 
bis bis 
D 151234 Sd P LG 1A 1,1 10 1000 . 500 1000 . 100 Hi 
О 151321 5 СУ LG 25А 1,6 50 100 mKf: 5A 100 . 150) МЕ 
bis bis 
О 151326 $ СІ” LG 25А 1,6 50 600 тКї: 5A 600 . 150) МЕ 
О 151333 5 > СМ LG 1500A 1,35 30тА 600 mKf: (008 50 . 1751 МЕ 
bis is 
О 151339 $ > СМ LG 1500А 1,3525тА 1800 mKf: 700А 1800. 1751 МЕ 
О 151420 Sd Ck’ XH 20 <271 30 зо 30. [175] Hi 
О 151464 SP Сі УМ 5 05 100 05 . 20 2 . 85] Sa 
О 151471 5 Fo G ТА 1.5 1000 500W ЛА 1000. 150} МЕ 78) 
О 151473 SP Sz sH 10 <0,80,1 30 . 100 30 . [125] Hi # 1 N 914, BAY 38 
О 1$ 1544 sp СН 10 1 1 30 . 100 30 100пз [175] NE 1,5 pF 
О 151691 Sa Fk’ UG 250 0,6 500 50 В 600 59 5 115 56 
bis is 
О 151700 Sa Fk’ ОС 250 0,6 500 1000 . 450 1000. 115 56 
2 155015 5 Сп 7С. 15-15 8w 50:45 5 0,08 2 43248: 12) 
bis bis = 
2 155027 $ Сп 7С. = ДО! 10 8w 50 27 5 0,08 Tx 13); В: 12) 
2 155030 5 сп 7С. ы “0 10 8w 50 30 8 0,08 Тх 13); К: 12) 
bis bis сл ге 
2 155150 5 Сп 7С. . 10 10 8w 50 150 50 0,12 Тх 13); В: 12) 
Z 157033 5 Ст . . 3002 400 20 3,75 40 -0,07 Tx +0,75V 51) 
bis bis 
2 157150 5 CmR . Я 400 20 16,5 80 +0,07 Тх +2,5V 51) 
О 15У 120 5 к. г 6 20 . 4 20 210 [120] SG 25-50рЕ 
О 15У130 5 Кт < 9 5 30 . . 30 710 (120) SG 25-50рЕ 
О 15УА1,2 4 ЭМ Хэр PR . 5 2 А 56 Уагізогеп 
О 1Т1ҮА,В.. $ 16) 57). Ұға ИЗ mKf: 67А. e Е 18.2. 1 N 537/40 
T 1T3 G ER на 122. MuA/V 90 А 80 (110). Ss 20) 
Z 1T5,6 $ 2 , кау, и 1W 100 56 12 . ST 
bis bis 
2 1T100 $ Ре 7 «27400243 1w 5 100 260 . ST 
2 1239 5 Fg 2 1w e 39 9 -0,04 JR 58) ~ 1 N 1518 
bis bis 
2. 1227 $ Ед. 27. КЕ ЛА 1W А 27 28 0,095JR 58) ~. 1 N 1528 
8 1,5/20 Gp Cr О 15 1 200 100 . 30 20. 70 тка) 
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2 А...2 С 301 Dioden und 


a |4 Is le || о {п h2 h3 |м 


| | | Б | 
Ab Ро Ам (0, Бо Шы м ыы | (Есе шинэсэн 
| | lma |v шАМ/- mw та МУ [MHz [°С 
“бр “Ke U." (1) 10 Џ ..“ Зав ` (120) Тв "50 2003 "50 "ТР 
с Ср D 10 1,1 30 30 110 5 60 é 100j Tm 
Gp Ке. = % + 3 = . 4 ТР; Егз: 2 N 52 
«#5 16) 56) . А | А mKf: Р 3 ЈЕ = 1 N 540 
Ср Каз 7 їтА2048 (100) 2 50 ТР 
Ср Ка”Н% 10 1тА 2048 (100) (10) 50 ТР 
5 16) GL 2, > 4 Е 4 100 Lu/Bd 


16) Зан. : Е Lu/Bd 
GORTAT Ма Е : 0.0. шва 


-о-о- 


16) e e e è Lu/Bd 
Ко” . ТР 
ог я Е А ЈА 
Ог e . ЈЕ 


JR 
5к^2хОС72 
Sk. 2х ОС 308 
ТР 

5. Fotohalbl. 


5Т 
ТР 
Ру СУ 7027 


2,5 [85] 5 


2,5 [85] 
(300) 85 

300 100] 
300 100) 
2,5 [85] 


3,5 [85] 
(350) 85 

5 [100] 56 
5 [100] 56 
10 [10056 


10 [100] 56 
[85] 56 
[85] 56 
951 Тх9) 
95) Тх9) 


95) Тх9) 
95) Тх9) 
95; Тх9) 
95} Тх9) 
95) Тх9) 


95) Тх9) 
95) Тх9) 
951 Тх9) 
95) Тх9) 
95; Тх9) 


(10) 85} Тх9) 
3 [85] 56 
2 [85] 56 
(6) . Тх 
(10) 5 [100] 56 


«=== сото со о” 
~ 
8 


a» Обо == 


“an Эд 


ЕРЕН BESSE 53553 #9288 88 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
212 
т 2 
1822 
t 72 
га 
F 2 
Тт 2 
N 2 
2 
ek: 
Л; 2 
1:2 
та 
та 
+2 
1: 12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


РЕВ В 
ооч с 
An An An An Ap іліліліліл ми 


оо 


Е 
е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 


4444 
шә ш ВО КО КО NN 
992942 


- 
Lë 
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Transistoren 2 С 302...2 М 4 
по mmm þu 


| 


ім | 
| 


вюююююю ююююю ююююю ююююю ююююю мюююм ююююю кюююю NNNNN 
їєтїї1т00 ссссс осоооо осасо побоо поооо пспопп ОООО осаоо 


ыр ла а 
150 


wwwww 
о 
о 


"РҮҮ ч 
BER 20538 звев 


ai w w Lei 


71, А, Вба 
74, А, В ба 


Са 
Са 
Са 
Са 


35-130 200 
75-265 200 


>15= 200 
20-150 = 150 
20-150 = 150 
30-150 = 150 
40-150 = 150 


20-100 = 100 
30= 150 
60= 150 


wwwww w 
ххххе CCZZZ ZZZCcC 


тт” 

== 
МЭ? 

55 


112- 140 
19-24= 225 
34-65- 225 
53-90= 225 
72-121 225 


ER 


>20= 150 
>20= 150 
45 150 


77 
94 
95 
96 
97 
398 
401 
402 
403 
508 
524 
525 
526 
527 
577 
601 
602 
605 
638 
639 
40 


50052 
#8 


Ко = 2 х GW20 
Ко = 2 х GW 40 
ТР 

ЈЕ ~ 114 540 


55 


чл 


о--о-оо -і-і--- ----- ----- 44444 44444 44444 44444 44444 
ле 
>: 
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2М 21...2 N 59 B Dioden und 


| | 
в ја |5 je |7 ja | jio и h2 Im 114 |15 


(АБ Fe Aw kb Ш |2, И В ЊЕ Шок Оле Ме 
k 4 ТА |У /uA|V/- | му ЇтА № MHz Es 
т 7120 7. (1002 _ 85) "wë 
20040: ж 551 
40 
20 


Bemerkungen 


ж 
с 
“ 


- ххх 
со 
с: 2772 


ER 
999% 


- 4444 
о о 


СТ, Ну, КВ, Тг 


о 
СТ, Ну, RR, Тг 
р! 
СТ, Ну, КВ, Тг 


че wwwww шимээ меру иим 
о 


--аза 

www 

о оччо балл омео 
о 

Фо Фо с gg о 


о 707 0 


р! 
СТ, МЕ, КЕ 


www 
ооо 


ы 
ы 
U 
N 
N 
N 
N 
N 
9 
ы 
ы 
н 
н 


# GT-81H 
GT, NR, RR 
р 

GE, Tr, UT 
GE 5), UT, GT 


о 
GE, Tr, УТ, СТ 
‚ СЕ 5), ОТ 
,4 [100] СЕ, Тг, ОТ 
. . кс 


КОККО 505555 55 
> о> ос 
22 


- 4444 ++ ----- 
ююююю ююююв ммммюм ююююю NNNNN ююююю NNNNN орысы ююююю NNNNN юююю 


22222 77777 22122 22227 22222 77777 77777 27727 77277 412222 2222 


или ил ~ ~ 
әддчч Филом ооо ч 


о» 


44--- ----- 
222111 "277 2627 
ымыз їлїлїл 
aan: 
555 
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Transistoren 2N59C...2N 100 
a 4 Is је | | In |2 |з 


Ab (Ро Ам Ip зэ Цин А Leen | Bemerkungen 
У тА М |мна |°С 


----- ----- 
ат» Оо» |. 
BER? пио 


52 822232 55665 
5 
Ki 


о о 
о 


чо ок 


WE; Ers: 2 М 643 
МУЕ 


5у 
WE 
Wh 


RC 
Wh 
Wh 
Wh 
GE 


RC 

GE 

СЕВ) 

RC # СТ-74 
CB # GT-81 


=> 


sung 


----- --44- 
Оооо 
> > 


х 
х 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
А 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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2 
2 
2 
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2 
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2 
2 
2 
2 


2 22222 24427 22277 27477 22227 ZZZZZ 22222 272272 24427 


2 23233 25229 роодо 59223 JANNY 108502 ALLIS 0 55664 
> 


HX (0,5) 6 
HX (0,5) 6 
LN (1A) 
ы. 


ын. 


а---- 


277 к а Р hs . A RD 2518А 
ын. Е Е 1 Вол RD 2521A 
LH’ NH 75 0 5 (40) 3 
Је NH. 


а---- 
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2N 101...2 N 145 


----- ---4- 


kacken e ke Я-А 


----- ---.- ----- --4-- 


-4-4- 


ююкюкюкю мюмюм мюмюм мюмюм 
77277. ZZZZZ 22222 2:22 


в 14 Is 
[Ab Ро wee 


16 


по 
м 
| туу 


In U 


mA у” 


Dioden und 


8 Їр ha [15 


чэ) 1 
42) 
42) 
42) 
Је’ 
кк 
Кт 
Je 

La 
Kb 


Kk 


30-150= 150 

150 
12-24 (50) 
24-48 (50) 


48-100 (50) 
100-200 (50) 


өөө ипидо бөӨӨӨ ©... 


02 эзав 


30 

(25) 
(30) 
(25) 
(35) 


(30) 
(25) 
(6) 

(12) 
(20) 


(25) . 


(50) 
10 
10 
10 


10 


мек: о 
Фум с 


өзвэ 
NN 


эь гк 


· ооо о 


ге, "Bemerkungen 


Sy, CBA 2 N 68 
св 


Sy, СВ ~ 2 М95 
СВ, 5у 
89 


RC, Егз: 2 М 217 


Ву, 75 


Ву, 75 

Ву, TS; Ers: 2 N 416 
Ку; Ers: 2 N 417 
Am # ОС 15 

св 


Тх, Тг Џај7) 
Tx, Tr Па) 6) 
Тх, Тг 

Тх, Тг Па) 7) 

Тх ~ 2N 336, Tr 


Тх 
GE 5), КО, Sy 
СЕ 


Ку 
RC, UT # 2 N 1638 
RC, Ers: 2 N 1639 


Transistoren 


17”Э7 ! 
ЭВЭР эрэн Zë Je уж 
45 6 |! у ПИ н 7 Р 7 
АОС?” 
| | |тА У нА W ei et € и; ла. 2227 
„Тама Gehe БЛ ҮП 
1 24147 Сі је НО’ : ei H % / 
628880 0) Је н; 1 оу man o % 2 
t 2М148А Сі Је но, 03 1548 45 A ” 
124149 Gi вон, 02 шан 45 2 / 
; ; 7 
1 2МАФА броје но. 1 4 
t 29150 бі је H 014486 0 2 Я 
1 2М150А Сі је H ‚07 Man 41 A 2 
t 2м 151 сі м : 4 ge / 
t 2М152 а м таа, 2 
t 2 №153 с КН р 
t шы Ch Lane 4 > 
N 155 Са Mi Ns 2А 100.48 200 % % 
Т 24156 Са 42) № 2A . mim 207 Au % A 4 22212 
Т 214157 с мъ. ка И 77 " Ж 
Т 2м157А Ga Мі Ns 2А . 1тА204 70 % 4 < 
T 2М15 Са 42) Ns ЗА 1тА20е 2007 ЗА wm ж > e 
T 2N158A Ga 42) Ns 2А 1тА20= DU w Ш oe ж Dr 
Т 28459 бр је ~ = ш Шш. ИЙ ees > 
Т 2440 Si Je H | 220,5 949 19 Ж. 28 
Т 2М160А Sg Je U. 220,5 9-19= 17 FE 284 
T 2N 161 sr је Ù ~ 1 05 1949-5492 0) 5 2607 
Т 2М161А Sg Je U | 1 05 19:39 150 хо $ 2” 
t 2N12 5 Је NH. 2217 19:39 1% SE => 
1 2М162А мо. н; 2 ар. e > 
T 2м16з Я во. 0,5 >39= 150 $ те зе 
T 2М163А Sg Је U | 0,5 >39= 1%; e = 
(2М414000) мн. 70% 2 : 
T 2М164А бр la H . штээ в а = 
t 2N165 Сі la Ns 5 72= (5 = 2 = 
н 2N166 Gj Le Ns. 5 32= 2 : == 
Т 2М167 Со [с хув 3 20-200= 75 з 5 == 
Т 2М ТА Са Le XW8 |. 29 20-200= 75 % == 
t 21 168 Gg іс НОТ а А 23-135 = 65 D 
1 2N168A Gi Le H 1 5 3472 (55 # = 
T 2N169 Gi Lb H 1 1 5 34-200= (45 s = 
T 2М 169А Gg le МН 1 5 3620-55 : 5 
t 2N170 а ін 5 32= 30 = 
t 2N172 бі Je H 02 2848 65 
Т 2м173 Са МІ NL5A 2 100 35-70= 150w 22 «m 
T 2м174 ба H МЇ 5А 2 100 25-50= 150W * ВЭ 
Т 2N174A ба № МЇ 12А 2 100 40-80= 150V t а: = 
' 24175 ба Кк Nr 05 4 12 65 0 2 се ъв = 
t 214176 ба M N 50 . Aë 65 за с - 
T 24178 бі мм . | 30 ww ЗА азы së 
1 2N 179 Gi мм. . . 3248 40 R 4 = 
t 2м180 бі кем . 1 Өш 1% SE С ст 
t 214181 ei м: 101 Жа 250 W è та IN 
t 2N182 Gi ін : 1 1 108 10 SET > 
t 2N183 им . HE CES STIER > 
t 2N184 ср із, мг ‚ en м + 
T 2м185 Са Је №850 . В 40-4505 10 né" _ К. 
T 2N186 Gi Lb мВ 100 . 16 Ма W мам > Sz 
T 2N186A Сі Lb №8100 . 16 Mm W ма м ~ SZ 
Т 2N 187 Gj Lb МВ 100 В 16 36 = ух хе м „ < 


2 № 187A...2N 241 Dioden und 


2 в |4 |5 G |7 в | по [п |2 ha |м fis 
Тур АБ [Ро Амь. Ur 11,0, В МО Ian Wan нө |Вететилдеп 
| | | jma УУ jua У/- |mw |тА |V МНЕ |9С 


2N187A "Ср 'Lb'NB 100 '. 16'36= '200 '200'25 '1 785] | GE, TH 2 2 М 319 
2N 188 Сі Lb МВ 100 , 16 54= 100 200 25 12 85; СЕ,ТН 
2 МАВВА Сі Lb МВ 100 . 16 54= 200 200 25 12 85) СЕ, ТН А. 2 М 320 
2м 189 Са Lb МВ1 . 16 24 70 5 25 0,8 e СЕ, ТН # 2 м 109 
2 № 190 Ga іь м 1 e 716 34 (75) 50725 4 85] СЕ, ТН А 214322 
2М191 ба іь м 1 . 16 54 (75) 50 25 12 85] СЕ, ТН. 2 М 323 
2 м 192 Ga Lb МВ1 „116 25 (75) 50 25 15 85) СЕ, ТН- 2 М 324 
2м 193 Са је НО 25 4-15 50 50 18 2 75) 5у 
2N 194 ба је НМ 25 5-15 50 50 18 2 75) 5у 
2414А Gj Је M Е >35 50 . 10 2 . 5у 
2 № 195 Gi Мо U >100= 100 ` Wé 25 Те 
2N 196 Gi Mo U у 5 >50= 100 . 25 . 75 Tr 
2N 197 Gi Mo U . . >іШш 100 . 25 а 75 Тг 
2 м 198 Gi Mo U e Ms >30= 100 А 25 5. 45: 311 
2N 199 Gi Mo U . >145ш 100 . 25 . 75 Тг 
2 № 200 Gi Mo U >30= 100 5 30. 75 Тг 
2 № 204 б) Мо U >15= 100 e 30 . 75 Тг 
2 № 205 Gi MoU . В > >50= 100 . 30 . 75 Тг 
2М206 Са Kr МА1 5 10 0,980 (75) 50 (30) 0,8 (85) RC 
2 № 207 Са КС'М 1 . 15 100 50 e за 2 . РЬ 
2М207А Са КС'М1 . 10 100 50 . 4% 2 . РЬ 
2М2078 Ga КС’Мг 1 . 10 100 50 . 12 2 . РЬ 
2N 211 Ga Je MO. . 25 5-15 50 50 10 2 75) Sy 
2N 212 Ga Је МО. . 25 10-30 50 50 18 6 75) 5у 
2N 213 Ga Je NT. . 50 70-250 50 100 25 10к 75) Sy 
Т 2МИЗА Ga Је МТ. . 50 100-250 150 100 25 10к 85) Sy 
T 2N 214 Ga је МВ 25 50-100 180 100 25 08 75) Sy 
t 2М215 Са Kr МА 1 6 10 шш (35) 50 (30) 07 70 RC, ЧТ 214104, 217 
t 2м 216 ба Је H . . 25 545- 50 10 18 3 75: Sy 
T 2м217 Са Кг МВ 50 1 10 70 (50) 35 (25). 50 ВС, Sy, UT 
t 214218 Са Кг НА 1 9 6 0,980 (35) 15 (16) 47 70 RC,UT# 2N 1638 
t 2N219 Ga Kr НМ06 9 6 0,980 (35) 15 (16) 7 70 вс, ИТ. 2 м 140 
1 2м220 Са Kr Nr 0,5 4 12 65 (20) 2 (10) 0,85 50 ВС, ЧТ^ 2 № 175 
12 М 222 ај . 9 .. . . . . . . ст 
Т 2м223 Ga LB’NT2 70-150 240 . 18 0,6 Рћ 
T 2м224 Са LB’Ns 100 60-120 = 250 . (25) 0,51 . Ph 
Т 2м225 Ga ГВ’ М; 10 . .  60-120= 250 . (25) 0,51 . Ph;= 2х 2N 224 
Т 2М226 ба LB’Ns 100 . . 35-105= 250 « (30) 0,4 e Ph 
T 23227 Са 18" № 10 . . 35-105= 250 . (30) 0,4 . Ph; = 2х 2 № 226 
т 2N 228 Ga Је Мз. - 50 50-100= 50 . 25 06 758 Sy 
T 2м 229 Gi Je HN. . 100 >25- 50 40 10 06 75] Sy 
t 2N230 Gi Lk NL. 22 . "im АЙЛ Е. 30 ак. Му 
Т 2м231 Gs KB’HX 0,5 . . 19-66 9 3 (5) 3 (20) СВ, Му; #2 N 139 
Т 2м232 Gs КВ” НХ 0,5 2. 9 9 3 (5) 6 (15) СВ, Му; # 2 N 139 
Т 2N 233 бе је н . 20. 95 50 Е 10:, 5 . 5у 
T 2м 233 А Ga ен. 2.2. 3З,-415- 50 5 18 2 5у 
T 2М234А Са Mi МВ 500 . 25 25W ЗА 30 05 90) Вх 
Тама Сі мм 50 . . 40 25W ЗА 40 0,5 90) Вх, СВ 
Т 2м2358 с мм 50 . . 60 25W ЗА 40 0,5 90 Вх, СВ 
T 2м236А С) Mi ме 750 . . 40 25W ЗА 40 0,5 95) Вх, СВ 
Те: моазев 6) М МІГ 7507, » - 60 25W ЗА 40 05 95] Вх, СВ 
t 2N 237 Gi мн. s . 7би 150 5 (45) 1 e (Nat. Aircraft) 
T 2N238 Ga Је МВ 50 22.  30-75= 50 150 20 1,3 . Тх 
T 2м 240 Сз КВ ЗХ 0,5 DE A > 16 30 15 (6) (25) . CB, Ph, Sp 
t 2м241 ср ьм 16 73= 100 200 25 13 85; 
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Transistoren 2 N 241 A...2N 293 


| 2 |3 | | в |7 [в је 17 

| | | || 
K Тур [Ab |Fo Ач Ur шыр IN | Клох|Ветегкипдеп 

| | |тА |v |шАУ/- _ ту | oc 

t 2N241A Ga Lb NB 100'. 16 73- 200 ' 200 25 1,3 '85j' СЕЛ 2 М 321 
T 2м242 ср Mi Ns 500 12 1тА50= 25W 2А 45 0,4 100} Вх, СВ, Т5, Мо 
1 2м 243 54 № М (5) (10). 0,968 750 60 (60)7 “7 Тә МСрТг 
t 242% Sg № N (5) (10). 0,989 750 60 (60) 8 si. Те МЕ ТЕ 
T 2N247 Са Lf НА 1 9 16 0,984 (35) 10 (35) 30 71 ВС, Бу 
T 2N27/3 са шн 1 Уа 80 . (0)30 . Уу 
t 2 м 248 G Je H . m 30 5: 71258450: уж “ОТЖ 
t 2М249 а мм. „ „ Аш 2730 2 (085). ERR 
Т 2М250 ба Мі Ns 500 2 1тА >30- 25W 5А 30 12k . Tx 
Т 2м251 ба Mi Ns 500 2 2тА>30- 25W 5А 60 12к . Tx 
t 214252 Gi ен. . 5 34488 30 > О .  Тхрегя. 2 М 172 
1214 253 бі Је H . . 0,2 3088 65 5.32 » e SES 
t 2N254 с Је Нн . . 0,2 3488 65 e 99 а 4 SE 
Т 2М255 Ga Мі NB 500 . . W= 20W ЗА (15). 85] Вх, СВ 
Т 2М255А Ga Мі МВ 450 . . 2548 20У БА (5). : Вх, СВ, De 
Т 214256 Ga Мі МВ 500 . . 40= 20W ЗА (30) 5k 85) Вх, СВ, De 
T 2N256A Ga Мі МВ 450 . . 2548 20W 5А (30)5к . Вх, CB, De 
+ 214257 Ga Mi NB 500 14 2mA 60 13W 4А (40) 7k 90} Іп, Су, Вх, СВ 
Т 2м257 в Ga Mi МВ. . 5 3688 MW . 25 5к . С 
Т 2м257 с Са Mi NB 2645 3888512 в от Су 
Т 2М257У Ga Mi NB. НЬ 2757 mu ` Ee тее 
t 2м 260 55 "Er HS ь 1ПА146а: 20 . (40) 18 . ТР 
t 2N260A Sj U А 2 ыб 5 КӨ СТР 
+ 2м261 Я кеш. .  1пд1о= 250 . (75) 18 . ТР 
t 2м262 Әр. Ке T 2240420 2350 . (10) 6 «та 
Е INADA 8 и "is 5 28:24 ЖЫ А РТ „ ЖЕ 
T 23263 Sg № sH 10 (5). 45-150= 125 20 45 30 . Тх,тг 
Т 23264 54 № sH 10 (5). 20-55= 125 20 45 20 . Tx,Tr 
t 23265 ба Lb МВ 1 à (75) 50 25 1,5 85) GE,TH#2N1175 
T 2N266 Ga Lb 70 . (18) 08 . UT#2N381 
' 2N267 Gd кен 1 30 . (35у 33.  #С#21М247,274 
! 2N268 Ga Mi Ns 500 14 1,3W 4A (80) ék 90} Jn, Су ~ СТР 1104 
T 2N268A Ga Mi Ns 2A 10w . (80) 05 . Вх, Су 
t 2N269 Ga Kr sW 1 6 120 100 (25) 13 55 АС, АТ 
Т 2М269А ба. з 1 6 (120) 100 (25) 12 . АТ 
Т 2м270 ба М МВ 150 1 10 70- 150 75 (25). 50 RC, ит#2м 1193 
' 2м27 Ga Je НО. . 45= . (30) зе Кү 
1 2N271.A рН, Ee 2 9 e Ку 
t 2М272 Са Је м. . . 60-40-15. (20) 1 Ву 
t 2N273 Ga Je NH. a MO RO: 2%5- 22 Ry 
T 2м274 Gd LF H 1, 240 ` Zi 40 30 „ „ВС 
Т 2м277 ба № HL 5А 2 150W 15А (40) 0,2 100; СВ, Ое, Мо, PS 4 
Т 2м278 ба М NL 5А 2 150W 15А (50) 0,2 100; СВ, Ое, Мо, Р5 & 
Т 2М279 Са КН МВ 0, 1304 27302102», 29 Am 
Т 2М280 ба Kh NB3 130° 27220 #03 Am 
T 2м281 ба Кум 10 170: 1. 16 92% Ат 
T 2м282 ба Кум Р S Е 3 .  Ат;=2х2М1281 
t 214283 ер 2! У 05 430) 1120 4. б ж GT-20 
Т 2 № 284 Са Куз 250 . 165 250 32 09 Am, КО 
Т 2М284А Са Ку. 250 кв 41307 2" (60 «09+ >. АП 
T 2N285A Сі М NL 500 . . 150 25W ЗА 40 0,5 95 Вх, С5 
t 2М 290 G ме. . . 1тА72= 5W . (70) 04 . Bd 
T 2м291 Сі Је м . . 25 100= 180 200 25 . н ТУ 
T 2N 5 851= (65) 5 851 GE#2N313 
том 5 8-51= (65) 8 GE # 2N 314 
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2 N 296...2 N 338 


== 
рю 

х 

> 


Ам Ip 


5 |66 |z В |? по 
111317 IN 


ТА |М шА/У/- туў 
— 


m h2 из 
Тох [Unal Го 
mA V MHz 


14 


Јес 


Оїодеп опа 
15 


| tmox Bemerkungen 


4444 ----- --4-- 


а---- 
N NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN 
2452722 22277, 772227. 22272 Лу Ае Ау ЕЕ Т2<27 227727 22222 


2М 335 А 
2 N335 B 


2N 336 
2N 336 A 


2N 337 
2N 337 A 
2N 338 


55454 34454 39444 47974 
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NB. = . | > 20 25W 
59: = e = 


Ns [0,1] 
Ns [0,1] 
МЕ 


Ns 1 
мх (1) 
Ns (1) 
NX (1) 
Ns (1) 


NX (1) 
N (1) 
NX (1) 
Ns (1) 
Ns (1) 


NU (1) 
N (1) 
sH (1) 
ч (1) 
sH (1) 


200 
150 
500 
150 
500 


150 
500 
150 
500 
500 


150 
500 
125 
500 
45-150= 125 


50 ак 
60 0,5 
50 0,5 
4,5 90 
4,5 85 


(40) 5k 
(60) 5k 
15 0,6 
(35) «к 
(35) 5к 


(30) 1,16 
(45) 6 
(45) 10 
(45) 8 
(45) 11 


(45) 10 
(45) 12 
(45) 11 
(45) 13 
(60) 13 


(45) 13 
(45) 15 
(45) 20 
(45) . 

(45) 30 


Џ 


СЕ # 2N 379 
ТР. ВА 

Вх, Ое 8), Су 8 
Ph 


Ph 


ВС, Вх, СВ, Су & 
ВС, Вх, СВ, Су & 
5у, СВ 

Вх, TS, ВС, De, Мо 


GE #2М 292 
СЕ # 2 М 293 
СТ, Кр!: 2 N 356 


СТ &; Кр!: 2 N 357 


С) 
СТ &; Кр!: 2 N 358 
GT 


з. Fotohalbl, 
GE # 2N 187 А 


СЕ, UT; # 2N 188 A 
СЕ, ОТ; х 2 N 241 A 
GE # 2N 190; 55 
GE, UT; # 2N 191 
GE # 2N 192; Ss 


Sy 
Sy; Kpl: 2 N 1291 


Ни, Ву, Су, NS 8 
КО, Тх 30 pF 


Ни, Ву, Су, NS & 
Ну, Ву, Су, №5 & 


SR, Sp, SD 


Вх, С), 14, Mo 
Tx, Tr 7), GE, Ry, NC 
Tx, GE (Li, МС | 
Tx, Tr 7), GE, Ry, NC 
Tx, GE, NC, Tr 


Tx, Tr 7), GE, Ry, NC 
Tx, СЕ, МС,Т | 
Tx, Tr 7), GE, Ry МС 
Tx, GE, NC, Tr 

GE 


Tx, Tr, GE, Ry, NC 
Tx, GE, NC, Tr 

Tx 7), Те, Ry, МС & 
СЕ, Te 

Tx 7) Ву, GE,TH, МС 


Transistoren 2 N 338 A...2N 377 А 


2 3 445 в 17 je D ho In |2 ha (14 hs 
1 ! 
К Тур Ab Ро Ам Up (fa 06/8 IN Je |Umax|fo х Bemerkungen 
| | (ПА IN pat [тм (тА МУ [МН јес 

T 284338А 59 Li sH (1) (5). 9 7500 120 ' (#6) 30 (1507 СЕ,Тг 
Т 2м 339 Sg Lv N (5) (01 0,989 1W 60 (55) 6 175} Тж 11), Тг 
T 2МЗФУА Sg Ln N 5 214 ->20 чау. 460. (00) › Яг 
Т 2N 340 Sg 1 N (5) (101 0,989 1W 60 (85) 6 175) Tx 11), Tr 
T 2М340А Sg Ln N 5 2:4 > ЧМ. №50. г 
T 2N 341 Sg Le N (5) (1001 0989 1W 60 (125)6 175; Tx11),Tr 
Т 29341 А Sg Ln N 5 24 5201 42 e 12500). г 
T 2N 342 Sg (у М (5) (101 097 1W 60 (60) 6 100 Тх6)11),Тг 
Т 2М342А Sg Lv N (5) (101 097 1W 60 (85) 6 ле 
Т 293428 Sg Lv N (5) (101 9-32 1W 60 (85). . Tx11),Tr 
T 2N 343 Sg Lv N (5) (10)1 0,989 1W 60 (60) 8 . Тх6)11),Тғ 
Т 2N 343 А,В Sg Lv N (5) (10)1 28-0 1W 60 (65) - = Пе), Пи 
Т 214344 Су КВ’НХ 0,5 . . 11-33 20 5 (5) (20) .  СВ,РЬ,5р 
Т 2м 345 Су КВ’НХ 0,5 . . 25-10 20 5 (5) (20) . СБВ,Рһ,5р 
Т 2N 346 Сз КВ’НХ 0,5 . . 10 20 5 (5) (0) . СВ,РЬ,5р 
t 2м 347 Sg Ns’ NU. 2.7, 459242750 7, 56005 : Ва 
t 2М37А Sg МУ ОМО. <= #9: 750: 2 69 3 з Bg 
1 2N 348 Sg Му МО e ue ҰШ, EISE en 90.46 e „Во 
1 2М348А Sg М5 UN. Е >9= 750 . 90 3 к Во 
T 2м 349 54 Ns’ NU. а . >9 750 5 125 8 А Ва 
Т 2м 350 Ga Mi NL. . 3 20-60 10 . (40) 5k . Мо 
T 2М350А Ga Mi Ns 700 . ЗтА 20-60= 90W ЗА 40 5k 100} Мо 
1 2351 Ga Mi Ns 700 . ЗтА 33,598 90W . (40) 5k . Мо, ВС, # 2N2869 
Т 2М351А Ga Mi Ns 700 . 3mA25-90= 90W 4А 40 5к 100] Мо 
t 2 М 352 Gi мом. . 1тА30-140--254У . 40 16к . Егз:2М1536 
1214 353 Gi мем. ‚ 1тА 40-150= 30W . 40 16 . Егѕ:21536 
t 2м 354 5 Кем 10 ~ 28.088 > 
t 2М 355 9 Кемо. 150 : 210. 255 с 
+ 214 356 Ga Li Хэ 100 100 200 (20) 3 85) СВё:Кр!:214315 
Т 2М356 А Ga Li sW 100 350:7 а . СВ, СЈ, 5у, СТ 
1214 357 Ga Li sW 200 100 200 30 6 . 61 &; Кр: 2 N 316 
Т 24 357 А Ga Li sW 200 150) 45227 30,26 . GJ, Sy, СТ 
1214 358 Ga Ш sW 300 100. = 1307 29,7: 22-618; Кр:2 N 317 
Т 2358 А Ga Li зуу 30 . . 149 ~ +120 „9 . GJ, Sy 
T 2N359 Ga Li №850 . . 100-300= 400 . 22 3,5 85 Бу,14,0Т.-2М138А 
T. 2N 360 Ga Li №850 . . 50-150- 40. 22 25 85 Ву, Ја, UT 
T 2N361 ба D МВ 50 . . 25-75= 40 . 22 2,5 85 Бу, 14, UT 
Т 214362 ба Li HI? 90- 400 . 18 2 85 Ву, Ја, UT 
T 2М363 ба Li NT1 Ж 400. 22 15 85 Ву, Ја, ОТ 
t 2м 364 Gi Је NT 1 10 450 350: 34 2:55 2 ХХ 
t 28 365 с је N 1 10 19-49= 150 50 30 3 Тх 

2N 366 Gi је N 1 10 49-142=150 50 30 35 . тх 
н 2м 367 Өр Је М2 igy 510 145 150 50 30 07 (751 Tx 
T 214368 бі Je О (1) 5 10 36 150 50 30 1 [75] Tx 
Т 2 М 369 Gi је U (1) 5 10 49-55 150 50 30 1,3 175] Tx 
t 2 N 370 ба Lf H 1 12.27 60 80 10 42 33. 2: “АТАСУ 
+ 2м37 са пола И 0,984 80 10 12 9 . АС 
t 2м372 Gd им 1 60 80 40 42 23 ~ АГ/КС/5у 
1 2N373 Gd Lf H 1 ры (88 80 . 05) 30 . АС, Ers:2 N 1638 
1 2М374 Gd и MO1 = па 16% 80 < (25) 30 . АС, Егз:2 N 1639 
Т 2М375 Са Мі Ns ТА . . 35-90- 90У ЗА 60 10k 100 Мо 
t 2м376 Ga Mi Ns 70 . . 78= 90У . (40) 5k . _ КС ~ 2М350, 2869 
T 2М376 А Са Мі Ns 700 . . 35-120=90W 5A 40 5к 100 Мо 
Т 2N 377 Gd и HX30 1 5 20-60= 150 200 (25) 6 100 Ну, СЕ, SL, СВ, Sy 
T_2N бі Ur НХ30 _. . 1060-0200 . 40 6 . 5у,СВ 
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2 N 378...2 N 422 Dioden und 
| 4 js |6 |7 
(Ро |AwIr 
| \тА 


[п h2 ha [14 hs 


Irox \Umox Бо |fmax| Bemerkungen 
©, 


тА |У с 
(Em Ee E 
Mi's 72А |. ' 500 15-40-- 7100)! TS, Мо 
м ЗА | 500 20-70= 100) TS, De, Мо 
і 500 30-70- 100; TS, De, Мо 
10 35-5- 85) Т5, Sy, ОТ, Мо 
10 60-90= 85) TS, Sy, ОТ, Мо 


72- 500 85] Т5, Sy, ОТ, Мо 
60 240 . RC, Sy, АТ 2pF 
2048 120 . Co 1, ВрЕ, RC 
30-110= 150 Е 100 Ну, 5у, СВ, СЕ 
30-110-- 200 . 100 $1, 5у, СВ 


60- 12,5W . . Ph 

35= 12,5W . Ё Ph # 2 N 380 
60-180 = 150 100 Тх 8 7), Hy [LI], Со 
60-180= 150 . Тх, SL, RC 

12-60= 85W . 200 Tx, Ра, Ry, SE & 


12-60= 85W (10) 200 Тх7)9), Tr, Ry & 
60-150= 93W : Бе 

>20= 25 85) СВ, Ph, GJ, Sp, UT 
20-150= 150 [100] СЕ, КЕ 

30-120= 150 | [100] СЕ 


20-150 = 150 100 Тх 10), Ву, СЕ & 
30-150 = 150 100 Тх 10), Ву, СЕ & 
30-150 = 150 100 СЕ7),С),$у& 
#0-150 = 150 100 Tx 10), Ву, СЕ & 
60- 50 . ЕС, Мо, 5у, АТ, С! 


65- 150 . . e Мо, ВС 
40 25УУ 40 90| Bx,CB 
50 25УУ - Вх 

40 25УУ 90| Вх 
25= 180 . Wh, UT 


33- 180 4 Wh, UT 

>30= 150 85 Тх5)47), СЕ, Va & 
>30= 150 . Тх, ВС, СЕ, КЕ, 5у 
35= 150 ВС, UT х 2 М 406 
35= 150 


65= 150 
65= 150 
0,98 80 
0,98 80 
0,987 80 


0,987 80 
150 
150 


ЕЗ 82838 


ЕЗ w ш ы ш ш 


33 
» 


54484 43454 35454 54444 
255 


о 


ARWW шшш шы шышы 


98 


o суми 


л 


888 8 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
г2 
та 
T2 
та 
T 2 
Шар! 
IT 2 
т 2 
т 2 
та 
и 2 
тоа 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


aan 
че 


58 588 


~ 


З 


---4- 


2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 


со 


вс, UT # 
Ву, TS, СЕ, ©) 
Sy, UT 

150 Ry, GE, GJ, Sy & 
150 Sy, KE, UT 


200 . 19 

150 . . Ву >. 2 N 271 

150 Ку,5у & 2 № 271 A 
150 Ву 8), GJ, TS 8 

150 Ву 8), С), TS & 


25W Bx 
25W Bx, Sy 
34УУ 4 | Вх, Sy 
25УУ | Вх 
350. Ву 


за за 
ом зо 
ми 


ччмма асосс оо-ао 0000 
мача ге 


Бов вв ыы 


ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
ы 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
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Transistoren 2N 424...2 N 469, A 


Imax | Bemerkungen 
© 


т 6 200 Tx 7) 9), Тг, Ву & 
d 6 . Si, Fa, SE, Тг 

T 4 85] Ry 8), Tx, SL & 

T s = 6 85) Tx, Ry 8), SL & 

T 2N427 Ga Li s (11 0254 40-в0= 150 зо 1 85] Tx, Ry 8), GE & 

T 2N428 ба Li s И] 0254 >60- 150 400 30 17 85j Тх, Ву 8), СЕ& 

t 2N429 $ н ў СЕ 

t 2N 430 5і . 'Х 6 5 В 25 СЕ 

t 2N 431 Sj U 8 и<30 . . СЕ 

1 2м 432 Sj U 6 5 . 1555 . . СЕ 

t 214 433 5) U . и<109 . . СЕ 

t 2м 434 Si Цаг, а 110 Я . СЕ 

T 2N 438 Gi и HX50 1 10 25 100 (30) 2,5 85] CB, Ry, GJ, Sy 

T 2МАВА Gj LI HX50 1 10 25 150. (30) 2,5 85 СВ/Ну, Ry, Sy 

T 2N 439 Gj LI HX 50 1 10 35 100 . (30) 5 85} СВ, Ву [Li], GJ 

T 24439 А Сі и НХ 50 1 10 35 150 (30) 5 85} СВ/Ну, Ву, 5у 

т 2м 440 с и нх5 1 10 65 100 (30) 10 85) СВ/Ну, ВУ ПИ, С) 
T2NWA Gj LI HS 50 1 10 65 150 e 30) 10 85) СВ/Ну, Ry, Sy 

T 2м 441 Са № NL БА 2 100 20-40= 93W 15А (40) 0,2 100) СВ, De, Мо, Тх & 
Т 2м 442 Са № NL БА 2 100 20-40= 93W 15А (50) 0,2 1001 СВ, Ое, Мо, Тх & 
Т 2м 443 Са № NL 5A 2 100 20-40= 93W 15А (60) 02 100] СВ, De, Мо, Tx & 
T 2N 444 Ga Li sX (1) 4,5 6 15 100 e 18: -1 85 СВ, СТ [Мо] 

T 2М 44 А Ga Li sX 0,5 20-40= 150 25 20 . с! 

Т 214445 Са Li sX (1) 4,5 6 35 100 12' -2 85 СТ, СВ 

T 2М 445 А Ga Li sX 20 40-160 = 150 18 2 GJ 

T 2N 446 ба Li sX (1) 4,5 60 100 10: —5 85 СТ,СВ 

T 2М 446 дА Ga Li sX 20 2 60-250- 150 15 5 GJ, GT 

T 2N 447 Ga Li sX (1) 4,5 125 100 6 9 85 СВ, СТ | Мо) 

T 24447 А Ga Li sX 20 . 2 80-300- 150 Ч 12 5 . ‚GT 

T 2N 448 бо "Fe H 4 . . 8-51- 65 . 15. 5 . СЕ 

T 2м 449 ба Le н 1 . . >34ш 65 4 15 8 СЕ 

Т 2м 450 ба Lb sX 10 . 6 >30= 150 125 (20) 10 85] СЕ, UT 

1 284451 5і 4 ме. . . 448 85УУ . . СЕ 

t 2N 452 $ NL 2,548 85W . СЕ 

t 2N 453 5 NL 648 85УУ « СЕ 

t 214 454 5і . NL 4 . 1098 85. . . . СЕ 

Т 2N456 Ga Mk NL 1A 1,5 200 130= 50W 5А 40 . 95] Tx 9), АТ 

Т 2N456 A Ga Mi Ns 5A 1,5 500 30-90= 150W 7A 40 (0,43). Tx, De 

T 2N456B Са Мі NL БА : : JA У (ел) >: бе 

1 2М 457 Ga Mk NL 1A 1,5 200 A 460 . 95] Тх9), АТ, АТ 

Т 2М457А Ga Mi Ns 5A 1,5 500 ТА 60 (0,43). Tx, De 

Т 2N457B Ga Mi NL БА . . 7A . (0,2) . De 

T 2N458 Ga Mk NL 1A 1,5 200 130= 50W БА 80 . 95] Tx9) 

Т 2N458A Ga Mi Ns 5А 1,5 500 30-90= 150W 7А 80 (0,43). Tx, De 

T 2м4588 Ga Mi NL 5A . . 30-90= . 7А . (0,2) . Ое 

Т 2 М 459 Са Мі з 2А . 500 20-70= (50W) БА 60 0,3 D Т$.2.2М 378, Мо 
T 2N460 Ga Li Ns (1) 6 15 25 (200) 400 35 12 100) TS, UT. 2 N 381 
Т 2м461 Ga Li Ns (1) 6 15 30 (200) 400 35 12 100} TS, СЕ, Mo, UT 

1 214462 ба . зі 20 . . = 150 e (40) 0,5 : РЬ 

Т 2м463 ба Nh’NB 2A 4 . 20-60= . БА 60 úk А WE 

Т 2м 464 ба Li NH1 6 15 26 330 40 1 85 Ау8), Мо, GJ & 
Т 2м 465 Ga Li NH1 6 15 45 330 30 1, 85 Кув),Јд, Мо & 

Т 2м 466 Ga Li NH1 6 1590 330 . 20 1,5 85 Ау8), Sy, UT & 

T 2N467 Ga Li NH1 6 15 180 330 è 15 27 85 Ry8), GJ, Ја & 

- 2N469, A г » В В . В . . 5. Fotohalbl. 
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2N 470...2N 512 А Dioden und 


1 |2 з ја |5 је |z |в | 10 | 12 h3 fa hs 
| | | | | 

К Тур АБ Ро Аж (Ше 1 ис В |м mon Umax fg ах Bemerkungen 
| ЕМ тА |v шАМ/- пм |тАУ МН: °С 

т 2мато 59 Li МОС) (6 125 145) (8) 1. Tx: Tr 

T 2м 471 Sg Li МО() (6) 25 (30) (8) . Тж,Тг 

t 2М471А Sg Li HU. 3 2. (304 e Ar 

Т 2N472 Sg Li МО(1) (6) 25 (45) (8) Тх, Те 

Т 2МШ2А Sg Li м1 Е (45) 8 г 

т 2N473 Sg Li ну (1) (6) 25 (15) (10) . Тях, Тг 

т 2м 474 Sg Li ну (1) (6) 25 (30) (10) Tx, Tr 

1 2444 А Sg Li HU. 30 1 Tr 

т 2м 475 Sg Li ми) (6) 25 (45) 10 Tx, Tr 

T 2М45А Sg Li NH1 н 45 10 Tr 

т 2м 476 Sg Li NH() (6) 25 (15) (17) Тх, Те 

T 2N 477 Sg Li мн (1) (6) 25 (30) (17) Tx, Tr 

T 2N478 Sg Li N (1) (6) 25 (15) (11) Tx, Тг 

T 2м 479 Sg и N (1) (6) 25 (30) (11) Tx, Tr 

T 2М@9А Sg Lli N R 30 10 те 

т 2м 480 Sg Li NU(1) (6) 25 (45) (11) .  Tx,Tr, МС 

T 2МАА Sg Li N 1 я 45 (11) Tr 

T 23 481 са пот 42 3 . Be, ОТ 

T 2N482 Ga Li H 1 12 3,5 . Ву, Jd, КЕ, Sy, UT 

т 2N483 Ga Li H 1 12 35 . БВу,14,5у, UT 
2 N 484 ба li H 1 12 10. Be, ld, 5у, UT 
2 М 485 ба Li Moi 12 75 . у, Ј8, UT 

го 2м 486 ба Li мол 12 12 . Ву, Ја, UT 

Г 2N489,A,BSU Li s (50) D. [22] (54) 09 150 Tx, СЕ 5) Ss 20) 

Г 2М490,А4,850 Li s (50) D [22] (54) 07 150 Тх, СЕ5) 5 20) 

T 2N49,A,BSU Li s (50) (3, [22] (54) 0,8 150 Тх, СЕ5) 53 20) 

Т 24492, A, BSU Li s (50) (4. [22] (54) 07 150 Тх, СЕ 5) 5$ 20) 

T 214493,А,850 Li s (50) [4, [22] (54) 07 150 Тх, GE 5) 5 20) 

T 24494, А-С SU Li s (50) (14, [22] (54) 0,65 150 Te, СЕ5) 55 20) 

Т 2М49 Sa (М HO) , 5 21 Ра МЗ 

T 2м 496 ба LwsX 15 . «140 00. № 

t 2м 497 SM Li P 200 10 500 60 (4) 200 Тх6)9), GE,Tr,Va& 

Т 24497 А SM Li Р 200 10 . _ 60 10008 Тх 9), СЕ, Тг 

T 2м 498 SM Li P 200 10 500 100 (4) 200 Tx6)9),GE,Tr,NC & 

T МАВА SM Li P 200 10 10 12-36= 100 . .  Тх9), СЕ, Tr 

T 2м 499 Са Le НУ. мянг: 18 [100] . РҺ, С], Sp 

1 213 500 Ga Ұз оо „вы «Мою . 15 400 . РВ 

T 2N 501 Gd КВ зХ 50 05. 70- 50 (15) (90) 85 СВ, 5е, РН, С), Sp 

Т 2450118 СЕ Lm Н; . ЭРГЭЖ” 200 (15) 10ns 100} Sy 

T 2М501А Gd КВЗХ 50 05. 95= 50 (15) (90) 100 СВ,РҺ, С), 5р 

Т 2 №502 Gd Le НО? 10 5 65 20 (500) 85|] Se, Ph, С), Sp 

Т 2М502А Ga la ҰН 2 . . 65= . 30 (220). РҺ,С),$р 

Т 214503 ба іа Н (2) 105 45 50 20 [100] 85] Зе, РҺ 

Т 214504 ба іа Hrs 57%: СИЕ . (12) 150 . РҺ,СВ,С),5р 

1 2 М 505 бү . ун. а. № 20 8 Sp, С) 

1 2N506 Gh = ЛЕ 12. 2550= . 40 06 5у 

1 24507 Gh. виб 20. 25-50- Юу 06» 5 “ЗУ 

T 2м508 ба L МВ 20 . . 125= 100 16 3,5 60] СЕ, ОТ. Ss, Мо 

T 2М5УВА Ga . гм 20 1 7 120= 2: 25.48: % E 

1 214609 Gi НА. See (30) (400) 100 Ers:2 М 1195 

T 23511 Ga Mi UL 10А 2 2тА20-60= 25A 40 (025). Тх 

T 2М511А Са Mi UL 10А 2 2тА20-60- 25А 60 (0,6). Тх 

T 2М511В Ga Mi UL 10А 2 2mA 20-60 80 (0,26). Tx 

T 2N512 Ga Mi UL 15A 2 2тА20-60= 25А 40 (0,28). Tx 

T 2N512A Ga Mi UL 15A 2 2mA 20-60= 25A 60 (0,28). Tx 
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Transistoren 2 N 512 B...2N 547 


п |12 m 


Inox |Олох| 5 |Ветегкипдеп 
mA У МН: 


Т 2М5128 ба Mi UL 15А 2 

Т 2М5128 Ga Mi UL 15А 2 и Tx 

T 2N513 Ga Mi UL 20А 2 2тА20-60= 150W 25А 40 (03). Tx 

Т 2N513A Ga Mi UL 20А 2 2mA 20-60= 150W 25А 60 (03). Tx 

T 2N513B Ga Mi UL 20А 2 ?тА 20-60- 150W 25А 80 (0,3). Tx 

T 23514 ба Mi UL 25А 2 2mA20-60= 150W 25А 40 (035). Tx 

Т 2N514A Ga Mi UL 25А 2 2mA 20-60= 150W 25А 60 (035). Tx 

Т 2NSI4B Са Mi UL 25А 2 ?тА 20-60-: 150W 25А 80 (0,35). Tx 

T 2м 515 Ga Je H . 2222 26:80 150 100 18 3 851 Sy 

T 2N 516 Ga Je но. ‚ . 10-60ж 150 100 18 3 85] Sy 

T 2N 517 Ga Je H 16 5-15 150 100 18 з 85 Sy 

T 2N518 Са LE sX 10 6 >60= 150 125 12 10 85j СЕ, ОТ 

T 214519 ба МозН (1) 452 25 150. 15 0,5 85 СТ. 14, Sy, UT 

T 2М59А Са sH 20 . 20-50= 150 . 18 05 . бсі%,0Т 

T 2N520 Ga L Hs (1) 452 0 150. 123 22 СбТ,)4,КЕ,$у 

Т 2м520А Ga Li Hs 20 2 40-70- 150. 15.2 GJ, Jd, КЕ 

T 2м521 Ga LI Hs (1) 452 70 150. 10 8 22 6Т,14, КЕ, UT 

T 2N521A Ga Ш Hs 20 2 60-250= 150. 12 в - 6112, КЕ, UT 

Т 214522 Ga Li Hs (1) 452 12 190. 8 15 . СТ.19,КЕ, ИТ 

Т 2N522A Ga LI Hs 20 2 80-320=150 . 10 15 . 01,9, КЕ UT 

Т 214523 ба Li Hs (1) 452 20 150 . 6 ры. стао 

Т 2N523A Ga LI Hs 20 2 100-400- 150 . 6 22217 -47:544101,14:01| 

Т 214524 ба He 20 1 500 (45)2 851 Tx, СЕ, Ма, Sy, UT& 
T 214525 СаО сан» 20761 500 (45) 2,5 (85) Tx,GE, Ма, Sy, UT& 
T 214526 ба Us 20 1 500 (453 851 Tx, СЕТ), Ми, Ма 4 
Т 2м527 ба и з 20 1 500 (45) 3,3 85) Tx, СЕ, Ма, Sy, UT& 
T 2 №528 ба sT 500 . 10 >20= 25W . 40 4 . WE 

' 2N 529 Gi LI МР (1) 1 2 4 15 1 : Ста) 

+ 2м 530 e И МР (1) 1 2 15 1,3 GT 41) 

t 2м 531 с И МР (1) 1 2 15 1,5 ст 41) 

t 2N532 Gi L № (1) 1 2 ; 15 1,8 GT 41) 

t 2N 533 Gi Ш NP (1) 1 2 3540- 10 . 15 2 GT 41) 

T 2N534 Ga KC’Ns 1 в 10 25 R (50) | Ph # 2 N 1189 

T 2 №535 Ga КС’ М 1 3 10 50 20 20 2 85 Ph#2N 1192 

Т 2М535А Ga КС, гм 1 3 10 50 20 20 2 85 Рһ #2 М 1192 

Т 2м535 в Са KCrN 1 3 10 50 20 202 85 Ph 

Т 24536 ба КС’; 30 2 150= 50 : 20 1 . РЬ # 2N 1193 

T 214537 GM Lv мо. ИЕ tt Куй (30)750 . МЕ 

Т 214538 ба Мо М ЗА 2 . 20-50= 32W (3,5А) (80) 02 95} Hw,CB,SD 

Т 2N538A Ga Мо Ns 2A 2 . 20-50= 32W  (3,5А)(80) 02 95 He 23), СВ, 50 

T 2 № 539 ба Мо № ЗА 2 . 30-75= 32W (3,5А) (80) 02 95} Нм, СВ, SD 6) 

Т 2М539А Са Мо'М 2А 2 30-75= 32W (3,5А) (80) 02 95] Ну 23), CB, SD 6) 

T 2м 540 Са Мо № 2A 2 . 45-113 32W (3,5А) (80) 0,2 95] Ну, СВ, 50 

T 2М50А Са Мо № 2A 2 . 45-113 32W (3,5А) (80) 02 (95) He 23), СВ, SD 

T 2м 541 Sg Li N (1) (6) 0,5 80-200 200 25 (15) (15) . Тх,Тг, М5, СЕ, МС 
т 2N 542 Sg Li N (1) (6) 0,5 80-200 200 25 (30) (15) . ТХ, Те, №5, СЕ, МС 
T 2м542А Sd Li U (1) (5) 0,5 80-200 200 (30) . Е СЕ 

T 2N 543 Sg Li N (1) (6) 05 80-200 200 25 (45) (15) . Тях, Тг, NS, СЕ, МС 
Т 2М543А Sg Li N 1 27 08 50005200 “2: 7155 58 и г 

t 2м544 С4 Та Н 16 60= 80 1 20 30 85 5 

T 2N H 

тэ н 

т Ns 

d Ns 

T Ns 
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2 N 548...2 N 599 Dioden und 


1 |2 в ја Is | в | wm m іг | һа |5 
К |Тур | АБ ыы ш, | бр Оз В 19 

| | 
"5а Т 
54 
54 


54 
54 


Са 
Gi 
С! 
Gi 
с 
Gi 
Gd 
Sd 
Ga 
Ga 


Ga 
Ga 
с 

Gd 
Ga 


Ga 


ах танг [fmax] Bemerkungen 
ps v |96 


| 


oo» 


44474 47444 0447747044444 


оооо: 
Ae їл їл їл їл 


== оо: 
An An 


70-100= 120 
200 150 


200 120 

9-22= 100W (25А) (60) 
9-22= 100W (25А)(80) 
19-42= 100W (25А) (60) 
19-42= 100W (25А) (80) 


20-60= 200 . 20 
20-60= 200 40 


ооооо 


м ` An Am An An An 
u mum um vunu: 


= 


Ни, 508) 


Sy, SL 
Sy, SL 
. . . . з. Fotohalbl. 
15= (120) 14 
30= (120) 14 
(120) 14 
15 


++ 499944 ----- 


u 


47-447 
о 


ЕС 
АТ 


ВС, АТ, ОТ 
ЕС, С), 5у, АТ 
5у, В 

5у 

РЋ, ОЈ, 5р 


RC 

Sy 

ст, с! 
ст, с! 
Тх, СТ, 6) 


Тх, СТ, б) 
Tx, СТ, б) 
100] Se, Ph, СІ 
100] Se, Ph, СІ 
100} Se, Ph, СІ 


ог ол. ми оооо WNN 


аа 
мо 

и. мы 
© с 


u 
о 


55544 4444474444 > 


КАЈ ЈИ мое. 


ch 
ч 
о 


Transistoren 2 N 600...2 N 647 
la ја Is |6 з |м [15 


К Тур АБ |Fo Aw, из В IN ` a Оме на вөтөдолрол 
| | | | ma |v шАУ/- |mw_ тА |v Мн |°С 
: те е er EH 


T 24600 Ga Ns sL 125= 750 400 35 10 j Se 

T 2N 601 Ga Ns я (3) (5) 5 175= 750 400 (30) 18 100) Se 

T 2N602 Са La Hs [0,5] 1 . 20-80= 120 . 20 (20) . СТ,Сі,5у,СІ 

T 2N603 Gd La Hs [05] 1 . 30400-120 . 20 (40) . СТ,Сі,5у,СІ 
T 2N604 Са La Hs [0,5] 1 . 40-140=120 . 20 (60) . GT,GJ,Sy,CI 

! 2N605 Gj М Н Ga 40 120 . 15 15 

!2М6% С) Мон 1 (7,5) 60 120 . 15 20 

| 2N607 бј Мә Нә 1 (75) 80 120 . #45. 25 

1 2608 С Мә Н (75) 120 10 . 15 35 

T 2N609 Ga Мом . . 25 100 180 , (25) 12 

T2N60 Ga (а NU. . 2570 180. (25) 11 

T 2611 ба la МИ. . 25 45 180. (25) 1 

Т 23612 ба (а МО: . 25 25 10 . (25) 0 

12М63 Ga (а №. . 25 33 180 . (25) 0 

T 2м614 ба la НО. . 3 3648 120 . 20 3 

T 2М65 ба (ан. : 3 3448 1120 7 520775 

T 2М66 Са ан. . 3 20 129 Че 71549 

T 2N617 ба LaO. ССТ” 1200 БОИ 

T 24618 Са Mi Ns 1А . 3 60-440-909/ ЗА 60 85К 

t 2469 Sa Li №. . блаб5= 250 . 40 0, 

t 2м 620 Sa м Ns. . 5пА 30= 250 s 35 0, 

| 2461 Sa Li №. | 5пабо= 250 . 30 0, 

1 24622 бј... EE ege 5 1300; 

t 2463 а . H. ит МОЎ ,5:-204 кр Е 

' 2465 С sT 450 25W . 30 500 пз 100) 

T 24626 с NH 1A : 10W . 30 7k 

Т 24627 Са Mi Ns 10А 4 90W 10А 30 8k 

T 2м628 Са Mi Ns 10А 4 90W 10А 45 ВК 

T 2М69 Gd Mi Ns 10А 4 90W 10А 60 8k 

T 2м630 Са Mi Ns 10А 4 10-30= 90W 10А 75 8К 

Т 24631 ба и N 10 . 25 20 300 . 18 3,5 85 Ry,UT#2N1194 
T 214632 Са Li №850 . 25 120= 30 . 24 25 85 Ry,UT#2N1193 
Т 24633 Ga Li №850 . 25 60= 300 . 30 1,5 85 Ву ОТ #241192 
T 2м634 Ga М sX 20 . 6 >15= 150 300 20 8 85; СЕ, СВ 

T 2М634А Са Ш sX 20 . 6 40420-150 300 20 В 85 GE 

T 2N635 са Li sX 200 6 >25= 150 300 20 12 85ј СЕ, СВ 

T 2465 А Ga Li sX 200 6 80-240-150 300 20 12,5 85 GE 

T 28636 Ga Li sX 200 6 >35= 150 300 20 17 85 СЕ, СВ 

T 24636 А Ga Li sX 200 6 1 

T 2N67 ба Mi Ns ЗА 1 aw 5A 40 0,5 100] Вх 

T 2М637А Ga Mi Мз ЗА 5 60 5А 70 05 100} Вх 

T 2М637 В Ga Mi № ЗА 5 üm 5A 80 0,5 100] Вх 

T 24638 Са Mi Ns ЗА 1 60W 5A 40 0,5 100] Вх 

Т 2МЕЗВА Са Мі Ns ЗА 5 60W 5А 70 0,5 100] Вх 

T 2М638В Са Mi Ns ЗА 5 60W 5A 80 0,5 100 Вх 

Т 2м639 Ga Мі Ns ЗА 1 60Х/ 5A 40 0,5 100] Вх 

T 2М639А Ga Mi Ns ЗА 5 60\\ 5A 70 0,5 (100) Вх 

Т 2М6398 Са М № ЗА . 5 60W 5A 80 0,5 100] Вх 

! 2N640 Gd Lf H 1 я 80 (34) 42 .  RC,Ers:2N 1697 
t 2N6 Gd LfH 1 80. (34) 42 . КС.Ея:2М1638 
' 2м62 са Lf мол : во. (34) 42. С, Ers: 21639 
t 2М63 ба шизх5 7 120 100 30 (30) . АС, # AT 

1 2м64 Gd Ш Hs5 7 120 100 30 (50) . ВС, Sy, # AT 

! 24645 Са Det 7 120 100 30 (15) . КС,5у, # AT 
Т 2467 Са КВ МВ 50 100 пазва Во. ЖС 
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2 N 647122...2 N 700 


Dioden und 
а |5 66 |7 |в |9 14 
"Fo |Aw Ir 
йш 


"ie "H 150 


10 из |15 


У/- mW тА V 


Ur 1 9,8 IN [Жах |Umox fo tmax Bemerkungen 
У нА MHz ха 


5у 


22 2 
> 


ФЕ 
ow 


an 
24434 FAIN 85 
пе» 


aan 0.0.0.0.с. с. с. с. с. с. 
оо» 


SSNN 
3256 


22 222%2:22%222 77727 77727 77227 222 


335 58 


ырымы мюмюоум ююююю ююююю ююююю NNNNN ююююю ююююю ююююю 
277 
Фоооо оо 
дж 
522043 
> 


2N 697 A 
2N 698 


2N 699, A 
2N69B 
2N 700 


БОР. 
> >>> > 


м лә 


кв 
Jm 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
ш 
Li 
Li 
Li 


Li 
Li 
Li 
Li 
Li 


Li 

Mi 
Mi 
Mi 


NB 50 
N 50 
Ns 1 
Ns 10 
Ns 1 
10 


1 
10 


алоо 
о 22: 


ом мом 
“nun 


.м 
о 


14 
0,8625 


0,8625 
. 40 
40 


40 


0,183 
10 1 


10 1 


10 2 
10 2 


10 0,1 40-120= 577 


2 


150-150-- 180 г. 


65= 


100 


50-150= 180 


30-70 
30-70 


50-100 
50-100 
100-225 
100-225 
30-70 


50-125 
100-251 


20-60 = 


200 
200 


200 
200 
200 
200 
200 


200 


2УУ 


40-120 = 2W 


10 


75 


85] 
85] 


мм 


100 


аа e 


100 


1517 


100 


Ф. ONN змюмм 
іл 


ососо оо. 
ммм тлі кк 


бүрээ 


Виз 
8 us 
Виз 
(300) 
(60) (100) 
(60) (40) 
(60) (100) 


e (60) (100) 
500 (120) (90) 
500 (120) (100) 200 
500 (120) (120) 200 
50 20 (500) 100) 


кс 


Мо 
Мо, Sy, UT, Tx 


Мо 
Мо, Sy, UT, Tx 


Mo, Sy, UT 

Tx 6) 9),Rh,Fd,Ry,Va 
Tx 9), СЕ, NS & 

Тх 6) 9), Tr, МС & 


Tx 9), GE, NS, МС & 
Ву, КЕ, Тх 
Ку, КЕ, Тх 
Ву, КЕ, Тх 
Ку, КЕ, Тх 


Ку, КЕ, Тх 

бе 

Ое 6) 

Мо, De 5. 2 М 176 


Вх; Ers: 


Вх; Егз: 
Вх; Ers: 
Вх; Ers: 
SL, $у > 
Тх 


Тх 18) 63), Ту СЕ & 
Тг, RC, Со 

Тх 18) 63),Ту, СЕ& 

СЕ 18), Та, ЕС 

СЕ 18), Та 


СЕ 18), Та 


Мо 

Тх 8) 9),Tr, Fd, СЕ,Уа 
Rh (Мо, Co, RC 
Tx 8) 9), Tr, Ед, Май 


Rh 

Tx 9), Sp, Sy, МС & 
Tx 9), GJ, Jd, МС & 
Ед 

Мо 


Transistoren 


Ш 


190 а (а 
тА |У 
50 115 17500) 1061! Sy 


50 


50 
50 


50 
50 


500 
100 


50 
50 


50 


200 
200 


1 2 з 14 |5 [6 10 
іш [Ab Ро Ам Ip м 

| | тА mw 
т 21470018 GE (Ы, т ы 

m Hs . 75 
Т 2N70A СМ ІР НУ (2) 75 
Т 2N 701 СМ Lm’HV. 75 
Т 2М 702, А SM іт sH (1) 600 
Т 2М 703, А SM іт sH (1) 40-120= 600 
Т 2М705А GM іт sX 10 300 
Т 2N 706 SE Lm sH 10 НА 
T 2N76A SE [тзн 10 20-60= 1W 
Т 2м 706 В SE LmsH 10 Wad 
T 2N706C SM іт U 10 .  20-60= 1,2W 
T 2N706M SE (тон 10 0,2 0,5 30-120= 300 
Т 2м 707 SM т 50 10 1 5 12- 1У/ 
T 2М707 А SM Lm NH10 . 1 2= 1W . 
Т 2м тов 5(Р) Lm НХ 10 1 25nA 30-120= 1,2W . 
Т 2м 709 SP Lm зн 10 0,5 0,05 20-120= 360 
Т 2N 709 SP іт 5Х 30 1 2пА 43= 300 
Т 2М7ФА SP Ш sX 10 0,5 SnA 30-90 300 
T 2М710,А GM Lm sH 10 052 150 
T 2М711 СМ Lm sH 10 051 150 
T 2N71A GM Lms 10 051 150 
T 2М7118 GM Lms 10 0,5 2 30-150-- 150 
Т 2м 715 SM іт HL 15 101 
Т 2N 716 SM Lm МО 15 10 1 
T 2N 717 SP Lm U 150 10 1 
Т 2м717А SP Lms e - 
T 2N 718 SP іт 150 10 1 
T 2М7ЇВА SP Lm U 150 10 10nA 40-120= 1,8УУ 
Т 2N 719 SP (то 150 10 1 
T 2N TA SP [т U 150 10 0,0120-60= 1,8W 
Т 2N 720 SP т О 150 10 1 40-120= 1,8W 
Т 2М70А SP {т 150 10 9,01 40-120: 1,89 
Т 2м721 SM Lm Ns 150 10 20-45= 1,5УУ 
Т 24722. А SM (т Ns 150 10 1 30-90- 1,5W 
Т 2М725 GM Lm Ns 10 . . 20- 150 
Т 2М726 SP LmsH 10 1 10 15-45= ТМ 
Т 2м727 SP Leah 10 1 1 30-90= 1W 
Т 2N 728 SM Lms 10 6 5 >20 300 
Т 2N 729 54 {тз 10 6 5 >20 300 
Т 2N 730 SP Lm О 150 10 20-60= 1,5W 
T 2N 731 SP {т U 150 10 40-120= 1,5W 
Т 2N 734 SM Lm МН (5) 5 1 20-50 500 
Т 2N 735 SM Lm МН (5) 5 40-100 500 
Т 2М735А SP ImU 5 0,5 Бод 40-100-- 500 
Т 2м 736 SM Lm NH (5) 5 1 80-200 500 
Т 2N736A,BSM Lm NH (5) 5 0,5 80-200 500 
Т 2м 738 SM Lm МН (5) 5 1 20-50 500 
Т 2N 739 SM Lm NH (5) 5 1 140400 500 
Т 2М739А SP то 5 0,5 БпА 30-100 500 
T 2М 740, А SM Lm МН (5) 5 1 80-200- 500 
T 2М74,А GM Lm НО5 2 3 5=' 300 
Т 2М 742, А SM іт ОУУ100 >20- 500 
Т 2м 743 SE LmsH 10 0,351 20-60- 1W 
T 2N 744 SE LmsH 10 0,351 40-120= 1W 
Т 2N 745 SM Lx NH 10 0,0535= 170 
T_2N 746 SM Lx МН10 0,0560=__170 


2 М 700/18...2М 746 


12 Из 14 |5 
fmox| Bemerkungen 
MHz |°С 


25 (500) 100} Мо 8) 
25 200 . Mo 8) 
(25) (150) . Tx 8), Mo, NS, NC 
(25) (150) . Tx 8) 9), Mo, NS, NC 


300 [100] Tx 9), Мо, Ry & 
(400) 175 097, Ма, па 
(400) 175 r, + 2 N 3261 
(400). Тх9), PS, Мо, Jn & 
(400). Sy 


(400) 175j Мо 6) 

400 175] Но, Ед, Мо, NS 4 
600 175) Мо 

(450) 200 Fd,Tx,In, 9),Tf.Va & 
(600) . 5у, Fd, Ма, Tx 


40: 200) ЕС 9), Со, Sy 
(900). Tr 3 pF 

(300) [100] Tx 9), Mo, Ry & 
(300) 100) Tx 9), Мо, Ву & 
300 100; Тх 9), Ку, Sy, Мо 


300 100; Тх9), Ву, Sy, Мо 
(150) 11751Тх, М5, МС 

(150) [175] Tx 9), NS, МС 

[20] 175 Тх,Ға,Р5, ВВ, Тг, Ма 
(20). Р5 


[20] 175 Tx,Fd,PS,Rh,Tr, Уа 
(75) (60) 175 Тх, Ед, Ву, Уа, МС 
(120) (90) 1751 Tx, Ға, PS, Rh, Tr 
(120) (40) 200) Tx, Fd 

(120) (100) 175 Tx, Ға, PS, Rh, Sy & 


(120) (50) 175 Tx, Fd, Ву, Sy, МС 
(50) [20] Tx, ға, Кр: 2 N 717 
(50) [20] 175і Tx, Ға, Kpl:2 N 718 
(15) (300) . Мо,5у 

20 (140) 175j Тх 9), Tr 


20 (140) 175) Тх9),Тг 
30 (150). Tr 
15 (150). Tr 
(60) (40) 175 Тх, Te, Ву, МС 
(60) (50) 175 Тх, Тг, Ву, МС 


(80) (30) Тх, М5, МС, Со, Тг 
(80) 40 Tx, NS, МС, Со, Тг 
60 


: 50 6 РЕ 
(80) 50 тх, №, МС, Соте 
(80) [30] 


Tx, SD 
(125) (30) Tx,Tr, Co 
(125) (60) Тх, Tr, Со, 50 
80 


5 SD 6рЕ 
(125) (60) Тх, Тг, Со, 50, Мо 
15 (360) 


Мо, 5у 
60 (60) NS, МС 
12 [100] Tx 9), Sy, Вг, Jn, Ма 
12 (100) Tx 9), Sy, Br, In, Ма 
Ку = 2 N 337 
Ву ~ 2 N 338 


175 


175) 
175) 


175] 


1751 
100; 


175 
1751 
175 
175 


173 


2N 747...2 N 801 Dioden und 


15 6 |z ja ЇР 0 In 12 үз 14 15 
Ам | ы Шыр |N ai [Тех | Унах fg (ак. 
| [mA ЫА | МЕ |тА ІМ MHz | °С 


НА 
эх 10 "gud 60= 1430 |. 125 25 

sX 10: блАзо= 40 . 25 175 
0,01 10 0-7 60 175 
0,017 420 25 175 
0,054 420 . 12 175 


. 40-150 500 A (200) . NS 

0,5 40-120=1W . (200) 175] Тх 9), Ни, Va, Со & 
20-80= 5 (44) . Тг 

20-80= . тг 

12-22 А NS, МС, Тг 


12-22 . NS, МС, Tr 
18-40 Е NS, МС, Tr 
18-40 . NS, МС, Tr 
18-90 А NS, МС, Tr 
18-90 $ NS, МС, Тг,50 


36-90 . NS, Ss, МС, Tr 
36-90 e NS, МС, SD, Tr 
76-333 500 NS, Ss, NC,Tx 
76-333 500 NS, NC, Tx, SD 
19 500 . . ы5 


39 so. NS, NC 

-8 à е Те 25) = TSW 31 
-8 қ ; 22 Тғ25) = TSW 61 
-8 Е : . Те25) = TSW 101 
-8 s у 22 Тғ25) = TSW 201 


40- 35 e (175). Ph, Sp 
55= 35 (900) 100) РЋ, Бр, 5е 
12-60= 35 Е (410) . Ph 
30-150= 35 . (150) . РҺ 

35= 150 . (110). РЬ 


6-18 150 . 00) . Рћ 
11-36 150 e (90) . РҺ 
28-0 150 . (160) . Ph 
6-18 150 . (120) . РА 
11-6 150 . (160) . РЬ 


28-0 150 . (180) РЬ 
50-200 = 60 қ (450) [100] Ph 1,9рЕ 
50-200 = 60 я (450). Ph, Sp 

юу”: 150, #1. РҺ 

0,01 35-140 1W 130) 175} Тх ~. ТІ 490 


5 25- 150 6008 100) 

0,15 20- 150 7505 100) 
20-60= 300 А . 

. 25= 360 2005 . 

2пА 9-20 200 . 160 


2пА 18-40 200 160 
2пА 18-90 200 А 160 
2пА 36-88 160 
2пА 78-330 . 160 
50= Я 


75= 
85- 
>40- 
45ш 
30-60= 


о 


2N 754 
2N 755 
2N 756 


214 756 А SM 
2N 757 SM 
24 757А SM 
2N 758 SM 
2N 758 A,B SM 


2N 759 SM 
2N 759 A,B SM 
2N 760 SM 
2N 760 A,B SM 

SM 


оо 
~ 
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Transistoren 2 N 803...2 N 902 
14 115 
тох Ветегкипдеп 


5 је |7 je | р | 12 


ант | Бр Us, KK 
2 ШҮ mw [ma v 


30-150= 70 
150ж 150 


20- уу . (25) (400) . 


2N 838 GM тн 10 5 10 70- 150 . (30) (450) 100 
2м 839 5і Lm МУ 1 5 . 20-45 300 1 45 (44) 

2N 840 $1 Lm МУ 1 5 40-0 300 1 45 (4) 2 
2N 841 5і Lm МУ 1 5 80-330 300 1 45 (44) 

2N 842 5і Lm Ns 10 5 20-55 300 1 45 (44) . 
2N 843 БП (т Ns 10 5 45-150= 300 1 45 (64) 

2N 844 SM ту 5 10 40-120= 300 1 60 (86) 

2N 845 SM то 5 10 40-120= 300 1 80 (86) 


2МВАА Са LmX 10 222.  25-125= 60 . 15 (450). 

21148468 Ga то . . > 150 . А . . 
0,5 20-60= 1W 30 15 [100] 175і 

2N 850 SE ЈЕ sH 10 1 0,5 40-120= 1W 30 15 [100] 175; 


2N 851 SE ЈЕ зн 10 0,351 20-60= ТУУ 200 12 [100] 175j 

2N 852 SE ЈЕ sH 10 0,351 40-120= 1W 200 12 [100] 175) 

2 N 858 ба Lms 5 . .  10-60= 150 . 40 (4) . 

2 М 859 ба іт Мз 5 25-100- 150 А 40 (14) 

2 N 860 ба іт з 5 * .  10-40= 150 . 25 (14) : 

2N 861 ба іт Мз 5 . .  25-75= 150 . 25 (22). 

2 М 862 ба іт з 5 12-48 = 150 . 15 (14) . РҺ 

2N 863 Sa іт Мз 5 35= 150 . 45 (22) - РЬ 

2 М 864 ба іт ve 5 20-100-- 150 . 6 (22) . РЬ 

2N 865 ба іт М 5 . 45-125= 150 . 6 (52) РЬ 

2м 869 SP то 10 5 0,01 >20= 12W . 25 (150) 200) Ға # Мо, Тг 
24869 А SP т U 30 0,5 10 40-120- 360 . 30 (550). Fd 

2N 870 SP іт U 150 10 0,0140-120= 1,8УУ . (100) (70) 200; Tx 9), Fd, Tr 

2N 871 SP Lm U 150 10 0,01 100-330= 1,8W . (100) (90) 200} Tx 9), Ға, Tr 

2N 876 SN У 5 1,5 02 0,8 . 200 15 . . SP 19), НЕ, Tx, Tr 
bis bis 

2м 881 sy, Ст Үг? 5 1,5 0,2 0,8 . 200 20 . . SP 19), Hf, Tx, Tr 
2 N 884 SV ту 1 1,5 0,020,6 . 200 15 . . 5Р 19), НІ, Тх, Тг 
bis bis 

2 N 889 SY ту 1 1,5 0,020,6 . 200 200 . . SP 19), Hf, Tx, Тг 
2 М 892 SN їтэз 0,05 0,7 A -1,5 . 150 15 . . 5Р,Тг 25) 


2N 901 SV Lms 005 07-2 41,5 қ 150 200 . . SP, Tr, 25) 
2N 902 Sd 40) NH 1 2пА 9-20 Ву 2 N 332 


175 


2 N 903...2 N 965 Dioden und 


1 |2 в ја |5 [6 |7 le |9 по | haha |а [15 
| | | 

К Тур АБ Бо Аз Up Is В м 237 11: | Ветаг E 

|тА_|У rä om |тА ЈУ [mHz |°C 

24903 54 (40) NH1 1 апд 1840 1170 |. '(%)'8 760” а 
284904 59 40) NH1 ` 2пА 18-90 150. (45) 11 160 
284905 54 40) NH1 ` 2һА 36-88 170 . (45) в 160 
24906 54 40) NH1 | 2пА 78-330 170 . (45) 13 160 Ву 2М 336 
24%7 54 40) МН10 | 72пА20-55- 170. (45) 30 160 Бус 214337 
24908 54 40) NH 10 . (45) 45 160 Ry 2 338 
2N 909 SP Lm UV 50 : (60) (160). Ед,Тг 
2N 910 5Р {т UV 10 ` (100) (85) 200 Fd, Ву, Тх #21973 
2N911 Sp Lm UV 10 ` (100) (70) 200 Ға, Ву, Тх 2 31974 
24912 5Р (т UV 10 10 25һА >15= 18W . (100) (50) 200 Еа, Ву, Tx#2N1975 
2494 SE Lm ШМ10 1 255430-120= 12УУ/ . (40) (350) 175 Ға; In, Ма, ТҮ, Со,Тх 
24915 Sp (т 0У10 5 0,0140-160=1,2W . (70) (350). Ға, Sy, ТҮ, Мо 
24916 SP іт ОУ 10 1 0;0150-200= 1277 . (45) (400) 200] Ра, ~ 857 22, In, Tx 
2497 SP LmsH 3 1 ТА >20= 300 . (30) (800) 200) Ра, 5у, МС, ВС, Тг 
2NMB SP ту 3 1 0,01 >20= 300 50 (30) (900) 200 Ед, Je ВС. Мо,Ма,т! 


2N 919 SL Lm sX (25) (350) . PS, Br 
2N 920 SL Lm sX (25) (350) . PS, Br 
2N 921 SP LmsX . ES ьа . (50) (400) . PS, Br 
2N 922 SP LmsX . 1] 40-120=12\м . (50) (400) . PS, Br 
2N 923 ба іт №1 222. 42-30 150 . 25 08 200 NS 
2 М 924 За іт № 1 . . 24-70 150 А 25 08 200] NS 
М 925 За іт № 1 . . 10-24 150 Е 40 08 200; NS 
N 926 ба іт №1 . 20-55 150 e 40 08 200} NS 
N 927 ба іт №1 = = 18:22 150 = 6% 08 200) М5 
N 928 ба Lm Ns 1 . 18-50 150 . 60 08 200) М5 
N 929 SP тут 5 2nA >60 300 30 45 (300) 175 5А9), Тх, In, Ма, ТГ 
М9А SP U гм 0,01 5 ?лА40-120- 300 10 60 (45) . GJ, SD, Tr 6 pF 
N 930 SP іт 1 5 2nA > 150 300 30 45 (300) 175 5А9), Тх, In, Va, Tf 
МУСА 5 Lm rU 05 5 2nA 150= 500 e (60) (45) 200 МС 8рғ, 50, Тг 


м 934 СЕ . (13) (60) . вс 

М 935 5а 100 40 02 160) Sp. 2N 327 A, SD 
N 936 Sa 100 35 0,3 160) Sp 2N 328 A, SD 
N 937 Sa 100 30 0,5 160} Sp. 2N 329 A, SD 
N 938 ба іт 1 6 2554 9-22 250 100 35 1 175] Sp. 2 N 1025, SD 

N 939 Sa Lou 1 6 25пА 18-44 250 100 35 2 175] Sp. 2N 1026, SD 

N 940 За іт м 1 6 725пА 36-88 250 100 35 2 1751 Sp 2N 1469, SD 

N 941 58 іт М . 1mV2,5nA . 250 50 25 16 175} Sp 2 М 1917, SD 

N 942 58 іт. 3mV2,5nA . 250 50 25 10 175] бр ~ 2 № 1918, SD 

ы 943 ба іт № . 2mV5nA . 250 50 40 1 175) Sp. 2 М 1919,50 

N 944 ба іт W 3mVS5nA . 250 50 40 1 1751 Sp 2N 1920, SD 

N 945 ба іт W 4&т\/5пА . 250 50 50 1 175; Sp— 2 М 1921, SD 

N 946 58 [ту . 4тУ5пА . 250 50 80 1 175] 5р 2N 1927,50 

ы 948 sv 7 2 0,021 . 200 30 . Tr 

d bis 

N 951 sv. Џул 2 0021 . 200 200 . . Tr 

N95A GE LmsH 30 . . »30- 150 . 8 ас). RC 6 pF 

N 956 SE іт U 150 . 10nA 100-300= 500 . (75) (60) 200) Мо, Тг 


о 100-300= 1,8W. (75) [20] Тх 9), Ма, МС 
>45= 250 (40) (200). Tr 
>20= 150 150 15 (300) 100 Мо, Ву, Тх, Sy 


>20= 150 150 12 (300) 100 Мо, Ву, Тх, Sy 
150 150 12 (300) 100 Мо, Ву, Тж, Sy 
40= 150 . (15) (460) 100 Ву, Тх, Мо 
>40= 150 15 (300) 100 Мо, Ку, Тх, Sy 
150 12 (300) 100 Мо, Ву, Тх, Sy 


чачач 544954 о 0444 ----- ---а- 44-44 У . 35554 ----- 55554 4-4-4-- 
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Transistoren 


ES 
ме 
9 


~ 
ыг 


2 М 966...2 М 1016 Е 


орым осыны ююмюым СВО КО КО ВО КО юмюмюм NNNNN 
ZZZ АЕ БЕЖЕ. ЖЕЛЕК ТАКЕ LCAL 


А 44444 54444 --1-1-- --1--1-1 33533 ачаа 
1 
Ki 
= 
3 


- 4444 


2N 1015 A 
2N 1015B 
2N 1015 С 
2N 1015 D 
2N 1015 E 


2N 1015 F 
2N 1016 
bis 

2N 1016 F 


T 
ЈЕ 
! 

18 
т 
т 
т 
E 
dE 
т 
т 
т 
т 


12 КП 


H 


ооо" о 
маза 


ооооо ооооо 


мым 


о ооооо 
іл nunnan nuu 


оол. 
ооо 


оооо. 
ил 
РРА “wi. + 


140 . 

20-120= 300 
Ё <40 67 
07. . 


5пА >25= 680 
5 35-140- 360 
10 >40= 360 
1nA >4000 2W 
0,01 <8000:= 500 


0,01 >400- 500 
у >40= 150 
+ 10 120 
. 20-55- 120 

45-150 = 120 


90 400 

90 400 

90 400 
150 
20 


57. 

4 20тА >10= 
4 20тА >10= 
4 20тА >10= 
4 20тА >10- 
4 20тА > 10= 
4 20тА >10= 


4 20тА >10= 150W 
4 20тА >10= 150W 


4 20тА > 10ж 150W 


275 ns 100 


275 пз 100 
175 пз 100 
175 ns 100 
275 пз 100 
275 ns 100 


(600) 100 
(400) 100 
(40) . 

(100) 100) 
(100) 100) 


(50) 200 
(450) 1001 
(450) 100) 
(350) 1007 
300 100 


200; 


(300) 175] 
(4) 75 
100 


100 150) 
(200) . 
(200) 200) 


15 


Bemerkungen 


Мо, Ву, Тх, Sy, 
Ку, Тх, Мо 
Мо, ћу, Sy, Тх 
Мо, Ву, Тх 
Мо, ћу, Тх 


Мо, Ву, Тх 
Мо, Ву, Tx 
Мо, ћу, Тх 
Мо, ћу, Тх 
Мо, Ву, Тх 


Ph, Sp, ЗрЕ 

Ph 

Tr 

Бр“ 2 N 1499 A 
Sp ЗрЕ 


МС БРЕ 


Fd; Kpl: 2 №914, Мо 
Fd 


Fd, Tr 
Tx 43) 21) GE 
Ед 21) 43) Ву, СЕ, МС 


СЕ 21) 43), МС 


Вх, ЕТ, Sy, ОТ, Мо. 
Вх, ЕТ, Sy, UT, Мо 
Вх, ЕТ, Sy, ОТ, Мо 
Вх 

КС, ЕТ 


Вх, Су, Мо 8) 
СВ, с), ЕТ, СТ 
кс 

АТ 

Wh, Si 


Wh, Si 
Wh, Si 
Wh, Si 
Wh, Si 
Wh, Si 


Wh 
Wh, Si 


Wh 
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2 М 1017...2 N 1045-1 Dioden und 


4 |5 |е |7 в m p2 з [14 15 

Ро Аж Ше Бр Ш, [В [max Оһо Vase) Bemerkungen 

| | |тА у |А м/т |ту/ |тА М (МН: |°C | 

"арын! KI Џ Т 12 Т 
500. Ву, ЕТ, 14, ОТ 
400. ву, ЕТ, ОТ 
50W 7А Tx, De # 2 М 456 
30-90= 50W 7А . Тк, Ое # 2 № 456 


20-175 120 . 5 RC # 2 М 384 
>9 250 SR, NS, МС, SD 
9-22 250 SR, NS, NC, SD 
18-44 250 58, МС, SD 
>36 150 мс 


> 18 250 
>9 250 
20-60= 50W 
20-60= 5077 
20-60= 50W 


20-60= 50W 
50-100 = 50W 
50-100 = 50УУ 
50-100 = 50W 
50-100 = 50W 


50УУ 
sow 
50W 
50W 
50УУ 


50УУ 
50W 
50W 
250 
250 


250 
150 
20W 
20W 
20W 


20W 
20W 
20W 
20W 
20W 


= 20W 
20УУ 
20W 
20W 
20W 


20W 
20W 
20W 
20W 
20W 


20W 
20W 
20W 
20W 
20W 


“an 


Ай! ыйа, өй, 


SR, NC, SD 
SR, NC, SD 


ооочһ unaa 


‚эз 55544 55584 45554 53344 
мэргэнээ 
poopoo ооооо 


Bubu An An An An Ae An An An Ae An мии 


Ву, Но, М5, 58, МС 
Ку, Но, NS, SR, МС 


Ву, Ни, NS, 58, МС 
Ву, Hu, NS, 58, МС 


Tun 


ооо 009000 
~ 


оооо=о оо... 


ооооо 
МА лл Өөө 


An Aa mn An и 


ююююю ммюмюм юкюююю ююююю ююююю мюммюм ююююю ююююкю ммююм ююююю HUH 
22222 22227 72227 22777 722777 27277 72227 22227 2777272 222277 2222 
-А-А-А-А-А Бард пола АНА ААА пао -А.А-А-А-А СА БА А-А bah 


54444 ----- 54545 чччча 444 44 4444 + 
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ліл 


178 


Transistoren 2N 1045-2...2 N 1096 


14 |15 


~ = 


ох ГЕРТИ 
Si ес Ц 


Тх 9), 51, Со 


2N 1047 A A . . Тх 9) 
214 1047 В A . Тх 9) 
2N 1048 e А Tx 9), Sı, Со 
2N 1048 A 5 3 Тх 9) 
2N 1048 В Я è Tx 9) 


2N 1049 у . 1х9), Si, Со 
2N 1049 А у ; : T9) 

2N 1049 В : Р Тх 9) 

2N 1050 Е :  Тх9), Si, Со 
2N 1050 А 


2N 1050B 
214 1051 
2N 1052 
214 1053 
214 1054 


2N 1055 
2 N 1056 
2 N 1057 
2N 1058 
2N 1059 


2N 1060 

2 N 1065 . . А . 

2N 1066 e . . RC, АТ 2 N 1023 
2N 1067 Я e . . . ВС, Si# СЕ 

214 1068 e . . ВС, Si # GE 


24 1069 

2N 1070 . . . 

2N 1072 А . >20= 12,5W 
2N 1073 ` 10тА 20-60= 90W 
2N 1073 A 22 10тА 20-60= 90W 


2 N 1073 B . 10тА 20-60= 90УУ 
2N 1074 i . 

2N 1075 

2N 1076 . . 

214 1077 Е . 5һА 25= 250 


2 N 1078 42) NU 50 . . >30= 20W . a “ СВ; Крі:2М 1330 

2N 1079 Mm UL 1A 10 20-80= 45W . . . Тг 

45. . . тг 
. тг 

СЕ,ЕТ 


СЕ,ЕТ 

СЕ,ЕТ 

Ву, ЕТ, ВС 

Ву, АТ, GJ, RC 
с 


ъъ Мм 


о 


Вх, De [Mi], Мо 
Вх, De [Mi], Mo 


Bx, De [Mi], Mo 
R 


л 


----4 44444 444 44 44444 44444 44444 44444 44444 
ka An bai іл ум 


оооох зээл ~ 


2N 1080 Mm UL 2A 10 20-80 
2N 1084 Li U 1500 1 >20= 5W 
2N 1086 Lk Owi 17-195 = 65 


3 
2N 1086 A Lk Owi 3 17-195- 65 
2N 1087 3 17-195 65 
2N 1090 . . 50ш 120 
2N 1091 ? . 70ш 120 
2N 1092 А .  15-75= 20ү 


2 N 1093 20-50= 300 
Т 2N 1094 . >20= 150 
2N 1095 а A . >9= 500 
2N 1096 . . . >9= 500 


т---4.----- 
~ 
$ 


© aime о 
їл 9 


ES 
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2 N 1097...2 М 1136 В Dioden und 


и 12 15 


Imox [Umax mox Bemerkungen 
[mA М 9 


Т Го, 


200 . 46 3 . СЕ, ЕТ 
200 . 16 3 . СЕ, ЕТ 
150W 15А (80) 0,2 100} De, СВ, Мо, RC, Val 
150W 15А (100) 0,2 100) De, СВ, Мо, RC, Ма 
180 100 15 10k 85) 5у,ЕТ 


180 100 25 10к 85) 5у,ЕТ 


30 5 16 40 . ТЕТ 
30 5 16 35 . ТЕТ 
30: °% 4% 30" 27 Е 
30" 75. 16735 Тх, ЕТ 
30 5 72038 22 ТЕТ 
30 5 20 35 ; TE 
31 5 27 35 ; ТЕ 
e WE 150 > 15 7 5у, ЕТ 
1115 ба U N 60 . . 35-40-15. (1510. 
4446 59 Li Ns 50 6 15 >40= 5W . 60 (6) . Tr 
447584 D Ns 200 6 15 >0- 5 . 60 (4) . Tr 
1118 5 Li мол = % 25 [15] РЋ, бр, 58 
1118A Ss Li МОТ 25 [18] . Рһ, 5р, А 
1419 Ss Ш sX 15 10 (11) |. РЬ,5р,5К 
1120 бр Мі Ns 10А 15А 70 5к 95] Вх, Су, Мо 8) 
1121 бо Le H 1 . 45 8 . GEET 
50 (12) (40) . СВ, бр, Ph, GJ 
1122A Ga КВЗХ 1 50 (14) (40) . CB,Ph,GJ, Sp 


400 (45) 5 100j Se, Ph 


1124 Ga LG Ns (10) 150 (40) 04 85) РҺ11),ЕТ 
1125 Ga LG Ns 500 150 (40) 1 85) Ph 11), ЕТ 
1126 Ga Nr Ns (1) 150 (40) 0,4 85] Ph11)mKf 
1127 Са Nr Ns 500 150 (40) 1 85] Ph 11) mKf 
1128 ба LGN 2 150 (25) 1 85] Ph 11), ET 


150 (25) 0,75 85j Ph 11), ЕТ 
150 (30) 0,75 85; Ph 11), ЕТ 
600 (50) 50 175 Тх 9), Ну, Ед,Ма, МС) 
. (60) 50 175 Hu 1Кр!: 2 N 696 
600 (50) 60 175 Tx 9), Но, Ра,Ма, МС] 


1132A SM Li U 150 10 0,5 30-90 750 . (60) 60 175 Hu [Kpl:2 N 697 
11328 SP Li s 150 1,5 10nA 30-90= 600 600 (70) 4Ons 175) Sy, Мо, Тг 

60W бА 40 0,5 100} Вх, Су 

6ОУУ бА 70 0,5 100] Вх, Су 

60W бА 80 0,5 100; Вх, Су 


-4 444 4---- ч-- 44 44444 44444 35555 55554 55444 
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Transistoren 2N 1137...2 N 1180 


4 js |6 Ув 


~ 


К |Тур АБ не“ I u 222 
У/- 

Т 291137 (Сі (Мі Ns ЗА Г. He 0,5 

T 2М1137А Сі Мі № ЗА . 165 0,5 

Т 2М11378 Сі Mi Ns ЗА о 416 0,5 

Т 2М1138 бі Mi Ns ЗА 150 0,5 

T 2N1138A С) Mi Ns ЗА 150 0,5 100) Вх, Су 

Т 2М111388 Gj Mi Ns ЗА 150- 0,5 100) Вх, Су 

t 2N1139 SM Li s 10 5 >20 (150). тг 

1 2N 1140 54 Li s 50 1 50= (60) тг 

Т 2м 1141 ом Ls H 10 10 5 >10= 750 100} Tx, Мо 

T 2N1142 GM Ls H 10 105 >10- 750 100 30 600 100; Te, Мо 

Т 2N 1143 GM Ls H 10 105 >10- 750 100 25 480 100; Tx 

Т 2М114 Ga Lb № 20 1 16 . 16 13 Ми, СЕ 

Т 2М1145 ба Lb Ns 20 1 16 ы 16513 Ми, СЕ 

1 241146 Са Ма 5А 20 10 15A (40) 2k 95} а, Су 

1 2М1146А Ga Mi sL 5А 30 10 15А (60) 2k 95) )а, Су 
2М 1146 В Ga Mi sL 5A 40 10 15А (80) 2k 95] In, Су 
2N1146C Ga Mi sL 5А 50 10 15А (100)2k 95] дп, Су 
2N 1147 Ga Ми 5А 20 10 60-150=25W 15А (40) (0,15) 951 Су» 2N 1146 
2N1147A Ga МИЗ 5А 30 10 60-150=25W 15А (60) (0,15) 951 Су 
2N1147B Са Mi’ sl 5А 40 10 60-150=25W 15А (80) (0,15) 95] Су 


2N1147C Ga Mi’ з 5A 50 10 60-150=25W 15А (100) (0,15) 955 Су 


t 
+ 

т 

т 

T 

T 

T 2м 1149 Sg Jk N (1) (5). 093 150 25 (45) 4 175j Tx, NS, МС, Тг 
T 241150 5 ІК N () (5). 0976 150 25 (45) 5 175] Тх, NS, МС, Те 
T 2N 1151 Sg ЈК N (1) (5). 0,999 150 25 (45) в 1751 Tx, NS, МС, Tr 
Т 2м1152 59 ЈК М (1) (5). 0989 150 25 (45) 6 1751 Tx, NS, МС, Тг 
Т 2м 1153 59 ік N (1) (5). 0,997 150 25 (45) 7 175j Tx, NS, МС, Тг 
1 2N 1154 59 ЈК N (5) (10). 0,9 750 60 (50) 8 .  Тх, NS, МС, Тг 
1 241155 56 Jk N (5) (10). 50 (80)8 > Тх,М5, МС, Те 
1 2N1156 Sg ЈК м (5) (10). 40 (120)8 #* Tx, NS, МС, Тг 
Т 2м1157 Ga Ni’ NW10A 10 (25А)(60) 02 95] Hw,SD 

Т 2N1157A Ga Hr NW10A 10 . (25А) (80) 0,2 95; Ну, 50 8) 

Т 2м115 Ga и МОЗ SCH 100 20 200 100 РН 

T 2М1158А Са и МОЗ ec ES 100 20 200 100 Ph 

Т 2м1159 Ga М № A . . БА (80) 05 . Dez 2 № 392 
Т 2N1160 Са Мі Ns 5A . ТА (80) 05 . Ое 

Т 2м 1162, А Ga Мі NL 25А 15А 35 4k 100) Мо 

Т 2N1163,A Са Мі Ns 25А 25А 35 Ak 100) Мо 

T 2N1164,A Ga Mi Ns 25А 25A 60 4к 100} Мо 

Т 2N1165,A Ga Mi Ns 25А 25A 60 Ak 100} Mo 

T 2N1166,A Ga Mi Ns 25А 25А 75 4к 100) Мо 

Т 2N1167,A Ga Мі Ns 25А 25А 75 Ak 100} Mo 

Т 231168 Са Мі № ЗА . . (50) 06 . 

Т 2N 1169 ба li si 20 . . 18 7 RC, Sy 

Т 2N 1170 ба: Ш 9. 22002. = 20" 7 КС, 5у 

Т 2М1171 Ga Li a? ў 12 10 Ву, ЕТ 

T 231172 Са Мп М: 100 . . 1,5А (40) 17К Ре 

Т 2М115 Са М №20 1 12 255425 (243 СЕ, Мо 

Т 2М1175А Ga Li rN 20 1 12 70-140=20 . 25 42 . СЕ 

Т 2М1176 ба Ц 74140. . 65= 30 300 15 12 85 Вх, ВА 
T-2N176A Ga Ц 7410. Gëss 30 300 40 12 85 Bx 

Т 2N176B ба LI 71410. . 65= 30 300 60 12 85 Bx 

t 241177 Gd М’ УНА жаа "108 80 x. 3(30) 140: - RC, Ers 

+ 2м11788 Gd LO 1 “229 80 201130) 140 . АС, Егз: 

t 211179 Са LP м 1 562188 80 . (30) 140 . КС, Егз: 

1 241180 Gd UH 1 80 80 . (30) 100 . АС, Егз: 
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2 М 1183...2 N 1238 Dioden und 


8 ? 10 12 13 15 
| 
Ur | Isp Usp/B [N Оља fa | пох ВетегКопдеп 
| у мн |°С | 
(45) "0,5 100) В 
(60) 
(80) 


~ = 
PES 
х 
9 


40-120= 7,5УУ 


40-120= 7,5УУ 
170= 200 
KEN 200 
67= 200 
115= 200 


30-70 200 


> > др Де АР АШ 2222 су іу Ау де А 


. 3 Ё . Mo 
10 5 >12dB Tx, WE 2 N 509 


10 0,25 204В . Но 4рЕ 
10 0,252048 А Но 4рЕ 
1,5 17-90= СЕ, ЕТ 
-  12-60= e РЋ 
12-60= . . Ph 


7-200= РҺ 

7-200- 5 22520) % Рћ 

40-120= 32W (3,5А) 60 Нм. 50 

25-75= 32W (3,5А) 70 Ну. SD 
200 . (5) Sp, Мо [Li] 


2N 1205 i Ж” 150,47. 20 
2N 1206 >3 . 60 
2м 1207 > ЗҮҮ 125 
2м 1208 85w 
2N 1209 85w 


2N 1210 15-75= 60W 
2N 1211 15-75= 60W 
2N 1212 12-60= 85W 
2 № 1213 750 
2 № 1214 750 


2 N 1215/16 750 
241217 40-100= 75 

2N 1218 30-120 = 6W 
2М1219 
N 1220 


1221 
1222 
1223 
1224 
1225 


1226 
1228 
1229 
1230 
1231 


1232 
1233 
1234 
1235 
1238 


N NNNNN NNNNN ююююю 


о 


х 


СТ, SR, Sp, SD 


GT, SR, Sp, SD 
СТ, SR, Sp, SD 
СТ, SR, Sp, SD 
ВС, 8), Sy#2 N 274 
АС, 8), Sy#2 N 384 


RC, Sy, АТ 2рЕ 

Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 


14-32 Hu, NS, WT, NC 
28-65 е Но, NS, WT, МС 
14-32 й Ни, м5, УУТ, 50 
12-60 = 

14-32 1УУ 


> 18 
>9 
>6 
60 
60 


60 
14-32 = 
28-65 = 
14-32 
28-65 


“ті ұу2%-< <<2гг 6622 


је х 
0. 


Аа. Aarau ак) В ло ничо. 


ооо оооо: 
зад. о 


Ед 
T 
T 
T 
т 
Ke 
т 
т 
T 
т 
T. 
т 
T. 
T 
Т 
1 
Т. 
Т. 
LE 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
Т 
т 
т 
т 
T 
T 
Т 
! 
+ 
! 
d 
Т: 
Т. 
1; 
т 
Ч 
Т; 
Л 
т 
T 
т 
d 
T 
т 
т 
18 
т 
Т. 
т 


2 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 


өл а лл nunnu: 


о: 
а 


- 
со 
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Transistoren 2 N 1239...2 N 1298 


|4 | |7 |в 9 0 15 
(ре |АБ Ро lau 0; 115 Us,/B |N Bemerkungen 
| | | ТА ЈУ ЈА м/- Imw 

т 21239 ба Fr Ns (2) 15 01 2865 IW `. 1,2 
T 2N1240 Sa Fr Ns (2) 5 01 1432 ТМ . 35 12 160 Hu40), SD 
Т 2М1241 Sa Fr Ns (2) 5 01 28-65 1W . 35 12 160 Hu40), SD 
T 2N1242 Sa Fr № (2) 5 04 14-32 14W . 6 1 160 Hu40), SD 
T 2м 1243 Sa Fr Ns (2) 5 01 28-65 1W . 60 1 160 Hu40), SD 
T 2N1244 5а Fr № (2) 5 014432 14W . 110 0,8 160 Hu40) 
T 2N1245 Са Mi з 50 . 5тА>50- 20W . 25 . wP TCR 
Т 2N1246 Ga Mi s 500 . 5mA>150=20W . 25 . зА СВ 
Т 2 1247 54 Li Ns ТА 2 5пА70- 300 ep Te №, Тх 
Т 24128 54 Ц 7Ы:002... 0,01250 30: 3: 6 5 о. лия 
1 241249 Sd . N. ; 20 АСТ мА туте 
Т 241250 54 MI sL 2А 12 20 >15= 85 . (60) 6/2 Те, Е, 9! 
T 21251 Gi Je мв. 2 за ПОЗВОНИ. _ „155 758) Ж Sy 
Т 2N 1252 SP Li ns 150 10 25nA15-45=2W 500 (30) (80) 200 Тх9), Ға, Rh, МС & 
Т 2 1253 SP Li ns 150 10 25nA30-90=2W 500 (30) (110) 200 Тх9), Ед, ВВ, МС & 
T 21254 SM Li sX 10 1 02 550 2% . 15 (8) 175 Нот 
T 2N1255 SM Li sX 10 1 40-80 275 . 15 (60) 175 Ни, Те 
T 2N1256 SM D 5 10 01 022350 150000 (45) 175 Но, Те 
T 2N1257 SM Li sX 10 1 02 4040 275 . 30 (60) 175 Но, Тг 
T 2N1258 SM Li sX 10 1 02 75-150 175 . 50 (45) 175 Hu,Tr 
Т 2N1259 SM Li sX 10 1 0,2 25-100=275 . 50 (60) 175 Hu,Tr 
T 2N1260 SP № М 1А 15 <1012-60= 50W 420: (3). + Тс 
T 2N1261 Ga No’Ns 2A . 20-50= 32W (3,5А) 45 (0,2) 95] Hw, SD 
Т 2N1262 ба Мо Ns ЗА . . 30-75= 32W (3,5А)45 (0,2) 951 Hw,SD 
T 2N1263 Ga No'Ns 2A . | 454113=32W (3,5А) 45 (0,2) 95) Hw, 50 
t 2N1264 Gd н. (20) . Se 
Т 2М1265 ср ам. 40: 067 22 ЕГ 
т 2м1266 Сі н; ЕЕ ЕТ 
Т 24127 S (ан 2 20 [з] РҺ 
T 2М128 5 ан 2 20 143) Ph 
T 2N1269 5 дан 2 20 (431 Ph 
т 2м 1270 S [ан 2 20 |125) РҺ 
T 2М1271 55 (а Н 2 20 [125] Ph 
T 2 1272 8 ан 2 Е 2% абз 1251, С (РА 
Т 2М127304 ба Li №850 1 14 30-150- 150 150 15 2 . Тж, ЕТ; 1274: 25У, 
Т 21275 Sa Li №1 6 Shift 30 . 80 02 160 Бу, м5, 58, МС, 50 
T 2м 1276 Sg Li МН(1) (5) 1 922 150 25 (40) 30 150] Тх, СЕ, Тг 
Т 24127 Sg Li мн (1) (5) 1 1844 150 25 (40) 30 150} Тх, СЕ, Те 
т 2м 1276 Sg Li Hui (5) 1 37-90 150 25 (40) 30 1501 Тж, СЕ, Те 
т 212799 Sg Li Hun (5) 1 76-333 150 25 (40) 34 150] Тх, СЕ, Те 
T 231280 Ga li X 20 . As 200 . 16 8 
Т 2141281 ба HIE e 5 ым? 7.20 Ыб М0 
Т 21141282: ба М 52004 4 тон 2200272 /6 15 
T 2м 1284 Ga Li s% 10 11 304504150 . 15 8 
т 2М1%5 Gi шн . 212. 478849120, б, (ДО): 
T 2N1288 Ga Li sX 10 5 50 (15) 60 85 
T 2N1289 Ga Li sX 10 5 50 (20) 60 85] 
T 2м 1291 ба Mi Ns 50 . Рт 330803 . СВ; Kpl: 2 N 1292 
Т 2N1292 Ga Mi Ns 500 ЗА 35 3 100] СВ,5у 
T 231293 Са Mi Ns 500 17 45 ба „Св: Kpl:2 N 1294 
T 2м 1294 Са Mi Ns 500 . ЗА 45 3 100] СВ, у 
Т 2М1295 Са Mi Ns 500 BEEN 227 Св; Крі:2 N 1296 
Т 2м 1296 Ga Mi Ns 500 ЗА 60 3 100 СВ, Sy 
T 2М1297 ба Mi Ns 500 2” 18009 СТ св: Kpl: 2N 1298 
т 2N i 30-90= 3 св 
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2 М 1299...2 N 1353 Dioden und 


15 
Bemerkungen 
mW 

TANID 1С] Г. ЭХ. |. Т, 135002150 Г. 120 15 1, |57ЕТ 

Т 2N130 GM Li зх 10 033 >30= 150 100 13 (40) . Тх,АТ, ВС 

T 2N1301 GM Li sX 10 033 >30- 150 100 13 (60) . Тх, АТ, КС 

T 2N1302 Ga Li s 10 1 6 >20= 150 300 25 3 . Тх7), бу, Ву, Ма, Со 
T 2N1303 Ga Li s 10 1 6 >20 150 300 30 3 . 1х7), СЕ, бу, Уа, Со 
T 2м 1304 Ga Li sX 10 1 6 40-200=150 300 25 5 85} Тх7), СЕ, у, Уа, Со 
T 2N1305 Ga Li s 10 1 6 =150 300 30 5 . Тх7), СЕ, Sy, Ма, Со 
T 2м 1306 Ga Li sX 10 1 6 =150 300 25 10 85) Тх7), GE, Sy, Ry, Уа 
T 2М1307 Ga li s 10 1 6 =150 300 30 10 (100) Тх7), СЕ, Sy, Ма, Со 
T 2N1308 Ga Li sX 10 1 6 150 300 25 15 85] Tx 7), СЕ, Sy, Ry, Va 
T 2N1309 Ga lis 10 1 6 150 300 30 15 . Тх7), ЕТ, Sy, Ма, Со 
Т 28150 ба Ùs 5 . 7 120 (90) 1 85 6), С1,СТ.Тх 
тзмви ба lis 5 7 10: (75) 15 85 С, СТ.Тх 

т 21312 Са ls 20 . 7 30= 120 . (50) 2 85 С), СТ.Тх 

Т 241313 ба Ы ai . . 404125:350 . 208 . "SEI 

T 2М134 Сі Мі М ТА 2. äs 13W 35432 015 . Ат 

1 21315 бр Мі № 1А . | Те 125W. 32 03 . Ат 

T 241316 Ga D X 1 . . 50-200=20 . 15 16 . ЈФЕЋИТ 

T 2N1317 Ga D 3X 1 | 1 45-180= 200 12 15 | 14,ЕТ,ОТ 

т 231318 ба Ц X1 . . 404504200 . 6 15 . 38,ЕТ.ОТ 

> 241319 Ga Ш s 40 . . 30= 120 . 20 6 . RC 

> 21320 ба М №. | | 30-90= 20W . 30 . e" СВ 

> 2N132 Ga Ме Ns. | | зо90- 20W . 30 . ‚  СВ;Кр:2 N 1320 
Г 2132 Са мем. 1 | 3090- 20W . 45 . г СЕ 

T 2м 1323 Са мем | | 3090-0209 . 45 | © ČB; Kpl:2 N 1322 
т 2м1324 Ga мем. . . зо90- 20W . 60 . . св 

Т 20 1325 Са мем. 02002 3090-0209 . 60 . “Св: Kpl: 2 N 1324 
T 2м1326 Са ме №. . . 30-90= 20 . 80 . Cp 

T 2М137 Ga HMH, . | 30-90= 20W . 80 . “Св: Kpl:2 N 1326 
T 2N1328 ба 42) №. 2 | 30-90= 20у . 30 . Сва 2 М 1320 

т 2м 1329 Са 42) № . . . 30-90 20W . 30 . 2 сва 2 м 1321 

Т 2м 1330 Са 42) Ns 500 20 . 45 . © CB; Kpl: 2 N 1078 
Т 20131 Са 42) Ns 500 20у . 60 . сва 2 м 1324 

Т 2N1332 Са 42) Ns 500 20у 60 

T 231333 Са 42) Ns 500 20 . 80 

T 2м 1334 Са 42) Ns 500 оу 80. 

Т 2м 1335 SM L UV 30 2.8% . 90 170 

т 2N1336 SM Li UV 30 28У . 90 170 

T 2N1337 SM Li уз | 28у . 90 170 

T 2м13з8 SM Li 0У20 10 28у . (80) 170. 

т 2м 1333 SM и чу. Жү 28W . 50 (120). 

т 2N134 SM Li UV50 i | >5= 28W . (150) (220) . 

т 2N134 SM Li UV. аи 2,8W . 100 (280). 

Т 2м 1342 SM Li Hs 10001202 >7ш 28W . (150250 . Р5,Со 

Т 2М1М3 Са Ш K 50 . . 2 76765. вт, UT 

T 24134 ба Li sX 20 10 12 .  ЈФЕЋИТ 

Т 241345 ба Li sX 400 8120. Jd ET; UT 

T 2м1346 Ga Li sX 0,35 : 5 ЧО 2! Јат 

T 2М1М7 ба D sX 10 © 25085 27 ЈАЈЕ 

T 2N1348 Ga D sX 10 17 42965: 2 16, ВТ, ОТ 

Т 2м 1349 Ga Li ах 10 15 10 . 36,ЕТ,ОТ 

T 2м 1350 Ga Li ах 10 20148 |. 24, вт, ОТ 

Т 2N1351 ба Li sX 10 1818 2 JAETUT 

T 2N 40-100-- 150 25 . ЈФЕЋОТ 

т 2м 25-150= 200 35 . 14 ЕТ, ОТ 
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Transistoren 2N 1354...2 N 1409 A 


Jd, ET, UT 
Jd, ET, UT 
19, ET, UT 
14, ЕТ, UT 
Ое 8), КС, Тх, Со 8 


| De # 251 М-1, Мо 


60-140 = 90W 


35-90-- 90УУ 
60-140 = 90W 
28488 100 
38488 100 
50-150 = 150 


50-150 = 150 

30-95= 250 

30-95= 250 

50-150 = 250 . 

50-150 = 250 . Тх, ЕТ, 5у 


Тх, ЕТ, 5у 
Тх, ЕТ, 5у 
Тх, ЕТ, 5у 
Тх, ЕТ, 5у 
Тх, ЕТ, 5у 


Тх, ЕТ, 5у 
Тх, ЕТ 
Тх, ЕТ 
кс 

Тх 


. . . . . De # 251 ма 
бпА 60- 5 Ву 

6nA 30= 5 Ку 

0,01 10 . Ку 4рЕ 

0,017 . Ку 4рЕ 


0,054 . Ву 4рЕ 
. . e Ё А з. Fotohalbl. 
5. Fotohalbl. 
з. Fotohalbl. 
КС, АТ > 2 М 1224 


Ву, Sy 2. 2 М 1225 
КС > 2 М 1066 


NNNN м~У>УУ= а... 
~ + 


e ob ebe АА ré zk Ааа aio ó oo 


EE E 
оо 
есе” 


7---44-44.- 44494 4444 4---4- ----- 44444 44444 43534 
лол оо 


тт IIIT 
00 о 


450 
375 

3 (200) 200 
1409 A SM Li Я . (200) . 


ммюммм ммммм ююююю юм 
Фо осооо ооо. . 


22222 22222 22227 2 


44444 44--- 
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2 М 1410...2 М 1473 Dioden und 


112 із 4 15 6 7 [8 ° 10 п % 13 14 15 
К Тур АБ Ро Ач Ur КАТЯ |N Дьок Мн Б нөх Bemerkungen 
| "| | "na |у 1А! |\/- mw |тА у Jens ЁС 
Т 2м1410 SM Dm 10 1. '0,0160= Гавуу |500 30 (130) 200 "ЕР, РЗ 
T 2М1 0А SM Li ns . . 30-90= 2,877. 30 (230) 200 Р5 
T 2N 141 Ga КВЗХ 50 10.0 75= 25 50 (5) (70) . СВ, Ph 
Т 2N 1412 Са Nd Ns ПА . . >20= 150УУ 15А (100) 0,2 100 Ое, СВ, Мо7) 8 
Т 2м 1413 Ga Li Ns 20 1 12 25-42- 200 200 (35) 3,2 . СЕ, ЕТ, Тх, Мо 
Т 2М1414 Ga Li Ns 20 1 12 34-65- 200 200 (35) 3,6 СЕ, ЕТ, Тх, Мо 
Т 2М1415 Ga и Ns 20 1 12 53-90- 200 200 (35) 4 . СЕ, ЕТ, Тх, Мо 
Т 2М1416 ба Li NB1 . . 70-150 250 . 18 0,6 . ЕТ 
T 2N 1417 5 Li N (1) (5) 1 30-200 150 . 15 (11) . Tr, GE 
T 2N1418 5] и N Di (5) 10 30-200 150 . 30 (11) . Тг, СЕ 
Т 2м 1420 SP іт U 150 10 1 100-300= 1,8W 500 (60) (125) 200 Тх9), Ед, Rh, МС, Уч 
t 2М 1425 бб мина . e 50 80 Е (24) 33 . АС, s. 2 М 1524 
t 2N 1426 Gd М MO1 . . 130 80 . (24) 33 . ВС, $. 2 М 1526 
T 2N 1427 ба KB’sX 10 . . = 55 50 (6) (100) РҺ, # СВ,5р 
Т 2М142809 Ss КВ'НХ. 2: 26 100 50 6 (18) 140} Ph,#2N 1118/19 [Li] 
Т 2М1430 Са Мр NL БА 222. 30-100- 50W 10 80 . 110} Вх 
Т 2м 1431 Су Је МВ 100. .  75-150= 180 100 15 10k 85) Sy 
1 21м 1432 с Li’ NB 10 . . 30-120 100 e 45 , e Sy 
Т 2N1433 Ga No’s 2A 2 20-50= 35W 3,5А (80) 0,2 955 CB 
7 24144 Ga Hen 2А 2 45-115--35УУ 3,5А (80) 02 95) СВ 
2 М 1435 Ga Мо'љ 2А 2 30-75= 35УУ 3,5A (80) 02 95) СВ 
2 № 1437 Са 42) Әз 500 . >20= 23W . 90 úk . св 
2N 1438 ба Чо" Мз 500 . > 20 23W . 90 ак . св 
. 2 № 1439 ба Li МВ1 . 25пА 5-12 400 . 50 05 200 М5,МС 
Т 2м1440 ба D м81 . 25пА 9-22 400 . 50 1 200 NS, МС 
Т 2М1441 Sa Li NB1 . 25пА 18-36 400 . 35 4 200 NS, МС 
Т 2М1442 Sa Li NB1 . 25пА 30-65 400 . 30 1 200 NS, МС 
Т 2м 1443 Sa Li NB1 . 25пА >50 400 . 15 1 200 NS, МС 
Тама SM Lv sX 250 . 25- 1,25. 60 . „ МЕ 
T 24 1445 SP Li UL 200 10 10 20-80= ФУ . 120 . а ТЕ 
ІТ 2N 1446 Ga Li N 20 220. 16-05 = 200 . 25 2 . 14, ЕТ 
T 2м1447 ба и м 20 . .  35-65= 200 . 25 3 А 14, ЕТ, ОТ 
IT 2N 1448 ба и N 20 e . 50-90= 200 . 25 4 14, ЕТ, ОТ 
(Т 2м 1449 ба Li N 20 > .  70-125= 200 5 25 5 e 14, ET, UT 
t 2N1450 Gd la sX 10 . . >20- 120 . (30). ; RC, Sy, UT 
Т 2N 1451 ба и N 20 . . 20-65 200 . 20 15 e 14, ЕТ 
Т 2м 1452 ба и N 20 . .  30-90= 200 . 20 22 . 14, ЕТ 
Т 2141453 Ga 42) Ns ЛА 3 . 40-90= 43W 2. 20 5k А св 
Т 2М1454 Са 42) Му 1А . - 70-150- 43W . 20 5k . св 
Т 2N1455 Ga 42) № А . .  60-90= 43W . 40 5 . св 
Т 2м 1456 Са 42) М% ТА 222.  70450-43УУ . 40 5k . св 
Т 2м 1457 Ga 42) Ns ЛА А - 40-90= 4377. 60 5k . св 
Т 2м 1458 Ga 42) Ns 1A . : . 60 Sk . св 
T 2м1461 Ga No’Ns 1A . 22 40-90= 43W . 20 5k . св 
Т 2м 1462 ба Мо" №; 1A . .  70-150= 43W . 10 5k . св 
Т 2м 1463 Ga Мо" № ТА . . 40:90 43, 40 5k . св 
Т 2м 1464 Са No’Ns 1A а - 70-150= 43W . 40 5k . св 
Т 2М1465 Са 42) Ns 50 . . >2 20W . 10” т . св 
Т 2м 1466 Са Мо” М 500 . . >20= 2077. 70. > . св 
Т 21 1468 Sa Li s . . 0,01. 250 2A (70) An 160 Ку 45) 
Т 2N 1469 Se и N 1 . 25пА 36-88 250 . 35 2 175 SR, МС, 50 
2N 1470 54 Mi L 1A 5 1тА50- 55. 60 10 200 Ву 
Т 2 м 1471 ба и ы. . 5 100-250- 200 . 12 5 . 14, ЕТ 
214 1472 Gs La sX 10 . 0,5 35= 150 . 25 (140) . РҺ 
2N 1473 ај Li 5 400 . 100 25-80= 250 . 20 4 . Sy, ЕТ 


Transistoren 2N 1474...2 М 1529, A 


1 [2 із |4 Is [6 7 Ы 9 10 и 12 из Па 15 
К Тур Ab Ро Ам | ‚sp Lech [N век Unox fa Прон Bemerkungen 
| ША | | ША |\ Kë mW (тА V (мне | Ка 


Т їр ї Т 


У 
214 1474 SP Li Ns 1 6 58А9-44 250 100 60 1 175] SR, Sp, МС, SD 
2М1474А SP Li №1 6 БпА 18-44 250 100 60 2 175j SR, 5р, МС, SD 
2 N 1475 SP Li Ns 1 6 БпА 36-88 250 100 60 1 175] SR, Sp, МС, SD 
2N 1476 SP Li Ns 1 6 0,0512-36 250 100 100 1 175j SR, Sp, 50 
2 N 1477 SP Li Ns 1 6 0,0530-66 250 100 100 1 175j SR, Sp, SD 
2 N 1478 Ga La 100 . 20 20 в . РҺ. ЕТ 
2N 1479 SM Li 200 4 10 1,5А 40 1,5 175 ВС, АТВ), Tr 
2N 1480 SM Li 200 4 10 1,5А 55 1,5 175 RCB), Tr 
2N 1481 SM Li 20 4 10 1,5А 40 1,5 175 ВС, АТВ), Tr 
2N 1482 SM Li 20 4 10 1,54 55 1,5 175 ВС, АТВ), Tr 
2N 1483 SM Lk 750 . 15 ЗА 40 1,25 175 RC,Si,AT 8), Вх 
ЗА 55 1,25 175 RC,Si,AT8) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Ns 
и 
у 
U 
U 
U 
2N 1484 SM Lk 0 750 . 15 
9 
U 
u 
LU 
U 
U 


5 
19 

T 

т 

т 

т 

ц 

т 

Т 

T 

2 

т 

Т 2М148558 SM Lk 750 . 15 ЗА 40 1,25 175 ВС, 51, АТВ) 

Т 2м 1486 SM Lk 750 . 15 ЗА 55 1,25 175 ВС, АТ, 518) 
т 2м 1487 SM Mi 15А 4 25 бА 40 175 ВС, АТ, Si 8), Tx 
Т 2м 1488 SM Mi 1,5А 4 25 6А 55 175 АС, АТ, 518), Tx 
T 2м 1489 SM Mi 1.54 4 25 6А 40 175 ВС, АТ, 51 8), Tx 
Т 2N 1490 SM Mi 15А 4 25 6A 55 175 ВС, АТ, Si 8), Tx 
T 2м 1491 SM Lt мо15 2 50 (30) 250 . КС,АТ 

Т 2м 1492 SM D МО15 50 (60) 275 . ВС 

Т 231493 SM Lt МО 15 50 (100) 300 . АС 

Т 2 № 1494,А Gd (а s 200 0,247 (20) (320) 100) РҺ, 5р # Mo 

Т 2М149 СЕ Li sH 200 (40) (400) 100) Мо 

Т 2М14% СЕ La’ sH 200 7 (40) (400) 100) Мо 

t 241499 Gd La 10 100 Е Cé Ph 

T 2N1499 A Gd La sH 10 0,5 3 50 20 (100) 1001 Se, Ph 

T 2N150 Са (а s% 50 0,5 5 50- 50 50 (15) (175) [100] Se, Ph, Sp 

Т 2N1501 Са No’Ns ЗА . . 25-100=32W (3,54) (60) (0,2) 95] Ну, SD 

Т 2N1502 Ga Мо’ № 2A . . 25-100= 32УУ (3,5А) (40) (0,2) ээ Hw, SD 

T 2N15% Ga ме № 500 . . >20= 20W ЗА (60) ак 85 СВ, Ву 

т 2 1505 SM Li nH 10 28. >7- 3W . (60) (150) 175j PS, 55, МС, Со 
Т 2N1506,A SM Li nH 100 28 > 10= 3W . >(60) (200) 175j PS, 55, МС, Со 
T 24 1507 SP Li U 150 10 Зал 100-300-- 2W 500 (60) (50) 200 Tx9),Rh 

T 2N 1508 SM Li Ns 60 . 20-60= 5УУ . 35 (50) . Tx 

T 2м 1509 SM Li Ns 600 . . 7040- 5 . 55 (50) . Tx 

T 2N1510 Gg Je st 1 . 5 8.90= 75 20 75 . 85) СЕ 

T 24151154 Nt Ns 15А . 25 60w бА 40 1 175 RC. 21414878) 
T 2N1512 Sd Nt Ns 1,5А 25 60У/ бА 55 1 175 

Т 2м 1513 54 МІ Ns 1,5А 25 6ОУ/ бА 40 1 175 

Т 21514 Sd Nt Ns 15А . 25 60W 6А 55 1 175 

T 231515 Gd Ur МОТ єй 440 80 10 (20) (70) . 

T 291516 Gd М мол ‚ . 100 80 10 (20) (70) 

Т 2N1517 Gd М мол 240100 80 5 (20) (70) 

T 2N1517A Gd № МОТ a. a 1450 10. (40) (70) 

Т 2м198 Са № Ns 25А 0,7 13= 93У 25А (50) 01 95] 

T 2N1519 Ga № Ns 25А 07 13= 93W 25А (80) 01 95 

Т 2м1520 Са № Ns 35A 06. 20= 93W 35А (50) 01 95 De 

Т 2N1521 Са М! Ns 35A 06. 17-35= 93W 35А (80) ол 95; De 

Т 2м1522 Са Nt Ns 50А 0,5 15= 93УУ 50А (50) 01 95) De 

Т 2N1523 Са № Ns 50A 0,5 . 22-45= 93W 50А (80) 01 951 De 

Т 2м1524 Gd КВ Ns 1 ЯГ! 80 e (24) 33" ке 

1 2м1525 Gd KkH 1 20206 во „ (24) 33. АС, Ers: 231524 
T 2м1526 Са КВ МОТ 220330 80 4 05) 33 u RC 

t 21527 Gd Кк МОТ Е 130 80 1 (04) 33 . RC,Ers:2N1526 
Т 2м 1528 Sd Lı НО! 20.01 10-100 180 . 25 15 175 Вуф4рЕ 

T 2N 20-40= 90W | Мо 


187 


2 N 1530, А...2 М 1604 Рлодеп опа 


1 |2 3 | |5 |6 7 в | ho In h2 h3 ја hs 
| | | | | 
K |е Ab "Fe (Ам Е | 159548 IN П Оро а |Іһах| Ветегкипдет 
| | | ima |v |шА//- ем |тА Мо [мне [°С | 
А 1530, А Са Mi Ns ЗА 7. |. 12040= 90W "SA 45 Чок 100) Мо 
1531, А Са Mi Ns ЗА . 20-40= 90W 5А 60 10k 100; Мо 
1532, А Са Mi Ns ЗА . . 2040- 90W 5A 75 10k 100) Мо 
1533,А ба Mi № ЗА . . 2040- 90W 5A 90 10k 100; Мо 
1534,А Са Mi Ns ЗА . . 35.70= 90W 5А 30 8,5к 100) Мо, Ое 
1535, A Ga Mi Ns ЗА . . 35:70 90W 5А 45 85k 100) Мо, De 
1536, А Ga Mi № ЗА . . 35-70= 90W БА 60 8,5k 100) Мо, Ое 
1537,А Са Mi № ЗА . . 35-70= 90W 5A 75 8,5k 100) Мо 
1538 Са Mi № ЗА . . 35-70= 90W 5A 90 8,5k 100; Мо 
1539, А Са Mi Ns ЗА . . 50-100=90W БА 30 Ak 100} Мо,Тх 


540, А Ga Mi Ns ЗА А . 50-100= DD 5A 45 Ak 100) Мо, Тх 
541, А Ga Mi Ns ЗА . . 50-100= ФОУУ 5A 60 ЧК 100; Мо, Тх 
542, А Ga Mi Ns ЗА . - 50-100- 9ҮУ 5А 75 úk 100) Мо, Тх 
543 Ga Mi Ns ЗА А .  50-100= 90У БА 90 úk 100) Мо, Тх 
544,А Са М Мз ЗА . . 75-150- 90W 5А 30 úk 1001 Мо 


545А ба Мі М% ЗА 5 . 75-150= 90W 5А 45 úk 100) Мо 
546, А Са Мї Мз ЗА . .  75-150=90W 5А 60 úk 100; Mo 
547,A Ga Mi Ns 3A А . 75-150- 90УУ 5A 75 úk 100) Мо 
548 Са Mi Ns ЗА e . 75.150= 90W 5A 90 úk 100; Мо 
549,A Са Mi Ns 10А . . 10-30- 90W 15А 30 10k 100] Мо 


1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1550, А Ga Mi Ns 10А 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


зала ззззз 35544 55444 


ммм ююююю ююююю ююююю ююююю юкюююю мммюм 


551, А Са Мі М% 10А 
552, А Ga Mi Ns 10А 
553, А Ga Mi Ns 10А 
554, А Ga Mi Ns 10А 


555, А Ga Mi Ns 10А 
556, А Ga Mi Ns 10А 
557, А Ga Мі Ns 10А 
558, А Ga Mi Ns 10А 
559, А Ga Mi Ns 10А 


560, А Са Мі Ns 10А 


о оо о 4444 44444 337347 4394444 34444 


561 GM Lm’ UV 50 


N 1562 СМ Le ОУ 50 25 (450) 100; Мо 


24155 sd шоу 25 10 1 А 300 50 150) Ten 5217: 
2М159 54 Li Y 25 10 1 Е 300 400 . 150 | #5 Н Со, Та 
241600 Sd Сп Y ЗА ЦЭР 3 10А 50 1. 150 Тх18),Тг 


bis 
2 N 1604 Sd Сп Y ЗА 


2N 1564 SM Li МХ(5) 5 (80) 40 175) Tx, NS, Тг, МС, Со 
2м 1565 SM Li МХ(5) 5 (80) 40 (175) Tx, NS, Tr, МС, Со 
2м 1566 SM Li N (5) 5 (80) 50 175] Tx, NS, Tr, МС, Со 
2М 1566А SM Li N (5) 5 (80) (30) 175) Tx 
2ы 1572 SM Li N (5) 5 (125) (30) . Tx, Tr, Со 
2М153 SM Li N (5) 5 (125) (30) 175j Tx,Tr,Co 
2м 1574 SM Li N (5) 5 (125) (30) 175) Тх,Тг,Со 
2N 1586 Sg Jk Ns (1) 5 (15) 4 „тате 
2N 1587 Sg Jk Ns (1) 5 (30) 4 Tx, Tr 
2N 1588 59 Jk Ns (1) 5 (60) 4 Tx, Tr 
2N 1589 Sg Jk Ns (1) 5 (15) 6 Tx, Tr 
2N 1590 59 ЈК Ns (1) 5 (30) 6 Tx, Те 
2N 1591 Sg Jk Ns (1) 5 (60) 6 Tx, Tr 
2N 1592 59 Jk Ns (1) 5 (15) 7 Tx, Tr 
2N 1593 59 Jk Ns (1) 5 70-210 150 25 (30) 7 Tx, Tr 
2N 1594 Sg Jk м (1) 5 70-210 150 25 (60) 7 Tx, Tr 
2 
2 
2 
2 


150 Тх 18), Tr 
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Transistoren 2 N 1605...2 N 1670 
4 |5 | 7 le io о п 


Ab Fo |Ам I Ur Isp 0-/В N | Bemerkungen 
| | len МУ АУ тү [mA 
Lem: Т 


- = 
Тео 'Ш зх 20 |0755 "ges 150 100 100" Sy, ЕТ, Tx, С), Ву & 
Li sX 20 . . >= 200 . 100 Sy, Ry, ВС 
500 . 100 30-75= 7,5УУ 1,5А 47 оа 
500 . 100 50-125-- 7,5УУ 1,5А Ое 
500 . 100 30-75= 7,5УУ 1,5А Ре 


500 . 100 50-1235=7,5W 1,5А р Ое 

150 1пА 40-120 = 3W 500 Tx 9), Ра, In, ТЕ, Ма, 

20 в В 18-43 = 240 . . СЕ 

5 2 >25ш . . Te 
10mA > 15= e . Тг, Si 2. 2 М 1210 


ДтА >10- 5 . $1, Тг 
10тА >15= . . Тг, 51 2, 2 М 1211 
1тА >10= Ф « 5, Тг 
10тА »15 . . Тг, Si, Ss 
2N 1618 A 1mA >10= 7 . Si, Tr 


2N 1619 . . >12ш . . тг 

2N 1620 ДтА >15= . . Тг, Si & 2 N 1618 
5пА 14: . Ву, SD 

М 1624 . .  60-180= . ЕТ 

1631 . . 80 . . RC, Ers: 2 М 1632 


1632 204080 ы вс 
1633 :. Тв У . RE 

1634/35 ‚ О} Be : ‚ КС; 2 М 1635: [КК] 
1636 EIER: Г) > RC 

1637 : 80 


1638 . "e 75 
1639 мое 45 
1640 А . 0,019: 
1641 Ke 0,01 13= 
1642 E . 19= 


1643 


-аааа -і-і--- 55548 ааа 
~ 
rA 
ЕЕ 
~ 
~ 
59 


222 22222 LLELE $ 


Мо, 5у 
Тг.2. 2N 389, 424 


ФЕ 
-.. 
== 
ЕЕ 
ч 


5пА 30= 
5ПА 15= 
БПА 30= 
>15ш 
30-90 15УУ (0,5) 100] 


30-0 15W (0,5) 100) 
(25) 200 
(25) 200 
(25) 200 
(150) . 


0,2 

0,2 Е 
0,2 . 
02 . 
(10) . 


NNNNN ммммм ммюмм NNNNN NNNNN ююююю ююююю NN 


т 
т 
т 
т 
т 
Т 
т 
Т 
т 
T 
T 
T 
T 
d 
Ж 
т 
Т 
т 
H 
т 
Т 
т 
T 
19 
т 
18 
Т 
Т 
Т 
Т. 
т 
Т 
T 
T 
T 
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2 М 1671...2 М 1754 Dioden und 


|7 is 9 о n 
Fo | АМБ (2 Бр Usp/B N mon Usaz, | 


тА |V |А У/- ImW тА У МНа 
(50) '[5] 12 рај с 


|4 |5 jé 12:13 14 (5 


тах | Bemerkungen 
цес | 
7150 We СЕ, 55 20) 


70,47 450 [22] (35) | 

(50) (5) 12 70,47 450 

(5 0,2 70,47 450 
15-125 120 
2488 80 


50-100 200 
25= 62W 
52 100 
50 100 
>25= 120 


20-120= 350 

85= 150 

>40= 100 

60-180= 100 
100-10 


-100-10 
-100-10 
-100-10 
15 20-60- 
10 17= 


10 16- 
1,5 17-50- 
. 1588 
75 20-80= 5УУ 
100 20-80= 25W 


200 15-60= 75УУ 
10 70-150- (200) 
10 90= (200) 
15 40-150 (200) 
25пА 400 


> 588 13W 

. >6dB 13W 
1пА 100-300 = 3W 
20-60= 10W 
20-60= 10W 


40-120= 10W 
40-120= 10W 
20-60= 10W 
20-60= 10W 
40-120= 10W 


20-90= 3W 


(50) 


44444 


2N 1715 


2N 1716 
2N 1717 
2N 1718 
2N 1719 
2N 1720/21 


2N 1722,A 
2N 1723 
2N 1724 
2N 1724 A 
2N 1725 


2N 1725 
2 N 1726/27 


KB’ OX 0,5 
Mi NL 20A 
Баз. 3 
La sX 40 


т 
т 
т 
т 
т 
Т. 
ЈЕ 
т 
d 
D 
D 
D 
D 
т 
Т 
т 
т 
т 
т 
T 
t 
T 
T 
T 
T 
т 
1 
T 
Ш; 
18 
т 
т 
Т 
19 
gp 
T 
т 
т 
d 
T 
F 
Т 
т 
14 
de 
Т 
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zow 
350 
350 


75 
100 


30-90 = 


50-150= 
20-120 60 
25-100 60 
33- 60 
>21dB 60 


50-150 

40- 15 
30-90-- 90УУ 
40-300 = 60 
50= 50 


зуу 


50УУ 


[22] (35) 

[22] (35) 

22040 
(35) 


45 
60 


150 
150 


Тх, СЕ, 55 20), Со 
Tx, СЕ, Ss 20), Со 


Тг 25) = TSW 30 


Tr 25) = TSW 60 
Tr 25) = TSW 100 
Tr 25) = TSW 200 
Тх 9): 1691 :120V 


(500) 100} Mo 


(450) 
9 


25 ns 


(100) 
(120) 
(16) 
(16) 


(16) 
(16) 
(16) 
(16) 
(16) 


(10) 
(10) 
(10) 
(10) 


(10) 
(150) 
[150] 


100; 


200 
200 
200 
100; 
1004 
100) 


Мо 
СЕ 
5у 
ЕС, Тг 
вс, $1 


RC, Si: 1703: [Mi] 
Т5, Mo 
TS, Mo 
TS, Mo 


[300] RC, Sy # 2N 3261 
(100). 


175] 
125 
125 


125 
125 
125 
125 
125 


1751 


1751 


Р5, Со 

Р5, Со 
Tx9),Fd.RC,In,Ry,Tf 
Tx 9), Tr Ма 
Тк9),Тг 


Тх 9), Тг 
Тх 9), Тг 
Тх 9), Tr 
Тх 9), Tr 
Tx 9), 1721:100 У 


Це 9), -А:120У, Tr 


D 9), Tr, 55, Мо 
СЕ, Tx 9), Tr 
СЕ 


Tx 9), Tr 
Ph 
Ph 


[1,36] [125] Ph 


500 


25 ns 


100 


85 


РА 


Se, Ph 


Transistoren 2 М 1755...2 М 1850 


Iz |в | ho In һә пз |м 15 
Ur Бр Об В "Nees Оле "Je Bemerkungen 
У |шА У/- mw [mA М Мн: |°С 
С. '3045='. ЗА T (40) 15к 
: 3075= . ЗА (60) 15К 
30-75= . ЗА (80) 8k 
30-75= . ЗА (100) 8к 
60-150=. ЗА (00) 10k 


60-150= . 3A (60) 10k 

60-150=. ЗА (80) ék 

60-150=. ЗА (100) ók 

. 500 50А 400 10005. 

35-100= 40W . 40 1,5 . RC, 51, Тг 


35-100=40W . 55 1,5 . АС, $1, Тг 
23 . >6А25 . 125 Тх, СЕ 18), Ss, Wh 
2 . >7А 25 . 150 5518), СЕ, Тг 
bis 
2 . > 6А 500 . 125 Тх, СЕ 18), Ss, Wh 


2 . > 7А 400 . 150 5518), СЕ,Тг 
25= 100 А 20 Е Sy 2 N 377 
30-110= 100 . 25 . 2 М 385 
40= 100 P 20 . р!: 2 М 1684 
30-150 = 110 . 20 Е Sy: Kpl:2 N 396 А 


30-90- 10 . 15 . 5224414 
é= 10 . 20 Sy ~ 214428 
> 4048. Эмийн 22 РЬ 47) 1,5рЕ 
> 4098. e & 22 РЋА7)Т,5рЕ 
> 404В . ЗЭВ” - РЬ 47) 1,5рЕ 


3 . 125 СЕ 18) WB, Wh, Si 


-- 


125 СЕ 18), WB, Wh, Si 
125 WB 18), Wh, Si 
125 WB 18), Wh, Si 


125 WB 18), Wh 
125 WB 18), Wh 


4 я Тх 
(0,2) 175; Wh, WB 
(0,2) 175) Wh, WB 


2N 1816 . > 10= (0,2) 1751 Wh, WB 
bis i 

2N 1820 А (0,2) 175) Wh, WB 
2N 1823 . (0,2) 175) Wh, WB 
bis 

2N 1826 8 (0,2) 1751 Wh, WB 


2N 1830 . - (0,2) 175) Wh, WB 
ыз 

2м 1833 . (0,2) 1751 Wh, WB 
2N 1837 3 (180) . PS 18pF 
2М 1837 A 40-120=2,8W . (180) . PS 

2N 1838 і “+ 40-150= 277 . (190) . Р5 

2N 1839 і 212. 12:80: 2W . (170). Р5 

2N 1840 ' 4 Е > 10 2W . (150). Р5 


2N 1841 >... 30-100= 12,5W . : , МЕ 

2 N 1842 16 80 3,5 26W x 100 СЕ, Ту 18), e Wh& 
bis i 

2N 1850 1,6 80 3,5 26W А 100 СЕ, Ту 18), Тх, WB 
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2N 1842 А...2М 1945 Dioden und 


~ 


в 9 10 15 


I, 0558 N 
uA|V/- mw 


"35 125W . ВС 18), СЕ, УУВ, Со 


х 

= 
~ 
5 


“~ 
2 
R 
5 
> 


3,5 25УУ КС 18), СЕ, УУВ, Со 
. . » 30- 150 . 6 . 5 
1853/18 . e e 150 (18) 0,Виз 100; 


1854 . . > 40= 150 6 (ш) 
TT ~ 5 . . > 2588. бос 42224307. 4 
1868 Е 10 33= 60 (20) 400 100 
1869, А 0,2 0,8 я 15°. : 


2722 ДЕА 


5Р 19), Тг; -А: 7) 


z"z 


1874, A 0,2 0,8 . . d SP 19), Tr; -А: 7) 


М 1875, А 0,02 0,6 . . . SP 19), Tr; -А: 7) 

13 

2 N 1880, А 0,02 0,6 . . SP 19), Tr; -А: 7) 

2 N 1881 у E . . . SP 19), HF [Li], Тг, Со 
bis 

2N 1885 = 72 . . . SP 19), HF [Li], Tr, Со 
2N 1886 і 350 20-80- 40W . 60 (8) Е Тг 

2N 1889 і 1nA 40-120 = ЗУУ . (100) (70) 200) Тх 9), Ед, Уа, Тг 

2N 1890 і 1nA 100-300 = ЗУУ _ (100) (90) 175 Тх 9), ЕФ, Ву, Sy, Tr 
2N 1893 і 1nA &0-120= 3W (120) (70) 175 Tx 9), Ға, ТІ, Ма, п 


2N 1893 A і 2 40-120- Зүү (140) , 
2N 1894 . . . 12-30= 85W . 60 . 
2N 1895 . А . 12-60= 85W . 60. 
2N 1896/97 . 5 . 65-135= 8577. 60 (40) 


2N 1898 . . . 45-135= 85үү . 100 (40) 
2N 1899 5 e >10= 125УУ . (140) (50) 
2N 1900 . . 10-20= 125W . (140) (50) 
2N 1901 .  15-40= 125W . (140) (50) 
2N 1902 e . >10= 125W . (140) (50) 


10-20= 125W . (140) (50) 
15-40= 125W . (140) (50) 
90= 50УУ (60) (7,5) 
| | 1258 50W (100) (7,5) 
1,5 300 >10= 150W 40 (20) 


1,5 300 >10= 150W 50 (20) 
1,3, 45. 45 125УУ 25 . 


св моммын NNN 


Тх 
GE 18), ТН, Wh, Со 


13 15 15 125W . СЕ 18), ТН, Wh, Со 
1mV2,5nA . 250 j SR, Sp 7рЕ, МС, SD 


ЗтУ?2,5пА . 250 { SR, Sp 7рЕ, МС, SD 
2тУ1,5пА . 250 | SR, Sp 7pF, МС, SD 
ЗтУ2,5пА . 250 | SR, Sp 7pF, МС, SD 
4тУ10пА. 250 | SR, $р7РЕ, МС, SD 
4mV10nA . 250 SR, Sp 6pF 


10 34-65-: 225 | Тх, Мо, Со 
10 53-90= 225 ( Тх, Мо, Со 
10 72-121= 225 { Тх, Мо, Со 


4585 44444 чо оз 44444 44444 4--- 44-- о оо о о 0447 4-0 о 


D 5 5 Тх 18), # СЕ 
р А Я Тх 18), # СЕ 
т 10-50= 100УУ . Тх9) # Те 

T 10-50= 100W ‚ Tx9)# Tr 

T i 10. 150-450= 2үу . 4 14 

Т 2м 1945 і 2221 _ 150-450= 277 2. 27 24 
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Transistoren 2N 1946...2 N 2004 


a [а |5 6 |7 [в Io ho m | 15 
|АЬ |Fo Ам Ip | ра О; |В ім Шок | | | Bemerkungen 
| | ima ЦУ |пА|У/- |т\/ 


'2N 1946 i 'UX1 "1227. | 1$0-450= 2W 
2N 1947 i UX100 . 500-800 = 2W 
2N 1948 i UX100 . 500-800 = 2W 
2N 1949 і ох 10 . .  500-800= 2W 
2N 1950 г UX . 250-500 = 2УУ 


2м 1951 ы .  250-500= 277 
2N 1952 = .  250-500= 2УУ 
2N 1954 1 5 30-120 = 300 
2 № 1955 і д 50-200 = 300 
2 N 1956 і i . 30-120= 300 


2 N 1957 і i . 30-120-- 300 
2М 1958, А 0,45 20-60-- 600 
2М 1959, А 0,45 40-120 = 600 
2 М 1960 - . 25ш 150 
2м 1961 5 . 20- 150 


2N 1962 . .  20-60= 400 10п5 
2М 1963 2 . 25m 400 2505 
2N 1964 А .  20-60= 400 2505 
2N 1965 5 . 40-120= 400 25п5 
2 М 1969 і su ege 150 7% 0,2 


2N 1970 ©. = 150 . (100) 0,75 
2М1971 ` 50 25-60— 50W (80) . Е 

2N 1972 1 >10=2W . (60) (100) . 

2N 1973 25nA >75- ЗУУ . (100) (85) 200 

2N 1974 і 25пА >35= ЗУУ . (100) (70) 200 Ра, Ву, Tx#2N 911 


2N 1975 25пА >15= ЗУУ . (100) (50) 200 Ға, Ву, Tx#2 N 912 
2N 1978 я 10 >20= 30W (60) . ға 
2 N 1980 50-100= 150W 3k 110 Tx, Мо 
2 N 1981 50-100= 150W Зк 110 Tx, Мо 
2N 1982 50-100= 150W 3k 110] Tx, Мо 


2N 1983 70-20 2W . (50) 175 Ға, Аһ, Ry, СЕ, Tr 
2N 1984 35-100 2W . (50) 175 Fd, Rh, Ry, СЕ, Tr 
2N 1985 15-45 2W - (50) 175 Fd, Аһ, Ву, СЕ, Тг 
2N 1986 60-240=2\ ` (50) 175 Fd, Rh, Ву, Tr 
2N 1987 20-80- 2W . (50) 175 Fd, Rh, Ву, Tr 


2N 1988 35-120=2W . (100) (50) 175 Fd, Аһ, Ву, Tr 
2N 1989 20-60= 277 . (100) (50) 175 Ға, Аһ, Ву, Тг 

2N 1990 > 20 : (100) (50) 175 Fd, Rh, SG, Ву, Уа 8 
2N 1990м >25- : (100). [150] Со9) 

2N 1990 К >25= . (10). [150] Со9) #[- ма 


2N 19905 >25= . (100). [150] Со9) 

2М 1991 15-60= 2W . (30) (50) . Ға, Тг, Мо 
2 N 1992 30-120= 350 15 (300) 200; 
2 N 1993 3 100; 
2N 1994 . 


2N 1995 


+ 


55444 44444 ча 


4444 


е 
va oz um пли ооо, 


эр 


50-160 = 250 
75-250 = 250 


50-300 = 300 
>60= 300 


~ 


ОО аа... 200. 
8 ет e 


. Тх 

200] NS, Sp. NC 
200) NS, Sp, МС 
175] NS, Sp, МС 


ГЭ" 
-AN ч w 


44444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 
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2N 2005...2 N 2108 Dioden und 


в |4 |5 le |z je | ю п |2 = ha hs 
K Тур АБ (Бо Аю 10:15, Us,/B Ы 18-15 | заг | таг олаал 
| | ima |v |шАМ/- Imw | тА У (мна [°С 

т 72142005 SP 11 у 02 (3,6ту). 7250 '100'15 |. 1200) 145, Sp, МС 7%, 
Т 2М206 SP Li sW 02 (15тУ) . 250 100 35 . 200| NS, Sp, МС 
T 242007 SP Li sW 02 (ту. 250 100 35 . 200} NS, Sp, МС 
т 2м 2008 SM Li UX 1 272 20-100 SW . 175 (60) 175 АҺ, Ву 
D 2М209 sv Li Y 5 2 021 : 300 25 . Тғ19) 

ыз ыз 
D 232014 5У и Y 5 2 021 300 400 . ‚ Tr19) 
T 2м 2015 54 Ма Му 5А . . 15-50= 150W . (100). or СЕС 
T 2м 2016 54 Ма № 5A . 15-50= 150W . (130). . ВС 
Т 242017 SM . LU 200 10 250 50-200= 1W . 60 (15) . СЕ, Те 
T 2м 2018/19 SM Gh Ns 500 10 100 20-60= 40W . (150) (10) . Т, 2 N 2019: (200 У) 
T 2м 2020/21 SM Gh Ns 500 10 100 40-120= 40W (150) (10) . Тг, 2 N 2021: (200 V) 
© 2М203 5 . У МОА. 303 110А 25. 150 GE 18) 

bis bis 
D 2М209 5У . Y 10А. 30 3 - 110A 300 . 150 СЕ 18) 
T 2м 2032 Sd Mms 2А 12 20 45= 45W 45 (3) . тг. 2 №1209 
T 2м 2038 SP Ш U 200 6 15 12-36= ЗМ 35 (2) те 
Т 2м 2039 SP Li U 200 6 15 30-90- ЗУУ а) 2 Те 
Т 24200 SP Li 200 6 15 1236- ЗМ . 35 (2) . Tr 
T 292041 SP Li U 200 6 15 30-90ж 3W . 60 (2) те 
Т 232048 Ga la О 10 0,5 3 50-300- 150 100 20 (150) [100] Ph 
7 22049 SP Li г 150 10 0.01>60 800 . 75 100 175 Ву, Ра, Уа#2 М 1711 


` 2 N 2060 98)5Р Li’ AP 1 . ФпА > 25= . Е 100 . 175 Ға 21), Ву 37), Tx, Со 
2 №2061А Сі Mi Ns 2A 2 0,2 20-60= 70W БА (20) 10из 100} Јп; егз. СТР 1108/9 
2 N 2062 Ga Mi NL 2А 2 2mA > 20= 25W ЗА (20) . 95) т 

t 2N2062A Сі Mi sN 2А 2 0,2 50-140=70W БА (20) Sus 100j Jn 
|t 2 N 2063 Ga Mi NL2A 2 3A (40) 95; Jn 

t 2М203А С) М sN 2A 2 5А (40) 10и5 100) In; ers. СТР 1104 

1 2м 2064 Ga М NL2A 2 ЗА (40) . 951 Jn 

t 2М204А С) Mi sN 2А 2 0,2 50-140= 70УУ 5А (40) Биз 100] т 

1 242065 Ga Mi NL 2A 2 10тА >10-25УУ ЗА (80) 951 т 

1 2М2065А Gj Mi sN 2A 2 02 20-60= 70W 5A (80) 10и3 100] іп; ers. СТР 1111 

t 2м 2066 Ga Mi NL 2A 2 10тА >20= 25W ЗА (80) . 95) Jn 

1 2М2066А С) Mi sN 2А 2 0,2 50-14 70W 5A (80) Sun 100) In 

Т 2М2075А С) Маі 5А . 20-40= 170W 15А 80 5k 1101 Мо, Ос 

Т 2N2076,A Сі Ма! 5A . . 20-40- 170W 15А 70 5k 110) Мо, De 

Т 2N207,A С) Ма і 5А . 20-40= 170W 15А 50 5к 110) Мо, Ое 

Т 2М2078А б) Ма 5А . 20-40= 170W 15А 40 5k 110) Мо, Ое 

Т 2142079, А С) Ма! 5А . . 35-70ш 170W 15А 80 5k 110) Мо, De 

Т 2М2080, А Сі Ма SA . 35-70= 170W 15А 70 Sk 110) Мо, Ое 

Т 2 №2081, А С) Ма! 5А . . 35-70= 17077 15А 50 5k 110) Мо, Ое 

Т 2М2082,А Сі Ма 5А e в 15А 40 5к 110) Мо, De 

т 2N 2084 см [7 УН . . (40) (100) . Ат; ers. 2 N 1224 8 
Т 2N 2086 5 Li. sU 150 1,5. . (120) 185п5 МС 12 РЕ 

т 2м 2087 SE ІІ Г 150 1 2 500 80 (150) [300] Ph 12рЕ, МС 

Т 2 № 2095 3 Ns VU . 15 300 (30) (16) 1001 Бр ВрЕ 62) 

Т 2м 2096 GK Li sL 400 1,5 12 500 (25) 400 Sp, Mo 

Т 2М2097 GK UL и 200 1712 500 (40) 400 . Sp, 

Т 2 № 2098 Е La’ УО e 15 300 (30) (16) 100; Sp Ca? Мо 62) 

Т 2 № 2099 GK Ns sL 400 1,5 12 500 (25) 400 . Sp, Мо 

Т 2М2100,А GK Ns sL 200 1 12 70= 250 500 (40) 400 . 5р, Мо 

T 242102 SP Li = ЛА 10 2 35-120 5УУ 1А (120) (60) 300 RC # 2 N 2270, Тг 
Т 2N 2106 SM Li UL 200 10 200 12-36= 1W . 60 (5). СЕ, Тг 

Т 2N 2107 SM Li UL 200 10 200 30-90= 1УУ . 60 (15) . СЕ, Тг 

т 2N 2108 SM Li UL 200 10 200 75-200= 1УУ Е 60 (5). СЕ, Тг 
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Transistoren 2 N 2109...2 N 2204 


4 |5 |6 |7 |в | ho п 12 | 15 
AN [| "äech Up Із о, В In уже [Umax Bemerkungen 
| ma У [ea | МЕ. [mw [ma | 17 
"2 2109 ТЕН” sL 10A 14|. > "250У/ ' ЗОА 50 | (0,2) 175] Wh 
ыз ыз 
2N 2114 Ме sL 10А 10= 250W 30А 300 (0,2) 1751 Wh 


2N 2116 Ме sL 15А 10-- 250W 30А 50 (0,2) 175) Wh 
ыз bis 

2N 2120 ме sL 15А 10= 250W 30А 250 (0,2) 175; Wh 
2м 2123 МГ sL 20А 10= 250УУ 50 (0,2) 175) Wh 
bis bis 

2N 2126 10= 250W 200 (0,2) 175; Wh 
2N 2130 > 10= 250УУ 50 (0,2) 175; Wh 
bis bis 

2 N 2133 > 10= 250W 200 (0,2) 175] Wh 
2N 2137, 30-60= 90УУ 30 . 100) Мо 
2N 2138, 30-60= 90УУ . 100} Мо; 2139, А: 60У 


30-60= 90W В 100) Мо; 2141, А: 90 У 
50-100 = 90W . 100) М : 
50-100-- 90W . 100] Мо; 2145, А:75У 
50-100-- 90УУ А 100) Мо 

1тА 150= 12,5УУ 100 RC 


1тА 100= 12,5УУ 100 RC 

10 20-60= 30W . . Тх 9), СЕ, МС, Тг 

10 40-120- 30W . А Тх 9), СЕ, МС, Тг 
50-100= 170W і Мо 


Оми Hunn NNA кл AA AA 
~ 


Vi 


80-160= 170W 1 Мо 


п==0,47/0,8 4-12 . | Со 20) 81), Tx, GE 
150 | Sp 

150 

150 


150 
150 
150 
60 


0 
8 


120-310 d 5 100] Мо 10) 
. 5р; Р:2 N 2186 
5р=2 х 2N 2185 


ээ 
>> 


Фош waaau ww 


2N 2192,A,B SP 55, Тх 
2N 2193, В SP і . 8 Ss # СЕ, Tf, С), Tx 


2N 2193A,B SP і Ss # СЕ, GJ, Tx & 
2N 2194 5Р і . 55 # СЕ, МС, Тх 8 
2N 2194А,В SP і | Ss # СЕ,МС,Тх% 
2N 2195 5Р . 20= . | Ss ғ СЕ, МС, Мо 
2N 2195А,В SP . 0,16 20= | Ss # СЕ, МС, Мо 


2N 2196 SM 75 >10- | Ss # СЕ, Tr 
2N 2197 SM П >20= . Ss # СЕ, Тг 
2N 2201 SM - . GE,Tr 

2N 2202 SM GE 

2N 2203 SM GE, Tr 

2N 2204 SM GE 


444444 ччачч ----- ----- 35555 чача ч 4444 35444 чач а-а ач о зз з 
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2 N 2205...2 М 2309 Dioden und 


1 12 з |4 |5 |6 7 je | ‚10 ІП 12 13 14 15 
| | | | 
К Тур ‚Ab Ро Аж 1. Ur Isp Usp/B IN ‚Imox ‚Umox|fa | ох Bemerkungen 
| | | ТА М ША М/-- |mWwW тА У МН: °С 

t 2N 2205 SP іт sX 10 '1 25nA >20 360 200' (25) 255! . ' GJ, RC, Sy # 2 32 
T 2N 2206 SP (МХ 10 1 25пА >40 400 (25) 35ns . Sy, АС # 2 М 1708 
T 232210 G № NLA . . 2550- . ИЗА је 10k . De 

Т 2N 2217 SP Li HU 150 0,2 10nA 20-60= 800 800 30 (250) 175) Sy, Мо ВрЕ, Тх, Fd 
Т 2N 2217/51 SP Ју sH . .  20-60= 400 800 (60) . 1 5у 

Т 2N 2218 SP Li HU 150 0,2 10пА 40-120- 800 800 30 (400) 175] Мо, Jn, ТҮ, Тх, Ға, Уі 
Т 2N 2218/51 SP Ју sH . > 40-150 300 800 (60) ; 5у 

Т 2М2218А SP Li As 10 10 10nA 90 800 800 40 (350) 175) Со9), МС, Тх, Јп, У 
Т 2N 2219 SP Li HU 150 0,2 10nA 100-300= 800 800 30 (400) 175) бу, Јп, ТҮ, Ма, Тх, Ед 
Т 2N 2219/51 SP Ју зн. . . 100-300 300 800 (60) . Sy 

Т 2 2219 А SP Li As 10 10 10пА 180ж 800 800 40 (400) 175) Co 9), МС, Тх, In, Vi 
Т 2N 2220 SP іт HU 150 0,2 10nA 20-60= 500 800 30 (250) 175) Sy, Мо ВрЕ, Tx, Fd| 
T 2N 2221 SP Ш HU 150 0,2 10nA 40-120 500 800 30 (250) 1751 Sy, Уа, ТІ, Co, Tx, Ir 
T 2N 2221 А SP Ш As 10 10 10nA 90 500 500 40 (350) 175) Co 9), МС, Tx, In, Yı 
Т 2м2222 SP Ш HU 150 0,2 10пА 100-300- 500 800 30 (250) 175) Sy, Уа, ТЕ, Со, Tx, Jr 
Т 2N 2222A SP Ш As 10 10 10nA180= 500 500 40 (400) 175; Со 9), МС, Тх, In, Ус 
Т 2М2223,А SP Li? МВ 01 5 01 >25= 2x500 500 80 (500) 200 Ву 37), Тх 21), СЕ, С 
Т 24224 5 Li U 100 1 04 40-120ж 800 500 40 . мс 

Т 2м 2226 5 NhL 10А 6 . >100- 150УУ10А 50 150) Wh 

bis bis 

Т 2м223 5 NhL 10A 6 . >400- 150W 10А 200 150) Wh 

Г 2м 2234 5 sH 100 0,25 15-60= 12,5УУ. (40) (50) 150] ~ ТК 202 A 

Г 2м22355 5 sH 100 0,25. 40-125= 12,5УУ. (40) (100) 150) = ТК 203 A 

Г 2м 2236 5 sH 100 0,25 15-60= 575 . (40) (50) 150) ~ ТК252А 

т 2м 2237 5 sH 100 0,25 40-125- 575 . (40) . 150) 2.ТК253А 

T 2N 2242 SP LmsH 10 1 100 40-120ж 360 . (40) (300) . Ед, Мо 

Т 2N 2243, А SP Li sH 150 10 15 40-120= 2,8W ТА 80 |20) 200) Тх 9), СЕ, МС, Tr 
Т 2м 2251 5 D ii 22 1ОпА 80-250 500 20 = 200 МСВРЕ 

Т 242252 5 1.01 10nA 150-450= 500 20 200 NC8 pF 

T 2N2355 5 U oui . ЛОпА 150-450= 500 45 200 NC8 pF 

T 2N2256 SM {тй 10 . 10 30= 300 Е (7) (320) 175] Мо 
IT 242257 SM LmsU 10 . 10 50= 30 . (7) (320) 175 Мо 
|T 2м 2258 GM 18650 10 . 10 30= 150 (7) (320) 1001 Мо 

Т 2м2259 СМ 150 10 10 50= 150 . (7) (320) 100) Мо 
|Т 2 2266/67 С N М 5А 2 . 25-75= 50W . (100) 50 9) -67: (120 У) 

Т 2142268/69 С NrNLSA 2 . 25-75= 50W (100). SD 9) -69: (120 У) 
T 2м 2270 SP Li sL 150 10 0,1 50-200= 1W . (60) (100) 200) RC # 2 № 2102, МС 
T 2N 2273 GM тн 1 10 10 25-150 100 100 (25) (450) 100 ВС, Мо 

T 242274 5 (ту. 150 50 . (6) 140] Sp # 2 № 2185 
T2N275 5 Lmsp 150 50 (6) 140) бр=2 х 2N 2274 
Т 2N276 5 Lmsw 150 50 (6) 140] Sp: P = 2 М 2277 

Т 2м2278 5 (т”5УУ . . 150 50 (7,6) 140) Sp; Р = 2 N 2279 

T 2N 2282 Gd Mt NL 50 . . 30-90= 5УУ 3A 60 . 110; Вх 

Т 2 2283/84 Gd Mt NL 500 sw ЗА 100 110) Вх: 24 2284: 200 У 
Т 2 М 2285 Gd Mi Мі 25A . . 100W 25А 60 . 110) Вх 

Т 2 № 2286/87 Gd Mi NL 25А . >20= 100W 25А 100 . 110) Вх; 2 N 2287: 120 У 
T 242288 Gd Mi NL 5А . . 20-60= 90W 10А 40 110) Вх 

Т 2 № 2289/90 Gd Mi NL 5A . 20-60= 90W 10А 80 . 110} Вх; 2 N 2290: 120 V 
T 2 №2291 Gd Mi NL 5A . 50-120= 90W 10А 40 1101 Вх | 
Т 2 М 2292/93 Gd Mi NL 5A . 50-120= 90W 10А 80 . 110) Вх; 2 N 2293: 120 V 
Т 2 № 2294 Gd Мр М 5А . . 50-120= 90W 10А 40 . 110) Вх | 
Т 2N 2295/96 Са Мр NL 5A .  50-120= 90W 10А 80 . 110) Вх; 2 N 2296: 120 У 
т 2м 2297 SP Li UV 150 10 0,0140-120= 5W 200 (80) (90) 200 Fd,Sy, Ма, Tr 

Т 2 2303 9) 54 Li U 150 10 1 75-200 2W : (50) (60) 150 Ға; Крі:2М1711% 
Т 2м 2309 SP Li 5пА > 25 : 5 (30) 150 175 Бу 
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Transistoren 


2N 2310...2 N 2398 


| 5 6 |7 is io 10 
Кї дь D шалан 
| ІМ | ПА ЈУ ImW |ТА М 
= пух Џ Т E Т de 
Т 2М 2310 SP "wx 20. 2 1 12-36- "Sur 
T 2N 2311 SP LMs 200 5 12-36= = 
Т 2N 2312 SP LMs 200 2 p 
T 2N 2313 SP 1+: 20 . 5 5 
T 2м 2314 SP Мз 50 101 - (60) 150 
Т 2м 2315 SP LMs 150 1 . (60) 150 175 Ву 
Т 2м 2316 SP {Мз 150 2 . (120)180 175 Ву 
Т 2м 2317 SP LMs 150 0,01 40-120= . : (75) 160 175 Ву 
р 2N 2322 5У в Y 1600 0,2 0,8 1,6A 25 125 5219), СЕ, Hf [Li] 
bis bis 
D 2N2329 SV L_ Y 1600 02 08 1,6A 400 125 55 18),GE, Hf [Li] 
О 2М2392А SV У 16А 0,02 0,6 1,6А 25 125 СЕ18) 
bis bis 
О 2N2328A SV . Y 16А 0,020,6 1,6А 300 125 СЕ18) 
т 2м 2330 SP Li H 10 1nA70= 800 (30) (200) 175j Mo 
T 2N 2331 SP т н 10 1nA70= 500 (30) (200) 175) Мо 
T 2м 2338 54 № sW ЗА 200 15-60= 150УУ 7,5А (60) 20k 200 ВС9) 
Т 242339 54 N_sW 300 4 100 20-80= 40W 2,5A (60) 1 200 КС9) 
T 2м 2340 Si Mt U 750 10-40 ТА (50) 099 175 De 
T 2N 2341 5 MU 750 . 40-100 ТА (50) 0,55 175 De 
т 2м 2342 5 M U 70 . 10-40 1А (100)09 175 Ое 
T 2N 2343 5 Mu. 750 - 40-100 ТА (100) 0,55 175 De 
О 2N2344 SV Li Y 600 0,02 0,8 600 25 100 GE 18), НГ 
bis bis 
D 2N 2348 sv Li Y 60 . 0,0208 - 600 200 100 СЕ18), НГ 
Т 2м 2350, А SP LM sH 150 10 15 100-300= 400 40 СЕ 
Т 2N 2351, A SP LM sH 150 10 25 40-120-- 400 50 СЕ 
Т 2м 2352, А SP LM sH 150 10 25 20-60- 400 50 СЕ 
О 2N 2353, А SP LM sH 150 10 50 > 20ж 350 . 25 5 СЕ 
Т 2м235 С т Ns 35 . . 50-150= 180 100 (20) 85) Sy 
Т 21 2356,А 5 Li sW 0,01. 20 GE 21) 37) 
Т 2N 2357/58 Gd Мр NL 50А . >15= 170W 50А 60 110) Вх; 2 N 2358: 100 У 
Т 2N 2359 64 Мр NL 50А >15= 170W 50А 200 . 110) Вх 
Т 2М236062 Gd Lt У „ 10 >10 30 (20) 200 125 Ph 
Т 2м 2363 см іт м 2 6 5 >104В 75 50 30 450 . цэс 
Т 2м 2364, А SP LM sH 150 10 15 40-120= 400 2 80 
Т 2М 2368 SP 50 10 1 0,0320-6 360 100 15 (500) 200) E, pF, бу № In, Уа 
Т 2м 2369, А SP Ш 50 10 1 0,03 40-120= 360 100 15 (650) 200! Со, Ма, Тх, Тг, RC 
Т 2N 2374 Ga Li N 5 100-500 250 500 (35) 15 100 Ph 
Т 2N 2375 Ga Li N 5 35-200 250 500 (35) 9 100 Ph 
T2N237%6 Ga Li N 26 4 2 e 5 РҺ 37) = 2 х2 №2375 
Т 21 2380 5 LMU 150 5 1,3 20-120=600 500 (80) МС 14 РЕ 
Т 2м2381 GE ПОН 200 0257 %= 30 . (30) (400) 100 Мо 
Т 2м 2382 GE Li Н 200 0,257 Wës 300 (50) (500) 100) Мо 
T 21 2383/84 5 NL 1,5A 1 20-60= 85W (80) 30k 180; Со ~ 2 N 929/30 
Е 242386 SP Li ҺА [10пА]20 10uA 1 0,5W 0,9-9 [20] - [200] Tx A, Sd 
Т 2м 2387 SP и N 001 5 0,0140-120 1УУ 30 45 (30) 1751 Tx 
Т 2м 2388 SP и N 0,01 5 0,01 100-300 ТУ 30 45 (30) 1751 Tx 
т 2 2389 SP ЈЕ 150 10 0,0140-120=2W 600 35 [20] 200] Tx 
Т 2N 2390 SP Jz . 150 10 0,01100-300=2W 600 35 [20] 2001 Tx 
Т 2м2391/92 SP ЈЕ sH 10 1 15-45= 1W 30 20 [100] Тх; 2392: 30-90 = 
Т 2N2393/% SP Jz U 150 10 1 20-45= 1,2W 300.35 [20] 175) Ter 2394: 30-90= 
Т 2N 2395 SP Jz As 150 10 0,01 20-60= 2W 300 40 [20] 200) Tx, ers: ТЈ 432 
T 2N 2396 SP Jz As 150 10 0,0140-120= 2W 300 40 [20] 200; Тх, ers: Т) 433 
Т 2М2398 ба и у . . 10 >10 30 В (20) 200 125 РН 
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2N 2399...2 N 50: Dioden und 
56 7? 


8 по ШИГ Б 14 115 
іш A Ам Е U шыр N ‚max |U, 


| Bemerkungen 
IV ВА | 1У/- Er тА |У 


тек fo | пох 


IMHz °С 


= 
| Ж 


| 

Т 2м 2399 са Ма ‚ 10 >10 Гар (sg (20) 200 `125'РҺ 

Т 2N 2405 ӨР Ї ІШ 5 5 0,01 50-275 1W A (120) (200) 200 RC; ers: ТА 2235 A 

T 2N 2410 SP Lm sH 150 10 0,1530-120=2,5W 800 30 (100) 200; Tx 9), Sy, Ма, Со, МС 

T 2N2411 SP Lm sH 10 0,5 0,0120-60= 1W 100 20 (100) 200) Tx 9), Tr 

T 2м2412 SP Lm sH 10 0,5 0,0140-120= 1W 100 20 (100) 200) Tx 9), Tr 

T 2N 2413 SM іт sH 10 10. 30-120ж 1W 200 18 [100]. Tx 9) 

T 2М245 GM {тн 2 6 5 10-200- 75 20 15 80 . Тх 

T 232416 GM тн 2 6 5 8-200= 75 20 157 #7507. + Тх 

T 2М247 SU LmsO 20 8 12 0,51-0,62 5,8 р 60. 22 6Е20)81)2.2М 489 

T 2N2417A SU іт 50 15 8 12 0,51-0,62 5,8 Е 60. GE 20) 81) ~. 2 N 4894 
bis bis bis bis 

T 2м2422 SU LmsO 20 8 12 0,62-0,75 77 . 60 . а GE 20) 81) ~ 2 N 294 

Т 2 №2422 А SU іт 50 15 В 12 0,62-0,75 77 . 60. > 2 СЕ 20) 81) 2.2 N 494A 

T 2М2428 SU LmsO 6 8 0,2 0,62-0,75 77 . 30 . & GE 20) 81). 2 N 4948 

T 2м 2427 SP U U 001 3 0,0120-60- 500 . 40 (50) . Tr8pF 

Т 2N 2432, А SU Lm sW 104А 5 600 >30= 300 2 30 200 Tx, МС, Тг; -А: 45 У 

т 2м 2443 S Li U 50 10 0,0150-150- 800 . (120) (во) : Fd 

T 2N 2447 G іх NU. . 10 25-100 . z 85 Ву, Мо # 2N 1187 

T 2м 2448 G 40) NU. . 10 25-100 . 5 % A 85 Ву, Мо 7 2N 1187 

- 2м 2449 G 1х NU . 10 50-200 . e — %0 04 85 Ry, Мо # 2 № 652 
2N 2450 G 40) ми. . 10 50-200 . 20 . 85 Ry, Mo # 2N 652 
2N 2453, А $ 1° АА 1 5пА 150-600- 600 . 30 300 GE 21) 37), МС & 


2N 2455 GE LmsH 2 dn 20-100= 150 200 (15) (600) 100; Sy 
2 № 2456 GE !тан 2 0,9 . 20-100= 150 200 (15) (1С) 100] Sy 


Е 2092457 SP Li rU [01] (3) . 02 5 05 [30] . 150 Fd; А, Rz: 0,4 dB 
Е 242458 SP Ју rU [01] DI 02 z 05 [30]. 150 Ға; A, Rz: 0,4 dB 
T 24259 SP IMU 5 5 28А40-80 400 . (100) (175) . SD5'pF 

T 2м 2460 SP IMU 5 5 2nA70-130 400 . (100) (200) . 505рғ 

T ама SP IMU 5 5 2пА 120-180 400 . (100) (225) . SD5pF 

T 2м 2462 SP IMU 5 5 20пА 170-230 400 . (100) (250) . 505рҒғ 

T 2м 2463 SP ImU 5 0,3 2nA40-80= 500 . (100). 2505 рь 

T 2м 2464 SP то 5 5 2пА 70-130 500 . (100) (200) . 505рғ 

T 2м 2065 SP іт 0 5 5 2nA 120-180 500 (100) (25) . 505рғ 

T 2м 2466 SP то 5 5 2пА 170-230 500 . (100) (250) . 505рғ 

Т 2м 2475 SE іт: 20 0,4 0,0530-150= 360 50 6 (800) 200} ВС, 5у, Ед, Fi, Уа 
T 24246 SE Li sX 500 07502 20ж 600 20 (250) 300 ВС, МС, Мо 

Т 2м 2477 SE Li sX 500 0,502 60= 60 . 20 (250) 300 КС, МС, Мо 

T 2м 2478 5 Li sU 150 1,5 0,7 30= 4 . (120) 185: .  NC12pF 
тама 5 Li sU 150 1,5 0,8530-120= . . (80) 18508. МС14РрЕ 

T 2м 2480 5 Lv AA? 5 0,0530-350= 500 500 40 (50) 200) СЕ21) 37), Мо 
T 2 2480А $ Lv АА 1 5 0,0250-200- 500 500 40 (50) 200) СЕ21)37) Мо 
T 21 2481 SP LmsH 10 0,25. 40-120= 360 . (40) 20ns 200] Sy 7), Мо, СЕ, Тх 
T 2м 2482 GM (трн 2 6 5 25-200= 150 100 (20) (300) 100 RC 

T 2м 2483 SP Lm rU 0,01 5 0,0140-120- 360 50 60 (60) 200} Ед, 56, СЕ, Ма 
T 2N 2484 SP Lm rU 0,01 5 0,01100-500=360 50 60 (60) 200] | Со, МС, Тх, SD, Tr 
Т 2N 2485/86 S Li VL. . . >10= 87W . 120 [100] 200) МС 12 рЕ; -86: 140 У 
T 2м2490 С м мА 07 20-40 170W 15А . dk 110] бе, Мо 

T 2N 2491 G М HL SA 07 35-70= 179W 15A . ак 110] De, Мо 

T 2м2492 G Nt NL5A 0,5 25-50= 170W 15А. 4 1101 Ое, Мо 

Т 2м2493 G Nt NL5A 05 . 25-50= 170W 15A . ак 110} Ое, Мо 

Е 2N2497 SP Li rU ТОПА 10 10uA2 05W 3 1201 1300) Tx 17) А, Sd 

Е 22498 SP Li rU 10nA 10 10ЏАЗ 05W 6 120) [300] Tx 17) А, Sd 

F 2N2499 SP Li rU ТОПА 10 10uA4 0,5уу 15 [20]. 1300) Тх 17) А, 54 

Е 22500 SP Li rU 10nA 10 10:А22 0,5УУ 6 [20]. 1300) Тх 17) А, 54 

T 242501 SE LmsX 10 1 0,2 50-150= 360 100 (40) 3ns 200) Мо, 5у, Тг 
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Transistoren 2N 2509...2 М 2604 
з па [15 


1 12 8 


з 4 5 6 9 | ШЕР 


| | 
К |Тур АБ |Fo [Ам Т + |25|05[В М е Umox|fo Jee) Bemerkungen 
| | | | |та је |нА|У/- ти та у мне [°С 
Т'2ы 25099 $ 10 60 00175 2лА25= 360 |, (125) (45) 200 МС; На: 7 В. Тг 
T 242505 U rU 001 5 2п475= 360 . (100) (45) 200 NC;Rz:4dB,Tr 
Т 24251 5 U rU 001 5 28А120- 360 . (80) (45) 200 NC;Rz:4dB,Tr 
T2N215 SP IMU 5 5 БпА 40-100 400 . 60 (175). SD6pF 
T 2м 2516 SP IMU 5 5 БпА 80-200 400 . 60 (200). 506рЕ 
T 2м 2518 SP IMU 5 5 бпА 40-100 400 . (125) (175) . | 506рЕ 
T 2м 2519 SP IMU 5 5 БпА 80-200 400 . (125) (200). | 506рЕ 
Т 2м 2520 SP (МО 5 5 бпА 18-90 400 . 60 (150). | 50 6рЕ 
Т 2м 2521 SP IMU 5 5 SnA36-90 400 . 60 (15). SD6pF 
T 2N2522 SP IMU 5 5 5пА76-333 400 . 60 (200). SD6pF 
T 2N25233 S LM rU 001 . 2nA40-120=40 . (60) . 200 МС; Rz: 4 48,50 
T 2N2524 5 LM rU 0,01 . 2nA100-300=40 . (60) . 200 МС; Rz:3 48,50 
T 2N2526 Gd Mi NL ЗА 08. 20-50- 85W 10А 80 12k 110) Мо 
Т 2м2527/28 Gd Mi NL ЗА 0,8 . 20-50= 85W 10А 120 12k 110j Мо; 2 N 2528: 160 V 
T 2м 2529 Sg Lm N (1) (5). 1222 150 25 (45) 20 . Tx 
T 2N2530 Sg Lm N (1) (5). 1842 150 25 (45) 23 . Tx 
Т 2N 2531 54 LmN (1) (5) . 36-90 150 25 (45) 25 . Tx 
Т 2м 2532 59 іт N (1) (5). 76-225 150 25 (45) 25 . Тх 
Т 2М253 Sg іт М 10 (5). 20-55 150 25 (45) 21 . Tx 
Т 2N 2534 Sg Lm N 10 (5). 45-150 150 25 (45) 27 Тх 
Т 2N 2537 SE Li sH 150 10 0,2550-150 800 800 (60) (400) 200; Мо, МС, Тх, Tr 
Т 2м 2538 SE Li sH 150 10 0,25100-300= 800 800 (60) (400) 200) Мо, МС, Тх, Тг 
Т 2м 2539 SE LmsH 150 10 02 500 800 (60) (400) 200) Мо, МС, Тх, Тг 
Т 2м 2540 SE іт 5Н 150 10 0,25100-300= 500 800 (60) (400) 200} Мо, МС, Тх, Tr 
Т 2М244 С D X 400 s . >= . 30 10 100 Ву 
Т 2М2551 Se 101 0,5 01 1545 400 150. «+. 88 
T 2М252 Са М О ТА 0,5 125 20-60 20W ЗА (40) (0,25). Тх,5у 
bis bis 
Т 2м2567 Ga Ё U ЗА 1 125 20-60- 20W ЗА (100) (0,25). Тх,5у 
Т 2М256970 SP Іт sW . .  ТОПА50= 300 100 (20) (100) 175j Ат, Va 
D 2 №2573 SV MY 67 5 . 3 25А 25 . 125) Мо 19) 
bis bis 
О 2М2579 SV Mer 0725 « : 25А 500 . 125| Мо 19) 
Т 2м 2580 5 Hr LU 5A 5 10-50= 150W 10А 400 . 1501 De = 075-400 
T 2N 2581 S$ N LUSA 1 25-65= 150W 10А 400 50k 150; De 
Т 2м 2582 S М LU 5A 07 10-40= 150W 10А 500 50к 150; De 
Т 2м 2583 5 N LUSA 1 25-65= 150W 10А 500 50к 150) De 
Т 28412584 5 В. 5А 07 10-40= 150% . 600 30к 150) 
Т 2м 2585 5 sL 10А 1 25-65= 150W . 600 30k 150] 
T 2м 2586 SP іт rU 0,5 5 ?пА330- 300 30 45 (60) 175{ Тх9)8: < 348, М 
Т 2М2590 SP IMU 5 5 2пА 40-80 400 . 60 (75) . $О5рР,Тг 
T 2N 2591 SP LIMU 5 5 2пА70-135 400 . 60 (100). $О5рР,Тг 
Т 2м2592 SP (МО 5 5 2nA 115-200 4600 . 60 (125). 505рЕ,Тг 
Т 2М253 SP IMU 5 5 пА 160-275 400 . 60 (150). $О5рР,Тг 
Т 2м 2594 SP Li U 100 5 0,1 50-150=5\ . 80 (40) . Tr2OpF 
Т 2М2595 SP IMU 5 5 25пА 15-60 400 . 60 . . 50 6рЕ, Те 
Т 24256 SP IMU 5 5 БпА 40-100 400 . 60 (90) . SD6pF,Tr 
Т 242597 SP IMU 5 5 5пА80-200 400 . 60 (120). SD6pF,Tr 
Т 2М2598 SP IMU 5 5 25тА >20 400 . 80. .  SD6pF,Tr 
T 2М259,А SP IMU 5 5 5nA40-100 400 . 80 (90) . 50, Тг; -А:100У 
Т 2N2600,A SP LMU 5 5 БпА 80-200 400 . 80 (120). SD,Tr;-A:100V 
т IN rU 1 . 0,5 18-90= 400 А 60. 200 МС;В::6 48,50 
там rU 1 0,5 36-90- 400 . 60. 200 МС; Ва: 5 dB, 50 
T 2N rU 1 0,5 76-333 = 400 60. 200 МС; Вх: 5 В, Тг 
T 2N N 001 5 0.0140-120=400 100 60 (75) [200] Ву; Kpl: 2 м 2483 
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2 N 2605...2 М 2714 Dioden und 


2 a ја js Й |7 [в |» = In E h 14 |5 

K Тур Ki јео ші Ur Бр 0548 Imox |Опох| |) _ | тх| ВетегКипдеп 
2 У |ЏАУ/ ту |ma Мо МНЕ |°С 
EE ЊОЈ ЕНИ | Џ t 

Т 2N2605,A SP Чэ N 001 5 0.01 100-300=400 100 60 (75) (200) Ву: Kpl: 2N 2484 
Е 22606 5 Lm”U Dal 30 . 011. зов 0 Sd: A 6 pF 
Е 2N2607 5 Lm’U [ЗА] 30 . 033 - <15 А 22 58: АЛОРЕ 
Е 22608 5 Lm”U (108А130 1 300 <455[30) . 200] Sd: ARz:3dB 
Е 242609 5 Lm”U [30nA]30 . 25 я 249. . . 58: А ЗОРЕ 
т 2420 5 1091 5 2 "gäe 80 5 №. Т 
Т 232613 Ga Kr N 05 4 5 120-200 120 50 (30) (10) 100 RC 
T 242614 Ga Kr N 1 6 5 100-460 120 50 (40) (10) 100 КС 
т 242615 SP іт УОЗ 1 1nA20-200=30 . (30) (500). ға 
т 2N 2616 SP (т УОЗ 1 0,0120-200=30 . (30) (600). Ра, тх 
тозмави SP ци LM 250 28 01 75W 8750 1,5A 60 (200) 200 #69), МС 
T 22632 5 NwWNL1A 2 Ол 40420-4097 . (10) 50 
Т 2М163324 $ М HL 1A 2 01 40-120:40М . (120). SD; 2 N 2634: (150 У) 
T 22635 GM Li s 50 1 3 >45- 150 100 (30) 280 100) Тх, Мо 
T 2N2639 SP 0% АА 001 5 100А50300= Den 30 45 [20] (300)1х37)21) 

ыз 50, Тг, Мо, Со 
Т 2М 2644 SP 1У%АА 0,01 5 1ОпА 100-300--0,6М 30 45 (20) Goal кві: 2'N 2802/7 
Т 2м 2645 SP Lm rU 150 10 0,01100-300= 500 50 (86) Fd; [Li]: 2 N 2049 
T 232646 SU LmsO 25 4 12 0,56-0,75 4,7-91. 30 . | 6Е20)81), Со 
Т 2м2647 SU (то 2 8 02 0,68-0,82 4,7-91. 30 . бЕ20)81), Со 
Т 2042648 Са Li зА ТА 0,5 5 80-500- 300 . (35) (10) 619) 
т смање S ÙU VU. 22 >4,668 87W . 65 [130] NC 12 pF 
T 2N 2650 5 U VL. ‚ | >654В 87W . 140 [130] . NC12pF 
Т 2N2652,A $ Lv AA 1 5 10nA50-200=2x300 500 60 (60) 200) GE 21) 37), Мо 
|р 21263 5 Gar . . "EC 140А 400 . 22 тх1в) 
Т 2м 2657/58 5 Li ULJA . 0,5 Muss dm 5А (80) (20) . МС, SD; -58: (100 V) 
Т 2 2659 Ga L_ № 500 . 155 30-90= 400 ЗА 50 . 2 тя 

Би bis 
T 232670 Ga ы NL 500 . 125 30-90- 900 ЗА 90 . ям” 
т 24121673 54 ами 1 5 01 822= 250 . (60) . „ ВЕ 
т 24204) Sd амо 1 5 01 12:40 250 . (60). СЕ 
т 2м 2675 54 MU 1 5 01 22:76: 250 . (60) . СЕ 
т 242676 Sd LMU 1 5 01 45-290=250 . (60) = БЕ 
т 2N2677 Sd IMU 10 5 01 20-55= 250 (45) СЕ 
Т 24208 Sd LMU 10 5 ОЛ 45-150 150 . (45). СЕ 
D 242679 SV ЦТ 05 (12500207 а 350 30 . Тх19) 

bis bis 
D 2N2682 SV Џо Y 05 1,250,0207 : 350 200 . . Тх19) 
D 2м2ёз SV U Y 1 12500208 2 280 30 . . Тх19) 

bis bis 
D 2М266 SVY Ш Y 1 12500208 . 280 200 . те 19) 
О2М2687 5 Dräi 15021 : 280 30 . : те19) 

ыз ыз 
D 23260 SY U Y 2 15021 . 280 200 . 222 119) 
Т 292692 SP LmsA 01 1 101А90-360=300 50 30 500п [200] Tx 
Т 2N 2693/94 SP іт: 01 1 10пА >60= 300 50 30 0,5us [200] Тх 9); 2694: >30- 
Т 21426985 SP ПМ УХ 50 1 0465 2w 500 25 (200) 200) Fd, ТХ, Tr 
Т 2м2696 SP Іт УХ 50 1 04 65 1,2W 500 25 (200) 200; Ға, Тх, Te 
Т 2N 2697/98 5 Ns L 1А 2 01 40420- 20W . (80). . 50: 2698: (100 V) 
Т 2М427008 SP їту 2 2 00130-200- 200 . (35) (700) 200 ВС, МС, Мо 
т 24240 5 U зн 10 1 0,03 >40- 360 500 (40) (500) 200) Мо 9)4 pF 
Т 2N2711 SP 10 2 4,5 0,8 30-90= 200 . 18 (200). СЕ15рҒ 
T 2м 272 SP LmU 2 45 0,8 75-225— 200 . 18 (200). СЕ1ОрЕ 
T 2N213 SP LmUH2 45 0,1 30-90— 200 200 18 855 . СЕ10рЕ 
т 2м 2714 4.5 0,1575-225- Е 8508 . СЕТОрЕ 
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Transistoren 2 N 2715...2 N 2857 


1 |2 5 16 |7 [в Io ю т |2 из ја 115 
K |Р [ль РА Aw Ir Yr Isp Usclf |N Inox |Umox fa Їнах Bemerkungen 
| | | (тА У |нА у/- [mw тА М ы 9С | 
Т Т рты; ө? KH 
T 2м 2715 SP (ти 2 45 2 3090- 200 . 18 (200).  GE4pF 
T 2м 2716 SP LwU 2 452 75-25= 200 . 18 (200). СЕ4рЕ 
Т 2N 2720/21 5 Lv U 1 57 105 35 600 40 80 (80) 230 МС6рғ,Мо 
Т 2м2722 5 Lv АА ША 5 1пА100 2x300 40 45 (100) 230 МС 6рғ, Мо, SD 
Т 2м 2723 SP Lm’43) 10 5 0,01 > 2000= 500 40 60 (150) 200; SD 21), Мо 
Т 2N 2724 SP Lm’43) 10 5 0,01 >7000- 500 40 60 (175) 200; 50 21), Мо 
Т 2м 2725 SP 1т”43) 01 5 2тА >2000=500 30 45 (200) 200; SD 21), Мо 
Т 24278 SM Li UL 200 10 110 30-90ж 1W . 200 (15) . СЕ, Тг 
Т 242727 SM Li 200 10.100 75-150= 1W . 200 (15) . СЕТЕ 
T 2м2728 С № NL 50А Di, >20- 170W 50А (15) ék 110} Мо 
Т 2м 2729 SP LM vo3 1 0,01 20-200= 300 . (30) (600). ға 
T 2м2730 С "HH 65А 2 >15= 10W. 60 . 2% SD 
ыз ы. >20- 45 
Т 2м2738 С ма мр 65А 2 >15= 140W. 3 . # ще 
Т 2442739 5 Мазі 10А A >10= 200W 20А 50 (0,2) 1751 WB, Wh 
T 2427400 5 Nasl 10A 4 . >10- 200W 20А 100 (0,2) 1751 WB, Wh 
T 22741 5 Маз 10А 4 >10= 200W 20А 150 (0,2) 1751 WB, Wh 
T 2м 2742 5 Nasl 10А 4 >10= 200W 20А 200 (0,2) 1751 WB, Wh 
т 2м 2748 $ Маз 15А 4 >10= 200W 20А 50 (0,2) 175{ WB, Wh 
15 bis 
Т 2 2772 5 мт’ 20A 4 >10= 200W 30А 200 (0,2) 175; Wh, WB 
Т 2м 2784 SP Ш sX 10 0,5 ЅпА 40-120= 30 . (15) (16). Tr 
Т 2м 2785 5 Lm’rN10 5 0,05 > 1200= 500 20 40 (10) 175) СЕ 21) 43), Мо 
Т 2м 2787 5 Li U 150 10 0,4 20-60= 800 800 (60) . ЕМЕ 
т 242788 S Li U 150 10 0,4 40-120- 800 800 (60) . г “кс 
Т 2м 2789 5 Li U 150 10 0,4 100-300= 800 800 (60) . 2 ме 
Т 24270 5 LJ U 150 10 0,4 20-60= 500 800 (60) . = ме 
T 242799 $ LU U 150 10 0,4 40-120= 500 800 (60) . “ING 
Т 292792 5 U О 150 10 0,4 100 300- 500 800 (60) . „ „ме 
Т 2142800 SP Li s 150 0,4 0,1 30-90= 800 800 (50) 601: 200] 5у, Мо, МС 
T 2N2801 SP Li s 150 0,4 01 75-225- 800 800 (50) 605 200{ Sy, Мо, МС 
Т 2м2802/03 SP Lv’ AA ОЛ 5 0,0120-120- 500 30 20 (60) [200] Тх 21) 37), SD, Мо 
Т 292804 SP Lv Ns 01 5 0;0120-120= 500 30 20 (60) [200] Tx 21) 37), SD, Мо 
Т 2142805/06 SP Lv’ АА 01 5 0,01 40-120= 500 30 20 (60) [200] Тх 21) 37), 50, Мо 
Т 2N2807 SP Lv № 01 5 0,01 40-120= 500 30 20 (60) [200] Tx 21), 37) SD, Мо 
Т 242811 5 NINLSA 5 01 20-60= 50W . 60 . 50 
Т 242812 5 NI М 5А 5 DI 40-120= 50W . 60 . ж (55 
Т 284243 5 МІ М 5А 5 01 20-60= 50W . 80 . 34 "650 
Т 2м 2814 5 МІ М 5А 5 0,1 40-120= SOW . 80 .. . SD 
т 2м 2824 5 sL 20A 1,1 . 10-40= 200W. 100 (0,6) 200j Ss 
T 2N282627 G MTNL 100. 75-200= . 1,54 15 ко. De; 2 № 2827:30 У 
T 2м2832/33 G Mi sL 10A 0,2 0,3 25-100- 85W 20А (80) 50k 110) Мо; 2 N 2833; 120 
T 2м2834 G Мі sL 10A 02 0,3 25-100= 85W 20А (140)50k 110; Мо 
T 2N2837 SE Lm sH 150 0401 50 . (50) (120) 200) Мо, NC 
T 2N2838 SE Lm sH 150 04 04 500. (50) (120) 200 Mo, NC 
T 2N2840 SU LmsO 10 021 5-9 -GE 20) 81) 
Е 2N2841 5 LmU Daai 30 . төлж. : 225% АбрЕ 
Е 242842 S$ Lm’U [3nA] 30 . 0,18 5 <0,325. . 22-54; А1ОрЕ 
Е 2м2843 5 Lm’U ПОпА) 30. 0,54 : ПУНЕ ЈА . Sd; A17 pF 
Е 2N2844 S Lu [30nA] 30. 14 1 аа МЕ) - Sd; A 30 pF 
Т 2м 2845 SP LmsX 150 10 0,2 30-120= 360 (60) (350) . Ра, Мо 
Т 2м 2846 SP Li sX 150 10 0,2 30-120= 800 . (60) (350) Fd, МС, Мо 
Т 2м 2847 SP LmsX 150 10 0,2 40-140— 360 . (60) (350). Ға. Мо 
T 24288 5р Li X 150 10 02 40-140 800. (60) (350) Ед, МС, Мо 
Т 20 2857 SP (лем 3 0,0 20 (30) (16) 200; RC, Ма, Мо 


201 


2 М 2860...2 М 2949150 Dioden und 


в ја |5 |6 |7 je 9 в m hz h3 ја |в 
Ab |Fo Ам k "Hei |; 1973 IN Inox Что) А | |Ветегкипдеп 
| | |тА |У ША | У/- ту (ва M MHz |°С 
242860 GE tms. "|. Г. 450 ' 150 150! (в) 4008 1100] бу 
2 №2861 SP Ш А 10 5 0,0150-150= 300 10 (05) Tx 9), Tr 
2 № 28620 SP ША 10 5 0,0125-150= 300 10 20 (60) . Тх9), Те 


2N 2863 SP Li УА 10 15 0,5 >20= 800 1А 40 (100) [300] Tx 9) 
2N 2864 SP Li УО 10 15 05 >12= 800 1A 40 [100] (300) Тх 9) 


2N 2865 SP іт vu 4 10 0,01 20-200 200 50 (25) [200] [200] Tx 9) 
2N 2866 SP No UL 500 5 100 20-60= 20W . во (10) Tr 
2N 2867 SP No UL 500 5 100 40-120= 20W . 80 (10) . Тг 
SP Li sH 150 10 15 40-120 800 . 40 . СЕ 
2 N 2869 Ga Mi NL 1A 2 500 50-165= 30W 10А (60) (0,45) 100) RC # 2 N 301 


2 N 2870 Ga Mi NL 1А 2 500 50-165= 30W 10А (80) (0,05) 100) RC # 2N 301 A, SD 
2 N 2875 SP No UL 500 6 1гҮ420-60- 20W . 50 25 T 
2N 2876 SP Nu 


(25) r 
(200) 200 RC 47), МС, SD, Tx 


ШЕЕ ЕРЕ 55445 -1-1-1-1-1 
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2М277 5 Мо: ТА . 0,2520-60= 17,5W5A 60 (30) . > МС,50 
2N 2878 5 Мо1 1А 0,25 &0-120= 17,5УУ5А 60 (50) . > МС,50 
24209 5 Мо: 1А 0,25 20-60= 17,5W5A 80 (30) . > МС.50 
2N 2880 5 Мо! 1А . 0,2540-120= 17,5W5A 80 (50) . МС,50 
2N 2883/84 SP Li НО 100 10 0,5 >20- 800 100 (40) (500) (200) ға, Тх 
2М290 S Li L 1А 2 0,5 30-90= 28W ЗА 80 (30) МС, Tr, 58 
2 2891 S Li L 1A 2 0, 50-150= 28W ЗА 80 (30) - МС, Тг 
2N 2892 5 Мо 1А 2 05 30-90= 17W ЗА 80 (30) . NC,Tr 
2м 2893 5 Мо1 ТА 2 0,5 50-150= 17W ЗА 80 (30) МС, Те 
2 2М2894,А SP Lms 30 0,5 015 40-15 = 1,2W 200 12 (550) 200 Ед, 11 Кр!:2 N 2369 
Т 2м 2895 SP Lms 150 . >40= 1,8W 80 (120) вс, МС 
T 20 2896 SP Lms 150 . . >60- 18W . 140 (120). ВС, МС 
Т 242897 SP Lms 150 1,8W . 60 (100). ЕС, МС 
Т 2М429899 SP Lms 150 1,8W 140 (120). RC 
Т 2N 2900 SP Lms 150 1,8W 60 (100) RC 
Т 2М 2903, А 5 Le AA 5 1 10 4 ЖЕСІ Tr 21) 37) 
Т 2М2904,А SE Li ЗН 150 0,4 0,0240-120= 600 500 (60) (200) 200) | Ма, Со, Мо, Ку, Ак, 
Т 2М2905,А SE Li ЗН 150 0,4 0,02 100-300= 600 500 (60) (200) 200) | МС, Тх, In, Tr, Ss 
Т 2 № 2906, А SE іт sH 150 0,4 0,0240-120= 400 600 (60) (200) 2001] Со, МС, Тх, Мо 
Т 2142907,А SE Lm sH 150 0,4 0,02 100-300= 400 600 (60) (200) 200111, 1 
|Т 2N 2909 SP ім зн 150 10 15 40420- 400 . 40 . қ СЕ 
|Т 2м2мо S № АА 1 1 0,01 >80= . 7, 798 . СЕ 21) 37), Те 
Т 232912 G Мез 10А 0,5 >75- 75W 25А (6) (30) 110] Мо 9) 
Т 20 2913 SP №’ AA 1 0,35 0,01 > 150-- 2х300 30 45 (60) 200) | СЕ 21) 37) ға 43) 
bis bis | In, Мо, Tr, Тж 
Т 2N 2920 SP L AA 1 0,35 2nA > 300= 2x300 30 60 (60) 200]| 50 
T 2М2994 5 1.02 10. 35.70 200 25 Е GJ 
T 2N292 5 16.02 10. 55-40 200 . 25 e E 
Т 21 2923 SP іту 2 4,5 0,8 90-180= 200 . 25 (200) GE 9 pF 
T 2N 2924 SP іту 2 4,5 0,8 150-300=200 . 25 (200).  GE9pF 
Т 2М429225 SP іту 2 4,5 0,8 235-470=200 . 25 (200). СЕЭрҒ 
Т 2м 2926 SP LmwU 2 4,5 0,8 35-470 200 . 18 (200). СЕ4)73)9рҒ 
Т 2М2927 SP Li Vs 50 1 25 30-130= 800 500 (25) 7588 . Sy,Fd 
Т 2м2928 СЕ іт зн . : 150 100 (15) (400) 100) 5у 
Т 22929 СЕ Li rA 10 10 04540420 300 100 (25) (16) 100) Mo 9) 1,75 pF 
Т 2N 2938 SP LmsX 10 0,35 3һА 125= 300 500 (25) 118 175 RC # 214326 
T 2N2% SP LM ЗУТ 0,5 01пА >80= 400 100 10 . 200 Тх6рҒ, МС, SD 
T 21м2945 SP LM sW 1 0,5 020А >40- 400 100 20 . 200 Tx6pF,NC, SD 
Т 2N29%6 SP LM зуу 1 0,5 0,5nA >30= 400 100 35 . 200 Тх6рҒ, МС, SD 
T 2м 2947 SE Li H 400 1 2,5-35= 15W . (60) (200) 175{ Мо 
Т 2N 29248 SE Li H 400 1 2,5-100щ 15W . (40) (200) 175) Mo 
Т 2М 2949/50 SE 0,1 5-100= 3,5W . (60) (200) 175} Мо;2 N 2950: [Мо 
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Transistoren 2N 2951...2 М 3063 


9 ю Іп |2 13 |М |15 
| N ох | Унах тах Bemerkungen 
mW mA У MHz © 
: Ё те ТАС 1 - 

Т 2м 2951/52 SE Li H 10 . 0,1 20-150= 600 . (60) (400) 175] Мо; 2 N 2952: [Ст] 
Т 2м 2953 ба Кг МТ 10 10 5 350 120 150 25 (200) 1001 КС; егз: ТА 2404 
Т 2м 2955 GM іт Hs 10 02. B= 150 . (40) (350) 100} Мо 
Т 2м 2956 СМ Lm Hs 10 018. 64- 150 . (40) (375) 100) Мо 
Т 2м 2957 GM Lm Hs 10 0,15. 105= 150 . (40) (400) 100] Мо 
Т 2м 2958 SE Li Hs 150 0,5 40-120 600 . (60) (250) 175; Mo 
Т 2N 2959 SE Li Hs 150 0,5 100-300 --600 . (60) (250) 175] Мо 
т 2м 2972 SP іт гм . , ЛЛА 240-= 750 30 45 (60) 200) Е4 21) 43), МС& 

bis 
Т 2м 2979 SP Lm’AA . . ЛЛА 450= 750 30 60 (60) 200) Е4 21) 43), МС & 
Т 2м 2987/88 SP Li L 200 . 15 25-75= 1УУ 1А 80 . . Тх; 2 N 2988: 100 У 
T 2м 2989/90 SP Li L 200 . 15 60-120= IW ЛА 80 . . Тх;2 М2990:100У 
Т 2N 2991/92 SP HL 200 . 15 25-75 2W 1А 80 . . Tx; 2 N 2992: 100 V 
Т 2N 2993/94 SP HL 20 . 15 60-120= 2W 1А 80 . . Tx; 2 N 2994: 100 У 
Т 2м 2995 SM . UL 200 10 200 30-90 1,5W . 100 (15) . GE 
Т 2м 2996 СЕ Lm’A 20 . .  25-500= 75 50 15 (o) 100j Tx; 3 pF, = 2 М 3263 

bis 30 
Т 2N2999 GE Lm”A 3 . . >10= 75 20 15 Со) Se Тх; 2 pF, = 2N 3283 
О 2м 3001 SN ш Ү 5 1,1 0,0207 350 . 30 Tr, Tx 19) 

bis bis 
D 2N 3004 sv шт.4 1,1 0,020,7 350 . 200 . . Тг, Тх 19) 
D 2 м 3005 У-у 5 1,1 0,2 0,8 250 . 30 = . Tr, Tx 19) 

bis bis 
D 2м 3008 ЗҮ ҰШ )9 1,1 0,2 0,8 250 . 200 . . Те, Тх 19) 
Т 2м 3009 5 LR X 30 0,4 0,5 30-120= 360 30 15 (550) 200] Fd,Tx 
Т 2N 3010 5 Lm sH 10 0,4 5 25-12 5- 300 10 6 (800) 200) Ра, Тх, Тг, Мо 
Т 2м 3011 5 іт sH 10 0,350,4 30-120- 360 30 12 (650) 200} Ед, Тх, Тг, Мо, ЕС 
Т 2м3012 5 іт s 30 0,5 ВОпА 30-120= 360 100 12 (550) 2001 Ра, Тх, Tr 
Т 2N 3013/14 SP LR sX 30 0,4 0,3 30-120= 360 200 (40) (550) 2001 Ра, Тх, Со, Мо 
Т 2м 3015 5 Li ЗН 150 10 0,2 30-120= 800 500 30 (330) 200] Ед, МС, Мо 
Т 2м 3019 5 Li U 150 10 0,2 100-300= 800 1A (140). . МС, 12 pF, Tr, Мо 
т 2м 3020 SP Li U 150 10 0,0140-120= 5W . 80 (100). Тг 12 pF, Мо 
Т 2м 3021 5 Mi L ТА 2 20-60= 25W ЗА (30) (100) 175] Мо 
T 2N 3022/23 $ Mi L 1A 2 . 20-60= 25W ЗА (45) (100) 175j Me: 2 N 3023: {60} 
т 2м 3024 5 Mi L 1A Я . 50-180-- 25УУ ЗА (30) (100) 175] 
Т 2N 3025/26 5 Mi L 1A 2 50-180= 25W ЗА (45) (100) 1751 Ma: 2 N 3026: (60 у) 
т 21 3033 5 U sH 1 5 300 20 150 3ns [200] Tx 9) 
Т 2N 3034/35 SE U sH 1 87 Ce 300 20 110 Ans [200] Тх 9) 2 N 3035: 80 V 
т 2м 3036 SP Li As 150 10 0,0150-150= 800 1200 80 70ns [300] Tx 9) 
т 2м 3037 SP Ју U 150 10 0,01 40-120= 360 500 70 70ns [200] Тх; kpl:2 N 3039 
Т 2N 3038 SP Ју 150 10 0,01 80-240= 360 500 60 65ns [200] Тх; kpl:2 N 3040 
Т 2 М 3039 SP к U 150 . . 20 360 . 50 (50) 175) Tx 
T 2м 3040 SP ЈЕ U 150 02. 40 360 . 40 (50) 1751 Тх 
т 2м 3043 SP 5: АА 001 1 . >100= 250 . 45 (30) 200) Тх, Мо21)37) 

bis bis 
Т 2м 3052 SP Sz sP 10 0,25. 25-130- 250 . (35) (200) 175) Tx 21) 37) 
Т 2N 3053 SP Li U 150 10 0,2550-250 5W 700 60 [20] 200) RC 9), Tr, Уа, Мо 
Т 2м 3054 Sd Mu sN 500 4 . 2540 25W 4A 90 (10) 200; RC 9), Tr, Ss 
Т 2м 3055 54 Mi sN 4A 4 20-70 115W 15А 100 (0,5) 200] RC 9), Мо, In, SH, & 
T 2N 3056, А SP LM U 150 10 0, 01 40-120= 5W . 60 (80) . Tr; -А: 30-120= 
Т 2М 3057, А SP LM О 150 10 0,01 100-300- 5УУ . 60 (100). Tr; -А: 80-300 = 
Т 2м 3058 5 LM rU 0,025 . ОЛпА 40-160= 400 100 6 
Т 2м 3059 5 LM rU 0,025 . 0,1nA 100-400= 400 100 10 . 
Т 2м 3060/61 S IM U 3 . 5nA 30-90= 400 100 60 1 
Т 2N 3062/63 $ миз . 10пА 20-80= 400 100 80 1 


2 М 3064...2 N 3218 Dioden und 


a |а Is le |7 ja |ә wm mä h3 |а hs 
| | | | | | 
К Тур АБ Fo Ау Ш 1,1 54В IN Бый. inal Bemerkungen 
| | | mA У шАУ/- туу тА У [MHz (°С 
Т 2м 3064/65 $ LMU 3 . 108А 15-60- 400 100 100 1 200 МС;-65:30-120- 
Е 2М306,А $ Lm’rU [1nA] 50 . <1 у оза. . . Sd, ОВ; A 10 pF 
bis 2-10 . 
Е 2 3071 5 іт) (184150 . «25 Е 0,1-0,6. . . 54; А15рЕ 
T 2М302 SP Li Vs 50 1 10 30-130= 800 . (60) (150) . Ға, Тг, Ма >. BDY 20 
T 243073 SP Lm уз 50 1 10 30430- 360 . (60) (150) . Ра, Тг 
Т 2М307778 SP U U iA 5 0,01>80= 360 . 60 (60) . Tr;2N 3078: >25= 
T 2 № 3081 SP Li sH 50 (60. >20 600 600 (70) (150) 200 5у 
Т 2М3081/46 SP LM зн . [6] . >20- 400 600 (70) (150) 5у 
Т 2М3081/51 SP Ју sH . [6] . >20= 300 600 (70) (150). 5у 
Т 2м 3082/83 $ Lm sW 0,25 . 0,01 >100= 500 . 20 (100) 200; СЕ21)37) 
Т 2М843407 SP Li s 150 1 0,5 100-300-- 80 . (100) 100 200] Fd 9) 
Т 2N3108 SP Li s 150 1 10 40-120= 800 150 (100) (100) 200) Ед, Те 
Т 2N 3109 SP Li s 150 1 0,5 100-300 800 . (80) 100ns 200; Ед 9) 
Т 20 3110 SP Li з 150 1 10 40-120- 800 150 (80) (100) 200) Е, Те 
Е 2031102 S Lm”’U |501 20. «04145 . «075. . 22-54% А3,5рЕ 
Е 243113: S 5Г О DO 20 . «0415 . <0,175 . 58: А 2 рЕ 
Т 243114 SP Li s 0,1 10 0,01 > 15 800 30 150 (100) [200] Ға, Tx 
T 243115 SE іт Н 150 0,5 . 40-120- 400 (60) (250) 175) Мо 
T 243116 SE Lm Не 150 0,5 . 100-300=400 . (60) (250) 175 Мо, Тг 
Т 2N317 SP Lm rN 0,01 5 0,01 250-500=3600 . 60 (120). | Ед, МС, 50, Тг 
T 2N3118 SP Li Vs 25 28 0,1 50-275= 1W 500 85 (380) 200 RC 
T 2N3119 SP Li s 10 10 0,05 >40= 1W 500 100 (250) 200 ЕС 
Т 2м3120 P Li Vs 50 1 10 30430- 800 . (45) (200). Fd,Tr 
Т 2М432171 P м уз 50 1 10 30-130 360 . (45) (200). Ға, Тг 
Т 293123 5 Li U 150 10 0,4 100-300-- 800 800 (60) . МСВрЕ 
T 2м3127 GM їт”УА3 10 3 20-125 100 50 (25) (400) 100] Мо 6) 47) 
т 293128 5 5 О 1 . 108А70- 150 20 (60) 150 МС6рЕ 
T 23129 S буо 1 22 10һА 150= 150 . 45 (60) 150 МС6рЕ 
(Т2 3130 S $501 - 10nA 100= 150 . 60 (60) 150 NC6pF 
[T 293133 SP Li U 150 10 0,6 40-120- 600 600 35 (200). МС, Ма; Кр!: BSX 95 
[T 293134 SP Li U 150 10 0,6 100-300= 600 600 35 (200). МС, Уа; Кр!: В5Х 96 
Т 2м3135 $ U U 150 10 0,6 40-120= 300 600 35 ‚ МСЛОРЕ, Tr, Мо 
т 2м3136 $ U U 150 10 0,6 100-300=300 600 35 . МС 10 РЕ, Тг, Мо 
T 2М347 SP Li H 50 10 50 20-120= 600 50 (40) (750) Ға, Мо 
Т 243138 5 С" VL 1A . >5,448 20W . 65 [70] 200 МС 
Т 2м3139 5 СУЕТА . . >8,548 20W . 140 [70] 200) МС 
Т 2м3140 5 СР У. 1А . . >4dB 20у . 65 [130] 200 МС 
Т 243141 5 С” У. ТА. . >648 20W . 140 [130] 200 МС 
Т 2м3142 5  М,УСЛА 2. > 5,488 25W . 65 [70] 200) МС 
Т 2м3143 5 МІ УСТА . . >8348 25W . 140 [70] 200 МС 
Т 2м344 5 МІ УСЛА . . >4dB 25W . 65 [130] 200) МС 
Т 2м3145 5 МІ УСЛА . . >648 25W 140 [130] 200) МС 
Т 2М314647 Ga Mi L 10А . 10тА 25-90= 1750 15А 150 22 Тх;2 N 3147: 180 V| 
T 243М9 5 HL 50А 3 2mA >10= 200. 80 . 250 
Т 2N 3150/51 $ HL 50А 3 213 >10- 200. 100 . . 50:2 N 3151: 150 У 
T 2N3153 5 U sW ТА 2nA . 300 . 15 . 200 МСВрЕ 
T 243209 SP LmsH 30 0,5 80 30-120= 360 . (20) (550) . Fd,Tr 
т 2N310 S U sH 10 1 0,0130-120= 360 500 (40) (300) [300] Мо 6 pF 
Т 2М321 $ U sH 10 1 25пА 50-150= 3600 500 (40) (350) [300] Мо 
Т 233212 Gd MU ЗА . 30-90- 5W БА 80 . 110 De 
Т 2N321314 Gd M U ЗА . . 3090- 5W БА 60 . 110 Ое; 2 N 3214: 40У 
T 233215 Gd M U ЗА . . 35-100= SW БА 30 . 110 De 
T 2м3217 S LMsW 300 . ТА. 40 . 10. 200 МСВРЕ, 50 
т 2N 500 . ТА. 400 200 МС 8 рЕ,50 
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Transistoren 

3 

К Тур |АЬ | 
A 1 
Т 2N 3219 5 
Т 2N 3220/21 Sd 
Т 2143222/23 Sd 
Т 2м 3227 5 
D 2 М 3228 sp 
Т 2N 3229 sp 
т 2м 3230 5 
Т 2М 3231 5 
Т 21 3232 5 
Т 2м 3235 5 
Т 2143241, А SP 
Т 2м 3242, А SP 
Т 2N 3244 5 
Т 2 № 3245 5 
Т 2М 3246 5 
T 2м 3247 5 
Т 2М3248 5Р 
Т 2N 3249 5Р 
Т 2 №3250 Sp 
Т 2М3250А SP 
Т 2М3251 5Р 
Т 2N3251A SP 
Т 2N 3252 SP 
Т 2N 3253 ЅР 
T 2N 3262 5Р 
Т 2м 3263 $Е 
Т 2N 3264 SE 
Т 2м3265 SE 
Т 2N 3266 SE 
Т 243267 СР 
D 2N3269 sy 
bis 
D 2м 3272 бу 
D 2N 3273 sv 
bis 

D 2N 3276 sv 
т 
T 
T 
Т 
T 
T 
T 
T 
F 
Е 


тт 


я л 


2N 3277/78 Е 
2N 3289/90 5 


2N 3299 sp 
2N 3300 sp 
2N 3301/02 SP 
2N 3303 sp 
2 N 3304 5Р 
2N 3327 5 
2 N 3328 54 
2 N 3329 5Р 
bis 

2 N 3332 sp 
2 N 3333 54 
bis 

2 N 3336 Sd 
2N 3337 5Р 
2N 3338/39 SP 
2N 3340 SP 
2 N 3341 $Р 


|4 |5 |6 z в 9 jo Ін |2 Із [14 [15 
„Ро |Ам I Е |Is Us,/B |N |Imox Џлох | Г tmox Bemerkungen 
ШИГ Л мі ЏАЈМЈ- | ту |тА м MHz °С 
1 1 } + + —— т 
LM sW 600 . 1пА. 400 . 35 200 МСВРЕ, 50 
. L 500 5 100 20-60 2W 2А 80 22 СЕ;-21:40-120= 
2201500 5 100 20-60= 2W ЗА 60 . , _ бЕ;-23: 40-120= 
LJ sH 10 1 0,4 100-300== 360 500 (40) 18ns 200] Мо 4 pF 
Мо Ү 30А 2,158 1,2 mK: 3,2А 120~ . 100 ВС 13) 18), Tr. Та 
Nu VL 550 50 0,1 15W 17,5УУ 2,54 60 (200) 200 ВС 47) ers. ТА 2388 
1. 2А 2 50 >2000ж. БА 60 (40) . ВС 43) егз. ТА 2513 
12. ЗА 4 50 >2000ж. БА 80 (00) ЕС 43) ers. ТА 2514 
Mi UL 1,5A 10 1тА >15- 117УУ 7,5А 60 200] Мо 
Мі UL ЗА 10 5тА 15-75= 117W 10А 55 200} Мо 
Ur rU 10 12 01 >50- 500 100 25 (60) 175 АС 9) 
Ur rU 10 12 0,01 >75= 500 200 25 (60) 175] АС 9) 
Li sT 150 1 005>60- 1W 1A 40 (175) 200] Мо 
Li sT 150 1 0,05 >35= 1W ТА 50 (150) 200) Мо 
U rU 0,5. 1пА350- 350 (60) 200 NC;Rz:2dB 
Sy U 1 0,25400= 150 . 45 (60) 150 NC6pF 
U sX 10 1 0,0280-150- 360 . 12 (250). ТеВрЕ, Мо, Ак 
Ш sX 10 1 0,02100-300= 360 . 12 (300). Tr8pF,Mo, Ak 
Ш sX 10 1 00250-150- 360 . 40 (250) 200j Tr 6 pF, Уа 98), АК 
Lm H 10 1 0,0140-120= 360 100 60 (450). ВУ, Мо, Ак 
LJ sX 10 1 0,02100-300- 360 . 40 (300) 200; Tr 6 pF, Ма 98), Ак 
Lm H 10 1 0,01100-300=360 100 60 (450). у, Мо, АК 
Li sT 500 1 05 90- 1W 1A (60) (200) 200) Со, Tx 9), Уа, Мо 
Шат 375 1 0,5 75= 14W ТА (75) (175) 200) Со, Тх 9), Мо 
Ши s 500 4 01 240= 8750 1,5А 100 20ns 200 ВС; ers. ТА-2501 
Lsv 15А 3 4тА 25-75 20А 90 (20) RC; ers: TA-2492 
10 s 15А 3 20тА 20-8 20А 60 (20) : 
Nm’s 15А 3 4тА 25-7 20А 90 (20) 
Nm’s 15A 3 20тА 20-8 20А 60 (20) . 
Lm” AU 3 : 10-500= 75 20 15 (900) 100 
16) У 10А 22 0,8 500 ВА 100 Зиз 150 

bis 
16) У 10А 22 0,8 500 ВА 400 Зиз 150 
Ш у 5А 24 08 100 2,2А 100 Зиз 150 

bis 
Ur 5А 24 0,8 100 22А 400 Зиз 150 
сам : 225 27.29 (16450) ғай?) 
Штем. 2 10 0,01 10-150=300 50 (30) (500) 200) МС 10 pF, Мо 
Li sH 150 10 0,01 40-120=800 150 30 (400) 150 Ға, МС, Јп, Мо 
Li ЗН 150 10 0,01 40-120=800 150 30 (400) 150 Fd, МС, In, Мо 
Lm sH 150 10 0,01 100-300=360 150 30 (400) 150 Ед, МС, Мо 
Li’ sH 300 0,5 01 30-120=600 1A 12 (500) 150 Ға, Тх 9), Мо 
тз 50 1 300 . 6 (600) 150 Ға, Тх, Мо 
мо VL . - dB 20у . 65 [260] МС 30 РЕ 
Lm U [1пА] [6] р 10000. Тх 17) А, 2 РЕ; 54 
Lm rN 10 20 1000 2 30 з [200] Тх 17) 47) А, 54 
Lm ПМ 10 20 600 2,2 300,6 7. 1200] Tx 17) 47) А 
ТО89 АА [10пА] [1,6] . 1,8 А 1 ро Tx 17) 21) 37) А 
ТОВЭ АА [10пА] [1,6] . 1,8 : 1 рој Tx 17) 21) 37) A 
Lm rH 4 10 25пА>30 300 4 40 (500) ға 
Lm rH 4 10 25nA>230= 300 4 40 (500). ға 
LM sX 001 2 1пА >40= 400 (30) (70 SD} 41) 
LM sX 001 2 0,01 >40= 400 (30) (50 50 


2 N 3219...2 N 3341 
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2 М 3342...2 М 3440 Dioden und 
|а |5 је [7 | 


9 По | |15 
АБ |U; | 


! | | | | 
из В IN | ток | Bemerkungen 
Imw У | e 


8 
Isp 


SD < 10 pF 
ТА. . Е 50 
ЅпА . . . 50 
5nA . . . . 50 
10пА 60= s NC 21), Tx 


2пА 130= “ . МС 21), Тх 
2пА 130- . . МС 21), Тх 
2пА 130= А МС 21), Тх 
300 4 . WB, Wh 18) 


300 я WB, Wh 18) 


54; А 15 рЕ 
59: А 15 рЕ 
54; А 15 рЕ 
Sd; А 20 pF 
Sd; А 20 pF 


58; А 20 рЕ 


2N 3369 


2N 3370 
2 N 3371 
2N 3375 
2 N 3376 
bis 

2 N 3387 [15пА] 30 
2N 3390 
2N 3391,A 
2N 3392 
2N 3393 
2N 3394 


2N 3395 
2N 3396 
2N 3397/98 
2 N 3399 
2 N 3400 


2 N 3401 
2N 3402 
2N 3403 
2N 3404 
2N 3405 


2N 3414 
2N 3415 


оғ өөө 


= 


5 (400) . 
100 28 (500) 
[ЗА] 30 : 


wu 
v 


ә (160) 
250-500 . (160) 
ы (140) 
90-180- . (180) 
55-110= (180) 


150-500 = (140) 
90-500= я (140) 
55-500= : (140) 
> 10= Е (400) 
50-300 = e (150) 


4 ол 
75-225= (160) 
180-540 = (160) 
75-225 = (160) 
180-540 = (160) 


75-225= (160) 

180-540 = (160) 

2N 3416 75-225- (160) 

2N 3417 5 180-540 = (160) СЕ, 55 

2N 3418/19 . .  20-60= (40) МС, Тх; -19; 80 У 


2N 3420/21 і 22222 40-120< (40) МС, Tx; -21; 80 У 
2N 3423/24 0,01 20-200= (600) 200j Tr 21) 37), Mo 47) 
2N 3425 25nA 30-120= 300 . (300) 200j Мо 21) 37) 47) 

2 N 3427 3 (200) 500 (6) 100; Мо 47) 10 pF 

2 N 3428 3 (200) 500 (8) 100} Мо 47) 10 pF 


2N 3429 š 150W7,5A (0,25) 175] WB, Wh 

bis i 

2N 3433 . 150УУ 7,5А (0,25) 175) WB, Wh 

2N 3436 . . 345. . 58; А 18 РЕ 

2N 3437 . - 0,8-4 . . . Sd; А 18 pF 

2N 3438 . 0,2-1 . . . „Sd; А 18 pF 

2N 3439 1W 1А (450). 200 КС, ers: TA 2458 
2N 3440 1W 1A (300). 200 RC, ers: TA 2470 


заамын кака КО а ка 


A 
р4 
^ 


VULL obt e a H 


озым NNNNU 
оооо ооооо 


Е 
я 
Т 
Е 
т 
+ 
= 
u 
1 
g 
т 
т 
T 
T 
T 
T 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
= 
г 
Е 

Е 

Е 

> 
T 
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Transistoren 2N 3441...2 N 3570 


2N 3553 SP Li’ VL 100 28 100 1,5УУ 7W ТА (65) (500) 200 RC, # In, Va 83),T1, SH 
2N 3554 SP Li sH 750 1 0,5 25-100= 800 1,2A 30 ` Ans (200) Тх 9) 

2 М 3555 5У ШҮ | 1,4 0,02 0,7 1,6А 30 . Tr, Tx 19) 
bis bis 


12 4 5 6 |7 je 9 ho In h2 [р Па 
К Тур gä Ро | (Ам Ip Ч | | О; |В IN Inox Wiel !һах| Bemerkungen 
| ‚mA ! ПА У/- "aw [mA V MHz °С 
| m 

т 2м 3441 Sd "Мо U 1500 '4 '5тА 20-80= 25W' ЗА 160 200 РС, ers: ТА 2469 A 
Т 2м 3442 Sd Mi U ЗА 4  БтА 20-7 117W 10А 160 . 200 ВС, ers: ТА 2468 A 
Т 2М 3444 5 Li НТ 500 1 0,5 20-60- 1УУ ЛА 50 (120; (2001 Мо; Кр!:2 N 3467,Тх9 
Е 21 3452 $ Шт” [100] 50 . <1,2 a 0,8-4 . Sd; А 6 pF 

ыз ъв bis 
Е 2N 3457 $ Шт” О [40] 50. <0,6 . <0,25. . x Sd; A 5 pF 
Е 2N3458 5 Lou [250] 50 . <10 . 345. . . 58: АЧВРЕ 
Е 2N3459 S GO [250] 50 . <6 озш. . | Sd АЛВрЕ 
Е 213460 5 1т”0 [250] 50 . «45 . 024. . | 54: АЛВРЕ 
Т 2434 5 Пи ТА 5 04 >100= (МИ. 25 . ep 
т 21 3470 5 Nm’sL 104 6 > 100 150W10A 50 (0,5) 150) WB, Wh 

bis bis 
Т 2м 3473 5 Nm’ sL 10А 6 >100= 150W10A 200 (0,5) 150) WB, Wh 
T 2м 3474 5 мя 10А 6 > 400: 150W10A 50 (0,5) 150; WB, Wh 

bis bis 
Т 24307 5 Nmsl 10А 6 . >400= 150W10A 200 (0,5) 150} WB, Wh 
Т 2N 3478 sp Шу 2 8 0,02 25-150= 200 . (30) (900) 200 ВС, ers: ТА 2606 
Т 2м 3480 SU Li” sT 50тА 4 12 0,56-0,75 >47. 30 (0,2) 125) Со 81) 
T 2N381 SU Ш” зт 50тА4 12 0,70-0,85 >47. 30 (02) 125) Со 81) 
Т 2м 3483 SU Li” sT 50mA4 1 0,60-0,72 >4,7. 30 (0,2) 125) Со 81) 
Т 2м 3484 SU Li” sT 50тА 4 0,2 0,70-0,85 >6,2. 30 (0,2) 125) Со 81) 
Т 2143485, А SP LM sH 150 10 0,02 40-120- 400 600 (60) 30ns [200] Тх 9), Мо 
Т 2М 3486, А SP LM sH 150 10 0,02 100-300= 400 600 (60) 30ns [200] Тх 9), Мо 
т 2, 3493 5 Lm” H 500 0,5 5nA 40-120= 150 10 (12) . 200) Мо < 0,7 рЕ 
T 2м 3494 SP и U 10 10 01 40= 600 100 80 (200) 200] Treier, Мо 
Т 24305 SP Li О 10 10 01 40= 600 100 120 (150) 200} Те 6рЕ, Мо 
Т 2М346 SP U 10 10 01 40- 400 100 80 (200) 200{ Tr7 pF, Мо 
Т 2143497 SP U О 10 10 01 40 400 100 120 (150) 200; Тг 6 pF, Мо 
Т 2м 3502 SP и U 50 1 0,01 160= 700 600 45 (250) [200] Ға, МС, Тх, Тг 
Т 2М3503 SP Li U 50 1 0,01 160= 700 600 60 (250) [200] Fd, NC, Tx, Тг 
T 2N3504 SP Lm U 50 1 001 160= 400 600 45 (250) [200] Fd, МС, Tx, Тг 
T 2N3505 SP {т О 50 1 0,01 160- 400 600 60 (250) [200] Fd, МС, Тх, Тг 
T 2м 3512 SP Ш sT 500 1 05 >10= 800 (60) 17ns 200; RC 9), МС 
О 2 М 3525 SV Mur 30А 2,158 1,2 mKf: 3,2А 240~ . 100 RC 13) 18), Tr, Tg 
D 2 М 3528 SV Mc Y 30А 2,158 1,2 1,3А 120-2. 100 RC 18) 
D 233529 SV Mc Y 30А 2158 12 ‚13А 240—. 100 RC 18) 
Т 2м 3543 SP Mi LH 45А 5 10-80= 60W 5A 60 (150) In 
T 24346 5 и H 100 1,5 0,01 30-120= 360 100 12 (700) 200) Мо 9) 
Т 2N 3547 $ и rU 1 25пА 120-600= 400 60 è 200 МС; А:: 5 dB 
Т 233548 5 1.01 22 10пА 150-600- 400 45 . 200 МС; Ва: 4 dB 
Т 2м 3549 5 U гот 10пА 150-600= 400 . 60 . 200 МС,8::448 
D 2N 3551/52 SP Si L 10А . 10тА 20-90= 2W 12А 60 я л Tx; 2 N 3552: 80 V 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
T 
T 
T 
19 


21435588 5У и у 3 1,4 0,02 0,7 5 ФАСО". 5 . Тг,Тх 19) 
2.43559. = У шы ү 5 14 02 08 1,6А 30 . a 7719) 

bis bis 

2N3562 $у Li Y 5 1,4 0,2 0,8 22 ТА 200 . . те, Тх 19) 

2N 3563 5 (іт 8 10: 7 20-200= 200 . . (600) . С) 

2N 3564 S LmtU 15 10. 20-500= 200 . 20 (400). GJ 

2N 3565 5 LmtU 1 10) ~ 150-600 = 200 е (40) . с! 

2N 3566 5 1+0 10 10 . 150-600-- 300 100 (40) . С) 

214 3570 SP іт гу 5 6 0,01 20-200 200 50 (30) (1,56) [200] Уа, Rz < 7 dB, Tx 
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2 М 3571...2 М 3703 


2N 3585 
2N 3597 


2N 3598/99 
2N 3600 
2N 3605 
2N 3606 
2N 3607 


2 N 3608/10 
2 N 3611 


‚494 3344344 55574 тття4 


2 N 3638, A 
2N 3641 


2N 3643 
2 N 3644/45 
2 N 3649 
2 N 3660/61 
2м 3662 


2N 3663 
2N 3665 
2N 3666 
2N 3668 


2N 3669 
2N 3670 
2 N 3671 
2 N 3672 
2 N 3673 


2N 3678 
2N 3680 
2N 3691 
2N 3692 
2 N 3702 
2 N 3703 


444444 44400 9334 +3055 55555 444+ ++... 
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EES 


4 


|5 |6 


7 


в 9 


10 


ім 


Dioden und 


12 пз ја jis 


| ТАМ | | | 

АБ Ро Ам |Ur ышы IN. Шыбық Їзи ишиг 

| | | [ma IN шАМ/- |mw та мо мн: |9С 

Eed Aë ка е ТЕГ Т 

SP Leo 5 6 0,01 20-250 200 50 (25) (1,26) [200] Ма, Тх 

SP іт ту 5 6 0,01 20-350 200 50 (25) (1С) [200] Va, Tx 

SP т” О (600) 25 >0,1 CG = e T% 

SP Lm”U [600] 25 >02 <1 Tx; A 

SP Lm”U [600] 25 >0,3 sei ‹ : Тх:А 

$ тзн 10 0,5 0,01 40-120 360 200 15 (400) [200] Tx 9) 

$  Lm’rU (158А120 . za а «4,5. . 5фА 

SP IMU 1 5 0,05 30-150 400 60 (90) . SD6pF,Tr 

SP IMU 1 5 0,05 60-300 400 60 (100). SD 6 pF, Tr 

SP LMU 01 5 0,02 50-200=400 40 (110) SD 6 pF, Tr 

SP LMU 01 5 0,02 100-400 400 40 (120). 506рғ, Тг 

Sd Mu sH 100 10 10тА >40= 15W 2А (250). 200 RC, ers: TA 2510 
Sd Mu sH 100 10 5тА >40= DW 2А (375)3us 200 RC, ers: ТА 2511 
Sd Mu sH 100 10 5mA >40- 5W ЗА (500) 3us 200 RC, ers: ТА 2512 
$ мө! ЛА 5 0,1 40-120 100W 40. нийг 

5 Nml ЛА 5 04 140420 100. 60 . SD; 2 N 3599: 80 V 
SP іту 3 1 0,01 20-150=300 (30) [200] 200] ВС, # 2М918 
SP. > =. 5 >30- 14 (350) . СЕ 62) # 2N 914 
ER 3: E >30= . 14 (350). СЕ62)#2М708 
5 (іт 10 1 30= 200 10 14 (300). с) 

$ . 0 100 30nA . туу 25 125] СМ 12) 17) 62) 
G Mi L ЗА 2 ЗОтА35-70- 77W 7А 25 110 50, Мо 

G МЕ ЗА 2 30mA 35-70= 77W 7А 35 110 50, Мо 

G МЕ ЗА 2 30mA60-120=77W 7А 25 110 50, Мо 

G МЕ ЗА 2 30тА60-120-77УУ 7А 35 110 50, Мо 

G МЕ ЗА 2 30mA 30-60= 77W 7A 50 110 50, Мо 

G МЕ ЗА 2 30mA 30-60= 77W 7А 60 110 50, Мо 

с мъ ЗА а 110 SD, Мо 

G ML ЗА 2 110 50, Мо 

5 то 1080 [6] 54; В 7,5 РЕ 

SP Мо VL 100 28 250 >10W 23W ЗА (65) (400) 200 RC, # Јп,5Н,Уав3),Т Мо 
SP U sX 10 0,5 5nA 50-150 300 (15) (1,36). Tr2,5pF 

$ Li rH 50 10 0,1 100-300=1W ЛА 175 600ns 200 Мо 9) 

5 іт” 50 1 >30- 300 300 25 (100) GJ; -А: 50 V 

$ (50 150 10 40-120= 350 150 30 (250) с! 

5 LmtU 150 10 100-300= 350 150 30 (250). С) 

$ (т”%0 150 10 . 100-300-- 300 50 45 (200). GJ:2N 3645: 60 У 
5 У 16А 50 1803 16А 50 120) 55 18) 62) 

SP Li U 500 10 0,1 25-100 БМО. 30 (30) . Тг;2 М 3661: 50 У 
5 LmU 8 10: 20- 200 12 (100). С) 

5Р 5: МО : >20- . 12 (1100) СЕ 62) #214918 
SP Li U 150 10 0,0540-120= 5W 80 . Tr 12 pF 

SP Li U 150 10 0,05100-300=5W . 80 22 Те12 рЕ 

SV Mi Y 25А 1,4 25 1,5 ВА 100. 100 RC 18) ~ ТА 2621 
SV Mi Y 25А 1,4 25 1,5 ВА 120—. 100 RC 18) ~ ТА 2598 
SV Mi Y 25А 1,4 25 1,5 ВА  240~ 100 RC 18) ~ ТА 2618 
$ Li U 150 10 0,4 75-225= зуу 600 50 . . МСУРЕ 

$ U 150150 10 0,4 75-225- 1,8W 600 40 NC 9 pF 

$ LMU 150 10 0,4 75-225- 3W 600 50 МС9рЕ 

$ Li U 150 10 0,4 40-120 800 800 55 NC 8 pF 

5 1МР 22x 2N 2484>300= . 5.2 Or .  Тх21) 37), Tr 

5 Lmu 10 1 40-160= 200 10 20 (200). с) 

$ kml 3 100-400= 200 10 20 (200). Сі,ғ4 

SP Sw NT 50 5 0,1 60-300 360 200 25 (100) [150] Tx, ers. TIS 03 

SP Sw NT 50 5 0,1 30-150= 360 200 30 (100) [150] Tx, ers. TIS 04 


Transistoren 2N 3704 . . . 2 N 3831 


1 2 | ја 56 | Is |ә Ё In h2 h3 4 jis 
K [Тур Ab |Ео Ам 1; Ur КАША Loox мож lg ох |В Bemerkungen 
| ma |v | нА(У/- Imw тА |v |мнг | 
т! амзто 58 ва NT 50 72 701 100-30б= 360 800 30 (100) с ers. ТІ 412 
Т 28437095 SP Sw МТ 50 2 01 50-150— 360 800 30 (100) (1501 Tx, ers. ТІ 413 
Т 243706 SP Sw МТ 50 2 01 30-160— 360 800 20 (100) [150] Tx, ers. ТІ 414 
Т 2N 3707 SP Sw rN 01 5 01 100-400= 250 30 30 . [150] Тк, ers. ТІ 415 
Т 23708 SP ~ U 1 5 01 45400- 250 30 30 . [150] Тх 4) 73) >. 11416 
Т 283709 SP 5« 0 1 5 01 45465- 250 30 30 . (1500 Тх 
Т 243710 SP 54 U 1 5 01 90-330 250 30 30 . (150) Tx, ers. 11417 
Т 243711 SP 5 0 1 5 04 180-660= 250 30 30 . [150] Тх, ers. ТІ 418 
T 2N3712 SP Li Hs 30 10 01 > 25 800 200 150 (40) [200] Tx 9) 
T 243713 $ Mi М ЛА 2 1тА25-90= 150W10A 60 450пз 200] Мо; Кр!: 2 N 3789 
T 2М314 S мі МТА 2 150УУ 10А 80 45005 200} Мо; Kpl: 2 N 3790 
Т 23715 $ Mi ЕЛА 2 150W 10А 60 45025 200) Мо; Kpl: 2 N 3791 
Т 243716 5 Мі М 1А 2 1тА 50-150= 150У/10А 80 45002 200] Мо; Кр!: 2 N 3792 
Т 243721 5 о (то 2 10 . 60-660 20 . 18 . тис) 
T 2М 3724, А SP Li sX 500 1 17 > 35= 800 ТА 30 (300). In, As Мо 
Т 2N3725,A SP Li sX 500 1 17 > 35= 800 ТА 50 (300). In, -А: Мо 
т 2м3730 Са м н . 2 200 10W ЗА 200 . 85 ВС, Мо 
т 293731 04 Mi Hs 1,5 200 . 5W 10А 320 1,20: 85) ВС, Мо 
т 243732 бё Mi Hs . 2 200: ЗУУ ЗА 100 . _ 85] ВС, Мо 
Т 2м3733 SP Момо. . 08. 23W ЗА 40 (400) 200) ВС, Va 83) 47), Мо 
т 243742 5 Li HV30 10 02 75-200- 1W 50 300 (35) 200} Мо; Kpl:2 N 3743 
T 2м3743 5 Li НУ30 10 0,3 25-250= IW 50 300 (35) 200j Мо: Kpl: 2 N 3742 
T 243744 5 МЕ ТА 2 01 20-60= 30W5A 40.  . 50 
Т 2N 3745/46 5 МЕ 1A 2 01 20.60: 30W 5A 60 . : SD; 2N 3746: 80 V 
T 2м3747 S NxL 1А 2 01 40420- 30У 5А 40 . . 50 
Т 2N 3748/49 5 Nx L 1А 2 04 40-120= 30W 5A 60 . . 50;2М3749:80У 
T 23750 5 МЕ ТА 2 01 100-300:= 30W 5А 40 . 8 Б 
Т 2N 3751/52 5 Nx L ТА 2 04 100-300- 30W 5А 60 . 22 50;2М 3752: 80 У 
T 23766 SP Мо UL 500 5 04 40-160= 20W 4А 60 (15) 175) Тг, Мо 
T 23767 SP Ми UL 500 5 01 40-160= 20W 4А 80 (15) 175] Тг, Мо 
Т 24371 S Мі UL 15А 4 2тА 15-60ж 150W 30A 40 . 200] ВС 9),50 
T 23772 5 Мі UL 10А 4 бтА 15-60- 150W 30A 60 . 200] ВСЭ), 50, Ss 
T 2м373 5 Mi UL ВА 4 2mA 15-60= 150W 30A 140 . 200} RC 9), SD 
Т 243789 5 Мі МЇ ТА 10 1тА25-90= 150W 10А 60 (а) 200; Мо; Крі: 2 N 3713 
Т 2N3790 5 Мі МЕТА 2 ТтаА25-90— 150W 10А 80 (4) 200 Мо: Кр: 2 N 3714 
Т 23791 5 Мі NL1A 2 1тА 50-150= 150W 104 60 (4) 200} Мо; Кр!: 2 N 3715 
T 2м3792 $ Мі МЕТА 2 1mA 50-150= 150W 10А 80 (4) 200; Мо: Крі: 2 М 3716 
T 243793 5 Sz U 100 10 04 >20= 250 500 (40) . .  МС1ОРЕ 
Т 24374 5 5: U 100 10 04 >100= 250 500 (40). ` NC10pF 
T 24379 5 U сн 05 5 001 300-900=1,2W 50 60 . 200} Мо 
Е 214 3819 SP Sw U [200] 25 ЭН ТҮ, Sage, AR . ТА $8 
Е 2м3820 SP Sw U ПопА|20 . >08 . 206728 ТА 
Е 21 3821 5 мени [100] 50 . «45 . <2,5 : 1 Sd; A 6 pF, Tx 
F 2N 3822 5 Lm”HU [100] 50. <65 . 20. . 54: A 6 pF, Tx 
Е 2N3823 5Р Lm”HU [500] 30 < 65 4:20 30 250 [200] Sd, UB; А, Tx, Ss 
F 2N 3824 5 ` Leo [100] 50 01 . Угж ЭРТ . 54:А6рЕ Tx 62 ) 
Т 23825 SP ‘Sw НА? 025. > 20= 250 . 15 (200) 150 Tx 
Т 23825 5 іту 2 10. 20- 230 . 15 (200). с) 
T 2N 3826 SP Sw НО10 . . 10460-20. 45 (200) 150 Tx 
Т 2N3827 SP Sw НО10 . : 100-400:200 . 45 (200) 150 Tx 
Т 243828 SP Sw Hs 12 . 30-200= 300 . 40 (360) 150 Tx 
т 2N3828 S іт 12 20 . 30-200= 30 . 40 (10). с) 
T 2м 3829 SP LR sH 30 0,4 0,3 30-120- 360 200 35 (1505 [200] Тх 9) 
T 21843830 SP Li ХТ 150 1 05 >30= 1W 12А 50 50пз [200] Тх 9) 
T 2N3831 SP Li ХТ 150 1 05 >35= 1W 12А 40 50пз (2001 Tx 9) 
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14 КТТ 


2 № 3832...2 М 3995 Dioden und 


1 |2 з |4 |5 |6 7 в 9 по n h2 рз 14 |5 
К Тур Ab Fo Ам 1. ЧЕТ Usp/B IN: — Шах Hl fe |ох|Вептегкипдеп 
| mA V [|ua У/- mW jma У МН; |°С | 


| 
A - 3-1 a = 


— - 
2м 3832 SP іт” 2 


T РОТ, 25-425 200". 6 | (1000). | Ти 
Т 24383 SP Jz H 30 . . >20- 200 15 (1900). Тх 
T 2М383435 SP м H 30 . . >20- 20. 15 (1700). Tx 
Т 2N 3836/37 SP L ТА . 10 >2000= 1W 7A 60 (40) 200 Тх; 2 N 3837: 80 У 
Т 214 3838 SP Sz Р ~ 2 2222 + 2 N 2907 к 5 ч . Tx 21) 36), Mo 
Т 2м 3839 SP Lm’rU 3 1 0,0130-150- 300 40 (30) (16) 200] RC 
Т 2N 3843, А 5 ШТО 2 4,5 20-40= 200 . 30 (60) GJ 
T 2м 3844, A 5 Lmtu 2 4,5. 35-70= 200 30 (90) . с) 
Т 214 3845, А 5 ЧТО 2 4,5 60-120- 200 30 (126). сі 
Т 24346 SP Nm L 15А . 2тА10-60= 4W 20А 200 . да е 

bis 300 
T 2N 3849 SP Nm L 15А . 2тА10-60= 4W 20А 200 . ER 
т2М3857 $ Ш 93 . ЅлА 50-200 600 100 45 4 200 МмС10рЕ 
Т 2М388 5 (то 2 4,5 60-120= 200 30 (90) GJ 
T 2N3859 5 1702 4,5 100-200= 200 . 30 (90) С) 
Т 21 3860 5 1702 4,5 150-300= 200 . 30 (90) с) 
Т 2N3862 SP Ш sX 10 1 0,05 50-150= 1,277 20 (600). Tr 
T 2N 3866 SP Lo VL 80 (15) 20 >10- 5W 400 (55) (800) 200] ОА, ВС, In 9), ТІ, Мо 
D 2м3870 SV 72) Y 20 1,7 3mA 100 500 22А 100 20и5 100 RC 19) 

bis bis 
D 2м3873 SV 72) Y 20 1,7 3mA 600 500 22A 600 2045 100 RC 19) 
Т 2N3878 SE Mu МН 500 5 5тА 50-200=35W 7А 50 . 200j RC, ers. TA 2509 
T 2м 3879 SE MusH 4А 5 БтА 20-80= 35W 7A 75 400ns 200] ВС, ers. ТА 2509 А 
О 21 3896 SV Gy Y 20 1,7 3mA 100 500 22A 100 20us 100 RC19) 

bis bis 
О 2N389 SV Gy Y 20 1,7 3тА600 500 22А 600 20us 100 RC 19) 
Т 2N3900,A 5 (ттџ 2 4,5 . 250-500 200 18. > h GJ # 2 5088 
Т 2М3903 5 LmtU 10 1 50-150= 310 50 40 (250). GJ, Mo [Sw] 
T 29 3900 5 Lu 10 1 100-300= 310 50 40 (300) GJ, Mo [Sw] 
Т 2М395 5 Lmtu 10 1 50-200= 310 50 40 (200). GJ, Мо [Sw] 
T 2N396 5 Lmtu 10 1 100-400= 310 50 40 (250). GJ, Мо (5441 
T 24307 5 142 AA? 0,35 0,01 60-300 = 45 Те 21) 37) 
Т 2м 3908 5 Lv? АА 1 0,35 2nA 100-500= . 60 Те 21) 37) 
Е 21 3909 SP Lm”U [10nA]20 . 1-5 0,3-15 Тх; А 
Т 2N 3924 SP Lo ОН 250 5 100 10-150= 7W 500 (36) (250) 200} Va, Мо 9) 83) 
Т 2м 3926 SP Nu OL 550 5 100 5-150= 11,6W 1A (36) (250) 200) Ма, Мо 47) 83) 
Т 2м 3927 SP Nu OL 1A 5 250 5-150= 23W 1,5А (36) (200) 200] Уа, Мо 47) 83) 
Т 2М3932 SP LT МИЗ 8 0,0140-150= 200 . (30) (750) 200) RC 47) 
Т 2N3933 SP LT vu? 8 0,01 60-200= 200 . (40) (750) 200} RC 47) 
Т 2м 3945 SP Li U 150 10 40-250= 5УУ 50 (60) Те 12 рЕ 
T 23962 SP U ги 1 5 0,01 100-450= 360 60 (40) 200] 119) < 6рЕ 
T 2м3963 SP U гу 1 5 0,01 100-450- 360 . 80 (40) 200) 119) < 6рЕ 
Т 2М3%4 SP U oui 5 0,01250-600- 360 . 45 (50) 200; 119) < 6рЕ 
Т 2м3965 SP . ги 0,01 250-500= . . 60 (50) . Fd 6 pF 
Е 243900 5 Lm’sU [250] 40 30 <150 у Е Sd: А 25 рЕ 
Е 243971 $ ризи [250] 40 60 £ <75 é .  59:А25 pF 
Е 2М3972 5 1750 [250] 40 100. 5 5-30 К . 59; А 25 рЕ 
Т 243980 Ug U U 1A 10тА0,68-0824-8 . 35 . .  Tx81) 
Т 2м 3981 5 Li s 150 1 0,8 30-150= . . (60) 40% . МСВРЕ 
Т 2м 3982 S Li s 150 1 0,8 40-140= . . (50) 40п5 . МС 8 pF 
Т 24393 5 Lou 4 10 . 30- 200 . (30) (500). С) 
Т 2м 3984/85 $ LmtU 4 10. 20: 200 . (30) (400). С); -85: (300 MHz) 
Е 2 М 3993 SP т” УМ 25 150 6-12 5 5 5 5 Я Тх; А 16 рЕ 62) 
Е 24394 SP Low, 25 300 4-10 к 1 & : .  Тж A 16 pF 62) 
Т 2м3995 СЕ Li НА. E A 300 100 20 (600). Тх4рЕ 
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Transistoren 2 N 3996...2 N 4150 


1 |2 la |4 |5 je 17 в l9 по т 2 5 14 lis 


К |Тур ak Ро Ам BA 1097: IN шин тах нэх | Bemerkungen 
рл ЈУ ВА У/- mW (тА У (9 ЇГС | 


2N 3996 ЫЗА 2 Lë Lais 2У ЗА ВО : 
2N 3997 : 1A 5 80-200= 2W ЗА 80 
2N 3998 Н ТА, «б! 15 5А 80 
2N 3999 : ТА: 5 5A 80 
2N 4000 i 10 30-120= 1У/ 1А 80 


2N 4001 10 40-120= 1W 1А 
1mA 20-80= 4W 30А 
1mA 20-80= 4W 30А 
2mA 30-150= 1,2W 20A 
2mA 30-150= 1,2W 20A 


100 3W 11,6W 1,5A RC 83) < 10 рЕ, Мо 
1A т 9) 
1A | In 9) 
1A ji In 9) 
1A ) Ға, Jn 9) 


40-140= 1W 1А RC 
50-250= 1W 1А RC 
40-150-- 800 500 e Jn, Мо 
500 . Jn, Мо 
. . Tx 


GA 


8323 28 


= олдлоо оооо 
эн а 


2N 4059 . . . Тх 

2N 4060 . . . . . . . . . Тх 62) 

214 4061 Е Е Е . . . - Тх 62) 

2М 4062 . .. . . . . . Тх 62) 

2N 4063 i 350 (25) | RC 9) #2 № 3439 


2N 4064 250 (25) RC 9) # 2 М 3440 
2N 4068 150 (100) 175) RC 9), ers: ТА 2786 
2N 4069 150 (100) RC 9) mKf, = ТА 2787 
2N 4070/71 (120) . 50; -71: (200 У) 

2N 4074 75.300 = 40 (50) ЕС, егз. ТА 2715 


2 м 4080 15 (6). Ку; Kpl:2 N 918 
2N 4081 40 [200] RC 47) 
2N 4101 600 1545 100 RC 18) 
2N 4102 15и5 100 RC 18) 
2N 4103 2045 100 RC 18) 


2N 4117 . . . [175] Sd; А 47) 3 pF 
ыз i 

2N 4119 А ; : У [175] 58; А 47) 3 РЕ 
2N 4138 . . . Тх 

214 4140 . 

2N 4141 . 100-300 = 300 


оо оолум 


noe 
о 


2N 4142 . 40-120= 300 
2N 4143 . 100-300 = 300 
2 М 4144 . . 
bis 

2 М 4149 : . 5 
2N 4150 i 5 0,1 40-120= 5W 


чо 034 34547 "00073 54444 44444 45454 34544 44444 44444 
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2М 4210...2М 4299 


1 | 
D 
| 


2 
Тур 


із 


Ab |Fo 
|" 


14 15 |6 |z ја | ho {п 


5 
Ар Бъ шыр |N 


һә Из | 


ы Иле: |; 
mA ЫА У/- mW _|тА У MHz | 


4 


ЦОЛ 


© 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


= 44944 44444 ----- 44999 4494444 4444 4 л тал 


212 


TIN 4210 


2N 4211 
2N 4220 
bis 

2N 4224 
214 4227 
2 N 4228 
2N 4240 
2 N 4242 


u 


Sp 
5Р 


2N 4243/44 с 


2м 4245 


с 


2N 4246/47 С 


214 4254 
2N 4255 
2N 4259 


2N 4269 
2N 4270 
2N 4271 
2N 4272 
2N 4273 


2 N 4284 
2 N 4285 
2N 4286 
2N 4287 
2 N 4288 


2 N 4289 
2 N 4290 
2 № 4291 
2N 4292 
2N 4293 


2N 4294 
2N 4295 
2N 4296 
2N 4297 
2N 4298 


2N 4299 


5Р 


yuu nunun өслөө 


vu 
aa 


D 
а. 


Мт U '10А . '20-100= 100W . 
Nm О 10А 100W . 
Lm’’HU [100] 


Lm’’ HU [250] 


LmtU 150 
Lmtu 150 
Мо Аз 100 
м БА 
м БА 


м БА 
м БА 
Sw 
Sw 
LT 


‚35 150-600 = 

4 50-300= 

,8 100-300= 
0,6 >20= 
0,6 >20= 


0,25 30-120 = 
0,25 40 120= 
100 80= 
100 100= 
100 30= 


100 80= 


<< сес сесес ссесс 
ЕАУ се © 
“a э-ээ лл EA 


an 
ооо 


3 
г 


во (10) 


30 (250) 
40 (250) 
(250) (15) 
го и: 


(200) 
(200) 
ас) 


(10) 
(10) 
(10) 


(40) 
(40) 
(40) 


(40) 
(40) 
(40) 
(600) 
(600) 


(400 
(500 
(20) 
(20) 
(20) 


(20) 


Гео "Dën". 


200) 


Те 
Sd; A 6 pF, Ss 


Sd; A 6 pF, Ss 


с 

с! 

ЕС 9) егз. ТА 2871 
SD 

SD; 2 N 4244: 30У 


SD 
SD; 2 N 4247: 30У 
Тх 


Тх 
ВС 47)0,55 рҒ 


МС 3,5 РЕ 


МС 5 pF 

МС 4 pF 

ВС 9) егз. ТА 2863 
ЕС 9) ers. ТА 2863 А 
ЕС 9) егз. ТА 2864 


RC 9) ers. ТА 2864 А 


Transistoren 2 N 4302...2 N 4954 


+ 
= Bemerkungen 
Е 244302 1 . в а 16 pF 62) 
гонах 1. 222 ия у <10 [30] . . JEPE 
Ба во 202001 1 2. : < 15 (30) 28 ВПО) 
T 2N4304 SP ПЦ U 01 10 5 50-250= 1W 1А (90) (60) 200] RC 
о В м 4320 SV LR s 0,5 1 -50 -10 . 250 30 . . Тг 25) 
із bis 
D 2 М 4325 SV LR s 0,5 1 -50 -10 қ 250 250. . Тг 25) 
О 2N 4326 SV LR s 0,5 1 -50 -10 . 250 30 . . Tr 25) 
bis bis 
О 2м 4331 SN 18 з 0,5 1 -50 -10 . 250 250. . Тг 25) 
D 2 N 4332 Зүг ZER ҮА 1,5 0,01 0,8 . 250 30 . . Тг 19) 
is bis 
D 2N 4337 ӘУ ВУ 1,5 0,01 0,8 . 250 250 . “ Тг 19) 
Е 2м 4338 5 [тг [100] 50 «18 2 206. . 1 БАТ РЕ 
Е 2м 4339 5 LmrU [100] 50 . «264 . а 0 : – 58; А; kpl: ЕР 4339 
F 2 4340 5 Uc [100 50. «3 : SE E : Sd; А; kpl: ЕР 4340 
Е 2N 4341 $ Lm’ U [100] 50 . <4 e 32. $4; АТрЕ 
Т 2м 4346 с Mi Hs 6А 0,75 200 >25= 5W 10А >60 75003 85) ЕС 9) егз. ТА 2920 
T 21 4347 54 Мі О 2А 4 2mA20-7 100W 5А 140 200] АС 9) ers. ТА 2809 
T 294348 54 Mi U 5А 4 2тА15-60= 120W 10А 140 . 200] АС 9) егз. ТА 2908 
Е 244360 5] Sz ГИ [150] 20V. 4 52740247. ABF 
Е 2М 4381 ЕЛ U U. . . . è : e а . . 62) 
Е 234382 $ U rU САМ. к Уе, к м) 
T 24383 SP Li r 1 5 0,01>120= . Цэ 305 22 брућа: < 248 
Т 2м 384 SP Ur 1 5 001>120- . 730: 22 5ріМі:<24В 
Т 244385 SP Li r 1 5 0,01>100= . dé 130, 22 SpiRz: < 348 
T 2м 4386 sr. Шер а 5 0,01 > 100ж . . 30 . . Бр; Rz: < 3 dB 
Т 2м 4387/88 SP Mu UL 500 10 25-100= 20W . 40 (25) . Tr; 2 N 4388: 60 V 
T 2м 4390 5 LT а 1 1 20= 500 . 120 5005 175 вс 9) егз. ТА 7000 
м 214 4391 $ . sH (100) 20. <30= 1,8W . 40. . 5462) 
М 2N 4392 $ . ЗН [100] 20 . <60 1,8W . 40. . 54 62) 
М 2N 4393 $ . sH [100] 20 < 1000 1,8W . 40 . 54 62) 
1214 4395 SE Mi sW 1A 1 500 >75ш 62,5W5A 40 800ns 150) RC 9) ers. ТА 7068 
t 2м 4396 SE Mi sW 1A 1 500 >60= 62,5W5A 60 Aus 150] RC 9) ers. ТА 7069 
t ам 4397 SP ІТ гү 2 10 0,0240-200 200 . 40 [450] 2001 RC 47) 88) 96) 0,25 pF 
Е 2N 4416 Sj Lm’ VU 10 30 . а 300 6 30 400 (200) UB, Ss; А 
Т 2м 4427 SP Lo VU 100 0,5 20 1УУ 3,5W 400 (40) . 200) RC 9) 83) 4 pF 
Т 2м 4440 SP Nu VU 100 1 100 >5УУ 11,6УУ1,5А 40 (500) 200; ВС 47) 83) 6 pF 
Т 2м 4862 5 LM 500 2 0,1 50-150= AN 2А 120. . 50 
т 214 4863 5 и L 500 2 0,1 50-150= Aw 2A 120. . 50 
T 2м 4864 5 Mu L 500 2 0,1 50-150= 16W 2A 120 . . 50 
Т 2м 4865/66 S N AUT ОА 5.61 10-40= 200W . 80 . . $0;2 М 4866: 120 У 
Е 2М 4867 5 Lm” rU [250] 40 . <2 . «1,2. . . Sd; A 25 pF 
Е 21 4868 $ Lm” rU [250] 40 . <3 . 13 . . . Sd; А,25 pF 
Е 2N 4869 5 Lm” rU [250] 40 <4 . <7,5. . а Sd; А 25 pF 
т 2м 4932 SP NulV. . 1тА12УУ 70W 3,3A (50) . 200} RC 47) 83) 2.ТА ir 
Т 2N 4933 SP Мо ГУ. . 1тА20УУ 70W 3,3A (70) 200] RC 47) 83) ~ ТА 2792 
Т 2м 4934 SP ЕСТ ҮН 2 8 0,01 45-195 200 (40) (700) 200 RC 47) 96) — ТА 7023 
Т 2N 4935 ӘРІ СТ rH 2 8 0,01 70-225 200 . (50) (700) 200) RC 47) 96) ~. ТА 7024 
Т 2м 4936 5 ІТ rH 2 8 0,0170-280 200 . (50) (700) 200; RC 47) 96) > ТА 7025 
Т 2М 4951 5 . . . . . . . . . . . Ss >. 2 М 2222 
Т 2м 4952 5 . . . . . . . . . . . Ss 62) 
Т 21 4953 5 « Е 4 4 Ч 5 Е а . . . 5% 62) 
Т 2м 4954 5 . 4 . а 2 = 2 Б è . $з 62) 
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2N5016...2N 5454 


тт от4-тт 4444 4 ятттт чаачача ----- 55554 55554 55554 +++ 


Dioden und 


2 з 415 6 |7 je је ю Іп |2 ha [м hs 
(Тур Ab Fe Awlp Up (15510548 N- ШШ ро | ак Bemerkungen 
ТА |V ША |У/- mW тА У MHz (°С | 

Т 1 те eu Т 
2N 5016 SP Nu BL 500 15 10mA23W 30W 4,5А 40 (600) 200) RC 11) 83) ~ ТА 2675 
245077 SP Sz BL 500 15 10mA23W 30W 4,5А 40 (600) 200) ВС 83)95) ~ ТА 2909 
2N 5034 SE Mi U 25А 4 1тА 20= 83W 45 150) RC 
2N 5035 SE Mi U ЗА 4 1mA 20= 83W 45 150) RC 
2N 5036 SE Mi U 25А 4 1тА 20= 83W 60 150) ВС 
2N 5037 SE Mi U ЗА 4 1mA 20= 83W 60. 150} RC 
2N 5070 SP Мо 1А . . 5mA 25W 70W 3,3A 40 [30] 200; RC 47) 83) ~. ТА 2793 
2N 5071 SP Nu LH . бтА 24W 70W 3,34 40 [76] 200) ВС 47) 83) ~. TA 2827 
2450990 SP Ми UV 50 15 20 12УУ 5W 400 55 (500) 200) КС 47) 83) = ТА 7146 
2N 5102 SP МОМА. 24 10тА15УУ 70W ЗЗА 50 [136] 200) КС11)83) > ТА 2791 
245108 SP (о УО50 15 20 >6 3,5УУ 400 55 [16] 200) КС9) 83) ~. ТА 2710 
245109 SP (о rV 50 15 20 >6 3,5W 400 40 [200] 200) КС9) 83) ~ ТА 2800 
2N 5174 SP Е 3 5 . 5562) 
1 5179 SP іт”ту 2 é 0,02 25-300 300 50 (20) (16) 200; ЕС 47) > ТА 7319 
245180 SP LT vu? 8 25лА 6,5-16 180 (30) (900) 175) ВС 47) ~. ТА 7303 
2N5181 SP LT НИ (41) 6 0,02 27-275- 180 50 (45) (700) 175] ВС 47) ~. ТА 7304 
2м 5182 5 LT НО (1) 6 0,03 27-275= 180 4,0 (45) (700) 175) ЕС 47) ~ ТА 7305 
2м 5183 SP LT s 10 12 05 70-175 500 ЛА 18 (200) 175) ЕС 9) ~ ТА 7301 
2м 5184 S LT Hs 50 10 01 55- 500 50 120 (100) 175| ЕС 9) ~ TA 7292 
21 5185 5 LT Hs 50 10 01 55= 1W 50 120 (100) 175) ЕС 9) тКї; ~ ТА 7293 
245186 SP LR sH 10 1 2пА >25= 300 300 (10) 25пз 200) RC 9) ~ ТА 7320 
29 5187 SP LR sX 10 1 045 >30= 300 500 (25) 105 200) RC 9) ~ ТА2762А 
2М 5188 SP Lo’ ТХ 150 0,5 05 >25- 800 (60) (325) 200) RC 9) ~ ТА 7184 А 
245189 SP Lo’ ТХ 500 1 05 <35- 1W (60) 70п 200} RC 9) ~ TA 7322 
2м 5190 5 Sz L 1500 0,6. 25-100=35W 4A 40 (>й) Мо: Kpl: 2 N 5193 
214 5191 5 5:1 1500 0,6 25-100-35W 4A 60 (>й) Мо: Кр!: 2 N 5194 
21145192 5 5: L 1500 0,6 25-100-35W ФА 80 (> 4) Мо; Кр!: 2 М 5195 
2 № 5193 S 5:1 1500 0,6 25-100=35W ДА 40 (>й) Мо: Кр!: 2 N 5190 
2 № 5194 5 Sz L 1500 0,6 25-100=35W 4A 60 (>4) Мо; Кр!: 2 М 5191 
2 № 5195 5 5:41 1500 0,6 25-100=35W 4А 80 (>4) Мо: Кр!: 2 М 5192 
2N 5196 5 rP [25] 50 <1 0,7-7. Sd; А 37) 6 pF 
2м 5197 5 rP [25] 50 <1 0,7-7. Sd; А 37) 6 pF 
21845198 5 rP [25] 50 <1 0,7-7 Sd; А 37) 6 pF 
2N 5199 S AAP15 50 <1 : 0,7-7 5 54; А37) 
245202 SE MusH 4А 1,2 5тА 20-80 =35W ДА 75 (60) 200) RC#2 N 3879 
25262 5 L- XT 100 1 > 20 = 1W . (75) (250) RC 12pF 62) 
295320 5 Li L 50 40-250=10W 2A 50 RC; Kpl: 5323 
2М453215 Li L 500 30-130=10W ЗА 75 ВС; Кр!: 5322 
2 35322 5 Li L 500 30-130=10W 2А 75 RC; Kpl: 5321 
245323 S Li L 50 40-250=10W ЗА 50 RC: Kol: 5320 
245397 5 о (те [100] [1-6] 300 <3025 800 200 54 Ва: < 2,548 
245398 5 о (тем [100] [1-6]. 300 5-40 25 800 200 Sd < 5,5 рғ 
284545. 5 НФ. > 30-150=10W ЛА 200 . „ВС: Kpl: 2 N 3440 
2N546 5 Li L 50 . 30-120=10W ЛА 300 22 ВС; Kpl: 2 N 3439 
2454592 SE 1)” АА 50 50 1-3 2x250 <5 [50] 200] ОВ 21) 37)А < 4рЕ 
2 М 5453 SE 11” АА 50 50 1-3 2x250 <5 [50] 200} ОВ 21) 37)А < 4рЕ 
2NSU4 SE U” АА 50 50 1-3 2х250 <5 [50] 2001 UB 21) 37)А < 4рЕ 
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Transistoren 2 ОА 72...2 $ 103 
Т 


в ја |5 [6 17 |в io ю іп h2 h3 |М 115 
(АБ Ро Ам 1, Up КАПИ; М их (ГЕН fg рак Bemerkungen 
| | | ima IN шАУ/- mW ima V Mis "DC 
О 20А72 Ср СГ ОР 10 1,4 4,5 10 e 5367 30: 5 60 | Ма 
D 20479 Ср СІ ОР 10 1,5 4,5 10 : ЗО = 60 Уа 
t 20С16 à RE као | ж Жакы, a „  Ми,ЈТР=2%х OCH 
Т 20626 G мн ВР 1А 1 15 35= 12,5W 3,54 40 ак 90) Ма; # Тт 
Т 20C30 G Ма ВР (100) 7 12 36= . 14A 32 ФК 75) Уа 
T 20672 С Кр ВР (10) 6 4,5 70= . 50 32 ак 75; Уа 
Т 20с74 С Кр ВР (50) 6 20 100= . 300 20 1,5 75] Уа 
t 20С308 . 287 УЗ Ри x Жала а . TP=2x ОС 308 
+ 20038 , Жаа: А пе и ёооё 8 22 ТР-2х ОС 318 
1 2088211 Сі Ju ВР 10 6 15. 150 150 20 03 75 УН 
Т 20С825 Сі La ВР 2 6 15 >20 150 150 (20) 03 75 ҮН 
Т 20С831 С; Mr ВР . зо 400 1A (30) . 75) УН 
T 2Р389А S M'L ТА | . 12-60= 85М ЗА 80 . ei wë 
T РАДА 5 МЕ ТА . 12-60= В5М ЗА 80 . 275451 
Т 25001 Sg 14 Ut (1) (5) 0,030,925 (150) 25 (45) 4 175і Tx 
т 25002 Sg 14 Ut (1) (5) 0,030,6 (150) 25 (45) 4 175] Tx 
Т 25003 Sg La Ur (1) (5) 0,030,6 (150) 25 (45) 10 175; Tx 
Т 25 004 Sg 14 Ur (1) (5) 0003098 (150) 25 (45) 4 175] Тх 
Т 25005 Sg Lea 10 5 1 45-150 (125) 20 40 30 150) Tx 
t 25012 54 Мт мВ 300 0,3. 10 37,5W 2А 60 0,3 150) Tx 
# 2502 Sd MmUL 1,5А 1,5 1тА 20-50= 24W 2А 70 5 150) Tx 
t 25013,А 54 Мот ТС 1,5А 1,5 10тА 15-50= 60W 1,5А 60 5 150) Тх 
Т 25014 Sd 1447 10 5 1 20-55= 125 20 40 20 150) Tx 
t 25017 Sd Lq sU 30 30 15 20 Aw 200 60 02 200] Tx 
t 25018 Sd 14 sU 30 30 15 20 Am 200 100 02 200] Tx 
t 25019 Sd . мт30 30 . 6 Aw 200 60 02 тх 
t 25020 54 . NT30 30. 60 4W 200 100 02 Тх 
Т 25021 5а о 10 10 . 1040 30 . 25. Тх 
Т 25022 Se . 0 10 10. 1550 30 . 25 03 Тх 
Т 25023 5 . 0 10 10. 2040 30 . 25 08 Тх 
т 25024 SM Мт із 2А . >20- 3W 7,5А 100 12 Tx 
T 25025 54 Мтіз 2A . >20- 3W 7,5A 150 12 Тх 
Т 25026 SM Мтіз 2A . >20= 3W 7,5А 200 12 . Tx 
Т 25033 SM Mi LU 1A . >30= 20W 4А 100. Б-г 
bis 
т 25036 SM Mi LU ТА . . >60- 20W 4A 150. e Tx 
Т 2533 2 N 407/8 
Т 2534 e N 270 
Т 2535 4 N 219 
Т 2536 2 м 218 
Т 2537 Я N 217 
Т 2538 : N 270 
Т 2539 N 220 
Т 2540 N 269 
Т 2541 N 301 
T 2542 2 : N 301 A 
T 2543 . N 247 
Т 2544 қ N 217 
Т 2545 Е м 218 
т 2$52 S D N 219 
Т 2556 5 р. 2N 270 
Т 259 порт 4848 гэр EE В бау = d „__ 1р м 270 
Т 25101 SM іт О 10 50 0,5 20-60 300 50 25 (150) [175] Тх 
Т 25102 SM Lm HU 10 1 . 2050 . . (60) (120) . Тх 
Т 25 Lm HU 10 1 40-100 . (60) (135). Tx 
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25 104...2 SA 203 Dioden und 
la | 5 | |7 в | п 12 з [14 hs 

(АБ |Fo [Aw Ip |U; Isp 9-8 | Imox Umox|fg ох Bemerkungen 
| | У |шАУ/- mA У MHz [ec 


Г (60) 7 (15037. 


| mA 


200 (15) (300) 175 


гсссс CCCG 


лм nunu 


о 


о 


ФРРРР ғғоолал wu unn ммм 


9 


23 onana ano 
м? 


5 
= 100 
10-200 (100) 15 8 
10-200 (100) 15 (15) 12 
10-150 (100) 15 (15) 5 


т 
т 
т 
Т. 
1) 
т 
т 
т 
+ 
Т. 
т 
ЯУ 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
Т. 
т 
T 
Т 
E 
т 
т 
T 
T 
T 
T 
ДР 
т 
Т 
3 
T 
T 
T 
T 
d 
1: 
Т 
Т 
Т: 
Т 
т 
Т; 
т 
35 
т 
T 
T 
$ 
т 
т 
т 
т 


тоо 


Transistoren 25А 204...25А 440 


1тох (Bemerkungen 
ЁС 


20-180= 150 
40 120 
60 120 
<150 120 


30-120 


оооо=о!< 


от тасоо 
now 
ЕА АА 


т 
~ H 


[10,7] 85] 
[100] 85) 
35 75) 


тт 
тт 
Gett 
т 


(300) 851 
(500) 851 
(500) 85) 
(300) 85; 
35 75 


40 751 
79 


IIO 
NNNN 


оте TOO 
EE 55 


14 


(300) 100) 
(400) 100) 
(550) 85] 
(680) 851 
(800) 85] 


(330) 85 
(500) 85) 
(520) 85) 
(540) 85 
(350) 85) 


wi 


eege 3533090 теооо ооооо Vadan осооо 
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2 SA 443...2 SB 219 А Dioden und 


|а Is 6 |7 [в |ә б uo |м hs 


|Fo (Ам "He ве Uecht ІМ х ТЕЙЛ (ах Bemerkungen 
|ТА |V шА/У/- ImW _ |тА МУ |МН: °С 
te w'a Е 1126 (60) ' 157 oun. 1185] Нї21)37) 
кек 1 >120 (60) 12 (16). [80] Hi 65) 
Le 1 45-0 (60) 15 қ [75] Ні 21) 37) 
50 30-70= (150) 100 (300) 100) Ні 4 pF 
50 60-150- (150) 100 (300) 100) Hi4 pF 


50 120-350= (150) 100 (300) 100) Hi4 pF 
10 35-120- (200) 100 (200) 175, Hi8 pF 
10 50 60- 100 (40) 175) 
10 100 60- 700 (40) 175) 
10 100 60- 700 (40) 175] 


80- 700 . 200, 
80- . 200| 
35-120- (200) 
30-120- (100) 175) 
100-800-- (200) 


1,5 15 50-300= (300) 85] 
6 15 30-300 (100) 79 
(1,5) 16mA <110= . 751 
(6) 14 150 125 

80= 150 


ысым NNNNN 
о 11217112 
УУ» >>>>> 


Бе 


„Born со зэм 


75 150 

75 350 

50-175 (350) 

60= 50 

55 (150) (25) 1,2 


(150) (45) 12 
(150) (25) . 
(150) (45) . 
у (100) 0,4 

(100) 0,4 


(250) (25) 
(250) (45) 
100 (30) 
100 (25) 
100 (25) 


100 (25) 

61-101 100 (25) 
(25) 

(25) 

80-145= 100 (25) 


105-235 = 100 (25) 
мв 70= (150) (16) 
мв 70- (150) (20) 
ыт 30-120 (200) 150 (25) 
NT 100-450 (200) 150 (25) | Sa; Kpl:2 SD 186 


NB 30 50-300= (200) 150 (25) Sa; Кр!: 2 SD 187 
NA 1 33 dB 200 150 | ба 

LN 100 75= 250 250 і 

LN 150 30- . 400 

LN 150 70= . 400 


Mi NL 1A 500 25-300= (24W) 3A 
Mi NL 1A ‚5 500 25-300= (24%) ЗА 
Li sN (1) 10 17-121= 225 100 
имо 16 19-42= 225 200 
Li моа) 16 19-42= 225 500 


44444 44 444 44 444 35544 -4 444 -4 444 4-1-1-- ---іі-і -і-і-і-і-і 55555 иан 
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Transistoren 


2SB 220...2SB 362 


1 |2 Із ја в 9 wm Іп 12 из [14 |15 
К Тур | Ро [Aw Isp из |: м Inox [Umax 5 Imox Bemerkungen 
| | uA |v- Imw (тА У |мн» °C 
T 258220 у Li 16 '34-65= 225 200 20 1 85 NE 10) 
Т 258220А Li 16 34-65= 225 500 20 2 85| МЕ10) 
Т 258 221 Li 16 53-90 225 200 20 2 851 МЕ10) 
Т 258221А Li 16 53-90= 225 500 20 2,5 85j МЕ 10) 
Т 258222 Li 16 72-121= 225 200 20 25 85j МЕ 10) 
Т 258 222 А Li 16 72-121= 225 500 20 2,8 85j МЕ 10) 
Т 258223 Li 16 99-198- 200 20 3 85| МЕ10) 
Т 25В223А Li 16 99-419 50 20 3 85j МЕ10) 
Т 258224 Li 1 10 19-42= 225 500 (45) 2 85] МЕ 10) 
Т 258225 Li 1 10 34-65- 225 500 (45) 2,5 85] МЕ 10) 
Т 258 240 Ме 1 200 30-90= 13W ЛА 30 02 90) МЕ9) 
Т 258240А Ме 1 200 30-90- 13W ЛА 40 02 90 МЕ9) 
Т 258 241 Ме 1 200 30-90- 13W ЛА 45 0,5 90) МЕ9) 
Т 258241А Ме 1 200 30-90= 13W ЛА 50 0,5 90) МЕ9) 
Т 258242 Ме 1 1тА 20-60= 13W ЛА 20 0,5 90) МЕ9) 
Т 258242А Ме 1 1тА 20-60= 13W 1A 30 0,5 90) МЕ9) 
Т 258243 Mc 1 1тА 40-150= 13W ЛА 20 0,5 90) NE9) 
Т 258243А Mc 1 1mA 40-150= 13W 1A 30 0,5 90) NE9) 
Т 258244 Ме 1 1тА 20-60= 13W ТА 40 0,5 90 МЕ9) 
Т 258245 Mc 1 1mA40-150= 13W ТА 40 0,5 90 МЕ9) 
Т 258248 Mi 1,5 1тА 40-80= 54W 5А 25 02 90} МЕ9) 
Т 25В248А Mi 1,5 1тА 40-80= 54W БА 35 0,2 90) МЕ9) 
Т 258249 Mi 1,5 1тА 40-80= 54W 5А 40 0,2 90) МЕ9) 
Т 258250 Mi 1,5 5тА 20-60= 54W БА 20 0,35 90; МЕ9) 
Т 258250 A Mi 1,5 5mA 20-60= 54W 5A 40 0,35 90) NE9) 
Т 258 251 м 1,5 5тА 40-100- 54W 5А 20 0,35 90) МЕ9) 
Т 25B251 A Mi 1,5 БА 40 0,35 90) МЕ9) 
Т 258252 Mi 1,5 БА 50 0,35 90) МЕ9) 
Т 25В252А мі 1,5 5тА 20-60 = БА 80 0,35 90) МЕЗ) 
Т 258253 Mi 1,5 5тА 40-80= 54W 5A 50 0,35 90; NE9) 
Т 258253 A Mi 1,5 54W 5A ВО 0,35 90) NE9) 
Т 258254 Ма 1,5 (12W) 1А 35 07 851 Sa 
Т 258256 Ма 1,5 (127) 1А 25 07 85] Sa 
Т 258264 (т (1,5 70 50 (30) 1 251 МЕ 
т 258272 = 1,5 60 30-300= (720) 500 25 0,8 85) 5а 
Т 258 273 Lz 1,5 60 30-300= (720) 500 35 08 851 Sa 
Т 258 303 Lz 2 15 30-450 (100) 20 (25) 10k 75] Sa 
Т 258 326 Li 1 10 45-90= 225 500 (30) 3 85) МЕ 10) 
Т 258327 Li 1 10 70-150= 225 500 (30) 3,3 85; МЕ10) 
Т 258328 Lm (6) 10 40-110= 150 200 20 2 85] NE 
Т 258 329 Lm’ (6) 10 85-220 150 200 20 2 85} NE 
Т 258330 Li 1 20 35ш 225 150 (110)0,5 85) МЕ 10) 
Т 258331 ыс” 2 (120020-125- 80W 15А 25 0,35 100} НІ 9) 
Т 258332 ме 2 1200 20-125= 80W 15А 45 0,35 100) Hi9) 
Т 258333 ме 2 120025-100-- 80W 15А 55 0,35 1001 Hi 9) 
Т 258 334 ме 2 1200 25-100= 80W 15А 65 0,35 100) Hi9) 
Т 258337 мі 4 1тА90- KW ТА (40) - 100] Hı 9) 
Т 258 338 мі 1 500 45-155= 44W 7А (60) . 911 Hi9) 
Т 258 339 м 1 250 25-80= 44W 10А 35 0,3 911 Н19) 
Т 258340 Mi 1,5 250 25-80= 44W 10А 40 03 911 Hi9) 
Т 258 341 м 1,5 250 44W 10А 50 03 91 Hi9) 
Т 258 342 Mi 1 0,6 (30W)6A 120 1,5 85] Sa 
Т 258343 Mi 1 0,6 (30W) 6A 150 1,5 85) Sa 
Т 258361 Мі 500 12W 5А (80) . 90 Hi 
те 25 і 500 12W БА 
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2 58 367...25С 134 Біодеп опа 


|7 9 ho и h2 ha |М [15 
тамы шышы Мо Be Мэн Ka 


| (тА |v [ЫА МА |mw mA у [Мн [ec 
ТА NL (500) 11571007855 4w МА 05). 765 
ми NL (500) 100 85= 4W ТА (45) . 85 
Кг МВ (150) 20 150= (200) 500 (25). 85] 
Ке МВ (150) 20 150= (200) 500 (32). 85] 
Mo’ 50 30-300= (1,5W) ЛА 15 85) 


м ВА 5тА 50 (30W) 9А 150 85] 
мі 5А 5тА 50 (2597) 6A 80 85) 
мі ЗА 5тА 75 (25У4) 6A 50 07 85] 
Lz 1 15 100 (100) 20 75] 
Lz 200 50 50-300- (720) 600 85] 


мі 1А 500 25-300= (24W) ТА 85} 
мі 1А 250 60= (40УУ) 15А (3) 85 
мі 1А 250 60= (409) 1А 

Kr (1) 10 150 (100) 

Кг (1) 7 150 (100) 


Sz (0) 0,5 160 (200) 
Kr (1) 12 180 (120) 
Kr (1) 6 180 (120) 
мк (4А) 500 40-130= 10W 
мі (1А) 500 90= 12УУ 


мі (1А) 500 90= 12W 

Ма 200 200 100= (12W) 
200 50 100= (6УУ) 
(0,1) 0,1 150 (200) 
(0,1) 01 300 (200) 


150 20-100 = 2УУ 
150 20-100= 2УУ 
(10) 20-55 500 
65 500 
20-200 200 


50 500 
40-120= 800 
30= 2W 
20-120= 800 
50 (100) 


7-200 (600) 
7-35 (600) 
30-200 (600) 
щот 300 
“= 300 


20-150 200 
w= 120 
3 120 
<100- 120 
35= 2% 


35= 2УУ 
60- 800 
>8= 
>8= 


(10) 0,1 40= 


10 1 20-75 

10 1 50-150 250 
10 1 80-200 250 
10 2 150 200 
10 02 40- 250 


Bemerkungen 


u 


ааа зошоэ зоом 
Au An Am м 
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2 5С 139...25С 430 


Transistoren 
1 |2 з |4 |5 7 [в | По ШЕР 
К Тур Ab Бо Аюр |0 Ip UspfB IN рок ноя fo 

| [ma |У AR V/- mw |тА v MHz 
Т 256139 5Р Li vU Go |10721 50 750! 500730 (400) 
T 2SC1 SM Li VL 150 10 10 80 (160) 175j МЕ9) 
Т 25с150 SM Li nu 10 1 (50) (100) 175j Hi 9) 
T 25C151 SE Li sH 10 6 1 (40) (80) 175) Hi9) 
Т 2SC152 SE Li sH 10 6 1 20-200 (750) 100 (60) (80) 175] Hi9) 
Т 25с154 54 Li Hs 10 101 50- (750) 100 (120) (220) 175) Hi9) 
Т 28С154А Sd Li Hs (10) 10. 50= (750)100 (150) (220) 175) НІ 9) 
Т 2SC154B 54 Li Hs (10) 10 . 50 (750) 100 (180) (220) 175) Hi9) 
Т 256179 Ga Кез 20 028 20-100= (120) 400 (25) 3 85 Hi 
T 256180 Ga Kr s 200 038 20-120= (120) 400 (25) 5 85 Hi 
Т 25С181 Ga Kr s 200 0,38 30-200= (120)400 (25) (100) 85) Hi 
Т 256182 SP ју N (1) (6) 1 35.200= 150 150 15 (90) 150} МЕ # Со 
Т 25С183 SP Ју НАД) 6 1 60 100 30 18 (150) 125) МЕ #Co 
Т 25С184 SP Ју НАШ) 6 1 60 100 30 18 (200) 125] МЕ # Со 
T 256185 SP Ју НА (1) 6 1 60 100 30 18 (250) 125) МЕ #Co 
T 2SC41 SE Mi HL ТА 10 10тА40= 75W5A 40 35 175] NE9) 
Т 25С242 SE Mi HL 1А 10 10тА40= 75W 5A 60 35 1751 МЕ9) 
Т 256243 SE Mi HL 1A 10 10mAW= 75W 5А 80 35 175) МЕ9) 
T 2SC%44 SE Mi HL 1А 10 20тА bës 60W 5A 25 35 175) МЕ9) 
Т 256 205 SE Mi HL 1A 10 20тА40= 60W БА 45 35 175) МЕ9) 
T 2586296 SE Mi HL ТА 10 20тА40= 60W 5A 60 35 175] МЕ9) 
Т 25С252 SP U УО) 6 1 20-120 200 30 15 (900) 150] МЕ 
Т 256253 SP U vumm 6 1 20120 200 30 15 (900) 150) МЕ 
Т 25626 SP Ју ЏА() 6 01 10120 100 30 20 (250) 150) МЕ, Со 
T 25677 SP Ју Ым(1) 6 Т 40-120- 150 200 20 (90) 150} МЕ 
T 2SC28 SP Ју sX (1) 6 5 25-100= 150 30 60 (90) 150 NE 
Т 25С1268А SP Ју sX (1) (6) 5 25-100= 150 30 80 150 150] МЕ, Со 
Т 250 269 SP Ју sH 10 1 1 90= 150 200 20 (400) 150} МЕ, Со 
T 25624 SP Ју У0() 6 05 70 100 20 12 (1100) 150} МЕ 
Т 256272 SP ју VU (2) 6 01 70 100 20 12 (1200) 150) NE 
T 256273 SP Li LA (3) 301 20-100= 500 50 120 (150) 150) МЕ9) 
Т 25280 SE Le АА 01 6 001 >80= (80) 10 (30). 125} Hi 21) 37) 
T 25028 SM Kr HU10 6 01 170= (200) 100 (30) (80) 1751 Hi 
т 25682 SM Krs 10 6 04 60-320- (350) 100 (30) (100) 175 Hi 
T 256203 SM Kr HL10 6 01 65= (350) 100 (50) (80) 175і Hi 
Т 25028 SM Krs 10 6 01 35-120 (350) 100 (70) (100) 175і Hi 
T 256287 SP ју НИ) 6 1 70 100 10 (20) (900) 1501 МЕ 
T 256288 SP Ју vom 6 1 70 100 20 (30) (1100) 150} МЕ 
Т 25С288А SP Ју УО (5) 101 80 150 20 15 (1100) 150] МЕ, Со 
T 25679 SP Ју МА (2) 6 04 70 100 10 12 (1100) 150] МЕ, Со 
Т 2862190 SP Мс VL 350 10 3mA 5-35= 2W ЗА 40 (160) 175] МЕ 47) 
Т 250313 SP 1т”УО10 10 04 (200) 50 (30) (1100) 200) Hi 47) 1 pF 
Т 256317 SM Krs 10 6 01 (350) 100 (70) (100) 1751 Hi 

Т 2568319 SP Li VL 100 10 05 1750 300 20 (500) 175] МЕ 47) 
T 25630 SP Li УС 100 10 05 2500 500 20 (600) 175] МЕ 47) 
T 25038 SP U зн 10 1 0,5 30-120 (360) 200 (40) (300) 1751 Hi 

T 256350 SE Kr rH (01) 6 0,01 80-300 (200) 100 (30) (100) 1751 Hi 
T 256429 SP Мен, (20) (10). 40 (500) 300 (40) (180) 1751 Sa 

Т 2864294 SP мен. (20) (10). 40 (200) 300 (40) (180) 175] Sa 
T 2586425 SP Мо НС (20) (10). 40 (500) 300 (20) (180) 1751 5а 
T 250426 SP Men (20) (10). 40 (200) 300 (20) (180) 175j Sa 

T 256427 SP Lms (20) (10). 80 (300) 100 (40) (350) 175) Sa 

T 2SC428 SP Lms (20) (10) 80 (300) 100 (20) (350) 175j Sa 
T 2868429 SP Ју НА (1) 6 1 10-56 100 10 12 (380) 150] МЕ, Со 
т 25 sp 1 23410 100 10 12 (410) МЕ, Со 


Ју ОМ (1) 


2 SC 454...2 SC 694 Dioden und 
| 


a | 5 6 |z в | 0 

| | | 

‚Ab ‚Fo Awilr 19% „пы м ‚max |Umax| fa max Bemerkungen 

| | ma |v |шАУ/- ту та Мо (us 1°C 
25С 454 5Р нмо) '12 70,5 60-320- (200) 100 (30) "oan" 
250 455 SP НА (2) 12 22-70= (200) 100 (30) (230) 
250 460 SP НА (2) 12 35-250= (200) 100 (30) (230) 
25061 5Р нм (2) 12 35-200- (200) 100 (30) (230) 
250 463 SP УА 2 10 35-150= (150) 20 (35) (400) 


ү 

т 

т 

т 

т 

Т 25С 464 5Р HS (1) 40= (200) 50 (30) (500) 
Т 25С 465 5Р нм (1) 10- (200) 50 (30) (500) 
Т 2SC 466 5Р УМ (1) 40= (200) 50 (30) (500) 
Т 25С 468 5Р sH 10 35-200= (200) 200 (40) (300) 
Т 25С 469 5Р НА (1) 100 100 30 18 (250) 
т 
т 
Т 
d 
т 
Я: 
T 
d 


Їй h2 [13 [4 |15 


x 2002 
55 p чи зиме 


о-ооо 


2SC 475 5Р rN (0,5) 110-700= 150 100 15 
2SC 476 5Р м (0,5) 110-700 = 150 100 15 
25С 479 5Р 5Н 100 40-130 (650) 600 
25С 528 5Р NB (150) 60-320= (200) 150 
25С 535 5Р мо (1) 35-200-- (100) 20 


25С536 5Р HU 80- 150 100 
25С 537 5Р HU 80= 150 100 
25С 540 5Р гм 110-700= 150 100 
2SC 544 5Р HU 80= 150 
25С 545 5Р HU 80= 150 


2SC 546 5Р УЧ 50- 150 

25С 566 5Р VA 90- 1750 

25С 568 5Р rV 40-150 200 (1300) 150; 
2SC 598 5Р VL >20= 10W (500) 175) 
2SC 600 5Р NL >10W 20% (350) 175] 


25С 605 5Р ум 20-200 150 (480) 150} 
25С 606 5Р УА 20-200 150 (530) 150) 
25С 608 54 HL 40= (1УУ) (50) 175, 
25С 609 5а HL 40= (1УУ) (50) 175] 
25С 614 5Р HL 10 80= 7,5УУ (200) 175) 


2SC 615 5Р HL 10 100= 7,5W (200) 175; 
2SC 616 5Р HL 10 80= 13W (200) 175) 
2SC 617 5Р HL 10 100= 13W (200) 175 
2SC 637 sp VL 13,5 100 6УУ 10W 20 (450) 175) 
25С 638 sp NL 13,5200 >12W 20УУ 20 (300) 175) 


25С639 5Р sH 100 100= 360 15 (750) 200) 

2SC 640 5Р ы 0,1 110-700 150 25 100 150) 
25С 641 5Р sH 0,25 35-200= (100) (40) (200) 125 
25С 664 58 NL 35-200= 50W (100). 150) 
25С 665 54 NL .  35-200= 50УУ (125) 150) 


25С 666 54 NL . 35-200= 50W (150) 150j 
25С 667 sp HU 60= 150 30 (15) (600) 125) 
25С668 5Р но 50= 150 30 (15) (600) 125) 
25С67% 5Р VU 50= 150 130 (15) (700) 125) 
25С 679 59 NL . 50- 30W 2А (300). 1751 


25С 680 54 sL . 180- 12,5W 2А (200). 175) 
25С 681 58 sL 1mA30= 50W 6A (300). 150j 
25С 682 5Р Hs 0,1 60= (100) 20 (20) (550) 175) 
25С 683 5Р МА 01 60= (100) 20 (20) (550) 175) 
25С 684 5Р УО 0,5 40- (200) 50 (30) (1100) 125) 


25С 685 58 LA . 60= 4W 100 (300). 150) 
25С 686 5Р Hs 0,01 60= 800 50 150 (180) 1751 
25С 689 5Р sH 0,25 >40= (300) 100 (40) (600) 175) 
2SC 693 5Р гм 1 20- 100 100 (30) (200) 125| 
25С 694 5Р гы 1 _ 200= 100 100 (30) (200) 1251 


се 


оо-оо 


им 


© 


nha manan Фото аас о о 
бо Go o 
угоо- --о-- 
юю ZS An 


г 
Г 
т 
т 
т 
т 
Л 
их 
т 
т 
T 
Т 
GE 
L 
ІТ; 
їр 
T 
ЇГ 
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т 
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т 
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Transistoren 2 SC 705...2 SF 130 


(Umax! 5 Imox Bemerkungen 
(мне "DC 


= 120 130 (15) (800) 125) Sa 
30-200= (150) 20 (20) (550) 175j Ні 47) 
80= (750) ТА (60) (50) 150] Hi 9)-A: (90У) 
80= 120 100 (40) (150) 125j Sa 
80- 120 100 (20) (150) 125) Sa 


>20= (200) 50 (30) (1100) 125j Hi 
50- 120 30 (15) (350) 125j 5а 

35-200 = (25W) ЗА (100) (20) . Da 

30-300- 200 50 (200) (60) 175і Hi 10pF 
10-80= (BOW) БА 40 . Јр; 250 16: 55 У 


> .  10-40= (ВОУ/)бА 70 . Тр 

10 1,5mA60= 4W 100 300 (25) 110) 549) 

1,5 15  50-300= (300) 200 25 1 85] 5а; Крі:25822 

5 10тА60- 50W 5A 120 (40) 150) Sa 9) 
10тА60- 50W 5A 60 (40) 150; 549) 


5 

2 100 40-160- 1577 2А 25 . 175] МЕ 9), Со 

2 100 40-160=15W 2A 60 . 1751 МЕ 9), Со 

1 50 120- 720 600 (25) 0,75 85) Sa; Кр!: 258 405 
10 5тА 25-80= 60W 5А 60 1751 МЕ 9) 

10 5mA 25-80= 60W 5А 90 . 175j МЕ 9) 


6 14 (150) 100 (25) 4 85) Hi 
6 25 (150) 100 (45) 4 85j Hi 
1,5 14 100 (25) . 85 Hi 
1,5 25 100 (45) . 85 Hi 
10 15-100=4W 1,5А 40 1,9 175j Hi 9) 


10 15-100- A 1,5А 55 1,9 175і Hi9) 
25 20-80— 60W 7А 50 1 175] Hi 9) 

25 >25= 60W 6A (100)1 1751 Hi 

25 >25= 60W ТА (150)1 175) Hi 

100 30-240- 15W 2A 12 . 1751 МЕ 9), Со 


100 2А 20 1751 МЕ 9), Со 
100 30-240- 15W ЛА 40 . 1751 МЕ 9), Со 
100 30-240= 15W ЛА 50 175} NE 9), Со 
15 30-450 (200) 150 (25) 20к 85} ба: Кр!:25В 186 
250 187 50-300-- (200) 150 (25) 1 85) Sa; Крі:258187 


25Е11 2,1 . ЗА 50 . 100) МЕ 18) 
bis bis 
2 SF 18 2,1 . ЗА 400 . 100) NE 18) 
25F21 3 . БА 50 . 100; МЕ 18) 
ыз bis 
25 28 . SA 400 . 100} МЕ 18) 


25Р 31А . 10А 50 . 125] МЕ 18) 
ыз ыз 

25Р3ВА 5 10А 400 . 125| МЕ 18) 
2 SF 100 : 5A 200. 125) МЕ 18) 
2 ЅЕ 101 300 50 . 100j NE 18) 
bis bis 

2 SF 108 1 400 . 100; МЕ 18) 
25Ғ111 3,5 : 50 . 100j NE 18) 
bis bis 

2 SF 120 3,5 у 500 . 100) МЕ 18) 
2 SF 121 Y 3:5 : 50 . 125] МЕ 18) 


bis bis 
2 SF 130 Y 2,3 100 3,5 : 50 . 125j NE 18) 


gn мвггэь A 
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2 SF 200...3 G 8 Dioden und 
|а |5 le | 12:13 [4 [15 

Ро Ам Д.а |Umax| fo 

| | тА mA |У MHz 
2 SF 200 "ër "20А 123 201 с я ГЗА 500. 
2 SF 201 с! 20А 23 20 
2 SF 202 20А 20 
2 
2 


ЭС 

100; МЕ 18) 
1. ЗА 600 . 100; NE 18) 
d ЗА 700 100} МЕ 18) 


а "Bemerkungen 


со wowi 


5Е 205 50А 40 
5Е 206 50А 


25Е 207 50А 
25Ғ210А 50А 
2SF211 A 50A 
2SF212 А 50A 


2 SF 310 1kA 

bis 

2 SF 316 1kA 
5004 
500A 


500A 
500A 
500A 
1kA 
1kA 


1КА 
1kA 


2. 

2 

3 4 БА 500 . 100) NE 18) 
3 : SA 600 . 100; NE 18) 
3 

3 

3 


ммм» 


5А 70 . 100) МЕ 18) 
10А 500 . 125) NE 18) 
10A 600 . 125] NE 18) 
10A 70 . 125j МЕ 18) 


100A 50 . 125) NE 18) 
bis 

100A 600 . 125) NE 18) 

55А 600 . 1001 МЕ 18) 

50А 600 125) NE 18) 


50А 800 . 125; NE 18) 
50А 1000 125) NE 18) 
50A 1200 . 125) NE 18) 
100A 800 . 125; NE 18) 
100A 1000 . 125; NE 18) 


100A 1200 . 125) NE 18) 
125; NE 18) 


50 
40 


125 


KI 


2 
125 
100 3 
100 3 
100 3 

3 
2, 
2 


3 
2, 
100 
3 
2 
3 


» 
ГД 
т 
u 
м 
~ 


и 
т 
л 
м 
~ 


100 
125 2, 
125 


125 
125 


оли 


м Am An An An їлїлїл и 


AN NNNNN NNN N NNNN 
шы uNa 


NONN NNNN 
гай, a газ гё 


пай ол 


1kA 


125 3 . А 125] МЕ 18) 
50тА 


12 0,58-0,754,5 . 150) МЕВ1) 


50тА 12 0,47-0,62 4,5 . 150] NE 81) 
50mA 5 0,47-0,67 4,5 . 150) МЕВ1) 
[1000] 6 350 1...6 100 . 150к 


ФОШАЈУ 50 


олоо 
мэ Na 


РЕКЕ ~ 


<---- ч 
іл 


25пА 40-70= 500 


200. 
200. 
200. 


HHH NNNNN NNNNN N 
555 
уә о 


Ki 


ЗВТА, В... 
38305 

bis 

3 В 200 $ 


) 
ЈЕ 2. 1 N 540 
ЅР 19) 


5Р 19) 
5Р 19) 


100 


о: о< << << < и< < ссааа х сс 


з. Fotohalbl. 
150 Ру 
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Transistoren ЗН 1...3 М 99 


7 |в |9 по þm 2 из |м 
(Ur ЫЫ |М Шш» нэ 
тА ЈУ АМ/- "ei |тА У (мне |°С 


16) 52). Sr ке 


Тх 20) # 3 М 35 
Tx 20) 


Тх 20) 
200} Тх 8) 20) 
А СЕ 2pF 
: GE1,5pF 
0,005 Тг 65) + 0,75 У 


0,003 Тг 65) + 0,75 У 

0,002 Тг 65) + 0,75 У 

А 0,001 Tr 65) + 0,75 V 
30-120= 75УУ 12А 100; Hw 20), SD 
20-80-- 75W 12А 100) Нм 20), 50 


30-120= 75УУ 12А 100; Нм 20), 50 
20-80= 75W 12А 1001 Hw 20), SD 
30-120= 94W 15А 100; Hw 20), 50 
20-80= 94W 15А 100} Hw 20), SD 
30-120= 94W 15А 100; Hw 20), SD 


20-180= 94W 15А 100; Hw 20), SD 
30 150 Tr 24) 

30 5 100 Тг 24) 

100 : . СЕ) 

100 : . бЕ24) 


100 : . _ СЕ24) 
Lm” sw 1000 К Ё 10) . 200 NC, Tr 22) 


Lm” зуу 600 . № 200 МС, Тг 22) 
(тим. . (5nA) (15) (180). 50 22) 


Lm’ МУ (58А) (15) (180). 50 22) 
Lm’ W (5nA) (15) (180) . 5022) 
Lm sY . . СЕ24) 
Lm sY GE 24) 
Lm sY GE 24) 


Lm sY GE 24) 

Lm sY GE 24) 

Lm sY GE 24) 

Lm sY . й 4 СЕ 24) 

Lm’sW (0) (20) 1пА . А Ра 22); Ва < 1000 


Lm’sW (0) (20) 1пА . . Fd 22); 84 < 1500 
Lm” О (58А) 30 . <1,3 e Sd; A 3 pF 
Lm’ sW 1000 . 1nA. . . МС 87) 


“343 тэаач 00009 


~ aww 


~ Dan 
> 


+ 
3 
3 
3 
3 
3 
ЕЈ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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N 
5 


за” ёмммм NN 


\ У 


с хоч чч өс бл ол л лл пил ~ 
8 858235 33 85 48965 “4 555 окко Ggs 


оооо ооо 


22722 72227 72277 ZI 
$ See 


а 
с» 


Ст“ aw 1000 . 1лА. . . МС 87) 


Lv’ АА. . . . . . Sd; A 37) 62) 
Lv’ АА. . . . 59; А 37) 62) 
Lm’ NH [50] > ВС; В ~ TA 2624 
Lm’ NH [50] - ВС; В 2 ТА 2625 


2 
2 
2 
2 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
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D 
D 
D 
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D 
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15 KIT 225 


ЗМ 114...4 0 20-30 
з ја {5 

|АЬ e Aw | 

Ч 


le 17 [з Io 


Ur |15 Us,/B 
v |uA|v/- 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


4 


Lm’sw 500 
Lm” sw 250 
Lm” sw 250 


Lm” sw 500 
LT’ УМ [0,1] 
Lm” ОУУ[10] 
Lm” NH [100] 
Lm” AM 1пА 


Lm” AM 1nA 
LT HU (ај 
Lh 
3 МС-010 5 Lh 
3 P 15...200 5 


38С2 
bis 

ЗАС 40 
35002 
35004 


3SK 20 
3SK 21 


ч 
w 


mmmm mm 
ттт mm 
EBUN ЕБ 


44-4 44444 ча 
р air m 
5 
о 


отш шшш wwwww www 


ығы 
~ w 
ч 


>> 
о 
5 
8 


5 
B 


шым 
58 -о ә 


Hun 
е 
А 
в 


0004 44440 00000 осога N ы-і 44444 ч4ч;; 530 о 07-5 жі =44 
5 


кюю REDEN AA 
0000 оооп 
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Lm’sw son '. 


ink. 


1пА . 


-8 200 7,3 10 
+100,5 6 150 
+ 10 500 6 150 
[-2] 200нА 8 150 


1-2) 200џА 8 150 
[-5] 1005А 7,5 100 
15 . и=70-120 (120) 
15 . и--70-120 (120) 


1,25. 


1,25 è 
20 0,4 4 
20 0,4 1,6 


0,6...2 
>2,5 
DAIN 


300 


(30) 


(50) 
(30) 
(30) 


(30) 


+20 [200] 100 
+35 60 


125 


+35 [200] 125 
+ 20 [200] 150 


+20 [200] 
+20 175 


50 


) 
(100) (150) 175) Jn 
-0,04 ЈЕ + 0,357 


3,95 
bis 
27 


100 


150 
100 
10 40 
10 40 


105 


105 
150j 
150) 


150к 
150к 


100 
150 


(110). 
(200): 
(180) . 


(150) . 
(200) . 
(270) 179 
(350) . 
(350) . 


(150) 175] 
(150) 175] 


0,5 


МС 87) 


МС 87) 
Tr 22) 4 рЕ 62) 
Tr 22) 4 pF 62) 


Tr 22) 2 pF 62) 

RC; В Rz: 4 dB 

АС; В 47) ~. ТА 703 
АС; В 47) ~ ТА 7244 
ЕС; В 12) 22) 


АС; В 12) 22) 
ЕС; В 47) 

ВЕ 

ВЕ 

66) 


IR 


IR 

Tx 20) 
Tx 20) 
Hi 22) 
Hi 22) 
Ss 

Jn 11) 
Jn 11) 


Jn 11) 
In 11) 
Jn 11) 
In 11) 
Jn 11) 


Jn 
Jn 


30 0,095 ЈЕ +3V 


70 


Тғапвізіогеп 4021..430 4 
15 
ВетегКипдеп 


1-6 
5-20 
19-45 
1-6 
5-20 


19-45 
1-6 
5-20 
19-45 
1-6 


5-45 
1-6 
5-45 
1-6 
5-45 


00000 00000 00000 00000 


1-15 
145 


14-45 200 15 
14-45 200 15 125 
. . 5. Fotohalbl. 


500 50 z ] 2421 
500 400 л 
1тА 50 : ep ІН 


TAARA ATARAR ARAARA DEREN DARAN Eë 


я ттт mämmm 


. . 1тА400 . Ji 
500 1 1,5 400 Py CV 7028 
1-50 50 35 250 N А e In, Вг, Sh 1) 


1-50 100 35 250 In, Br, Sh 1) 
1-50 200 35 250 . . Іп, Br, Sh 1) 
1-10 50-535 250 . . In 1) 
9-45 50+5 35 250 . . Jn 1) 
1-10 100 35 250 . Ја 1) 


9-45 100 35 250 . . Jn 1) 
1-10 200 35 250 5 . Jn, Sh 1) 
9-45 20035 250 . . . In 1) 
70А 0,45 24mA 200 . . СЕ 
bis 
70A 0,45 24mA 600 600 
3000 . 
650 10кУ. 
1,5А 2кУ . 
48А 630 . 
67А 1800. 


. 573А 840 . 


о обода 


(150) 20 15 25 
(150) 20 10 25 


т 
т 
т 
т 
т 
р 
р 
р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
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D 
D 
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&]О&А4&...6Е 40 Dioden und 


8 9 10 |" 12 ha |м [15 
Isp Из В IN Жый fg !һох Bemerkungen 
|А М/- mw тА УМ мн: |C 12 _ 


0,1515= (150) 20 15 25 150] GEA 
04540- (150) 20 15 25 150 СЕС 
сийн 250 (50) 45 . 150 


us» 
>>> 
алғ 


ТК. GSD 5/40 
тк 4) 
тк 4) 
ТК ~ GSD 5/103 
ТК = 650 5/104 


тк 4) 
ТК = 2 х 5/6 
А, ки 14 . . . . ТК =2х 5/61 
0,92 200 200 ы . IR 
0,92 200 400 . , JR 
0,92200 600 А e IR 
1,1550 50 . . Ру 
. . . . . s. Fotohalbl, 
5. Fotohalbl. 


о 
209555 


von 


БОИ коек 
ақы = 
ооо о 


24999 22%%% zzomm 
өө on Lok чи 


ки О Ом» 
Ж” ыты 


10тА 50 


2,5тА 50 

2,5тА 100 
2,5тА 200 
2,5тА 400 


т 
Я: 
F. 
d 
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Transistoren 6 Е 50...14 Р 1 


1 |2 з 14 6 p | jn |2 p3 
K |Typ |АЬ Ро а I Шох |пох| fg 

| wW Jr | мн: 
6 Е50 Теа "бр LG' 6A 05 БЕТТЕ ЕР е ЕТ" 
6165 са 3тА50 
bis 


6 ЕС 40 GI G . - ЗтА 400 . 2001; . 
668 Ғе С 2 600 - . Ру СУ 7029 


6М4 сп с 0,2 600 . Ру 

6 RW 56 АС 16) ҮС. . 100 2,1 - 4из СЕ 18) 
bis i 

6 RW 56 KC 16) YG . . 10021 - 4из СЕ 18) 
6,8 SC 20 . ек. . - . 500 . ЈЕ 3-30 рЕ 


IFTS Gg G . · 10тА 50 . . л 

bis р 

7 ЕТ 40 GG . - 10тА 400 . . л 

857 Ее С з 800 e Ру СУ 7030 


10 А5 Ре С ‚1550 100 e 5 Ру 
1054 15710. ТКУ. . я Ру 
1012 ,5 300. . 1 ТН, # ST 
10M 2mA 100 + ST 


10м1, м2 5 10 100 
10P1,P2 4 50 100 
1004 . 10тА 100 
108С2 

bis 

10 8С 40 


1053 қ А 7 A a қ 125 

1072 і . 2 165] 

10Т5,6 . » . . . . A š ST =. 1 1803 4 
bis i 

10 Т 100 . 4 . . . . . ST 

10У3 А й . . . 125 5Т 

1093 А . . . . 125 5Т 


102 3,9 . . . e ! -0,04 ЈА 58) ~ 1 N 1599 


0,095 ЈЕ 58) >. 1 N 1609 
165} Ss 
-0,05 ТН, 55 


0,5 2,5тА 50 . я 1 125 
0,5 2,54 500 . 4 125 


А . . 5 400 e Чч 
0,5 300. с 500 100 
1 0,5 200 e 60 . . 
0,63 5mA 200 : 17,5А 200 . 150 
. 100= 25 30 1651 55 


. . . 10 5,5 +0,03 ТН, Ss 
0,5 300. . 500 300 0, 100 ТН 

1 20 20 . 10 20 . 70 THAI 

T 0525 . 40 20. 150 ТН 4) 


0,63 5тА 300 : 17,5А 300 . 150 55 

. , 4 > 6,5 +0,05 55 

e . . . 400 . ё 5Т 
0,5 300. . 400 0, 100 тн 

1 60 60 . 60 . 70 TH4) 
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14 Р2.. 19 Р2 Dioden und 


7 ів |9 lo In h2 ha |м |5 


| Isp Us,/B ім ох |Чтох [fmax Bemerkungen 
Iw нА| у/- BL. [ma У MHz | SC 
1 1051 40 150. "150 ТН 4) 
0,635тА 400 тКі: 17,5A400 . 150 5 

ET ES SEN 5 10 в 144 0,07 5 
ТК = 650 15/4 


Cr 0040 1 100100 ч 70 100: 70 
Cun 45:05:100: 7 40 100. 
1582 16) LG . 0635тА500 "КЇ: 17,5А 500 ` 150 
1524 SEW GE : 10 
16 EA GW, “ТЭЭР ч 750 


16 А 567 Lm’ NU . - 55-470 

16 А 667 Lm’ NU . . . 90-470 

16 А 668 Lm’ NU . .- -= 150470. 

16 A 669 Lm’ мш. . ._ 400-800 . 

16 В 670 (т ax . . . 180-540= 360 


Lm’ VO . « . > 202 . . . СЕ; егз, 2 N 918 
Lm’sX . > =. > e А СЕ # 2 № 914 
Lm’sX . А А > 30= . . . GE # 2 № 708 
Бе G 150 А 600 

мн . . .  20-0= 


шен . . - 3570- 
=н. . .  60-120=. 
мен . 222. 100-320- 
Н. . . 20-0- 
“н. 20. 35-70= . 


тн. 222.  60-120=. 
н. . . 100-320= . 
тн. . + 20-120=.. 
тн. . . 20-40= . 
тен . . 35-70= 
Lm’H 

Lm’ H 

Lm’ H 

Lm’ H 

Lm’ H é 

Cr GU 20 1 150 150 


ст 1 1 0,5 50 
Ск 16А 0,86. 


16 ВС 40 Y 16А 0,86. 


1674 

1728 

18 

18 ҒА5 
bis 

18 FA 40 
18 ЕВ 5 
bis 

18 ЕВ 40 
18 ЕС 5 
bis 

18 ЕС 40 . . . Т 
1812 А ` Ss 
18 P2 . 

19Р1 

19Р2 


Ss +1,9М 
ST 
Ji 


Л 
Ji 


DI 
л 


о сс ас оомм 


о 
о 
= 
4 
о 
р 
р 
Z 
D 
1% 
т 
т 
ЛЕ 
т 
т 
тр 
T 
D 
ћу 
т 
т 
T 
T 
т 
T 
T 
т 
т 
т 
T 
т 
T 
T 
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р 
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р 
D 
z 
2 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
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D 
D 
D 
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Transistoren 20 А5...40 J1 
15 


Bemerkungen 


Өз 2 
44424 44442» 


Dunn 


10mA 200 
100 20 
0,5 20 
100mA 
100 30 
0,5 20 


о ваза 


100mA 
100тА 


БР ЗӘРІ Rn 
25 

I? ооюзо 02200 N 

өз Бене anana 


л шом 


10тА 50 $ қ JRA 1 N2128 А 
ыз 
10тА 500 | IR 1 N 2137 A 
IR 


382. 1 N 2128 


22. 20-80= 
1 50 50 
222. 20-80= 
. . 8-20= 
122. 8-20= 
1,1550 300 


1,1 75тА 50 

2тА 300 

Е 10 300 

30P1,P2 А 50 300 


302 4 > 10тА 300 
30 QM 1 . 65тА 75 

30 SM 1 3 5 55тА 100 
30TM1 + 42тА 150 


30 UM 1 Ё А 35тА 200 

30 УМ1 . 25тА 300 

30 УУА РГ . . . 

30 ХА ONE А . . e „ ST 

31 Р 2...35 22 Е . А Е . . Е SP-Fototransistoren von 55 


3224 с ж. А 5,5 20 0,05 ТН + 1У 
bis bis 

3774 5 PE 44 . 14,1 40 0,15 TH +1,9V 
40 AS 1,1550 400 . 400 . 150 Ру 

40H фо 400 . » ST 

4011 $ er "e. е . . . ST 


D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
2. 
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т 
т 
т 
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р 
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о 
о 
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80 3 2...100 Dioden und 


Ch з |4 |5 је в | по 12 з [м4 [15 
К Тур Ab Ро äech Ur Бр Џојв |N 

| | тА |v Орд Уу/- туу 
неком Ж а = 5 e 2 
16) LG 500 ТА 400 : 100 
20016 500 10 400 и e 150 


LG 500 10 400 . e 150 
LG 5A so 400 . . 150 


LG БА 50 400 - . 150 


| 
tmox | Bemerkungen 
Ke 


4012 
дом 
40 Ni 
дома 
40Р1 


5 
5 
5 
5 
5 
40Р2 5 
4053 5 LG - Е = 5 4 
40У3 5 LG . . . . Е 100А 400 
40Y3 $ ге. . > . . 250А 400 > 
5 40А 50 . . JR, -К: 35) 
bis 
$ . . 40A 1000 . А JR, -В: 35) 
с 
с 
5 
5 
5 


41 НЕ 5, R 
bis 

41 НЕ 100, В 
44 OCE 
44T 1 
4515 


45110 
ыз 

45 1. 80 
45Р... 
50/2 . я 
50 А5 5а 1,1550 500 e Ру 

5274 “ ка = . ТН, Ss +1V 

bis 

5774 . с... 72 . ТН, $$ #1,9М 

60 AS 1,1550 600 . e Ру 

вон . Er a К . ST 

60 M $ . 3127 557548 . . . . 5Т 

6053М,Р 5 e 1,3 20тА . . б ST; Р: 12), N: 13) 
bis 

60ҮЗМ,Р $ г 1,2 60mA . , $Т; Р: 12), М:13) 
61 ВУ 

bis 

63 TV 5 e св Ae. с 8 . 
AW j « e San 200 (30) 
6571 . . 100: 200 (30) 
68-0551 е a 1,1275тА 50 : 56А 50 
ыз bis 
68-3091 . . 1,05 25тА 300 : 33А 300 
705... . . e 5, 7% . . ? қ ~ 70 U... 67) 
201... Фа: Sie o . У 4 = 70 U... 67) 


7005 і А . 55тА 50 . 250А 50 JR. 1 N 2054 
bis bis bis 

70 U 60 і . . 55mA 600 қ 250А 600 ЈЕ ~. 1 N2064 
70 W... . 224 га % . : А . =. 70 U 67) 
7172 . . РРР" 15W. . Ss 62) 

7274 . . . . . 55 

ыз i 

8074 . SR, ла e 55 

80 А5 500 1,1550 800 . . Ру 

зон . Зара < . 5Т 

80 SM . . . . . . . . 5Т.2. 1 М 1108 
85Р1 . 5з 

100 è г . 4 Wh 


а > а . 5 2 Му 
16 54 300 45 12 ТН mKf 
40mA 50 130A 50 1k JR; LR: 13) 
40тА 100 : 130А 100 1k ЈА =. 1 N 3085 

bis 

. %0тА 800 : 130A 800 ik ЈЕ ~ 1 N 3091 
DE : қ ` а = АЕ 87) 

2- GSD 50/2 


р 
D 
а 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
t 
z 
D 
D 
D 
D 
d 
D 
2 
2 
D 
|р 
Їр 
D 
D 
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Transistoren 101...300 


|2 5 | 9 10 и h2 Is |14 15 
| 
К Тур Ab Ро äech Ш 5, Us IN ` Wee isch |І | Вететипдел 
| | | 14 Ima |v |шАМ/- aw та М |мна [°С 
Т Т і Т erg ве чета | 
Toma В, М GM Lm Н 150 11 110 >40- 150 (15) (320) 100] Мо 
2 10424 5 2 St > 10 43 52 -0,05 55 +0,5М 
bis bis 
7 11574 S ғи? дя я : 10 15 24 _ +0,08 55 +0,6У 
D 106 СХУ А Си Мо 150 é . : 720 150 7 126 159 Уа; 7 = 0,6% 
T 10вт2 бы ушы 202002007 175У4 ЗОА Во t 09.466,62) 
T 109 ЧЦА 5 Neal . ‚ 1 >10= 200W 20А 50 . 175] Wh 
bis bis 
т 109 хо 5 маг. 2002 >10= 200W 20А 200 . 1751 Wh 
р 1205M Sr Sege у Zr: „тъ 1 м 1109 
Т 146T1 Gi Mi’ L 500 85) 5 
T 14771 Gi M'L 50: 85) 58 
Т 14985Үа SP Sz Xg 10 1 27” Ма 
T 149 ВЅҮЫ SP 5: Ха 10 1 10,2>50= 125 100 20 100083. Va 
Т 151-04 5 ммм. . . >= 100W 6A 40. 150] Wh 
bis bis 
Т 151-10 5 мм. . . >ШМш 100W бА 100 . 150) Wh 
Т 152-04 5 ` Hie Dé 101 >18= 100W ФА 40; 150) Wh 
bis bis 
Т 152-10 5 мим. . . 2188 100W 6A 200 . 150] Wh 
Т 152BSYa SP Sz Ха 10 1 0,3 20-60= 125 100 15 120: . Уа = 2М 2368 
Т 152BSYb SP 5: Xg 10 1 03 40-120 125 100 15 1255 . Ма 2N 2369 
Т 154T1 б L H 1 ж 0m у 5 9 (70) 85) 5 
Т 155T1 с пен 1 : | = (30) 5 9 (70) 85 $ 
Т 15671 Сі ще нъ 7 а . 50- (30) 5 9 (90) 851 55 
Т 15771 с шн 1 . . 50= (30 5 9 (90) 85 8 
T 35971 GE ШІН? 4 ж 50= (80) 10 12 (240) 85} 55 
О 1605М = А . Е а ч è . « e 4 5 5Т 2. 1 N1110 
Т 160т1 GE Li’ УО 2 2 “ 50- (80) 10 12 (280) 85; 
т лета GE Li УМ 2 Е 50= (80) 10 12 (280) 851 Ss 
т 162т1 GE Ur УН 2 . . 50= (80) 10 12 (280) 85) Ss 
О 198 Ѕа . LG . в 5 4 В 750 100 160 Ру 
' 200 с Је Ойу 5 10 >9 (50) 5 30 09 50 Tx 
1 200 A бр Je U 1 . 10 9-19= 150 50 30 25 . Тх;Егз:2 М 364 
d 200 SM Ей d SE RE . TAIN 
ı 201 Gi е U (1) 5 10 >19- (50) 5 30 11 50 Tx 
t 201 А бр Је U 1 . 10 19-09= 150 50 30 3 Tx; Ers: 2 N 365 
T 201А, В, М SE Lm H 15 . 10 >45= 150 . (15) (320) 100) Мо 
' 202 бі је U 5 10 № (5) 5 30 13 50 Te 
t 202 A б Jè U, i . 10 49-142=150 50 30 35 . Тх; Егз:2 М 366 
Т 204А сі Је и 1 . 10 9-49щ 150 50 60 25 . Tx 
+ 206 бі. М (05) 25. 35 (50) 5 зо . 4% т 
t 207 Gi N (05) 25. 19 (50) 5 30 Sie 
t 208 СЕ: О. (50) 5 30 4» ТЕ 
t 210 зас SC. Е 


220 . . . . . . 50 . . . . Тх 
221 d Geh We 50 5 .. . ? Тх 


d 2405м радије а. > > Е Ge Asa 22 57..1М1112 
Т 251 ма а) Ме Ө ПА 07. "Sg, a БА (80). 95] Ое #2 N 1358А 
t 252 EN SEKR я пи свак = . &2N185 

4 2805М а М А > : D 4 57.-1М1113 
О 298 50:66, Иб ыа 4 750 200 . 160 Ру 

г. 300 бі је U (1) 5 10 15 iso 50 30 07 [75] Тил 2 М 367 
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300-А...652 С 


2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 


55 


30mA 50 


30тА 500 
40тА 50 


40mA 500 
50mA 50 


50mA 500 
10тА 50 


10тА 600 
500 50 


500 600 
50mA 50 
50mA 600 


ооо 
222 


о 29292929 
ъъ моме 


< 


оо о з-оо 
Зэ 


10 


Ш |2 
ах (О тах 
тА N 


13 
Е 


9 
MHz 


Dioden und 


Bemerkungen 


70A 50 
bis 
70A 500 
160A 50 
bis 
160A 500 


240A 50 

bis 
240A 500 
6A 50 

bis 
6A 600 
1,6A 50 

bis 
1,6A 600 
750 300 


240A 50 
bis 

240A 600 

750 400 


10 20 


Transistoren 653 C...2611 


4 |5 |6 15 
Fo Ам І; 


ч 34 ммм N 


2.2 М 1030 Са 


Тх 2 2 М 1149 8 
bis 

Тх  2N 1156 8 

НР 1,5 рЕ 

НРЗрЕ 


HP 2 pF 
НР 4 pF 
НР1,1 рЕ 

Eb 10%, с: 5% 


Eb 10%, с: 5% 
ЕЬ 10%, с: 5% 


1247-К 9, с Zum, . Eb 10%, с: 5% 
1301, с SE e N "Ыр Eb 10%, с: 5% 
bis d 
1347-К 6, С a ZL Eb 10%, c: 5% 
2301 і Вк” ХУУ10 ЕЬ 
2301 Ст ОМ1 НР 84) 1 pF 
2302 Cr’ DM1 НР 84) 1 pF 
2302 і Вт” XW 10 Eb 
2303 і Вк” ХУУЛА Eb 
НР 84) 1,2 РЕ 
Eb 


~ 
о мзооз = 


==0оо- 
ww 


ти 


2303 Сі” DM 1 
2304 | Вк” XW 10 
2305 Cr’ DM1 НР 84) 1 pF 
2306 = 2x 2301 Е . . . НР 37) 
2308 = 2х 2303 e . . НР 37) 


2356 Da 35 2 НЭГ НР 62) 
2370 Ё : . НРҮрЕ 
2396 5 Se 5 

2400-2418 
2401 


2403 
2405 
2410 
2415 
2420 


2502 
2504 
2506 
2501-2558 
2601-2628 


2602, К 
2604, К 
2606, К 
2611, К 


> 
ә ш 


- оо 
с ом 


Ми и 


ими 


+ 

о 
о 
о 
о 
о 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
р 
р 
р 
р 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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2612...4120 


2612, К 
2614, R 
2701-2708 
2702, В 
2705, 8 


2710, В 
2900 
2912 
2912 
2913 


2914 
2915 
2916 
2917 
2918 


2970 
2996 
2997 
3001 
3002 


3035 
3039 
3101 
3102 
3201 


3202 
3235 
3390 
3391 
3392 


3393 
3396 
3397 
3398 


3501 
bis 

3624 
3535 
3701 


3711 
3746 
3801 
3801 
3802 
3802 


3803 
3803 
3804 
3901 
3902 


3903 
4104 
4106 
4107 
4120 


о 00000 


о 
о 
р 
р 
р 
о 
о 
р 
D 
D 
D 
D 
24 
р 
р 
[>] 
о 
о 
2 
2 
2 
2 
2. 
2. 
2. 
= 
о 
о 
7 
о 
о 
т 
2 
р 
р 
2 
2 
р 
2 
р 
о 
о 
р 
р 
р 
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іп 12 13 


Inox Шах fg 


mA |V MHz 


Dioden und 
14 |5 


Leen "Bemerkungen 
|9С 


м Мм 


Aa а А 0 мы: 
мо 


ол 


ол 

0,1 
0115 
0-1 10pA 2 
0-1 30pA 2 
0-1 ОлпА 2 


ЗА 200 Sus 


2,5А 2 

XSA 0.Зих 
2.5А 100 0,34 
1 


10 120. 


100 400 02 
100 600 02 
100 800 02 
100 1000 0,2 
100 1200 0,2 
100 1400 0,2 
100 1600 0,2 


10 120». 


1,50 150 100ns . 
1,50 200 100: . 


10 86 12 
20 100 75ns 


1,50 150 100ns . 
1,50 200 1005 . 
1,50 150 100ns . 


100ns . 


13 


4-186 
. . 126 
10 8,55 14 


(34) 40 
100 15 2 


150) Eb 13), -В: 12) 
150) Eb 13), -R: 12) 
HP 
Eb 13), -8: 
150] Eb 13), - 


150j Eb 13), В: 12) 
HP 84) 1,5 pF 
< НРЗ7) 

150] Eb 
150; Eb 


150) Eb 
150) ЕЬ 
150 Eb 
150] Eb 
150) Eb 


НР 1,2 РЕ 
НР 62) 

HP 62) 

НР 0,3 рЕ 
НР 0,25 РЕ 


50,001 Eb + 0,1 У 
HP 0,4 pF 
НР 0,32 рЕ 
HP 0,3 pF 
HP 0,35 рЕ 


HP 0,32 рЕ 

+ 0,002 Eb + 0,15 У 
. Eb 

Eb 

Eb 


Eb 
Eb 74) 
Eb 74) 
Eb 74) 


HP 62) 


5 НР 62) 
+0,005 Eb + 0,15 У 
. НР 62) 


НР 62) 
ВС 22) 
Eb 2% 
HP 62) 
HP 35) 62) 
ЕЬ 2% 


Eb 2% 
HP 36) 62) 
+ 15 РЕ 
15 рЕ 
+ 15 рЕ 


"Transistoren 4120...40116 


4 |5 6 15 
Тур ‚Ab Fo Ам: | | Bemerkungen 


3 


ЭЛ 1013 1 1 4 

2 4120,с Sd СЬ'12 - = 4 5 15 300 10 1 . ЕЬ 12) + 10%, с: 5% 
ыз bis 

2 4151,c Sd 6517 - - 1% 15 20 200 180 . БЬ 12) + 10%, с: 5% 

2 4220,с Sd Сбь12- = 1.5 15 300 10 1 . Eb 13) + 10%, с: 5% 
bis bis 

Z 4251,с 54 Gb'LZ - - 1 90 15 20 200 180 . Eb 13) + 10%, c: 5% 

2 4320,с Sd 0421- - 1005 30W 300 10 1 - ЕЬ 12) 10%, с: 5% 
bis bis 

2 4351,c 54 бе ZL - - 10090 зом 20 200 180 . Eb 12) 10%, с: 5% 

7 4420,c 54 Gd' ZL - - 1005 зо, 300 10 1 . Eb 13) 10%, с: 5% 
bis bis 

Z 4451, с Sd Gd 721 - - 10090 зом 20 200 180 . ЕЬ 13) 10%, с: 5% 

2 4520,c Sd Gv ZL - ker % 0% 100w 500 10 0,5 - ЕЬ 12) 10%, с: 5% 
ыз bis 

Z 4544, с 54 Су ZL- =- .. 100W 50 100 30 . Eb 12) 10%, с: 5% 

2 4620,c Sd Су ZL - = 4 % 100W 500 10 0,5 . Eb 13) 10%, с: 5% 
bis bis 

2 4644,с Sd Су ZL - (а “4 100W 50 100 30 . ЕЬ 13) 10%, с: 5% 

2 4720,с Sd 65.17. = 1 5 15 300 10 1 . Eb 74) + 10%, с: 5% 
ыз bis 

2 4751,c Sd 6512. · 1 9 15 20 200 180 . Eb 74) + 10%, с: 5%] 

2 4820,с Sd б4 С2. . 1005 зо 300 10 1 - Eb 10%, с: 5% 
bis bis 

2 4851,c Sd Са с2 . . 10090 зом 20 200 180 . ЕЬ 10%, с: 5% 

2 4920, с 54 бу CZ. . 1005 100уу 500 10 0,5 - ЕЬ 10%, с: 5% 
bis bis 

Z 4944,с 54 бу С2. - 100 90 100W 50 100 30 . ЕЬ 10%, с: 5% 

О 5082-2800 $Р Сі НХ 15 1 02 50 150 . 70 100рз 200 НР85)2рЕ 

2 5120,с 54 Ср 2 - = 1 5 400 25 10 25 . Eb + 10%,<:5% 
bis bis 

2 5151,c Sd Ср 2 - a 7290 400 1 200 1500 . Eb + 10%, с: 5% 

2 5220, с 54 Ср 2С. .ү 5 400 25 10 25 . Eb 74) 10%, с: 5% 
ыз bis 

2 5251,6 54 Ср 7С. зи 9% 400 1 200 2500 . ЕЬ 74) 10%, с: 5% 

2 5320,c Sd В:2 - = 21) 15 1 60 10 6 . Eb + 10%, с: 5% 
bis bis 

z 5351, с 54 Bn Z - - 1% 1 3 200 60 . Eb + 10%, с: 5% 

2 5420, с 54 Bn ZC. ыл” 5 1 60 10 6 . ЕЬ 74) 10%, с: 5% 
bis bis 

2 5451,c Sd Bn ZC. 1 90 1 3 200 600 . Eb 74) 10%, с: 5% 

О 9015 ЕД Вл eD - 1тА 4,4 +0,1 1УУ 107 AA ~ 1501 Eb 

т 9604 5 Еч’ 02 . 2271 Ka 125 1 56 100 . ER + 5% 

2 9605 5 Ед” 02, e ` ar A 125 1 62 100 - ЕБ +5% 

2 9606 5 Ед" 02. м 1004,5 125 1 68 100 . Eb +5% 

2 9607 5 Eg’ DZ . 15,5 125 1 7,5 10. ЕЬ +5% 

т 40022 Ga Mi NL 1A . 500 50= 12,5УУ 5A (32) (03) . АС 

t 40053 . 4: Жы а тоа: e . А e 2 RC; Ers: 2 М 3053 

T 40080 Se БИ зо 5 П + 500 . 30 (300). ЕС 

Т 40081 SP  з0. БТ 2м . . (300) . вс 

т 40082 SP WO. “МИ”, Те DA . 60 . - вс 

Т 40084 SP Lms 150 . 0,25 > 50= 18W 1А (60) (100). ЯС 

О 40108 SN Gf LG 10А 0,6 75 50 » 10А 50 . 175j АС 12), -R: 13) 
bis bis bis 

D 40116 SV СГ LG 10А 0,6 75 1000 . 10А 1000. 175; RC 12), -К: 13) 


237 


40208...40822 


Dioden und Transistoren 


sie 7 Е п h2 ha |а hs 
А ? Ма? ch IN, We Beck, | 
| 17) 


| 9° max | Bemerkungen 
тА /- "mä М ND үс 


D 40208 '$У ТЕ С ' 18А са sei 50 . ТВА 50 Г. 175] RC 12), -R: 13) 
bis bis bis 

D 40214 SV Gg LG 18A 0,65 100 600 . 18А 600 . 175} АС 12), -R: 13) 

Т 40231 SR L N2 . 0,5 55-80= 500 100 18 (60) . RC 

т 40232 SP’ 11311472 . 0,5 90-175 = 500 100 18 (60) . кс 

Т 40233 SP. К м2 .  0,2590-175 = 500 100 18 (60) . кс 

Т 40234 ӨР» Чы CR . 100 18 (60) . вс 

т 40242 БР ІТ АУ (1) 6 50 45 [100] 175 ВС 47); В1:2,5 48 

Т 40243 SP LT МО() 6 0,0240-170- 180 50 45 110 175 ВС 47) 1,35 рЕ 

T 40244 SP LT OM(1) 6 0,02 27-170= 180 50 45 110 175 ВС 47) 0,5 pF 

Т 40245 SP LT Hs (1) 6 0,0270-275 = 180 50 45 [10,7] 175 ВС 47) 1,5 pF 

т 40246 SP LT Hs (1) 6 0,0227-90- 180 50 45 (10,7) 175 ВС 47) 1,5 pF 

Т 40250 5 Мо NL 15A 4 1mA>235= 25W 4А 40 (1) 200; RC 

Т 40251 5 Mi NL ВА 4 5тА >15- 117W 15А 40 (0,5) 200) КС 

Т 40255 Sd Li sH 20 10 20 40-160= 10% 1А (450). 200 RC .^ 2 М 3439 

Т 40256 Sd Li’ sH 20 10 50 40-160= 10У 1А (300). 200 RC ~ 2М 3440 

Т 40280 SP Lo VL 100 13,5100 1УУ 7W 500 18 (550) 200) RC 83) 9) 

T 40281 SP Мо VL 400 13,5100 4УУ 11,6W ТА 18 (400) 200) RC 83) 47) 

T 40282 SP Nu VL 800 13,5250 12W 23,2W ЗА 18 (350) 200; RC 83) 47) 

t 40283 SP LM sT 500 1 0,5 >10- 400 . 30 (250) 200) RC 

Т 40290 SP Lo VL 100 12,5100 2W ТУ 500 50 (500) 200) RC 83) 9) 

Т 40291 SP Мо VL 100 12,5 100 2W 11,6W 500 50 (500) 200) RC 83) 47) 

T 40292 SP Nu VL 400 12,5250 6W 23,2W 1250 50 (300) 200) RC 83) 47) 

T 40340 SP Nu VL. 13,51mA25W 70W 3300 25 100 200) RC 83) 11) 

T 40341 SP Nu VL. 24 1mA30W 70W 330035 100 200) RC 83) 11) 

D 40429 SV Молу 10 . 25 22 . 6А 200 . 100 RC 86) 30 У/из 

D 40430 SV Mu,iY 10 . 25 22 . 6А 400 . 100 RC 86) 20 V/us 

D 40431 sv L iY 10 , «ОЛиЬ . 6А 200 . 100 АС 86) 30 У/из 

D 40432 sv Li iY 10 , -ОлыҒғ- . 6А 400 . 100 RC 86) 20 У/из 

D 40485 sv мо e 25 22 . ФА 200. 100 RC 86) 30 У/из 

О 40486 SV Li iY 10 . 25 22 6А 400. 100 RC 86) 20 V/us 

D 40525 SN и ІУ 2 3 22 . 2,5А 100 . 90 RC 86) 5 V/us 

D 40526 vw ЧҮ 2 к! 43 22 . 2,5А 200 . 90 8С86)5У/из 

р 40527 SN ІМІҮ 2 e 2 22 . 2,5А 400 . 90 BC 86) 5 V/us 

О 40528 $У М 65 10 22 2,5А 100 . 100 RC 86) 10 У/из 

D 40529 SN Ш ТҮ 65 . 10 22 . 2,5A 200 . 100 RC 86) 10 У/из 

D 40530 SN rm 65 . 10 22 2,5А 400 100 RC 86) 10 V/us 

T 40577 Sd Li УА 100 5 0,0150-275- 500 500 60 й 50) 200] КС9) 83) ~ TA707 

Т 40578 SP Lo VU 50 15 0,1 1,8W 1УУ 400 55 (800) 200; RC 9) 83) ~. ТА 7080 

T 40809 (= 2 х АС 127 + 2x АС 128) . . . . . Уа 89) 

т 40822 (Ers: ВЕ 177, ВЕ 178, ВЕ 179) . . . . » Уа 37) 


Anmerkung: Wegen Platzmangel können іп dieser Auflage nicht alle (über 220) fünfstelligen Zahlen- 


typen der КСА aufgeführt werden. В е wenden Sie sich im Bedarfsfall an die 
deutsche Vertretung (5. 257). 


Fotohalbleiter (Fotoelemente) 


Т 
Тур Art 5 5 тах Hantel 
75 ‚ Ве- 
< а - ос | merkgn. 


100 Ix (1У) 


ВР 100 5 4,8х2,2х0,9 0,15 0,004 12 150 SH 
BPY 11 $ 4,8х2,2х0,9 0,2 0,005 100 Ix (1V) 12 150 SH 
BPY 43 $ на 0,3 0,0015 1001х (1У) е 100 SH 71) 
ВРУ 44 5 Hg 0,2 0,002 100 Ix (2V) . 100 SH 71) 
ВРҮ 45 5 10х20х0,9 0,45 1 10000 Ix (0,57) . 100 SH 
ВРУ 46 5 10х20х0,9 >0, 0,09 1001х (0,5) . 100 SH 0,85дт 
ВРҮ 47 5 10х20х2 >0,1 0,09 1001х (0,5) . 100 SH 0,85дт 
ВРҮ 48 5 6,5x12,8x2 >0,1 0,03 100 Ix (0,57) . 100 SH 0,85ит 
ВРҮ 63 5 10x10x2 >0,1 0,045 100 Ix (0,57) . 100 SH 0,85ит 
ВРҮ 64 5 6,4х6,4х2 >0,1 0,016 100 Ix (05У) . 100 SH 0,85и 
ВРҮ 70 5 20 х 20 < 0,45 > 30 10000 1х ПУ) . 100 и 

ВРУ 71 $ 20 х 20 <0,45 > 15 10000 Ix (1У) . 100 и 

ВРҮ 72 5 10х4 <0,45 >2,5 10000 Ix (У) В 100 и 
ЕА7Е1 . 20 х12,7 0,3 0,3 1250 ft.cdl. . 20 . Hf 
EA7E2 . 20 х12,7 0,3 0,3 1250 (!.сд!. . 20 . не 
БА7ЕЗ . 22 х12,7 0,25 0,25 1250 .са!. . 20 . н 
Н55Р-2-40 - 64 х 25 2 42 100mW/cm! 84 . . Hf 

LS 221 $ н- 025 . 280 {1.с91. . . . Тх 
15222 5 Hg’ . 0,29 1250 #.са!. . . . Тх 
15223 5 н- а 0,35 1250 ft.cdl. e . . Тх 
М51 5 4,8x2,3x0,8 04 0,025 100 #.са!. . » А Fi 

MS ТА, АЕ 5 verschieden 0,45 0,75 3000 D. cd. 0,236 1 85;125 Fi 

М5 1 В, ВЕ 5 8,7mm!-eff. 0,5 0,75 30 ft.cdl. А 1 85; 125 Fi 

М1 С, СЕ 5 verschieden . 0,05 200 ft.cdi. : 1 85:125 Fi 
М2 $ 19х12,7х0,8 0,35 0,65 100 ft.cdl. у . 85 Fi 
MS2A 5 222mm?-eff. 0,45 19,5 3000 #.са!. 6,15 5 85;125 Fi 
м54 5 63х6,3х08 04 0,1 100 #.с91. . 2 120 Fi 
MSAA $ 34тт:-еҒ, 0,45 3 3000 ft.cdl. 0,945 5 120 Fi 

М5 5 5 6,3 х 12,7 х0,8 0,39 0,2 100 @.са!. . 5 120 Fi 
М55А 5 677 тт? -е!. 0,45 6 3000 ft.cdl. 1,89 5 120 Fi 

MS 6 $ 6,3х19х08 0,38 0,3 100 ft.cdl. D e 120 Fi 
MS6A $ 101,5тт!-ей, 0,45 9 3000 ft.cdi. 2,84 5 120 Fi 

MS 7 $ 6,3x25,4x0,8 0,37 0,4 100 #.са!. А А 120 Fi 
М57А 5 135 тт!-е!ї. 045 12 3000 (!.са!. 3,78 5 120 Fi 

MS 8A $ | 63ттъе 0,45 02 3000 ft.cd. | 0063 1 85;125 Fi 

MS 9 5 3,4x1,3x0,8 0,4 0,02 100 #.са!. . d 120 Fi 

MS 9 A, АЕ 5 verschieden 0,45 0,3 3000 ft.cdi. . а 85425 Fi 

MS 9 В, ВЕ $ verschieden 0,2 0,02 3000 #.са!. e > 85;125 Fi 

MS 10 5 34,5тт?-е!, 0,45 3 3000 ft.cdi. 0,945 1 120 Fi 

MS 11 $ 2540х08 0,33 1,33 100 п.с. 126 1 85:120 Fi 

S 0510Е 4-11 . 5х10х0,6 . 4..11 0,4Volt 1,644 . . ЈА 68) 
S 0520 Е 4-11 . 5х20х0,6 . 8..22 0,4Volt 3,2-8,8 . . IR 68) 
$ 1020 E 4-11 . 10x20x0,6 . 18-49 0,4Volt 7,2-19,8 . . IR 68) 
SA 5-М $ 320 х9,5 0,4 56/inch’ 2000 ft.cdl. . . . JR 

SA 5-PL $ 292 х5 04 56/inch! 2000 ft.cdl. А . е JR 

SA 5 A-M 5 322 ж9,5 0,5 75/inch 2000 fi.cdi. . . . ЈА 64) 
SA 5 A-PL $ 290 х5 0,5 75/inch” 2000 ft.cdl. . . . ЈЕ 64) 
55-10 5 10х20 04 28 100mW/cm! 112 . . 20 

bis is 
55-22 $ 5x5 0403 100mW/cm® 1,2 А 4 So 
55-23 5 ‚ 04 1,5 100mW/cm! 0,6 . . So 
55-30 5 . 04 75 100тУУ/ст! 30 . . 5о 
55-31 5 А 0,4 18 100mW/cm! 72 . . So 

TP 60 $ Но 0,44 10 10000 Ix 4 . 80 SH 80) 
ТР 61 (ВРҮ 63) 5 162 х2 0,44 10 10000 Ix 4 . 100 SH 80) 


Fotohalbleiter (Fotodioden О und -transistoren Т) 


6987 NT # PS 


8987 NT # PS 
1987 NT # PS 
BOITNT#PS 
РУ 
пүү 


пүү 
од шү 
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xL 
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оң 
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4 
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2 ос spo vo ОЕ o 964 шіш/үті 001 
~ 500 05 05 е 05 oTt Li шумш бє 
"500 6 DI г 5% ю 14 vu eu бк 
: + h Ё Ё ес 2 4 5 
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| * ООЕ ' 2 от У90Е UL ашо/ллш [ут р 
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"oL 01> 000 2 i ? 9 : 
169 5008 от 3 51 #0 55: шүш/ут! 00Е 
57 а с 5 80 57 ste 964 хү 108/у1 051 

а СОЕ Е В oL $4 set "IP HOYTS 

Е ” 706 5 L o£ 500 80 АЛАША 

57 =": Е 2 vo ї ФЕ 510 х/мш 0ГЕ 
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siq 
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Ier 5 00 Asmmg 50 5 vu 6/0 (2410004 124) 
Jet) $ А 5 199 Е/5'1/5'0 SL vu 6/0 (:х! 0004 199) 
1001: Ш 0/8 06 5 07 vus во ашэ/мш/уті06% 
[723 t oze 00 $9> (57) 900 580 хууп eg 

05 оф 05 0% $ оғ 8 565: Х/М9021/08)/00: 

05 ос 05 о 3 00: нээ 

05 5 209 [4 51 8 5: х/мш «око 

05 ЯВ? H д 51 8 54 хууш -0'9 

0$ Е ОК 7 * 05 е 5) SU wu «оро 

0$ 2 07 t д 05 у а х/мш «-0у9 


ичиг рип HIM 
“хош 991-428 


бипицойз 
-здоцов шоа 
хош, шо5-Цән |(хошһә4 -jagung Landes пәлцэцриҙдш 


ІН 
'вәгшшс о 
“н 


„юл 


өл 
“1 

шм 

"л 
"Maut 


uH 
5% 
'#ә‹шшр 
‚SH 


«по 
Шә] 


вх 201 
HERE 


0х 09 
ох 09 
шн 


эрүү 
170 es 'шл03 


а „она 
а! VOS 94 
а 807 94 

а у аа 

35 BET d 

35 LET d 

35 JEL d 

35 1014 
145 Old 

г 0; 480 
44415 мао 
440195) 01 820 

a9 АЕМ) 

45 007 51 

ао И 3х 

AS 00Е-2-51Н 

sıq 

AS STT-SIH 

19 99-19 
19 149 
a9 9,49 
ао 0:85 
a9 149 
444195) 1086 53 
19 413 
145 59 дай 


195 1171/79 Ada 
145 111-1/19 Ада 
145 09 дая 
1 вс Хав 
Q9 Н/Е А4У 


ао шлу 
ИИ АЧУ 
I bh AdY 
1101 дам 
10: дам 


441 


240 


Fotohalbleiter (Fotodioden D und -transistoren Т) 
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16 КТ 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen (Fo = Spalte 4 der Haupttabelle) 


Die in Spalte 4 der Haupttabelle angegebenen Ausführungsformen sind nicht allgemeingültig, wenn mehrere 
Hersteller angegeben sind. Außerdem kommt es häufig vor, daß ein Typ eines Herstellers neben- oder nach- 
einander in verschiedenen Gehäusen geliefert wird. Еп” (т. В. Fk’) bedeutet kleine Abweichungen von den 
hier genannten Maßen; ein" oder” (z.B. Li", Што) ist in Fußnoten erklärt. 


Anmerkungen zu dieser Schlüsseltabelle: 


Zollangaben (т. В. У(7) und fette Zahlen in Spalte d1 sind amerikanische Gewindemaße 
SW in Spalte О oder 42 
in Spalte Bemerkungen: 


отоо» 


шини! 


Аподе 
Basıs 


Emitter 


Kollektor 


Е 
L 


oD 


K 


Drahtanschlüsse m 


Р 


= Schlüsselweite 


панни 


Fahnenanschlüsse (Zahl = Länge) 
Litzenanschlüsse (Zahl = Länge) 

ohne Drähte, meist Steckanschlüsse 
Katode oder Plus 
mark. = markiert 
Patrone 


Verbindliche Anschluß- bzw. 
Sockelschemen enthalten nur die 


Druckschriften der Hersteller. 


Farbkennzeichnung nach DIN 40820: 
Е = braun, В = де!Ь, С = го!. 


Die Zahlen sind nach oben aufgerundete Maße (іп mm); hierzu die Skizzen S. 250... 254 


u WAN 


ы м 


4 
4 
Е) 
4 
3 
3 
5,1 
2 
3 
а, 
8 
3 


7,6 
12,5-12,7 


| Anschlüsse, Bemerkgn. 


13 L 41 а2 D 
я с 7 О 0,6327 x41;K=Ring 
4,3 са.20 1,8 5 00,52 x 30 
43 са. 20,1 1,8:24 5 oD 
2,8 15-17 1,8 5 00,52 х 30/33 
“ 15 4,5 
5 о А 6 0062 х 50 
22 . 22 4,5 00,52 х 30 
5 23,4 1,8 42 oD K=Ring 
2,1 2,15 4,8 0042 x 33,5 
4,7-5,7 22-24 2 6,35 0082 +41 КЕ па 
А 21 4,5 72 00,62 x 40 
4 29 4,4 5,85 oD К = versilbert 
5 20 18 4 00,52 x 260. 32 
3,2--2,4 19 2-4 55 D 
. 19 2 5 oD K = Ring 
5 19 2 3,3 D 
« 19 19 6,35 00,62 х42 K=Punkt 
47 19,6 1,9-2,5 6,1 oD u. D 0,6 х 41 4) 
4,4 7 1,9 6,35 О 0,6357 
3,2 19,1 2 5,7 00,52 х25 K=Ring 
3,5 13,5 й у 4 00,52 x 30K bei 13 
3 18,5 1,8 e 5,5 орк =" 
3 13 2-3 . 5,5 00,82 х > 35 
5,1 14,4 51 5 6,9 oD; 0,5 и. 15; x 1,8 
2 13,5 2 . 6 0072 х 40 
3 162 5 ` 6 00,62 х 40 
2,5 7,1 M2 5 3,8 oD K = Farbpunkt 
5,6 21,4 Е . 9,5 ор 
3,2: 8,9 32 З 3,9 oD; Schlitz = Anode 
. 7,6 3,8 ОК = Ring 
. 6,7 5 3,56 о 
4 19,3 са. 1,9 3,56 О und ор 
div. z.B.22 div. <8,3 00,82 х > 26 

5-4: 57,8 . 2,5-2,6 0,57 x26...30* 
0 = 5-5,1 00,6...0,7 2 x 33...45*) 


*) K-Draht gequetscht 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Fo Anschlüsse, Bemerkgn. 


ВА . 0,2-2 3,9 0,2 4,3-7 . . 1,9 0:25...32 

вв 1.57 1,27 са. 1,6 <4,5 1,57 А 2-3, oD 

Са. š d è 18 . . 6 00,62 х 41 

Св. 4 т e 17,5 . . 7,55 О > 25,4 

С. А Я Е 17 . . 4 00,5х25,5 КК па 
са. + 14 . 37 О 27 К = Ring 

Се 13,5 . 4,1 022,5К = wsRing 
с! 12,7 s 5 D 0,6-0,75 х > 33 

Cg 10,5 ? 4 02:22 K=4Kerben 
Ch 10,3 . 4 0042 x 29...42 

с 10,5 . 4-5,5 00,5-0,82 x 250.41 
ск 8 . 3,5 00,42 х 34,50.37,5 
С! 00-29 8-9,2 3,8 О 5 0,55 х = 38 
Ст. 7,6 3,2-8 00,52 х25,4 K=Ring 
Сп (00-15) 7,1-7,6 32 00,52х25,4 K=Ring4) 
Со 00-14 . 27,6 2,7-3,6 00,52 x25,4K=Ring 
Ср (DO-7) “ 7 2,6 00,52 х30.38 K=Ring 
Са . Е 6,73 « 2,7-3,3 00,52 x 25,4. 

Сг 67 Е 3,3 О 25,7 ти Hülle 

сз 6,35 5,1 00,82 х 28,5 

а 6,35 2,8 0052 х 28,5 

Си. 8 2,5-2,8 00,52 x30 К-- тагк 
Су 00-7“) 5,8-7,65 22-275 О0,52х>25К=т 
Cw. 1,73 1,07 00252 х 211 К=м. 
Сх А 10,2 4 63 00752 х30 

Су 9,5 51 012 x 25,4 

Ст . 4-5 2 <2,5 О са. 25...38 

СА 00-35 . . 3-41 1,5-1,8 0052 x > 12,7 
ба. 4,5 А 5,8 16,6 Ч: Е 21 

оь . * Е 12 6 00,32 x 29 

ос. . 7,5 . 12,7 6 00,62 x 35 

Dd/De Е 7 6,7/4,8 ї 3,3/5,5 D од. F/D 36 

DE Se ` 5 са, 3 2,2 2,6 025 

Dg . 1 3 4,8 20,6 2,4 6,4 7,5 Р 

Dh DIN 1,4 14 4,7-5 21,3 2,4 6,5/6,1/5,5 7,5 Р K=Stift DIN 41861 
Di 1 9 5 15 2, 5 6 Р 

ок 1 15,1 4,7 20,8 2.3 6,3 7,46 Р 

р! 5 ? 3 12 e М 6 

От 1,27 23 14,5 1,28 8,7 9,3-9,5 Р 

Оп 3,7 А 17,5 1,6 e 8,7 koax. Р 

Оо 6,3 19,1 1:3, 8,7 koax, Р 

Ор 3,5 19 0,8 5,5 koax. РК = Stift 

Dq . 12,5 . 2 7. 0040 x 25,4 

Ог. 3,2 9,53 О 0,6352 

Ds 15,9 12,7 О 0,6352 

о 3,2 6,35 О 0,6355 

Du 10,5 6 oD 

ОУ. . e . 8 . . 3х3 200,52 х =27,K=Ring 
Dw 00-17 514. у 2,8 Е 2,3 2,8 00,52 х > 25,4 

Еа 5 . 8,7-9,5 . . 5,2 00,642 х 25,8 

Eb 9,2-9,5 3,3-5,6 90052 x 25,5 

Ec 7,6 , 4 3,5 0052 x 28 

Ed. А 11 . 20,4 2 5,6 6,35 00,82 х38 

Ее . 42 125 42 3 1,9 1 62. D 0,63% х 25,4 

ЕГ DO-7 ` » 7-7,8 2,5 00,52 х 28...38 


16") ОО-7 ~ Glasgehäuse DIN 51 А2; $. а. By und Ef 243 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


Ед (DO-13) . <10 . 820 ; P <6 О 0,827 х <40 
Eh . 5 н 24 68 3,8 (6,6) 6,6 0042 x38 K=m. 
Е . 4 М са. 6,5 2,8-4 5,9 6,5-6,7 ОК = sw Punkt 
Ek . ` 3 5,4 33 (5,4) 5,4 О 0,435 x 38K=Punkt 
Е! 22 5,6 3,56 (5,34) 5,34 D 0,5222 х 38K=Punkt 
Ем. с 22 8,25 3 5,35 6,4 00,52 х 45 
Еп. 1,8 8,5 e Н 6,25 0 0,4527 х 40 
Ео 2,1 8,5-10 . 5 5,8 00,450 > 30 
Ер. 5 я 8 R H DK = Farbpunkt 
Eq 22 62 А 5 5,7 00,52 х 32 и. 35К-<г! 
Ег. 1,4-1,8 10-12,5 6 6,4 00,52 х 30K=rt 
Ез (ТО-18) 2,5 52736 4,7-5 5,5-5,8 D 0,4607 х 30 
Е 2,1 15 d 5,2-5,9 00,430 х 37K=Punkt 
Eu . 1,3+2,2 15,5 : 6 00,452 > 30 
Ev . 1,2-1,8 8,9-9,2 (4,9) 5,3-5,9 00,52 х > 25 
zw. 5,1 6,2-6,6 79-82 8,7-8,9 0052 x > 32 
x 1 6,5 ч 3,5 О 0,3507 x >27 K=m 
Из 5 4 5 18 00,252 х22+30К=т 
Е. 2 2,4 10 5,5 0040 х 37 
А. Š 6,35 6 4,85 9 9 одег: 
ZA (Ко-5) 5 7 1 215 - 6,1 5762 2-30 0,430 x 38 
ЕВ . са. 6,5 . ж са.2,3 О са. 30 
ЕС. 1 = 4 10,5 4,5 10,5 10,5 20072 х > 40 
ED . e 5 12,7 19 8 18,5 18,5 2...4 D 0,855 х > 2,5 
ЕЕ 1А2 »3 1,6-2,1 9404 . <6,1 <6,5 200,45 х 23...40 
ЕР 53А2 Я 5 515 <27 Я <7 00,52 х 30 
ЕС 00-27 ., 2 5 7-9,6 : 4,8-5,1 р0,-090 x > 28 
Ға . 0-3, 6,5 3,5 10,3 - 6,5 9,5 D 39 
Fb . 0 62 32 97 6,35 9,5 00,52 х 33..39 
Ес (20-6) 0,5-3 4-9,5 3-5 11-17,5 4-5,6 4,5-5,8 О 0,627 х 33,5 К bei 13 
Fd . 5 А 8,13 7л 9,8 00,842 х25+32 
Fe DO-1 <07 5,6-6,6 <18,5 <5А 6,2-7,1 7,9-10 О 0,4-0,85 х < 45 
Fe” DO-2 <51 5,6-6,6 <23 <32 6,2-7,1 9-10,2 00,7-092 x > 25 
но. 0 12,7 о 127 - 5,6 6,35 027 
Ро . 3,8 7-10,2 7,6 3 7,6 9,8 0092 х = 38 
Fh 20-12 . 579 7% 10-15,3 . 4,5-5,5 5,4-6,8 00,4-0,9 х 25..42 
в 43 13,7 43 28 7,9 9,7 D 0,6357 х25,4 K=11 
Ек . о 7,9 в 15,9 - 7, 7-10,2 О 0,762 x 225,4 Кей 
Fl d 8,1 92 17,3 6,3 9,7 00,650 x 32 
Fm 5 : | 15 15 22 L 0,54+2,5mm? x >120 
Fn (4) 7-11 (4) 12:19: = са. 5 6,6 Dig x > 36 
Fo DO-3 <9 div. <20,5 div. 6-7,5 <10,5 р 0,5-0,8 25 х 25...42 
Ер 7,6 12,7 7,6 28 32 79 9,7 00,762 x 25,4 
Ба . - 9,53 16 >20 - 8,9 10 3 0080 x 254 
Fr 3,32 10,7 : 17,5 1,63 52 8,7 О 0,25 х > 25,4 
Fs . 0,6 7,5 10,9 18,4 5 6-7,1 10,2 D0,8Ø х 38 
Air, - 7,94 5,5 13,5 0,6 6,3 13,5 D 0,612 x 38 
Fy А 2 5 са.5 > 2,3 “ D 
Fr 00-13 0 <9 1.8.5 <14,5 <6,3 =d, 00,65...0,907 х25...42 
Fw 116А2 8-12 ; «95 ER ЛЕ, =. В. 130 lang 
Fw 117А2 10-12 . . «110 <45 54 1L, z. B. 160 lang 
ба . 9,5 10,2 19 38,7 м4 12,4 17 10 
Gb . 7-9 8-11 7,5 29 м4 6,5-8 10;5W11 200,8-12 х 35..37 
бе 7,5-9,5 6 18 (33) Mé 17-22 22 10 35 + 11 100 
ба. 14 11 21 м 7 5УУ11 Е12) 
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Anschlüsse, Bemerkgn. 


Се. 10,3 16 . 36,5 4 . 222 ” 

Си 11,2 9,5 З 31,75 10-32 11 5УУ11 О und/oder Е; ғ ОО-10 
с!" 00-10 <11,5 <14 са.10 <24,5 10-32 512,5 5УУ1/,/” axiale + radiale Е 

Gg 00-5 11,5 <11,5 z.B.14 32-37 ИМЕ 12-17 5уу17 ТЕ 

Gh. 1410402, 2: 305 и” 15,3 SW17 10 = 2Lötstifte 

Gi . 11,1 8-9 . 30 10-32 8,9 . А 

Ск ТО-49 15-20 25-29 4 <65 3/8” <25,4 5УУ26-27 L(+ Fod. D) ж Do-8 
GI 00-4 10-12 9-10,3 10 <32 M5,10-32 <11 SW11-13 (1 Ig. + ) 1 kurzer Stift 
Ст. 11,1 10 . 28,6 А. 15,2 5УУ17 119. + 1 kurzer Stift 
Сп ТО-64 10-13 7,6-10,2 . 28-35 10-32 6,3-11 sw11 119. + 1 kurzer Sift 
Со. 11,1 17-21 . 36 10-32 79 5УУ11 1 Lötstift 

Ср . 10-11 9511 .. 31-34 10-32 6-7,3 SW 11 1 Lötstift (evtl. + 1 Р) 
Gq 5542 62 10,3 8,5 <32 М5 фу. 5УУ9 +0,5 2 Ғ(коах.) 

GE» 9,3 9 5,2 24 МА 7,3 10,3 012 x 36 

Gs 18 21 23,5 62,5 M12 18,5 5УУ27 11113 , 
а 13,5 15 18 46,5 м8 11,7 5УУ17 1189 

Gu 5,5 23 M3 7 035 

Су 8 14 16 38 м6 13 5УУ14 Е 

Сх 10 10 37 м5 са.8 5УУ11 00,80 х 33 

Су TO-48 10-12 10-12,5 . 41 И” о.о. 9-13,8 5УУ14 2Е 100. 18 

Ст (DO-11) 11,5 14,1 <18 43,5 уда 15,2 SW17 ar 

GA. 12 . 4 33 (м3) (SW) 14 1 Lötstift 

GB 11 . 36,5 Уз 5УУ13 2F13) 

сс 12-15 13-19 Е 184 3/,7” 17,4 5уу29 aL е 

со 6,35 . 7,5 21 (М)6 5,2 6,4 20082 x 38 + 41 
СЕ. 11,2 3,5 22,2 10-32 - 5УУ11 ЈЕ 

СЕ 9,5 9,5 242 6-32 4,7 5УУВ 209,5 о. 18 

GG 10 13,5 62,5 86 M6 12,5 5УУ19 1L 

GH. 6,35 8,3 А . 4-40 4, 5УУ6 1 D (AWG Мг, 23) 

С) 108А2 12-14 div. div. 274 M20x1,5 «36 5ууз6 1L, z. В. 220 

СК 101А2 7-8 10-15 Фу. 62-73 М5 <11 SW11 10 <за 

СК 10182 7-8 10-15 div. <113 М5 <11 5УУ11 1Dod.L 

GL 102A2 8-10 >10 div. 118-140 М6 <14 5Уү14 10 оа. L 

GL 103А2 9-11 >10 Фу. 119-141 МВ <17 5УУ17 1Dod.L 

GM 105A2 12-14 «60 div. 139-179 M12 <27 sw27 1Dod.L 

GN 106A2 12-14 <80 div. 167-199 М16х1,5 <32 DER 1Dod.L 

GN 107A2 12-14 <110 div. 222-275 M24x1,5 <41 5УУ41 1Dod.L 

На . . . . 2 2.5 . 6 D30K= rt 

нь . . . . 7,5 3,5 А 9 О40К = п 

не . . . 4,88 7,1 4,6 5 11 0059 х38К-п 
на. . . е 7,5 2,8 6,5 6,5 0042 х 30 А = гі 
Hi . . . . 16 . 9,5 12,7 О 38 Сеп 

На (М71) . а > 12,5 e А 2,2 00,25 + 0750 x 15 
Hh . . % 2 19 г . 2,4 о 

Hi . 15,3 Е 2,08 О 0,257 х 33,vergoldet 
нк. . 12 . 2,6 023 

HI . . * 20 5 3 4 023 

Hm . 8 10 . 5 А D 

Но . 2,1 15 e 5,9 300,432 x 37 
Но. 6 6 . 12 . м12 15,5 2050 х 30 

Ја . . 4,9 9,3 4,83 9,7 12,45 00452 x 37 

Jb . . 1,22 4,85 в 7 e 10,9 00,432 х 38 mKf 
Је . e 2 11,7 5,8 10,7 D 

Jd . . 12 4,8 7,8 5 10,5 00,450 x 40 

Је (TO-22) 2,5 1,22 4,85 8 5,4 è 10,3 00,432 x 38 


245 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 
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9 
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бәт вВвввь 
GA 


с о~ ~ 
У 
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10,8-12,1 46 
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Anschlüsse, Bemerkgn. 


x 38 


x 38 


x 38 
x 38 
x 38 
30 0,452 x 38 


D 0,38 + 0647 x 12,7 
od. F0,1 x -0, x 6,35 
Sockelstifte 0,8 x 7 


Sockelstifte0,8x7 
mit Schutzhülse 
О 40 10) 
Боске! у Те 10) 
040 Сеп 


О 0,435 х 37 Сеп 
О 0,4355 x 37 Сеп 
042 x 20-50 С-г! 
29 Съ гі 

Stifte 0,4-0,5 Ø х 4-5 


> 38 


450 х >30 Сп 
32 x 38C=ws,E=rt 
455% >38 C=m, 


0 
0, 
0, 
40 

0,430 x 38 


D 27 -+ 28,5 + 30 
С = markiert 
D 0,40 x 32 


D 
D 
3 
D 
D 
D 
E=g 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


= ғ 
0, 
0,33 2 


~ ееопос 
9 со 


0,452 х38; C=m. 
0,432 х 38-41 #ТО-9 
0,50 х 15 
0,432 х 30..38 
0,450) х 30 C=Punkt 


О 0,450 х32-38 C=rt 
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: ~ 3 опа № «оо ~ ER а 
€ Ч 0 Ч 2 d 
э а 3333 Ва «20.9 5 8 Н ~ ул. “Uno” 
x wo НТ Bean лөк чл б im ог лл 1 де NTA 
5 1 6 ъс Фа ос а 51263 um ох Л са г: 
Е see" 7 мос =% x ео 90у ы 1724 © са мех 
5 а с Чаче че а № BASS Гл Хед хелле 879 FIS О 
` х Я ъхххх «у 059 ххеки РУ бо 8 хххх хах Ы, 5572 
5 ах ERODES хх 82 wax wua a n әзілаех vu ч 
5 м өссе ас по 99-9 до 2 соқ зе “сен со 59525 
2 чо, 23222 За (сес алое о О g 95855 832% 707902 9 49 МА 
< ЭС г еч. an Өч мал па о о 2 “Фото УУ ММЧ, пох + ч.ч О 
5 504; шоодо «5% аз: 36092 3993. 5760, сос“ сосот со ойа оо сеч 
2 око #0000 о оо 3%%а onada 90055 damor аааба асааса асооа? ооовох 
< ч ЗОО mmeo e, -QQ «ЕЕ» Deenen AZMAN ннааа mmm омодо ОМ ой чанта 2. 
ЕҢ, un 
an ч лч өөө па ® - 
оо kd ме wu wi мі с чо сштш 
ER, А Ch пада со E БҮ; 
с с в. УК ммым ем .м че эл Улл 
хӨЗӨТӨЛӨ, МУ a мо newn шо an mo 
~ Ф ом мумумуму » ола © соч У 2 ччу®ш чт 
3 282222 222322 2,052 59202897 ке m 22234. 88 450 
гіш ENNNN N VIVI ша Кок оо мм NNa ш со Мау с Момо аа Уго. сэг ом И 
Soch "азчы ИСУ 
= Он стт 
920 лоч о као 2949 
Фар 24929 $ 0-4 Anne 
“ММ 25245 4 una 4444 
= 
© 8 “ш 8 КЕЕ 
© 2 мч Өте 
nun. nunna Wei ét сее“ 
ES % 
= хо © 
<a Шаа аче 5 о sf wll == =< ч 
“= па ПИ ИДЕ тр Іі Ме 1111111. . 11. ЕЗ! 
МЕ 5 m ~ 
a за 5 a a < a 
m төт өзі man ӨР шн 589 re = 8 его 
< 069  Є ос ОО 95 зе ara j T оо го Фа 9% 
- том овес, УМ Wis М өөс ele 8%.) dee «Мо. Мо МА! 
= 
d ЕЕ = < 
© © о а - 
Ка: Mmao wilde Saba 5880 29558 58 5 1833 254534 58.38 
0<0 0<<< < ro 05050 ОООрРр 00000 о о оо ООФ5>О< 
ЕКЕ каза пи бр ЕФ Яв ВЕРЕ ЕРЕКЕ ВИЕ MELLE 2. 08809: 098860 
Го + 4 
22 же EES м. “БЕЛЕ ei ыл a => 5520 абба 
м9 33559 993393 aan 33335 33333 Дыт 55558 лы аа, = јаје је 3959 
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Ма . 
мы. 
Мс то-в 
Ме ВАЗ 
ма. 


Ме . 
М4 (ТО-27) 


Мә. 

Mh (TO-3) 
Mi TO-3 
Мі 2А2 
М! ЗА? 
Mi ЗАЗ 
Mi 383 
мк. 


м. 
т ТО-53 

а = 

о ТО-30 

р ТО-41 
Мр 3C3 
Ма 9А2 
Ма 9АЗ 
Ма 5079 
Mr . 


Ms . 
Mt TO-37 
Мо ТО-66 
Ма (0-82) 
мь 


NI TO-61 
Nm TO-63 
No TO-59 
Мр . 

Ма 36A2 


МЕ" 

Ns ТО-26 
Ns TO-31 
Ы! TO-36 
Nu TO-60 


Nv . 
Nw TO-62 
Nx TO-111 


про Соб 
~ 


N ma ma > 


KI 


5608 
о 


Түгү 


10-11,2 9,2-10 
87-102 10-112 453 


104 25,9 
7-10,4 262 
6,3-12,2 25272 


8,5-12,2 25-27,2 


6-8,5 25-272 

6-8,5 25272 

6-8,5 25-27,2 
9,4-10,2 25,4 

8,64 

77-9 

13,85 

5,08 6,35 
10,7-11,5 6,3-11,4 <26,7 

6-8,5 25.272 

<10 <19 

<10 <19 

510 <19 

7 19 

73 я 
26,5 9,8 

6,3-8,7 

10,3, 5/16” 

17,5 м 

<16 м5 

9,4 я 

812 10-32 

284 Уу” 

8 : 

5,08 6-32 
12,5 М5 

31 мв 
16,322 1)” 
24-26 5/16” 
16,8 10-32 
10 м 
<132 М5 
1243 8-32 
9,3-10,3 8-32 
6,2-7,3 8-32 


513,2 10-32,М5 < 
<11,7 10-32,М5 


24: . 
17,5-20,4 10-32 
15,5-17,2 10-32 
<16,5 М” 
168 © 

12 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


20 - 1ЕС = гі 10) 
D od. Stift mKf 
00,7-0,807 x <30 


14-165 300,752 х 9...11,2; 96) 
01228 х 20 С=гі,Е = дп 


Lötstifte 12,5 
040 С = п, Е = дп 
5ййе10 х1 
Suite?! х1 
Stifte 1 2 х 7,9. 
х 


2 Stifte 127 
2 Stifte 127 х 7,9-14 
3 Stifte 19 x 7,9-14 
3 Lötstifte 14. .20 
Stifte 12 х 12..16 9) 


Lötstifte 10,5 

3 Lötstite 12 х <10,7 
Lötstifte 9,4 

00,5627 x 38 

Lötstifte 1,527 х 14...17,3 


3 Lötstifte 1,52 х > 14 
2 Stifte 9) 

3 Stifte 47) 

Stifte 127 х 1...10 
0082 x 25 


2 90212 x > 9,5 
30052 x >38 

2 Stifte 0,7..0,927 x 9,2 
Stifte < 22 x 19 
D25E = Ы 9) 


Dod. F16 9) # ТО-6 
0072 x 15,9 9) 

D 0,70 х 38 9) 

3 Stifte 

200,38 x 51 9) 


0,457 х38#ТО-32 


524 
9 
5 


Кони 1 4 а х <18 


а x < 4:47) 


с 
<17 0142 x >20;rot:12)sw: 13) 
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Ро | ~ 11 Anschlüsse, Bemerkgn. 
Norm 
Pc 10,32 9 9,53 
Са. 5 Ё Е . . . . 14) 33,40) х 64 
оь. У . e . . . . 14) 3342 х 43 
ес . a Е . . . . . 14) 33,49 х 41 
оа. . , . . . . . 15) 1857 x 26,2 
Ва . . . . . . . . 5. Skizze Ка 
Rb . . А . . . . . 5. Skizze Rb 
Ес (Gießharz) 5 р г; 4 4 4 5х5х14; 00,52 х 40 
Ес (Кегапик) 2 Š 5 А 2, а 6х6х15; 00,527 х 40 
ка . . . <7,5 . <42 54,5 0052 х > 25 
Sa . 5 > е 5 Е 4 5 s. Tabelle Sa 
Sb . . . з. Tabelle Sb 
Sc 0,41 1 ор 
54 1,3 ә 22 зи oD 
Se . 3,2 . D 30 
$ 2,04 1,27 D 4) К = Punkt 
59 . 0,76 4 А 1,58 . оо 
5ћ 0,4 2 са.! 25 са. 3 oD 
% . div. 2 10-18 D, auch wie Ју, Jz 
Sk 3,2 1,52 D 
5 . e 1,3 . 4 Е18 
5т (Кегатик) 261 ғ 29,3 <12 о. О., маре Баг 
Sn . . 56 - <11 20070 х > 36 
So . . . . <8 S . <13 20 > 36 
5р 2 Е . 5 <4 . e <6 20052 x > 2,5 
54 SOT32 ë . . 10,8 . 2,5 7,4 3F16 
Sr 5ОТ33 . . . «52 . <2,5 <7,62 3 F4,25*) 
58 + . . . . . 
5 . . . . . . . А . 
Su 50023 . . . 4 . 24 2,5 ТЕК = Punkt 
5у 50Т25 . . 5 . 2,5-4,5 7,5 3Е5,4 
Sw SOT 30 1,2-2,54 2,5 5-5,2 . . 5-52 зо 
Sw ТО-92 3 1,2: 2,5 5 (Копи мо дећадизе) 5 30052 х = 12,5 
5х = allgemein Subminiaturtypen іп Perlen- oder Tropfenform s. а. Ју (TO-51) und Jz (ТО-50) 
Sy = allgemein Subminiaturtypen in rechteckiger oder zylindrischer Form 
51 = allgemein Typen in Plastikgehäuse oder -einbettung *) Kollektorecke abgeschrägt 
Vergleichbare Gehäuseformen: 
DIN JEDEC KTT DIN | JEDEC KTT DIN | JEDEC | KTT 
1А3 тол РА LS, | 5 СЗ то-5 Li 18 А4 TO-72 Lm” 
r | 
2А? то-з м SCH ТО-35 | Lo, 145) 18 Аб (ТО-18) (т? | 
3 А2 TO-3 Mi 7 А4 ТО-7 и 18 В4 TO-18 lang | Lm 
3с3 TO-41 Mi ВАЗ то-8 Ме 51 А2 00-7 Ву,Су, ЕГ 
5 АЗ ТО-5, 50-44 | Li 9 А? 5ОТ-9 Ма 36 А2 (ТО-36) Ма, Nt 
5 АЗ ТО-39%) 29%) | Li 10 АЗ то-18 LI —— 
5 A4 ТО-5,ТО-33 Li, 10 А4 TO-18 U Vasca | | 
5 АВ ТО-76 Li" 18 A3 TO-18 LI e 
50-16 DO-3 Fo 
584 | TO-33 га 18 А4 ТО-18 Lm 50-30А | ТО-49 Gk, Gs’ 
| $О-37 TO-36 Hi 
| 50-40 | DO-21 Му’ 72). 
*) andere Reihenfolge der Anschlüsse 99) ті! 4 Füßchen 
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Вх-2,ВА 
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li SE 
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Ща Ре SE 
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Ausführungsformen Ea...Ho 
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Еа Ер, ЕВ, ЕС Ес,ЕҒ Ед,Ее 
Моде ouchwie Са-2 


г Де 5 


„Г 
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Ausführungsformen 


8(0) | 
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| apa 
Н а! 
ал E БЕ л 
d АА ІШ 
281 Ги 


(8, 
(4 
SE „ју #55 ге) 
ЕВС 1 17 


Kat Кока Ке-і KqKu-w Wl ` ir Кт-о Коко 


чара 


12 


zl, 


1 


ТЫ 


Ке» ~ Kz КА,КВ,КС 


13 
у 2-3 kä | да 
"6.2 <) Ө) ЄЎ (СЭ: Ka 
В СВЕ ESC т 
Lg,Lh,Lw Ld, 
[АДС LE 


о Ен 
Пе d 


Le [Р Lf хх Li-v,Ly,LD,LJI 
,LN Sw LM,LP, LQ,LS,LT 


Kp, 


E Ев С 
EINE 2125 
oo ез 
#2 С йн 


LaLG LB Lb,Lc 


В(Е) 


Гог oder Schirm 


LO 


Ausführungsformen 


Ne,Ng, (Nr) 


...Мх 


NI, Nm, Nu, Nw 
Nx[mit 3Е-8:-Е-8, 9)] 
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Ausführungsformen 
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Hersteller- und Lieferfirmen *) 


AA Advanced Research Associates Inc., Р.О. Box 68, Kensington, Md. (USA) 


Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin-Grunewald, Hohenzollerndamm 150, 
Frankfurt (Main)-Süd 10, Hochhaus, und Werk BeleckelMöhne 

Associated Electrical Industries Ltd., New Parks Leicester (England) 

Akers S.A. Eieztronics, 3151 Horten, Р.О. Вох 83 (Norwegen); in Deutschland: 

Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstraße 14 

AM Automatic Manufacturing Corp., Div. of General Instrument Corp., Newark 4, N. J. (USA) 


Am Amperex Electronic Corp., Providence Pike Slatersville, R. I. (USA) 


Amroh N. V., Muiden (Holland) 
American Semiconductor Corp., 1418 УУ. Cortez St., Chicago 22, JII. (USA) 


Associated Transistors Ltd., South Ruislip, Middlesex (England) 


BA Bendix Aviation Corp. (1960 geändert), siehe Bx 
BB Brown, Boveri & Cie AG, Abt. GR, Mannheim 


G & E Bradley Ltd., Neasden Lane, London N. W. 10 (England) s. a. Lu 
Britton Electronics Corp. (USA) 

Bell Telephone Laboratories, New York 14, N. Y. (USA) 

Bogue Electric Mfg. Co., 52 lowa Ave., Paterson 3, N. J. (USA) 

Bentron, in Deutschland: Neumüller & Co GmbH, München 2, Karlstr. 55 
Varian/Bomac Laboratories, Beverly, Mass. (USA) 

Brush Crystal Co., Ltd., Shore Road, Hythe, Southampton (England) 


ВТ British Thomson-Houston, 5. AJ und TH 


The Bendix Corp., Semiconductor Div., Holmdel, N. J. (USA); in Deutschland durch 
Neumüller & Со. GmbH, München 2, Karlstr. 55, vertreten 


СВ CBS Electronics, Semiconductor Operations, 900 Chelmsford St., Lowell, Mass. (USA) 


CC Controls Company of America (USA) 


CD Continental Device Corp., 12515 Chadron Ave., Hawthorne, Calif. (USA) 


CE Columbus Electronics Corp. (USA) 


CL Conant Laboratories, Box 3997, Bethany Station, Lincoln 5, Neb. (USA) 


С. Р. Clare Transistor Corp. (USA) 
Со COSEM, Compagnie générale des Semi-conducteurs, Puteaux/Seine (Frenkreich) und andere 


Firmen der CSF-Gruppe (SILEC, MISTRAL, CICE); in Deuischland durch Ditratherm Türk 
9. Co-KG (Firmengruppe Roederstein), Landshut/Bayern, Ludmillastraße 23-25, verireten 


Ср Computer Diode Согр., Рой! Drive, Fair Lawn, N. 1. (USA) 


Clevite Transistor (USA), з. JT, In 
Crystalonics Inc., Semiconductor Products, 147 Sherman 5!., Cambridge 42, Mass. (USA); п 


Deutschland durch Selectron GmbH, 8 München 2, Pappenheimstraße 7/5, vertreten 


Dd Diodes Incorporated, 20235 Nordhoff, Chatsworth, Calif. (USA); in Deutschland über 
Souriau Electric GmbH, Düsseldorf, Rathausufer 16-17 

DE Cornell-Dubilier Electronics Div., 921 Providence Highway, Norwood, Mass. (USA) 
De Delco Radio Div., General Motors Corp., Kokomo, Ind. (USA); in Deutschland durch 
Vega GmbH, Freiburg ı. Br., Postfach 1649, vertreten 

Dk Dickson Electronics Corp., 248 Wells Fargo Ave., Scottsdale, Ariz. (USA) 


Dn Diotron Incorporated (USA) 


DS Delta Semiconductors Inc., 835 Production Place, Newport Beach, Calif. (USA) 
Detectron, Bordeaux (Frankreich) 


(Eberle, Köhler & Co Elektronik-KG, seit 1968:) Nortron, Hermann Köhler Elektrik GmbH 


& Co., Nürnberg 30, Posifach 7 
ЕС Electronic Control Corp. (USA); in Deutschland: Ing. Erich Sommer, Frankfurt a.M.1,Jahnstr. 43 


ED Electronic Devices Inc., 21 Gray Oaks Av., Yonkers, М. У. (USA); in Deutschland: 


Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstraße 14 

Electron Research Inc., Sub. of Егіс Resistor Corp., 530 W. 1218 St., Erie, Pa. (USA) 
Ebauches $, A., Neuchätel (Schweiz); іп Deutschland: Leo Melters, Köln, Gilbachstr. 18 
Electronic Transıstors Corp., 153-13 Northern Blvd., Flushing, М. У. (USA) 


EV Тһе English Electric Valve Co., Ltd., Chelmsford, Essex (England) 


*) Firmen ohne Adressenangaben sind erloschen oder aus anderen Gründen nicht mehr auf dem 
Halbleitermarkt 
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Hersteller- und Lieferfirmen 


Fa 
Fd 


GE 


[9] 
ом 


ЗР 
Eu 
HA 
Hf 
н! 
Но 
Нг 
НР 
Но 


Fanon Transistor Согр., 439 Frelinhuysen Ave., Newark 12, N. J. (USA) 

Fairchild Semiconductor Corp., 313 Fairchild Drive, Mountain View, Calif. (USA): in Deutsch- 
land: о. а. Ing. Erich Sommer, Frankfurt (Main) 1, Jahnstr. 43, und SGS Fairchild, Gesellschaft für 
Halbleiter-Bauelemente mbH, Stuttgart-W., Reinsburgstr. 122 

Ferranti Ltd., Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancs. (England); in Deutschland durch 
Neumüller & Co GmbH, München 2, Karlstr. 55, vertreten 

Fansteel Metallurgical Corp., Tantalum Place, North Chicago, ЛІ. (USA) 

Fretco Inc. (USA) 

Federated Semi-Conductor (USA), erloschen 

Federal Telephone and Radio Corp. (USA), erloschen 

Finney Company, 34 W. Interstate St., Bedford, Ohio (USA) 


The General Electric Co., Ltd., School St., Hazel Grove, Stockport, Cheshire (Engl.); 

in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, Karlsbader Str. 8, vertreten 

General Electric Co., Electronics Park, Syracuse, N. Y., und Rectifier Components Оер!., 

W. Genesee St., Auburn, М. У. (USA); in Deutschland: Nucletron, Gesellschaft für Nucleonic 
und Electronic mbH, München 54, Gärtnerstr. 60 

General Instrument Corp., Semiconductor Div., 65 Gouverneur St., Newark 4, М. J. (USA) 
General Micro-electronics Inc., Santa Clara, Calıf. (USA); in Deutschland: 

Neumöüller & Co GmbH, 8 München 2, Karlstr. 55 

Germanium Products Corp., Jersey City 5, N. J. (USA) 

General Transistor Corp., Div. of General Instrument Согр., 5. С) 


Hydro-Aire Inc., Burbank, Calif. (USA) 

Hoffman Electronics Corp. (USA); in Deutschland: Düsseldorf, Stefanienstr. 22, Postfach 8034 
Hitachi Ltd., Tokio (Japan); in Deutschland: Mr. К. Kakurai, Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 37 
Kieler Howaldtswerke АС, Kiel-Gaarden 

Herrmann KG, Fabrik für Elektrotechnik, Nürnberg, Grünberger Str. 43 

Hewlett-Packard Co., Palo Alto, Calif. (USA) und Frankfurt/Main, Kurhessenstr. 95 

Hughes Semiconductor Div., 500 Superior Ave., Newport Beach, Calif. (USA), und Hughes Inter- 
national 144. Glenrothes (Schottland) 


НУУ Hilger and Watts Ltd., 98 St. Pancras Way, Camden Road, London N. УУ. 1 (England) 


Hw 
Hy 


JC 


MA 


MD 
ME 
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Honeywell GmbH, Frankfurt (Main), Rheingauallee 112 
CBS-Hytron = СВ5 Electronics, Danvers, Mass. (USA), siehe СВ 


International Diode Corp., 90 Forrest St. Jersey City, City, N. J. (USA): 

in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, КагізБадег Str. В, vertreten 

Industro Transistor Corp., 35-10 36th Ave., Long Island Сиу, N. У. (USA) 

International Resistance Corp. IRC (USA), und Deutsche Мигоћт GmbH & Co. KG, Pinneberg/Hol- 
stein 

Intermetall, Halbleiterwerk der Deutsche ITT Industries GmbH, Freiburg/Brsg., Hans-Bunte-Str. 19 
= allgemein: japanische Hersteller 

International Rectifier Corp., 233 Kansas $!., Е! Segundo, Calif. (USA) und Hurst Green, 
Ох!ед, Surrey (England), іп Deuischland: Ing. Sommer, Frankfurt а. М. 1, Jahnsiraße 43 

und IR GmbH, Frankfurt a. M., Guilottestr. 15 

ITT Semiconductors, 3301 Electronics Way, West Palm Beach, Fla. (USA) 


Kearfott Div., General Precision Inc., 1150 McBride Ave., Little Falls, N. J. (USA) 
Kemtron Electron Products Inc., 14 Prince PI., Newburyport, Mass. (USA) 
КМС Semiconductor Corp. über Ing. Erich Sommer, Frankfurt а. М. 1, Jahnstr. 43 


Laboratoire Central des Tel&communications (Frankreich) 

Ling-Temco Electronics Inc., Р.О. Box 5-1, Anaheim, Calif. (USA) 

Joseph Lucas (Electrical) Ltd., Great King St., Birmingham 19 (England), з. a. Bd 

In Deutschland: Joseph Lucas (Germany) GmbH, 595 Porz b. Коп, Urbacher Weg 6 


Microwave Assocıates Inc., Burlington, Mass. (USA); in Deutschland: 

Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14 

Microwave and Semiconductor Devices Ltd., оп, Bedfordshire (England); Deutschland: wie МА 
Micro State Electronics Corp., 152 Floral Ave., Murray Hill, N. J. (USA) E 


Hersteller- und Lieferfirmen 


МН Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 1015 $. Sixth St., Minneapolis 4, Minn. (USA) 
Mo Motorola Semiconductor Products Inc., 5005 E. McDowell Rd., Phoenix 8, Ariz. (USA) 
in Deutschland: Wiesbaden, Luisenstraße 28, Tel. 394 91-3 
MS Micro Semiconductor Corp., 11250 Playa Ct., Culver City, Calif. (USA); in Deutschland; 
Ing. Erich Sommer, Frankfurt a. M. 1, Jahnstr. 43 
MT Месо Superior Transistors, New York (USA); in Deutschland: wie MS 
Mu Mullard Limited bzw. Associated Semicon. Mfrs., Torrington Place, London W. С. 1 (England) 
My Mallory Semiconductor Co., 425 $. Madison St., DuQ@uoin, ЛІ. (USA); in Deutschland: 
Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstraße 14 


NA North American Electronics Inc., 71 Linden St., West Lynn , Mass. (USA) 
NC National Semiconductor Corp., Danbury, Conn. (USA) 

NE Nippon Electric Comp. Ltd., Р.О. Box 1, Takanawa, Tokyo (Japan) 

Nm Newmarket Transıstors Ltd., Exning Road, Newmarket, Suffolk (England) 
NR National Union Radıo Corp. (USA) 

NS National Semiconductor Products, Div. of Hoffman Electronics Corp., s. Hf 
Nu Nucleonic Products Со. Inc., 3133 Е. 12th St., Los Angeles 23, Calif. (USA) 


ОМ Оһтие Manufacturing Co., 3601 Howard St., Skokie, JII. (USA) 


PE Princeton Electronics Corp., Box 127, Princeton, N. J. (USA) 

PH N. У. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Holland) 

Ph Philco Corp., Lansdale Div., Church Rd., Lansdale, Ра. (USA). Philco Ford; In Deutschland: 
Neumüller & Co. GmbH, München 2, Karlstraße 55 

PS Pacific Semiconductors Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale, Calif. (USA) 

Ру Тһе Plessey Co. Ltd. (Simet), Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England) 


Ra Rank-Cintel Ltd., Worsley Bridge Road, London 5. Е. 26 (England) 
RC АСА Electronics Components, Harrison, N. У. (USA); 
in Deutschland: Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14 
RD Radio Development and Research Mfg. Co., Sub. of Bogue Electric, 
100 Pennsylvania Ave., Paterson 3, N. J. (USA) 
84 Rauland Corp., 4245 N. Knox Ave., Chicago 41, ЛІ. (USA) 
Ве Rectico Inc., 20 Village Park Road, Cedar Grove, N. J. (USA) 
ВЕ VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, jetzt: siehe УН 
Rh Rheem Semiconductor Corp., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) (nach 1962: Ву) 
Ro Dr. Ing. R. Rost, Kristalloden, Hannover 1, Ubbenstr. 13 
RR Radio Receptor Co., Inc., 240 Wythe Ave., Brooklyn 11, N. Y. (USA) 
Ку Raytheon Semiconductor Div., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) 
und Raytheon-Elsi AG, Zürich 9/48, Hohlstr. 12, bzw. Tg 


SA Standard Elektrik Lorenz AG, Bauelementewerk SAF, Nürnberg, Platenstr. 66 

Sa Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (Japan) , in Europa: Basel (Schweiz), Holbeinstr. 92 

SC Standard Telephones and Cables Ltd., 63 Aldwych, London W. С. 2 (England) 

SD Solitron Devices Inc., 1177 Blue Heron Blvd., Riviera Beach, На. (USA); in Deutschland: 
Neumüller & Co GmbH, München 2, Karlstr. 55 

Sd Siliconix Incorporated, 1140 W. Evelyn Av., Sunnyvale, Calif. (USA); in Deutschland: 
Ing. Erich Sommer, 6 Frankfurt a. M., Jahnstraße 43 

SE Secoa Electronics Corp. (USA) 

Se Semiconductors Lid., Cheney Manor, Swindon, Wilts (England), Plessey-Gruppe, з. Ру 

SG Società Generale Semiconduttori, Agrate Milano (Italien); siehe Fd. 

SH Siemens AG, vor 1967: Siemens & Halske AG WWB, München 8, Balanstr. 73 

Sh Shockley Transistor, Unit of Clevite Transistor, Stanford Ind. Park, Palo Alto, Calif. (USA), з. а. Су 

5) Semicon Incorporated, Sweetwater Ave., P. О. Box 328, Bedford, Mass, (USA) 

Si Silicon Transistor Corp., Е. Gate Blvd., Garden City, N. У. (USA) 

Sk Semikrbn Ges. für Gleichrichterbau und Elektronik mbH, Nürnberg, Kapellenstr. 2-4 

SL буіуапіа-Тһогп Colour TV Laboratories, Gt. Cambridge Rd., Enfield, Middx. (England) 

5! Slater Electric Co., 45 Seacliff Ave., Glen Cove, Long Island, М. Y. (USA) 

SM Sanford Miller Co. (USA) 

Sm Semielements Inc., Saxonburg Blvd., Saxonburg, Pa. (USA) 
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Hersteller- und Lieferfirmen 


Sn 
So 
sp 


Sp 


Syntron Company, 283 Lexington Ave., Homer City, Pa. (USA) 

Solar Systems Inc., 8241 Kimball Ave., Skokie, JII. (USA) 

Solid-State Products Inc., One Pingree St., Salem, Mass. (USA); in Deutschland durch 
Selectron GmbH, 8 München 2, Pappenheimstraße 7/5, vertreten 

Sprague Electric Co., 491 Marshall St., North Adams, Mass. (USA); 

in Deutschland: Sprague GmbH, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 131 

Sperry Rand Corp., Sperry Semiconductor Div., South Norwalk, Conn. (USA) 

Schauer Manufacturing Corp., 4521 Alpine Ave., Cincinnati, Ohio (USA); in Deutschland: 
Ing. Erich Sommer, Frankfurt a. M. 1, Jahnstr. 43 

Saratoga Semiconductor Div., Saratoga Springs, М. У. (USA) 

Sesco, SocieteEuropeenne des Semiconducteurs, 41 Rue de l'Amiral Mouchez, Paris 13е 
(Frankreich), auch Abt. der Thomson GmbH, Frankfurt/Main, Eschenheimer Anlage 28 
Sarkes Tarzian, 415 N. College Ave., Bloomington, Ind. (USA); 

in Deutschland durch Dr. Ing. Jovy, Leer, (Ostfriesland), Postfach 167 

Standard Rectifier Co., 620 Е. Dyer Rd., Santa Ana, Calif. (USA) 

Sel-Rex Corp., Meaker Subsidiary, 75 River Rd., Nutley 10, N. J. (USA) 

Sylvania Electric Ргофисіз Inc., 100 Sylvan Rd., Woburn, Mass. (USA); 

Deutsche Niederlassung: Sylvania-Vakuumtechnik GmbH, Erlangen, Fließbachstr. 16 


Technical Apparatus Builders, 109 Liberty St., New York 6, N. Y. (USA) 

Technical Ceramics Ltd., Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England) 

Ther Electric, 17 S. Jefferson St., Chicago 6, ІІІ. (USA) 

AEG-Telefunken Röhren/Halbleiter Veririeb, 79 Ulm, Söflinger Str. 100 

Transistor AG, Schweiz. Halbleiterfabrik Zürich, Frankfurt a. M., W.-Leuschner-Str. 93, und 
Transistor Bau- und Vertriebs-GmbH, Karlsruhe-Durlach 

Compagnie Frangaise Thomson Houston, Paris 13e (Frankreich), 5. a. 55 

TeKaDe Nürnberg, Fabrikation von Halbleitersystemen eingestellt 

Tungsram GmbH, Frankfurt/Main, Hohenstaufenstr. 8 

Transistor Products, Div. of Clevite, s. Cv 

Transitron Electronic Corp., Wakefield, Mass. (USA) und München 15, Pettenkoferstr. 24 
Tung-Sol Electric Inc., Chatham Elecironics Div., 630 УУ, Mt. Мазап! Ave., Livingston М. J. (USA) 
Trans-Sil Corporation (USA) 

Toshiba Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., 2 Ginza Nishi 5-chome, Chuo-ku, Tokyo (Japan) 
Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA) und Manton Lane, Bedford (England); 
in Deutschland: Texas Instruments Deutschland GmbH, Stuttgart N, Wolframstr. 26 

Tyco Semiconductor Corp., Bear Hill., Waltham 54, Mass. (USA) 


United Aircraft Corporation: Neumüller & Co. GmbH, 8 München 2, Karlstr. 55 

Union Carbide (Corp.) Deutschland GmbH, Düsseldorf, Mörsenbroicher Weg 200, und 
Sasco GmbH, München 90, Chiemgavstraße 109 

United Components, Inc. (USA) 

U. $. Dynamics Inc., 10 Dedham St., Newton Highlands, Mass. (USA) 
Ultron-Elektronik GmbH, München 15, Schillerstr. 40 

Unitrode Transistor Products Inc., 580 Pleasant St., Watertown, Mass. (USA) 

U. S. Semiconductor Products Inc., 3536 W. Osborn Rd., Phoenix, Ariz. (USA) 

U. S. Transistor Corp. (USA) 


Valvo GmbH, Hamburg 1, Burchardstr. 19 


Vickers Inc., Electric Product Div., 1815 Locust St., St. Louis, Mo. (USA) 
VEB Halbleiterwerk, Frankfurt (Oder) 


Westinghouse Brake and Signal Co., Ltd., 82 York Way, London N. 1 (England) 

und Westinghouse Bremsen-Ges.mbH, Abt. für Gleichrichter, Hanover-Linden, Postfach 21280 
Westcrel (Frankreich) 

Western Electric International Co., 200 Park Av., New York 17, N. Y. (USA) 

Western Electric Co., Inc., 195 Broadway, New York 7, N. Y. (USA) 

Westinghouse Electric Corp., Young wood, Pa. (USA), s. a. WB 

Western Semiconductors Inc., 2200 Fairview St., Santa Ana, Calif. (USA) 

Western Transistor Corp. (USA) 


Dioden und Transistoren (Nachtrag) 
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D 
D 
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0 
0 
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АА 121 
АА 123 
АС06 BR/BSR 
АС06 DR/DSR 
АС10 BR/BSR 


АС10 DR/DSR 
АС 138, -Н 
АС 139 

АС 141 

АС 141 В 


АС 141 Н 
АС 141 К 
АС 141 НК 
АС 142 
АС 142 H 


АС 142 К 
АС 142 НК 
АС 191 
АС 192 
АС 193 


АС 193 К 
АС 194 
АС 194 К 
АО 142 
АО 143 


А0 145 
АЕ 501 
АЕ 2211 N 
АЕ 2212 М 
АЕ 2213 М 


АЕ 2214 М 
АЕ 2215 М 
АЕ 2216 М 
АҒ 166 
АЕ 170 


АР 172 
AF 251 
AF 252 
AF 253 
AF 256 


AF 267 
АНУ 10А 
АНУ 108 
AL 100 
AL 102 


AL 103 
АТ 220. 
АТ 270 
АТ 275 
АТ 605 


АТ 620 
АТ 630 
AU 106 
AU 107 
AU 108 


sv 


sv 
Ga 
Ga 
Ga 


(5) 
(400) 
(400) 
(1) 


(400) 
(400) 
(400) 
(400) 
(400) 


(400) 
(400) 
1 


1 
(400) 
(400) 
(400) 
(400) 
ЈА 
1А 


1А 6 
20-200 3:30 — 


12пА| 
12пА| 
(2пА| 


12пА] 
128А) 


(6) 
(0) 
(0) 
(6) 


(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 


2 
2 


130-400= 
130-400= 
130-400- 
(30-170-) 
(30-170-) 


0 (30-170-) 


[0,5] 
10,7| 


II 


(2пА] 
1 3 


5 
5 
0 


3 


500 
100 40-250= 
100 40-250- 


100 S :250- 


02 25:130- 
0,2 25:130- 
2 20: 


40:200- 
100 40:200- 
0,2 15-80- 
1 35-120= 
(200тА| 35:200=30% 


5 25 
18 
ва 1200 
БА 1400 
ТОА +200 


10A +400 
1200 (32) 
1000 (32) 
1200 18 
1200 15 


1200 25 
1200 18 
1200 25 
1200 20 
1200 30 


1200 20 
1200 30 
250 15 
250 15 
ТА 15 


4А 25 
4А 25 
10А (320) 


10А (200) 
10А (100) 


10,5] 
Ш 


(0,75) 


АА 121... AU 108 


D и |12 р 15 
To бы IN ох | Унах ВетегКипдеп 
АОС ту |тА IN ка 


20) 
90) 


АС, H (50V) тк! 
АС«АС128,Р 
АС»2М647Р 
АС»АС172 


АС 

АС#АСТВТК,Р 

АС тк 
АС»2М217Р 41) 
АС 


АС»АС180КР 
АС 


АС, тк! 
АС, тк! 
АС, тК!,* АС 180 


АС, ткї,«АС 188КР 
АС, Крі:АС 193, P 
АС. Kpl: AC 193 K; P 
АС9)» А0149 

АС9)+ 0026, А0150 


АС9) 

Ах 65) 

АК 21)37)А; 6 pF 
Ак 21)37)А; 6 pF 
АК 21)37)А, 6 pF 


Ak 21)37)А; 6 pF 
Ак 21)37)А,6рЕ 
АК 21)37)А; 6 pF 
АС#2М1180. AF126 
АС»2М1639, АҒ127 


АС«2М1638, AF127 
Tf, Аг: 4,8 48 

ТІ, Rz: 5,2 dB 
MISE? 

ТЕ; Rz: 5,5 dB 


Va62), ers. AF239 
ЦЕНУ У 
ТІ,<1,5У/к6 
АСЭ)Р,» А0168 
АС9)Р,«2М2147 


АС9)Р;#2М2 148 
АС 


АС, тК!,«5ЕТ226 
АС, тК!»5ЕТ228 
АС9) 


АС9) 
АС9) 
АС 9) 
АС 9) 
АС 9) 
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AU 110...ВС 160-6 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


T 10A (160) АС 9) 
T із 10А (320) . | АС9) 
T & мона БА 13 03 1540- EM 10A (320) . 90 АС9) 
Т АЏҮ21А G Mi Ls 5А 02 0,4 12,5-60- 364 10A (65) (0,3) 100] АС9)97)»А5216,17 
T АМҮ22А G Mi Ls 5А 0,5 0,35 12,5-60= 36W ВА (80) (0,3) 1001 АС9)97) 45215,18 
Т AUY35 Gd Мс sH 54 1 0,45 35-260= 154 20А (70) (2,5) 100} AC#AD136,AUY18 
Т А0Ү36 Gó Мс sH БА 10,45 100= 15W 20A (70) (3) 100) AC#AD136,AUY18 
Т AUY37 Gd Mi Ls 1A 2 02530-10: 30М 10A (100) (0,4) 1001 АС9)«А0130-132 
0 АҮ102 G Mi Hs ТА <0771тА >30 . 10A 320 . 901 АС, * 1N 4785 
D АҮ103К 69 16) Hs ЗА <1 500 >200 ` 200 90) АС,тк! 
D АМ 104 6 Кг пу ЛА <1,5 100>50 5А 50 90 АС 
D ВА 157 5 аж 10 <1 1 400 5 100 400 — 30015 Јп, ЗрЕ 
О ВА174 SP<Ey sH 30 1 0125 62 115 25 An 125] Т(51М4154,4009 
0 ВА175 SP< Ey U 100 1 01 50 62 250 50 30005 125) Т!,<8рЕ 
D ВА176 54 Су 48) 400 151 20 250) . 10. | ТҮ, < 15рЕ 
О ВА177 Sd Су sV 100 1 DI 3 250 100 50 150] Т!І,2..45рҒ 
0 ВА243 SP CA sV 100 <1 01 15 tg=0,7n 100 20 116) 100) Jn, sw} «205 
0 БАИ SP СА sv 100 <1 01 15 rest An 10020 116) 100) An on 2,5 ПН 
= 5 e А Я у Cs 49) 
0 ВАМ17 SP СА U 100 «10, 20 400 250 25 «5005 175) In,3pF 
О ВАУ18 SP СА U 100 <1 01 50 400 250 60 <50ns 175) Јп, ЗрЕ 
0 ВАУ19 SP CA U 100 <1 0,1 100 400 250 120 <50 175: 10,3рЕ 
D ВАУ20 SP СА U 100 «10, 150 400 250 180 <50ns 1751 Jn,3pF 
0 ВАУ21 SP СА U 100 <1 0,1 200 400 250 250 «5005175) Јо, ЗрЕ 
О ВАУ24 SP ВА sX 150 11 01 10 500 150 10 25ns 200} 1182) < 6pF 
(0 BAW25 SP ВА 5Х 150 11 01 45 500 150 45 25 пу 200) 1182) < БрЕ 
"D ВАМ 26 SP ВА sX 200 10501 10 500 150 10 15ns 200) Т'82)<6рЕ 
|D ВАМ27 SP ВА sX 200 1,0501 40 500 150 40 1505 200) 1182) <5рЕ 
О ВАМ 48 SP С: пу 100 1,1502 50 300 50 35 ns 56 
0 ВАУ52 SP Cz пуд 300 <1 0,05 200 300 200 . 56 
О ВАМ 54 SP Cz т 10 <10 50 300 50 36т 56 
О ВАМ 56 SP Sy sH . 2. . Ма 62) « ВАҮ 38 
0 ВАМ58 SP Sx пу 100 «104 100 80-100 25% 56 
О ВАМ59 SP Sx nU 200 1,502 40 60 40 605 . 56 
D ВАМ 60 SP Sx nu 50 13502 15 4 50 15 850 ps SG 
О BAX79 SP Cz пх 200 1 01 500 200 50 Am 150 5625рҒ 
T 8818 50) LSD (25 2 6 05609 4-10 20 101) 100) „Со 81) 250 mw 
0 88100 SP Су КУ 10 1 0125 250 100 25 5 175) С04)8..12рьЕ 
0 вв 1006 SP Су КУ 100 1 0130 250 100 35 175} С04)3,6-6 pF 73) 
0 88102/. 54 Су К 60 09 01 50 50 А TIJ . 14-20 pF 
D 88106 Р. КУ . 28 04028 [>41] Va,4..20pF 
0 88110 SP Su KV 1nA 30 100 3:30 | 100) ТИ, 29-33, рп:27-31 pF 
D 88141 SP CA KV 051 3 1 28 ‚ 30 196. 1137) 22-12 pF 
0 88142 P СА КУ 1а 3 1 28 30 196 . Jn37) 2,2-16 pF 
- 88 360 e. GZ, 5 ть > . Cs 49) 
т вс 100 SM Li U 10 (20) 0,06 40= 590 150 300 (10) 175) 719) 
T BC132 5 55 N 5 500 200 5 25 (20) А 
т ВС 140-6 SP Lo TU 100 1 14 40-100= 750 1А 40 (50) 175) Јп9), Кр: ВС 160 
Т вс 140-10 SP Lo TU 100 1 14 63160- 750 1А 40 (50) 175) Јп9) 
Т вс 140-16 SP (о TU 100 1 14 100-250= 750 1А 40 (50) 175) Јп9) 
Т ВС141-6 SP Lo TU 100 1 14 40100: 750 ЛА 60 (50) 175) 309), Kpl: ВС 161 
Т 8С141-10 SP [о TU 100 1 14 63-160= 750 ЛА 60 (50) 175) 09) 
T вс141-16 SP Lo ТО 100 1 1,4 100-2505 750 1А 60 (50) 175) 09) 
т ВС160 SP Lo U 100 1 0,1 40.250 32М ЈА 40 175) SH, T1 73) 
т ВС 160-6 5Р [о ТО 100 1 14 40-100= 750 1А 4 (50) 175) 9), Кр: ВС 140 


260 


Transistoren (Nachtrag) 


T 
T 
T 
Т 
Т 
т 
T 
T 
T 
T 
T 
Т 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Т 
H 
Т 
18 
8 
Т 
T 
1 
Т 
T 
T 
T 
Т 
Т 
Т 
T 
T 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
T 
р 
т 
T 
T 
T 
T 
Т 
d 
T 
T 
T 


BC 160-10 
BC 160-16 
BC 161-6 
BC 161-10 
BC 161-16 


BC 194 

BC 196 

ВС 197, А, В 
ВС 198, А, В,С 
ВС 193, В, С 


ВС 204, 

ВС 205, ... 

ВС 206 В 

ВС 207, А, В 
ВС 208, А, В, С 


ВС 209, B, С 
ВС 211 

ВС 215 А 
ВС 2158 
ВС 250 А 


BC 250 В 
ВС 250 С 
ВС 251 A 
ВС 251 В 
ВС 251 С 


ВС 252 А 
ВС 252 В 
ВС 252 С 
BC 253 A 
ВС 253 В 


ВС 253С 
BC 256 A 
BC 256 В 
ВС 260 A 
вс 260 В 


BC 260 С 
ВС 261 A 
ВС 2618 
ВС 261 C 
BC 262 A 


BC 262 B 
BC 262 С 
ВС 263А 
ВС 263В 
ВС 263С 


BC 266 A 
BC 266 8 
BC 267 
BC 268 
BC 269 


BC 270 
BC 271 
вс 272 
BC 297 (P) 
BC 300 


zee ссссс cccc2 сессс ссссс сэрээ 22222 2225+ аааа 


© 


єс а 


ZEN NNNNN NNNN= 
58 


© 


моду NNNNN NNNNN NNNN= = а ысымы ысы-- 


150 


вс 160-10... ВС 300 


1 N пп "2 
ыныр ім Inox | Унах 
кај тА |У 


63-160- 
100-250- 
40-100- 
63-160= 
100-250= 


25-250= 
75-500= 


See 


© 
ano о зээх 


0.05 50-500= 
0,1 50-500= 
0.05 240-500= 
15пА 125-500 
15пА 125-900 


15nA 240-300 
0,5 


осол пла эзш... 


ге 
оо ооо 
ъъ Сы. 


GE) 


450- :900 


125-260 
240-500 
450-900 
125-260 
240-500 


Dain hn An An 


> ліл 


Ann An An a 


125-260 


240-500 
450-900 
125-260 
240-500 
450-900 


125-260 
240-500 
125-500 
125-900 
240-900 


5 0,21 50-900 
10 0/25 100-200- 
10 03 125:300- 
5 02 125-500 
10 025 40:240- 


inininin 


> 22000 ооооо ооооо ооооо ооооо 
їл Din 


rt ANANN ТОРО ТО MANNAN РОТ UU UO л - 
їл 


220= 73)50 
2205  73)50 
400- 73)50 


8888 88888 888 


8 


8 88888 


бүү 


(120) 


109) 
Јп 9), Крі: ВС 141 
209) 
EI 


Т! 96) 

Т! 73} 

Tf 96), -А, В: 73) 

Т! 96), - 73) 
:73) 


с 73) [86 177) 
С$ 73) (ВС 178) 
ыы pF 
Cs 73) [8С 107] 
Cs 73) [8С 108) 


Cs 73) (ВС 1091 
Cs 


Ј 

АС e ВС 107 
АС * ВС 108 
АС # ВС 109 


АС 

АС * 2N 3441А 
АС a 2N 3442A 
AC » BC 177 
АС e 2N 2405 
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ВС 301...ВОҮ 53 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


10 0,23 40-240- (120) АС e ВЕХ 69, А 
10 0,55 >40- (>60) АС» DES 74. А 

.  75:260= (150) Т! 73) Kpl: ВС 237 
75-500= (150) Т! 73) Крг BC 238 
125-500= (150) - Tf 73) Kpl. ВС 239 
40-150= (200) . с 
40-100- 500 40 (100) 119), Kpl. ВС 360 
63-160= (100) Ја 9) 
100-250= (100) In 9) 
40-100= (100) Jn 9), Kpl: ВС 361 


63-160= (100) Јп 9) 
40-100= (250) 119), Кр! ВС 340 
63-160= (250) 309) 
100-250- (250) 119) 
40-100- (250) 119), Крі: ВС 341 


63-160= (250) Jn 9) 
2пА 180-630= (180) 5н9), Кр!’ ВСУ 66 
1 19 


зе 


ооооо 


эээ ‹ 
>>>» Daran 


га цаа 4394 HH 
> Сы» 


vru nur лос 
ем = 
о оо 


АС e 2N 3442 
АС o 40251 
UB 21) 0,8 pF 
0573) 

0573) 


0573) 
(573) 
Cs 73) 
Cs 73) 
1500 30- 250- ТІ 73) 96) 


BDY 42/250А-0 SM 250 >10-25= ТІ-А. 0:73) 9) 
BDY 42/400А-0 SM 250 >10-25= Tf,-A..D:73) 9) 
BDY 42/550A-D SM 250 >10-25= Tf,-A..D'73) 9) 
BDY 42/650A-D SM 250 >10-25= Tf,-A..D:73) 9) 
BDY 43/40 SM 2тА 20- Tf 9) 73) 4) 


BDY 43/70 SM d 2тА 719) 73) 4) 
BDY 43/100 SM 2тА Т19) 73) 4) 
В0Ү 44/40 SM 2тА Tf 9) 73) 4) 
BDY 44/70 2тА 119) 73) 4) 
BDY 44/100 5 2тА TI 9) 73) 4) 


В0Ү 45/40 2тА Tt 9) 73) 4) 
BDY 45/70 SM 2тА Т19) 73) 4) 
BDY 45/100 2тА Т(9) 73) 4) 


ВрҮ 46 250 ТІ 9) 
BDY 47 250 2,5A400 Tt 9)=2N 3902 
BDY 48/200 250 3,5A 200 Tí 9) 
BDY 487200 250 3,5А 300 HEI 
BDY 48/400 250 3,5A 400 HEI 
ЗОА 100 WEI 


BDY 49 5тА У 
BDY 53 522 12А 60 (20) Cs 


nannan пою 
sooo о-о-- 


----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- 
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Transistoren (Nachtrag) BDY 54...ВЕХ 72 


12А 120 (20) 
15А 60 

15А 120 

30А 80 

30A 125 700 


10А 60 (100) 
ТОА 60 (100) 
10А 30 (100) 
100 160 (110) 309) 
002 200500- 50 (50) (200) Cs, -: [5А] 


0.01 45= 20 (675) | Сз, Уа 88) 
0,01 30= 20 Cs, Ма 
1nA 70= Cs, Ма; Rz: 7,4 dB 
1пА 70- Cs, Ма 
100= Tt, 1,2 рЕ 


0,9 >30- 

= "ИЕ 
67= 

1пА 35-750- 

1пА 34-140= 


70= 

70= 
35:200- 
100-210- 
30-200= 


>20= 

2 >39= 

(10) 0,06 > 28= 
10 0,05 >79= 25 Е Tf 96} 

(10). [34] (40) Tf; Rz: 1,948 


65-220= (40) . « Ма 88) 62) 
35-125- 20 (40) 

0,6 250- 40 è 

0,6 240- 40 41) 


= 96): 
0,18 110= 30 ВСЕ 


0,1 130= А Е. СЕВ 
` Е 56 62) 
3062) 6: СВЕ 
Уа 22) 88) В 
Tf 9} 83) < 4,5 pF 


Т! 9) 83) < 15 РЕ 
SG 9), Rz: 3 d8 
SG 9), Rz. 3 dB 
SG 9), Rz: 2 dB 
SG 9), Rz: 2 d8 


SG 21), Rz: 2,2 dB 

SG 62), Rz: 2,6 dB 

Tf; Rz: 4.2 dB 

56 9), Rz: < 8 dB 
7 
1 
7 


SP<Lx' H 


SP< (х TX Tf 

ТІ 88) 1,6 pF 

Tf, 1,6 pF 

Cs [ВЕ 184] 

Cs [ВЕ 185) Rz: 2 dB 


АС 96) » 40469 

АС 96) 88) # ВЕ 167 
АС # ВЕ 185, 195 
АС # ВЕ 184, 194 
АС # ВЕ 185, 195 


Ню ооо N 


ии иоил 


Ki 


АС 
(45) АС * ВЕ 173,232 
30 т! 


% 
9585155 65666 888895 


> 


unn Lummen o 
© 


. 13 
(5) 20 >10= 


нэ 100 >15- 


8888:% 


со 22= 


SG 9), Rz: 


< 
© 
SG 9), Rz: < 
SG 9), Rr < 
50 47) 21) 
SG 47) 21) 
56 47) 21) 


ВЕХ 68 А 


ВЕХ 69 
ВЕХ 69 А 
ВЕХ 70 
ВЕХ 71 
ВЕХ 72 


9 
48 
298 
98 


0,01 25-150- 
0,01 25-150- 


T 
T 
F 
T 
T 
1 
т 
т 
Т 
10 
T 
T 
Т 
T 
T 
T 
T 
d 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
T 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
м 
Т 
Т 
Т 
Т 
И 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
T 
T 
T 
T 


ороор ооюгзо оооо 


88822 888. 


ВЕХ 7З...В1Х59 Dioden und 


із 15 
К Тур іш | Ветегкипдеп 


56 47), 82: < 698 
569) 


569) 
SG 9), Rz: 348 
SG 9), Rz: 3 dB 


SG 9), Rz: 448 
SG 9), Rz: 

SG 9), Rz: 

SG 9), Rz 
569) 


569) 
569) 


5 569) 
e SG 21) 47) 
0,3 20-120= e (550) 569) 


0,3 40-180- 56 9) 

02 140- 50 SG 9), Rz: <1,9 dB 
0,4 50= 569), Rz: <6 dB 
25лА >30- ЯМ! 56 47) 88) 

.  20-120= Е Tr 


20-120= 
20-120= 
20-120= 
20-120= 
20-120= 


z феего 29999 mun 
о > шол 


‚әз -і-1-41-і аан +++ 


awo 
© 


212 


5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


40А 100 
40А 120 


in 


= ооо wunnn NNN 
in 


in 


10A 120 


30A 80 
30A 100 
30A 120 
40А 80 
40A 100 


Jaa ачаа -і--1-- ----- ----- ----- ===> 
MUNN оооло плохо Поп NUNN илл Lotto to to 


гаммюм ммммм мммм 


Transistoren (Nachtrag) 


T 
1 
Т 
Ч 
Т 
Т 
T 
T 
F 
T 
Т 
Т 
T 
T 
T 
T 
р 
Т 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Т 
H 
Т 
T 
Т 
T 
Т 
Т 
0 
0 
Т 
1 
1 
М 
T 
1 
Т; 
Т 
T 
T 
Т 
Т 
T 
T 


9 


и; „|В 


V/- 


>10- 
>10- 
>10- 
>10- 
>20- 


>20- 
>20- 
>20- 
>7= 
>7= 


>7= 
>7= 
>7= 


2 који 
{15} 100 >15= 


(15) 250 >15= 

ШШЕ 
BRY 41-100 1,5525 2 3 
bis 
BRY 41-500 1 
ВВҮ 42 2101 
BRY 43 
BRY 44 
BRY 45-100 


0 

0 

02 0, 

0, 
047-08 

0,151 25100) 


2:5 “50(10У) 
08 20- 
. Bis 


60- 
75-225= 
75:225- 


гэг 


іліліліліл іл 
ооооо о 


BSW 45, А 


В$Х 26 
BSX 30 
BSX 87 
BSX 87 A 
BSX 88 


о 


55858 “ЭээЭ 8885 sg 
-әллао заэээ 


aana 


88888 88888 88888 8 


a ed ed + 
КЧ: 


40А 120 
60А 80 

60А 100 
БОА 120 
10А 225 


2А (40) 
1А (40) 
ЗА (40) 
ТА- 100 
bis 

ТА- 500 
4,5A: 250 


BLX 60... BSX 88 


10 и 12 13 15 
М Ve Ира, Bemerkungen 
mW mA |V MHz 


175} 
125} 
125 
1251 
125 


750: 200; 


Tr 
ТІ 83) 11) 


1(83)11) 
и) 

ТЕ 11) 

Tr 86) 25 Alas 


Tr 86) ЗБА/из 
Ја 13) 19) 
Ја 13) 19) 
40:13) 19) 
Tr 86) 35 А/аѕ 


Tr 86) 35 А/из 

Jn 19) 22) 10075 
ТІ 19) 

ТІ 19) 


ТІ 19) 
SH 9) 73) 
SH 9) 73) 
HE 
ТІ 81) 


ТІ 81) 
ТІ 81) 
Т! 81) 
1! 81) 
Т1 100) 


ТІ 100) 

SG 21) « 8 х BSX 32 
SG 21) 3,5 pF 62) 
SG 21) 3,5 pF 62) 
Ер 50У 


С47(854/ 441 
05(85Х51|1) -д. 
Cs (BSX 52] 
Cs [BSW 211 | 50 V 
Cs [BSW 221 


569) 
569) 
569) 
569) 
569) 


В5Х 88 А...ВХҮ 19 СВ Dioden und 


15 


Bemerkungen 


BSX 88 А 70п5 569) 


В5Х 89 5 - 500 (25) 7505 569) 
200 (20) 40п5 569) 
200 (20) 455 56 9) 
500 (40) (300) Со < Вр 


1200 1,5 Jn 86) 320V/us 
600 15 Jn 86) 200М/и5 
А Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 47) 


Tr 86) 47) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 
Tr 86) 13) 


Tr 86) 13) 


88: 


ВТУ/ 10-500 


BTW 11-100 

bis 

BTW 11-500 

BTW 12-100 

bis 

BTW 12-500 

BTW 13-100 

bis 

BTW 13-500 18 50 
BTW 14-100 1,55 100 
bis 

BTW 14-500 1,55 100 
BTW 15-100 1,55 100 
bis 

BTW 15-500 1,55 100 


grw 16-100 5 1,55 100 
15 

BTW 16-500 8 1,55 100 
BTW 17-100 у 

55 

BTW 17-500 

BTW 18-100 

bis 

BTW 18-500 

BTW 19-100 

bis 

BTW 19-500 

BTW 20-100 Tr 86) 13) 
bis 

BTW 20-500 15W) - Tr 86) 13) 


BTX 47 4 e 16А 800-1400. . Уа 19) 62) 
ВТХ 48 16А 800-1400 . Va 19) 62) 
BTX 70 = 5 15А- Та 19) 62) 
ВТХ 74 2 а 15А- Tg 19) 2004/ 5 62) 
BTX 81 5 5 26А 100-800 . Уа 19) 62) 


BTX 82 . 26А 100-800 . Va 19) 62) 

BTX 94 5 БҮҮР" 4 25А- 100-800 : Уа 86) 100V/us 62) 
BUY 32/40 10тА > 30= БА 40 (0,8) ТІ 9) 

BUY 3270 10mA >30- бА 70 (0,8) 119) 

BUY 32/100 10mA > 305 6А 100 (0,8) 11 9) 


BUY 33/40 10тА > 20= 10А 40 (0,8) 119) 
BUY 33/70 10тА >20= 10А 70 (0,8) Т! 9) 
BUY 33/100 10тА > 205 10А 100 (0,8) | 169) 
BXY 16 С 0,05 30 ү! 0,62 60 1106] SH, 2,5 pF 
ВХҮ 19 GB 005 30 10w 0,50 110 [2,46] 150) 5Н,25рЁ 


== чо со ооо ачаа 
ww ос ww ww ~ о осо ме оо ос w w w 


8 


т 
т 
Т 
T 
T 
T 
T 
T 
т 
Т; 
E 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Т 
T 

T 

T 
Т 

Т 
0 
D 


эээ кы» 
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Transistoren (Nachtrag) 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
Z 
2 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
D 
D 
D 


BXY 19 GC 
BY 151 N 
ВУ 152 N 
ВУ 156 
ВУ 157 


ВУ 158 
ВУ 159/50 
ВУ 164 
ВУ 165 
ВУ 166 


ВУ 167 

ВУ 177 

ВУ 178 
ВҮҮ 57/75 
bis 

BYY 57/600 
BYY 58/75 
bis 

BYY 58/600 
В2Х 43 


BZX 44 

BZX 45 

вах 62 

В2Х 71/С5У1 Sp 
bis 

В2Х 71/024 sp 
В2Ү 88С2У7 

bis 

BZY 88С9У1 

bis 

ВУ 88 С 33 


осо 
ШЕЕ 


g vanua оо 


gau 


QY 10 
CS 22-04/-13 


CS 42-06/-16 
CS 80-06/-15 
CS 220-08/-16 
01311 

D 1372 


DA 4 
DW 6737 
EM 501 
EM 513 
ER 900 


«2 <50(10) 
0,15 <25(10) 


> 10п 150 0,45 


110) 
10 125:500= 


14] 

UW) 

dl 
300 
300 


500 


150 


ВХУ 19 СС... ЕК 900 


0,52 120 [26] 150 
ТА 400 150 
150 


л м ла noo о 
д-- = 


1200 75,5 
5к 


28А 4-1600 180,5 
АЗА 6-1500 705 
90А 8-1600 60,5 
150 -5/+40 80п5 
150 -5/+40 8005 


{2А 30-45 . 
150 40 08 
1А 100 

ТА 1300 

1А 8 


150 
150, 


15 
Bemerkungen 


GJ 56) 62) 
Уа 56) 62) 


Cs 
AE 13) 72) 


АЕ 13) 72) - 
AE 12) 72) 


AE 12) 72) 
56 13): 5% 


5013) :55 
56 13) :5% 
Со 4) < 2рЕ 
ТІ 82) = 03М 


ТЕ82) + 14V 
Tr: 0,2 V 62) 


Тг: 0,5 V 62) 


Tr = 1,6 У 62) 


cs 19) 
С5 19) 
Cs 19) 
Cs 19) 


Cs 19) 
Cs 19) 
С5 19) 
Cs 19) 
С5 19) 


GE 19) 800 Aus 

ТІ 38) Gunn-D. 

Т! 38) Gunn-D 

Т! 13) x = 910 nm 
ВВ 19) тК/; 25 Ayus 


ВВ 19) 13) 100 Aus 
ВВ 19) 13) 101) 
88 19) 13) 101) 
С5,6Е 100) 96) 
Cs, GE 100) 96) 


-62) 
Јп = IN 4002 
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Е4ОН... МАС 2-6 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


ге 00000 00000 ООО о 
кокк о KN 


685 201 А 
GBS 203 Е 
GBS 210 Е 
685 266 Е 
685 401 A 


GBS 403 E 

GES 410 Е 

685 466 Е 

685 3203 P 5 

GBS 3210 P ~ 100A 200 


GBS 3266 Р Я 60А 200 
685 3403 P 2 

685 3410 Р sv 5 У 4 ; 

68$ 3466 Р Ё 86) 

GK 101 i P е . 5. 0821) A; 5 pF 62) 


GK 501 ! | : (150) 0821)08 pF 
HR2A ў K н! 

bis 

HR2D й А . , н 

НЕ БА | : н! 


HE) Я р н 

КЕ 4416 я : d 5 UB, СО; А; 4 pF 
1011 жам 5 3 и LD 1 904 пт 
1012 - A: d Aë қ 103904 nm 
мл А 5 Е а-а. Ч e SH&AFY 10 


м2 e è Ы жан Я Е SHSAFY 11 
м20к Cs 

bis 

M 300 K 
МАС 12 
MAC 1-4 
MAC 1-6 
MAC 2-2 
MAC 2-4 
MAC 2-6 


о 
0 
р 
0 
р 
р 
р 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
Е 

Т 

р 
р 
р 
0 
Е 

р 
р 
t 


Cs 

Мо 86) 5V/us 
Мо 86) 5V/us 
Мо 86) 5V/us 
Мо 86) 5V/us 
Ма 86) 5V/us 
Мо 86) 5V/us 


ооооооо ос 
8888885 5 


Transistoren (Nachtrag) МАС 3-2... MPF 104 


7 е Мо 86) 51/25 
SH М Мо 86) 5V/us 
5у<мс iY 2 и Мо 86) 5V/us 


MCR 2304-6 


MCR 23056 ы 
0 (20) 1601 Sp. Rz 348 

300 2 (200) 721) 41) 62) 

200 Зку 

200 6ку 


200 12V . 
200 20кУ 
0,2лА 30 


МЕМ 511 С 4 1 а 1nA 25 
МЕМ 517 Е % . 0,3nA 30 


МЕМ 517 А г а 0,3nA 30 
MEM 517 AC 1 15А 25 
МЕМ 517 8 r ` Озод 30 
МЕМ 517 ВС у 5 ; х Тп 25 
МЕМ 517 С ў 5а, 


МЕМ 520 “ 0,2nA 30 
MEM 520 C Ё 104 2 
MEM 550 С й 05А 25 
1 " | 2 | 
МЕМ 551 % ` 0,2nA 30 6) С21) 


шоо 00--0 о-ооо 


1) 
МЕМ 551 С e ©) 869140 
МЕМ 554 у : А 8 б) В 65) 43) 


МЕМ 554 С 
МЕМ 556 
МЕМ 556 С 


шиг, Ви ЖОН 

МЕМ 5 | А 

ші. ZE най 
M - 

МЕМ 562 ә | . 0,5лА 20 


ЗпА 20 
МЕМ 562 С 
МЕМ 563 ТпА 20 
МЕМ 563 С 
МЕМ 564 С 
МЕМ 571 С 


СО. A 4 pF, Rz. 448 
Mo, CD; A 20 pF 


MJE 2955 


MJE 3055 
MO 50 

bis 

MO 56 

MP 2200 A 


MP 2300 A 
MP 2400 A 
MPF 102 
MPF 103 
MPF 104 


mmm чо оз mnn] 
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МРЕ 105...М2Е 39 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


ПОА) 181, - 125) Мо, СО; АТрЕ 
ПпА) [4] . | - 125 Мо,А5рЕ 
ППА] 16. 2 125 Мо, АБОЕ 

4, 135) 

45 135| 


135 
135! 
135 
135 
55-1250 135) 


50-100= 135) 

90-180= 

150-300= 135 

250-500= 135 

200-400= 135) Мо<4рЕ 


135) Мо<4рЕ 
135) Mo<5pF 
135) Mo<5pF 
135) Mo<5pF 
135) Мо<брР 


135) Mo< 6pF 


MPS 6516 
MPS 6517 
MPS 6518 
MPS 6519 
MPS 6522 


MPS 6523 
MPS 6530 
MPS 6531 
MPS 6532 
MPS 6533 


MPS 6534 
MPS 6535 
MPT 28 
MPT 32 
MR 4 HZ 


MR6HZ 
MR 8 HZ 
MR 54 HZ 
MR 64 HZ 
MR 810 
bis 

МВ 816 


MR 830 
bis 
MR 836 
MR 840 
bis 
MR 846 


MR 880 
bis 
MR 886 
MR 890 
bis 
MR 896 


MSD 6100 
MSD 6101 
MSD 6102 
MSD 6150 


H HAH dl annn 
оо 
ме 


82353 88888 ооооо оо 


====< 
= 

о 

a 


8333 #5588 8888 


я тоооо о 
28888 85555 8888” ммммм NNNNN NN 
Ё 


aa СА во ве 


Мо 21) 92) 1,5 pF 
Мо 21) 92) 2рЕ 
Мо 21) 92) ЗрЕ 
Мо 21) 92) 2 pF 


cs 78) 


Cs 78) 
MS 25% 


MS 25% 


об 
= оооо ; 
5599 ~ 


Т 
0 
0 
0 
‚D 
‚D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
2 
2 


ы ме о сто $ SS 
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М265,6...51236М 


15 
Bemerkungen 


Transistoren ( Gg 


MZG 5,6 

bis 

мас зэ ) ща 
15 200 548 

БА 310 10пА > 20= 


БА 311 ТОПА > 15= 
ЗА 312 10лА ~ 10= 
ЗА 313 ТОПА > 6= 
ЅА 314 20пд > 8= 
ЗА 315 20nA > 10= 


ЗА 316 ЗаА >10= 
SA 410 10пА >20- 
$А 411 10nA >15- 
ЗА 412 10nA > 10= 
ЗА 413 1084 > 6= 


ЗА 414 20nA >8- 
ЗА 415 20пА > 10= 
ЅА 416 >10= 
5А:537 >10- 
5А-538 >10- 


$А-539 >10= 
$А-540 >10= 
$С 107 02 230= 
SC 108 0,2 290- 
5С 109 02 450- e Pr, Rz 208 
507 3101 1,75 30:80: . 4 e 50, Kei SDT3201 
SDT 3102 SD, Kpi: SDT 3202 
SDT 3201 5047) 
SDT 3202 50 47) 
5Е5 3705 Cs 
SF 115 A) 

d 


SF 167 
SF 173 
SFD 43 
SFO 83 


SFD 84 
SFD 86 
SFD 89 
SFD 143 
SFD 183 


е ВЕ сазы 

SFD 186 15 1 0120 2 ДА 15 pF 
<0,15 1>81 10, d р 

SEI [nA] [051 >0, <0,3 LÉI ђ Ak, А23рҒ 


$1212 N nA} [07] 
51213 № Inaı 11 [ <05 [>8] 10. Аю А23рҒ 
S1214 N МА d : > 0, «15 1>8) Ак, А 23рЕ 
$1215 М 5]. f 137 (58) 1014) АКА 23 pF 
$1216 N 26 |>8) [0,14] АКА 2306 
Ё <0,15 [>15] [0,14] Ak, A БРЕ 


$1 231 N 

$1 232 N | <0,3 (5151 10.14] Ak; A БРЕ 
$1233 N у у <06 |>15 [0,14] АСАБРЕ 
51234 N | X «15 [>15] 10.14] АК; А брЕ 
51235 N 13 {>15] [0,14] Ак, АбрЕ 
$1 236 N 1200| 151 p 26 [>15] [0,14] Ak, А 6 pF 


Di 


> 


го блл 
3355 55555 55588 ции бр“ с г 


um ЭРЭ ГО лото СС von 
8 


Nanna литое оо 


Р 
Со 4} 82) < Ant 
Со <4рЕ 


Со 

Со 4) < боғ 
Со4) < БрЕ 
Со 4) 82) < 4 pF 
Со 4) < 4рЕ 


Со 4) 


2.055 


w 


4 
2 
Т 
Т 
Т 
T 
T 
T 
T 
T 
1 
Т 
Т 
Т 
Т 
T 
T 
T 
T 
1 
| 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
т 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
В 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
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SI241N...TN-60 Dioden und 


7 [в |9 15 
Че | 15 |Us,/B Bemerkungen 


$1 241 N 10.141 АК; А 13рЕ 
$1 242 N 4 >3, S 10,14] Ак, А 13рЕ 
51 243 N y x 2 10,14/ АК; А 13рЕ 
_ $1244 N ~ - 2 10,14| АК, АТЗрЕ 
51 245 М 2 10,14| Ак; А 13 РЕ 


51 246 N | 300 10.141 АК; А 13рЕ 
51 401 P ч " (250) Ak 21) 37) 56) 7 pF 
$1 2211 N М И 02 5 < 2 10,141 2 АК, А 23 pF 
$1 2212 N D 500 10,141 Ак, А 23рЕ 
$1 2213 № 10.141 АК, А 23 pF 
5122148 10,141 АК, А 23 рЕ 
$1 2215 № 10,14) Ак, А 23рЕ 
$1 2216 N 10,141 Ак, А 23 рғ 
Т6 ЕТООНСС 1245 АЕ 13) 19) 400 У/5 


bis 
T6 Ғ?00ССС 12us АЕ 13) 19) 400 V/us 
1745 АЕ 13) 19) 50У/,5 


Т6 NIOOHOB 

55 
1745 АЕ 13) 19) 400 Миз 
12у5 АЕ 13) 19) 400 У/25 


Т6 N700C08 

Т8 Ғ100ССС 
12,5 АЕ 13) 19) 400 V/us 
1845 АЕ 13) 19) 400 М/из 


bs 

Т8 F700HCC 

18 ктоосов 
1845 АЕ 13) 19) 400 V/us 
2045 АЕ 13) 19) 50 V/us 


bis 

тв к700н0С 

Т10 М100С08 
2045 АЕ 13) 19) 400 М/из 
155 АЕ 13) 19) 50 Virus 


bis 

T10 м7оонос 

T14 F100CF8 
1545 АЕ 13) 19) 200 М/из 
80,5 АЕ 13) 19) 20 Миз 


55 

Т14 Е90ОЕОЕ 
80,5 АЕ 13) 19) 400 М/из 
20и5 АЕ 13) 19) 50 М/из 


Т 15 N400C0A 

bis 
1285 АЕ 13) 19) 400 Men 
80,5 АЕ 13) 19) 20 Vias 


115 N1300E0H 
Т18 Ғ100СЕВ 

12045 АЕ 13) 19) 400 М/из 
20,5 Сз 19) 20 У/ь5 


bis 
118Ғ900ЕСС SV 
Cs 19) 20 V/us 
Cs 86) 


=== оо 


888 38 85 88 
уу 


8 


88 8 


122 N400C0A SV 
bis od 
T301N1500E0C 5М> Fm 

Li 


Li 
Li 
TDAL 220 Li 


11573 div. 
11574 dm. 
11575 
TIS 88 
TN-53 


TN-54 
TN-55 
TN-56 
TN-59 
TN-60 


ло ww ос WW юм NN юн мм мм N 


...Х 
ооо с 


С5 86) 


СО; А 18 pF 
СО, А 18 pF 
СО. А 18 РЕ 
СО, А 4,5 Е 
So 8 pF 


Sp8 pF 
Sp 8 pF 
Sp8 pF 
Sp 8 pF 
бо 8 pF 


F 
F 
F 
F 
F 
F 
T 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
0 
D 
0 
2 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
р 
р 
р 
р 
р 
Е 
Е 
Е 
Е 
T 
Т 
Т; 
T 
T 
T 


== < 
ТЕЗ ма QZ < < << << << << << << << < СЕБЕ 
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Transistoren (Nachtrag) ТМ-61... ОС 135 


GEI 

Cs 19) 50/45 
Cs 19) 50 V/as 
Cs 19) 50 V/as 
Cs 19) 50 М/из 
Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 М/из 


Cs 19) 50 V/us 
(519) 50 М/ 5 
Cs 86) 

Cs 86) 

SH 5 pF 


‚_ 10А > 50= 509 pF 
+25<50 +3 ў АЕ 86) 5 V/us 


160 :2,5<50 :3 5. АЕ 86) 5 V/us 
#60 :1,9<50 +3 А АЕ 86) 5 V/us 


$ #60 +1,9<50 13 Н АЕ 86) 5 Vie 
TW 104100 5 160 :1,<50 13 5 АЕ 86) 5 У/25 
bis Р 
TW 104600 #60 +1,7<50 :3 АЕ 86) 5 У/5 


089 110пА] [< 6] 0,45-1,8 <5 120) $4 22] А; 3 pF 
0110 {4пА] [6] Ё М Sd; А 20 pF 
0112 ПОА [6] . 5 А 17 pF 
U 146 {10nA} [6] . ; 
U 147 120пА) [6] . > <0,025 120] 


U 148 [60пА] (61 . <02 120] 
U 149 1100вА1 (61 . > <0,44 [20] 
и 182 1250] 110140 S 40-120 

и 183 8 $ 
О 184 


и 197 
и 198 
и 199 
и 200 
u 201 


и 202 
0221 
0 222 
U 244 
U 1897 Е 


и 1898 
И 1899 Е 
0С 100 
ис 105 
ус 110 


ЦС 115 
ус 120 
ис 125 
ус 130 
0С 135 


== 
886 кке 
»» >> 
> 09 7) 
ч, 


ч 


соо ооо 
ттт ne 


““ссс <<“сс ссссс 


Момо ~ ~ 


ссссс ссс»» РРРРР РРРРР pp 


LLLE ккккк кк 


(а1а121515 nnnnn СУ 
99995 55555 Si 


Т 
T 
Т 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
р 
Е 
Т 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
[4 
Е 
Е 


718 КТТ 273 


ОС 155... UD-3005 


ітттт әтттт ттт-т птттт 


Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 

ЈЕ 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
т 
м 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
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УС 155 
UC 155 у/ 
ус 200 
ус 201 
ус 210 


ус 220 
ис 240 
ис 241 
ус 250 
ус 251 16) 75 


ис 400 
ус 401 
ус 410 
UC 420 
ус 588 


ус 703 
ус 704 
0С 705 


ус 707 5) 

ус 709, 709С, 4200, 4200С 
ус 714 

ис 734 

ЦС 734 Е 


ус 751 
ус 752 


ЏС 753 
UC 754 
uc 755 
ОС 756 
ус 805 


ус 807 
ОС 814 
ус 851 
УС 854 
ОС 855 


ис 2130 
ус 2132 
ЦС 2134 
ус 2136 
ус 2138 


ус 2139 
ус 2147 
ус 2148 
ус 2149 
ус 1700 


ус 2700 5) 
УС 4000 .. 5200СМ, 
усх 1702 51 
усх 2700 

усх 2701 


усх 2910 
UD-1000 ТА 

00-1001 e ТА 

00-2000 - 50 
00.3005 100-300= . 


муум УУУУ 


+150 250 >1 
250 . 
250 . 


ОЛПА >6 2 
200 
200 


ээ 
к 


оо 
м чо о-оо 


ооьоо 
w 


ei % 
Zaaba 25205 
седели Е 


еее 
іліліліл 


ы 


ет 


200рА 40 
130) 12001 


ы 20 2001 
30 200 


30 50 
40 (200) 


Dioden und 


15 
Bemerkungen 


5. > 


Sai 
e ооо 
У 55527 


>> >РЬ»» ССРСР >РРРС 
өс 100 00 0000 POND ~~~ 
>> 


ИВ. A 8 pF 
ИВ. A 4 pF 
UB. A 4.5 pF 
UB; A 10 pF 
UB; A 17 pF 


UB; A 25 pF 
UB, A 6 pF 
UB; A бре 
UB, A 6 pF 
ОВ, А 12 pF 


UB; A 30 pF 
UB, A 16 pF 
UB; A 17 pF 
UB; А 17 pF 
UB, A 25 pF 


05 
05 
05 
05 
05 


UB, A 21) Rz 


UB, A 21} Rz: 2 dB 

UB, A 21) Rz. 298 

UB, A 21) Rz: 1548 
UB, A 21) Rz: 298 

UB, Ers: 3N 163 


UB; C 21) 

UB 87) 

ОВ; С. Ers ЗМ 164 
ОВ, С. 21) 4 3N 166 
UB, С. 21) # ЗМ 165 


UB 21) 83) 1,3 pF 
Sp 22) 62) 
Sp 22) 62) 
Sp 22) 62) 
Sp 21) 62) 


Transistoren пык 00-3006...2 N 2370 


п И 
5 y mA ү 


100-300= Б 5р 21) 62) 
100-3002 . ~ Sp 21) 41) 


Ак, Рогоћаб! 
> 30= С 
Хо 0,45 


0,5 >30= 
05 >30= 

Ы Ја 12) 21) 
Ја 12) 21) 
Ја + 10% 


Jn + 10% 
05% 


n DNNN annn — 


1 N 5062 


1N 5411 
2 Су 34 
2 М 14998 
2 № 1506A 
1746 


1747 
1748 
1749 
1785 
1786 


1787 
1865 
1867 
2048 А 


уунд подаље о сло и wu 


2 
1nA > 30= 


ТЛА > 30= 
50А >70- 
5пА > 70= 


Т 
т 
т 
р 
d 
T 
2 
2 
2 
D 
2 
2 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
Т 
$ 
d 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Т 
Т 
18 
T 
19 
Т 


++ ZZZZZ zz222 zzzzz 
5555$ ЕЄЄЄЄ 9555$ Ss 


~~~ У о ~ 32-24. SW 
OVVVO ооорр со 


БПА >15 
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2М2371...2М 3657 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


т 
T Ер 0 $0 7рЕ 
т $Р 9 бр 7 pF 
i 5 = 92 16) те 
и 5 А 05 140} $р12рЕ 
T Ga sH 05 150 
1 өшін 08 Sei 100) Sit 
Т) ба 5н 05 (250) 100) Ѕр4рғ 
Т ба 5 025 (80) 100) Ѕрбрғ 
Т ба sH 05 (360) 100) Seier 
H Са sH 05 360) 1 
T Ga sH 05 (300) 100 БА 3 ВЕ 
1 ба sH 03 (300) Sp 3 pF 
T Ga sH °з (300) Sp 4 pF 
т ба sH 0,3 (150) Sp 3,5 pF 
T ба U sH 10 03 
1 Ga и sH 10 03 
T 5 тј 15А 3 
т 5 NmL 2А 2 
T $ ют А 2 
Т $ 10 АА 01 
T $ 10 АА 01 
1 ба и н 10 03 
Т ба Li sH 10 03 
T 6 ми 
Т G мм 
{ G ммм 
Т G мм 
T S и U Ха 
т 5 м Ха 
Т 5 иш 400 
Т 5 uı 40а 10пА > 10= 150 20 (8) 140) 5рбрғ 
1 $ н 10 40-150= 300 (40) (600) 175) RC 
T S UW 2 Ina 150 30 (64) 140) Ѕр9рЕ 
T 5 ши ПА 150 15 (7,6) 140) 5о9рҒ 
т 5 ши ЗпА 150 6 (12) 140) $р10рЕ 
T бә LJ sH 20 055 >50- 75 100 15 (900) . Sp 3pF 
T ба LJ sH 10 035 >100= 75 100 12 (900) Sp 3,5 pF 
T ба LJ sH 10 025 >30= 75 100 12 (900) Sp 3,5 pF 
T S и w 35а Jna 250 50 25 А 1754 Sp7pF 
т $ 10 АА 01 10 0,0130-120- 600 500 (60) . 200 5р,Мо21)| p 
Т $ 10 АА 01 10 00130120: 600 500 (60) 200) 5р,Мо21) ҮГ” 
т $ 10 АА 01 10 00130120: 600 500 (60) . 200) 5р,Мо21)) < 
1 $ 5 АА 1 1 150-600- 250 (60) (60) 175) 5р21) 
т $ 10 АА 1 -500= ( 1 ) 
о 1 155-500- 300 70) (30) 200) 5021 
T S ШАА 1 1 155-500- 250 (70) (30) 200) 5021) 
Т 5' (ДО АДА + 1 1 80500- 300 (60) (80) 2001 5021) 
0 5У бу Ү 150 180 3 ЗБА- 100 1545 125) С519)200 М/из 
D SV Gy Y 150 180 3 З5А- 200 15,5 125) Cs 19) 200 V/us 
0 sv бу Y 150 180 3 ЗБА- 300 15,5 125) С519) 200 Was 
D 5У бу Ү 150 180 3 35A-400 15,5 125) С5191200 М/из 
0 5У бу Ү 150 180 3 35А-50 1045 125) С519) 200 V/us 
0 5У бу Ү 150 1803 35А-100 1025 125; Cs 19) 200 М/из 
0 5У бу Ү 150 180 3 ЗБА- 200 10,8 125) C 19) 200 М/из 
0 5У бу Ү 150 1803 35А-300 105 125) С 19) 200 V/us 
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Transistoren (Nachtrag) 


11.21 


ЗЕ 


anand Фа Фе Ба Фа Бе 


<0,5 |50) 
0,5nA >50- 100 (50) 
2nA >20- 
20nA >10- 
250 20-100- 


>15 
>15 
1пА >40- 
1пА >30- 
1пА >20- 


0,1nA 200-600- . 
0,1nA 80-800= 
Dina 150-600= 
005 50-150= 
0.05 120-360- 


0,05 50-150= 
0,05 120-360= 


100 (120) 
2,5A400 
1:10 

1-10 

100 15 
100 25 
100 40 


(60) 


5 0,03 180-540- 


0,03 180-540- 
1тА20-200= 


2тА20:200= 
4тА20-200= 
40 


( 
100 (100) 


2 М 3658...2N 5104 
15 


Bemerkungen 


Cs 19) 200 V/us 
Су 9) Кр! 2N 5066 
СО, А, UB 4 pF 
CD, A, UB 4 pF 
СО, A, UB 4 pF 


СО. A, UB 4 pF 
Sp 9 pF 

Sp 9 pF 

Sp 9 pF 

719) = BDY 47 
UB, A 21) Яг 248 
UB; A 21) Rz. 248 
So 8 pF 


Sp 8 pF 
Sp 8 pF 


UB 21) 83) 0.8 pF 
UB 21) 83) 0.8 pF 
08 21) 83) Rz. 398 
Мо, Rz: 698 

Мо, Яг 548 


41) 
Мо, Rz: 5 dB 


UB, A, Rz: 408 
Cs 

Cs, тк! 

UA, <3,5 pF 


UA 83) <5pF 
UA <10 pF 

CD, UB. A 18 pF 
CD, UB; А 18 pF 


60 T 
40 Е СО. UB, А 18 pF 
0 


СО, ОВ; А 18 pF 
UB 21) 83) 
UB 21) 83) 
UB 21) 83) 
Мо 100 рЕ 


Мо 100 рЕ 
Мо 100 рЕ 
Мо 100 рЕ 
Мо 100 рЕ 
Мо 100 pF 


6 

0,10А 200-600- 
01пА 150:600= . 
01 


85 5 
25285 


пА 50-800- 


8 


Z2222 ггггг ггггг ггггг 7777 ггггг ггггг 27272 22222 
в 
5 

ез 


20-100- 


500 

500 20-100- 
500 20-100- 
500 20-100- 
500 20-100- 
500 20-100- 


1 50-200- 20А (150) RC 9) 83) 

1 30-1505 20А (120) RC 9) 83) = 
an 10 Cy 9) Кр! 2 N 3677 
>2 ё 5 СО, ИВ. A 5 pF 
>35 2 CD, ИВ, A 5 pF 


D 
T 
Р 
Е 
Е 
Е 
т 
т 
Т, 
т 
Е 
Ё 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Т 
Т 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
Е 
Е 
т 
Т 
T 
T 
T 
Т 
T 
Т 
Г) 
Т 
Т 
р} 
Е 
Е 


ггггг zzzzr 
МА ааа m 


2М 5105...2М 5493 (Dioden und 


15 
Це ВЕНЕРА ыыр N, eu 
mA |У |шА/У/- 


CD, UB; A 5 pF 
UB; A 25 pF 
UB; A 25 pF 
5 UB; А 25 pF 
0154 100-300= ову 21) 83) 
0,1nA 100-300= 
ОЛпА 50-800= 
0,1nA 100-300= Rz: 4 dB 
0104 100-300= . 0.8 pF 
OLINA 50-800= 


0,1nA 100-300- 

ОЛпА 100-300- 

0.1пА 50-800= 

0,15 >40- 200 
>18 


500= 200 
10-80- 754 
>10- 60w 
10-80= 234 
> 10 254 


> 105 7544 e Jn 
5тА 20-805 100W RC; ers. TA 2765 
2тА 20-80= RC; ers. TA 2765A 
>4 3 1400) . СО, А Rz: < 448 
500 30-120- A ВС 96) > ТА 7155 


RC 96) ê ТА 2911 
RC 96) 8 ТА 7156 
RC 96) & ТА 7137 
RC 96) © ТА 7362 
RC 96) 5 ТА 7363 


50 47) 

ВЕ ла 
50 47) 141 
Съ<ВрЕ 


Cs <8 pF 
Cs <8 pF 
Cs <8 pF 
Cs <8 pF 
Cs <8 pF 


ааа 444+ тала === ятттт 
ЕЕ 85888 555 


Ја 11) 
RC 72) 86) 200 У/ из 
RC 72) 86) 150 М/ из 
RC 72) 86) 100 V/us 
RC 86) 200 М/из 
RC 86) 150 М/из 
17215 <25 RC 86) 100 V/us 


(28) 1тА 1048 RC 83) 3 pF 
4 1V 20-100= 18W RC 9) 96) 
1У 20-100- RC9) 
1V 20-100= 4 RC 9) 96) 
1У 20-100= л 7А (75) (0,8) ВС 9) 


Т 
Т 
T 
T 
11 
T 
T 
T 
T 
al 
d 
d 
T 
T 
т 
0 
0 
0 
р 
0 
D 
T 
T 
т 
Т. 
т 
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Transistoren (Nachtrag) 2 N 5494... 3 М 164 
15 


Bemerkungen 


20-1002 1, RC 9) 96) 
20:100- RCO) 


20-10 R 
20-100= ПС а СЫ) 
RC 86) 72) 


RC 86) 72) 
RC 86) 
RC 86) 


RC 86) 72) 
RC 86) 72) 


zzzzz zzzz2z 


10тА 10-40- 
10тА 10-40- 


10mA .10-40= 
0,75 20-100= 
0,75 20-100= 30A (150) 


0,3 >50= 50 25 

0,4 >50= 50 25 
50тА 10-30- 10А (150) 
50тА 40- 10А (150) 0 
20тА 10-30- 10А (200) 


20mA 405 10А (200) 
5тА 10-30- 10А (300) 
5тА 405 10А (300) 
50mA 10-30- 30А (150) 
50тА 40= 30А (150) 


20тА 10-30- ЗОА (200) 
20тА 40- ЗОА (200) 
5тА 10-30- ЗОА (300) 
30A (300) 0, e 
10 (30) Cs 0,8 pF 


Со 19) 5A/us 
Со 19) 5А/,5 
Со 19) 5A/us 


22222 zzzzz 


ЗА 
SA 
$ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


586 88980 ове 
BELLE LLELLL LLL 


=== ===== 


~ 
< 


5р 22) 96) 62) 
Sp 22) 96) 62) 
5р 22) 96) 62) 
5о 22) 96) 62) 
Sp 22) 62) 


5о 22) 62) 

5р 22) 96) 

ВС; В, Rz: 3,5 dB 
L 4 GJ; С 21) 
Lm"VA 11000) -8 504A 75 ВС; В, Rz: 3,5 dB 


Lm"w 50) +6/8 1 10 <50 +20 ВС; В <ВрЕ 

От” VA 1005) -8 50A 75 <50+20 ВС; В, Rz: 3,5 dB 
Lm" HA 11000) +1/:8 10 18 +20 АС; В, Rz: 3,5 dB 22) 
мл МА [10] 36,5 250 2-4 200рА 40 50 п5 УВ; С 47) 

Сл" МА [10] 2,5-6,5 300 1-4 400рА 30 50 п5 UB; С 47) 2,5 pF 


от 60802 52588 3 
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ЗМ 165... 40410 Dioden und 


15 


Bemerkungen 


\ АА UB, с21) Rz. 108 
N AA UB; С 21) Rz: 198 
0 5 ZC 8 1626 15 150 1005 6601 
D $ С 8 2535 15 150 108 65 01) 

0 5 с и 25.50 15 150 1048 6650301) 

0 54 с 1А 09 ТА 100 50K 150 JR 

D 54 [9 1A 09 JR 

0 54 G 1А 09 ТА 400 50k 150 ЈА = 1 М 2070 
[ој 54 G 1A 09 ТА 600 50k 150 JR 

D 54 б 1A 09 ТА 800 50k 150 JR 

0 10010 54 sY б ЛА 09 k JR 

0 112 5 Fo 06 500 05 500 100 100 C5=1N537 

О МЕ $ № UG 15А 05 с 
D 1232F $ № UG 15А 05 
0 тарғ $ № UG 15А 05 
D 162Е $ Ру UG 15А 05 
D 1878 $ № 06 15А 05 
Е 65М12 SL 0 (néi (12) 

т 70072 5 9 5 
т 7172 $ >м L А 2 10w 2А (80) (50) 175) С59) 

Т 7212 $ >м L А 2 10 2А (80) (50) 175 (59) 

т 10872 5 Mi E 10А 4 175W З0А (120) 70005 200) С59) 

т 10972 5 мъ 10A 4 175W 30A (160) 70005 200) С59) 

193 072 5 мъ 2А 17 85W 10A (2107 (5) 2001, С59 
40216 SV Gy sY 20 15 

40309 54 и NL 50 4 02570-550- БМ 700 18 (100) 200) АС 
40310 Sd Mu М 1A 2 10 20-120= 29w АА 35 (0,75) 200 НС 
40311 Sd и NL 50 4 02570350: 54 700 30 (100) 200 RC 29) 

Г 40312 54 Mu № ЛА 2 10 201202 204 4А 60 (0.75) 200) DC vi ти 
T 40313 Sd Mu NL 100 10 5тА40250- "eu 2А 300 . 200) RCJ'-V2 uer 
т 40314 SP и М 50 4 02570350: 54 700 40 (100) 200) АС, Кр! 40319 
T 40315 Sd и м 50 4 02570350- 59 700 35 (100) 200) ВС 
T 40316 51 М NL ЛА 2 10 20120- 294 4А 40 (0,5) 200 НС (9) 
т 40317 SP L М 10 4 0,25 40:200= 50 700 40 2001 ВС) -V1 тк! 
т 40318 54 Mu NL 500 10 5тА>50= 35w 2А 300 200) нс) -У2 10 
Т 40319 Sd и № 50 4 02535200: 59 700 40 (100) 200) АС; Кри 40314 
т 40328 Sd Mu NL 20 10 500 >40= 35w 2А 300 200) RC 
Т 40346%12 $ Li XT 10 10 5 >25= >4W ТА 175 200) 8С|9) 
т 4310/1: 5н L UL 450 4 1 2080- >1/ 1,5460 200) АС М1: ткі 
Т 40348/М1,2 SH Li UL 300 4 1 30100- > 1 1,5490 200) RCI -V2 |1171 
Т 4034912 SH ш Ш 150 4 1 25100: IW 15А160 200) АС 
T 40360 Sd и м 10 4 1 40200- SW 700 70 (100) 200) НС9) 
T 40361 Р и NT 50 4 1 703%0- DW 700 70 (100) 200) НС 9) Кр. 40362 
т 40362 SP Lı NT 50 4 1 35200- 50 700 70 (100) 200) НС 9) Кр! 40361 
т 40363 SP М NU 4А 4 1тА20-70= 115W 15А 70 (0,7) 200) 869) 

T 40364 Sd Mu NL 500 5 500 35-175= 3504 7A 60 (15) 200 НС9) 

0 40378 Бү ДЕ ТУ РА 10-87 24 1200) 45А120- 2% 100 НКС 13) 19) 

0 40379 су Үс 12. 198 12 12001 45А140- Aen 100 КС 13) 19) 

т 40404 SP LR нн 50 2 250А2565= 300 500 (40) 200 175 НС9)<4оҒ 

T 40405 SP LR HU 100 1 04 >20- 300 500 40 (850) 175 НС9) 

т 40406 54 в № 01 101 30:200= м 700 50 (100) 200 8С9) |41) 

Т 40407 Sd u NU 1 10 1 40200: 1% 700 50 (100) 200) КС9) 

T 40408 54 D № 10 4 1 40200: 1 700 90 (100) 200) 869) 

T 40409 59 1" NU 150 4 1 50250- 39 700 90 (100) 200) ЯС) тк! jan 
т 40410 54 Li № 150 4 1 50250- 3% 700 90 (100) 200) КС9) тк! 
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Transistoren (Nachtrag) 40411... 40622 


10 и m 13 


N Inox |Umox|fg |!тох| Bemerkungen 
mw mA |V 9 


40411 м А 500 35-100- Ом 30А 90 А 200) RCH 

40412/М1,2 їтА 2402 1 ТА 250 200 БС9)М1 тКї,У2 ие 
40413 ү 10А 30-180 300 (35) 200) КС 47) -ТрЕ 

40414 : 10пА 50-220 200 40 (30) 200) ВС 471 < 1рЕ 

40444 20mA300150= 140W 20A 120 200) 8С9)83)7) 


40467 ! 100 +20 125 ЯС; В 47) (0208) 
40467A и 175 80,847) |02рР| 
40468 125 ВС.В47)5,5рЕ 
40468А 175 ВС; В 47) 5,5 pF 
40469 20пА 40-170= 175) RC'47) 88) 


40470 20nA 27-100- 4 1751 RC 47) 88) 
40471 20пА 27-100= ВС 47) 88) 
40517 10nA 30-150- ЯС 47) 
40518 10пА 30-1 ВС 47) 
40519 25пА >20- ВС9)1,8рҒ 


40542 1тА 21105 RC # М! 
40543 1тА 20-70- АВС d ами 
40553 RC 13) 19) 250 М/и5 
40554 RC 13) 19) 250 V/us 
40555 ЕС 13) 19) 250 М/р5 


40559 ВС, В 47) 5,5 рЕ 
40559А ВС, В 47) 5.5 рЕ 
40561 RC 25 pF 
40562 ВС 25 pF 
40563 RC 30 pF 


40564 RC 40 pF 
40565 RC 40 pF 
40566 305 Ё ВС 15 pF 
40557 325 К ВС 15 рЕ 
40568 340 RC 20 pF 


40569 355 Я ВС 25 рЕ 
40570 365 „ВС 25 рЕ 
40571 305 ВС8рЕ 
40572 325 RC 8 pF 
40573 340 . ВС 10 pF 


355 | ВС 12 pF 
40878 15: 1 ЕС 13) 86) 
10976 15 1 ЕС 13) 86) 
40575 
40577 10nA 50-275- RC 9) 83) 6 pF 
40578 01 18W RC 9) 83) 


40583 50 27-37 RC 21) 36): 3 V 
40594 НА 95 . БЕ Ч 


40595 
40600 ү RC; В 47) 22) 5,5 pF 


40601 у ВС, В 47) 22) 5,5 pF 


5 RC; В 47) 22) 5,5 pF 
40602 Е RC. В 47) 22) 5,5 pF 
ЭРЧ ђ Ї RC. В 47) 22) 5,5 pF 


40611 50 А 5 2 ВС 9} 
40612 6 30-150= И RC9) 


40613 30-120= à RC9) #: (Mut 
40616 ‚5 70:500- ` RC 9) 

40618 30-120= RC 9) 4: (Mut 
40621 5 25-100= . ВС 9) #: (Mut 
40622 25:100- кс9) 9: (Mut 


ER 


соос-- ----- 
мммьь о 
ммм 


Эф» 


тәл плъпо соло зээ 


53200 о-23ьс фес 


е 


дЭггэ 22222 оороо ооо 


Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
E 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е 
0 
0 
Т 
Т 


со 


азаа зад 


281 


Nachtrag 


Nachträge und Berichtigungen zu den Schlüsseltabellen 


Tabellenkopf Е, Spalte 10: mW-Angaben beziehen sich auf фе Verlustieistung 
Тађећепкор! Т, Spalte 9: Vorwärtssteilheit іп mS (nicht: ms) 
Schlusseltabelle zu Spalte 3 = Aufbau (Ab): 

е = ти lonen-Implantationsdotierung (Einschuß durch elektrisches Feld) 

1 = Aufbau in flexibler Dünnfilmtechnik 

Н = Aufbau ın Hometaxial-{Basıs-)Technık 


Tabellenkopfe F, М für Feldeffekt-Systere 
Spalte 8: 101 |: lotan In МА 
Spalten 13 und 14 wie ре: Transistoren 
Spalte 15: еМ = aquivalentes Rauschen (equivalent noise) in ПУЛИ: 


Schlüsseltabelle zu Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Ам): 
(С. = Diac; iY = Тпас 
J= Infrarot-, JO = 2.8. Laserdiode 


Ergänzungen zu den Anmerkungen (5. 5-7) 


1) Spalte 12 = Talspannung 
11) (бе) FET: Gate bzw. Tor) an Gehäuse oder Bolzen 
19) Spalte 13 = meist Fremverdezeit 
22) auch 2-Tor-FET 
72) (Presstit-JGehause 
73) bzw. (бег Kapazitatsdioden) Kapazitätsbereiche 
81) Spalte 6 = (Носкег- bzw. Emitter-Spitzenstrom 
Spalte 8: fett. Emitter-Restspannung IVI 
Spalte 11: B,-Strom ImAl 
36) бране 6 = (Steuer-Joder Abschaltstrom 
Spalte 7 = (Steuer-Joder Abschaltspannung 
Spalte 10 = Verlustlesstung, in | 1 max. Steuerleistung [mW] 
99) magnetleldgesteuert 
100) „programmierbarer Unyunction-Transıstor `. Tabellenkopf D, aber: Spalte 8 = Höckerstrom [мл |, Spalte 9 = Talstrom АЈ, 
in (): be. IVI, Spalte 11: fett. Anodenstoßstrom, Spalte 12 = Gate-(Emitter-)-Katoden-Spannum, in (): Gate{Emit- 
ter-)Anoden-Spannung IVI 
101) ти Hılfskatode 


Ergänzung des Typenbezeichnungsschlüssels: in Japan! 15.. Dioden, Gleichrichter 
25.. Transistoren, Thyristoren 

Neue Hersteller-Kurzzeichen 2. Buchstabe: A = HI pnp 

АС = ATES, Сз = Sescosem, JJ = Isofılm International, В = № pnp 

LD = Laser Diode Labs., JG = 10460, Pı = Ріһег Semiconductors, С = НЕ про 

$9 = Shindengen ЕІ. Mig., Sc = Söcheron. О > NI про 


Berichtigungen zur Haupttabelle: 


Seite 20: Die Typen ВС 181 und 181A haben pnp-Aufbau, зо еп also mager gedruckt sein. Seite 202: 2 N 2921 statt 2991 
Seite 29: Die Typen BSX 68 und 69 werden auch von Telefunken (Т!) hergestellt. 


Ergänzungen zur Schlüsseltabelle für Ausführungsformen (Fo), S. 242 ff.: 


Ch 2 00.26; С? 2 (00-7), Ег = (10:1), Es = DIN 1882, $1 © 10:98, GO und GP (= Gm und GI) haben Metall-/Kunststoffgehause 
ти Streifenanschlissen. Jx (е Norm МТ-59, -66) = Jx, Ју, Anm. 95). |)“ = LJ пи Nase zwischen В, und Е (JEDEC КО-38С); 
(072 10:77 (8 Anschlusse, 1} = 5,08), Lv“ 2 10:78 (6 од. 8 Anschlisse) Не = Standard Stripline Case; SA © 10-106 und 
RO-110 ~ Т0-105; 55 = Miniatur-Kunststoffgehause „Рапсаке”. 


Die für Frühjahr 1972 vorgesehene neue Auflage wird neben der Auffüllung von rund tausend, jetzt noch lückenhaften Datenzeilen 
etwa 2500 neue bzw. bisher nicht berücksichtigte Typen bringen. Um den jetzigen Umfang (und Preis) nicht überschreiten zu 
Ben, werden folglich 2500 ältere Typen gestrichen werden müssen. Daher sollten alle älteren Ausgaben der KTT aufbewahrt 
werden. 
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Germanium РМР— 
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Leistungstransistoren 
Gleichrichter 
Zener-Dioden 
Doppeltransistoren 
Thyristoren 
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Tel. 071 50/67 25 
Telex: 07-23892 


Varaktoren 

FET 
Spezial-Halbleiter 
MECL 

MECL | 

MECL IlI 

MHTL 

MDTL 
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Walter Danöhl 

Së 1 Berlin 30 
A Keithstraße 26 
Tel. 0311/131586 


EBV Elektronik GmbH 
8 München 2 
Augustenstraße 79 
Tel. 0811/524340+48 


MRTL 
MTTL и 
MTTL Ш 
Lineare IS 
MOS 
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Eine Einführung in die 
Schaltungstechnik 

der industriellen 
Elektronik. 

Von Ing. Otto Limann. 
396 Seiten mit über 540 
Bildern und 3 Tabellen. 
In Linson DM 30.— 
Best.-Nr. 561 


Elektronik 
ohne Ballast 


Systematisch und logisch führt der Autor in das 
neue, variationsreiche Arbeitsgebiet ein. Wer 
Vorkenntnisse aus der allgemeinen Elektro- 
technik mitbringt, dem begegnen viele be- 
kannte elektrische und elektronische Bauteile. 
Jedoch wird ihr Zusammenwirken und Verhal- 
ten in den Schaltungen vom Standpunkt der 
Impulsspannungen aus betrachtet, die in der 
industriellen Elektronik vorwiegend benutzt 
werden. Darauf wird der Leser Schritt für 
Schritt an die Spezialbauteile herangeführt. 
Zwar wird dabei von begreifbaren Vorstellun- 
gen ausgegangen, immer aber steht die prak- 
tische Anwendung neben der grundlegenden 
Wirkungsweise im Vordergrund. Und so formt 
sich in Einzeldarstellungen, was elektronisches 
Messen, Steuern und Regeln ausmacht. Die 
Verwendung von Thyristoren für Steuerungen 
von Rechenverstärkern in Regelkreisen wurde 
besonders herausgearbeitet. Abschließend be- 
spricht der Autor die digitale Zähltechnik mit 
den Gatterstufen, Zähldekaden und дег Anwen- 
dung von Zählgeräten. — Alles in allem: Dieses 
Buch vermittelt die richtige Menge Elektronik- 
Wissen (ohne Ballast) als Basis für den Berufs- 
erfolg. 


Franzis-Verlag 
München 


$ 
SIEMENS 


Für alle Bereiche 
der Elektronik liefern wir: 


Germanium- 
und Siliziumtransistoren 
sowie Dioden 

Silizium- 
Leistungsgleichrichter 
und Thyristoren 


Analoge und Digitale 
Halbleiterschaltungen 


Heißleiter (THERNEWIDE) 
Fotoelektrische und 


Galvanomagnetische 
Halbleiter-Bauelemente 


В 10-7001 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
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Integrierte Schaltungen, 
| Transistoren und Dioden für Geräte 
der modernen Elektronik, 


wem и hergestellt in Nürnberg, Freiburg 
ё) und Waldkirch bei 


INTERMETALL 
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= Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik 

= Spitzentypen (point contact) 

= Silizium-System 

= Oberflächengrenzschicht- und andere 
Typen (surface barrier, alloy) 

= Unijunction-System 

= Vierschichten-Aufbau (pnpn) 

= System mit geschweißten Elektroden 
(welded contact) 


Schlüsseltabellen zu Spalte 4 


= Ausführungsform 5. 5. 242 ff. (Fo) 
Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw) $. а. $. 4 
= A-Verstärkung, 
AA = Differential-Verstärker 
= B-Verstärkung 
= bilaterale Typen 

(Doppelbasis-, Doppelanoden-) 
= Clipper-Dioden, C’ = Triggerdiode 
= Schwarzpegeldiode (dc-restorer) 
= Demodulator, Detektor, Meßdiode 
= Esaki-(Tunnel-)Diode, е = log. Kennlinie 
= Gleichrichter, Meßgleichrichter, 

Regelspannungserzeugung 
= für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen 
= Hochfrequenzanwendungen, Hs = Video- 

H’ = Frequenzvervielfachung 
= hochohmig 
= wegen symmetrischen Aufbaus auch für 

inversen Betrieb (bi-directional) 
= Kapazitätsdiode, Voractor,K’=Speichervar. 
Leistungstyp 
für Mischstufen, М” = Modulator 
Niederfrequenzanwendungen 
niederohmig im Durchlaßbereich 
für Oszillatoren 
Paar, Angaben je Einzelsystem 
= Quartett, Angaben je Einzelsystem 
= Referenzdiode, Referenzelement 
= rauscharmer Typ 
= Schalteranwendungen, Impulsbetrieb 
= für Treiberstufen 
= für hohe Temperaturen, 

г = für oder mit Temperaturkompensation 
= Universaltyp, verschiedene Anwendungen 
= VHf- und UHf-Anwendungen 
= für Wechselrichter, Zerhacker, 

Gleichspannungswandler 
= für Zählkreise, Rechner, 

datenverarbeitende Schaltungen 
= steuerbare Gleichrichter, Thyratron- 

schaltungen, Servostufen, Thyristoren 
= Z-Dioden und nichtlineare Widerstände 
= Stabistoren, Stabilisatoren 
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Von Herbert С. Мепде 
5. Ашћаде, 312 бейеп, 
294 Bilder, 22 Tabellen. 
Leinen DM 34.— 
Bestell-Nr. 517 


Leitfaden 
der 
Transistortechnik 


Wer noch wenig über Transistoren weiß, den 
leitet das Werk durch das scheinbare Dickicht 
der Variationen von Typen, Schaltungen und 
Anwendungsmöglichkeiten. Wer alles über 
Transistoren zu wissen glaubt, der wird er- 
staunt sein, wieviel Neues ihm die neue, erwei- 
terte Auflage bietet. 


Der gebotene Stoff erleichtert wesentlich die 
Arbeit mit Transistoren; Schaltungsbeispiele, 
Kurvenscharen, Tabellen und Daten erübrigen 
zeitraubendes Suchen. 


Das Buch ist in neun Hauptteile gegliedert: 
Physikalische Grundlagen, Herstellungsfragen 
und Ausführungsformen, Elektrische Eigen- 
schaften, Schaltungsentwürfe, Anwendungsbei- 
spiele, Bau von Transistorgeräten, Dioden- und 
Transistoreigenschaften, Registerteil. 


Der Vorzug dieses bewährten Leitfadens der 
Transistortechnik: Die glückliche Synthese von 
Theorie und Praxis zu einem fundierten „ge- 
wußt wie“ der Transistor-Schaltungstechnik. 


Franzis-Verlag 
München 


——— 


Sen 


auelemente für 


Transistoren, 
Halbleiterdioden und 
integrierte Schaltungen 

für Rundfunk, Fernsehen 

und industrielle Anwendungen 


